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Предисловие 


В справочном пособии представлена информация об особенностях применения, параметрах и ха- 
рактеристиках биполярных и полевых транзисторов, изготовленных в странах СНГ и Балтии. 

Справочное пособие состоит из пяти разделов. В первом разделе даны классификация и услов- 
ные обозначения полупроводниковых приборов. Приведены условные графические обозначения бипо- 
лярных и полевых транзисторов, указатель транзисторов и их изготовители. 

Во втором разделе описаны свойства, специфические особенности, основные электрические па- 
раметры, области применения, буквенные обозначения параметров, а также электрические парамет- 
ры биполярных транзисторов широкого применения и специального назначения. 

В третьем разделе рассмотрены основные свойства и особенности полевых транзисторов (с р-п 
переходом, МОП-транзисторов), а также транзисторов со статической индукцией, биполярных тран- 
зисторов с изолированным затвором, относящихся к классу полевых транзисторов, области примене- 
ния, буквенные обозначения параметров, электрические параметры кремниевых полевых и 
арсенидгаллиевых транзисторов, в том числе со структурой НЕМТ (Ней Еесгоп-тоБИЙу Тгапз1 ог) 
СаА!Аз / СаАз, широкого применения и специального назначения. 

В четвертом разделе даны корпуса транзисторов. 

В пятом разделе рассматривается взаимозаменяемость отечественных и зарубежных транзисто- 
ров, буквенные обозначения зарубежных транзисторов и их изготовителей. Кроме того, приведены 
таблицы отечественных транзисторов и их зарубежных аналогов и зарубежных транзисторов и их 
отечественных аналогов. 

В справочное пособие включены как современные типы транзисторов, так и снятые по разным 
причинам с производства, и используемые для применения в бытовой, промышленной и специальной 
радиоэлектронной аппаратуре. 


Указатель транзисторов и предприятий-изготовителей 
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Тип | 
| (см. стр. 31) 


| прибора 












| ГТ409Г 

] 

| 77409Д |— | 62 | 
| 

| ГТ4О9Е '_ | 62| 





| ЗАО «Кремний» 
| ЗАО «Кремний» 








|ГТ122А ЗАО «Кремний» 62 
|[74225 |ЗАО «Кремний» | 62 
| ГТ122В | ЗАО «Кремний» 62 
|ГТ122Г |ЗАО «Кремний» | 62 
ГТ124А 'ЗАО «Кремний» | 62 | 
ГТ1246 |ЗАО «Кремний» | 62 
| ГТ124В | ЗАО «Кремний» 62 





ЗАО «Кремний» 6 


2 
ГТ125А ЗАО «Кремний» 
ГТ125Б ЗАО «Кремний» 





[14258 
1 77425Г |ЗАО «Кремний» | 62 

|7125Д | ЗАО «Кремний» | 62 | 
| ГТ425Е 'ЗАО «Кремний» | 62 | 








2 
ГТ125И ЗАО «Кремний» 
ГТ125К ЗАО «Кремний» 


2 
"пзвв — [НПочланиы» [62 
| ГТЗОВА | СКБ «Элькор» | 64 
|085 |СКБ «Элькор» ` 64 | 
| ГТ3о8В | СКБ «Элькор» 64 
| ГТЗо8Г | СКБ «Элькор» 64 
ГТЗ0ЭА | 3-д «Транзистор» | 64 
| ГТЗ09Б | 3-д «Транзистор» | 64 


од 


Германиевые транзисторы 


Изготовитель 


Тип 
(см. стр. 31) 


прибора 
3-д «Транзистор» 64 


6 
| ГТЗ09Е 3-д «Транзистор» | 64 
64 


ГТ310Г З-д «Квазар» 


| Тонди электроника | 64 





|Тонди электроника 64 
СКБ «Элькор» 64 
СКБ «Элькор» | 
СКБ «Элькор» 
СКБ «Элькор» 
СКБ «Элькор» 
СКБ «Элькор» 
НПО «Планета» | 66 


©) 
> 


ГТ321Б 
ГТ321В 
ГТ321Г 
ГТ321Д 
ГТ3З21Е 
ГТ322А 
ГТ322Б 
ГТ322В 
ГТ322Г 
ГТ322Д 


я | |9 


НПО «Планета» 
| НПО «Планета» 
НПО «Планета» 
НПО «Планета» 


© | © 
у 


ГТ322Е НПО «Планета» 66 
“ЗА [68 
73235 | 66 
ГТЗ23В |— ' 66 






ГТ320В 
ГТ321А 
| 


| ГТ328В | НПО «Планета» '! 66 


| 

ГТ329А | 3-д ПО «Альфа» | 66 | 
| 
|ГТ3З29Б | 3-д ПО «Альфа» | 66 | 











Изготовитель ‚ 
(см. стр. 31) 


Тип 
прибора , 


ГТ329В | 








ГТ330Д 


| 3-д «Пульсар» ‚ 66 | 
ГтЗзож | 





| 
| 
| 
| 3-д «Пульсар» 
| 
| 


ГТ335Б | Тонди электроника ` 66 | 
ГТ335В | Тонди электроника ! 66 
ГТ335Г | Тонди электроника : 66 





| 3-д «Квазар» 
'— | | 
| 3-д ПО «Альфа» вв | 
| 3-д ПО «Альфа» | 
| 
| 


ГТ341В 


| 3-д ПО «Альфа» 

| НПО «Планета» ' 68 
| 

| НПО «Планета» ' 68 ' 





| ГТ346А 
|ГТ346Б 
ГТ346В НПО «Планета» ‹‚ 68 
| ГТ3З62А | 3-д «Пульсар» ` 68 | 
ГТ362Б  3-д «Пульсар» ‘‹ 68 


| ГТЗ76А . | НПО «Планета» | 68 
в |— 68 , 
|[[т383Б-2 — ‚ 68 

[773882 | 8 


| ГТ402А | ЗАО «Кремний» 68 


Гт402Б |ЗАО «Кремний» | 68 
| ГТ402В | ЗАО «Кремний» ! 68 
| Гт402Г ЗАО «Кремний» ‘ 68 ! 
|7402Д 'ЗАО «Кремний» ‘' 68 
ГТ402Е 


Гт402Ж ЗАО «Кремний» 68 | 
ГТ402И ЗАО «Кремний» 
| ГТ403А ЗАО «Кремний» 


© 
с 


| 
ЗАО «Кремний» ' 68 


ГТ403Б ЗАО «Кремний» | 68 
Гт4озв |ЗАО «Кремний» | 68 
Гт40зд |ЗАО «Кремний» ; 68 | 
| ГТ40ЗЕ 'ЗАО «Кремний» 58 | 
| Гт4озж `ЗАО «Кремний» : 68 | 


| ЗАО «Кремний» ‹. 68 ' 


| Г403ЗЮ | ЗАО «Кремний» | 68 | 
| 
| ГТ404А | ЗАО «Кремний» |: 70 | 


ГТ404Б ' ЗАО «Кремний» | 70 















6 Указатель транзисторов и предприятия-изготовителя 
| Тип Изготовитель Тип Изготовитель Тип Изготовитель ' | 
Стр. Стр. | Стр. 
| прибора (см. стр. 31) прибора (см. стр. 31) прибора (см. стр. 31) 
ГТ404В ЗАО «Кремний» | 70 П210А | | 76 


ГТ404Г ЗАО «Кремний» 7 


0 
ГТ404Д ЗАО «Кремний» 
ГТ404Е ЗАО «Кремний» 


| ГТ404И ЗАО «Кремний» 70 
| ГТ405А ЗАО «Кремний» | 70 
|ГТ4055 |ЗАО «Кремний» | 70 
ГТ405В |ЗАО «Кремний» 70 


ГТ405Г | ЗАО «Кремний» 


70 
ГТ406А — 70 


'ГТС609А 3-д ПО «Альфа» 
ГТС609Б 3-д ПО «Альфа» 


ГТС6оэв 3-д ПО «Альфа» 


ГТ7ОТА 3-д ПО «Фотон» 70 
| ГТУОЗА ЗАО «Кремний» 70 
ГТ703Б [ЗАО «Кремний» 70 
| ГТ7ОЗВ |ЗАО «Кремний» | 70 
| ГТ7оЗГ | ЗАО «Кремний» | 70 
ГТ703Д | ЗАО «Кремний» | 70 


ГТ705А ЗАО «Кремний» 


ГТ705Б ЗАО «Кремний» 
ГТ705В ЗАО «Кремний» 







ГТ705Г ЗАО «Кремний» 
ГТ705Д ЗАО «Кремний» 


ГТ8045 |— | 72 
| | | 

|ГТ804В |— | 72 
ГТ8ОбА ЗАО «Кремний» | 72 











ЗАО «Кремний» 72 





ГТ906АМ 
МГТ108А 
МГТ1 08 Б — 
МГТ108В 
МГТ108Г 
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О т 
> х|> 


МП16 
МП16А 


МП21В 74 
МП21Г 74 
МП21Д 74 
мпмЕ м 
МП25 |— 
МП25А — 


ыыы 
р 


ВВ 
| 


МПЗ7А | — 74 
МПЗ7Б — 74 
мПз8 — | 74 


ыы 


пав №. 
пак [№ 
[2 О ИЕ 
по м. 








0213 взпп 76 
П213А | ВЗПП ' 76 
[П21з5 ____ |ВЗПП 76 
0214 | ВЗПП | 76 | 

| 


02145 взпп ' 76 

02148 взпп | 76 

0214г 
1245 18901 76 | 
пиве — [ЭП ое 

П216А взпп 76 
02165 | ВЗПП 76 | 
П216В взпп 76 
0246 Г взпп 76 
П216Д | взпП ‘76 | 
0217 | вЗПП Г 76 | 
П217А |вЗПП ‚ 76 


027 78 
78 
8 г 
П29 | 78 
П29А — 78 
п30 | — ‚ 78 


ри 
© 
© 
м 
| 
— 
с 


| 
— 
с 


= 
с 


- |= 
со | © 


П416А — | 78 
П416Б ‚— ‚ 78 | 
П417 — ‚ 80 


— 
> 
— 
ы 
| 
Со 
о 


|| 
Гы | 
П417Б — 80 
1422 — 80 
ООО ОТ 
[1605 ЗА ПО «Фотон | 80 
[1605А_ | З-дПО «Фотон» | 80 
066 | З-д ПО «Фотон» 80 
3З-д ПО «Фотон» 80 ! 
3-д ПО «Альфа» | 80 
П6О7А |3-д ПО «Альфа» |! 80 | 
3-д ПО «Альфа» | 80 
3 ПО «Альфа» | 80 _ 
[1609 ЗдПО «Альфа | 80 


П609А 3-д ПО «Альфа» И 


Указатель транзисторов и предприятий-изготовителей 





ды 


| Тип | Изготовитель | ст 

| прибора (см. стр. 31) р 
КТ104А ЗАО «Кремний» | 82 

| КТ104Б ЗАО «Кремний» 82 

| КТ104В ЗАО «Кремний» 82 

| кт404г | ЗАО «Кремний» | 82 

| КТ117А |27. 30 | 82 | 

| КТ117Б 27. 30 | 82 | 

| КТ117В 27. 30 | 82 | 

| 








3-д «Пульсар» 
3-д «Пульсар» 
| 3-д «Пульсар» 


КТ119А З-д «Пульсар» 82 
КТ119Б З-д «Пульсар» 


82 


| КТ120А-1 |23, 13 82 | 


| 

| КТ1208В-1 123, 13 | 
| КТ120А-5 | 
| 











| КТ120В-5 

| КТ127А-1 3-д «Старт» 82 
КТ127Б-1 З-д «Старт» 
[КТ127В-1 3-д «Старт» 
КТ127Г-1 3-д «Старт» 82 
КТ132А 
КТ132Б 
КТ1ЗЗА 
| КТ13ЗБ 3-д «Гранзистор» 84 

| КТ201А |26. 33 | 84 
| КТ201Б | 26, 33 | 84 
| КТ201В 26, 33 | 84 
| КТ201Г 26, 33 | 84 | 
КТ201Д 26, 33 84 
КТ201АМ 4, 26, 33 84 


КТ201ГМ 4, 26, 33 


| КТ202А-1 | ЗАО «Кремний» 84 
| КТ202Б-1 | ЗАО «Кремний» | 84 
|Кт202В-1 |ЗАО «Кремний» | 84 


|КТ202Г-1 | ЗАО «Кремний» 84 

ад | ЗАО «Кремний» 84 
КТ203А АО «Элекс» 84 
|КТ203Б [АО «Элекс» | 84 | 
КТ203ВМ 


КТ206А 33, 26 





АО «Светлана» 86 


тата АО-бетаны | 86 | 
тв [Олю [86 


КТ207В АО «Элекс» 86 


КТ208А 4, 12, 33 | 86 





Кремниевые транзисторы 


Тип Изготовитель Стр. 
прибора (см. стр. 31) 
КТ208Б 4, 12, 33 86 
КТ208 В 4, 12, 33 86 


|4, 12, 33 | 86 
4, 12, 33 ` 86 


м 
© 
со 
> 
© 
— 
№ 
© 
© 


4, 12, 28, 33 
4, 12, 28, 33 
3-д «Арсенал» 
КТ209Ж | 3-д «Арсенал» 
КТ209И 
КТ209К 
КТ209л 
КТ209М 
КТ209К9 
КТ210А 


КТ208Л 4, 12, 33 | 86 
КТ208м == |4, 12,33 | 86 
КТ209А 4, 12, 28, 33 86 
КТ2095 = |4.12,28, 33 86 
[Кт209в 4. 12.28.33 _ | 86. 
[КТ209в2 _ |4. 12.28.33 | 86° 


ы 
м 
о 
© 
— 


с 
© 


м 
= 
> 
т 
с | © 
© 


© 


| 3-д «Арсенал» 
НПО «Планета» 


3-д «Арсенал» 


3-д «Арсенал» | 86 
НПО «Планета» 


ЗАО «Кремний» 


ЗАО «Кремний» 86 
ЗАО «Кремний» 86 
КТ211Б-1 ЗАО «Кремний» | 86 | 
КТ2118В-1 | ЗАО «Кремний» | 86 | 
`КТ214А-4 [33,13 ` 88 
КТ214Б-1 33, 13 88 


33. 13 _ 88 
33. 13 88 
33. 13 88 


КТ215А-1 33, 13 | 88 


[КТ215Г-4 33, 13 вв 
КТ215Д-1 33, 13 | 88 
КТ215Е-1 33, 13 | 88 
КТ216А АО «Элекс» | 88 


ы 
м 
— 
© 
сл 
с 
с 


АО «Элекс» 
АО «Элекс» 
АО «Элекс» 
АО «Элекс» 
- АО «Элекс» 
9 АО «Элекс» 
АО «Элекс» 
АО «Элекс» 
88 
З-д «Транзистор» 
[КТ22089_ —  |З-д «Транзистор» | 88 
кз 7.6 [88 


с 
с 


| 
> 
=> | — 
© | © 
> | 
© 
©] 


2 
_ 
со 
01 
Ф 


2 
д 
© 
п 


1215 
м 
со | © | © 
Вы: 
Ф Ф 


© 


с | © | © |0 
с |< 1 |0 


с 
с 


5 
юм 
м 
[= 
> 
(12) 















| —оИоГтммммРРРРМми———_о И мОМр 
| Изготовитель | 


(см. стр. 31) 


Тип 
прибора 





| КТЗО1Д }| ПО «НИИЭТ» ' 88 

| КТЗО1Е | ПО «НИИЭТ» ‚ 88 | 
КТт301Ж | ПО «НИИЭТ» ‚ 88| 
КТЗ02А ПО «НИИЭТ» | 88 
Кт302Б |ПО «НИИЭТ» . | 88 | 
таоав 'ПО «НИИЭТ» за | 
КТ302Г ПО «НИИЭТ» 88 | 
КТЗ06Б | ПО «НИИЭТ» 88 

ктзо6г | ПО «НИИЭТ» ‚ 88 

ктзо6д [ПО «НИИЭТ» ` 88 | 
КТЗОбАМ |26. 36 90 | 
КТЗ06БМ 126. 36 90 | 
КТЗо6ВМ |26, 36 90 
ктзо6гм 26, 36 90 | 
ктзовдм (26.36 190 
КТЗО7А-1 АО «Светлана» 90 


КТЗ07Б-1 АО «Светлана» 9 | 
кт307В-1 _ |АО «Светлана» _ | 90 


КТЗ07Г-1 АО «Светлана» 


| 
КТ3101А-2 АО «Светлана» | 90 


КТ3101АМ | АО «Светлана» ! 90 | 
КТ3102А | 4,7, 12, 13, 26, 28,33] 90 \ 
КТ3102Б |4, 7. 12, 13. 26, 28.331 90 | 
КТ3102В |4, 7, 12, 13, 26, 28,33! 90 
4, 7. 12, 13, 26, 28.33! 90 
КТ3102Д 4, 7. 12, 13, 26, 28,33 | 90 


[Кт3102Е (4.7, 12.13,26,28,33| 90_ 
КТ3102Ж 4, 7, 12, 13, 26, 28.33| 90 
[Ктз102и — |4.7.12.13,26.28,33 | 90 
`КТ3102к = (4.7.12, 13,26,28,33| 90 
[Кт3102АМ 4, 12.28.33 _ | 90° 
















КТ31025БМ 4, 12, 28, 33 90 

КТ3102ВМ |4. 12, 28. 33 ‚ 90 
КТ3102ГМ |4. 12. 28, 33 ‘90! 
КТ3102ДМ 14, 12, 28, 33 ’ 90 
КТ3102ЕМ |4, 12, 28, 33 | 


КТ3102Г 


| КТЗ102ЖМ 4. 12, 28, 33 


4, 12, 28, 33 90 
[ктЗ102км |4. 12.28.33 | 90 
КТ3102А2 ЗАО «Кремний» __| 90_ 
ЗАО «Кремний» 90 
[КТ310282_ _ ЗАО «Кремни» | 90| 













ЗАО «Кремний» Г 90 | 









КТЗ102И2 ЗАО «Кремний» 90 
КТ3102К2 ЗАО «Кремний» | 90 | 
КТ3104А АО «Восход» 
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| Тип | Изготовитель | Тип Изготовитель 

| Стр. Стр. 

прибора (см. стр. 31) прибора (см. стр. 31) 

| КТЗ104Б АО «Восход» КТЗ128А-9 АО «Элекс» 98 

| КтТЗ104В | АО «Восход» КТЗ129А-9 4, 28, 33 98 
КТЗ104Г АО «Восход» КТЗ129Б-9 4, 28, 33 98 


КТ3З104Д АО «Восход» 
КТЗ104Е 
КТЗ106А-2 26, 33 
КТ3106А-9 АО «Элекс» 
КТЗ107А 2, 4, 12, 28, 33 


КТ3107Б 
кт3107В 
| КТ3107Г 2. 4. 12, 28, 33 

ВЕТ 
КТ3107Е 


КТЗ129В-9 4, 28, 33 
4, 28, 33 


АО «Восход» 





4, 33 [98 
КТ3130А-9 — |4, 28, 33 [98 | 


КТ3107Ж 2, 4, 12, 28, 33 КТ31305-9 4, 28, 33 98 
КТ3130В-9 4, 28, 33 98 | 


КТ3107К Кт3130Г-9 — |4,28, 33 
КТ3107Л ктззод-э [4.28.33 | 98 
кт3108А__ [2.4.33 92 | КТЗ130Е-9 — (4,2833 [| 98. 
КТ3108Б 
Кт3108В 2.4, 33 92 КТ3132А-2 — |З-д «Пульсар» 98 

| КТ3109А |3-д ПО «Альфа» | 92 |Кт31325-2 — |З-д «Пульса» | 98 | 

[Кт3109Б |3-д ПО «Альфа» | 92 ЕВЕ ЛВИ А 
Кт3109В 3-д ПО «Альфа» | 92 [Кт3132Г.2  |З-д «Пульсар» __| 98 | 
|КТ31145-6 = |З-д «Пульсар» 92 98 


КТЗ114В-6 З-д «Пульсар» КТЗ132Е-2 З-д «Пульсар» 


КТЗ115А-2 З-д «Пульсар» КТЗ139А 


КТЗ107И 2, 4, 12, 28, 33 


ооо ооо ооо ооо оо ооо ооо 
м ммм №№ №№ 


ме) 
со 


З-д «Пульсар» 


92 
[Кт3115А-2 [Кт3139А_ ов 
3-д «Пульсар» ов 
[ктз1з9в  |З-д «Пульсар» | 98_ 
[ктз1з9г __ |З-д«Пульсар» | %8_ 
[КТЗАЧТА |4. 12.28.33 | 94| 
кт31175 |4. 12, 28. 33 [кт314А | 1 10 
КТ3117А-1 |4. 12, 28, 33 [ктз1405 | 1 10 
ТА 4, 12, 28, 33 ктз144в | [ПП [100 
[Кт314759 |4. 12.28.33 [94 | [кг | 
КТ312А 7, 33, 36 94 Кт3140Д — 100 
КТ312Б [КТ3142А_ (4.28 100 
КТ312В 7. 33, 36 94 
[Кт312А1_ |7, 33, 36 94 100 
[Кт31251 7, 33, 36 94 100 
[Кт31281_ |7, 33, 36 
|Кт3120АМ [АО «Светлана» | 94 | 
|КТ3121А-6 _ |АО «Светлана _ | 94 
|КТ3122А 3-д «Квазар» | 95. 100 
| КТЗ1225 3-д «Квазар» | 96 `КТ3З146А-9 — |АО «НИИЭТ» 100 
|Кт3123А-2  |З-д ПО «Альфа» _| 96 | 
| | 3-д ПО «Альфа» 96 КТЗ146В-9 АО «НИИЭТ» 100 
100 
| 
КТ3127А___ [33.28 100 
КТЗ128 А | 3-д «Транзистор» 100 


— 
© 
|<») 


КТЗ15И 12, 13, 15 
КТЗ15Н 12, 13, 15 100 , 





- 
















| Тип | Изготовитель 
(см. стр. 31) 





прибора 
КТЗ15Р | 12, 13, 15 


КТ315А-1 12, 28, 33 102 
КТ315Б-1 12, 28, 33 [102 | 





| Стр. 


| 100 





КТ315В-1 12, 28, 33 
КТ315Г-1 12, 28, 33 


КТ315Д-1 12, 28, 33 
КТЗ15Е-1 12, 28, 33 
КТ315Ж-1 12, 28, 33 


КТ315И-1 12, 28, 33 | 102 


КТЗ15$Р-1 12, 28, 33 


КТЗ150Б-2 3-д ПО «Альфа» 


КТ3151А-9 4, 33 


КТ31515-9 — |4.33 


| 
Кт3151-9 ВЕ 
| 
| 


КТ3151Е-9 4, 33 
КТЗ153А-9 4, 28, 33 
КТ3153А-5 |4, 28, 33 
КТЗ157А 12, 28, 33 
КТ316А | АО «Элекс» 
КТЗ16Б | АО «Элекс» 
АО «Элекс» 
Кт316Г АО «Элекс» 
АО «Элекс» 
КТЗ16АМ АО «Элекс» 


КТЗ16 БМ АО «Элекс» 
КТЗ16ВМ АО «Элекс» 


КТ316ГМ АО «Элекс» 
Кт316‚дм АО «Элекс» 


КТЗ165А-9 19, 28 


КТЗ166А АО «Элекс» 
КТЗ166Б АО «Элекс» 
КТЗ166В АО «Элекс» 








| 104 


КТ3166Г 
КТЗ168А-9 АО «Светлана» 104 
КТ3169А-9 (НПО «Планета» 


КТЗ169А91 НПО «Планета» 
КТЗ17А-1 13, 23 
КТЗ17Б-1 | 13, 23 

КТЗ17В-1 | 13, 23 
КТ3170А-9 | АО «Элекс» 

АО «Элекс» 
КТЗ172А-9 АО «Элекс» 
КТЗ173ЗА-9 АО «Элекс» 


КТ3176А-9 
КТ3179А-9 106 


КТЗ18А-1 13, 23 
КТЗ18Б-1 13, 23 


КТЗ18В-1 13, 23 
КТЗ18Г-1 13, 23 
КТЗ18Д-1 13, 23 
КТЗ18Е-1 13, 23 


КТЗ180А-9 АО «Элекс» 


КТ3184А9 ПРЗПП 106 


104 

104 | 

104 

104 | 

| 104 | 
104 

| 106 
106 | 
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Тип 
прибора (см. стр. 31) 


Тип Изготовитель 
прибора | (см. стр. 31) 






Изготовитель |<. | Тип | Изготовитель | <. 
р: прибора (см. стр. 31) р. 






















[кт318459_ _ |ПРЗПП 

| КТ3186А-9 НПО «Планета» КТЗ24Д-1 АО «Светлана» 110 

|КТ31865-9 — [НПО «Планета» __| 106 КТЗ24Е-1 

|КТ31868-9 — [НПО «Планета» _ | 106 КТ325А 3-д ПО «Альфа» 

|Кт3187А-9_— |НПО «Планета» 106 3-д ПО «Альфа» 

| КТ3187А9Э1 АО «Светлана» 110 З-д ПО «Альфа» 

| КТЗ187591 — |НПО «Планета» 106 | 

| КТЗ187В91 [НПО «Планета» 106 | КТ3З25БМ АО «Элекс» | 112 | КТЗ47Б | АО «Элекс» . 114 

[КТ3189А-9 — [4.28 |108 | |КТЗ25ВМ АО «Элекс» 112 КТ347В | АО «Элекс» ‚1141 
|2, 4, 33 | 112 КТ348А-3 ' СКБ «Элькор» | 





— 
— 
№ 


КТЗ48Б-3 
КТЗ48В-3 
КТ349А 
КТ349Б 3-д ПО «Альфа» 116 


КТ349В 3-д ПО «Альфа» | 116 
КТЗ50А 3-д ПО «Альфа» 116 


КТЗ51А З-д ПО «Альфа» | 116 


| КТЗ189Б-9 |4, 28 | 108 КТЗ26А 4, 
| КТЗ189В-9 14, 28 108 | |КТЗ26Б 2,4, 33 


| КТЗ19А-1 |— КТЗ26АМ 4, 33 


| — КТ3265М 4, 33 
ктз19вм || КТ331А-1 СКБ «Элькор» 
КТ331Б-1 СКБ «Элькор» 






112 







—|Щ—- 
— | 
ВоВ) 







КТЗ31В-1 СКБ «Элькор» 
КТЗЗ1Г-1 СКБ «Элькор» 





| | 
| | 
№ 











и2 | |кзыв  [ЗдПО «Альфа» |116 

| |Кт33254 — |— | 112 КТЗ52А 3-д ПО «Альфа» _! 116 | 

| КТ3193В | КТЗЗ2В-1 |— 112 |КТ3526 | 3-д ПО «Альфа» ! 116 

| КТЗ19ЗГ ЗАО «Кремний» | |КТ354А-2 [АО «Светлана» _ 116 | 

| КТ3193Д | ЗАО «Кремний» | 108 ктззадм — |— | 112 КТ354Б-2 | АО «Светлана» | 116 | 

| КТ319ЗЕ | ЗАО «Кремний» 108 | |КтЗЗЗА-З3 — |З-д «Экситон» КТЗ55А | АО «Светлана» | 116 
КТЗ196А-9 3-д «Гранзистор» 108 КТЗЗЗБ-3 З-д «Экситон» 112 КТЗ55АМ АО «Светлана» | 116 

КТЗ197А-9 З-д «Транзистор» 108 КТЗЗЗВ-3 З-д «Экситон» 112 КТЗ57А | 116 | 


КТЗ198А НПО «Планета» 108 КТЗЗЗГ-3 З-д «Экситон» 112 КТЗ57Б 
КТЗЗЗД-3 З-д «Экситон» 112 КТЗ57В 


КТЗ198В НПО «Планета» 108 КТЗЗЗЕ-З 3-д «Экситон» 112 КТЗ57Г 
КТ3198Г НПО «Планета» КТ3З6А КТЗ58А взпп 
|КТ3198Д_ НПО «Планета» КТ336Б АО «Светлана» 112 КТЗ58Б Взпп 


| КТЗ198Е |НПО «Планета» 108 КТ336В АО «Светлана» 112 КТЗ58В | ВЗПП : 116 


2 В 
— |-> 
© |5 


> 
=>, 
© 
© 
д 
т 
3 
О 
— 
5 
м) 
т 
Ф 
— 
э 
> 
© 
©] 
> |—> 
> |—> 
© | о 


> 
— 
©) 


| КТ3198Ж | НПО «Планета» | 108 КТ359А-3 | СКБ «Элькор» | 118 | 

КТЗ198АЭ НПО «Планета» | 108 КТЗ36Д АО «Светлана» 112 | КТЗ59Б-3 | СКБ «Элькор» ‚ 118 | 

| КТ3198Б9 НПО «Планета» | 108 КТЗЗ6Е АО «Светлана» | 112 КТЗ59В-3 СКБ «Элькор» ‚118 | 
КТ3198В9 | НПО «Планета» | 108 КТ3ЗЗ7А 3-д ПО «Альфа» 112 КТЗ6ОА-1 | 3-д ПО «Альфа» 






| 
© 
© 
| 
сл 


3-д ПО «Альфа» | 112 КТ360Б-1 3-д ПО «Альфа» |1 
3-д ПО «Альфа» | 112 
АО «Элекс» 114 
АО «Элекс» 114 

















КТЗЗЭБ 

118 
| КТ3199А9 = |НПО «Планета» | 110 ктЗЗЭг АО «Элекс» 114 | | КТз6ЯГ |15, 33 118 | 
[КТ3199А91 НПО «Планета» 110 | | КТЗ61Г1 |15, 33 —118 | 
|КТ3199А92 НПО «Планета» 110 КТ340А — 114 КТ361Д | 15, 33 | | 
|КТ3201Аэ __ |НПО «Планета» _| 110 | |КТ340Б | |114 | |Ктз64Д1 |15, 33 | 118 | 
[Кт320159 НПО «Планета» 110 ктз40в Г 114 КТЗ61Е |15, 33 < 118 

| ГЗ201В9 НПО «Планета» КТ340Г 114 |15, 33 

| КТ3201Г9 НПО «Планета» 110 ктз4од 114 КТЗ61И 15, 33 118 


КТЗ42А АО «Элекс» 


КТЗ42Б АО «Элекс» 
АО «Элекс» 


КТЗ42Г АО «Элекс» 


|5 |5 
|5 |5 
р 


— 
— 
© 


© 
$ 
[4 
0 











|КТ342АМ __ АО «Элекс» ктЗ61П |15. 33 8 
| КТ321Е СКБ «Элькор» 110 КТ3425М АО «Элекс» 114 КТ361А-2 — |12, 28, 33 18 
|КТ324А-1 _ [АО «Светлана» 110 Кт342ВМ АО «Элекс» 114 КТ361А-3 — |12,28, 33 118 | 
| КТ3246-1 АО «Светлана» 110 КТ342ГМ КТ361Б-2 12, 28, 33 |118 | 


КТ342ДМ 


— 
— 
© 





АО «Элекс» 





КТЗ61В-2 12, 28, 33 
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| Тип ‚: Изготовитель Тип Изготовитель Тип Изготовитель | | 
| ‚ Стр. . | Стр. | 
| прибора : (см. стр. 31) прибора (см. стр. 31) прибора (см. стр. 31) ! 
| КТЗ61Г-2 12. 28, 33 АО «Элекс» КТ506А ЗАО «Кремний» | 128 | 
КТЗ61Г-3 12, 28, 33 118 АО «Элекс» КТ506Б | ЗАО «Кремний» 128 
КТЗ61Д-2 | 12, 28, 33 АО «Элекс» КТ509А ЗАО «Кремний» | 130 
КТЗ61Д-3 12, 28, 33 СКБ «Элькор» КТ511АЭ9 АО «Элекс» | 130 





118 
118 
КТ361Ж-2 12, 28, 33 СКБ «Элькор» 
| АО «Элекс» 130 
КТ361К-2 |12, 28, 33 118 КТ511Д9 АО «Элекс» 130 | 
| КТ361Л-2 12, 28, 33 КТ511Е9 АО «Элекс» | 130 
ктз61м-2 — |12,28, 33 130 
|КТЗ61Н-2 — [12.28.33 118 КТ382АМ АО «Светлана» КТ511И9 АО «Элекс» 130 
[Кт361П-2 — [12.28 33 
| КТЗ6ЗА |2, 33 [1и8_| | КТЗ84А-2 3-д «Транзистор» 
|КТ36ЗБ 2. 33 | 118 КТ51259 | АО «Элекс» | 130 
КТЗ6ЗАМ |2, 33 118 КТЗ85А-2 З-д «Гранзистор» 124 КТ512В9 АО «Элекс» 130 


— 
с 
|<») 


КТЗ6ЗБМ 2, 33 
КТЗ64А-2 3-д ПО «Альфа» 
КТЗ64Б-2 3-д ПО «Альфа» 


КТ385АМ-2 _ |З-д «Транзистор» КТ512Г9 АО «Элекс» 
3-д «Транзистор» КТ512Д9 АО «Элекс» 


—_ |-> 
№ | > 
о | © 
«> 
с 
[$ 
ол 
= 
№ 


КТЗ88Б-2 АО «Элекс» 126 КТ512Е9 АО «Элекс» | 130 


— 
> 
|<») 


|КТ364В-2 — |З-дПО «Альфа» | 120 КТ388БМ-2 — |АО «Элекс» КТ512Ж9 | АО «Элекс» | 130 

| КТЗ66А | НИИМП | 120 КТЗ89Б-2 АО «Элекс» 126 |КТ512И9 | АО «Элекс» | 130 
[3665 _ [ниим_ ___ |120 | |КТЗ9ЧА-2 3-д «Пульсар» КТ512К9 АО «Элекс» 130 
| КТЗ66В НИИМП |КТ391Б-2 —  |З-д «Пульсар» — | 126 КТ513А9 | АО «Элекс» 130 | 
зева |243 120 126 ( |Кт513Б9 [АО «Элекс» 130 
[КГ368Б '2, 4, 33 120 | |КТ392А-2 — |З-дПО «Альфа» | 126 КТ513В9 АО «Элекс» | 130 
КТ368А-5 |4, 28, 33 120 КТ396А-2 АО «Светлана» 126 | |КТ51зг9 = |АО «Элекс» |130 
КТ368А-9 14,28, 33 120 КТЗ96А-9 АО «Светлана» | 126 КТ513Д9 АО «Элекс» 130 _ 


КТ397А-2 КТ514А9 АО «Элекс» |130 | 
КТЗ99А 128 КТ51459 АО «Элекс» 130 
| 
| 


© 

© 

со 

|. 

= 

гч 

©) 

© 

[^ 

© 
— 
9 
о 


КТЗ68Б-9 4, 28, 33 


КТ3З68АМ 4, 28, 33 
КТЗ6 БМ 4, 28, 33 


— | 
№ 
о |© 


КТЗ9ЭАМ 128 КТ5148В9 АО «Элекс» 130 
КТ501А ЗАО «Кремний» КТ514Г9 АО «Элекс» | 130 


120 





| КТЗ6ЭА |3-д «Транзистор» | 120 КТ5015 128 КТ514Д9 АО «Элекс» ' 130 
ктЗз6эЭБ | 3-д «Транзистор» 120 КТ501В ЗАО «Кремний» 128 КТ515А9 АО «Элекс» | 130 | 
ктЗ6эв 3-д «Транзистор» | 120 КТ501Г АО «Элекс» 130 | 
кт369Г ‚ 3-д «Транзистор» КТ501Д ЗАО «Кремний» 128 АО «Элекс» | 130 
КТЗ69А-1 3-д «Гранзистор» | 120 КТ5О1Е ЗАО «Кремний» КТ516А9 АО «Элекс» 130 | 

| КТЗ69Б-1 |3-д «Транзистор» | 120 КТ51659 АО «Элекс» | 130 | 

| КТЗ6ЭВ-1 | 3-д «Транзистор» 120 КТ501И ЗАО «Кремний» 128 КТ5168В9 АО «Элекс» 130 | 


Кт3З69Г-1 З-д «Транзистор» 120 КТ501К ЗАО «Кремний» 


КТ517А [АО «Элек» | 130_ 
КТЗ7О0А-1 З-д ПО «Альфа» КТ501Л ЗАО «Кремний» 


КТ517Б АО «Элекс» 130 









КТ517Б-9 АО «Элекс» 132 


КТ517В-9 132 | 
КТ517Г-9 
КТ517Д-9 АО «Элекс» | 132 
КТ517Е-9 
КТ519А 3-д «Микрон» 132 
КТ519Б 


КТЗ7ЗГ 
КТЗ75А ВЗПП 

КТЗ75Б ВЗПП 

КТЗ79А | АО «Элекс» 
КТЗ79Б АО «Элекс» 
КТЗ79В АО «Элекс» 
КТЗ7ЭГ АО «Элекс» 


АО «Элекс» КТ503Д 4, 12, 28, 33 


КТ50ЗЕ 
КТ5О4А 
КТ5045 
КТ504В 12, 33 

КТ505А 
КТ5055 


ктк | 
122 ктзил | 
КТ370Б-1 3-д ПО «Альфа» КТ517В АО «Элекс» 130 
КТ517Г 
КТ370Б-9 3-д ПО «Альфа» КТ517Д АО «Элекс» 130 | 
КТЗ71А АО «Светлана» _ | 122 | ктытЕ __ [АО «Элек» __ | 130_ 
122 КТ517А-1 [АО «Элек» | 132 
КТ372А [3-д «Пульсар» 122 КТ517Б-1 АО «Элекс» 132 
АО «Элекс» 132 
АО «Элекс» 
КТЗ7ЗБ АО «Элекс» 122 
КТЗ7ЗВ АО «Элекс» 122 АО «Элекс» 132 
[Кт5175-9 
[Кт5178-9 
[Кт517Г-9 





= | | 
ово В ь®, 
ооо, 







— 

> 

№ 
2 | | 
мм 
со | © |< 


— 
> 
№ 


— 
> 
№ 





— 
> 
№ 


З-д «Микрон» 
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Изготовитель 
прибора (см. стр. 31) 
КТ519В | 3-д «Микрон» 


КТ520А 
| КТ521А 
КТ521Б 
КТ523А АО «Элекс» 132 


КТ523Б АО «Элекс» 
| КТ52ЗВ | 
| 


Тип 







Стр. 


| 
| 
| 
1 













КТ523Г АО «Элекс» 132 

| КТ523Д АО «Элекс» 132 

| КТ523А9 |1 АО «Элекс» 132 

| КТ52359 АО «Элекс» 132 

| КТ523В9 АО «Элекс» | 132 

| КТ523Г9 | АО «Элекс» 132 
КТ523Д9 АО «Элекс» 132 
КТ524А 3-д «Микрон» 
134 
КТ525А-5 3-д «Микрон» 134 

| КТ526А 3-д «Микрон» |134 34 

| КТ526А-5 3-д «Микрон» 134 

| КТ528А9 | АО «Элекс» | 134 

| КТ52859 | АО «Элекс» | 134 
КТ528В9 АО «Элекс» 134 

|КТ528Г9 АО «Элекс» 134 
КТ528Д9 АО «Элекс» 134 


| КТ529А 
КТ530А 
КТ538А 


12, 33 
12, 33 
3-д «Транзистор» 


В 
© 
> 


КТ601А 1, 7, 36 
| КТвОЧАМ |1, 7, 36 | 136 
| КТ602А 1, 7, 36 | 136 
| КТ602Б [1,7, 36 | 136 
кт602В 1, 7, 36 136 
кт602Г 1, 7, 36 | 136 


> 
© 
© 


КТ602АМ 
кт6026М 
КТ6боЗА 
кт6озБ 
кт6озв 


12, 36 

12, 36 136 
НПО «Планета» 
НПО «Планета» 
НПО «Планета» 


> 
© 
© 


кт6озг НПО «Планета» 136 
136 
кт6озЕ | НПО «Планета» 136 
кт6ози | НПО «Планета» 136 
| КТ604А |7, 36 136 
[ктво4в [7.38 [136 
КТт604АМ 7, 36 136 
КТ604БМ 136 


КТ605А 
кт605Б 
Кт605АМ 
кт605БМ 
КТ606А 
кт606Б 
КТ607А-4 
КТ607Б-4 
КТ60ЗА 


[-136_ 
[136 _ 
[136 _ 
| 136 _ 

| 138_ 


НПО «Планета» 138 


> 
<) 











Изготовитель 
(см. стр. 31) 


Тип 
прибора 





КТ6107А — | 138 
КТ6108 А |— | 138 | 
КТ6109А 28, 33 | 138 | 
кт6109в 28, 33 138 | 
Кт6109г 28, 33 138 
Кт6109Д 28, 33 | 138 
КТ611А ПО «НИИЭТ» 140 


КТ611Б ПО «НИИЭТ» 
кт611В ПО «НИИЭТ» 


ПО «НИИЭТ» 
ПО «НИИЭТ» 
ПО «НИИЭТ» 


Я |2 
© |©® 
=> | = 
=> | => 
> |— 
[< 

— 

> 


кт611БМ 


Кт6110А 28, 33 140 
Кт61105Б 28, 33 140 
КТ6110В 28, 33 | 140 


Кт6110Г 28, 33 140 


Кт6110Д 28, 33 , 140 
140 
140 


140 
КТ6112В 28, 33 | 140 
КТ611ЗА 28, 33 | 140 
140 
140 


140 
КТ6113Д 28, 33 140 
КТ6113Е 
КТ6114А 140 
КТ61145 140 


КТ6114В 
КТ6114Г 
КТ6114Д 
КТ6114Е 
КТ6115А 
КТ6115Б 
КТ6115В 
КТ6115Г 
КТ6115Д 
КТ6115Е 
КТ6116А 
КТ6116Б 
КТ6117А 


28, 33 140 
28, 33 


4, 28, 33 142 
Аб ‹олекь [м2 | 


28, 33 


— |[> | 
ыы 
оо |о 


КТ6127А 
КТ6127Б 


2 2 
А А 
№ — 
— м 
|) |) 








Изготовитель 
(см. стр. 31) 


Тип 
прибора | 


КТ6127Г | АО «Элекс» : 142 


КТ6127Д 


АО «Элекс» 142 


КТ6127Е АО «Элекс» | 142 
КТб127Ж АО «Элекс» ‚ 142 


КТ6127Ии АО «Элекс» 142 
КТ6127К АО «Элекс» 142 


|КТ61285 |28. 33 ` 142 | 
| $} 
|кт6128В ‚28, 33 ‚_ 142 1 





| КТ6128Г ‚28. 33 ‚142 \ 
| КТ6128Д ‚28, 33 142 | 
КТ6128Е ‚28, 33 142 | 
|КТ6129А-9 |НПО «Планета» 1 142 | 
КТ6129Б-2 НПО «Планета» | 142 | 


КТ6133Б НПО «Планета» | 144 

КТ6133В |НПО «Планета» |! 144 | 

КТ6134А | НПО «Планета» ,‚ 144 | 
| 









144 


КТ6135В9 |НПО «Планета» | 
КТ6135Г9 |НПО «Планета» 
| НПО «Планета» 
|28, 33 144 | 



























КТ6136А | 
КТ6137А | 28, 33 | 144 
КТ6138А | АО «Элекс» 144 | 
ав Алены | 
КТ6138В АО «Элекс» 144 


АО «Элекс» | 144 
3-д «Микрон» 


КТ613эД 
КТ6140А 


КТ61415Б9 


КТ6142А НПО «Планета» 146 
КТб142Б НПО «Планета» 146 
КТ6142А9 НПО «Планета» 146 


146 
146 
С О ОИ 
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Изготовитель 
(см. стр. 31) 


КТ644А 


























Тип 
прибора 


| Изготовитель 
прибора | (см. стр. 31) 
КТ624АМ-2 — |3З-д «Транзистор» 


Тип 








Тип | Изготовитель 
прибора | (см. стр. 31) 


КТ685Ж 3-д ПО «Альфа» | 158 


Стр. Стр. ‚Стр. | 


| 


> |—^ 
ло 
о) 


[ктбвзж  [РаПОчлльфь |8 
КТ625А |3-д «Транзистор» | 148 КТ6445 КТ686А 3-д ПО «Альфа» | 158 
КТ625АМ 3-д «Транзистор» | 148 КТ644В 152 Кт686Б 3-д ПО «Альфа» | 158 
КТ625АМ-2 З-д «Транзистор» 148 КТт644Г 2, 12 152 | КТ686В | 3-д ПО «Альфа» 158 


КТ645А 12, 28, 33 15 
КТ645Б 12, 28, 33 


КТ6з6г 3-д ПО «Альфа» 158 | 
КТ686Д 3-д ПО «Альфа» 158 | 


в-% 






КТ626Б ЗАО «Кремний» 


В 
сл 
© 





148 | КТ646А 154 | | КТ686Е 158 
148 КТ646Б 12, 28, 33 | 154 кт6з6ж 3-д ПО «Альфа» | 158 
[кт62вд___ [ЗАО «Кремний» _| 148 154 | | КТ692А АО «Элекс» 1601 
| КТ629А-2 АО «Элекс» 148 КТ695А АО «Элекс» ' 160 
[<т6295-2__ [АО «элек» |148 | 160 
| КТ629БМ-2 АО «Элекс» 148 3-д «Пульсар» кт698Б АО «Элекс» 160 
| КТ6ЗОА |12. 33 148 КТ648А-5 3-д «Пульсар» 154 кт698В АО «Элекс» | 160 
[кт6З0Б 12, 33 | 148 КТ65ЗА 154 кт698Г АО «Элекс» 160 


ЗАО «Кремний» 1 


Е 


| КТ6Зов 12, 33 148 
кт6зог 12, 33 148 


148 
148 


5 





КТ698Е 160 
Кт698Ж АО «Элекс» 160 
160 


АО «Элекс» 160 
[АО «Электронприбор» | 160 


388 


я 2 
© | 
ФФ 
со | © 
хх 


> 
сл 
© 


- 
$ 


ГАО «Электронприбор» | 160 | 
| АО «Электронприбор» |! 160 








© 
бл 
4 
ух 
[2 
© 
> 
5 
< 
5 
г 
О 
% 
3 
— |. |5 
с | | 
о | © | © 
о [© 
ь > 
| 








| КТ632Б 156 | |Кт7о8А [ЗАО «Кремний» | 160 
[кт6боБ [28,33 156 160 _ 
кт6328-1 _ [АО «Элекс» `ктто8В [ЗАО «Кремний» | 160_ 
КТ6ЗЗА 3-д «Транзистор» 150 ЗАО «Кремний» 160 
КТ633Б 3-д «Транзистор» ЗАО «Кремний» 160 
150 | |Кт664Б-9 156 | |КТ7ОЭВ 160 
150 КТ665А-9 12, 33 156 нок — АО «Элиз» 160 
[кт6655-9 |123 [| 16| [КА [ЗАО «Кремний» | 162_ 
ктез5Б (28.33 [150 156 | [ктизь 'ЗАО «Кремний» __ 162 
тез: 3-д «Транзистор» 150 КТ667А-9 ЗАО «Кремний» 156 | ТР1ЗА |1, 34 | 162 | 
КТ637Б-2 3-д «Транзистор» КТ668А 3-д ПО «Альфа» | КТ7бА ЗАО «Кремний» | 162 | 
КТ63З8А АО «Элекс» 150 158 КТ716Б |ЗАО «Кремний» | 162 | 
КТ638А1 [АО «Элекс» 150 КТВ 162 
2 | КТ716Г ЗАО «Кремний» | 162 


| 
| 


— | -— 
сл | 
< 
© 
со 
=—> 
> 
О 
©) 
= 
| 
Хх 
| 
— 
ЗА 
бо 


> 
© 
5%) 


кт6зэБ 2, 12, 15 ЗАО «Кремний» 


КТ719А 
кт6зэв 2, 12, 15 152 | |КТ682А-2 3-д «Пульсар» КТ720А ЗАО «Кремний» 
КТ721А 


кт6зэг 2, 12, 15 3-д «Пульсар» ЗАО «Кремний» 162 


кт6зэд 2, 12, 15 3-д «Пульсар» кт ЗАО «Кремний» 162 


[8 
ю 
© 
со 
ю 
Ч 
м 

ю 

[А 

> 
— 
© 
Ю 


> |—^ 
сл 
1%) 
© 
с 
4%) 
> 
с 


КТ6З9Е 2. 12, 15 152 ГКТ2ЗА ЗАО «кремний 162 
кт6зэж 2, 12, 15 152 ЗАО «Кремний» __\ 162 | 
Кт63з9и 2, 12, 15 152 Кт683Б ЗАО «Кремний» 158 3-д «Искра» : 162 
| кт6З9А-1 |2, 12, 15 | 152 КТ68ЗВ ЗАО «Кремний» 158 ЗАО «Кремний __\ 162 | 


|Кт639Б-1 — |2, 12, 15 152 

КТ6ЗЭВ-1 2. 12, 15 152 ЗАО «Кремний» 158 

Кт639Г-1 2, 12, 15 КТ68ЗЕ 3-д ПО «Фотон» 
3-д ПО «Альфа» 3-д ПО «Фотон» 

3-д ПО «Альфа» 158 КТ731В 3-д ПО «Фотон» 164 

158 3-д ПО «Фотон» | 164 

З-д «Транзистор» 


3 
3 


ЗАО «Кремний» 


— 
© 
[о 


> |-> | 
©) |5 | © 


ЗАО «Кремний» 


НЕЕ 
нае Е 


> |—^ 
сл | 
со | © 











с 
— 
— 













3-д «Транзистор» 


| 
>> 


З-д «Микрон» 


> |= |5 |5 
ляп аа 
с |0 | © 





КТ7345 З-д «Микрон» 164 

158 КТ734В З-д «Микрон» 164 | 
КТ7З4Г 3-д «Микрон» 164 | 
КТ643А-2 3-д «Пульсар» 158 КТ735А З-д «Микрон» 164 
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Тип Изготовитель 
прибора СТР. 
| КТ735Б 3-д «Микрон» 164 
| КТ735В |3-д «Микрон» 164 
| КТ735Г | З:д «Микрон» 
| КТ7З6А 28, 40 
[ КТ736Б |28, 40 164 
КТ736В 28, 40 164 
ее |28, 40 
| КТ737А 3-д «Микрон» 164 
КТ737Б 3-д «Микрон» 164 


КТ737В 3-д «Микрон» 





КТ737Г 3-д «Микрон» 164 
" КТ7З8А |1 3-д «Транзистор» | 164 
КТ739А '3-д «Транзистор» | 166 










1 АО «Элекс» 
| КТ8015 | АО «Элекс» 
[ 


| КТ802А '3-д «Искра» 166 | 





КТ805АМ 7, 10, 12, 28 
Кт805БМ 7, 10, 12, 28 


КТ805ВМ |7, 10, 12, 28 





| КТ808А | 3-д «Искра» | 168 
КТ808А1 |3-д «Искра» 
КТ808Б1 3-д «Искра» 


КТ808В1 3-д «Искра» 168 
ктаоЗг 


КТ808АЗ | 3-д «Искра» 168 
КТ808Б3 3-д «Искра» 168 
КТ808АМ |3-д «Искра» 168 
| Кт808БМ [3-д «Искра» [168 _ 
КТЗОЗВМ '3-д «Искра» 168 | 
КТ808ГМ '3-д «Искра» 168 | 


КТ80ЭА 

КТ8101А 
КТ8101Б 
КТ8102А 
КТ8102Б 
КТ8104А 


| 3-д «Искра» 


> 
©) 
©) 


> 
©) 
©) 


ЗАО «Кремний» 


ЗАО «Кремний» 


> | 
©) | в) 
со | 


1 
} 
' 


ЗАО «Кремний» 





> |—> 
©) | б> 
со | 


ЗАО «Кремний» 
ЗАО «Кремний» 


КТ8105А ЗАО «Кремний» 170 
то 
| КТ81065 ЗАО «Кремний» 170 | 
' КТ8107А |3-д «Искра» |170 | 
| КТ107Б 3-д «Искра» 
| КТ8107В '3-д «Искра» 170 


| КТ8107Г |3-д «Искра» 

|КТ8107Д 

| КТ8107Е 
КТ8107А2 

|КТ810762 
КТ810782 


— 
ы 
о 


— | — 
| | 
ооо 


— 
ы 
о 


З-д «Искра» 
З-д «Искра» 
З-д «Искра» 
З-д «Искра» 


— 
| 
о 


3-д «Искра» 







Тип Изготовитель ст 
прибора (см. стр. 31) Р: 
3 


КТ8107Д2 


КТ8107Е2 


-Дд «Искра» 
3-д «Искра» 
З-д «Искра» 


КТ8108А | АО «Электронприбор» 


АО «Электронприбор» 


КТ8108А-1 


КТ8108Б-1 


КТ8108В-1 


КТ8109А 


КТт8109Б 
КТ8110А 


КТ8110Б 


КТ8110В 


АО «Электронприбор» 


АО «Электронприбор» 


10, 12 
10, 12 
10, 12 
10, 12 


КТ8111АЭ |— 


кт811159 
КТ8111В9 |— | 172 


КТ8113А 3-д «Транзистор» | 172 


КТ8114Б 


КТ8115А 
КТ8115Б 
КТ8115В 
КТ8116А 
КТ8116Б 
КТ8116 В 
КТ8117А 
КТ8117Б 
КТ8113А 
КТ812А 

КТ812Б 

КТ812В 

КТ8120А 
КТ8121А 
КТ8121Б 


| 10, 28 


3-д «Гранзистор» 


З-д «Транзистор» 


АО «Электронприбор» 
АО «Электронприбор» 


170 
170 
170 
170 
170 
170 


— | а 
ыы ыы 
оо ооо 


170 


172 
172 
172 


АО «Электронприбор» | 172 


АО «Электронприбор» 


10, 28 
З-д «Гранзистор» 
3-д «Гранзистор» 


З-д «Транзистор» 


172 
172 
172 
172 


| 172 


172 


10, 35 174 


10, 35 
10, 28 


В 


З-д «Искра» 
З-д «Искра» 


КТ8121А-1 З-д «Искра» 


КТ8121Б-1 
КТ8121А-2 
КТ8121Б-2 
КТ8123А 
КТ8124А 
КТ8124Б 
КТ8124В 
КТ8125А 
КТ8125Б 
КТ8125В 


КТ8127В 
КТ8127А-1 


3 

З-д «Искра» 
З-д «Искра» 
З-д «Искра» 
З-д «Искра» 


З-д «Искра» | 


З-д «Искра» 


АО «Электронприбор» 
АО «Электронприбор» 


АО «Электронприбор» 


174 


174 


174 


176 
















Тип Изготовитель 


Стр. 












прибора (см. стр. 31) 
КТ8127Б-1 | АО «Электронприбор» | 176 | 
КТ8127В-1 | АО «Электронприбор» | 176 
КТ8129А ЗАО «Кремний» ' 176 | 
|Кт8130А == [10,12 | 176 
КТ81305 10, 12 | 176 
[ктв1зов 10.12 176 | 
КТ8131А | ЗАО «Кремний» ! 176 
КТ81315 ЗАО «Кремний» 176 
ЗАО «Кремний» 176 


КТ8133А 
ЗАО «Кремний» 
КТ8134А 
КТ8135А 
КТ8136А 
КТ8136А-1 











КТ8138Б |— | 178 
КТ8138В — | 178 
|кта1заг | 178 
КТ8138Д — 178 
КТ8138Е — 178 
КТ8138Ж — | 178 | 
КТ8138И |— 178 | 
КТ8140А | АО «Элиз» | 178 
КТ8140А-1 | АО «Элиз» | 178 
КТ8141А | ЗАО «Кремний» | 178 | 
КТ8141Б ЗАО «Кремний» | 178 | 
[КТв14чВ ЗАО «Кремний» | 178 
КТ8141Г ЗАО «Кремний» 178 
178 
178 
[кт [10,12.15.28.33 | 178 | 
|КтТ8143А == |10, 12, 34 Г 178 | 
178 
КТ8143в == |10, 12, 34 | 178 | 
КТ8143Г 10, 12, 34 | 178 
`Кт8143д = |10, 12, 34 | 178 | 
КТ8143Е 10, 12, 34 | 178 | 
КТ8143Ж |10, 12, 34 | 178 


КТ81433 10, 12, 34 178 





Кт8143зл == |10, 12, 34 178 
КТ8143М 10, 12, 34 | 178 
| Кт8143н = |10, 12, 34 | 178 
КТ8143П | 10, 12, 34 | 178 
КТ8143Р 10, 12, 34 ' 178 
КТ8143С 10, 12, 34 178 
КТ8143Т 10, 12, 34 ‚ 178 
КТ8143У 10, 12, 34 178 
КТ8143Ф 10, 12, 34 178 
178 
КТ8144Б 3-д «Искра» 178 
3-д «Искра» | 178 
КТ8145Б | 3-д «Искра» ‚ 178 
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| Тип | Изготовитель 

| | Стр. 

' прибора (см. стр. 31) 

|КТ8146А 3-д «Искра» 180 

| КТ8146Б 3-д «Искра» 
КТ8147А | 3-д «Искра» | 180 
КТ8147Б 3-д «Искра» 180 
КТ8149А 3-д «Искра» 180 


180 


КТ8150А-2 | 3-д «Искра» 180 
КТ8154А 3-д «Искра» 180 
| КТ81545 | 3-д «Искра» 180 
| КТ8155А | 3-д «Искра» 180 
| КТ8155Б 3-д «Искра» 180 
| КТ8156А 3-д «Транзистор» 182 
КТ81 565 3-д «Транзистор» | 182 











КТ8157А 
КТ8157Б 3-д «Искра» 

3-д «Транзистор» 
КТ8158Б 3-д «Гранзистор» 
КТ8158В 
КТ8159А 


3-д «Искра» 









© 

-—> 

© 

-—> 

ед 
— | 
со | с © | © | © 
© |5 | © | © | © | @ 






3-д «Транзистор» 





З-д «Транзистор» 





| КТ81595 | 3-д «Транзистор» 182 
| КТ8159В | 3-д «Транзистор» 182 
| КТ815А | 12, 15, 28, 33 182 


КТ815Б 
КТ815В 
КТ815Г 


12, 15, 28, 33 182 
12, 15, 28, 33 182 
12, 15, 28, 33 


> |—^ 
со | С 
ев) 


КТ8163ЗА ЗАО «Кремний» 
КТ8164А 3-д «Гранзистор» 182 
КТт8164Б 3-д «Транзистор» 182 







| кт816Б | 12, 15, 28, 33 184 
| КТ816В 12. 15, 28, 33 184 
КТ816Г | 12, 15, 28, 33 184 


КТ816А-2 
КТ8165А 
КТ8165Б 
КТ8165В 
КТ8165Г 
КТ8166А 
КТ8166Б 


| 12, 15, 28, 33 
ЗАО «Кремний» 


> | 
со | со 
> |> 


ЗАО «Кремний» 


Е 


ЗАО «Кремний» 
ЗАО «Кремний» 184 
ЗАО «Кремний» 


=> |-> | 
со |< | © 
р 3 


ЗАО «Кремний» 


КТ8166В | ЗАО «Кремний» 
Кт8166Г |ЗАО «Кремний» 184 
| КТ8167А |ЗАО «Кремний» | 184 


КТ8167Б 

КТ8167В 
| КТ8167Г 
КТ8167Д 
КТ8168А 
КТ8168Б 
КТ8168 В 
КТ8168Г 
КТ8168Д 
КТ8170А-1 
КТ8170Б-1 
КТ8171А 


|ЗАО «Кремний» 


> |—^ |^ 
со |< |< 
р о - 


> 
<®) 
о 


| ЗАО «Кремний» 
ЗАО «Кремний» 


— 
{®*) 
© 


| ЗАО «Кремний» 
ЗАО «Кремний» 184 
ЗАО «Кремний» 
ЗАО «Кремний» 184 
ЗАО «Кремний» 184 
ЗАО «Кремний» 


В 
со 
© 


3-д «Транзистор» 


— | |— 
со | © | © 
р 


3-д «Гранзистор» 





ЗАО «Кремний» 






КТ8175А 


Тип Изготовитель Ст 
прибора (см. стр. 31) р. 


КТ8175Б 
КТ8175А-1 


КТ8175Б-1 — 


КТ817А 
КТ817Б 10, 12, 15, 28 186 







ВЕ 


со 

© 
ааа 
с со | © |< 
> мм 
ЧЕ 
> |ъ |> 


З-д «Транзистор» 


3-д «Транзистор» 
3-д «Транзистор» 186 
3-д «Гранзистор» 186 


3-д «Гранзистор» 186 
10, 12, 15, 28 186 


— 
{®.°)] 


— |-> |— 
со | | © 
©) | ©) | © |6 


> 
со 
© 


10, 12, 15, 28 186 


10, 12, 15, 28 


КТ817Б-2 10, 12, 15, 28 186 


КТ817Г-2 


10, 12, 15, 28 


со 


Е 
=> 
© 
© 
| 

> 
со 
© 


Е 
> 
с 
> 
> 
| 

— 
со 
© 


ктв18зА-2 | 


КТ8183Б-2 


КТ818ГМ 


КТ818В-1 


КТ81 8Г-1 


КТ819А 


= | 
со |0 10 
©) |0) | в 


10, 12, 28 188 
10, 12, 28 188 


10, 12, 28 


10, 12, 28 


ЗАО «Кремний» 


КТ813А-1 
КТ813Б-1 


ЗАО «Кремний» 
ЗАО «Кремний» 188 
ЗАО «Кремний» | 188 


188 
[188 


ЗАО «Кремний» 
ЗАО «Кремний» 


ЗАО «Кремний» 188 


188 
188 


ЗАО «Кремний» 190 
3-д «Микрон» 


10, 12 190 


> 
<®) 
о 


10, 12 
ЗАО «Кремний» 


ЗАО «Кремний» 


> |—^ 
Же) 
о | © 


ЗАО «Кремний» 
ЗАО «Кремний» 190 
ЗАО «Кремний» 190 
ЗАО «Кремний» 


> |—^ 
<>) 
оо 


ЗАО «Кремний» 


> 
<®) 
о 


3-д «Микрон» 


> 
<®) 
о 


















Тип Изготовитель Стр 
прибора (см. стр. 31) |! | 
КТ8205А | 3-д «Микрон» ‚ 190 


КТ8207А 3-д «Микрон» 
3-д «Микрон» 
1 ЗАО «Кремний» 


ЗАО «Кремний» 


> |—^ 
{о Же) 
№ 


КТ8208В-1 ЗАО «Кремний» 
З-д «Транзистор» 192 
КТ8212Б | 
КТ8212В 


КТ8213А 


3-д «Транзистор» 192 
3-д «Транзистор» 
| 3-д «Транзистор» 


> 
<=) 
№ 


3-д «Транзистор» 


3-д «Транзистор» | 192 


я 12 
со | со 
ыа 
> | > 
о 
© 
№ 


КТ8214А 
КТ8214Б 
КТ8214В 


3-д «Гранзистор» 
3-д «Транзистор» 192 
3-д «Транзистор» 192 


3-д «Транзистор» 192 
192 
КТ8216В | ЗАО «Кремний» | 192 | 
КТ8216Г | ЗАО «Кремний» | 192 | 
КТ8216А1 | ЗАО «Кремний» | 192 
КТ8216Б1 ЗАО «Кремний» | 192 | 
КТ82168В1 192 
КТ8216Г1 192 | 
КТ8217А ЗАО «Кремний» 194 
КТ8217Б ЗАО «Кремний» 194 


В 
<®) 
> 


КТ8217В 
КТ8217Г 
КТ8217А1 


ЗАО «Кремний» 
ЗАО «Кремний» 
ЗАО «Кремний» 194 


> 
<®) 
$ 








КТ8217Б1 ЗАО «Кремний» | 194 
КТ8217В1 ЗАО «Кремний» ‚ 194 
КТ8217Г1 |ЗАО «Кремний» —'! 194 
КТ821А-1 ЗАО «Кремний» 194 
194 
194 
194 
194 
194 
ЗАО «Кремний» ' 194 
КТ8218В1 | ЗАО «Кремний» | 194 
КТ8218Г1 | ЗАО «Кремний» | 194 
КТ8219А ЗАО «Кремний» | 196 
ЗАО «Кремний» 196 
ЗАО «Кремний» ‚ 196 
196 
196_ 
[кт8219гч [ЗАО «Кремний» | 196 _ 
ЗАО «Кремний» 196 
ЗАО «Кремний» | 196 
КТ82208В ЗАО «Кремний» | 196 
КТ8220Г ЗАО «Кремний» 196 


Указатель транзисторов и предприятий-изготовителей 









| Тип `: Изготовитель ст 

\ прибора ' (см. стр. 31) р. 
КТ8221А ЗАО «Кремний» 196 
ЗАО «Кремний» 






ЗАО «Кремний» 






| 
| КТ8221Г 


ЗАО «Кремний» 

| КТ8224А |1 3-д «Транзистор» 196 
КТ82246 3-д «Транзистор» 
КТ8225А |3-д «Транзистор» 


КТ8228А 3-д «Транзистор» 
КТ8228Б 3-д «Транзистор» 


| КТ8229А | 3-д «Транзистор» 
| КТ822А-1 | ЗАО «Кремний» 198 
| КТ822Б-1 ' ЗАО «Кремний» 198 
| КТ822В-1 ‚ЗАО «Кремний» | 198 | 
КТ823А-1 : ЗАО «Кремний» 198 
| КТ823Б6-1 |ЗАО «Кремний» 198 


КТ823В-1 | ЗАО «Кремний» 
КТ825Г 
КТ825Д 
КТ825Е 


КТ826А 


ЗАО «Кремний» 
ЗАО «Кремний» 


— |-> 
ооо 
с 10| 


> 
<®) 
со 


ЗАО «Кремний» 
АО «Элиз» 


[ктё26В | АО «Элиз» | 198 

| КТ827А |12, 35 | 198 | 
| КТ827Б 12. 35 | 198 | 
[КТ827В ‘12, 35 | 198 
| КТ828А | АО «Элиз» | 198 
| КТ828Б | АО «Элиз» | 198 
| АО «Элиз» 198 | 


| КТ828 В 
КТ828Г АО «Элиз» 


КТ829А 10, 12, 35 


[= 

ю 

?-] 

| 

— 

э? 

— 

Ге 

© 

Сл 
О р 

© | © © 

со | со | © 


КТ829В 10, 12, 35 98 
КТ829Г |10, 12, 35 198 
КТ8230А | 3-д «Транзистор» 200 


| 
оо @ 


КТ8231А | ЗАО «Кремний» 200 


[ктё231А1 __ ЗАО «Кремний» __| 200 | 
КТ8231А2 'ЗАО «Кремний» 200 
КТ8232А1 |7, 36 | 200 
КТ8232Б1 |7, 36 200 


ГАО «Элекс» 
АО «Элекс» 
АО «Элекс» 

| АО «Элекс» 202 


КТ8233А5 
КТ8233Б5 
КТ8233В5 
КТ8234А5 


им 
оо=о 
[9% 
> 
О 
д 
&>. 
[42 
> 
т 
5 
ь 
№ 
о 
© 


|КТ823465 __ [АО «Элек» | 202. 
| КТ8234В5 АО «Элекс» 202 
| КТ8235А | АО «Элекс» 202 
КТ8240А5 1 АО «Элекс» 202 
КТ824055 | АО «Элекс» | 202 
| КТ824085 | АО «Элекс» 202 
| КТ8240Г5 1 АО «Элекс» 202 


[АО «Элекс» 
АО «Элекс» 
АО «Элекс» 202 
АО «Элекс» 202 
АО «Элекс» 

АО «Элекс» 

АО «Элекс» 202 


|КТ8240Д5 
|КТ8240Е5 
|КТ8240Ж5 
|КТ8241А5 
|КТ824155 
|КТ8241В5 
| КТ8241Г5 


| 
о | о 
| 


№ 
ото 
оо) 


Изготовитель 

прибора (см. стр. 31) 
АО «Элекс» 202 
202 
[Кт824385 


Стр. 


КТ8243В5 202 
КТ8244А5 АО «Элекс» 202 
КТ8244Б5 АО «Элекс» 202 


КТ8244В5 АО «Элекс» | 202 


КТ8244Г5 АО «Элекс» | 202 
КТ8245А5 АО «Элекс» 202 | 
КТ8245Г5 АО «Элекс» 202 
202 
202 
3-д «Транзистор» 204 
|КТ8248АА | З-д «Транзистор» | 204 
КТ8250А ВЗПП | 204 
КТ82505 


[ктва5тА | |204 
КТ8255А З-д «Транзистор» 204 
206 
КТ8271Б З-д «Транзистор» 206 
20 
20 
206 
206 
206 


ЗАО «Кремний» 206 


ЗАО «Кремний» 
З-д «Транзистор» 206 


ЗАО «Кремний» 206 


©) | ©) 


КТ829В 
КТ829Г 
КТ829АТ 
КТ829АП 
КТ829АМ 
КТ8290А 
КТ830А 





КТ830Б ЗАО «Кремний» 
кт830в ЗАО «Кремний» 206 
Кт830Г ЗАО «Кремний» 206 


КТ8З1А 
КТ831Б 
КТ831В 
КТ831Г 
КТ834А 
КТ834Б 
КТ834В 
КТ835А 
КТ835Б 


ЗАО «Кремний» 206 


ЗАО «Кремний» 208 


ЗАО «Кремний» 208 


АО «Электронприбор» 208 
АО «Электронприбор» 208 








ПО «НИИЭТ» 





15 

| Тип | Изготовитель | 

прибора | (см. стр. 31) ! СТР. | 

КТ836А 208 

КТ836Б | 208 | 
КТ836 В | 208 

КтазтА = |7, 10, 12,28 208 | 
КТ837Б 7, 10, 12, 28 208 


208 


|7, 10, 12, 28 | 208 | 
|7, 10, 12, 28 : 208 | 
| 





|10. 12 | 
| ЗАО «Кремний» 


КТ841 В 10, 12 
ЗАО «Кремний» 
ЗАО «Кремний» 210 


| 
КТ842А ЗАО «Кремний» | 


ЗАО «Кремний» 
ЗАО «Кремний» 210 


КТ842Б 





КТ847А АО «Элиз» 
КТ847Б АО «Элиз» 210 | 
КТ848А АО «Электронприбор» | 210 | 










КТ848Б АО «Электронприбор» | 210 
| КТ850А ЗАО «Кремний» 210 
КТ850Б ЗАО «Кремний» | 210 
КТ850В ЗАО «Кремний» | 210 
КТ851Б ЗАО «Кремний» 210 


210 
ЗАО «Кремний» 210 


ЗАО «Кремний» 210 


| 
КТ853Б ЗАО «Кремний» 210 


16 Указатель транзисторов и предприятия-изготовителя 


















Тип | Изготовитель ст Тип Изготовитель Ст 
| прибора (см. стр. 31) р. прибора (см. стр. 31) Р. 
[КТ85ЗВ ЗАО «Кремний» КТ897Б ЗАО «Кремний» 
КТ85ЗГ | ЗАО «Кремний» КТ898А ЗАО «Кремний» 
КТ854А 10, 12 210 КТ898БЬ ЗАО «Кремний» 216 





КТ854Б 
КТ855А 


10, 12 210 
ЗАО «Кремний» 


КТ898А-1 
КТ898Б-1 
КТ89ЭА 
КТ902А 
КТ902АМ 
КТ9ОЗА 
КТ9оЗБ 


со 


2 


ом № 
= [^^ |^ 
ооо о 


ЗАО «Кремний» 
КТ855В 
КТ856А 
КТ856Б 
КТ856А-1 


ЗАО «Кремний» 


о И, 
= | |-> |-> 
С | |0 | © 


3-д «Искра» 


3-д «Искра» 210 
3-д «Искра» 


ммм 
— |-> |-> 
|| 


КТ9б4А 218 
КТ857А |10, 12 КТ9045 218 
| КТ85ЗА |10. 12.34. | 212 ПО «НИИЭТ» 218 
КТ859А 10, 12, 34 КТ907Б ПО «НИИЭТ» 


Ф 
© 
—ч 
> 


о) 
> | 
оо) 
м 
— |— 
с 10 





КТ8625 3-д «Пульсар» КТ908А 
Кт862В 3-д «Пульсар» 212 КТ908Б 218 
КТ862Г 3-д «Пульсар» 212 7, 36 220 


КТ86ЗА 
Кт86ЗБ 
КТ863В 
КТ864А 


ЗАО «Кремний» 212 
ЗАО «Кремний» 


220 
КТ910чАС 
КТ9105АС 


КТ9106АС-2 НПП «Пульсар» 220 
КТ9106БС-2 220 
КТ9109А 220 
КТ9111А 220 
КТ9115А 222 
КТ9115Б 222 
КТ9116А 222 
КТ9116Б 222 
222 
222 


о) 
— | — 
№ 
Юм 
Ю |№м 
оо 


ЗАО «Кремний» 


"а :--Ж-) 
оо © © 
"акк. 
| |> 





1%) 
— 
1%) 


ЗАО «Кремний» 


Я 
со 
© 
[2 
> 


ЗАО «Кремний» 


Я 
© 
© 
[1 
> 


| 3-д «Пульсар» 





| 3-д «Пульсар» 
10, 12 
З-д «Искра» 214 


© 
| 
в) 
ед 
юм |ю 
О р У 
юм] 


|1] ооо 
— | |-- 
юм > --- 
ед пм > 


т во. 
№ № 
№ 1%) 


НПП «Пульсар» 
7, 36 
З-д «Пульсар» 


3-д «Искра» 214 
28, 34 


3-д «Транзистор» ЗАО «Кремний» 


мм 
= | |-> 
ых 


ЗАО «Кремний» 
ПО «НИИЭТ» 
ПО «НИИЭТ» 

7, 36 

7, 36 

7, 36 

7, 36 

3-д «Пульсар» 222 


З-д «Транзистор» 
3-д «Пульсар» 214 
З-д «Пульсар» 214 
3-д «Искра» 


3-д «Искра» 


со | со | © ||| ||| | © | © 
< я-а: 
со || р м ю | ю + 
шир р шир м|>|> 


3-д «Искра» 


о | 
м 
>| 


2 
со 
ч 
< 
> 


| 3-д «Искра» 


о В о) 
= | | | | 
Е 


3-д «Искра» 12А 


3-д «Пульсар» 214 3-д «Пульсар» 222 
КТ9131А 
КТ9132АС 
КТ91ЗА 
КТ913Б 
КТ913В 


КТ9120А 


3-д «Пульсар» 214 3-д «Пульсар» 222 
ПО «НИИЭТ» 222 


3-д «Транзистор» 


1 
КТ886Б-1 
КТ887А 
КТ887Б 
КТ888А 


АО «Электронприбор» 
АО «Электронприбор» 


ЗАО «Кремний» 3-д «Гранзистор» 


№ 


ЗАО «Кремний» 
ЗАО «Кремний» 216 
ЗАО «Кремний» 216 
АО «Элиз» 216 


3 


3-д «Гранзистор» 


сэ | © | © | © 
со | © || 
мм 
мп 


ЗАО «Кремний» 





З-д «Пульсар» 224 
З-д «Пульсар» 224 






со | © 
Ф | © 
о | © 
ри 


|2 21541212 
< ы 99% 
Йию Вю № м 
|® > В | "3, О О И < 
ри рип» 
© © 


3-д «Пульсар» 224 


ктазеБ 


3-д «Пульсар» 
ПО «НИИЭТ» 
З-д «Пульсар» 


| 


КТ892А 
КТ892Б 
КТ892В 
КТ8ЭЗА 






[-216_ 





ммм 
мм | 
< 


3-д «Пульсар» 


Кт890Б 
Кт890В 


3-д «Пульсар» 224 
ПО «НИИЭТ» 


ЗАО «Кремний» 22 
[кто1ззА 7.36 [224 


© 
— 
© 
© 
м 
№ 
МЕ 


В 


№ 
— 
© 


216 


я 
{7-] 
=—> 
> 
© 
> 








Тип Изготовитель | | 

| Стр. | 

прибора (см. стр. 31) | | 

КТ9134А |3-д «Пульсар» 226 
КТ9134Б | 3-д «Пульсар» 226 
КТ9136АС ПО «НИИЭТ» 226 


КТ914А 
КТ9141А 
КТ9141А-1 
КТ9142А 
КТ9143А 
КТ9143Б 


226 
З-д «Пульсар» 


НПО «Планета» 226 
НПО «Планета» 226 


|| 
№ 


КТ9143В НПО «Планета» | 226 
КТ9144А-5 ЗАО «Кремний» | 228 
КТ9145А-5 ЗАО «Кремний» ! 228 | 





228 
| 228 


КТ9144А-9 ЗАО «Кремний» 
КТ9145А-9 
КТ9146А 
КТ9146Б 
КТ9146В 
КТ9147АС 
КТ9150А 
КТ9151А 
КТ9152А 


ЗАО «Кремний» 
З-д «Пульсар» 


| № 
м 
со | © 


3-д «Пульсар» 
З-д «Пульсар» 
ПО «НИИЭТ» 

ПО «НИИЭТ» 228 
ПО «НИИЭТ» 228 
ПО «НИИЭТ» 228 
ПО «НИИЭТ» | 230 


№ 
№ 
{© 


№ 
№ 
со 





КТ9153АС 


[Кт91535С 
[КТ9155А____ 
[Кт91555 
[Кт9155В 
[Кт5бАС 
КТ9161АС 


КТ9153БС ПО «НИИЭТ» | 230 
КТ9155А ПО «НИИЭТ» 230 
КТ9155Б ПО «НИИЭТ» 230 

ПО «НИИЭТ» 230 


КТ9156АС ПО «НИИЭТ» 230 
ПО «НИИЭТ» 230 

157А 
160А 230 
3-д «Пульсар» 230 
1608 3-д «Пульсар» 230 

ПО «НИИЭТ» | 232 | 
3-д «Пульсар» | 232 





КТ9Э16А 

КТ916Б 3-д «Транзистор» 232 
ПО «НИИЭТ» 232 | 
232 
232 
[кточттА___ [3 «Исфа» [232 | 
[кт9180А___ ЗАО «Кремний» | 234 | 
ЗАО «Кремний» | 234 
КТ9180В ЗАО «Кремний» 234 
ЗАО «Кремний» 234 
| КТЭ181А 234 
КТ9181Б ЗАО «Кремний» 234 
181В ЗАО «Кремний» 234 


В 
[9 
в-% 


181Г 
18А-2 
18Б-2 
182А 
186А 
| 186Б 
186В 


ЗАО «Кремний» 


№ 
© 
ры ч 


3-д «Транзистор» 

3-д «Транзистор» 234 
ПО «НИИЭТ» 

ЗАО «Кремний» 234 
ЗАО «Кремний» 2 
ЗАО «Кремний» 


р 


) 
| 


ый 
В 


в 
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| Тип | Изготовитель Ст 
‚ прибора ‘: (см. стр. 31) Р: 

| 234 | 
д 


'КТ9186Г 'ЗАО «Кремний» 


\ КТ9186Д 'ЗАО «Кремний» |! 234 
| КТ9189А-2 |7. 36 | 234 
‚ КТ9189Б-2 |7. 36 | 234 


| КТ9189В-2 [7.36 | 234 | 


З-д «Пульсар» 
З-д «Пульсар» 
З-д «Пульсар» 














| КТ919ЗА |7, 36 | 236 
| 
кт9193Б |7. 36 236 








| 
| 3-д «Пульсар» | 
| 


| КТ9215Б | 3-д «Пульсар» | 238 
КТ922А |7, 36 238 
| КТ922Б |7, 36 238 | 
| Кт922В |7, 36 238 
`КТ922Г 7, 36 


гад 


КТ925А 


таасв 


КТ925В 7. 36 
КТ925Г |7, 36 238 
КТ926Б | АО «Элиз» | 238 
КТ927А | 3-д «Пульсар» 238 
| Т27Б | 3-д «Пульсар» | 238 
| КТ927В | 3-д «Пульсар» 238 


КТ928А 28, 33 240 
кт928Б 28, 33 240 
КТ928В ` | 28, 33 240 


КТ9ЗОА 7, 36 240 
| КТ9ЗОБ |7. 36 240 
| КТОЗЛА 7, 36 240 
[КТОЗ2А 3-д НИИПП 


3-д НИИПП 








О 
Тип то. | Тип | Изготовитель ' | 
1 п ` 


прибора 1 | рибора ‚ 
КТ96ЗА-5 


| 
КТ963Б-5 |3-д «Пульсар» 246 |! 
1} 





| 3-д «Пульсар» ‚ 246 ! 


| АО «Элиз» | 240 | 
АА | 


| КТЭЗ6А | 3-д «Пульсар» | 240 | КТ965А АО «Элиз» ‚ 248 | 
КТ9З6Б 3-д «Пульсар» | 242 КТ966А | АО «Элиз» | 248 
КТ937А-2 3-д «Пульсар» | 242 | КТ967А [АО «Элиз» ‚248 | 
КТ937Б-2 3-д «Пульсар» 242 КТЭ6ЭА 10, 12, 28 


КТ969А1 10, 12, 28 


КТ9З8А-2 З-д «Транзистор» 242 ‚Те, 
КТ969А-5 10, 12, 28 





КТ9З8Б-2 З-д «Транзистор» | 242 
КТ9З9Б 3-д «Транзистор» 242 КТ971А 7, 36 248 
КТ940А |10, 12, 28, 33 242 | |КТ9Т?А 28, 33 _248 | 
КТ940Б 10, 12, 28, 33 | 242 КТ9725 |28, 33 |_248 
кт94ов |10, 12, 28, 33 
КТ940А1 10, 12, 28, 33 
| КТ940Б1 | 10, 12, 28, 33 | 
| 10, 12, 28, 33 | 


КТ940В1 


 КТ940А-5 10, 12, 28, 33 
КТ940Б-5 10, 12, 28, 33 
КТ940В-5 10, 12, 28, 33 





 КОдОА9 10 12 28 33 Г 242 КТ977А 3-д «Пульсар» 250 
- ‚9 | 
КТ94059 |10, 12, 28, 33 | 242 КТЭ7ЭА |З-д «Пульсар» 250 
1 3- 
| Кт942В З-д «Пульсар» | 244 КТЭ80А |З-д «Пульсар» 25° 
КТ980Б - 
КТ94ЗА АО «Элиз» | 244 во аи ульсар» х 
| КТ981А АО «Элиз | 250 | 
КТ943Б АО «Элиз» 244 | | ыы 
| КТ98ЗА ПО «НИИЭТ» | 250 
КТ94ЗВ АО «Элиз» 244 
КТ983Б | ПО «НИИЭТ» | 250 | 
КТ943Г АО «Элиз» 244 | 
КТ98ЗВ ПО «НИИЭТ» 250 


3-д «Пульсар» | 
ОНО И 


КТ986Б |3-д «Пульсар» 252 | 
КТ945Г АО «Элиз» 244 | 
това | Е КТ986В 3-д «Пульсар» | 252 
КТ946А 244 
д < 'ульсар» КТ986Г 3-д «Пульсар» 252 
кт 
947А АО «Элиз» 244 КТ991АС 7. 36 ‚ 252 
КТ948А 3З-д «Пульсар» КТ99бА-2 









| 3-д «Пульсар» 252 
| 3-д «Пульсар» 


КТ948Б 3-д «Пульсар»  ОбЕ.-2 
Кт996В-2 З-д «Пульсар» 252 


КТ955А АО «Элиз» 246 






КТ956А АО «Элиз» 246 
АО «Элиз» 246 КТ996Б-5 3-д «Пульсар» 
А 7, 36 ‚246 КТ996В-5 3-д «Пульсар» | 
Кт9б0А 7, 36 ‚246 КТ997А АО «Элиз» ‘ 252 | 
КТ961А 10, 12, 28, 33 246  Кт997Б `АО «Элиз» ‘252 | 
КТ961Б 10, 12, 28, 33 246 КТ997 В АО «Элиз» 252 | 

|10, 12, 28, 33 КТ999А 10, 35 ‚ 254 
ктб4г [10,12 28, 33 246 КТД8264А | АО «Орбита» | 254 | 
КТ961А1 | 10, 12, 28, 33 ‚ 246 КТД8264А5 





АО «Орбита» | 254 


КТД8275А ЗАО «Кремний» 254 


КТД8275Б ‚ЗАО «Кремний» | 254 | 


ЗАО «Кремний» 


ЗАО «Кремний» 254 


КТД8276Б ЗАО «Кремний» | 254 
| 


КТД8276В ЗАО «Кремний» | 254 
КТД8276Г |ЗАО «Кремний» | 254 | 


ков во 28. 


З-д «Пульсар» 
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Указатель транзисторов и предприятия-изготовителя 












| Тип | Изготовитель | 
' прибора | (см. стр. 31) 
| 


КТСЗ174АС-2 \|АО «Элекс» 
КТСЗ81Б |— 
КТСЗ81В |— 


КТСЗ81Г 









| КТС381Д 

| КТСЗВЕ | 

| КТСЗ9ЗА |3-д ПО«Альфа» | 258 

КТСЗ9ЗБ ‚3-д ПО«Альфа» | 258 

| КТСЗ9ЗА-1 3-д ПО«Альфа» | 258 
КТСЗ93Б-1 3-д ПО«Альфа» 258 


КТС393А-9 — |3-д ПО«Альфа» 
КТСЗ9ЗБ-9 3-д ПО«Альфа» 258 


Кремниевые сборки 


Изготовитель 
прибора (см. стр. 31) 
КТСЗ94А-2 АО «Элекс» 258 


258 
КТС395В-2 
ктС3985-1 


Тип 


260 
|3-д «Транзистор» 260 


КТС613Б | 3-д «Транзистор» | 260 


КТС622А ВЗПП 260 








Тип | Изготовитель | Стр. 
прибора | (см. стр. 31) ! 
КТС631Б |3-д «Транзистор» |! 260 | 
КТС631В |3-д «Транзистор» | 260 
КТ674АС АО «Элекс» 260 
КТ678АС | АО «Элекс» 262 
КТ6бЭЗАС | ЗАО «Кремний» | 262 
Гканта5 [7,5 262 | 
К1НТ661А | АО «Элекс» |262 | 
К129НТ1А-4  |— ` 262 | 
К129НТ1Б-1  !— ‹ 262 
К129НТ1В-1  |— ‚ 262 
К129НТ1Г-1  |— 262 | 
К129НТ1Д-1  |— ` 262 | 
К129НТ1Е-1  |— Г 262 | 
К129НТ1Ж-1 |— | 262 
К129НТлИ-1 — | 


Германиевые транзисторы специального назначения 
























Тип \! Изготовитель | ст 
| прибора ! (см. стр. 31) | "ТР. 
| 47101 | АО «Светлана» | 264 


11102 АО «Светлана» 264 


111155 __ {ЗАО «Кремний» 
| 11Т115В | ЗАО «Кремний» 264 
| 11Т115Г ЗАО «Кремний» 264 
[теб — ЗАО кремы [264 


| 171165 — |ЗАО «Кремний» | 264 
| т116в ЗАО «Кремний» | 264 
117146 Г | ЗАО «Кремний» | 264 


17303А |— 
птзоз5 [264 
зов | 264 
Мтзозг | 24 


од || 264 
| 1Т305А 


| НПО «Планета» | 264 
|4173055 — |НПО «Планета» 264 
1 1Т305В | НПО «Планета» 264 





| 11308 А 
|173085Б 


: СКБ «Элькор» 
| СКБ «Элькор» 
| СКБ «Элькор» 
1т308Г СКБ «Элькор» 264 


11Т311А З-д «Квазар» 
173115 — |3-д «Квазар» 
атзяаг 


1Т311К __ |3-д «Квазар» 
1Т311Л ' 3-д «Квазар» 264 














































Тип Изготовитель Ст 
прибора (см. стр. 31) р: 


1Т313А 3-д «Квазар» | 266 
3-д «Квазар» 266 
3-д «Квазар» 266 
266 
СКБ «Элькор» 266 


1Т321Е — |СКБ «Элькор» | 266 
11Т329А — |3-д ПО«Альфа» | 266 


173298 


1Т330Г — |3-д «Пульсар» 


1тЗЗ5В 
1т335Г «Тонди электроника» 266 


1Т335Г 
«Тонди электроника» 266 


1Т335Д 
1Т341А 3-д ПО«Альфа» 266 


З-д «Квазар» 


Га | ии |. | 
Тип | Изготовитель | 


прибора (см. стр. 31) | Стр. | 
11Т383Б-2 |— : 268 
[173838-2 | [| 268. 
117386А — |3-д «Транзистор» 268 | 
11Т387А-2 | СКБ «Элькор» | 268 
1Т387Б-2 |СКБ «Элькор» 268 
11403А |— ‚ 268 | 
114035 |— 268 | 
| 1т40ЗВ |— ' 268 ' 
[1т4озг ‘268 | 
|17403Д___|— : 268 | 
| 1Т40ЗЕ |— : 268 | 
11403Ж (— | 268 | 
11Т403Ии 


1Т612А-4 |СКБ «Элькор» | 270 | 
1Т614А — |СКБ «Элькор» 270 
17615 


11Т702А 3-д ПО «Фотон» 270 | 
17Т702Б 3-д ПО «Фотон» ‚ 270 


11702В 3З-д ПО «Фотон» ‚ 270 | 











17806А — |ЗАО «Кремний» ‘270 | 
1178065 — |ЗАО «Кремний» 270 | 
1Т806В — |ЗАО «Кремний» 270 | 
1Т813А — |ЗАО «Кремний» Г 270 | 
178135 — |ЗАО «Кремний» | 270 | 
17Т813В ЗАО «Кремний» | 270 | 


17901А 3-д ПО «Фотон» 270 
119045 — |3-дПО «Фотон» 270 
11905А — |3-дПО «Фотон» 270 


1Т906А __ | З-д ПО «Фотон» |_270 
1Т910АД  |3-д ПО «Фотон» | 270 
, | 


С 
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Кремниевые транзисторы специального назначения 









Изготовитель 
(см. стр. 31) 








{211048 |3-д «Искра» 


|21104Г | 3-д «Искра» | 2 | 


72 
2Т1176 
272 


|1 21117А-5 3-д «Старт» 
|21118А 
211186 
21118 В 
‚21118А-1 
21118Б-1 
| 21126А-1 























| 3-д «Пульсар» 








3-д «Пульсар» 






| 3-д «Пульсар» 





3-д «Пульсар» 








| 3-д «Пульсар» 









|3-д «Старт» 









‚ 3-д «Старт» 
211268В-1 З-д «Старт» 272 


2т126Г./ 
2Т127А-1 


72 
272 










| 2Т201А АО «Светлана» 272 | 


| АО «Светлана» 


| 212015 | 272 





21202Б-1 
Е——__ 


212028-1 
21202Г-1 


ЗАО «Кремний» 
ЗАО «Кремний» 
ЗАО «Кремний» 274 


1 АО «Элекс» 


21202Д-1 
21203А 








21Т205А-3 1 АО «Элекс» 
21205Б-3 АО «Элекс» 274 
21208 А ЗАО «Кремний» 274 


21208 Б ЗАО «Кремний» 
27208 В ЗАО «Кремний» 
21208Г ЗАО «Кремний» 274 


21208 Д | ЗАО «Кремний» 
2Т208Е ЗАО «Кремний» 274 
| 21208 Ж | ЗАО «Кремний» 274 
121208 И 'ЗАО «Кремний» 274 | 
|21208К 'ЗАО «Кремний» | 274 
| 21208 Л | ЗАО «Кремний» 274 
|21Т208М | ЗАО «Кремний» 274 
21211А-1 АО «Элекс» 


274 
274 


АО «Элекс» 274 


21214В-1 





Тип Изготовитель 


прибора (см. стр. 31) 
21214Г-1 | АО «Элекс» 
21214Е-1 АО «Элекс» 274 
АО «Элекс» 


21Т214Б-5 | АО «Элекс» 274 
21214В-5 
21214Г-5 АО «Элекс» 274 


21214Д-5 АО «Элекс» 274 
2Т214Е-5 


274 
АО «Элекс» 276 
| АО «Элекс» 


21214А-9 
21214Б-9 
21214В-9 


2Т214Г-9 АО «Элекс» 
27214 Д-9 
276 








АО «Элекс» 276 
276 
АО «Элекс» 276 





21215Е-1 АО «Элекс» 276 
21215А-5 АО «Элекс» 276 
`212155-5 АО «Элекс» 276 

21215В-5 АО «Элекс» 276 

21215Г-5 АО «Элекс» 276 

27215Д-5 

21215Е-5 АО «Элекс» 276 


21Т215А-9 | АО «Элекс» 


272155-9 
2Т215Г-9 


2Т215Д-9 АО «Элекс» 
21215Е-9 АО «Элекс» | 276 


21306А 7, 26 276 


213108 Б | 3-д ПО «Альфа» 
213108 В 3-д ПО «Альфа» 
213114А-6 | 3-д «Пульсар» 


3-д «Пульсар» 
З-д «Пульсар» 278 





З-д «Пульсар» 








Изготовитель 





Тип | | 
прибора (см. стр. 31) | Стр. 
213117А |4, 28 | 278 | 
Гтзтв |428 28. 
121312А | ВЗПП | 278 
213125 ВЗПП | 278 | 

213128 | ВЗПП 278 

213120А | АО «Светлана» 278 

213123А-2 3-д ПО «Альфа» 280 
[тзлаз6 | 3-д ПО «Альфа» 280 
|2Т3123В-2 — |3-дПО «Альфа» ‘' 280 
| 


213124А-2 





‚ 3-д «Пульсар» 












273129Д9 
2Т313А 4, 32, 33 
273135 


21Т3130А-9 |4, 33 
2131305Б-9 |4, 32. 33 
2131308В-9 
213130Г-9 
213130Д-9 
21Т3130Е-9 
| 21Т3132А-2 
21Т3132Б-2 3-д «Пульсар» 280 



























|4, 33 
4, 33 
| 3-д «Пульсар» 












б 280 
213133А-2 28. 33 | 282 | 
213134А-1 АО «Элекс» 282 | 
21Т3135А-1 2, 33 282 | 


27315052 282 
213152А ЗАО «Кремний» 282 


2131525 | ЗАО «Кремний» | 282 
2131528 ЗАО «Кремний» | 282 
213152Г ЗАО «Кремний» 282 


2Т3152Д ЗАО «Кремний» 
2Т3152Е ЗАО «Кремний» 





273154А-1 
213156А-2 | АО «Светлана» | 282 | 
213158 А-2 | 3-д «Транзистор» ! 284 | 
21316А АО «Светлана» | 284 
213165 | АО «Светлана» ‚ 284 | 
| 2Т316В АО «Светлана» 284 
| 2т316Г | АО «Светлана» __ | 284 | 
21316Д | АО «Светлана» | 
|213160А-2 3-д «Транзистор» 

213162А 

213162А5 2, 33 

213164А 3-д ПО «Альфа» 

213167А-7 АО «Светлана» 

21317А-1 | ПРЗПП | 284 | 
2Т317Б-1 | ПРЗПП | 284 


20 


Указатель транзисторов и предприятия-изготовителя 











Изготовитель 
(см. стр. 31) 


Тип 
прибора 

















21317В-1 | ПРЗПП 

| 21Т3175А АО «Элекс» 

| 217318А-1 ПРЗПП 286 

|2т318Б-1 ПРЗПП 286 
27318В-1 


2Т318Г-1 ПРЗПП 286 


27318В1-1 ПРЗПП 286 
213187А-9 НПО «Планета» 286 
2Т3187А-91 — |НПО «Планета» 





21319Б-1 — 286 
| 21319В-1 |— 286 
|21Т321А 13, 15, 23 | 286 


13, 15, 23 286 
13, 15, 23 286 


мм 
с | |0 


21324В-1 286 
27324Г-1 
[2тза4ди АО «Светлана» 
| 27324Е-1 | АО «Светлана» 286 
| 273255 | АО «Светлана» 286 
[273258 ___ |АО «Светлана» __| 286 | 
21326 А 32, 33 


21331Г-1 | СКБ «Элькор» 288 
[2т33дч __ [СКБ «Элькор» ___| 288 | 
|27332А-1 | — 288 
| 21332Б-1 |— 288 
| 27332В-1 | 288 
Г 2тЗЗаг.1 '_ 


[27333А-3____ |3-д «Экситон»____ 28 
288 
З-д «Экситон» 2 
288 


№ 
Со | © 
ы В 
>. 
— 
©_ 
© 
м 
> 


№ |№ 
со 
Со | © 







21336А АО «Светлана» 288 
[2713365 | АО «Светлана» 288 
21336В АО «Светлана» 


АО «Светлана» 
АО «Светлана» 288 
АО «Светлана» 288 
СКБ «Элькор» 
СКБ «Элькор» 

СКБ «Элькор» 288 


21Т354А-2 АО «Светлана» 


21354Б-2 


м 
со |0 
со | со 






| 
со | © 
С |0 


№ 
®) 
со 
м 
[<®) 
© 


АО «Светлана» 






прибора (см. стр. 31) 

21355А АО «Светлана» 288 
3-д ПО «Альфа» 288 
3-д ПО «Альфа» 

3-д ПО «Альфа» 290 
3-д ПО «Альфа» 
290 
290 





№ 
®) 
со 


№ 
(®) 
В 
>. 
— 
ед 
© 
> 
ук 
А 


№ | 
юо © 
о оо 


В 
<е) 
© 


21367А — | 290 
21368 А АО «Светлана» 290 
213685 290 
21368А-9 АО «Светлана» 
21Т368Б-9 | АО «Светлана» | 290 


21Т370А-1 3-д ПО «Альфа» 290 


27370Б-1 3-д ПО «Альфа» 
2Т370А9 3-д ПО «Альфа» 


2137059 3-д ПО «Альфа» 292 


2Т371А АО «Светлана» 


21Т372А 3-д «Пульсар» | 292 
[273725 ____ | З-д «Пульсар» __| 292 | 
3-д «Пульсар» 292 

2Т377А-2 3-д «Транзистор» 


3-д «Транзистор» 292 
213778В-2 3-д «Транзистор» 
21377А1-2 9 
2137761-2 292 
27377В1-2 
2Т378А-2 9 

3 

3 


| 
<=) 
№ 1№ 


юм 
+: 
© |1 ®® 
оо © 
> МИ -2 И № | 
ри >> 
ь 
В 
№ 


<=) 


| 
м] 


27378Б-2 9 
21378Б-2-1 292 
21378 А1-2 292 
2137851-2 292 
2Т381А-1 294 
СКБ «Элькор» 294 


СКБ «Элькор» 


21381Б-1 
213818В-1 
21381Г-1 
21381Д-1 


> 


|| 
ооо 
ь 


АО «Светлана» 294 


294 
3-д «Транзистор» 9 
3-д «Транзистор» 2 


3-д «Транзистор» 294 
28, 33 


о 
294 
З2, 33 296 
296 
29 
296 


213826 
21384А-2 
21384АМ-2 
21385А-2 
21385А-9 
21385АМ-2 
2Т3З88А-2 
2Т388А-5 
21388 АМ-2 
21389А-2 
2ТЗ91А-2 
21391Б-2 
21392А-2 
21396А-2 
21397А-2 


> 
> 


$ 


юм 
<) 
| 
© 
© 
| 


© 


ИНЬ 
ю о ФФ 
©) |6) | © 


© 











Тип Изготовитель 
Стр. 
прибора (см. стр. 31) | 
2Т399А | АО «Светлана» : 296 | 
21504А | ЗАО «Кремний» | 298 
ЗАО «Кремний» | 298 | 


№ 
| - 
с | м 
© 
> |> 
> п 


5 ЗАО «Кремний» 298 
ЗАО «Кремний» 


А. 
<=) 
со 


ЗАО «Кремний» 


№ 
— | 
сл | м 
о © 
сл | м 
бл |> 
В 
<=) 

©) 


ЗАО «Кремний» 





298 
ЗАО «Кремний» 298 
ЗАО «Кремний» 298 
21Т509А | ЗАО «Кремний» 298 | 
21Т509А-5 ЗАО «Кремний» 298 | 
21528 А-9 | АО «Элекс» ‚ 300 | 
21528Б-9 АО «Элекс» ' 300 | 
21528 В-9 АО «Элекс» 300 
21528Г-9 АО «Элекс» 
21528 Д-9 АО «Элекс» 300 


3-д «Алиот» 


сх | 
о | © 
оо 


3-д «Алиот» 


© 
© 
© 


3-д «Алиот» 
3-д «Алиот» 300 
НПО «Планета» 300 
НПО «Планета» 300 
НПО «Планета» 


юм юм 

1191115919 

ооо ое | 

ооо еее 

Фо юм 

шир р и > 
< = 


© 
© 
© 


|НПО «Планета» 
НПО «Планета» 
ПО «Знамя» 


>. 
— 
© 
<> 
> 
Иа 
сх 
© 
© 


>. 
— 
© 
<> 
> 
5 
© 
© 
© 


>. 
— 
© 
<> 
© 
> 
© 
© 
© 


З-д «Транзистор» 
ПО «Знамя» 300 
ПО «Знамя» 3 
3 
3-д «Транзистор» 302 


© 
© 
© 


© 
© 


З-д «Транзистор» 
216105 


21624А-2 3-д «Транзистор» 302 
21624АМ-2 З-д «Транзистор» 302 | 
21625А-2 3-д «Транзистор» | 302 
`276255-2 — |З-д «Транзистор» | 302 | 
21625АМ-2 |3-д «Транзистор» | 302 
302 
АО «Элекс» | 302 
304 
[2тбзов [ЗАО «Кремний» |304 
[2т630А-5 __ [ЗАО «Кремний» __ 304 | 
[2т632А____ [АО «Элек» __ | 304 | 
27633А 3-д «Транзистор» | 304 
21634А-2 3-д «Транзистор» 304 


21635А 3-д «Транзистор» | 304 
21637А-2 3-д «Транзистор» 30 
21638 А 
21640А-2 
21640А1-2 
21640А-6 
21640А-5 
21642А-2 
21642А1-2 
21642Б1-2 


© 


З-д «Пульсар» 


© | 
о |©® 


© 1 
о |© 
33 


З-д «Пульсар» 
З-д «Пульсар» 
3-д «Пульсар» 
З-д «Пульсар» 306 
3-д «Пульсар» 


3-д «Пульсар» 306 


Указатель транзисторов и предприятий-изготовителей 





Тип Изготовитель Ст 
| прибора | (см. стр. 31) Р. 


















| 216428В1-2 | 3-д «Пульсар» 306 
|21642Г1-2 З-д «Пульсар» | 306 
| 21642А-5 | 3-д «Пульсар» | 306 
|21642А1-5 _ |3З-д «Пульсар» 306 
| 21643А-2 | 3-д «Пульсар» | 306 
|21643Б-2 3-д «Пульсар» | 308 
|2764ЗА-5 | 3-д «Пульсар» | 308 


| 21647А-2 З-д «Пульсар» 


21647А-5 
21648А-5 
21649А-2 | З-д «Пульсар» 


] 
21652А ' 3-д «Гранзистор» | 308 
| 21652А-2 | 3-д «Транзистор» 308 











З-д «Пульсар» 
З-д «Пульсар» 
З-д «Пульсар» 








|27653А } ЗАО «Кремний» 310 
| 276535 | ЗАО «Кремний» 310 
121Т657А-2 | 3-д «Пульсар» 310 


| 21657Б6-2 | 3-д «Пульсар» | 310 
| 21657В-2 | 3-д «Пульсар» | 310 


|21658А-2 НПО «Планета» 310 | 
21Т658Б-2 НПО «Планета» 310 


27658В-2 НПО «Планета» 
| 2т663ЗА 


| АО «Элекс» 310 


| 276636 Г АО «Элекс» | 310 | 


| 21664А9-1 ' ЗАО «Кремний» | 310 


|21664Б9-1 ‚ ЗАО «Кремний» | 310 | 
| 21665А9-1 | ЗАО «Кремний» | 310 


| 21665Б9-1 ЗАО «Кремний» | 310 


| 21669А '3-д «Транзистор» | 310 | 












312 


312 


3-д «Транзистор» 
32, 33 


21679А-5 


1 АО «Элекс» 


| 21679Б-5 АО «Элекс» | 312 


З-д «Пульсар» | 312 





21682Б-2 3-д «Пульсар» 312 | 
121687АС2 3-д «Пульсар» 
121687Б6С2 З3-д «Пульсар» 
| 21688А2 З-д «Пульсар» 
2168852 3-д «Пульсар» 312 


21691А2 З-д «Пульсар» 
2т69ЗАС ЗАО «Кремний» 


2Т708А ЗАО «Кремний» 


| 21708Б | ЗАО «Кремний» 314 
| 27708 В | ЗАО «Кремний» 314 
|21709А | ЗАО «Кремний» | 314 
[2т7095 __ [ЗАО «Кремний» __| 314 


21709В | ЗАО «Кремний» 


314 
314 
314 
|27716А_____ ЗАО «Кремний» | 314_ 










Тип Изготовитель 


Стр. 





прибора (см. стр. 31) 
21716В ЗАО «Кремний» | 314 
21716А-1 





21716Б-1 


| 27818А | ЗАО «Кремний» 316 
|2т818Б | ЗАО «Кремний» 316 
| 21818 В ЗАО «Кремний» | 316 


| 21Т818А-2 
21Т818Б-2 


ЗАО «Кремний» 
ЗАО «Кремний» 





|27818В-2 ЗАО «Кремний» 318 | 
| 21819А | ЗАО «Кремний» 318 
218195 ЗАО «Кремний» 318 
21819В ЗАО «Кремний» | 318 
21Т819А-2 ЗАО «Кремний» 318 
218195Б-2 | ЗАО «Кремний» | 318 
218198В-2 ЗАО «Кремний» | 318 
`21824А ЗАО «Кремний» | 318 
218245 ЗАО «Кремний» ‚ 318 
|27824АМ ЗАО «Кремний» | 318 
|278246М | ЗАО «Кремний» 318 
|21825А ЗАО «Кремний» | 318 
218255 ЗАО «Кремний» | 318 
ЗАО «Кремний» 318 
21Т825А-2 ЗАО «Кремний» | 318 


21Т8258В-2 ЗАО «Кремний» 318 
21825А-5 ЗАО «Кремний» 318 
21826А АО «Элиз» | 320 | 


21826Б АО «Элиз» | 320 


218268 АО «Элиз» | 320 
21826А-5 АО «Элиз» 320 


2ТВ2ТА 
218276 АО «Элиз» 320 


21827В АО «Элиз» 320 
21827А-5 


21828Б АО «Элиз» 320 


ЗАО «Кремний» 320 
320 
ЗАО «Кремний» 320 
21830Г | ЗАО «Кремний» | 320 


ЗАО «Кремний» 320 
322 



























21 
Тип Изготовитель Ст 
. прибора (см. стр. 31) р. 
21831Г-1 | ЗАО «Кремний» ‚ 322 1 


21832А — 
218325 | 












21837Б | 3-д «Искра» | 322 
21837В | 3-д «Искра» | 322 


‚ 3-д «Искра» 





| 

| 
|2т837Д | 3-д «Искра» | 322 
21837Е | 3-д «Юпитер» | 322 | 
|2783ЭА АО «Элиз» | 322 
|2т841А ЗАО «Кремний» 324 
218415 
21Т841А-1 | ЗАО «Кремний» —!'! 324 
21841Б-1 | ЗАО «Кремний» _‚ 324 | 
|27842А 'ЗАО «Кремний» __' 324 | 
|27842Б 'ЗАО «Кремний» —: 324 
[27842А-1 'ЗАО «Кремний» _: 324 | 
21842Б-1 | ЗАО «Кремний» ' 324 
21844А | АО «Элиз» | 324 
21845А | АО «Элиз» ' 324 
21847А АО «Элиз» 324 
21847Б АО «Элиз» 324 
21848А | 10, 35 324 
21856 А 3-д «Искра» | 324 
2185665 | 3-д «Искра» | 324 | 
218568  3-д «Искра» ‚ 324 | 
таза | 3-д «Искра» ‚ 326 
|27860А | ЗАО «Кремний» | 326 | 








218605 | ЗАО «Кремний» 32 


6 
ЗАО «Кремний» 326 


|1 3-д «Пульсар» 













| 3-д «Пульсар» 





З-д «Искра» 
21Т874А 3-д «Пульсар» | 326 | 
21875А ЗАО «Кремний» 328 
328 


21876В ЗАО «Кремний» 328 


| 
| 

















Указатель транзисторов и предприятия-изготовителя 








22 
Тип Изготовитель 

(см. стр. 31) Стр 
| 21876Г | ЗАО «Кремний» 328 
| 21877А | ЗАО «Кремний» | 328 
| 218775 | ЗАО «Кремний» | 328 
| 21877В ЗАО «Кремний» 328 
| 217878 А | 3-д «Искра» 328 
| 21878Б | 3-д «Искра» 


| 
|21881А 


| ЗАО «Кремний» | 328 | 
218815 | ЗАО «Кремний» | 328 
21881Г ЗАО «Кремний» 328 
ЗАО «Кремний» | 328 
21881Б-5 ЗАО «Кремний» | 328 
21882А ЗАО «Кремний» 328 
218825 | ЗАО «Кремний» 328 
|21882В | ЗАО «Кремний» 328 
|21Т88ЗА ' ЗАО «Кремний» | 330 
| 278836 | ЗАО «Кремний» ' 330 
| 21884А | ЗАО «Кремний» | 330 
| 278845 | ЗАО «Кремний» | 330 
21885А З-д «Пульсар» 330 
21885Б З-д «Пульсар» 330 
21886А | ЗАО «Кремний» 330 
21886Б | ЗАО «Кремний» 330 
330 
| 218875 | ЗАО «Кремний» 330 
| 21888 А | ЗАО «Кремний» 330 
21888Б | ЗАО «Кремний» 330 
| 27891А | 3-д «Пульсар» 330 
21903А |ВЗПП 


219035 взпп 


21Т904А |ПО «Знамя» 330 


2Т907А взпп 
2Т9ОВА 


332 
219101АС | ВЗПП 332 
332 






| 2191026-2 
219103А-2 


| З-д «Пульсар» 








|3-д «Пульсар» 






219103Б-2 З-д «Пульсар» 332 
219104А ВЗПП 332 


219104Б ВЗПП 332 


332 
З-д «Пульсар» 334 










































Изготовитель 


Тип Ст 
(см. стр. 31) р. 


прибора 
219110А-2 
219110Б-2 


З-д «Пульсар» 










| З-д «Пульсар» 






З-д «Пульсар» 
| АО «Элиз» 
| АО «Элиз» 
З-д «Пульсар» 



















219114А 
219114Б | 3-д «Пульсар» 


21911А 'ВЗПП 
21912А `3-д «Пульсар» 
219125 
21912А-5 
2Т912Б-5 
2Т913А 






З-д «Пульсар» 
З-д «Пульсар» 
|3-д «Пульсар» 


3-д «Гранзистор» 














21913Б 3-д «Транзистор» | 
21913В 3-д «Транзистор» | 336 | 
219117А ЗАО «Кремний» | 336 
596 
2791178 | ЗАО «Кремний» 336 | 
219117Г ЗАО «Кремний» 336 \ 
219118А | 3-д «Пульсар» 336 
219118Б ‚ 3-д «Пульсар» |336 _ 
219118 В '3-д «Пульсар» 336 | 
219119А-2 | 338 
ТОЧНА | 3-д «Пульсар» ‚ 338 | 
‚2191216 | 3-д «Пульсар» 338 | 
Е | 3-д «Пульсар» б 338 
219124Г 3-д «Пульсар» | 338 

219122А 3-д «Пульсар» 338 

219122Б З-д «Пульсар» 338 





таза [АОиь — [388 | 
тазв — [АОхиь |388. 
21Т9124А 


219127А З-д «Пульсар» 340 
219127Б | З-д «Пульсар» 


3-д «Пульсар» 340 
ы 
340 
2Т91ЗЗА 
219135А-2 342 
З-д «Пульсар» | 342 












о 















Тип Изготовитель 

прибора (см. стр. 31) | 
219137Б 3-д «Пульсар» ‚ 342 
'2Т9138А | АО «Элиз» | 342 | 
‚ 2Т9139А | 3-д «Пульсар» | 344 
2191395 3-д «Пульсар» 344 
219139В 3-д «Пульсар» | 344 | 
219139Г З-д «Пульсар» 344 
219140А | 3-д «Пульсар» 344 
121914 А АО «Элекс» 


219143А НПО «Планета» 34 


^ 


219146А З-д «Пульсар» 344 
219146Б З-д «Пульсар» 344 














219147АС 
219149 А 





З-д «Пульсар» 


346 
| 346 | 






НПП «Пульсар» 


219149Б З-д «Пульсар» | 
И 
|2Т9153АС |ПО «НИИЭТ» 346 | 
[2т915ЗБС ПО «НИИЭТ» ‚ 346 | 
| | 

|2Т9155А |ПО «НИИЭТ» 346 | 
2191555 | ПО «НИИЭТ» | 346 | 
' 2191558 |ПО «НИИЭТ» | 346 | 
[2Т156АС |ПО «НИИЭТ» 346 | 
'21Т9156БС 'по «НИИЭТ» | 346 
| 

| 

| 


219162А | 3-д «Пульсар» 













| 
З-д «Пульсар» | 
| 


2191625 348 
2191628 3-д «Пульсар» 348 
З-д «Пульсар» 348 
219164А З-д «Пульсар» | 348 
219175А ПО «НИИЭТ» 348 
2191755 ПО «НИИЭТ» 


2191758 ПО «НИИЭТ» 


219175А-4 350 
219175Б-4 ПО «НИИЭТ» | 350 
2191758В-4 ПО «НИИЭТ» | 350 | 
219183А-5 АО «Элекс» 350 
219184А | 3-д «Искра» 










219188А |ПО «НИИЭТ» 


350 
З-д «Пульсар» 352 
21919Б З-д «Пульсар» 


21919В-2 


















Указатель транзисторов и предприятий-изготовителей 23 


Тип Изготовитель Ст 
прибора (см. стр. 31) р. 
8 

















Тип Изготовитель 
прибора (см. стр. 31) 


Изготовитель 
(см. стр. 31) 


Тип 
прибора 











|21920А |ВЗПП | 352 21944А 3-д «Искра» 35 219755 |3-д «Пульсар» 

[279206 ‚ВПП |352 | 

1219208 | ВЗПП | 352 219455 АО «Элиз» | 358 

21921А | 3-д «Пульсар» 21945В АО «Элиз» 358 

|27921А-4 |3-д «Пульсар» 352 358 
[2Т922А |ВЗПП 352 
29226 Взпп 352 

219228 взпп 352 358 

[2т949А_____ | 38. [21982А-2 


м] 
© 
№ 


21925В ВЗПП 21950А З-д «Пульсар» 358 21982А-5 









21926А | АО «Элиз» 352 219505 3-д «Пульсар» 358 | | | 
|27928А |3-д «Транзистор» | 354 | |2795А = |З-д «Пульсар» твзв | ВЗПП ‹ 366 
[279286 | 3-д «Транзистор» 354 | 21951Б 3-д «Пульсар» 2Т983В ВЗПП ‚ 366 | 
|[27929А | ВЗПП 354 | |2т951В 3-д «Пульсар» 21984А ВПП 366 















ооо ю= 
©) | ©) | © | 9> | ©> 





2Т9З1А взпп 354 6 

2Т9З2А 3дНИИПП 

219325 3-д НИИПП 27960А взпп 360 

2Т9ЗЗА 3-д НИИПП 354 360 

219336 |3-д НИИПП 354 3-д «Пульсар» 

[2т9З4А | ВЗПП 354 | 2т988А |3-д «Пульсар» 

| 279345 |ВЗПП 354 | |21963А-2 — |З-д «Пульсар» 360 | [29885 |3-д «Пульса» | 368 | 
|[21934В | ВЗПП | 354 21963Б-2 З-д «Пульсар» | 360 | 21989А | 3-д «Пульсар» ‘ 368 
| 2Т935А ' АО «Элиз» | 354 2Т96ЗА-5 3-д «Пульсар» ' 362 219895 |3-д «Пульсар» | 368 
21935А-5 — |АО «Элиз» 356 21964А 3-д «Пульсар» 362 2т989В 3-д «Пульсар» 368 
21937А-2 | 3-д «Пульсар» 356 21965А ВЗПП 362 368 


с 


21937Б-2 З-д «Пульсар» 
21937А-5 3-д «Пульсар» 
2Т9З8А-2 З-д «Транзистор» 5 


2Т966А ВЗпп 62 21990А-2 З-д «Пульсар» 368 


21967А АО «Элиз» 62 21991АС взпп 
21968А 3-д «Искра» 362 2Т99ЗА АО «Элиз» 


| 
м 
со 


сх мо |> | 
сл бл л | 
© |0) | © |9 | 9 |6 | в 





5 2Т970А 362 | |21994Б-2 3-д «Пульсар» 368 

35 2Т971А ВПП 364 | |219948-2 З-д «Пульса» — | 368 | 
|2т941А 1 АО «Элекс» | 21974А — |Зд «Пульсар» 364 21995А-2 |3-д «Пульсар» 370 
| 21942А |1 3-д «Пульсар» | 356 219745 = |3 «Пульсар» | 364 21996А-5 | 3-д «Пульсар» | 370 
| 279426 | 3-д «Пульсар» 21974В 3-д «Пульсар» | 364 | |21996Б-5 | 3-д «Пульсар» 3 | 









21942А-5 — |3-д «Пульсар» 21974Г 3-д «Пульсар» 364 
21942Б-5 | 3-д «Пульсар» 356 21Т975А 3-д «Пульсар» 364 





70 
21998 А 370 


Кремниевые сборки специального назначения 
































Тип Тип Изготовитель Тип | Изготовитель 
прибора прибора | (см. стр. 31) Стр. 
|2ТСЗ0ЗА-2 |3-д ПО «Альфа» 2131555С-1 |АО «Светлана» | 372 2ТС613Б | 3-д «Транзистор» ‚ 374 
|2ТС3103А ‚3-д ПО «Альфа» 2ТС393А-1 |З-д ПО «Альфа» | 21С622А | ВЗПП 374 | 
{2ТС3103Б — |3-дПО «Альфа» 2ТС393Б-1  |3З-д ПО «Альфа» 21С622Б | ВЗПП | 374 | 
|27С3144А-1 |НИИМП 21ТС393А-9 — |3-д ПО «Альфа» | | |21С6225-1 |ВЗПП ’ 374 
[21С3114Б-1 НИИМп 372 | 21670АС — |!3-д «Транзистор» ‹ | 374 | 
121ТС31118В-1 372 21С687АС-2 |3-д «Пульсар» | 376 
САР НИИМП 372 21С687БС-2 |3-д «Пульсар» | 376 
|2тсз141д-4 |ниимп 27689АС взпп | 376 
376 
21С941А-2  |АО «Элекс» | 376 





24 


Указатель транзисторов и предприятия-изготовителя 








прибора 
АПЗ20А-2 
АПЗ20Б-2 
АПЗ24А-2 
| АПЗ24Б-2 
АПЗ24В-2 
АПЗ24Б-5 
АПЗ25А-2 


Изготовитель 
(см. стр. 31) 


НПП «Пульсар» 



















| НПП «Пульсар» 





НПП «Пульсар» 
| НПП «Пульсар» 






| НПП «Пульсар» 





| 392 


| НПП «Пульсар» 


НПО «Планета» 9 
НПО «Планета» 
НПО «Планета» 
НПО «Планета» 


НПО «Планета» 


| 
(®) 
мм 


АПЗ28А-2 394 


394 


|<®) 


АПЗЗОБ-2 НПО «Планета» 394 
АПЗЗОВ-2 | НПО «Планета» 394 
| АПЗЗ0В1-2 | НПО «Планета» 394 
АПЗ30В?2-2 | НПО «Планета» | 394 
| АП330В3-2 'НПО «Планета» 394 
АПЗЗ1А-2 | НПО «Планета» 394 


9 
{<®) 
ры 


АПЗЗлЛА-5 НПО «Планета» 
НПО «Планета» 
НПО «Планета» 


НПО «Планета» 


394 
394 
394 
АПЗ43А1-2 394 


НПО «Планета» 





394 
АПЗ44А-2 НПО «Планета» 396 
АПЗ44А1-2 НПО «Планета» 396 
[АП344А2-2 _ |НПО «Планета» _| 396_ 
| АПЗ44АЗ-2 | НПО «Планета» 396 
[Ап344А4-2_ — |НПО «Планета» _| 396_ 
АПЗ54А-5 НПО «Сатурн» 396 
АПЗ54Б-5 НПО «Сатурн» 396 


АПЗ55Б-5 396 
АПЗ55В-5 


АПЗ54В-5 


<®) 


№ |0 
«®) 
© | © 


9 
«®) 
© 


396 





АПЗ56В-5 НПО «Сатурн» 396 
| АПЗ57А-5 | НПО «Сатурн» 396 
[Ап3576-5 [НПО «Сатурн» _ | 396 

АПЗ57В-5 | НПО «Сатурн» 396 

АПЗ58А-5 | НПО «Сатурн» 396 

АПЗ58Б-5 НПО «Сатурн» 396 
396 
НПО «Планета» 396 
396 
398 
398 

АПЗ81А-5 | НПП «Пульсар» 398 
| АПб02А-2 | НПП «Пульсар» 398 
| АП602Б-2 "НПП «Пульсар» | 398 
| АП602В-2 | НПП «Пульсар» 










АПб02Г-2 
АПб02Д-2 |НПП «Пульсар» 


З-д «Пульсар» 
З-д «Пульсар» 
З-д «Пульсар» 
З-д «Пульсар» 


НПП «Пульсар» 










Полевые транзисторы 





Тип Изготовитель 









прибора (см. стр. 31) Стр. 
АПбОЗА-5 3-д «Пульсар» | 398 
АПбО4А-2 З-д «Пульсар» 398 
АП604Б-2 3-д «Пульсар» | 398 






АПб04В-2 
АПб04Г-2 
АПб04А1-2 
АПб04Б1-2 
АПб04В1-2 
АПб04Г1-2 


З-д «Пульсар» 


м 
<®) 


З-д «Пульсар» 
НПО «Планета» 
З-д «Пульсар» 
З-д «Пульсар» 
З-д «Пульсар» 


рр о 
ооо оо 
ооо ооо 


АПбО5А-2 З-д «Пульсар» 0 

АПб05А1-2 НПО «Планета» 400 
АП605А2-2 НПО «Планета» 400 
АПбО6Б-2 З-д «Пульсар» 400 
АПбО6В-2 | 3-д «Пульсар» 400 
АПбОбА-5 3-д «Пульсар» | 400 


АПбО6Б-5 
АПб06В-5 
АПбО7А-2 
АПбОЗА-2 


© 
> 


З-д «Пульсар» 


ВВ 
© 
© 


З-д «Пульсар» 
З-д «Пульсар» 
3-д «Пульсар» 
З-д «Пульсар» 


АПбОЗВ-2 З-д «Пульсар» 


> 
# 
© 
[=] 
со 
> 
сл 


> 
# 
© 
о 
со 
к 
№ 
58 
[= 
[9 


З-д «Пульсар» 


АПбО8Д-5 З-д «Пульсар» 402 
АПбОЗЕ-5 З-д «Пульсар» 402 


АП915Б-2 3-д «Пульсар» | 402 
АП925А-2 З-д «Пульсар» 402 
АП925Б-2 З-д «Пульсар» 402 
402 
402 
402 
402 
АП96б7ТА-2 З-д «Пульсар» 402 
АП967ТБ-2 З-д «Пульсар» 402 
АП967В-2 З-д «Пульсар» 402 
З-д «Пульсар» 402 
З-д «Пульсар» 402 


> 
р 
|] 
© 
т] 
т 
ю 
Вьч 
[= 
№ 


З-д «Пульсар» 


> 
р 
хФ 
© 
5 
х 
1%) 


З-д «Пульсар» 402 


И 
© 
И 


НПП «Пульсар» 
НПП «Пульсар» 


> 
о |© 
> 


НПП «Пульсар» 


ОАО «Ангстрем» 404 
ОАО «Ангстрем» 404 
КЕ7О7А2 ОАО «Ангстрем» 404 


ОАО «Ангстрем» 
40 


г 
|) 
> 


Тонди электроника 


Ны 
© 
И 


Тонди электроника 


ххх ххх 
т пм мм 
55а ыыы 
ооо о ооо ес 
55+ чм ю ю|ю 
шт троп 


Ны 
© 


Тонди электроника 
18, 33 






КП10ЗЕ 


> 
о |© 
рр 











Изготовитель 
(см. стр. 31) 


Тип 
прибора 


КП103и9 18, 33 404 
КП103К9 18, 33 404 
КП103л9 18, 33 


КП103М9 |18, 33 


Е 
КП150 7, 36 | 406 | 
| 





КП201Ж-1 АО «Восход» | 406 
КП201И-1 АО «Восход» 406 
КП201К-1 АО «Восход» 406 | 


406 
АО «Восход» 406 
З-д «Транзистор» 406 


 КП240 7, 36 406 


[кп250 7138 [406 


КПЗ01Б = |ППО «Окябрь» | 406 
ППО «Октябрь» 406 
КП301Г | ППО` «Октябрь» |! 406 
|КПЗ02А = |ППО «Октябрь» | 406 
КП302Б ППО «Октябрь» | 406 


ав [пора 406 | 
кпзоалм— ПЛО отб» — [408 | 
кпоавм— По чоавы» — [08 | 


КПЗОЗА 31, 33 | 408 

КП3З0ЗБ 31, 33 ' 408 
кпзозв |31, 33 | 408 | 
кпзозг [31,33 Г 408 | 


кпзозд == [31,33 | 408 
кпзози_ _ [31.33 |408. 
кпзозА9 _ |313 | 408 
[КпзозБ9 [31.33 | 408 


кпзозв9 
‘кпзозг9 == |31,33 ' 408 
кпзозд9 |31, 33 | 408 

31, 33 | 408 | 
кп3озж9 31, 33 | 408 | 
кП30зи9 31, 33 


| АО «Светлана» 


КП3З04А 


Указатель транзисторов и предприятий-изготовителей 









Тип Изготовитель Стр. 
прибора (см. стр. 31) 
К |5, 18 408 
| КПЗО7А |28, 31, 33 
[КП307Б |28, 31. 33 410 
| КПЗ07В 28, 31, 33 | 410 
КП307Г 128. 31. 33 | 410 
Кпзо7д `28, 31, 33 410 
КП307Е 


28, 31, 33 
кпзож {28.31.33 |410. 
КПЗОАА _ |28,31,33 1410. 
28, 31, 33 410 
[кпзо7г4_ _ [28.31.33 |410 
кпзо7Ет__ [28,3133 |410 
Кпзо7Ж1 [28.31.33 |410 


3-д ПО «Фотон» 410 
КПЗ08Б-1 | 3-д ПО «Фотон» 
КПЗ08В-1 |3-д ПО «Фотон» 
| КПЗо8Г-1 |З-д ПО «Фотон» 410 
|КПЗ08Д-1 | 3-д ПО «Фотон» 


|КП310А НПП «Восток» 


КПЗ10Б НПП «Восток» 410 
КПЗ12А З-д «Пульсар» 410 


[КП3125 __ |З-д «Пульсар» 


410 


КПЗ1ЗБ 5, 18 410 


КПВ |5, 18 
КПЗ14А 3-д ПО «Фотон» 


| КПЗ22А 3-д ПО «Фотон» 410 

| КП32ЗА-2 3-д «Пульсар» 412 

| КПЗ23Б-2 |3-д «Пульсар» | 412 | 
КПЗ27А 18, 21 412 
КП327Б 
КП327В 


КП327Г 18, 21 


КП329А 3-д ПО «Фотон» 
КП329Б 3-д ПО «Фотон» 


[КП33ЗА____ |3-д ПО «Фотон» 


| КП340 |7. 36 412 
| КПЗ41А | 3-д «Пульсар» 412 
| КПЗ41Б | 3-д «Пульсар» | 412 
| КП3З46А-9 | НПП «Пульсар» | 412 
|КП346Б-9 НПП «Пульсар» | 412 
| КПЗ46В-9 НПП «Пульсар» 412 

КПЗ47А-2 З-д «Пульсар» 414 


414 
Кпз5в  — ППО «Октябрь» 414 


КПЗ61А АО «Элекс» | 414 
КП364А | АО «Элекс» 
[кп3645 __ |АО «Элекс» __ | 414 
| КП364В | АО «Элекс» 414 
КП3З64Г АО «Элекс» 414 
КП364Д АО «Элекс» 414 
[КП364Е [АО «Элекс» | 414 
КП364Ж АО «Элекс» | 414 
КПЗ64И АО «Элекс» 414 


З-д «Транзистор» 414 





Изготовитель | Ст 
(см. стр. 31) | ТР. 


`КПЗ82А | З-д «Транзистор» 414 


КПЗ8ЗА-9 АО «Светлана» | 416 


Тип 
прибора 





КП401АС — | 416 
КП402А АО «Светлана» 416 
АО «Светлана» 416 


416 
3-д «Транзистор» 416 
418 


| 3-д «Транзистор» 418 


выч 
> 
©) 


о 
= |-> 
со 10) | б> 


КП504А 
КП504Б 
КП504В 


| З-д «Транзистор» 418 
| 418 
З-д «Транзистор» 418 


З-д «Транзистор» 


КП505Б З-д «Транзистор» 418 

КП505В З-д «Транзистор» 
КП505Г З-д «Транзистор» 
КП507А З-д «Транзистор» 


ры 
> 
с 


КП50ЗА 

КП509А-9 
КП509Б-9 
КП509В-9 


З-д «Транзистор» 


З3-д «Транзистор» 418 
3-д «Транзистор» 418 
З3-д «Транзистор» 418 
7, 36 

КП510А9 З-д «Транзистор» 4 
КП511А 


выч 
> | 
Со | © 


ры 
№ 
о 


З-д «Транзистор» 


В 
№ 
о 


З-д «Транзистор» 
7, 36 
З-д «Транзистор» 


х 
— 
сл 
0%] 
© 
^ 
№ 
о 


ры 
А 
о 


З-д «Транзистор» 
3-д «Транзистор» 
КП523Г З3-д «Транзистор» 420 
7, 36 420 
7, 36 420 
З-д ПО «Фотон» 
З-д ПО «Фотон» 
7, 36 420 
7, 36 
7, 36 
|7, 36 
З-д «Гравитон» 


ие 
| 
оо 






хх 

#15 

— |< 

© | > 

> |© 

> 
р ь 
юм |№ 
о о|о 

















З-д «Гравитон» 


КП705А НПП «Пульсар» 
КП705Б НПП «Пульсар» 
КП705В НПП «Пульсар» 


х 
# 
ыы 
© 
> 
{д 


КП706В НПП «Пульсар» 422 


КП707А 7, 36 | 422 


КП707Б 7, 36 | 422 














КП707Г1 |7, 36 
КП707Д1 |7, 36 
КП707Е1 |7, 36 ‘422 
КП707А2 |7, 36 | 
КП707В2 |7, 36 422 | 





КП7О8А 








422 
422 
АО «Элиз» | 










КП7128 | 3-д «Транзистор» ' 424 
КП712А ВЗПП : 424 | 
КП712Б ВЗПП ' 424 
КП712В ВзпП | 424 | 


424 

ОАО «Ангстрем» 
ОАО «Ангстрем» 
ОАО «Ангстрем» 





КП7132Б ОАО «Ангстрем» | 426 
КП7132А1 | ОАО «Ангстрем» 426 
КП7132Б1 | ОАО «Ангстрем» ! 426 | 
КП7132А9 ОАО «Ангстрем» | 426 
КП7132Б9 ОАО «Ангстрем» 426 


ОАО «Ангстрем» 426 
426 
428 
428 
ОАО «Ангстрем» 428 


КП7137А ОАО «Ангстрем» | 428 
КП7138А |ОАО «Ангстрем» | 428 
КП7138А9 | ОАО «Ангстрем» ! 430 
|КП7138А91 |ОАО «Ангстрем» | 430 1! 
КП7150А ОАО «Ангстрем» | 430 | 
КП7150А2 | ОАО «Ангстрем» | 430 
КП7150А9 ОАО «Ангстрем» 430 













КП717А 3-д «Транзистор» 432 
КП717Б З-д «Транзистор» 


КП717В З-д «Транзистор» 432 


КП717Г З-д «Транзистор» 


КП717Д З-д «Гранзистор» 432 


КП717Е З-д «Транзистор» 
КП717А1 
КП717Б1 
КП717В1 
КП717Г1 


З-д «Транзистор» 432 
432 
З-д «Транзистор» 

























| 3-д «Транзистор» 





| 3-д «Транзистор» 





3-д «Гранзистор» 
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Указатель транзисторов и предприятия-изготовителя 





прибора (см. стр. 31) 
КП718Д З-д «Транзистор» 432 
КП718Е 3-д «Транзистор» [432 | 


| КП718А1 | 3-д «Транзистор» 








КП718Б1 З-д «Транзистор» 432 
КП718В1 З-д «Транзистор» 


КП718Г1 З-д «Транзистор» 


КП718Д1 3-д «Транзистор» 


КП722А З-д «Транзистор» 


КП72З3А З-д «Транзистор» 


КП723Б 3-д «Транзистор» 


КП723В | 3-д «Транзистор» | 432 


| КП723Г 3-д «Транзистор» 432 





| КП724А 3-д «Транзистор» 432 

| КП724Б З-д «Транзистор» 432 

| КП725А З3-д «Транзистор» 432 
КП726А | 3-д «Транзистор» 
КП726Б 3-д «Транзистор» 


КП726А1 З-д «Гранзистор» 


КП726Б1 З-д «Транзистор» 434 
КП727А 434 
КП727Б 3-д «Транзистор» 434 


З-д «Транзистор» 


КП727В З-д «Транзистор» 434 
Дне — 434 
| КП727Е, Ж 3-д «Транзистор» 434 
| КП728А | 3-д «Транзистор» 436 


| 436 
3-д «Транзистор» 436 
436 
436 
436 
436 
436 
436 


КП728Г1 | 3-д «Транзистор» 
КП728С1 
КП728ЕЛ 
КП728Г2 
КП728С2 
КП728Е2 
КП730 
КП7З0А 


З3-д «Транзистор» 










З-д «Гранзистор» 
З-д «Гранзистор» 
З-д «Транзистор» 
ВЗПП 
ВЗПП 


436 
| КПУЗ1А |7, 28 438 
|КП731Б 7, 28 438 
| КП731В 7, 28 | 438 
[кп7ззА___ [7,8 | 438 
КП7ЗЗБ |7, 36 438 
КП7ЗЗГ 7, 36 438 
КП733Д 7, 36 438 


КП7ЗЗВ-1 


438 
КП7З4А 
КП734Б 

438 

438 


КП735А З-д «Микрон» 
КП735Б 
КП735В 
КП735Г З-д «Микрон» 


КП7З7А 
3 


р > 
№ | № | 
со | со | © 


Но 
^ 
о 


З-д «Микрон» 440 
3-д «Микрон» 


Но 
И 
о 


-д «Транзистор» 


> 
г 
оо 


-Д «Транзистор» 
З-д «Гранзистор» 


> 


-д «Транзистор» 






Но 
> 
о 


тр 
ры 
со 0 


Но 
Нь 
со 


-д «Гранзистор» 


3 
3 
3 

-д «Гранзистор» 
3 


> 
> 
оо 


440 













Тип Изготовитель Ст 
прибора (см. стр. 31) р. 
40 


КП7З9В З-д «Транзистор» 4 

КП740 ВЗПП 440 
440 
440 


КП740В З-д «Транзистор» 


440 
442 
442 
442 
442 
442 
КП744В З-д «Транзистор» 442 
З-д «Транзистор» 442 
З-д «Транзистор» 442 


КП746А1 3-д «Транзистор» 
КП746Б1 
КП7468В1 


г 
№ 


444 
3-д «Транзистор» 444 


З-д «Транзистор» 


Е 
Но 
Но 


КП746Г1 З-д «Транзистор» 444 
3-д «Транзистор» 444 
444 

КП748Б З3-д «Гранзистор» 444 

КП748В З-д «Транзистор» 


КП749А 
КП749Б 
КП749В 


З-д «Транзистор» 4 


З3-д «Транзистор» 


Но 


И 
> > 
Е 


З-д «Транзистор» 4 


444 
З-д «Транзистор» 444 
КП750А1 | 3-д «Транзистор» 
КП750Б1 | 3-д «Транзистор» 446 


КП7508В1 
КП751А1 
КП751Б1 
КП7518В1 
КП752А 
КП752Б 
КП752В 
КП75ЗА 
КП753Б 
КП753В 
КП759А 
КП759Б 
КП759В 
КП759Г 
КП760А 
КП760Б 
КП760В 
КП760Г 
КП761А 


З-д «Транзистор» 446 
446 
З-д «Транзистор» 44 


З-д «Транзистор» 


> 
> 
©) | б> 


3-д «Транзистор» 
З-д «Гранзистор» 
З-д «Гранзистор» 
З-д «Гранзистор» 
446 
З-д «Транзистор» 446 


3-д «Транзистор» 


3З-д «Микрон» 448 


3-д «Транзистор» 


р ь 
И 
С° | > | ©> 


3-д «Микрон» 


ЕЕ 
^ 
со 


3-д «Микрон» 448 


г 
с 


З-д «Микрон» 
З-д «Микрон» 448 
З-д «Микрон» 
З-д «Микрон» 
З-д «Микрон» 





Изготовитель 
(см. стр. 31) 


Тип 
прибора 


КП761Б 
КП761 В | 
| 


КП761Г 3-д «Микрон» 448 
КП771А 3-д «Транзистор» 448 
КП771Б З-д «Транзистор» 448 


КП771В З-д «Гранзистор» 448 


КП775В З-д «Транзистор» 448 
КП776А З-д «Транзистор» 448 
КП776Б З-д «Гранзистор» 448 


КП776В 3-д «Транзистор» | 448 | 
КП776Г | 3-д «Транзистор» | 448 | 
КП777А З-д «Транзистор» ! 448 | 
КП777Б 3-д «Транзистор» | 448 | 


З-д «Транзистор» 448 


КП777В 


КП779А З-д «Транзистор» 450 
КП780А 3-д «Транзистор» 
КП780Б, В 
450 
452 
КП784А | 3-д «Транзистор» | 452 
КП785А 3-д «Транзистор» | 452 | 
`КП786А —— |З-д «Транзистор» _! 452 | 
КП787А З3-д «Транзистор» ! 452 
КП796А З-д «Транзистор» 452 
НРП «Октава» 452 


В 
| 
№ 


КП801Б НРП «Октава» 


452 
454 
454 | 
кп805А —— |НПП «Пульсар» | 454 | 
КП805Б НПП «Пульсар» | 454 
КП805В НПА «Пульсар» | 454 
КП809А 7, 36 ‚ 454 


КП809Б 7, 36 
КП809ЭВ 7, 36 


54 
кп809Г 454 
54 
54 


Но 
© 
Ио 


© 


кпвоэд 4 


КП809Г1 7, 36 454 
КП809Д1 7, 36 | 454 
КП809Е1 7, 36 | 454 


КП810А АО «Эльдаг» 


| 454 | 
КП810Б АО «Эльдаг» | 454 | 


КП810в АО «Эльдаг» | 454 
[КП812А1 _ [7,36 454 





Указатель транзисторов и предприятий-изготовителей 


27 
















Изготовитель 
(см. стр. 31) 


Тип 
прибора 










| КП813Б/ 
| КП813А1-5 








`КП814Б 
|КП814В 
[ КП814Г 


| КП814Д 
| КП814Е ‚— 456 
|КП814Ж 456 
КП814И |-— 456 
кпк | 456 
КП814Л — 456 
КП814М — 456 
_КП814Н 1456 
кп814П 1456. 
КП814Р о | 456 
| КП814С — 456 
| КП814Т — | 456 
| 456 












| КП814У — 
| КП814Ф 
|КП817А 
| КП817Б 













— | 
КП817В | ПО «НИИЭТ» 456 | 
| КП820 Взпп 458 

| КП830 ВЗпП 458 
[Кп840 взПП 458 
'КП9ОТА 458 

| КП9О1Б |3-д «Пульсар» | 458 
КП902А |3-д «Пульсар» | 458 

| КП902Б | 3-д «Пульсар» | 458 

| КП902В |1 3-д «Пульсар» | 458 

| КП9ОЗА 3-д «Пульсар» | 458 

| КП9ОЗБ | 3-д «Пульсар» | 458 | 
кпэозв 458 
КП904А З-д «Пульсар» 458 
‚КП904Б 
`КП905А 18, 21 
КП905Б 18, 21 458 
КП905В |18, 21 458 

| КП907А 118, 21 


| КП907Б 118. 21 


| КП907В 18, 21 
КП908А ‚18, 21 ' 460 
| КП908Б |18, 21 | 460 
| КП921А З-д «Гравитон» 460 
КП921Б З-д «Гравитон» 
'КП922А 8, 12 
КП922Б 460 


кп922в_ [812 460 


| КП922Г1 |8, 12 


КП92ЗА З-д «Пульсар» 460 
| КП923Б З-д «Пульсар» 460 


рр 
©) |5 | © | © 
ооо о 













Тип Изготовитель 









прибора (см. стр. 31) 

З-д «Пульсар» 460 
КП923Г | 3-д «Пульсар» 

КП928А З-д «Пульсар» | 460 | 
КП928Б З-д «Пульсар» 460 
КП931А |-— | 462 
кмв — а 
КП931В | —_ ‚| 462 


> 
©) 
[5% 


КП9З2А 3-д «Фотон» 
НРП «Октава» 
НРП «Октава» 


НРП «Октава» 


> 
©) 
[5% 


КП9З4Б 
КП934В 


> 
©) 
[5% 


КП934А1 462 
КП93451 462 
462 
КП9звА = | З-д «Гравитон» 462 


КП9З6Б 


> 
© 
[6% 


| 3-д «Гравитон» 











462 
кпз6г 3-д «Гравитон» 462 
кп936д З-д «Гравитон» 462 
КП9З6Е | 3-д «Гравитон» | 462 | 
КП9З6А-5 | 3-д «Гравитон» 462 | 
|КП9З6Б-5 3-д «Гравитон» 462 
| КП9З6В-5 З-д «Гравитон» | 462 
КП9З6Г-5 | 3-д «Гравитон» 462 
КП936Д-5 ‚ 3-д «Гравитон» 462 | 
| КПзеЕ: З-д «Гравитон» 462 
КП9З7А | НРП «Октава» 464 | 
КП937А-5 'НРП «Октава» 464 
КП9З8А НРП «Октава» 464 
КП9З8Б НРП «Октава» 464 
464 


| КП9ЗЗВ 
КП9З8Г 


Д 
| КП944А 3-д «Пульсар» 464 | 
КП944Б З-д «Пульсар» | 464 


НРП «Октава» 





КП945А НПП «Пульсар» 464 
| КП945Б НПП «Пульсар» 464 
КП946А АО «Эльдаг» 466 


КП946Б АО «Эльдаг» 466 


[КП95ЗБ АО «Эльда» | 466 
кП95ЗВ АО «Эльда» | 466 

кп95Зд_ АО «Эльда» | 466_ 
[КП954А__ (АО «Эльда» 466 _ 
[КП9545 [АО «Эльда» | 466 _ 


КП954В АО «Эльдаг» 466 


КП954Г АО «Эльдаг» 


АО «Эльдаг» 466 
КП948Б АО «Эльдаг» 466 
КП948Г АО «Эльдаг» | 466 
КП951А-2 |НПП «Пульсар» | 466 | 
КП951Б-2 |НПП «Пульсар» _ | 466 | 
КП9518-2 НПП «Пульсар» | 466 | 
КП95ЗА АО «Эльдаг» ` 466 
| 


66 
Кп954д == |АО «Эльдаг» 466 
КП955А АО «Эльдаг» 


| АО «Эльдаг» 


КП955Б 466 











Тип Изготовитель Стр 

прибора (см. стр. 31) | 

`КП95бА = |АО «Эльдаг» 466 
КП956Б АО «Эльдаг» |466 | 


АО «Эльдаг» | 466 


КП957А 
| КП957Б АО «Эльдаг» ` 466 
КП957В АО «Эльдаг» 466 


| АО «Эльдаг» 
АО «Эльдаг» | 


КП958А 





КП958Б 
КП958В 
| КП958Г 
КП959А 
КП959Б 
КП959В 


КП96бо0А АО «Эльдаг» 
КП960Б | АО «Эльдаг» 


[АО «Эльдаг» 


АО «Эльдаг» 
| АО «Эльдаг» 
1АО «Эльдаг» 


кп96ов | АО «Эльдаг» 
КП961А АО «Эльдаг» 
[кп961Б [АО «Эльда» 









КП961Д | АО «Эльдаг» 468 | 
| КПЭ61Е | АО «Эльдаг» 468 | 
КП962А | НРП «Октава» ‚ 468 | 
'КП962А-5 | НРП «Октава» | 468 | 









КПЭ6ЗА | НРП «Октава» 468 
КПЭ6ЗА-5 НРП «Октава» | 468 


КП964А АО «Эльдаг» | 468 
КП964Б 
кп964В 
кп964Г 
КП965А 
| КП965Б 
| КП965В 





















АО «Эльдаг» 








АО «Эльдаг» 









АО «Эльдаг» 





‚АО «Эльдаг» 






1 АО «Эльдаг» 
1 АО «Эльдаг» 





| КП965Г 1 АО «Эльдаг» 470 |! 
КП965О0 | АО «Эльдаг» 1 470 | 
КП971А АО «Эльдаг» | 470 
КП971Б АО «Эльдаг» | 470 
КП97ЗА АО «Эльдаг» 470 
КП97ЗБ | АО «Эльдаг» 470 
КПС104А | АО «Восход» | 470 
КПС104Б АО «Восход» | 470 
КПС104В | АО «Восход» | 470 
КПС104Г | АО «Восход» 470 | 

КПС104Д | АО «Восход» 470 ! 

| КПС104Е | АО «Восход» | 470 | 


| КПС202Б-2 | 470 


| КПС2028-2 


1АО «Восход» 








1 АО «Восход» 










КПС203А-1 | АО «Восход» 


КПС203Б-1 — |АО «Восход» 
КПС203В-1 АО «Восход» 470 
КПС203Г-1 АО «Восход» 


КПСЗ15Б 
КПС316Д-1 



















З-д ПО «Фотон» 
| 3-д ПО «Фотон» 
КПСЗ16Е-1 З-д ПО «Фотон» 
КПС316Ж-1 3-д ПО «Фотон» | 


КПСЗ16И-1 3-д ПО «Фотон» | 470 
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Указатель транзисторов и предприятия-изготовителя 





Полевые транзисторы специального назначения 























| Тип | Изготовитель Ст 
| прибора (см. стр. 31) Р- 
3П320А-2 3-д «Пульсар» 472 


ЗП3З21А-2 З-д «Пульсар» 


[31324А-2 — |З-д «Пульсар» 
З-д «Пульсар» 


3П324Б-2 


[30324В-2 | 3-д «Пульсар» 472 
| 3П325А-2 | НПО «Планета» 472 
|3П325А-5 | НПО «Планета» | 474 
3П326А-2 | НПО «Планета» | 474 
| 30326Б-2 | НПО «Планета» | 474 


пзавьз [НПО понеая  [ 47а 
пала — (НПО плана |479 
пзавлв (НПО планета [47а 
зпззоьв [НПО плане» [47а 


|3П330Б-2 | НПО «Планета» | 474 


3П330В-2 | НПО «Планета» 
|3П330В1-2 — |НПО «Планета» 476 
3П330В2-2 — |НПО «Планета» | 476 


3П331А-2 | НПО «Планета» 
НПО «Планета» 476 


НПО «Планета» 


3П34ЗА-2 
3П343А1-2 
3П343А?2-2 
3П343АЗ-2 
3П344А-2 


НПО «Планета» 
НПО «Планета» 


| НПО «Планета» 


рр ь 
ыыы 
ооо || ® 


| НПО «Планета» 


| НПО «Планета» 476 


3П344А1-2 — |НПО «Планета» | 476 
3П344А2-2 | НПО «Планета» | 476 
31П344АЗ-2 НПО «Планета» 476 
3П344А4-2 НПО «Планета» 476 


выч 
— 
со 


НПП «Пульсар» 


В 
= 
со 


31П345Б-2 НПП «Пульсар» 


3П345А-5 НПП «Пульсар» 


78 
3П348А-2 | НПС «Планета» 478 


3П351А-2 | НПО «Планета» 478 
ЗПЗ51А-5 |НПО «Планета» 
|3П351А1-2 | НПО «Планета» 478 







[310353А-5 | НПО «Планета» | 480 | 


3П372А-2 НПП «Пульсар» 480 


пала [НПО чб» [40 


480 
| НПП «Пульсар» 480 
| НПО «Планета» 480 
| 480 













3П385А-2 
3П385Б-2 









| НПО «Планета» 





Тип Изготовитель Ст 
прибора (см. стр. 31) Р. 
|3П385В-2 НПО «Планета» 480 


пзазьв [НПО планы | 480. 
зы [НПО понты | 480 
пера» [лету | 0 


316028В-2 З-д «Пульсар» 480 
31602Г-2 З-д «Пульсар» 480 
|30602Д-2 | 3-д «Пульсар» 480 
31602Б-5 З-д «Пульсар» 482 
3п602Д-5 | 3-д «Пульсар» | 482 


позы [дали [а 
[306035-2 — |З-д «Пульсар» __ 482 | 
рпвозля [дали [а 
3П603Б-5 |3-д «Пульсар» 
306048-2 — |З-д «Пульсар» | 482_ 


82 
316048В-2 З-д «Пульсар» 482 
31п604Г-2 3-д «Пульсар» 


31п6045Б-5 З-д «Пульсар» 482 
31604В-5 З-д «Пульсар» 
31604Г-5 З-д «Пульсар» 482 


31605А-2 | НПО «Планета» 
3п605А-5 НПО «Планета» 484 


зп6о6А-2 З-д «Пульсар» 


3п606Б-5 
3П607А-2 | 3-д «Пульсар» | 484 


31п608В-2 З-д «Пульсар» 
3п608Г-2 З-д «Пульсар» 484 


ЗП608А-5 З-д «Пульсар» 484 
31п608Д-5 З-д «Пульсар» 


3П608Е-5 З-д «Пульсар» 484 
31П910А-2 З-д «Пульсар» 
поно  [здепулюар» | 486 


З-д «Пульсар» 486 
3П910Б-5 З-д «Пульсар» 486 


3П915А-2 З-д «Пульсар» 





Изготовитель 
Стр. 


(см. стр. 31) 


Тип 
прибора 


3П915Б-2 З-д «Пульсар» 486 


[31925А-2_ [НОП «Пульсар» 


НПП «Пульсар» 


3П925А-5 НПП «Пульсар» | 486 
31П927А-2 З-д «Пульсар» 486 
3П927Б-2 | 3-д «Пульсар» 
31927В-2 З-д «Пульсар» 

7Г-2 З-д «Пульсар» 
3П927Д-2 3-д «Пульсар» | 486 
3П929А-2 3-д «Пульсар» 486 


позе [ватуъарь |8 
злозове — [батуьаря [28 
488 


2Е701А | НПП «Пульсар» 

2Е7О1Б НПП «Пульсар» | 488 | 
2Е701В |НПП «Пульсар» | 488 
2Е701Г НПП «Пульсар» | 488 
21П101А Тонди электроника | 488 


211015 = |Тонди электроника | 488 
488 
488 _ 


2П103ВР 
2П103ГР 





2П201Б-1 


2П201В-1 488 
21П201Г-1 | АО «Восход» | 488 
21201Д-1 АО «Восход» | 488 
2П201Е-1 | АО «Восход» 488 


рпаояжя 80 вос» 488 
2120244 = АО «Восход» | 490 


2П202Е-1 | 490 
2ПЗО1А ППО «Октябрь» 490 


21305 — ППО «Октябрь» 490 
2пзов = ППО «Октябрь» 490 


АО «Восход» 


210301А-1 ППО «Октябрь» 490 
21301Б-1 ППО «Октябрь» | 490 | 
21301В-1 ППО «Октябрь» | 490 | 
2П301А-5 ППО «Октябрь» | 490 | 
2П302А | ППО «Октябрь» 490 


Указатель транзисторов и предприятий-изготовителей 29 





Тип ‚ Изготовитель |. 
: прибора ! (см. стр. 31) | м 
Уч 


|2п3025 | ППО «Октябрь» | 490 
203028 |ППО «Октябрь» | 490 
| 20302А-1 | ППО «Октябрь» 490 
| 21302Б-1 ППО «Октябрь» 490 
[203028В-1 ППО «Октябрь» 490 
| 2П30ЗА |31, 33 | 490 
|2730ЗВ 31. 33 | 490 
|2ПЗ0ЗГ 31. 33 | 490 
'2П3ЗоЗД ‚31, 33 | 490 
| 203033 |31. 33 | 490 
|20303И 31, 33 490 
2П304А | АО «Светлана» 492 


2П305А САРЗПУЛ 492 
| 203055 | САРЗПУЛ 


21305Г САРЗПУЛ 492 
|20305А-2 | САРЗПУЛ 492 
|20305Б-2 | САРЗПУЛ | 492 | 
|20305В-2 | САРЗПУЛ | 492 
[20305Г-2 | САРЗПУЛ | 492 
21306А НПП «Восток» 492 





| 
121306Д НПП «Восток» 492 






|2П306Е НПП «Восток» 492 
| 2ПЗ07А |3-д ПО «Фотон» | 492 
| 203075 ! 3-д ПО «Фотон» 492 
|27307В | 3-д ПО «Фотон» 492 
|[20307Г |3-д ПО «Фотон» | 492 
2П307Д 3-д ПО «Фотон» | 492 
2пзовА____|31.33 [| 492. 
лоб уз |492. 
2пзов _ |313 |492. 
2130г |313 | 492. 
21308 31,3 |492 
2П308А-1 |31, 33 492 
{2П308Б-1 | 31, 33 492 
|2П308Г-1 |31, 33 | 492 
21308Д-1 |31, 33 492 
пзовв-9 49 
|2п308В-9 494 
2пзовго [31.33 [494 
| пзовд-9 44 
|20308Е-9 | 31, 33 494 
|2П310А | НПП «Восток» 
1213105 НПП «Восток» 494 














Тип ‚ Изготовитель | Тип ` Изготовитель . Ст 
прибора | (см. стр. 31) | | прибора | (см. стр. 31) — Р. 

| ИЕ 

2П312А | 3-д «Пульсар» 494 | 2107118 Ж | 3-д «Пульсар» 500 | 


217118 И | 3-д «Пульсар» 
217118К | 3-д «Пульсар» | 500 
НО ОН НИ 


213125 3-д «Пульсар» | 494 
2П312А-5 З-д «Пульсар» 
'2П312Б-5 | 3-д «Пульсар» 
2ПЗ1ЗА НПП «Восток» 
2П313Б НПП «Восток» 
21313В НПП «Восток» | 494 




































2П322А |3-д ПО «Фотон» | 494 

2ПЗЗЗА 3-д ПО «Фотон» | 494 | | 2П712Б-5 | НПП «Пульсар» | 500 | 
2ПЗЗЗБ З-д ПО «Фотон» | 494 217128В-5 | НПП «Пульсар» | 500 
21П333ЗВ 3-д ПО «Фотон» | 494 21П7140А | 3-д «Транзистор» | 502 
2П7141А 3-д «Гранзистор» 502 
2П334А 3-д ПО «Фотон» 494 2П7142А | 3-д «Транзистор» 502 
21334Б З3-д ПО «Фотон» 494 21П7143А | З-д «Транзистор» 502 
2335.2 — 3-д ПО «Фотон» 496 2П7144А 3-д «Транзистор» 


2п3355-2 | 3-д ПО «Фотон» 2П7145А |-— 502 
2пзз6АЯ | З3-д ПО «Фотон» 496 2П1П762А |Нпп «Пульсар» | 502 


21336Б-1 3-д ПО «Фотон» | 496 |20762В |НПП «Пульсар» ! 502 | 

| 
2ПЗЗ7АР 3-д ПО «Фотон» | 496 | 21762Д |НПП «Пульсар» | 502 | 
2П337БР 3-д ПО «Фотон» | 496 20762Ж |НПП «Пульсар» | 502 


2ПЗЗ8АР-1 3-д ПО «Фотон» 496 21762К НПП «Пульсар» 502 
2П340А-1 | взпП 496 210762л НПП «Пульсар» 


213445 | 3-д «Пульсар» 21762И2 НПП «Пульсар» 504 
21347А-2 З-д «Пульсар» 21076261 НПП «Пульсар» 
21350А = |ППО «Октябрь» 21762Г1 |НПП «Пульсар» | 504 





2П350Б ППО «Октябрь» |496 2П762Е1 [НПП «Пульсар» : 504 | 
2П762Г1-5 | НПП «Пульсар» 
21601Б З-д ПО «Фотон» 498 21П762Е1-5 НПП «Пульсар» 
'20601А9 | 3-д ПО «Фотон» 498 2П762И2-5 НПП «Пульсар» 


м 
— 
© 
2 
Ф 
| 


ЗдПО «Фотон» | 498 
3-д ПО «Фотон» _ 498 
3-д ПО «Фотон» 
АПО фотон» птЭтго 


' 
р 
(ое) 
с | © 





юм №№ 
1715151515 
чо |< |© 
оооеее 
ЮФ ео 
рр 
м | м 


З-д «Пульсар» | 498 
2П80ЗА З-д «Пульсар» 
3-д «Пульсар» 498 2П803Б | 3-д «Пульсар» | 506 
498 2П815А | 3-д «Пульсар» | 506 
НПП «Пульсар» 498 21815Б | 3-д «Пульсар» | 506 
З-д «Пульсар» 21815В З3-д «Пульсар» | 506 
500 2П1815Г | 3-д «Пульсар» 506 
3-д «Пульсар» 500 21816А | З-д «Пульсар» 506 


3-д «Транзистор» 500 506 
з-д «Пульсар» | 500 506 
д «Пульсар» | 500 506 
3-д «Пульсар» 500 21904А |3 «Пульсар» | 506 | 


3-д «Пульсар» 500 219015 3-д «Пульсар» ' 506 | 


3-д «Пульсар» | 500 2П9ОЛА-5 | 3-д «Пульсар» 506 | 


юм юю юм юм юм №№ 
5159115995955 
О О О В О т О В Зы 
= |-> |555 ъь оо ео 
| ооо я 
пром >> 


3-д «Пульсар» | 500 21901Б-5 3-д «Пульсар» | 506 

































30 Указатель транзисторов и предприятия-изготовителя 
Тип | Изготовитель Стр. | Тип Изготовитель Стр. | Тип | Изготовитель | Сто. 
' прибора | (см. стр. 31) | прибора (см. стр. 31) | прибора (см. стр. 31) р 
2П902А | 3-д «Пульсар» 2П917А | 219415 НПА «Пульсар» | 514 
21902Б | 3-д «Пульсар» 21917Б 21941В НПА «Пульсар» 514 
2П90ЗА З-д «Пульсар» НЛПА «Пульсар» 210941Г НПИ «Пульсар» 514 


21903В З-д «Пульсар» 


2П90ЗА-5 З-д «Пульсар» 
2П903Б-5 З-д «Пульсар» 
2П903В-5 | 3-д «Пульсар» 
|20904А | 3-д «Пульсар» 
219045 | 3-д «Пульсар» 
2П905А |НАЙ «Пульсар» 






209055 | НПП «Пульсар» 
|20905А-5 |НПП «Пульсар» 508 
2П907А НПА «Пульсар» 508 


219076 НПП «Пульсар» 
21908 А З-д «Пульсар» 


21908 Б 3-д «Пульсар» | 508 
2П909А |3-д «Пульсар» | 508 
| 219095 |3-д «Пульсар» 508 | 


21909В З-д «Пульсар» 
508 


21909Г | З-д «Пульсар» 
2П911А 


| 3-д «Пульсар» | 508 | 


2П913А З-д «Пульсар» 











рпзгол_—_ Здепиывы  [ 50. 
пав [Злпьаы | 0. 
ЕТ 
пов Злаыьтьы | 0. 


10 
21922А-5 З-д «Гравитон» 10 


[пзальв — [Зарьною = 
2П923А | 3-д «Пульсар» 512 


|2П923Б З-д «Пульсар» | 512 








512 


2П928А НПИ «Пульсар» | 


НПО «Октава» 
|НПО «Октава» 


2П938Б НИИ «Восток» 


2п93з8В НПИ «Восток» | 512 


21938 Г НПИ «Восток» 
512 


21938 Д НПИ «Восток» 
2П941А НПП «Пульсар» | 514 





паза м 
51 


2145 |5 
219428 — 514 
—1 
рплз ы 
[2194255 Е 
21942В-5 — | 514 
2ПС104А АО «Восход» | 514 
1211045 | АО «Восход» | 514 | 
2пС104В АО «Восход» 514 
21С104Г ‚АО «Восход» 514 
21ПС104Д ‚АО «Восход» 514 | 
2ПС104Е АО «Восход» 514 
2ПС202А-2 —|АО «Восход» | 516 | 
2ПС202Б-2 | АО «Восход» | 516 
2пС2028-2 АО «Восход» 516 | 
2ПС202Г-2 АО «Восход» | 516 





|2ПС202д-1 — |АО «Восход» | 516 | 


2ПС202Е-1 — |АО «Восход» | 516 | 
21С316А-1 3-д ПО «Фотон» 


21ПС316Б-1 3-д ПО «Фотон» 
21ПС316В-1 3-д ПО «Фотон» 


2ПС316Г-1 | 3-д ПО «Фотон» 
| 














Адреса предприятий-изготовителей 31 





Адреса предприятий-изготовителей 


о 
Г № | Название предпри отовый ре 


1 |3-д «Алиот» | 396072, г. Нововоронеж, Воронежской обл., ул. Первомайская, д. 2 
2 |3-д ПО «Альфа» | [У1006, Рижск. з-д ППП АО «Альфа». г. Рига, ул. Ропажу, 140 | 
3 |ОАО «Ангстрем» | 124460, г. Москва, Зеленоград 
4 |3-д «Арсенал» | 143090, г. Краснознаменск, Московской обл., а/я 226 
5 „НПП «Восток» | 630075, г. Новосибирск. ул. Дуси Ковальчук, д. 276 
| 6 'АО «Восход» | 248014, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д 60-а | 
7 | ВЗИП | 394007, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 118-а 

8 |3-д «Гравитон» 274031, Украина, г. Черновцы, ул. Русская, д. 248 
[9 |ПО Знамя о 314002, Украина, г. Полтава, ул. Автобазовская, д. 2/9 | 

10 |3-д «Искра» | 432030, г. Ульяновск, ул, Репина, д. 2 





254136, Украина, г. Киев, ул. Северо-Сырецкая, д. 1 






11 |3-д «Квазар» 






12 ‚ЗАО «Кремний» 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103 








| 13 [СКБ «Элькор» | 360603, Республика Кабардино-Балкария, г. Нальчик. 
| | Государственное СКБ «Элькор» 
14 'НРП «Октава» | 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 220 
15 !3-д НИИПП | 634034, г. Томск, Красноармейская ул., д. 99-а 
| 16 НИИМП | 103460, г. Москва, г. Зеленоград 
| 17 АО «Орбита» 430904, г. Саранск, п/о Ялга 

18 | ППО «Октябрь» 287100, Украина. г. Винница, ул. Ватутина, д. 18 
9 НПО «Планета» 173004, г. Великий Новгород, Федоровский ручей, д. 2/13 
[ 20 АО «Плутон» | 107120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. | 
| 21 | НПП «Пульсар» | 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27 
22 ' З-д «Пульсар» | 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27 | 
23 ! ПРЗПП | 361005, Республика Кабардино-Балкария, г. Прохладный, ул. Ленина, д. 104 
| 24 | ПО «Рефлектор» | 410033, г. Саратов, проспект 50-летия Октября, д. 101 
25 | САРЗПУЛ 410033, г. Саратов, проспект 50-летия Октября, д. 101 | 
26. АО «Светлана» | 194156, г. С-Петербург, проспект Энгельса, д. 27 
’ 27 |3З-д «Старт» 107066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7 

28 | З-д «Транзистор» 220108, Республика Беларусь. Минск, ул. Корженевского, 16 | 
| 29 |«Гонди электроника» ЕЕ! 07, Эстония, г. Таллин, Пярнусское шоссе., д. 142 
‚ 30  УЛРЛЗД | 432028, г. Ульяновск, Октябрьская, д. 28-а 
31 !3-д. ПО «Фотон» | 700047, Узбекистан. г. Ташкент, ул. Пролетарская. д. 13 


32 :3-д «Экситон» | 142500, г. Павловский Посад Московской области. | 
ул. Интернациональная, д. 34-а 











| 
| 33 |АО «Элекс» | 601600, г. Александров, Владимирской обл. ул. Институтская, д. 3 | 


34 | АО «Электронприбор» 141120, г, Фрязино Московской обл, Заводской проезд, д. 2 
36 | ПО «НИИЭТ» 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а 
37 |3-д «Юпитер» 396750, г. Богучар Воронежской обл., ул. Здоровья, д. 11 
| 38 | НПО «Сатурн» | Украина, 252680, г. Киев, ул. 50 лет Октября, 2-6 


| 39 | АО «Эльдаг» 367009, г. Махачкала, ул. Авиационная. 7 
‚40 :3-д «Микрон» | 103460, г. Москва, Зеленоград 1, Западный проезд, 12 
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Перечень стандартизованных корпусов отечественного 








я 
Ф 
сл 
г 
© 
| 
с 
> 
-Ъ 
© 
сл 
№ 
сл 


производства 
Тип Стр. 
[кт 523 
|КТ-3-9 523 
| КТ-3-10 523 КТ-34-3 | 525 | 
КТ-3-11 523 КТ-34-4 525 | 
| КТ-3-12 | 523 КТ-34-5 ` 525 
| КТ-3-13 | 523 КТ-34-6 | 525 
| КТ-3-14 | 523 ты | 525 | 
[Кт-345 | 523 | [|КТ-34-8 525 _ 
КТ-3-16 523 КТ-34-9 525 
КТ-3-17 523 КТ-34-10 525 
КТ-3-18 523 525 
523 КТ-34-12 ' 525 
КТ-4-2 | 523 [КТ-34-1з Г 525 | 
КТ-5 528 КТ-34-14 525 | 
Кт-6 | 523 КТ-34-15 525 
523 КТ-34-16 | 525 
КТ-34-17 525 | 
523 
из в 56 
кт ея 56 
кт-35-3 526 
кТ.35-4 | 526 
КТ-15 524 КТ-35-5 | 526 
КТ-16 524 КТ-35-6 | 526 
КТ-17 524 КТ-35-7 526 
КТ-18 524 КТ-35-8 526 
КТ-19 | 524 КТ-35-9 | 526 
КТ-20 КТ-35-10 526 





2 54 56 
КТ-22 524 526 
КТ-23 524 КТ-35-13 | 526 
КТ-23ЗА 524 КТ-35-14 526 
КТ-24 524 КТ-35-15 526 
КТ-25 524 КТ-35-16 526 
КТ-26 524 КТ-35-17 526 
КТ-26А 524 КТ-35-18 526 
КТ-27 524 КТ-35-19 526 | 
КТ-28 524 КТ-35-20 | 526 
КТ-28А 524 526 
КТ-29 
кт-30 
КТ-42 526 
54 | ка 527 


| 
| 
© 
Фл 
№ 
© 





©_ 
©_ 
> 
© 
[% 
© 





а 
> 
с 
сл 
1%) 
— 





бл 
№ 
— 





КТ-64 ' 528 
КТ-65 ' 528 | 
528 | 
КТ-69 ` 528 
КТ-70 | 528 


КТ-66 | 


а 
ь. 
сл 
№ 
со 


КТ-75 528 | 
КТ-76 528 
КТ-77 ‚ 528 
КТ-78 528 
КТ-79 528 | 
КТ-80А 528 
КТ-80В | 528 
КТ-80С ' 528 | 
КТ-81 | 528 
КТ-82 528 
| | 
ко | 50° 
КТ-92 ' 529 | 
КТ-16-1 ` 529 | 
КТ-23В ‚ 529 | 
КТ-28-1 | 529 
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Перечень корпусов зарубежных транзисторов 


34 
5ОТ-37 35 
36 


5 


[507-89 
| $ОТ-89а | 536 
| 0Т-93 | 
ЗОТ-9За | 537 
307.100 | 
$ОТ-103 | 
$ОТ-121 
$ОТ-1220 
$0Т-123 
ЗОТ-128В | 
$ОТ-143 
$ОТ-143В 


$ОТ-160 
| $ОТ-161 
| $ОТ-1720 
$ОТ-173 


ЗОТ-186 


3 зак 9 








$ОТ-194 
$ОТ-199 
ОТ-223 
ЗОТ-262а1 | 534 
$ОТ-268 534 
$ОТ-273 534 
ЗОТ-279 | 534 


ЗОТ-289 534 
ЗОТ-323 535 
5ОТ-324 535 


| 
$01227 


$0Т-343 | 535 | 
| $О0Т-343В | 535 
| $ОТ-353 Г 535 | 
$О0Т-363 | 535 | 


ЗОТ-437а 








| то-96 
ТО-99 
ТО-72 
ТО-116 





ТО-119 





ТО-210 





ТО-217аа 
ТО-218 
ТО-220 


ТО-221 


ТО-247УАК 
ТО-226аа 
ТО-251 
ТО-252 


ТО-253 


ТО-263 
ТО-262АА 


540 
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Раздел 1 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 


1.1. Система условных обозначений 


Система условных обозначений (маркировка) отечественных полупроводниковых приборов ши- 
рокого и специального применения основывается на буквенно-цифровом коде. 

Элементы буквенно-цифрового кода отражают следующую информацию: тип исходного материа- 
ла, из которого изготовлен прибор, подкласс прибора, функциональное назначение и конструктив- 
но-технологические особенности. 


Первый элемент Буква или цифра, обозначает исходный полупроводниковый материал, на основе которого 
изготовлен полупроводниковый прибор 


| Второй элемент | элемент Буква, определяет подкласс полупроводникового прибора 
















Третий элемент | Цифра, определяет основные функциональные возможности (допустимое значение рассеи- 
| 
| ваемой мощности, граничную и максимальную рабочую частоту) | 

} 


\ Четвертый, пятый | Цифры и буквы, обозначают порядковый номер разработки технологического типа 
и шестой элементы 


Седьмой элемент Буква, определяет классификацию приборов по параметрам 


Первый элемент обозначения. Буква или цифра (для специального применения), обозначает 
исходный полупроводниковый материал, на основе которого изготовлен полупроводниковый прибор. 


Условное обозначение Исходный материал | 


. | 
Г или 1 | Германий или его соединения | 





| 
К или 2 | Кремний или его соединения 
| | : 
| А или 3 Соединения галлия (например, арсенид галлия) 


И или 4 Соединения индия (например, фосфид индия) 


Второй элемент обозначения. Буква, определяет подкласс полупроводникового прибора. 


| 
Условное обозначение Подкласс (или группа) приборов 
ПЕНИ Транзисторы (за исключением полевых) 


| Транзисторы полевые 





ЕЕтелЕЫ 


Третий элемент обозначения. 


Условное 


Назначение прибора 


обозначение 
Транзисторы биполярные 


Транзисторы малой мощности (с мощностью рассеяния Рх = 0,3 Вт): 





низкой частоты (Ёр < 3 МГц) 


2 | средней частоты (Ёр = 3...30 МГц) 
НЯ ЧИ 


т—=.. 
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Условное —] 
| Назначение прибора 
| обозначение ‚ 








| 3 | высокой частоты (р > 30 МГц) | 
| 
й | Транзисторы средней мощности (Рк = 0,3...1,5 Вт): | 
} } | 
| | 
4 | низкой частоты 

5 средней частоты 

6 высокой и сверхвысокой частот 

Транзисторы большой мошности (Рк > 1,5 Вт): 
| 

7 низкой частоты | 
8 | средней частоты 
| | р | 

9 | высокой и свервысокой частот 





| Транзисторы полевые 





Транзисторы малой мощности (Ре < 0,3 Вт): 


[ низкой частоты | 
. Й 
2 | средней частоты | 
| 


| 
| 

| 3 | высокой и сверхвысокой частот 
| 


Транзисторы средней мощности (Ре = 0,3...1,5 Вт): | 






| 
4 низкой частоты 
5 средней частоты 
6 высокой и сверхвысокой частот 
Транзисторы большой мощности (Ре > 1,5 Вт): 
7 низкой частоты 
8 средней частоты 


| 9 | высокой и сверхвысокой частот 
| 


Четвертый, пятый и шестой элементы обозначения. Цифры и буквы, которые обозначают 
порядковый номер разработки технологического типа. 


Условное 
' обозначение | 






Назначение прибора 


| От 01 до 999 | Определяет порядковый номер разработки технологического типа | 


Седьмой элемент обозначения. Буква, которая определяет классификацию приборов по па- 
раметрам. 





Условное 
обозначение 


Назначение прибора 





| От А до Я Определяет классификацию (разбраковку) по параметрам приборов, изготовленных по 
(кроме букв 3, О, Ч) | единой технологии 


3* 
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1.2. Условные графические обозначения транзисторов 


Ниже приводятся графические обозначения транзисторов. 





Условное графическое 
обозначение 


| 
7х 
ранзистор типа р-п-р 


| 
| 
| | | 
| | | 
| 


| | 


Наименование 













Транзистор типа п-р-п 
| 
| 


® Лавинный транзистор типа п-р-п 
| 
1 
С Однопереходный транзистор с р-базой 


| 
| 

, Хх 
Транзистор двухэмиттерный типа р-п-р 
- 





| . . 
Однопереходной транзистор с п-базой 
| 








! 9 Н 
| } 
| 
| » 
Полевой транзистор с каналом р-типа 
1 
и 14 
| Полевой транзистор с изолированным затвором обогащенного типа с п-каналом 
1 
р 
ИС 
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Окончание графических обозначений транзисторов 


Полевой транзистор с изолированным затвором обогащенного типа с р-каналом 


| 
ЯП | 


| 
| 

И 

| 

| 

| | Полевой транзистор с изолированным затвором обедненного типа с п-каналом | 
| 

| 
| 
| 


| 
Полевой транзистор с изолированным затвором обогащенного типа с п-каналом . 
| с внутренним соединением подложки и истока 
| 
| 
ип тс 











| 
1 2 
Полевой транзистор с двумя изолированными затворами обедненного типа с п-ка- 
| налом и с выводом от подложки 
| 





- 


К(С) Э(Е) 
Условные графические обозначения БТИЗ (1@ВТ-транзисторов) 
м 
| КС) Э(Е). 


Раздел 2 
БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ 


2.1. Буквенные обозначения параметров биполярных транзисторов 




















1 В 
Буквенное | 
обозначение Параметр 
отечественное _ международное 
[КБО [сво Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при за- 
| | данном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе | 
| эмиттера 
Н] , 
| [ЭБО | ЕВО Обратный ток эмиттера — ток через эмиттерный переход при заданном в 
| | ратном напряжении эмиттер-база и разомкнутом выводе коллектора. 
[Кэо | [СЕО Обратный ток коллектор-эмиттер при заданном обратном напряжении кол- 
| лектор-эмиттер и разомкнутом выводе базы. 
[КЭВ | [СЕВ | Обратный ток коллектор-эмиттер при заданных обратном напряжении ол. 
| лектор-эмиттер и сопротивлении в цепи база-эмиттер. 
а 
[КЭК [СЕЗ Обратный ток коллектор-эмиттер при заданном обратном напряжении кол- 
лектор-эмиттер и короткозамкнутых выводах базы и эмиттера. 
[Кэу [СЕУ Обратный ток коллектор-эмиттер при заданном обратном напряжении | 


коллектор-эмиттер и запирающем напряжении (смещении) в цепи ба-| 
| 


| за-эмиттер. 
| 

| 

| 

| 


Кэх | СЕХ | Обратный ток коллектор-эмиттер при заданных обратном напряжении кол-| 
лектор-эмиттер и обратном напряжении база-эмиттер. 





| [К тах [С тах Максимально допустимый постоянный ток коллектора. 
| [5 тах ГЕ пах | Максимально допустимый постоянный ток эмиттера. | 
[Б тах , | [В тах | Максимально допустимый постоянный ток базы. | 
Пкнтык [СМ ик [Максимально допустимый импульсный ток коллектор. | 

[Э. и тах |[ЕМ тах Максимально допустимый импульсный ток эмиттера. | 
[КР — Критический ток биполярного транзистора. 
ОКБО проб ОВ) СВО | Пробивное напряжение коллектор- база при заданном обратном токе кол- 


лектора и разомкнутой цепи эмиттера. 





ОЭБО проб ПОВ) ЕВО Пробивное напряжение эмиттер-база ‘при заданном обратном токе 

| | эмиттера и разомкнутой цепи коллектора. | 

| 

| ; / 

\ ОКЭО проб | О(вв) СЕО | Пробивное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора | 
| 


и разомкнутой цепи базы. | 


Пробивное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора! 
и заданном (конечном) сопротивлении в цепи база-эмиттер. 


Пробивное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора 


и короткозамкнутых выводах базы и эмиттера. | 


ОКЭ\У проб | 9(ВВ) СЕУ | Пробивное напряжение коллектор-эмиттер при запирающем напряжении в 
| | цепи база-эмиттер. 
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Продолжение буквенных обозначений 





обозначение Параметр 


| 
| отечественное | международное 


ОКЭХ проб вв) СЕХ Пробивное напряжение коллектор-эмиттер при заданных обратном напря- 
жении база-эмиттер и токе коллектор-эмиттер. 


0.) СЕО Граничное напряжение транзистора — напряжение между коллектором и 
эмиттером при разомкнутой цепи базы и заданном токе эмиттера. 





Напряжение смыкания транзистора. 





| 
Окэ нас | ОСЕ ба! Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при заданных токах базы и. 
коллектора. 
| ОБЭ нас | ОВЕ за1 Напряжение насыщения база-эмиттер при заданных токах базы и эмит- 
| | тера. о 


ОЭБ пл ОЕВЯ Плавающее напряжение эмиттер-база — напряжение между эмиттером и 
| базой при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутой 
цепи эмиттера. 


Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база. 
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер. 
ОЭБ тах ОЕВ тах Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база. 


Г ОКЭ._и мах Г ОСЕМ тах Максимальное допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер. | 
ОКЗ. ипах | СЕМ пах | Максимальное допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер. | 


1 ОКБ и мах ГП ОСВМ тах Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база. 











Максимально допустимое импульсное напряжение эмиттер-база. 


с 
Ф 
|. 
= 
3 
> 
х 
с 
п] 
|% 
= 
3 
> 
х 


Р | Р+о1 Постоянная рассеиваемая мощность транзистора. 


р Шы Постоянная рассвиваемая мощность транзистор. 
Ро [РА 
| Ри Рм Импульсная рассеиваемая мощность транзистора. 

РК [Постоянная рассеиваемая мощность коллектор. 
|Рк.тпк | Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом. 
ван мшьветь ава 
Максимально допустимая импульсная рассеиваемая мощность. 


| РК тах | Рс тах `| Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мошность коллектора. 
| РК ср пах | Максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность коллектора. 
| Гб ГБ, ГЬ Сопротивление базы. 

ГКЭ нас ГСЕ. а! Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером. 









Входная емкость транзистора для схем с общим эмиттером и общей базой 
соответственно. 


| спе, С11Ь 






СИ», С116 
Выходная емкость транзистора для схем с общим эмиттером и общей ба- 


С225, С226 С22е, С22Ь 
зой соответственно. 


| сх Емкость коллекторного перехода. 
Сэ 


| 
| Се Емкость эмиттерного перехода. 








| р | Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с 
' общим эмиттером. 





р 
121э, 1216 Н21е, Не; Предельная частота коэффициента передачи тока транзистора для схем с 
21ь, НЫ общим эмиттером и общей базой. 





о емяклюменя 
мя выкающения, 
о мяаадежи 
ааа 
а раееаеываня 
и Врем спала 
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Окончание буквенных обозначений 








Буквенное 
обозначение Параметр 
| отечественное ‚ международное | 

ПНэ, 0116 Вне, ВИНЫ; Входное сопротивление в режиме малого сигнала для схем с общим эмит- 

"Бе, ПБ тером и общей базой соответственно. 
021э, 0216 021е, №215; Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого | 
| ее, В сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно. 
| 621ъ, 126 | Б12е, 6196: | Коэффициент обратной связи по напряжению транзистора в режиме мало-! 
'Оге. Иго | го сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно. __: 
| 022э. 1226 | 629е, В29ь; | Выходная полная проводимость транзистора в режиме малого сигнала для | 
`Пое, ПоБ схем с общим эмиттером и общей базой соответственно. 
ь | 
| | Бо! | | Боте | Модуль коэффициента передачи тока транзистора на высокой частоте. 
. 1 
11 Э ВНЕ, МЕ | Входное сопротивление транзистора в режиме большого сигнала для схе-| 
' | 


| мы с общим эмиттером. 










| Н21Е, НЕЕ | Статический коэффициент передачи тока для схемы с общим эмиттером в 
режиме большого сигнала. 





| Статическая крутизна прямой передачи в схеме с общим эмиттером. 
| 





} _ ю 
| Унь», Уиб [Упе, УШЬ; | Входная полная проводимость транзистора в режиме малого сигнала для | 
Г Уфе, У | схем с общим эмиттером и общей базои соответственно. | 

| | 
| У12», У126 | У1ое, У19ь: Полная проводимость обратной передачи транзистора в режиме малого 

| Уге, Угь сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно. 

У21э, У216 | У21е, У21ь; Полная проводимость прямой передачи транзистора в режиме малого сиг-} 
| Уе. Уь | нала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно. 

У22ъ, У256 | У22е, У25ь; Выходная полная проводимость транзистора в режиме малого сигнала для 
| Усе. Уоь схем с общим эмиттером и общей базой соответственно. 









Зе, Эй, Эс эмиттером, общей базой и общим коллектором соответственно. 





| 

| - р 
|" ЗИб, Эк Не, Э11Ь, Эс Коэффициент отражения входной цепи транзистора для схем с общим 
| 

| 


— 
| $125, $126, $19к | $196, $125, $19с; | Коэффициент обратной передачи напряжения для схемы с общим эмитте- | 
| Зге, Э‚. Эгс | ром, общей базой и общим коллектором соответственно. | 
| | 

| $295, 5226, $22 | 529е, 5295, 529%; | Коэффициент отражения выходной цепи транзистора для схемы с общим | 
, | Зое, ЭоБ, Эос эмиттером, общей базой и общим коллектором соответственно. | 
5215, 5216, 52|к | 521е, 5216, ЭЗ|с; | Коэффициент прямой передачи для схем с общим эмиттером, общей базой 

5, Э№, ЭЮ и общим коллектором соответственно. 






[5е, [5, [5с Частота, при которой коэффициент прямой передачи равен | ($21е=1, 









$216=1, $21‹=1). 
Коэффициент усиления мощности. 
"— Номинальный коэффициент усиления по мощности. 
О С Е ООО 
окр ГТА, Тать Температура окружающей среды. | 
т еераура корпув, 
ТТ: | Т, Температура перехода. 


Тепловое сопротивление от перехода к окружающей среде. 













Тепловое сопротивление от перехода к корпусу. 


Тепловое сопротивление от корпуса к окружающей среде. 
м йЙйЙЙЙ 


| 
|7. пак | Вс Тепловая постоянная времени переход-корпус. | 
| 


| ! 
|| тт. п-с | фа | Тепловая постоянная времени переход-окружающая среда. | 
| | м 


| 


|| тт. к-с | Т(рса Тепловая постоянная времени корпус-окружающая среда. | 
ОН О НИИ 
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2.2. Параметры и характеристики биполярных транзисторов 


Перечень параметров, включаемых в ТУ, характеризующих свойства полупроводниковых при- 
боров, выбирается с учетом их физико-технологических особенностей и схемного назначения. 
В большинстве случаев необходимы сведения об их статических, динамических и предельных пара- 
метрах. Статические параметры характеризуют поведение приборов при постоянном токе, динами- 
ческие — их частотно-временные свойства, предельные параметры определяют область устойчивой 
и надежной работы. 

В справочники, стандарты или ТУ на полупроводниковые приборы включается необходимая 
для детального расчета схем информация о параметрах: нормы на значения параметров, режимы их 
измерений, максимальные и максимально допустимые значения параметров, вольт-амперные харак- 
теристики, зависимости параметров от режима и температуры, конструктивно-технологические осо- 
бенности приборов, их основное назначение, специфические требования, методы измерения 
параметров, типовые схемы применения. 

Постоянные (случайные) изменения технологических факторов оказывают существенное влия- 
ние на значения параметров изготавливаемых приборов. Поэтому значения параметров даже одного 
типа приборов являются случайными величинами, т. е. имеется отклонение от среднего (типового, 
номинального) уровня. Для некоторых параметров устанавливаются граничные (предельные) значе- 
ния (нормы) и возможные отклонения (разброс). Нормы на разброс параметров устанавливаются 
на основе экспериментально-статистических данных при обеспечении надежной и устойчивой рабо- 
ты приборов в различных условиях и режимах применения, а также исходя ‘из экономических со- 
ображений. 

В зависимости от технологии и качества изготовления приборы имеют различные диапазоны 


разброса параметров. Для одних параметров (КБО, Ск, гб’Ск, ОКЭ нас, Кш) предусматривается односто- 
роннее ограничение (по минимуму или максимуму), для других (121ъ, В21э,) — двустороннее. 

Параметры транзисторов, определяемые геометрией конструкции (длиной, шириной, площадью 
или объемом отдельных областей): емкости переходов, распределенное сопротивление базы, частот- 
ные характеристики — подвержены меньшим изменениям, чем параметры, зависящие от состояния 
поверхности. Состояние поверхности определяет значения пробивных напряжений и стабильность 
обратных токов, коэффициент усиления. 


Пробивные (максимальные) и максимально допустимые напряжения 

Максимальное напряжение, которое может выдерживать диод или транзистор, ограничивается 
явлением пробоя. Пробой р-п-перехода выражается в резком увеличении обратного тока при дости- 
жении обратным напряжением определенного (критического) значения. Различают электрический и 
тепловой пробои. Механизм пробоя определяется физическими параметрами исходного материала, 
типом проводимости, мощностью прибора, конструктивно-технологическими факторами, внешними 
условиями и другими причинами. 

Существуют два вида электрического пробоя: туннельный (зенеровский) и лавинный, связанные 
с увеличением напряженности электрического поля в р-п-переходе. Туннельный и лавинный пробои 
различаются знаками температурного коэффициента напряжения (ТКН) — отрицательным для тун- 
нельного (он уменьшается с ростом температуры) и положительным для лавинного (он увеличивает- 
ся с ростом температуры). Электрический пробой определяется характеристиками р-п-перехода 
(шириной, объемными и поверхностными свойствами, удельным сопротивлением исходного материа- 
ла). Оба вида электрического пробоя находят применение в стабилитронах: в области пробоя напря- 
жение слабо зависит от тока, что и определяет стабилизацию напряжения. 

Тепловой пробой возникает из-за потери устойчивости теплового режима работы и появления те- 
плоэлектрической обратной связи. При плохих условиях теплопередачи от перехода происходит повы- 
шение его температуры (саморазогрев) и возможно разрушение прибора из-за перегрева (общего или 
локального). На вольт-амперной характеристике появляется участок с отрицательным дифференци- 
альным сопротивлением. Вероятность возникновения теплового пробоя существенно зависит от теп- 
лового сопротивления прибора, внешних условий, схемы включения, элементов входной цепи, 
рабочего тока и напряжения на приборе. Чем выше Тп мах и ниже обратные токи и тепловые сопротив- 
ления, тем более устойчивы к тепловому пробою приборы. Теплового пробоя можно избежать, обеспе- 
чив тепловую стабильность режима работы прибора, т. е. хороший теплообмен. Напряжения 
теплового пробоя значительно больше напряжений лавинного и туннельного пробоев для кремниевых 
приборов. 
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Транзисторы характеризуются максимальными (пробивными) напряжениями переходов 
(ОКБО проб, ЧЭБО проб, Чобр). Кроме того, максимальное напряжение коллектор-эмиттер зависит от 
схемы, в которой применяется транзистор, — от условий во входной цепи (между эмиттером и ба- 
зой), т. е. от значений сопротивлений Вб- и В. и напряжения смещения. Значения напряжения кол- 
лектор-эмиттер для произвольной схемы (ОкКэв проб, ОКЭК проб, ЧКЭ\У проб) находятся а интервале 
между значениями напряжений Окэо проб и ЧКБО проб. Пробивное напряжение ЧКкэЭо проб является 
наименьшим из всех возможных пробивных напряжений коллектор-эмиттер и соответствует наихуд- 
шим условиям на входе, когда цепь базы отключена (Вбэ = о), т. е. ОКБО проб > ЧКЭХ проб > 
> Окэк проб > ЧКЭВ проб > ЧКЭО проб (рис. 2.1). Схемы измерения пробивных напряжений и обратных 
токов приведены на рис. 2.2, а-е. Для обеспечения стабильной и надежной работы транзисторов ра- 
бочее напряжение коллектор-эмиттер выбирают меньше ОКкэЭо проб. Изменение напряжения коллек- 
тор-эмиттер от сопротивлений Вб5 и Въ характеризуется зависимостью ЧкКЭвпроб ОТ этих 
сопротивлений. При включении сопротивления В. входное сопротивление увеличивается, поэтому 
возможно увеличение Вбь (см. рис. 2.2, д). Имеется критическое сопротивление в цепи базы Ввэ кр, 
при котором начинается снижение допустимого рабочего напряжения (рис. 2.3). Чем больше Вб», тем 
сильнее зависимость ОКЭВ проб ОТ температуры. Сопротивление Вэ существенно изменяет ОКкКэв проб, 
если оно сравнимо или больше входного сопротивления транзистора. 

‚ Напряжение Окэк проб используется для расчета схем с трансформатором или резонансным кон- 
туром на входе; напряжение ЧЭБО проб — для расчета напряжения запирания переключающих или 
усилительных схем при работе с отсечкой коллекторного тока; напряжение ОкКБО проб — для расчета 
режимов работы запертого транзистора и схем с общей базой. 


Укэв проб 


УкБО проб 





Укэо проб Окэх проб ЧУКЭ 


Рис. 2.1. Выходные вольт-амперные характеристики транзистора в области пробоя 
при различных условиях на входе 


Кэо 11% 
—> 


+ 


(и 
|) КБО 





а) ОКБО проб ЧКБ ОКЭО проб Окэ 






Вбэ2 < Вбэ1 





ОкЭк проб Чкэ 





/ 


|9) 
кэ ОКЭ\У проб Чкэ 


ОКЭВ проб 
д) е) 


Рис. 2.2. Схемы измерения пробивных напряжений и обратных токов 
при различных условиях на входе 
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Рис. 2.3. Зависимость пробивного напряжения от сопротивления 
резистора в цепи базы 


Пробивные напряжения переходов устанавливаются при определенном значении тока (напри- 
мер, для маломощных транзисторов напряжение ЧКБО проб фиксируется при токах от 1 до 200 мкА). 
Пробивные напряжения снижаются, если повышается температура, т. е. приборы могут выйти из 
строя при напряжениях, безопасных при нормальной температуре. 

Максимально допустимые напряжения устанавливаются по наименьшим из измеренных значе- 
ний пробивных напряжений с некоторым запасом для обеспечения надежной работы приборов. Мак- 
симальные и максимально допустимые напряжения определяют верхнюю допустимую границу 
рабочего диапазона обратных напряжений диодов и транзисторов. 

При некотором сочетании параметров (при больших напряжениях и токах, даже не превышаю- 
щих предельных значений) у любого транзистора в активном режиме при прямом или обратном (в ре- 
жиме отсечки) смещении на переходе эмиттер-база может возникнуть второй пробой (рис. 2.4). 
Поэтому изготовители приборов определяют области их безопасной работы, исключающие этот вид 
пробоя, сходного с тепловым. Кроме того, созданы транзисторы с по- 
вышенной устойчивостью ко второму пробою (например, транзисто- 
ры с эпитаксиальной базой, с балластными стабилизирующими 
резисторами в цепях эмиттеров). Существуют также схемные реше- 
ния, уменьшающие вероятность возникновения второго пробоя. 
В большей степени второму пробою подвержены транзисторы, рабо- 
тающие с индуктивной нагрузкой в ключевом режиме (при запира- | 
нии). Вследствие второго пробоя значительно сужается область 2 т 
безопасной работы мощных высокочастотных транзисторов. Даже Рис. 2.4. Форма вольт-амперной 
при наличии запасов по предельным параметрам они могут ВЫЙТИ ИЗ х„рактеристики в области второго 
строя при средней мощности, меньшей предельно допустимой. Часто пробоя (Ц! и Ц2 — напряжения 
в ГУ для прямого смещения приводятся значения тока, при которых первого и второго пробоя) 
происходит второй пробой. 


Окэ 


Максимальные токи 

Максимальный ток, протекающий через полупроводниковый прибор, определяется допустимой 
рассеиваемой мощностью, коэффициентом усиления, уменьшающимся при увеличении тока [к (напри- 
мер до значения |219 < 10), критическим током, при котором происходит второй пробой, сопротивле- 
нием Гко „ас транзистора. Поэтому для увеличения максимального тока стараются уменьшить гКЭнас И 
Опр, увеличить рассеиваемую мощность (т. е. уменьшить тепловое сопротивление, увеличить допусти- 
мую температуру перехода), повысить устойчивость ко второму пробою, уменьшить снижение коэф- 
фициента усиления при увеличении тока к. Максимально допустимый ток устанавливается через 
максимальный с учетом коэффициента запаса. 

Максимальный ток базы ограничивается сопротивлениями вывода и контактов базы. Ограниче- 
ние максимального тока коллектора, как правило, наступает раньше, чем достигается максимальный 
ток базы. 


Обратные токи 

Обратные токи и их зависимости от приложенных напряжений и температуры учитываются при 
расчете режима работы транзисторов. 

Значение обратного тока через переход зависит от свойства материала, технологии изготовле- 
ния (геометрии перехода, состояния поверхности), мощности прибора и рабочей температуры. Пол- 
ный обратный ток р-п-переходов [обр состоит из трех компонентов: теплового тока 1, тока 
термогенерации [+ и тока утечки у. 
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Тепловой ток зависит от физических свойств материала и обычно характеризуется температу- 
рой удвоения (приращением температуры, вызывающим удвоение теплового тока). У кремниевых он 
значительно меньше, чем у германиевых р-п-переходов при одной и той же площади перехода. Ток 5 
экспоненциально зависит от температуры, причем у германиевых диодов он примерно удваивается 
при увеличении температуры на каждые 7...10 °С, у кремниевых — на каждые 8...12 °С. 

Особенностью тока термогенерации является зависимость от напряжения (ширина перехода 
увеличивается с ростом напряжения, и ток |т возрастает). Он пропорционален „/( но увеличива- 


обр ’ 
ется с ростом температуры слабее, чем ток [о. Ток о начинает превышать [+ при температуре 100 °С. 
При комнатной температуре для германиевых р-п-переходов [1 обычно мал и меньше То, но для крем- 
ниевых, у которых |+ является главным компонентом полного обратного тока, |+ >> То (на несколько 
порядков). Ток [: для германиевых приборов становится соизмеримым с током 1 лишь при отрица- 
тельной температуре. 

Ток утечки [у обусловлен проводимостью поверхности кристалла (характером ее обработки), 
связан с нарушением кристаллической решетки, наличием окисных пленок, шунтирующих переход, 
загрязнением поверхности и является основной причиной нестабильности Тобр во времени. При повы- 
шении напряжения ток [у растет почти линейно и слабо зависит от температуры. Обычно у реальных 
кремниевых р-п-переходов Ту > [о + [.. 

Небольшой наклон вольт-амперных характеристик свидетельствует о том, что основная состав- 
ляющая обратного тока — не зависящий от напряжения ток [6. Если же характеристики имеют боль- 
шой наклон. то основными составляющими являются токи [т и [у. Большой ток 1, нарушает 
указанный выше закон удвоения, т. е. увеличение [обр ослабляет его зависимость от температуры. 

Транзисторы характеризуются обратными токами переходов эмиттер-база 1эБо и коллектор-ба- 
за 1кБО, а также обратным током между коллектором и эмиттером, значение которого, как и про- 
бивное напряжение между коллектором и эмиттером, зависит от условий во входной цепи 
транзистора. 

Обратный ток коллектора ШкБо экспоненциально увеличивается с ростом температуры. Считает- 
ся, что он изменяется приблизительно на 6...8% у германиевых приборов и на 8...10% у кремниевых 
при изменении температуры на 1 °С (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Зависимость обратного тока коллектора от температуры 


Обратные токи обычно определяются при максимальных обратных напряжениях. Большие об- 
ратные токи переходов свидетельствуют о недостаточно хорошем качестве приборов. 


Тепловые параметры 

К тепловым параметрам приборов относятся минимальная Тпл ша и максимальная Тл тах темпера- 
туры перехода, тепловые сопротивления В+, тепловые постоянные времени тт и теплоемкости Су. 
Они определяют стабильность работы полупроводниковых приборов при изменении температуры, ог- 
раничивают максимальные мощности, токи и напряжения, допустимые диапазоны температур окру- 
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жающей среды, при которых обеспечивается надежная работа. В частности, параметры Вт, тт, С+ 
позволяют определять нагрев транзистора ‘или диода в рабочем режиме. 

Как уже отмечалось, максимальная мощность полупроводниковых приборов в различных услови- 
ях эксплуатации ограничивается максимальной температурой перехода, при достижении которой 
либо резко ухудшаются их параметры, либо они выходят из строя из-за теплового пробоя переходов. 
При постоянных условиях окружающей среды Тн является функцией электрической мощности 
Р = 1, приложенной к прибору, и зависит от его структуры, теплофизических характеристик мате- 
риалов (типа исходного материала, степени его легирования, состояния поверхности) и других техно- 
логических факторов. Кремниевые р-п-переходы сохраняют свои свойства до температуры 
150...200 °С. германиевые — до 70...120 °С. 

В процессе работы на р-п-переходах выделяется основная мощность и происходит повышение 
температуры. Так как р-п-переход нагревается до температуры, большей, чем температура корпуса и 
окружающей среды, то для полупроводниковых приборов устанавливается диапазон максимально до- 
пустимой окружающей температуры: для кремниевых приборов —60...+125 °С, для германие- 
вых —60...+70 °С. Связь между Тп и Токр описывается формулой Тп - Токр = В:Р, где В: показывает 
возрастание температуры на единицу рассеиваемой мощности. 

Приводимые в справочниках значения Тп тах определяются экспериментально или рассчитыва- 
ются и имеют запас по сравнению со значением температуры, при которой наступает разрушение 
прибора. \ 

Измерять Тп прямыми методами сложно, поэтому используются косвенные методы, при которых 
она оценивается по значению какого-либо термочувствительного параметра. Термочувствительными 
параметрами диодов являются обратный ток [обр и прямое напряжение Опр, а транзисторов — обрат- 
ные токи [кБО, [э50, напряжения ОэБ, ЧкБ, коэффициент передачи тока В21э, входное сопротивление. 
Температуру рабочих областей полупроводниковых приборов измеряют и другими методами, напри- 
мер методом регистрации инфракрасного излучения, физическим (термопарой). 

Теплообмен между переходом и окружающей средой принято характеризовать тепловым сопро- 
тивлением прибора — сопротивлением элементов конструкции распространению тепла от перехода к 
корпусу и теплоотводу, которое определяется конструкцией прибора, теплопроводностью ее элемен- 
тов и системой охлаждения корпуса. Тепловое сопротивление переход—среда Вт, п-с необходимо 
знать для расчета допустимой рассеиваемой мощности маломощных диодов и транзисторов, обычно 
работающих без теплоотвода, а тепловое сопротивление переход—корпус В+, п-к — для расчета режи- 
ма работы мошных приборов при наличии внешнего радиатора (рис. 2.6). Обычно В+. п.с >> Вт, п-к (со- 
противление Вт, п-к остается постоянным только в случае работы при малых плотностях тока). Тепло 
от кристалла с переходами к корпусу или радиатору отводится за счет теплопроводности, а от корпу- 
са в окружающее пространство — конвекцией и излучением. 


Ат, К-С 





Переход Среда 


Рут, к-р Вт, р-с 


Рис. 2.6. Тепловая эквивалентная схема транзистора с теплоотводом 
(Вт. п-к, Вт, к-с, Вт, к-р» Вт, р-с — тепловые сопротивления переход— корпус, 
корпус—среда, корпус—радиатор и радиатор—среда соответственно) 


Для охлаждения корпуса мощного прибора вместо радиатора может использоваться поток жид- 
кости или газа. При применении радиатора нагрев полупроводникового прибора зависит от качества 
теплового контакта корпуса с радиатором, т. е. сопротивление корпус—среда Вт, к-с зависит от типа 
радиатора, метода крепления, чистоты сопрягающихся поверхностей, усилия, с которым прижимается 
прибор (контактного давления). Для уменьшения контактного сопротивления применяются специаль- 
ные смазки (например, кремнийорганические) и пасты, заполняющие пустоты между контактирующи- 
ми поверхностями, а также прокладки из мягких, легко деформируемых металлов: свинца, индия, 
меди, алюминия. 


Тепловые постоянные времени переход—корпус тт, п-к и корпус—среда тт, кс используются для 
расчета теплового режима приборов в динамическом режиме и характеризуют скорость нарастания 
температуры отдельных участков объема полупроводникового прибора, когда температура перехода 
значительно изменяется за период действия импульсной мощности. Постоянная времени тт, п-к опре- 
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деляется по переходным тепловым характеристикам нагревания или остывания приборов и зависит 
от типа материала и конструкции приборов; тт, к-с зависит от способа отвода тепла от прибора. По- 


стоянная времени переход— среда тт, п-с характеризует время установления теплового режима диодов 
и транзисторов без теплоотвода. 

Значения теплоемкостей переход—корпус Ст, п-к и корпус—среда С+, к-с необходимы при опреде- 
лении тепловых режимов в случае работы приборов при малых длительностях импульсов. Они опре- 
деляются экспериментально. 

Для приборов средней и большой мощностей, используемых с радиатором, обычно оговаривает- 
ся предельная температура корпуса прибора. 

Для зарубежных приборов часто указывается максимальная температура хранения, которая яв- 
ляется предельной температурой перехода данного прибора. При больших температурах даже в нера- 
бочем состоянии могут происходить необратимые изменения свойств прибора. При высокой 
температуре активизируется действие примесей на поверхности кристалла, поэтому скорость дегра- 
дации электрических параметров выше, чем при низких температурах. 


Рассеиваемая мощность 

Рассеиваемая мощность определяется физическими свойствами полупроводникового материала, 
геометрическими, конструктивно-технологическими и тепловыми характеристиками прибора. Мощ- 
ность, рассеиваемая транзистором, состоит из мощностей, выделяемых на переходах коллек- 
тор—база и эмиттер—база: Ровщ = Рэ + Рк = 150вэ + КОкэ = Рк (часто величиной Рэ можно 
пренебречь, так как Рэ < Рк). Различают максимально допустимую рассеиваемую мощность в стати- 
ческом и импульсном режимах. В последнем случае она зависит от формы, длительности, частоты и 
скважности импульсов. При тепловом равновесии рассеиваемая мощность расходуется на нагревание 
и влияет на температуру перехода при заданной температуре окружающей среды Токр или температу- 
ре корпуса Тк. 

Максимальная мощность, рассеиваемая диодом или транзистором, ограничивается максималь- 
ной температурой перехода Тн, а также рядом специфических процессов, определяющих максималь- 
ные напряжения и токи. Зависимость между максимальной (максимально допустимой) мощностью 
рассеяния и максимальной температурой перехода для прибора без радиатора (теплоотвода) имеет 
вид РК тах = (Ти — Токр)/ Вт, п-с, где Вт, п — тепловое сопротивление переход— среда. 

Для приборов, работающих с внешним теплоотводом, Рк.т тах = (Тн -— Тк) / В+, п-к, где Вт, п-к — 
тепловое сопротивление переход—корпус. Максимальная (максимально допустимая) мощность при 
увеличении Токр или Тк линейно уменьшается. Она рассчитывается в соответствии с указанными 
формулами или находится из типовых зависимостей, которые приводятся для конкретных приборов 
(рис. 2.7). Для мошных транзисторов значения РК, т тах приводятся в справочниках при условии иде- 
ального отвода тепла или для радиаторов различных размеров (рис. 2.8, 2.9). Максимально допусти- 
мая мощность, в отличие от максимальной, приводится с запасом, гарантирующим заданную 
надежность. 
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Рис. 2.7. Зависимость рассеиваемой мощности от 
температуры 


Токр, °С 


Рис. 2.8. Зависимость рассеиваемой мощности от 
температуры при различных значениях и площади 
радиатора $р 
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Рис. 2.9. Зависимость мощности рассеяния от площади радиатора 


при различных значениях температуры 


Коэффициент передачи по току 


Коэффициент передачи |Н21э транзистора зависит от тока коллектора (эмиттера); с увеличением 
тока [к (1э) он сначала возрастает, достигает максимума, а затем уменьшается. В зависимости от тех- 
нологии изготовления максимум кривой №21э = ФК) может быть резко выраженным или размытым 
(рис. 2.10). Например, максимум этой кривой у меза-транзисторов достигается при токах, на 1—2 
порядка больших, чем у сплавных. После прохождения максимума 121э уменьшается приблизительно 
обратно пропорционально [к. Такая неравномерность усиления в диапазоне токов является источни- 
ком нелинейных искажений. В мощных транзисторах спад коэффициента передачи происходит более 
резко, чем в маломощных. Особенно резкий спад происходит у сплавных кремниевых р-п-р транзи- 
сторов (из-за физико-технологических причин). Поэтому не удалось создать такие транзисторы на 


большие рабочие токи. Для повышения усиления используются составные транзисторы. 
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Рис. 2.10. Типовые зависимости коэффициента передачи 
от тока коллектора 


У сплавных приборов 121э растет с увеличением напряжения на коллекторе Ок, у диффузион- 
ных эта зависимость слабо выражена (она наблюдается лишь при малых напряжениях на коллекто- 


ре). С ростом температуры 1№21э обычно увеличивается (рис. 2.11). 
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Рис. 2.11. Зависимость относительного коэффициента передачи от тока коллектора, при различных значениях темпе- 


ратуры и напряжения (— — — Окэ = [| В, ——— Окэ = 10 В) 
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Составные транзисторы 

Составной транзистор фактически представляет собой соединение двух биполярных транзисто- 
ров по определенной схеме, имеющей три внешних вывода, Например, в составном транзисторе по 
схеме Дарлингтона (рис. 2.12, а, 6) коллекторы соединены вместе, входом служит база транзистора 
УТТ, а эмиттером — эмиттер транзистора УТ2. Для обеспечения нормальных режимов работы управ- 
ляющего УТ] и выходного УТ2 транзисторов по постоянному току и напряжению транзистор УТ2 де- 
лается более мощным. Такой составной транзистор функционально соответствует одному 
транзистору с высоким результирующим коэффициентом передачи тока, равным произведению коэф- 
фициентов передачи входящих в него одиночных транзисторов: 


621906 = №21Э1 + 2192 + 8219112152 = №219112192. 


Недостатком составных транзисторов является повышенное напряжение насыщения ОКУ нас = 
= ОкэЭ нас! + ЧБЭ2, а также относительно большой обратный ток. 


К К 
\Т1 УТ1 
Б Б 
УМТ2 УМТ2 
Э Э 
а) 6) 


Рис. 2.12. Составные р-п-р (а) и п-р-п (6) транзисторы 


Для увеличения стабильности работы эмиттерные переходы транзисторов УТ] и УТ2 могут шун- 
тироваться резисторами Вбэ1 и Ввэ2 (например, Вб! = 1...10 кОм, Вбэ2 = 25...300 Ом), предотвращаю- 
щими возрастание токов утечки (особенно при высоких температурах), но и влияющими на общий 
коэффициент усиления (рис. 2.13, а, 6): 


021Эо6 = 62191Вбэ1 / (Вбэ1 + Гвх!) + 121928652 / (Вбээ + гвх2) + 
+ 0219181928 6э1Вбэ2 / [(Вбэ1 + Гвх! )(Вбэ2 + Гвх2) |, 
Где гвх — входное сопротивление транзистора. При этом 


[КЭО об = 1кэв! (№2192Вбэ1) / (Вбэ2 + гвх2). 
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Рис. 2.13. Составные р-п-р (а) и п-р-п (6) транзисторы 
с резисторами В6э1 и Вбэ2 


Внутренняя структура составных транзисторов варьируется в зависимости от области их приме- 
нения. В ряде приборов могут отсутствовать резисторы Вбэ1 и Вбэ2 (например, у 258678, 258679, 
258880, 2$0549, 250688, 2501190, 2$01224), может быть только резистор Вбвэ! (например, у 
ВСА9203, 250684, 2501088, 2$01410, 2$01861). Имеются приборы, в которых между коллектором 
и эмиттером выходного транзистора включается диод (например, у КТ825, 2№6050, 2№6285, ТР110), 
защищающий транзистор от инверсных (обратных) токов, возникающих в результате переходного 
процесса при работе на индуктивную нагрузку и при непредусмотренном изменении полярности на- 
пряжения питания (см. рис. 2.13). Но тогда они становятся не пригодными для использования в ин- 
верторных мостовых схемах. Для повышения стойкости ко второму пробою между коллектором и 
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базой или между коллектором и эмиттером включается стабилитрон (например, у 250706, 2$0708. 
2501208, 2$01294). 

Составные транзисторы применяются в стабилизаторах напряжения непрерывного и импульсно- 
го действия, электронных системах зажигания автомобилей (например, КТ848А), схемах управления 
двигателей, в различных усилительных и переключательных схемах. 

Необходимо отметить, что большое усиление могут иметь и одиночные мощные и маломощные 
транзисторы со сверхбольшим коэффициентом усиления (так называемые Ога-Вёа и Зирег-Ве{а), 
например 2№5961—2№5963, 2$С1888, 2$С1983, 25$С2138, 2$02315—2$С2317, 2502491, 250920, 
250931, 250982, 2$01052, 2501090, 2501353. 


Емкости переходов и постоянная времени коллектора 

Емкости р-п-переходов влияют на частотные и импульсные характеристики полупроводниковых 
приборов. Обычный р-п-переход подобен конденсатору, емкость которого меняется при изменении 
приложенного напряжения. Эта емкость состоит из двух компонентов, проявляющихся при работе 
диода в прямом и обратном направлениях, — барьерной и диффузионной емкостей. Барьерная (за- 
рядная) емкость Сб не зависит от тока через переход и является функцией частоты и обратного при- 
ложенного напряжения. Диффузионная емкость Сд пропорциональна прямому току (даже при 
небольших прямых токах Сд > Сб) и также зависит от частоты. Емкость р-п-перехода при прямом 
смещении диода равна сумме Сдли Сб, при обратном — приблизительно емкости Сб, так как в этом 
случае емкость Сд пренебрежимо мала. 

Обычно в ТУ на прибор даются зависимости емкостей от напряжений, приложенных к перехо- 
дам. На рис. 2.14 приведена зависимость Ск(ОквБ). С увеличением напряжения емкость нелинейно 
уменьшается. Емкость Ск равна разности измерений выходной емкости С225 и паразитной емкости 
ножки корпуса. 


Ск 
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Рис. 2.14. Зависимость емкости коллектора от напряжения коллектор-база 


Постоянная времени тк = г’бСк, где г’б — сопротивление базы, характеризует внутреннюю об- 
ратную связь в транзисторе и определяет частотные и усилительные свойства, максимальную часто- 
ту генерации и коэффициент усиления по мощности на высокой частоте. Кроме того, чем меньше 
его значение, тем выше устойчивость к самовозбуждению транзистора в усилителе. Через парамет- 


ры тк и Ск можно определить сопротивление базы, необходимое для расчета схем. 


Шумы транзисторов 

Собственные шумы транзисторов ограничивают чувствительность усилителей. Их источниками 
являются шумы: тепловые, дробовые эмиттерного и коллекторного переходов, избыточные, а также 
случайного перераспределения тока эмиттера между коллектором и базой. 

Тепловые шумы транзистора практически определяются омическим сопротивлением базовой об- 
ласти. Дробовые шумы обусловлены флуктуациями носителей заряда через прибор (возникают при 
прохождении тока через эмиттерный и коллекторный переходы). 

Избыточные шумы (фликкер-шумы) — специфические шумы, возникающие вследствие измене- 
ния состояния поверхности кристалла полупроводника во времени. Они пропорциональны протекаю- 
щему току и проявляются на низких частотах: в диапазоне звуковых и инфранизких частот. 
Значения избыточных шумов могут сильно колебаться даже для транзисторов одного типа, так как 
зависят от технологических факторов. Избыточные шумы больше у п-р-п транзисторов, чем у р-п-р. 
Транзисторы с большими или нестабильными токами БО имеют повышенные избыточные шумы. 
4 зак 9 
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С ростом рабочей частоты доля избыточных шумов уменьшается и шумы транзисторов определяются 
в основном дробовыми и тепловыми составляющими. 

Шумовые свойства транзистора обычно характеризуются коэффициентом шума, который опре- 
деляется экспериментально или рассчитывается на основе анализа отдельных источников шума. Рас- 
считать точно коэффициент шума для области избыточных шумов невозможно, поэтому его 
определяют экспериментально. 

Коэффициент шума — сложная функция многих переменных: полного сопротивления источника 
сигнала Вг, параметров режима, параметров транзисторов (Н21э, 1КБО, С», #1216, Г’б, Гэ) и рабочей час- 
тоты фр. Зависимость Кш от частоты имеет три характерных участка (рис. 2.15): низких частот (Кш 
уменьшается пропорционально 1/1); средних частот (Ки не зависит от частоты) — область «белого» 
шума; высоких частот (при [> [р усиление резко уменьшается и шумы возрастают, Кш зависит от Г’б 
и отношения (6/1 216)* ). 


Киш, дБ 






3 дБ/окт 6 дБ/окт 


1...5 кГЦ + 


Рис. 2.15. Типовая зависимость коэффициента шума от частоты 


Эти участки обусловлены тем, что на различных частотах шумы генерируются различными 
источниками шумов. В области низких частот (0,1...5 кГц) коэффициент шума уменьшается при- 
мерно на 3 дБ на октаву, в области высоких частот увеличивается на 6 дБ на октаву, в области 
средних частот он минимален. 

Следует отметить, что имеется взаимосвязь низкочастотных шумов и отказов приборов. Уровень 
низкочастотных шумов, пропорциональных 1 /Ь, дает информацию о структурных изменениях прибо- 
ров и используется для распознавания разных дефектов в транзисторах, в частности трещин и нару- 
шений целостности кристалла, наличия загрязнений поверхности, которые могут привести к отказам 
приборов. Методы неразрушающего контроля качества приборов по их шумам используются в техно- 
логическом цикле производства. Кроме того, существуют методы прогнозирования основных парамет- 
ров надежности приборов по их низкочастотным шумам. 

Минимальное значение Кш достигается при определенных значениях сопротивления источника 
сигнала В; и тока [к (рис. 2.16, 2.17). Увеличение Кш при росте [к происходит медленно при малых 
токах. При больших токах Кш растет почти пропорционально {к. С ростом Ок (в пределах 1...10 В) 
Кш почти не меняется, пока избыточные шумы малы по сравнению с дробовыми и тепловыми. 
В дальнейшем из-за увеличения избыточных шумов Киш возрастает. Таким образом, для того чтобы 
свести шумы к минимуму, выбирают оптимальный режим работы транзистора. 





м < 
Токр = 25 °С КК 
О а: 
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Рис. 2.16. Зависимость коэффициента шума от Рис. 2.17. Типовая зависимость коэффициента 
частоты при различных значениях тока коллектора шума от сопротивления источника сигнала 


и сопротивления источника сигнала и тока коллектора 
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На средних и высоких частотах минимальный Киш будут иметь транзисторы с малыми г’б и [КБО и 
большими П21э и 1216. 

Измерения параметра Ки производятся обычно при стандартном сопротивлении В. Как правило, 
коэффициент шума увеличивается с ростом температуры. 


2.3. Эквивалентные схемы и параметры четырехполюсника 


Для анализа работы транзистора в усилительном или генераторном режимах используются ме- 
тод эквивалентных схем и метод четырехполюсника. 

При первом методе основные расчетные соотношения схемы усилителя выражаются через пара- 
метры, отражающие физические процессы в транзисторе (диффузию, модуляцию ширины запираю- 
щего слоя), зарядные емкости, последовательные сопротивления и др., с учетом особенностей 
конструкции, паразитных емкостей и индуктивностей выводов в рабочем интервале частот. Для раз- 
личных областей применения и диапазонов рабочих частот эти схемы различны. В зависимости от 
расположения пассивных элементов получаются Т- и П-образные эквивалентные схемы. 

Эквивалентная схема диода, включающая сопротивление р-п-перехода, емкости р-п-перехода (Сб 
и Сл), емкость корпуса, индуктивности выводов, сопротивления базы и выводов, видоизменяется при 
обратном и прямом смещениях. 

Метод четырехполюсника позволяет рассчитывать усилитель с помощью матриц без составле- 
ния эквивалентной схемы транзистора. При этом параметры четырехполюсника (четыре комплекс- 
ных параметра), характеризующие свойства транзистора, определяются экспериментально, В 
отличие от параметров эквивалентной схемы, они зависят от схемы включения. Существуют три сис- 
темы параметров, однозначно определяющие свойства транзисторов: В-, У- и 5-параметры. Каждая из 
них имеет свои преимущества и недостатки. Выбор той или иной системы параметров определяется 
удобством анализа и расчета каждой конкретной схемы. 

При расчете низкочастотных схем наибольшее распространение получили 2- и В-параметры, вы- 
сокочастотных схем — У-параметры. 

Для устранения нестабильности работы транзисторов в усилительном режиме, связанной с 
внутренней обратной связью, используются схемные методы нейтрализации и демпфирования вход- 
ных и выходных проводимостей. С помощью внешних схемных элементов стараются уменьшить ко- 
эффициенты, характеризующие обратную связь (Н12, У12). У ряда современных транзисторов влияние 
обратной связи снижается технологическим способом. 

Измерение параметра \116 позволяет оценить сопротивление базы, которое, в свою очередь, оп- 
ределяет усилительные и частотные свойства транзисторов, а также высокочастотные шумы токорас- 
пределения (у транзисторов с малым сопротивлением г’б уровень шумов также мал). Вообще 
сопротивление г’б зависит от конструкции и типа транзистора и лежит в диапазоне от нескольких 
единиц (у мошных приборов) до нескольких сотен Ом. 

В качестве параметров, описывающих транзистор как четырехполюсник для СВЧ-диапазона, ис- 
пользуются $-параметры: $11 и $12 — коэффициенты отражения соответственно от входа и выхода 
четырехполюсника при нагрузке на волновое сопротивление (входные и выходные сопротивления), 
512 и $21 — коэффициенты обратной и прямой передач. Они применяются для расчета схем, рабо- 
тающих на частотах от 100 МГц до нескольких гигагерц (на этих частотах трудно осуществить усло- 
вие короткого замыкания при измерении У-параметров). Кроме того, $-параметры имеют ряд 
преимуществ с точки зрения обеспечения устойчивости в процессе измерения, но определяются 
только для конкретной рабочей точки и на фиксированной частоте. 

Типовые (нормализованные) зависимости параметров четырехполюсника от режима и темпера- 
туры иногда приводятся в справочниках или ТУ (технических условиях). 


Частотные свойства транзисторов 

Частотные свойства полупроводниковых приборов определяют области их применения. 

Для эквивалентных схем и четырехполюсников существует ряд характеристических частот. 
Практическое значение имеют частоты, связанные с параметрами |216, №215 и \21э, а также частота 
генерации {тах, определяющая область частот, в которой транзистор, в принципе, может применяться 
как генератор колебаний (на этой частоте коэффициент усиления по мощности Кур = 1). Кроме того, 
[пах используется для оценки Кур на других частотах. 
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Модули коэффициентов передачи тока №216, №21» и крутизны У21э уменьшаются с ростом часто- 
ты, поэтому вводятся характеристические частоты, на которых эти параметры снижаются в №2 раз 
(до 0,707) относительно их значения на низкой частоте (соответствующие предельные частоты #1216, 
[121э, [у21э). Усиление транзистора на частотах, превышающих {1215 и #216, падает со скоростью 6 дБ 
на октаву, т. е. при рабочей частоте, в 2 раза превышающей #1215 и №216, коэффициент усиления 
уменьшается в 2 раза. 

С ростом частоты входного сигнала коэффициент передачи плавно снижается и на некоторой 
частоте, называемой граничной (р = |215 | мзм, ГДе {изм — частота измерения), модуль |215 достига- 
ет значения, равного единице, т. е. усиление по току отсутствует (рис. 2.18). 


621э, ЗДБ 
6216 





#21э 1216 р ! 
Рис. 2.18. Зависимости коэффициентов передачи тока от частоты 


Частота Ёу21 используется для расчета ограниченного ряда схем (генераторов и широкополосных 
усилителей) и связана с #р формулой 


[у21э = орг / Гб. 


пах — 15 /8п . С . 


Для характеристики транзисторов частота 1216 обычно используется на частотах до 20 МГц, 
а пр — свыше 20 МГц. | 


Частота {пах также связана с Ёр: 


Имеются формулы, связывающие частоты 11216, н21э и 1тр. В частности, Вр = К№?216, где К = 
= 0,65...0,82 для различных типов транзисторов или #216 = (1,2...1,6)-р. Для бездрейфовых 
(сплавных) транзисторов обычно К = 0,82, а предельная частота 121» = (1 - Н216)1216. Значения 
[р зависят от положения рабочей точки (рис. 2.19) и температуры. Максимум зависимости Ёр от 
тока коллектора (эмиттера) обычно почти совпадает с максимумом зависимости параметра Н21э от 
тока (рис. 2.20). При больших токах предельная частота падает, при малых токах частотные свой- 
ства транзисторов также ухудшаются. 


Токр = 25 °С 
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Рис. 2.19. Зависимость граничной частоты от Рис. 2.20. Зависимость граничной частоты от 


тока коллектора режима работы (Токр = 25 °С) 
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Высокочастотные транзисторы 

Различие между низкочастотными и высокочастотными транзисторами заключается в размерах 
активных областей и в значениях параметров структуры и паразитных параметров корпуса — для 
высокочастотных приборов они должны быть значительно меньшими. 

К транзисторам, предназначенным для работы на высоких и сверхвысоких частотах, предъявля- 
ется ряд дополнительных требований. Они должны иметь малые емкости между электродами, соз- 
дающие паразитную обратную связь, и малую индуктивность общего вывода. Кроме того, для 
получения максимального Кур они должны иметь высокую частоту р и малые тк, Ски ОКУ нас. При 
создании высокочастотных приборов труднее получить высокую воспроизводимость и идентичность 
параметров у приборов одного технологического типа. 

Высокочастотные транзисторы могут работать и как усилители, и как генераторы. Однако 
транзистор, оптимальный для усилителя мощности, не обязательно будет пригоден для генератора 
и, наоборот. 

Высокочастотные мощные транзисторы характеризуются такими параметрам, как Рвых, Кур, 
КПД, [кр (критический ток коллектора, при достижении которого происходит уменьшение [р в \2 
раз по отношению к максимальному значению, — определяет условную границу, при которой полу- 
чают удовлетворительные частотные свойства транзистора). Факторы, определяющие усиление и ши- 
рину полосы транзисторных усилителей, могут быть найдены только в комбинации свойств 
транзистора и схемы, в которой он используется. Кроме того, параметр Кр зависит от условий опре- 
деления входной и выходной мощностей, поэтому имеется несколько коэффициентов, характеризую- 
щих усиление транзистора. В качестве обобщенной характеристики усилительных свойств 
транзисторов используется Ц-функция (максимальный Ку,р при обратной связи, нейтрализованной 
внешней схемой). Помимо указанных параметров они должны иметь хорошую устойчивость к рассо- 
гласованию нагрузки. 

Для получения высокого КПД рабочая точка транзисторов должна находиться вблизи области 
насыщения. Высокочастотное напряжение насыщения (оно больше статического) определяет также 
выходную мощность на высокой частоте. Следует отметить, что использовать транзисторы с больши- 
ми пробивными напряжениями для низковольтных устройств нецелесообразно, так как они имеют 
большие напряжения насыщения и низкие КПД. 

Надежная работа мощных приборов при больших Рвых обеспечивается лишь при пониженных 
значениях параметров электрического и теплового режимов. Обычно Рвых указывается в справочни- 
ках для уровня, соответствующего надежной работе, и не превышает в режиме непрерывных колеба- 
ний 50% Рктах. На высоких частотах выходная мощность изменяется пропорционально 1/Ё. Она 
монотонно увеличивается до определенных значений с ростом входной мощности и напряжения ис- 
точника питания Чип. 

Высокочастотные транзисторы, используемые в качестве усилителя мощности, должны иметь 
пробивное напряжение коллекторного перехода в 2...3 раза больше Чип. В схемах генераторов при 
расстройке коллекторной цепи пиковое значение напряжения на коллекторе может достигать 
(3...4)Оип и более, особенно на нижнем участке рабочего диапазона частот. 

Обычно высокочастотные мощные транзисторы работают ненадежно в режимах короткого замы- 
кания и холостого хода и могут отказывать при рассогласовании нагрузки на выходе. Например, 
транзистор 2№5178 обеспечивает мощность около 50 Вт на частоте 500 МГц лишь в тщательно на- 
страиваемом узкополосном усилителе, и даже при слабом нарушении согласования возможен отказ. 

Имеются высокочастотные транзисторы, которые могут работать при всех условиях рассогласо- 
вания нагрузочного полного сопротивления. Так, транзисторы 2№5764 и 2№5765 могут работать в ус- 
ловиях сильного рассогласования, в отличие от типов 2№430 и 2№4431. Разработаны также 
приборы для специальных областей применения, в которых требуются различные значения рабочего 
напряжения (6; 12; 13,5; 24; 28 В и др.), с различными уровнями широкополосности, с высокой ли- 
нейностью. 


Для передачи информации с помошью кабелей (например, в кабельных телевизионных систе- 
мах) разработаны специальные широкополосные линейные транзисторы, работающие в классе А или 
АВ, при котором обеспечивается малый уровень искажений, вызываемых перекрестной модуляцией. 
Они имеют слабую зависимость коэффициента усиления от тока, малую емкость Ск и применяются 
на частотах много меньших, чем максимальная рабочая частота. Для стабилизации температурного 
режима в корпусе транзистора монтируют схему температурной стабилизации с диодом — датчиком 
температуры. Нелинейность таких транзисторов характеризуется коэффициентом нелинейных (ин- 
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термодуляционных) искажений. При сравнительной оценке линейности транзисторов могут исполь- 
зоваться зависимости $21(к) и $21(Ок). 

Транзисторы для линейных широкополосных усилителей, работающих в режиме одной боковой 
полосы, характеризуются отдаваемой мощностью в пике огибающей (РРЕР). 

Мощные высокочастотные транзисторы могут применяться в импульсном режиме, при этом вы- 
ходная мошность может быть увеличена при повышении рабочих напряжений. Например, транзистор 
М$С1330 имеет в непрерывном режиме выходную мощность 30 Вт на частоте 1,3 ГГц при 
Оил = 28 В, а в импульсном (4и = 10 мкс) при Пил = 40 В на той же частоте уже 70 Вт. 

Современные мощные высокочастотные транзисторы имеют сложные геометрические и техноло- 
гические структуры (полосковые, гребенчатые, многоэмиттерные, сетчатые, многоэлементные). 
В этих структурах возможно развитие второго пробоя, который чаще всего проявляется при работе 
или испытаниях транзисторов в статическом режиме (на постоянном токе) или режиме класса А. 

Среди возможных причин отказа высокочастотных и сверхвысокочастотных усилительных тран- 
зисторов можно назвать возникновение генерации за счет паразитных реактивностей схемы, пере- 
грузку при переходных процессах и действие статического электричества. 


2.4. Области работы и вольт-амперные характеристики 
транзисторов 


Для транзисторов принято различать четыре области работы (рис. 2.21): отсечки, активную 
(усиления), насыщения и лавинного пробоя (умножения), а также три схемы включения: с общим 
эмиттером (ОЭ), общей базой (ОБ) и общим коллектором (ОК). Транзисторы работают в прямом и 
инверсном включениях. 


Область насыщения 









УБЭ = ЧБЭпл 


р КБО 
ммипппляинийиый 


—Ц 
‚ Область отсечки кэ 


Рис. 2.21. Выходная вольт-амперная характеристика транзистора 


При прямом включении в области отсечки оба перехода (эмиттерный и коллекторный) смещены 
в обратном направлении и через них протекают очень малые токи БО и 1550. В активной области 
транзистор работает как усилительный элемент (эмиттерный переход смещен в прямом направлении, 
а коллекторный — в обратном). В области насыщения оба перехода смещены в прямом направлении, 
через транзистор протекает большой ток, а остаточное напряжение насыщения коллектор-эмиттер 
Чькэ нас характеризует его как переключатель в замкнутом состоянии. В области умножения коллек- 
торный переход находится в состоянии лавинного (электрического) пробоя. 

При инверсном включении, в отличие от прямого, эмиттер смещен в обратном направлении, а 
коллектор — в прямом. Транзистор работает в активной области, но его усилительные свойства 
хуже (например, |216 шу = 0,1...0,8). Дрейфовые (диффузионные) транзисторы редко используются в 
таком включении, так как из-за асимметрии конструкции (большого различия площадей эмиттера и 
коллектора) инверсное усиление мало. Инверсный режим может иметь место во время переходных 
процессов в импульсных схемах. 

Вольт-амперные характеристики, приводимые в справочниках, дают информацию о работе тран- 
зисторов во всех областях и режимах работы на большом и малом сигналах при различных допусти- 
мых сочетаниях токов и напряжений. По ним можно определить ряд основных параметров 
транзистора, выбрать оптимальное положение рабочей точки, рассчитать нелинейные искажения, 
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цепи смещения и стабилизации режима. Для анализа ре- 
жимов и расчета схем обычно широко используются два 
семейства статических характеристик: входных и выход- 
ных для схем с ОБ и ОЭ. При необходимости по ним мож- 
но построить переходные характеристики (прямые и 
обратные). По входным характеристикам определяются па- 
раметры В116 и В11э, по выходным — |296, \У296, №21», Уз», 
Уэтб (в зависимости от режима). 

Наклон начального участка выходных характеристик 
определяет сопротивление гк. „„с. Кроме того, на выход- в: 
ных характеристиках обычно указывают область безопас- 1 10 100© 1000 у. В 
ной работы транзисторов. 

Типичная область безопасных режимов работы (ОБР) 
для статического режима эксплуатации приведена на 
рис. 2.22. Они ограничены отрезками АВ (определяет зна- 
чение максимально допустимого тока прибора), СО (опре- 
деляет значение максимально допустимого напряжения Окэо тах), ВС (характеризует ограничение 
электрического режима по мощности, т. е. значение выделяющейся мощности не должно выходить за 
пределы ВС). 

Для большинства трензисторов ОБР ограничивается отрезком С’О’ и уменьшается, что связано 
с воздействием электротепловой нестабильности: выделяющаяся мощность и тепловое сопротивле- 
ние увеличиваются с ростом температуры (растет нагрев транзистора), а теплоотвод ухудшается и 
растет температура перехода. Выход рабочей точки за пределы ОБР приводит обычно к необратимо- 
му ухудшению параметров транзистора. 

Для обеспечения надежной работы режимы использования, особенно мощных транзисторов, 
должны не выходить за пределы области максимальных режимов. 

При переходе от статического режима к импульсному и при уменьшении длительности рабочего 
импульса {и границы области ОБР перемещаются в сторону больших значений токов и напряжений. 
Чем меньше {и и больше скважность, тем будет больше импульсная мощность рассеяния, вызываю- 
щая разогрев р-п-перехода до предельно допустимой температуры. 





Окэо тах 


Рис. 2.22. Область безопасных режимов ра- 
боты (пунктирными линиями — 
импульсный режим) 


Импульсный и ключевой режимы работы 
Рабочие токи, напряжения или мощности при работе в импульсном и ключевом режимах могут 
значительно превышать номинальное значение, установленное для режима постоянного тока. 
Транзисторные ключи работают в насыщенном (режим переключения) или ненасыщенном режи- 
ме (в импульсных усилителях). В первом случае рабочая точка на семействе выходных характери- 
стик циклически перемещается из области отсечки в область насыщения через активную область и 
обратно. Во втором случае рабочая точка проходит только через две области — отсечки и активную. 
В режиме переключения (рис. 2.23, а) транзистор как ключевой элемент меняет свое со- 
стояние от закрытого (высокое напряжение и малый ток) до открытого (низкое напряжение и 
большой ток). Насыщенные ключи имеют меньшую мощность рассеяния Рк во включенном со- 
стоянии и хорошую помехоустойчивость, но у них хуже быстродействие, так как переход из об- 
ласти насыщения происходит с задержкой, и больше мощность | — 
рассеяния на базе при больших степенях насыщения. Увеличе- ——_— ик Г х 
ние быстродействия транзисторов достигается уменьшением 
времени жизни неосновных носителей путем легирования ак- 
тивных и пассивных областей структуры атомами золота. Но 
для таких транзисторов велика вероятность возникновения ла- ы. || 
винного пробоя. Поэтому для увеличения быстродействия часто а) 
параллельно переходу коллектор-база подключается диод Шот- Ри 
ки, что предотвращает насыщение транзистора (отсутствуют ре- 
жимы накопления и рассасывания зарядов). Такие транзисторы 
более устойчивы ко второму пробою в случае больших запи- 
рающих токов (например КТ6бЗ5). 6) 
Для переключательных транзисторов в справочниках приво- Рис. 2.23. Выходные напряжение и 
дятся импульсные значения максимально допустимых параметров ток (а) и выходная мощность (6) 
или графики, позволяющие определить импульсную рассеивае- импульсного транзистора 
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мую мощность Ри в зависимости от соотношения длительности импульса {и, скважности ©) и частоты. 
Значения Ри на фронте или срезе импульса могут превышать Рк тах (рис. 2.23, 6). Ток К. и мах обыч- 
но определяется экспериментально для заданной длительности импульса и ограничивается Рк тах. 
Формы входного и выходного импульсов тока представлены на рис. 2.24. Как видно, выходной им- 
пульс сдвинут относительно входного на +зд, а фронт и срез имеют конечную длительность. Задержка 
фронта обусловлена зарядом входной емкости, равной сумме барьерных емкостей эмиттерного и кол- 
лекторного переходов. 





Рис. 2.24. Форма токов базы и коллектора импульсного транзистора 


Время переключения транзистора, т. е. его быстродействие, состоит из времен включения {вкл И 
выключения {выкл. В свою очередь, время включения состоит из времен задержки +.д и нарастания 
{нр, а время выключения — из времен задержки выключения {рас (времени рассасывания) и спада {сл. 
Время переключения определяется как свойствами самого транзистора, так и выбранной схемой 
включения транзистора и параметрами управляющего сигнала. Оно является функцией частоты Ёр и 
эмиттерного и коллекторного токов. Получить высокое быстродействие при большом токе трудно. 

Для высокочастотных транзисторов (с р > 100 МГц) задержка включения определяется в ос- 
новном емкостью С.. Кремниевые транзисторы имеют большие значения {зл, чем германиевые. Время 
задержки может быть уменьшено путем увеличения мощности включающего сигнала. Для времени 
нарастания влияние емкости С незначительно, но играют роль Гр и входной ток. Как уже отмеча- 
лось, на длительности фронта и среза значительное влияние оказывает емкость Ск. Время {сп зависит 
от К и от отношения 1к/ 16. 

Время рассасывания зависит от конкретной схемы включения и режима измерения. При боль- 
ших степенях насыщения (или больших запирающих токах) и существенных отклонениях режима ис- 
пользования от указанного в справочнике время рассасывания может принимать значения, 
отличающиеся от номинального. 

Параметры фрас, Ск, Сь, йр, №21э дают возможность сравнивать переключательные свойства тран- 
зисторов при одинаковых режимах измерения. 

Параметры {вкл И {выкл приводятся лишь для некоторых типов транзисторов, используемых при 
предельном быстродействии. Эти времена определяются для конкретной (типовой) электрической 
схемы, зависят от элементов внешних цепей (сопротивления нагрузки, сопротивления входной цепи, 
реактивных сопротивлений) и используются как справочные или рекламные сведения. 

Работа транзистора в режиме насыщения характеризуется также остаточным напряжением кол- 
лектор—эмиттер Окэнас или сопротивлением насыщения Гкэ нас. При сравнении транзисторов удоб- 
нее использовать параметр гкъ нас, а не ЧКэ нас, так как он слабо зависит от тока. Напряжение ОКэ нас 
зависит от геометрических и физических параметров транзистора. Его уменьшают, выбирают опреде- 
ленную геометрию структуры, а также создавая конструкции с эпитаксиальными слоями. С увеличе- 
нием степени насыщения (в 3...5 раз и выше) Оку нас почти не меняется. С ростом температуры оно 
несколько увеличивается (рис. 2.25). Большое сопротивление гк» нас транзистора и диода увеличивает 
потери мощности в приборах и снижает КПД устройств, особенно при работе на больших токах. 

Переключательные транзисторы (в отличие от усилительных) обычно имеют малые остаточные 
напряжения (ЧКЭ нас, ЧБЭ нас), времена переключения и большие пробивные напряжения ОКБО проб, 
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УКЭ нас, В 
ОЭБО проб. Для этих транзисторов нет необходимости иметь 


большие |215. В общем случае мощность, выделяемая транзи- 
стором в ключевом режиме, состоит из мощностей, выделяю- 
щихся на коллекторном переходе в режиме насыщения 
(Рькл). в режиме отсечки (Рьвыкл), в процессе перехода транзи- 
стора из одного режима в другой (Рпер), и управляющей мощ- 
ности в цепи базы (Рупр). При небольших рабочих частотах 
(менее | кГц) основной составляющей, определяющей тепло- = 
вые потери в транзисторе, является Рькл. Мощностью Рпер ОГ- 
раничивается предельная частота работы транзистора. 
Следует отметить, что для надежного отпирания транзистора 
необходимо подавать напряжение, превышающее плавающее 


ыы 
Г -ы 





Рис. 2.25. Зависимость напряжения 


напряжение ОэБпл — напряжение между выводами .базы и 

, насыщения коллектор-эмиттер от тока 
эмиттера, обусловленное параметрами [КБо, г’б и сопротивле- коллектора при различных значениях 
нием утечки. температуры 


2.5. Надежность и применение биполярных транзисторов 


Надежность полупроводниковых приборов существенно зависит от электрических и тепловых 
режимов работы, т. е. определяется реальными условиями их эксплуатации. Приборы работают на- 
дежно, если их рабочие токи, напряжения, мощности, температура перехода и температура окружаю- 
щей среды не превышают максимально допустимых значений. 

Надежность полупроводниковых приборов закладывается еще на этапе разработки и в даль- 
нейшем обеспечивается на всех стадиях их изготовления. В производственных условиях надеж- 
ность приборов зависит от конструкции, технологии изготовления (например, надежность 
планарных приборов выше надежности сплавных и сплавно-диффузионных) и методов контроля ка- 
чества и надежности. 

В ТУ на приборы определены условия, при которых гарантируется их надежная и устойчивая 
работа и предусмотрен комплекс мероприятий для обеспечения высокой надежности. При заводских 
испытаниях проводятся испытания приборов на безотказность и долговечность, позволяющие опреде- 
лить производственную надежность (для оговоренных в ТУ режимов, условий испытаний и критери- 
ев отказов), как правило, в условиях и режимах более тяжелых, чем условия эксплуатации, и с 
оценкой результатов испытаний по более жестким критериям. Количественные показатели надежно- 
сти приборов в процессе работы в аппаратуре определяются эксплуатационной надежностью. Экс- 
плуатационная надежность (в конкретных режимах, условиях и схемах применения) обычно выше 
производственной, т. е. интенсивность отказов приборов в аппаратуре меньше, чем при заводских ис- 
пытаниях. 

Разница между производственной и эксплуатационной надежностями более значительна, если 
приборы работают в облегченных электрических и эксплуатационных режимах по сравнению с мак- 
симально допустимыми (предусмотрены запасы по напряжению, току и мощности рассеяния) и если 
работа схемы (устройства) допускает большой диапазон изменения параметров используемых прибо- 
ров. Для повышения надежности транзисторов при эксплуатации необходимо выбирать рабочие ре- 
жимы с коэффициентом нагрузки по напряжению и мощности в диапазоне 0,7...0,8. Не 
рекомендуется применять транзисторы при рабочих токах, соизмеримых с неуправляемыми обратны- 
ми токами во всем диапазоне рабочих температур, а также в совмещенных предельных режимах. 

Данные об эксплуатационной надежности накапливаются при эксплуатации аппаратуры и учи- 
тываются при ее доработке или усовершенствовании. 


Применение биполярных транзисторов 

Среди серийно выпускаемых транзисторов имеются приборы как общего назначения (малошумя- 
щие, переключательные и генераторные), так и специализированные, отличающиеся специфическим 
сочетанием параметров: для применения в схемах с автоматической регулировкой усиления, для рабо- 
ты в микроамперном диапазоне токов, двухэмиттерные, однопереходные, сдвоенные и счетверенные, с 
малой емкостью обратной связи, универсальные (по сочетанию параметров), комплементарные пары 
транзисторов, составные и лавинные транзисторы. 


58 Раздел 2. Биполярные транзисторы 





Общими для расчетов усилителей на транзисторах (постоянного тока, низкой частоты, проме- 
жуточной частоты, высокой частоты и др.) являются входное и выходное сопротивления каскада, 
соотношения, определяющие усиление, частотные свойства, режимы работы, температурная ста- 
бильность и прочие показатели. 

В соответствии с назначением различают каскады предварительного усиления (напряжения, 
тока или мощности), предназначенные для получения максимального усиления (обычно по резистор- 
ной или трансформаторной схемам), и каскады усиления мощности, обеспечивающие на заданной 
нагрузке необходимую (выходную) мощность при минимальных искажениях и мощности потребле- 
ния от источника питания. В многокаскадных усилителях с отрицательной обратной связью имеют 
место фазовые сдвиги между входными и выходными токами, поэтому для их устойчивой работы 
транзисторы выбирают исходя из условия Ёь < 0,3215 (6 — верхняя рабочая частота усилителя); 
при малой обратной связи Ё < 1121э. Возможны два варианта усилителя с мощным выходным каска- 
дом: бестрансформаторный (с выходной мощностью не более 5...10 Вт) и трансформаторный (на де- 
сятки и сотни ватт). При выходной мощности 0,1...1 Вт каскады выполняются однотактными с 
режимом работы в классе А; при больших значениях мощности — двухтактными с режимом работы 
в классах А, АВ или В. 

В схемах с дополнительной симметрией, т. е. с использованием транзисторов со структурами 
р-п-р и п-р-п, приборы должны иметь одинаковые параметры и характеристики. Требуется подбор пар 
последовательно включенных транзисторов по параметрам |215 и #215 с разбросом не более 10...15%. 
Для этой цели разработаны специальные (комплементарные) пары транзисторов, например отечест- 
венные транзисторы со структурами п-р-п и р-п-р соответственно: КТ502 и КТ503; КТ814 и КТ815; 
КТ816 и КТ817; КТ818 и КТ819 и другие. 

В каскадах предварительного усиления напряжение Чкэ в рабочей точке мало (несколько 
вольт). Оно выбирается из соображений получения малого напряжения шумов или неискаженной 
формы сигнала на выходе. 

В усилителях, имеющих хорошую температурную и режимную стабилизацию, замена транзисто- 
ра на однотипный с более высоким значением |215 обычно не приводит к значительному увеличению 
тока коллектора в рабочей точке. 

В транзисторных генераторах наиболее предпочтительными являются режимы классов Ви С 
(реже АВ). При расчете транзисторного генератора с внешним возбуждением по заданным выходной 
мощности и верхней рабочей частоте выбирают тип транзистора и проверяют его пригодность по па- 
раметрам РК, {р и предельно допустимым параметрам ЧОКБО тах, ЧЭБО тах, {К тах ДЛЯ заданного угла от- 
сечки коллекторного тока. Для расчета генераторов необходимо также знать Ск, тк, тах. Следует 
учитывать, что чем выше частота генерируемых колебаний, тем меньше коэффициент усиления по 
мощности Кур. Для получения Кур = 5...7 дБ необходимо, чтобы частота 1ь была в 4...10 раз ниже #12156. 

В каскадах усиления и генерации мощности Чкэ выбирается достаточно большим для получения 
максимального КПД и малых нелинейных искажений. 

Транзисторы некоторых. типов используются в специфических классах схем и характеризуются 
рядом особенностей режима и условий работы. Эти специализированные транзисторы образуют свое- 
образный класс приборов, например, транзисторы для схем с автоматической регулировкой усиления 
(АРУ), для усилителей промежуточной частоты, для работы в микроамперном диапазоне токов, для 
работы в ВЧ- и СВЧ-диапазонах, лавинные транзисторы, сдвоенные, составные, двухэмиттерные 
и т. п. Есть узлы, в которых требуются высоковольтные транзисторы. Кроме того, разработаны тран- 
зисторы универсального назначения. Оптимальное сочетание параметров и характеристик, удовлетво- 
ряющих различным требованиям, дает возможность использовать их в радиоэлектронной аппаратуре 
вместо некоторых усилительных и переключательных транзисторов (например, транзистор КТ6бЗО). 

Для схем с АРУ разработаны специальные транзисторы (германиевые и кремниевые), обладаю- 
щие регулируемым усилением при увеличении рабочего тока (прямая АРУ). Уменьшение усиления 
таких транзисторов на высокой частоте происходит вследствие снижения [р при увеличении тока 
эмиттера и уменьшения напряжения на коллекторе, например, КТЗ128, ГТЗ28, КТЗ153, предназна- 
ченные для применения в радиоприемниках с АРУ и телевизорах (каскады ПТК и УПЧ), блоках УКВ 
приемников (за счет смещения их рабочей точки можно регулировать усиление в широком диапазо- 
не). В связи с этим наблюдается сильная зависимость Кур от тока. Обычно транзисторы имеют мень- 
шую зависимость коэффициента усиления от электрического режима. Для зарубежных транзисторов, 
предназначенных для АРУ, часто указывается глубина регулировки усиления (отношение максималь- 
ного коэффициента усиления к минимальному). 
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Жесткие требования к экономичности радиоэлектронной аппаратуры в ряде специальных приме- 
нений способствовали созданию кремниевых транзисторов, функционирующих при малых токах (еди- 
ницы и десятки микроампер), поскольку германиевые транзисторы вследствие большого обратного 
тока коллектора для этой цели непригодны. Такие приборы (например, транзисторы КТЗ102, КТЗ107) 
имеют малые токи 1КБО и большие коэффициенты усиления. Однако при работе в микрорежиме у них 
ухудшаются частотные свойства, но несколько улучшаются шумовые характеристики. Кроме того, 
при малых токах обычно увеличивается зависимость параметров от температуры, снижается крутиз- 
на и затрудняется стабилизация режима. 

Реализация большого коэффициента усиления по мощности в высокочастотных усилителях свя- 
зана с уменьшением паразитной обратной связи, обусловленной проходной проводимостью транзи- 
стора У12. Разработаны транзисторы (например, КТЗЗЭАМ), у которых для снижения емкости 
обратной связи в транзисторную структуру введен интегральный экран (электростатический экран 
Фарадея), представляющий собой сочетание диффузионного экрана и дополнительного экранирую- 
щего диода. Применение интегрального экрана позволяет снизить емкость между коллекторным и ба- 
зовым выводами в 2,5...4 раза (емкость С12э снижается до значения не более 0,3 пФ) и обеспечить 
большой коэффициент усиления Кур без применения схем нейтрализации. 

Лавинные транзисторы предназначены для работы в режиме электрического пробоя коллектор- 
ного перехода. В зависимости от схемы включения они могут иметь управляемые 5$-образные (со сто- 
роны коллектора или эмиттера) и М№-образные (со стороны базы) вольт-амперные характеристики. 
Использование обычных транзисторов в этом режиме принципиально возможно и встречается на 
практике, но при этом не обеспечиваются необходимые быстродействие, амплитуда импульсов, ста- 
бильность и надежность. Например, одной из причин, снижающих эффективность применения обыч- 
ных высокочастотных транзисторов в лавинном режиме, является значительное снижение частоты Ёр 
при увеличении коллекторного тока. 

Лавинные транзисторы имеют следующие основные параметры: напряжение лавинного пробоя 
коллекторного перехода ОКБО проб, напряжение пробоя при отключенной базе ОкКэЭО проб, напряжение 
О’КЭО проб В максимуме вольт-амперной характеристики, зависящее от сопротивления Вбэ и управ- 
ляющего тока, максимальный ток разряда и время нарастания лавинного импульса. Область лавинно- 
го пробоя лежит между напряжениями ОКБО проб и ЧКЭО проб. Лавинные транзисторы применяются в 
релаксационных генераторах в ждущем или автоколебательном режиме и позволяют получить необ- 
ходимое быстродействие и амплитуду импульсов при более высоких надежности и стабильности, чем 
обычные транзисторы, используемые в режиме пробоя. 

С помощью лавинных транзисторов можно формировать амплитуды импульсов 10...15 Ви выше 
на низкоомной нагрузке (50...70 Ом) и при малом времени нарастания фронта (менее 1 нс). 

Отечественной промышленностью выпускаются лавинные транзисторы типов ГТЗ38 и КТЗ122, 
за рубежом — лавинные транзисторы типов А$223, ЕС1.1239, №1110—М№$1116, РАОТЬ1, 
ВТ!1110—ВТ1116, $У13013, 2№3033—2М№М3035, 2№5236, 2№5271, 2$А252, 2$А411. 

В связи с тем, что напряжения датчиков контролируемых параметров (например, термопары), 
изменяются от десятков микровольт до десятков милливольт, то транзисторные модуляторы, преоб- 
разующие эти малые напряжения постоянного тока в переменные для последующего усиления, долж- 
ны иметь хорошие метрологические характеристики. При работе транзистора в качестве модулятора 
ключевым элементом служит промежуток коллектор-эмиттер, сопротивление которого изменяется в 
зависимости от полярности управляющего напряжения, приложенного к одному из р-п-переходов 
транзистора. Различают работу такого ключа в нормальном включении (управляющее напряжение 
Оу приложено между базой и эмиттером) и инверсном включении Чу приложено между базой и кол- 
лектором). Если Чу приложено, например, в р-п-р транзисторе минусом к базе, то оба перехода тран- 
зистора будут смещены в прямом направлении (режим насыщения — ключ открыт). При изменении 
полярности Чу оба перехода смещаются в обратном направлении (режим отсечки — ключ закрыт). 
В реальном режиме точки пересечения прямых режима насыщения и режима отсечки не совпадают с 
началом координат. Поэтому промежуток коллектор-эмиттер характеризуется остаточным сопротив- 
лением Вост и напряжением Оост в открытом состоянии, а также сопротивлением Взакр и остаточным 
ТОКОМ 1закр В закрытом состоянии (у идеального ключа Вост = 0, ост = 0, Взакр = о0, [закр = 0). Оста- 
точные параметры ограничивают значение (уровень) полезной мощности в нагрузке. Следует отме- 
тить, что транзисторный ключ в инверсном включении имеет примерно на порядок меньшие 
значения Пост И ]закр, чем в прямом включении (особенно для сплавных транзисторов, у которых пло- 
щадь коллектора много больше площади эмиттера). 
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Для некоторых транзисторов (например, КТ206, КТ209) нормируются остаточные параметры 
(Чост < 12 мВ). Кроме того, разработаны двухэмиттерные транзисторы, которые имеют еще меньшие 
значения остаточных параметров (например, у КТ118 Цост менее 0,2 мВ, зарубежные 3№74, 3№111). 

Следует также отметить транзисторы, предназначенные для использования в инверсном включе- 
нии (например, зарубежные транзисторы 2№2432, 2№2944—2№2946, 2№4138), которые имеют малое 
остаточное напряжение (менее | мВ) и применяются в модуляторах для стабильных усилителей по- 
стоянного тока, построенных по схеме модуляции—демодуляции, в схемах управления реверсивными 
двигателями, в логических схемах, амплитудных детекторах и других схемах. В некоторых схемах, 
например автомобильного зажигания и строчной развертки телевизоров, при запирании транзистор 
может переходить в режим инверсного включения при работе на комплексную нагрузку. 

Для работы в выходных каскадах усилителя низких частот радиовещательных приемников, вы- 
сококачественных магнитофонов, радиол, телевизоров разработаны германиевые и кремниевые тран- 
зисторы разного типа проводимости (например ГТ401, ГТ402, ГТ701, ГТ703З). Они характеризуются 
слабой зависимостью коэффициента усиления от тока, высокой частотой 1215, низким напряжением 
Окэ нас, что позволяет улучшить акустические показатели устройств в широком диапазоне звуковых 
частот. В свою очередь, это дает возможность упрощать схемы усилителей, уменьшать число приме- 
няемых транзисторов, повышать надежность и снижать себестоимость устройств. Зависимость коэф- 
фициента передачи Пн21э от тока характеризуется коэффициентом линейности — отношением 
коэффициентов передачи при двух значениях тока эмиттера. 

Составные транзисторы представляют собой соединение двух биполярных транзисторов по опре- 
деленной схеме (например, в схеме Дарлингтона соединены коллекторы, входом служит база первого 
транзистора, а эмиттером — эмиттер второго, более мощного транзистора). Такие транзисторы функ- 
ционально соответствуют одному транзистору с высоким коэффициентом передачи тока, примерно 
равным произведению коэффициентов передачи составляющих его одиночных транзисторов. Состав- 
ные транзисторы (например, КТ712, КТ825, КТ827, КТ829, КТ834, КТ852, КТ853, КТ972, КТ973, 
КТ8131, КТ8141, КТ8143, КТ890, КТ894, КТ896, КТ897, КТ898, КТ899, КТ8115, КТ8116, КТ8158, 
КТ8159, КТ8214, КТ8215, КТ8225) применяются в стабилизаторах напряжения непрерывного и им- 
пульсного действия, бесконтактных электронных системах зажигания в двигателях внутреннего сго- 
рания (например, КТ848), устройствах управления двигателями, в различных усилительных и 
переключательных устройствах. 

Для экономичной радиоэлектронной аппаратуры созданы маломощные кремниевые транзисторы 
с различной структурой, которые могут нормально функционировать в микроамперном диапазоне то- 
ков (например, КТЗ102, КТЗ107, КТЗ129, КТЗ130). 

Ряд транзисторов разработан для целевого применения: 

® высоковольтные для оконечных каскадов строчной развертки черно-белых и цветных телевизоров 

(например, КТ872) и высоковольтных источников питания (КТ8126, КТ8224, КТ8228): 
импульсные для работы на индуктивную нагрузку (КТ997); 

для высококачественных усилителей низкой частоты (КТ9115), линейных высокочастотных 
каскадов класса А и широкополосных усилителей; 

»® для селекторов телевизоров, с повышенной устойчивостью к интермодуляционным искаже- 

ниям (КТЗ109); 
® для сбалансированных фазоинверсных каскадов высококачественных УНЧ и видеоусилителей 
телевизоров (КТ940, КТ969, КТ9115, КТ828, КТ838, КТ846, КТ850, КТ872, КТ893; КТ895 и 
КТ8138Е, КТ8138И (с демпферным диодом), КТ999: 

» для высокочастотных широкополосных усилителей с малой постоянной времени тк (КТЗ68); 

» для строчной и кадровой разверток телевизоров (КТ805, КТ8107, КТ8118, КТ8129, КТ887, 
КТ888); 
для УНЧ и кадровой развертки телевизоров (КТ807): 
для линейных и импульсных устройств (КТЗ15 — первый отечественный прибор в пластмас- 
совом корпусе); 
универсальные транзисторы для вычислительных устройств (КТЗ49, КТЗ50, КТЗ51, КТЗ52); 
для предварительных каскадов видеоусилителей телевизоров (КТЗ42); 
для применения в ключевых схемах, прерывателях, модуляторах и демодуляторах, во входных 
каскадах усилителей (КТ20] и КТ203);: 

® высоковольтные для строчной развертки телевизоров (КТ808) — при непосредственном 

включении отклоняющих катушек в цепь коллектора они выдерживают импульсы 800... 1000 В; 

» для мощных модуляторов (КТ917 и КТ926). 
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Для линейных широкополосных усилителей предназначены транзисторы КТб10 (Ц = 10 В), 
КТ912 и КТ921 (Он = 27 В), КТ927, КТ9З2, КТ9З6, КТ9З9 (Оп = 28 В), КТ955, КТ956, КТ957, КТ965, 
КТ966, КТ967, КТ972, КТ980, КТ981 Оп = 12,6 В), КТ9133, КТ9116 (в схемах с общим эмиттером, 
Чл = 28 В). . 

Транзисторы КТ117, КТ|19, КТ132, КТ133 являются однопереходными. Транзистор КТ120Б-1 
имеет два вывода (используется в качестве диода). Транзисторные сборки, состоящие из двух транзи- 
сторов с согласующими [.С-цепями (балансовые транзисторы), КТ985, КТ991, КТ9101, КТ9105 пред- 
назначены для построения двухтактных широкополосных усилителей мощности класса С в схеме с 
общей базой (ОБ). 

Для построения схем генераторов, усилителей мощности с независимым возбуждением и умно- 
жителей используются транзисторы КТбОб (Ци = 28 В), КТбО7 (Ц = 20 В), КТ640 и КТ643З (с ОБ, 
Ол = 15 В), КТ642, КТб47 (Ол = 15 В), КТб48 (Оп = 10 В), КТб57 (с ОЭ, Ци = 15 В), КТб82. КТ996 
О, = 10 В), КТ902, КТ904, КТ907, КТ909, КТ911, КТ913, КТ914, КТ916, КТ922, КТ930, КТУЗ1, 
КТ9З4, КТ944, КТ970, КТ971 Он= 28 В), КТ9ЗО (О,=30 В), КТЭ18, КТ938 (О, =20 В), КТ919 
(с ОБ, Чн= 28 В), КТ920, КТ925, КТ9б0, КТ963З („= 12,6 В), КТ929 (Ци =8 В), КТ9З7 (с ОБ, 
(+ =21В), КТ942, КТ946, КТ948, КТ962, КТ976 (допускают работу на рассогласованную нагрузку), 
КТ9104 (с ОБ, Оп = 28 В), КТ945, КТ947 (Оп = 27 В), КТ977 (с ОК, И = 40 В), КТ9142. 

Транзистор КТ921В представляет собой высокотемпературный прибор (рабочий диапазон темпе- 
ратур —60...+200 °С). Для видеоусилителей графических дисплеев используется транзистор КТ9141, 
а для схем фотовспышек — КТ863 и КТ9137, транзистор КТЗ166 — для контроля температуры воз- 
духа и элементов конструкции систем (у него соединены коллектор и база). 

Комплементарные транзисторные пары КТ511 и КТ512, КТ513 и КТ514, КТ515 и КТ5{6, предна- 
значены для применения в усилительных схемах с дополнительной симметрией. Эти транзисторы вы- 
пускаются в корпусе КТ-47 (зарубежный аналог 501-89) для применения в схемах для поверхностного 
монтажа. Комплементарные транзисторы КТ520 и КТ521 выпускаются в корпусе КТ-26. 

Транзисторы типов КТ517 и КТ523 представляют собой схемы Дарлингтона и выпускаются в 
различных корпусах (КТ-26, КТ-27 и КТ-46). Транзисторы типа КТ528 предназначены для примене- 
ния в схемах с рабочими токами до 2 А и имеют корпус для поверхностного монтажа (КТ-47). 

Транзисторы КТ519А, КТ6б128 предназначены для малошумящих низкочастотных усилителей, а 
транзисторы КТ524 и КТ525 предназначены для двухтактных выходных усилителей, работающих в 
режиме класса «В» портативных радиоприемников. В малошумящем предварительном усилителе мо- 
жет использоваться транзистор КТ526А. 

Транзисторы КТ732—КТ739, КТ6136 и КТ6137, КТ8212 и КТ8213, КТ8229 и КТ8230 предназна- 
чены для схем с дополнительной симметрией со структурами п-р-п и р-п-р в линейных переключа- 
тельных и усилительных схемах. 

Для схем усилителей промежуточной частоты АМ / ЧМ-приемников, гетеродинов ЧМ / УКВ-тю- 
неров предназначены транзисторы КТ6140, в схемах усилителей мощности, стабилизаторах и пере- 
ключателях применяются транзисторы КТ8199. Для схем высоковольтных ключей, стабилизаторов с 
импульсным регулированием и систем управления электроприводом двигателей предназначены тран- 
зисторы КТ8201, КТ8203, КТ8205, КТ8207 и КТ8209. Конструктивно эти транзисторы могут изготав- 
ливаться как в корпусном, так и в бескорпусном исполнениях (в виде кристалла). 

Необходимо также отметить комплементарные пары транзисторов Дарлингтона КТ8233 и 
КТ8234, КТ8240 и КТ8241, КТ8242 и КТ8243, КТ8244 и КТ8245, выпускаемых в бескорпусном испол- 
нении, и мощные транзисторы КТ8246 и КТ8250 (на ток 15 А), КТ8171, КТ8232, КТ740, КТ8111 (на 
ток 20 А), мощные генераторные транзисторы КТ9131, КТ9132, КТ9147, КТ9153, КТ9156 для работы 
в ВЧ и СВЧ диапазонах. 

Комплементарные транзисторы (со структурами р-п-р и п-р-п) КТЗ15 и КТЗ61, ГТ402 и ГТ403, 
ГТ 703 и ГТ705, КТ502 и КТ503, КТ664 и КТбб5, КТббб и КТбб7, КТ680 и КТб81, КТ719 и КТ720, 
КТ721 и КТ722, КТ723 и КТ724, КТ814 и КТ815, КТ816 и КТ817, КТ818 и КТ819, КТ8101 и КТ8102, 
КТ969 и КТ9115, КТ8130 и КТ8131, КТ9144 и КТ9145, КТ9180 и КТ9181 могут использоваться в паре 
в схемах с дополнительной симметрией. 

Имеется также группа транзисторов в миниатюрном корпусе для поверхностного монтажа в со- 
ставе гибридных микросхем (например, малошумящие КТЗ129 и КТЗ130, КТ682; переключательные 
КТЗ145 и КТЗ146; для работы в усилителях, в системах спутниковой связи, ключевых схемах, моду- 
ляторах, преобразователях, линейных стабилизаторах напряжения КТ216, КТЗ170А9, КТЗ17ЗАЭ, 
КТЗ179А9, КТЗ180А9, КТЗ186А9, КТЗ187А9, КТ664 и КТб65; для СВЧ усилителей КТЗ168, КТЗ169). 
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2.6. Биполярные германиевые транзисторы 


: Рк тах? Ь, ‚ Бр, О кво проб? | тах | Ткво, | 
ит | Структу- | р т тах? ки мы проб? Св Г; и тах? | ков 
при ора | ра | К, и тах? пах ? КЭО проб? КЭО › 
мВт МГц В МА мкА 
ГТ108А |  р-п-р 75 0,5* 5 5 50 10 (5 В) 
ГТ108Б | р-п-р 75 |* 5 5 | 50 10 (5 В) 
ГТ108В | р-п-р 75 1* | 5 5 50 10 (5 В) | 
Гт108Г р-п-р 75 1* 5 5 50 10 (5 В) | 
| 
| | | 
| гт109А Грир | 30 >1* | 10(18 им) | = | 20 <5 (5 В) 
'ГТ109Б | р-п-р | 30 >| * 10 (18 имп.) — 20 | <5 (5 В) 
| т109в р-п-р 30 >1* 10 (18 имп.) = | 20 55 (5 В) 
гт109г р-1-р 30 >1* 10 (18 имп.) — 20 <5 (5 В) 
гт!109Д р-п-р 30 >3* 10 (18 имп.) — 20 <2 (1,2 В) 
ГТ109Е р-п-р 30 >5* 10 (18 имп.) — | 20 <2 (1.2 В) 
гг!109ж р-п-р 30 — 10 (18 имп.) — 20 <1 (1,5 В) 
Гт109иИ р-п-р 30 >| * 10 (18 имп.) — 20 35 (5 В) 
ГТИ5А р-п-р 50 >1* 20 20 30 <40 (20 В) 
ГТ115Б р-п-р 50 >| * 30 20 30 | <40 (30 В) | 
ГТИ5В р-п-р 50 >| * 20 20 30 <40 (20 В) | 
ГТИ5Г | <40 (30 В) 
ИГТИ5Д |  р-п-р 50 >| * 20 20 30 Г 340 (208) 


— 


| 

р-п-р 50 >1* 30 | 20 30 
| 
| 





20 (150*) 


| 
| | 
2 | <20 (5 В) 
150 | 20 — 20 (150*) 
150 >2* 20 — 20 (150*) 
| 





ГТ!22Б п-р-п <20 (5 В) | 

ГТ!22В п-р-п <20 (5 В) 

ГТ122Г п-р-п 150 >2* 20 — 20 (150*) <20 (5 В) 
| 





' 
1 
. 
, 
: 
+ 
1 
} 


| <15 (15В) | 
[ГТ124Б р-п-р 75 | >1* 25 10 100* <15 (158) | 
| ГТ124В р-п-р 75 2 25 10 100* <15 (15В) | 
|[сту2аг р-п-р 75 2 25 10 100* <15 (15 В) 
ГТ125А р-п-р 150 >1* 35 20 300* <15 (15 В) 
ГТ!25Б р-п-р 150 >1* 35 20 300* <15 (15 В) 
ГТ125В р-п-р 150 >1* 35 20 300* <15 (15 В) 
ГТ125Г Горе 150 >1* 35 20 300" | 515058) 
ГТ!25Д Грир | 150 >1* 35 20 300* Г 515 (158) |! 
| СТ125Е | р-п-р 150 >1* 35 20 | 300* Г 315158) | 
|Гт125Ж | рир 150 Го 35 | 20 | 300* | 315158) | 
|1 СТ125И р-п-р 150 | >1* 70 | 20 300* Г 5151158) \! 
|ГТ125К р-п-р 150 >1* 70 20 300* | <15 (15 В) 
ГТ!25Л р-п-р 150 >1* 70 20 300* | 515 (15 В) 
Гт305Б 
р-п-р 75 >160 15 0,5 40 (100*) <4 (15 В) 


] 
| 
ГТ305А р-п-р 75 >140 15 1,5 40 (100%) — | 
р-п-р 75 >160 15 1,5 40 (100*) — 
ГтЗ05В 
| 
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р | 
| С, Гкэ нас? К, дБ | ты: пс | 
В. в С,,, Г.Э нас’ г. Ом „рас Корпус 
пФ Ом р”, Вт выкл 
к» нс 
20...50 (5 В:1мА) | 50 (50 В) — — 5000 
35...80 (5 В; 1мА) 60...130 | 50 (50 В) — — 5000 
1 мА) 50 (50 В) 








<30 (5 В) | 
<30 (5 В) — — 


20...50 (5 В; | мА) 
1 35.80 (5 В; 1 мА) 
| 60...130 (5 В; 1 мА) 
| 110...250 (5 В; | мА) 
20...70 (5 В; [ мАО 
50...100 (5 В; [мА) 


<30 (5 В) 
<30 (5 В) — — <10000 
<40 (1,2 В) — — <10000 
<40 (1,2 В) — — <10000 

— — — <10000 
<30 (5 В) — <12 (1 кГц) <10000 9 


(5 В; [ мА) 110...250 (5 В; 50 (50 В) — — 2000 
| 
| 


>100* (1,5 В) 
20...80 (5 В; | мА) 


21 25 
4 
47 


——— ———к————мщ—щ—ы—ыщ——ы=—ы=—[=——-“н"„—ы———ы=— 


20...80 (1 В; 25 мА) — — —_ 
20...80 (1 В; 25 мА) — — _ 
60...150 (1 В; 25 мА) — — — 
60...150 (1 В; 25 мА) — — — — 
125...950 (1 В; 25 мА) — — — | 

| 

| 


пы -т 2. 2152, г Ех 


15...45 (5 В; | мА) — — 200* — 
15...45 (5 В; 1 мА) — — 200* — 
30...60 (5 В; 1 мА) — 
30...60 (5 В; [мА) — 





| 
28...56 (0.5 В: ОЛА) | 
45...90 (0,5 В: 0ТА) | — 
71...162 (0.5 В: 01 А) | 
120...200 (0,5 В: 0,1 А) 


Ыи зЕчаииа-анае -2- лаг; ЧЕ, «25. ЗОНА. 


д м 
>> 
сл м 
|| 
|| 
16 24 
53 
$4 
< 


28...56 (0,5 В; 25 мА) — 
45...90 (5 В; 25 мА) — 
71...140 (5 В; 25 мА) — 
120...200 (5 В: 25 мА) — 
>28* (0.5 В; 100 мА) — 

| 45..90(5 8:25 мА) | 
71...140 (5 В; 25 мА) | — 

25...56* (0.5 В: 100 мА} \! 

45...90* (0,5 В; 100 мА) | 
71...140* (0,5 В: 100 мА) — | 


25...80* (1 В; 10 мА) <7 (5 В) < 
60...180* (1 В; 10 мА) <7 (5 В) < — 
40...120* (5 В; 5 мА) $5,5 (5 В) — <6 (1,6 МГц) <300 





Я ЕЕ Е Е ЕЕ ЕДЕ НЕЕ. 
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Н | Р; тах |, в» О кво проб? 

| | Структу- | +. т тах? тень ков проб ? 

| ра Р‚. и тах? А ах , О кэо проб ? 

| мВт МГц В | 
ГТЗО8А р-п-р 150 (360**) >90 20 3 
ГТЗ08Б р-п-р 150 (360**) >120 20 3 
ГТ308В р-п-р 150 (360**) >120 20 3 
ГТЗо8Г р-п-р 150 (360**) >120 20* 3 

| 

| | 

ГТЗ09А | р-п-р 75 >120 10 1,5 

| гтЗоэБ | р-п-р 75 >120 10 1,5 

|гтзоэв | р-п-р 75 >80 10 1,5 
гтзо9г >80 10 1,5 
гТ3З09д р-п-р 75 >80 10 1,5 
ГТЗоЭЕ р-п-р 75 >80 10 1,5 


| 
р-п-р 75 






20 (35°С) 

















| 
|  р-п-р | 20 (35°С) | | 
гтз1ов Г р-п-р 20 (35°С) >120 12 — | 
Гт31оГ | р-р 20 (35°С) >120 12 _ | 
гтз1од | р-п-р 20 (35°С) >80 12 о 
ГТЗ10Е | р-п-р | 20 (35°С) >80 12 | — 
12 2 
12 2 
12 2 
12 2 
12 2 
12 (20 имп.) 2 
12 (20 имп.) 2 
10 1,5 
>300 15 0,7 
>450 15 0,7 
>350 15 0,7 






160 (20** Вт) 
160 (20** Вт) 
160 (20** Вт) 
160 (20** Вт) 
160 (20** Вт) 
160 (20** Вт) 









50 (120*) 
50 (120*) 
50 (120*) 
50 (120*) 


150 (300*) 
150 (300*) 
150 (300*) 


200 (2* А) 
200 (2* А) 
200 (2* А) 
200 (2* А) 
200 (2* А) 
200 (2* А) 






<2 (5 В) 
<2 (5 В) 
<2 (5 В) 
<2 (5 В) 


лмимим 


мии 


мимиим 


лили 
— 
© 
| 
— 


дм м 
с мл 
< 
5 
— 


<5 (12 В) 
<5 (12 В) 
<5 (12 В) 


<10 (20В) 
<10 (20 В) 
<10 (20 В) 


<500 (60 В) 
<500 (60 В) 
<500 (60 В) 
<500 (45 В) 
<500 (45 В) 
<500 (45 В) 
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ЕЕ." 2 Е СЕ 3: 





в, В, 


20...75* (1 В; 10 мА) 
50...120* (1 В: 10 мА) 
80...200* (1 В; 10 мА) 
80...150 (1 В; 10 мА) 


20...70 (5 В; [ мА) 
60...180 (5 В; 1 мА) 
20...70 (5 В; 1 мА) 
60...180 (5 В; [ мА) 
20...70 (5 В; 1 мА) 
60...180 (5 В: [ мА) 


20...70 (5 В: 1 мА) 
60...180 (5 В: 1 мА) 
20...70 (5 В: 1 мА) 
60...180 (5 В: 1 мА) 
20...70 (5 В: мА) 
60...180 (5 В; 1 мА) 


15...80* (3 В: 5 мА) 

30...180* (3 В; 5 мА) 
15...50* (3 В; 5 мА) 

30...80* (3 В; 5 мА) 

60...180* (3 В: 5 мА) 
20...80* (3 В: 5 мА) 

50...200* (3 В: 5 мА) 
100...300* (3 В: 5 мА) 


20...250 (5 В; 5 мА) 
20...250 (5 В: 5 мА) 
30...170 (5 В; 5 мА) 


20...80* (1 В: 1ОмА) 
50...160* (1 В: 10 мА) 
80...250* (1 В; 10 мА) 


20...60* (3 В; 0,5 мА) 
40...120* (3 В: 0,5 мА) 
80...200* (3 В: 0.5 мА) 
20...60* (3 В: 0.5 мА) 
40...120* (3 В; 0,5 мА) 
80...200* (3 В; 0,5 мА) 


5 зак. 9 








<8 (5 В) 
<8 (5 В) 
<8 (5 В) 
<8 (5 В) 


<7,5 (5 В) 
<7,5 (5 В) 
<7,5 (5 В) 
<7,5 (5 В) 
<7,5 (5 В) 
<7.5 (5 В) 


лимиии 


<2,5 (5 В) 
<2,5 (5 В) 
<2,5 (5 В) 
<2,5 (5 В) 
<2,5 (5 В) 
<2.5 (5 В) 
<2.5 (5 В) 
<2,5 (5 В) 


<2,5 (5 В) 
<2,5 (5 В) 
<2,5 (5 В) 


<8 (5 В) 
<8 (5 В) 
<8 (5 В) 


<80 (10 В) 
<80 (10 В) 
<80 (10 В) 
<80 (10 В) 
<80 (10 В) 
<80 (10 В) 


<3,5 
<3,5 
<3,5 
<3,5 
<3,5 
<3,5 





<8 (1,6 МГц) 
<8 (1,6 МГц) 


и м 
< < 
— — 
> м 
— 

= 


мм миимиииы 


рас? 
*= 


выкл? 
* 


<500 

<500 
<1000 
<1000 
<1000 
<1000 


<300 
<300 
<300 
<500 
<500 


<50* 
<50* 
<50* 
<50* 
<50* 


<75; <50* 
<100; <50* 
<100; <50* 


<600 
<600 
<600 
<600 
<600 
<600 









р ® 
а 
ЗВ-- 
| Корп. 
| 
ГТ320 
0117 
К 
^ 
9 7] 
| 
к 
ГТ321 


| 
| 
9117 


Г 
съ 
9 Г. 
2 
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К тах? 





Рк т тах? 
*® 


Структу- 









К, и тах? 





<4 (25 В) 









<4 (25 В) 
10 <4 (25 В) 
5 <4 (15 В) 
5 | <4 (15 В) 
5 | <4 (15 В 
| 
|ГТ323А п-р-п 500 >200 20 2 1000 <30 
| ГТЗ2ЗБ п-р-п 500 >200 20 2 1000 <30 
|Ст323В п-р-п 500 >300 20 2 1000 | <30 | 
| 
| | 
о 
| | | | | | 
| | ! | 
| | | | | 
| | | 
|ГТ328А | р-п-р 50 (55°©) | >400 15* (5к) 0,25 10 <10 (15 В) | 
|ГТ328Б р-п-р 50 (55°С) >300 15* (5к) 0,25 10 <10 (15 В) | 
ГТ328В р-п-р 50 (55°С) >300 15* (5к) 0,25 10 <10 (15 В) 
| 
| 
| 
| | | 
50 (40°С) 10 0,5 20 | 535108) 
50 (40°С) 10 0,5 20 | <5 (10 В) 
50 (40°С) 10 | 20 | <5 (10 В) 
25 (60°С) 10 0,5 20 | <5 (10 В) 
| 
гтззод п-р-п 50 (45°С) >500 10 (20 имп.) 1,5 20 <5 (10 В) 
|Стззож п-р-п 50 (45°С) >1000 10 (20 имп.) 1,5 20 <5 (10 В) 
|ГТ3ЗЗоИ п-р-п 50 (45°С) >500 10 (20 имп.) 1,5 | 20 <5 (10 В) 
|ГТ335А р-п-р 200 (45°С) >80 20 3 150 (250*) 
р-п-р 200 (45°С) >80 20 3 150 (250*) 
|ГТ335В р-п-р 200 (45°С) >80 20 3 150 (250*) <10 
|ГТ33З5Г р-п-р 200 (45°С) >300 20 3 150 (250*) <10 
ГТ335Д р-п-р 200 (45°С) >300 20 3 150 (250*) <10 
| | 





дм 
ЭФ 


у——ы—_—-—-—=—ы-_- ——- 


р-п-р | 20 (8**) 1000 <30 (20 В) 
ГТ338Б р-п-р 100 — 20 (13**) — 1000 <30 (20 В) 
ГТ338 В р-п-р 100 — | 20 (5**) — 1000 <30 (20 В) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
|Т335Б 
| 
| 
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В, В. 2 
пФ Ом 


(5 В) — <4 (1,6 МГц) <50 ГТ322 
(5 В) — <4 (1,6 МГи) <100 
(5 В) — <4 (1,6 МГИ) | 5200 
(5 В) — — — 9 
(5 В) — — — 
(5 В) — — — 


30...100 (5 В; 1 мА) 
| 50...120 (5 В; 1 мА) 
|  00...120 (5 В: мА) 
’  50...120 (5 В: 1 мА) 
20...70 (5 В; 1 мА) 
50...120 (5 В: 1 мА) 


ммм иимиы 


157 5, 
> 
© 
З 
> 


20...60 (5 В: 0,5 А) <30 — — — ГТ323 
40...120 (5 В: 0,5 А) <30 — — — #117 


80...200 (5 В: 0.5 А) <30 — — — , 
е-) 

| 9 5 | 

| | 

| о | 

| | | 









20...200* (5 В;4 мА) | <1.5 (5В) — | <7(180 МГц) <5 ГТ328 
 40...200* (5 В:3 мА) | <1,5 (5 В) — |  57(180 МГи) <10 
10...70* (5 В:3З мА) | <1,5 (5 В) — | 57080 МГц) | <10 256 
| 
з 
| г Аорп. 
И 
| 
| 15..300* (5В:5мА) | 52458 | — <4 (400 МГц) <15 | ГТ329 | 
| 15..300* (5 В: 5 мА) <3 (5 В) — <6 (400 МГи) <30 | 
15...300* (5 В; 5 мА) <3 (5 В) — <6 (400 МГц) <20 
15...300* (5 В; 5 мА) <2 (5 В) — <5 (400 МГц) <15 


30...400* (5 В; 5 мА) <3(58В) | <15 8 (400 МГц) <30; <50* 
30...400* (5 В; 5 мА) <3(58) | <15 — <50; <50* 

— 10..400* (5 В; 5 мА) <3(58) | <15 8 (400 МГц) <30; <50* 

| 

| | | 

| 

| 40..70* (ЗВ; 50 мА) <8,5 — — — 

| 60..100* (3 В; 50 мА) <8.5 — _ <100* 
40...70" (3 В; 50 мА) <8,5 _ — <150* 
60...100* (3 В: 50 мА) <8.5 — — — 
50...100* (3 В; 50 мА) <8.5 — — <150* 

| 


5* 
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Тип 


к РН В 





прибора 





ра 


35 (60°С) 
35 (60°С) 
35 (60°С) 









Г, ‚ Бао , 


| , 
МГц 


О во проб ? 
кв проб 
О кэо проб ? 


То, 


Тв, 
Гозо» 


мкА 


<5 (10В) 
<5 (10В) 
<5 (10В) 


ЕЕ 85° ==. 





| 
>550 20 
| 


[ГтЗ46вА | | 50 (55°С) 3 | 10 510208) } 
1ГТ346Б с рп | 50 (55°С) | 0,3 | 10 <10 (20 В) 
|ГТ346 В | р-п-р | 50 (55°С) >550 20 0,3 | 10 | <10 (20 В) 

| | | 

| | | 

| 

| | | 
| 

|ГТ362А п-р-п 40 >2400 5 (55°С) 02 | 10 55 (5 В) 
'ГТ362Б | пгрп | 40 >2400 5 (55°С) | 0.2 | 10 <5 (5 В) | 
у | ы р | : 
| 
| | 
| | | | р 
| | | 
| | | | 
| Ц В | 






35 (85°С) 
| 
| 
| 










[СТ383ЗА-2 25 (55°С) <5 
ГТ383Б-2 п-р-п 25 (55°С) >1500 5* (1к) 0,5 10 <5 (5 В) 
ГТ383В-2 п-р-п 25 (55°С) | >3600 5* (1к) 0,5 10 <5 (5 В) 








| 
й 







|ГТ402А | | | 25* (0,2к) | | <20 (10 В) | 
[Гт4025 | р-п-р | 300; 600 > | 25 (0,2) | — | 500 <20 (10 В) 
[Гт402в С рр | 300:6000 | >* | 40*0ю | — | 500 520108) ' 
| ГТ402Г ` р-п-р | 300; 600 | >|* | 40* (0,2к) | — 500 <20 (10 В) ‚ 
|стчо2д ‚ р-п-р | 0,3 Вт; 0.6 Вт >1* | 25* (0,2к) | — | 500 | <25 (10 В) . 
ГТ402Е ‚ рп-р | 0,3 Вт; 0.6 Вт 51% 1 05* (0,2) | — 500 | <25 (10 В) 
тчозж | рп-р |! 0,3 Вт: 0.6 Вт >1* | 40* (0,2к) | — | 500 | <95 (10В) | 
ГТ402И ' р-п-р |! 0,3 Вт; 0.6 Вт >1* |  40* (0,2к) | — | 500 | 525108) 
| | 






























ГТ40ЗА р-п-р >0,008** | <50 (45 В) 
ГГ403Б р-п-р >0,008** 45 20 | 1250 <50 (45 В) 
ГГ40Зв р-п-р >0,008** 60 20 1250 <50 (60 В) 
| ГТ4озг р-п-р >0,006** 60 20 | 1250 <50 (60 В) 
|гт4озд | р-п-р | >0,006** 60 | 30 1250 | <50 (60 В) 
|ГТ403Е | р-п-р | >0,008** | 60 20 1250 '’ 350 (60В) | 
|т40ОЗЖ | рр | 4* Вт | >0,008** | 80 20 | 1250 ' 550 (80 В) 
[Гт4ози г р-п-р ! 4* Вт | >0.008** | 80 | 20 1250 <50 (80 В) : 
|Гт40зю ‘  р-п-р | 4* Вт | >0,008** | 45 20 | 1250 <50 (45 В) 
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К, дБ 
в, 97 Вэ 


<4,5 (1 ГГц) 
<5,5 (1 ГГц) 
<5,5 (1 ГГц) 


15...300* (5 В; 5 мА) | 
15...300* (5 В; 5 мА) (5В) 
15...300* (5 В; 5 мА) 











...150 (10 В; 2 мА) <1.3 ( | 6 (800 МГц) | | 
1 10..150 (10В;: 2 мА) <1,3 (5 В) — <8 (800 МГц) <5.5 
1  1$..150(10В: 2 мА) <1.3 (5 В) — <7 (200 МГи) | <6 











...200 (3 В; 5 мА) 
...250 (3 В; 5 мА) 


<4,5 (2.25 ГГц) 
<5,5 (2,25 ГГц) 


2025-х. <. 


...150* (5 В; 2 мА) <1,2 (5 В) <3,5 (180 МГц) 


...250 (3.2 В: 5 мА) | <4,5 (2,25 ГГц) 
...250 (3.9 В: 5 мА) <4 (1 ГГц) 
...950 (3.2 В: 5 мА) <5,5 (2,83 ГГц) 


30...80 (1 В: ЗмА) 
60...150 (1 В: ЗмА) 
30...80 (1 В: ЗмА) 


| 
60...150 (1 В:3 мА) | — | — — | | 
30...80 (1 В: 3 мА) | — | | — — К - | 
60...150 (1 В: 3 мА) | _ | — — | 
30...80 (1 В:3 мА) | — | — | — 6 
30...80 (1 ВЗмАд |  — | | — — | 9 | 
| 


20...60 (5 В: 0.1 А) 
| 
| 


Лии | 
42 


ля 





50...150 (5 В; ОА) 
20...60 (5 В: 0.1 А) 
50...150 (5 В; 0,1 А( 
50...150 (5 В; 0,1 А) 
30* (0,45 А) 
20...60 (5 В: 0.1 А) 
30* (0.45 А) 
30...60 (5 В: 0.1 А) | — | 





|| 

м мм мии А 
ПР | 
||| 
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Рк тах ? 1, ‚Бао кво проб? Г: "пах 
Тип К. т Мах ? 12133 ков проб? во проб? и и ах 
прибора РК нтах, пах» О кэо проб В МА 
мВт МГц 
ГТ404А п-р-п 600; 300 >1* 25* (0.2к) — 500 | 525 (108) 
ГГ4045Б п-р-п 600; 300 >1* 25* (0,2к) — 500 | 525 (108) 
|Гт404в | п-р-п 600; 300 >1* 40* (0,2к) — | 500 | 525108) \! 
'Гт4о4аг | п-р-п 600; 300 >1* 40* (0,2к) | — | 500 Г 52508) 
1Г7404д (| прп | — 600; 300 >1* | 25% (0.2к) — 500 Г 525(108) | 
ГТ404Е | прп | 600; 300 >1* 25* (0.2к) — 500 <25 (10В) 
Ггт404Ж п-р-п | 600; 300 >| * 40* (0,2к) — 500 <25 (10 В) 
Гт404и п-р-п 600: 300 >1* 40* (0,2к) — 500 <25 (10 В) 
ГТ405А р-п-р 0,6 Вт >| * 25* (0,2к) — 500 <25 (10 В) 
ГТ405Б р-п-р 0,6 Вт >1* 25* (0,2к) — 500 <25 (10 В) 
ГТ405В р-п-р . 0,6 Вт >1* 40* (0,2) — 500 <25 (10 В) 
ГТ405Г р-п-р 0,6 Вт >| * 40* (0,2к) — 500 <25 (10В) 
Гт406^А р-п-р 0,6 Вт 0,006** 25 20 1250 <50 (25 В) 


| 

500 (43°С) | 
500 (43*С) 
| 

| 


<40 (30 В) 
<40 (30 В) 


500 (43°С) <40 (30 В) 





120 (200+) 


| 
ГТ612А-4 55 (12 В) 


ГТ701А р-п-р 50* Вт >0,05* 55* (140 имп.) 15 12 А <6 мА 

| 
ГТ70ЗА р-п-р 15* Вт >0,010** 20 (0,05к) 10 3,5 А <500 
ГТ70ЗВ р-п-р 15* Вт >0,010** 30 (0,05к) 10 3,5 А <500 
Гт703Г р-п-р 15* Вт >0,010*+ 30 (0,05к) 10 3,5 А <500 
ГТ7оЗД р-п-р 15* Вт >0,010** 40 (0,05к) 10 3,5 А <500 





20* 10 З5А | <500 


>0,010** | 
20+ 10 3,5 А | <3.5 мА 


>0,010** 
>0,010** 
>0,010** 
20,010 









п-р-п 


| 
| 
| 
ГТ703Б р-п-р 15* Вт >0,010** 20 (0,05к) 10 3,5 А <500 
| п-р-п 
| 
| 
| 
| 
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вх,» в, 


30...80 (1 В; ЗмА) 
60...150 (ГВ; ЗмА) 
30...80 (1 В; ЗмА) 
60...150 (1 В; ЗмА) 
30...80 (1 В; ЗмА) 
60...150 (1 В: ЗмА) 
30...80 (1 В: ЗмА) 
60...150 (1 В; З мА) 


...80 (1 В; ЗмА) 
...150 (1 В; ЗмА) 
...80 (1 В; ЗмА) 
...150 (1 В; ЗмА) 


...150 (5 В; О.Г А) 


30...200 (3 В; 0.5 А) 
50...160 (3 В: 0.5 А) 
80...420 (3 В; 0.5 А) 


10* (2В;:6А) 


30...70* (1 В; 50 мА) 
50...100* (1 В; 50 мА) 
30...70* (1 В; 50 мА) 
50...100* (1 В: 50 мА) 
20...45* (1 В; 50 мА) 


30...70* (1 В; 50 мА) 
50...100* (1 В; 50 мА) 
30...70* (1 В: 50 мА) 
50...100* (1 В; 50 мА) 
90...250* (1 В; 50 мА) 





С ГКЭ нас? К,, дБ т: Се | 
С. Г. нас? г.’ Ом Е” Корпус 
пФ Ом Р.., Вт повикл" | 
к» НС | 

— <6 — — ГТ404 
— к. — — 61,7 
— <6 — — Ч 
— <6 — — <> 
| а - - | 
— <б6 — — 
— <6 — — х 9 5 | 








<50 (10 В) | <3,2 — <700* ГТс609 | 
<50 (10 В) <3,2 — <700* 
<50 (10 В) | 

| 
<3,5 (5 В) >0,2** Вт (2 ГГц) 
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| | | т _ 
| | К тах? | Е, ‚Бр, О кво проб’ 1 тах кво, 
| Тип Структу- | Рк т пах› | нь | О ков проб’ О во проб’ | и ков» 
прибора | ра | Рх. и тах? | т ’ | Ч кэо проб? | " А : Ткзо, и 
| мВт ‚ МГц | м мкА | 
| | | 
Гт804 | р-п-р 15* Вт >10 100** | — | 10 А | — 
ГТ804Б |  р-п-р 15* Вт >10 | 140** | 10 А | — | 
|Гт804В о рр | 15* Вт | 20 = 190** Е 10 А | — 
; | 
| СТ8О6А р-п-р 30* Вт >10* | 75 15 | 15 А — | 
ГТ806Б Г р-р | 30* Вт | >10* 100 | 1,5 15 А | — 
Гт806в | рр | 30* Вт | >10* 120 1,5 15 А — 
гт8о6г | р-п-р 30* Вт >10* 50 1,5 15 А — 
гт806Д | р-п-р 30* Вт >10* 140 1,5 15 А — 
| | 
| 
| 
| | | 
ГТ810А р-п-р 15* Вт >15 200 14 10 А <20 мА 
! | } 
ГТ905А '  р-п-р 6 Вт >60 75 Г 0,4 | ЗА(7*А) | <20 мА 
ГГ905Б '  р-п-р | 6 Вт >60 60 | 04 | ЗА (7*А) | <20 мА ] 
| | | 
| ' | 
|ГТ9Об^А | р-п-р | 15* Вт: >30 75 1,4 6 А <8 мА (75 В) 
| | 300** Вт 
ВИ 
Гт90бАМ р-п-р 15* Вт; >30 75 14 | 6А |  <8мА (75 В) | 
|  300** Вт 
| 
| | 
МГТ108А р-п-р 75 >0.5* | 10 (18 имп.) 5 50 | <10 (5 В) 
МГТ108Б р-п-р 75 >1* 10 (18 имп.) 5 50 <10 (5 В) 
мг! В р-п-р 75 >| * 10 (18 имп.) 5 50 <10 (5 В) 
мгт1о8Г р-п-р 75 >1* 10 (18 имп.) 5 50 <10 (5 В) 
мгт108Д 10 (18 имп.) 5 50 <10 (5 В) 
| 


МПЭА 
мо 
МПА 
мп0Б 





МПИ 
МПИА 


мшз 
| МП1ЗБ | 
| 


п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 


р-п-р 
р-п-р 


150 
150 
150 
150 


150 
150 


150 
150 


30 


15 
15 


15 
15 


15 
30 
30 


15 
15 


15 
15 





20 (150*) 
20 (150*) 
20 (150*) 
20 (150*) 


20 (150*) 


20 (150*) 


20 (150*) 
20 (150*) 









30* (30 В) 
30* (30 В) 
30* (30 В) 
50* (30 В) 


30* (30 В) 
30* (30 В) 


<30 (15 В) 
<30 (15 В) 
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| т пс 

| 1 } к» !, 
, | С, ГКЭ нас’ | К,, дБ | { | 
П * * , РК ' 
ов ПИ ОВ Корпус 
|| | пФ Ом | Р..., Вт | „выкл 














20...150* (10 В; 5 А) 
20...150* (10 В; 5А) 
20...150* (10 В: 5 А) 







...100* (10 А) 










...50 (5 В: 1 мА} 


| 
| | | 
10...100* (10 А) — | 50,04 | 
10...100* (10 А) | — | =0,04 | 
| 10...100* (10 А) — | =0,04 | | 
| 10...100* (10 А) — <0,04 | 
| 
| 
15*; (10 В: 5А) — <0,07 — 5*мкс ГТ810, ГТ905 
| | 6 10 | 
Я 
|  35...100* (70 В; ЗА) <200 (30 В) | _ | <300; 4*мке | 
| 35...100* (70 В:ЗА) | <200 (30 В) | 0,17 — <300; 4*мкс 
' | | 
...150* (10 В; 5А) — <5000* 
| | 
|  30..150* (10 В:5А) | — | — — <5000* | 
| | 
| | 
| | 
| 
| 
| | 
| 
| 
| 25...50 (6 В; 1 мА) — — — <5000 
35...80 (5 В; мА) — — — <5000 
60...130 (5 В; 1 мА) — — — <5000 
110...250 (5 В; 1 мА) — — — <5000 
30...120 (5 В: 1 мА) — — <6 (1 кГц) <5000 | | 
| 
| 
15...45 (5 В:1мА) | <60 (5 В) — | зюак | — | 
| 15...30 (5 В: 1 мА) Г 310 (кГц) | — 
15...30 (5 В; 1 мА) | <10 (1 кГц) — 











<10 (1 кГц) 
<10 (1 кГц) 


25...55 (5 В; 1 мА) 
45...100 (5 В: 1 мА) 





| >12 (5 В; 1 мА) | 55058) | — | <150* 
|  20..60(5В:1мА) | <50(58В) | — | <12(1 кГц) 
| | | 
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74 
Рк тах 7 р, ‚в 6’ кво проб? 
Тип Структу- К. т тах * 2, ков проб? 
прибора ра к. и тах? ах , Ч кэо проб ? 
мВт МГц В 


| 
| МП | р-п-р | 150 >2* 15 
| МШБА | р-п-р | 150 >2* 15 
| МПИ | р-п-р | 150 — 15 


15* (100) 
15* (100) 
| МП20А '  р-п-р 150 >2* | 30 
|МП20Б о р-п-р 150 >1,5* 30 





р-п-р 200 >0,2* 70 
р-п-р 200 >0,2* 70 
| р-п-р 200 >0,5* 70 
| | 
| | 
|МП35 пери | 150 >0,5* | 15 









мПпз9 р-п-р 150 >0,5* 15* (10к) 
МПЗЭБ | р-п-р 150 >0,5* 15* (10к) 
15* (10к) 


30* (10к) 








А 


20 (150*) 
20 (150*) 
20 (150*) 
20 (150*) 


20 (150*) 
20 (150*) 
20 (150*) 


50 (300*) 

50 (300+) 

50 (300*) 
300* 
300* 


300* 
300* 


300* 
400* 
400* 


20 (150*) 


20 (150*) 


20 (150*) 
20 (150+) 


20 (150*) 
20 (150*) 


20 (150+) 
20 (150*) 


20 (150*) 
20 (150*) 









<30 (15 В) 
<30 (30 В) 
<50 (30 В) 
<50 (30 В) 


<30 (15 В) 
<30 (15 В) 


<25 (15 В) 
<25 (15 В) 
<25 (15 В) 
<50* (15 В) 
<50* (15 В) 


<50 (30 В) 
<50 (30 В) 


<50 (40 В) 
<50 (60 В) 
<50 (50 В) 
<50 (50 В) 


<75 (40 В) 
<75 (40 В) 
<75 (40 В) 


<75 (70 В) 
<75 (70 В) 
<75 (70 В) 


<30 (5 В) 


<30 (5 В) 


<30 (5 В) 
<30 (5 В) 


<30 (5 В) 
<30 (5 В) 


<15 (5 В) 
<15 (5 В) 


<15 (5 В) 
<15 (5 В) 
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. С, ы Гкэ иас' К, ' дБ # | | 
| Вы» Вэ С, Гвэ нас? г. Ом к" Корпус | 
| | пФ Ом р”, Вт выкл” 


20...40 (5 В; 1мА) мш4, М5 
20...40 (5 В; | мА) 


30...60 (5 В; 1 мА) 


20...80 (5 В: 1 мА) < < 
> К } 
30...60 (5 В: 1 мА) <50 < 
50...100 (5 В: 1 мА) | <50(5В) —_ <150* | —_ | © 
— — | =10 | — — | 5 


20...35 (1 В: 10 мА) | — <15 | 
30...50 (1 В: 10 мА) — <15 — <1500* 
| 










ЗЕЕ 2 





= И ДА. ых 2 


45...100 (1 В; 1 мА) — <15 — <1000* 
20...70 (10 В; 100 мА) — <6,6 — — 
10...70 (10 В; 100 мА) — <6,6 — — © 
К 9 
50...150 (5 В; 25 мА) < > < 
80...200 (5 В; 25 мА) < Г] 


20...100 (5 В; 25 мА) — <! — | — | МП21, МП25 
| 20..80(58;25мА) |  — <1 — — 
| 60.200 (5 В; 25мА) |  — <1 — | — | 2,7 | 
| 30.150 (58В:25мА) |  — <1 — | 
| 


| | 

' 13...25 (20В;:2.5 мА) | <20 (20 В) <2.2 | _ <1500*** 

| 20...50 (20 В; 2,5 мА) <20 (20 В) <2 — <1500*** з 

| 30...80 (20 В: 2,5 мА) <20 (20 В) | <1,8 — <1500*** 6 











...25 (35 В; 1,5 мА) <15 (35 В) <2, — <1500*** МП26, МПЗ5 
...50 (35 В: 1.5 мА) <15 (35 В) 20 — <1500*** 
...80 (35 В: 1.5 мА) <15 (35 В) — <1500*** 11,7 
| 
| > 
^ | К 9 
| 13.125 (5В:1мА) | — — <290* — 
| | з 
| | | Г] 
| | | 
..45 (5 В: 1 мА) _ — <10 (1 кг | — мпз6, МПЗ7 | 
| 211,7 
15...30 (5 В: 1 мА) — — <990* — “> К } 
25...50 (5 В: 1 мА) — — <290* — 
| Г] | 
| | 
} 
| 25.55 (5 В:1мА) | | | 
| 45061 | — — <220* | — | 


| 
>12 (5 В: 1мА) <50 (5 В) 
20...60 (5 В; 1 мА) <50 (5 В) <12 (1 кГц) 
| 
| 


20...40 (5 В; [ мА) <50 (5 В) 
20...40 (5 В; 1 мА) <50 (5 В) 
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| | | Рк тах 7 | р, ‚бы кво проб ° | | Г. ах кво, 

| Тип | Структу- | Рк. т тах” | 121 ков проб | Ч во проб | | И Тод, Е 

прибора | ра | Рк и мах? | $ ах ' | Ч зо проб * В | Ткэо, : 

| мВт ‚ МГц | мА | `’ МКА ь 

| МПА! г ригр | 150 ГО | 15% (0ю 5 ' 20(150*) | <15 (5 В) 
|мПА1А Грир | 150 > 15% (10 | 5 | 20 (150*) | <15 (5 В) 

' , | : | ! й 

200 >2* 15* (3к) — 150* — 

200 >1,5* 15* (Зк) — 150* — 

200 >1* 15* (Зк) — 150* — 

| 

| 12019 | р-а-р 10* Вт >0.1* 45 И 15А | <0.4 мА 

|01201АЭ | р-п-р 10* Вт >0,2* 45 О 15А | <0,4 мА 

| | 


11,5* Вт 
10* Вт 
10* Вт 


10* Вт 
р-п-р 11,5* Вт 
р-п-р 10* Вт 
р-п-р 10* Вт 





<25 мА 
<25 мА 


<12 мА 


<8 мА (45 В) 


<15 мА 
<15 мА 


<8 мА (65 В) 


<0,3 мА 
<0,15 мА 
<1,5 мА 
<],5 мА 


<0,3 мА 
<0.5 мА 
<0.5 мА 
<1,5 мА 
<2 мА 
<2.5 мА 
<2 мА 


<0.5 мА 
<0,5 мА 
<0,5 мА 
<3 мА 
<3 мА 


1 м Ее Бим ли ое ЕК 
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| 
вы В ос | ом т Корпус 
пФ Ом Р”, Вт „овыклт 
| к» НС 


| | 
30...60 (5 В; 1 мА) <50 (5 В) МП41, МП42 
| 50...100 (5 В; 1 мА) <50 (5 В) 
511,7 | 
| 

| 20...35* (1 В; 10 мА) — <20 — <2000*** “> К РИ 
| 30...50* (1 В; 10 мА) — <20 — <1500*** 
| 458...100* (1 В; 10 мА) - | <20 _ <1000*** | < | 
5 
















| 

| 

| >20* (10 В: 0.2 А) <1.25 | | — | П201, П202 

| 240“ (108;0,2 А) | — | 51,25 

>20* (10 В: 0,2 А) | 

— 

| 5...15 — 
512 _ 

| >15 — | 

| >15 | — 


>15* (2 В: 5А) — 
>15* (2 В: 5 А) — 
>10* (2 В: 5А) | 
>10* (2В:5А) | — 
>15* (2 В | 


20...50* (5 В; ТА) 
>20* (5 В; 0.2 А) | — 
>40* (5 В: 0.2 А) | — 



























20...60* (5 В; 0.2 А) 
50...150* (5 В; 0,2 А) 
20...150* (5 В; 0,2 А) 
>20* (5 В:02А) |  — 


20...150* (5 В: 0.2 А) 
>16 (0.75 В; 4 А) 
20...80 (0.75 В: 4 А) 
>10 (ЗВ: 2 А) 
>30 (3 В:2А) 
>5 (ЗВ: 2 А) 
15...30 (3 В: 2 А) 








>16 (0.75 В; 4 А) 
20...60 (5 В; ТА) 
>20 (5 В; ТА) 
>15* (1 В,4 А) 
15...40 (ЗВ;:2А) 


| 
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| | | ®ы— 














Р; тах ? Г, в О кво проб? | 
Тип Структу- К, тах, нь ков проб | 
прибора ра Рк, тах? т Око проб’ 
| мВт МГц 
|127 р-п-р 30 >| 5* (0,5к) — 6 358 | 
|0127А р-п-р 30 > 5* (0,5к) — 6 <3 (5 В) | 
| 
| р 
| | | 
| | 
| | | 
| 
>5* 5* (0,5к) — 6 <3 (5 В) | 
| 
| 
| 
029 | ри-р | 30 >5* 10* | 1 100* |  54(128В) 
П29А р-п-р 30 >5* 10* | 12 100* | <4 (12 В) 
| | | 
| 
| | 
‘пзо р-п-р 30 >10* 12* 12 100* <4 (12 В) 
| | | 
, 
| 
| 
‚Пао! >30 20 <10 (58) | 
0402 >50 | 20 <5 (5 В) 
| 
| 
| 
| | н 
0403 р-п-р 100 >100 10 | | 20 | <5 (5 В) | 
|П4ОЗА р-п-р 100 >80 10 | 20 | <5 (5 В) | 
| | 
| 
| | | 
0416 р-п-р 100 (360*) >40 12 3 25 (120*) <3 (10 В) 
1416 А р-п-р 100 (360*) >60 12 3 25 (120*) <3 (10 В) 
04165 р-п-р 100 (360*) >80 12 3 25 (120*) <3 (10 В) | 
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в, в. > Корпус 
| 20...100 (5 В; 0,5 мА) — — <10 (1 кГц) — 
| 20.170 (5 В; 0,5 мА) | — — <5 (1 кГц) — 
| | 
| 
20...200 (5 В; 0,5 мА) — — <5 (1 кГц) — 
| 
| р 
| | 
| 
20...50 (0.5 В: 20 мА) | <20 (6 В) о — <6000 
40...100 (0.5 В; 20 мА) | <20 (6 В} 10 — <6000 
80...180 (0,5 В: 20 мА) <20 (6 В) — 6000 
| 
| 
16...300 (5 В: 5 мА) <15 (5 В) — — <3500 1401, П402 | 
16...250 (5 В; 5 мА) <10 (5 В) — — <1000 
#117 
А 
- 
| | 9 7,1 
- 
..100 (5 В; 5 мА) <10 (5 В) — <500 1403 
..200 (5 В; 5 мА) <10 (5 В) — <500 917 


ы 
‘о 
($. 
[< 





60...120 (5 В; 5 мА) <8 (5 В) <40 — <500; <1000* 


20...80 (5 В: 5 мА) <8 (5 В) <40 — <500: <1000* | "416 
90...250 (5 В: 5 мА) <8 (5 В) <40 — <500: <1000* 

| | 
| 
| 
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К тах } Г, ‚Во О кво проб? | Кох | кво ’ 
тю ср КО то оон | ные в 
Рк. и тах ' ах О ко проб 7 | А Т кз, р 
мВт МГц В м | мкА 
|1417 | р-п-р 50 >200 8 | 01 | 10 | <3 (10 В) 
1417А | р-п-р 50 >200 8 Г 0,7 10 <3 (10 В) 
1417Б |  р-п-р 50 >200 8 0,7 10 | <3 (10 В) 
| | | 
| } | 
1422 10* (1к) — 20 <5 (5 В) | 
1423 10* (1к) — 20 <5 (5 В) 
| 
р 
| 
1 1500 <2000 (45 В) 
0,5 1500 <2000 (45 В) 
| 
| 
| 
11606 '  р-п-р 1,25 Вт >30 35 1500 | 52000 (35 В) | 
п606А Г р-п-р | 1,25 Вт >30 35 0,5 | 1500 | 52000 (35 В) 
| | ] 
| | | 
| | 
| 
| 
| 
30 1,5 300 (600*) <300 (30 В) | 
30 1,5 300 (600*) <300 (30 В) | 
| | 
| 1 
30 1,5 300 (600*) <300 (30 В) 
30 1,5 300 (600*) <300 (30 В) 
30 1,5 300 (600*) <300 (30 В) ! 
30 1,5 300 (600*) <300 (30 В) | 
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я = 
} В, В 





..100 (5 В: 5 мА) <5 
'  65...200 (5 В; 5 мА) <5 (5 В) — | — 
| 75.250 (5 В: 5 мА) <6 (5 В) — | — <400 





<10 (5 В) <10 (1,6 МГц) 





..100 (5 В: 1 мА) 




















| 
| | 
24.100 (5 В; 1 мА) <10 (5 В) — | <10 (1,6 МГц) <500 4? 
| | | 
| 
| | | | | | | 
| 
ВИ 
| | 
| 20...60 (ЗВ: 0,5 А) <130 (20 В) | <40 — <3000* | 
| 40...120 (3 В; 5 А) <130 (20 В) <40 — <4000* 
| | 
| | 
| | 
| 
| 20.60 (3В: 0.5 А) <130 (20 В) | <40 — <3000* | 1606 
40...120 (3 В; 5 А) <130 (20 В) | <40 | — <4000* 
2155 
| } 
...80* (3 В: 0,25 А) <50 (10 В) <10 — <3000* 607 | 






...200 (3 В; 0,25 А) <50 (10 В) 










<50 (10 В) 
<80 (10 В) 


...120 (3 В; 0,25 А) 
...240 (3 В; 0,25 А) 










<50 (10 В) 
<80 (10 В) 


...120 (3 В; 0,25 А) 
...240 (3 В; 0,25 А) 
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2.7. Биполярные кремниевые транзисторы 


















р, ‚ бло О кво тах ? 
во, ков тах? 
| ’ Око тах ? 
МГц 






















| КТ104А р-п-р 











150 (60°С) 10 50 <1 (30 В) 
|КТ104Б р-п-р 150 (60°С) 10 50 <1 (15 В) 
|кт104в р-п-р 150 (60°С) 10 50 <1 (15 В) 
| КТ!04Г р:п-р 150 (60°С) 10 50 <1 (30 В) 
| н 
| КТИ7А | п-база 300 50 (1* А) <! 
| КТИ7Б п-база | 300 50 (1* А) <1 (30 В) 
КТИ7В п-база 300 50 (1* А) <1 (30 В) 
ктТиг п-база 300 50 (1* А) <1 (30 В) 





| 100 (100°С) — 15 31 50 <0.1 (158) | 
100 (100°С) — 15 31 50 <0,1 (158) | 
| 100 (100°С) — 15 31 50 | <0,1 (15 В) 
| 
0,2*** 20 20 10 (50*) | — 
0,2*** 20 20 10 (50*) — 
| и 
Е 
| 
>1 60 10 | 10(20*) | 50,55 (60вВ) }] 
>1 30 10 10 (20*) <0,5 (30 В) 
>1 60 10 10 (20*) <0,5 (60 В) 
| 


ЗЕЕ: в 7:5 


| КТ120А-1 р-п-р 60 10 10 <0,5 (60 В) 
| КТ!20В-1 р-п-р 60 10 10 — 
| 
| 
| 
| КТ!20А-5 р-п-р 10 60 10 10 | 
| КТ120В-5 р-п-р 20 60 10 | 10 


| КТ127А-1 п-р-п 15 (60°С) >0,1** 25 





3 50 <1 (25 В) 
| КТ!27Б-1 п-р-п 15 (60°С) >0,1** 25 3 50 <1 (25 В) 
| КТ!27В-1 п-р-я 15 (60°С) >0,1** 45 3 50 <1 (25 В) 
| КТ127Г-1 . _п-р-п 15 (60°С) >0,1** 45 3 <1 (25 В) 





|| 


м опррииние сели 
‚апач тавниттьстатвнисчьить 
—ы— 
‘ыы ЗИНЫХ." 


а 
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С 

| В. С... 
| пФ 
| Ч...36 (5 В:1мА) | <50 (58) 

20...80 (5 В; 1мА) <50 (5 В) 
| 40...160 (5 В; 1мА) <50 (5 В) 
15...60 (5 В; 1 мА) <50 (5 В) 
| 
| 





| 0,5...0,7 (Чыве=10 В) — 
0.65...0,9 (ЧвБ2=10 В) | — 
' 0.5...0.7 (Оъв=10 В) — 
0,65...0.9 (Чв1Б2=10 В) — 


| 

| 

| 
з 
© 
< 








| 
| 
| 
Е 0,5...0.65 (Цвзь=10 В) | 
, 0.6...0,75 (ИБави=10 В) — — — — 075 06 
| 
| | 
| 
1 
| 
} | } 
...200 (5 В: < | 
...200 (5 В; 
...200 (5 В; 
.. КТ!20-1 
20...200 (5 В; 1 мА) | 5 В) <110 — | — у | 
УХА 
Г: 
| 2 | 
| \ | 
А9Э 
20...200 (5 В; 1 мА) <5 (5 В) <50 — — КТ!20-5 
20...200 (5 В; 1 мА) <5 (5 В) <110 — — 04 015 | 
| . , 
ы к 


...60 (5 В: 1 мА) 
...200 (5 В; | мА) 


КТ!27-1 
12 06 


...60 (5 В; 1мА) 
...200 (5 В; 1 мА) 


миии 





5* 
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,, 6 
+ 
21э' 
##$ 


Е ах ’ 
МГц 


О кьо тах? 








К тах? 
* 






Тип 





К, т тах? О ков тах 






Р 


К. и тах? 


мВт 





прибора 


КЭО тах? 





КТ!132А 
КТ!32Б 


3 57 ЕЕ 


ЕЕ 21. 227 т ХоУ 










| КТ13ЗА однопер. 300 — — 35 1,5* А | 
КТ!33Б 300 — — 35 1,5* А | 
| | 
| 
| 
* 
| | | 
| | | | | 
| | | 
|КТ201А Го п-ри | 150 (90°С) | >10 | 20 20 | 20(100*) <1 (20 В) 
| КТ201Б Г прп | 150 | >10 | 20 20 | 20(100*) | <1 (20 В) 
| КТ201В | п-рып | 150 >10 | 10 0 | 20(100*) | <1 (20 В) 
| КТ201Г г п-рыа | 150 >10 10 УХ 20 (100*) !  <1(208) | 
| КТ201Д, п-р-п 150 >10 10 10 20 (100*) <1 (20 В) 
| 
| КТ201АМ п-р-п 150 >10 20 20 20 (100*) <1 (20 В) 
[КТ201БМ | прп 150 >10 20 20 20 (100*) <1 (20 В) 
|КТ201ВМ | прп 150 >10 10 10 20 (100*) | <1 (20 В) 
КТ2ОГМ | прп 150 >10 10 | 0 | 20(100*) | <1 (20 В) 
тим | п-рп 150 >10 10 10 20 (100*) | 51208) 
| 
| | | 
| 
| | 
|КТ202А-1 р-п-р 15 (55°С) >5 15 10 10 (25*) <1 (15 В) 
|КТ202Б-1 р-п-р 15 (55°С) >5 15 10 10 (25*) <! (158) | 
|КТ202В-1 р-п-р 15 (55°С) >5 30 10 10 (25*) <! (30 В) 
|КТ202Г-1 р-п-р 15 (55°С) >5 30 10 10 (25*) | <1 (30 В) 
|КТ202Д-1 | рпр 15 (55°С) >5 15 Ю | 10(25%) | <1 (15 В) 
, : | ! : 
ВИ 
Е | | 
: | | 
| | | | 
| | | | | ! 
| КТ20ЗА | р-п-р 150 (75°©) | >5* | 60 30 10 (50*) (60 В) 
| КТ203Б р-п-р | 150 (75°С) >5* | 30 15 10 (50*) 
|КТ203В р-п-р 150 (75°С) >5* 15 10 10 (50*) (15 В) 









| 
| 
| 
| 


| КТ20ЗАМ 150 (75°С) 10 (50*) | <1 (60 В) 
КТ203БМ |! ри 150 (75°С) > 10 (50*) | <1 (30 В) 
|КТ203ВМ 150 (75°С) >5* 10 (50*) <1 (15 В) | 
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| С, ГКЭ нас Ом К, дБ Т„, ПС | 
№, „, Вэ | С. ГБ нае, Ом г, Ом Ни, НС Корпус 
| | пФ Кр, ДБ р”, Вт Е ль НС 
0,56...0,75 — 
0,68...0,82 _ 
| 
| 
0,56...0.75 — 
0.7...0,85 | — 
] 
| 
| 
| 
| 20...60 (1 В; 5 мА) <20 (5 В) — — — КТ201 
| 30...90 (1 В; 5 мА) <20 (5 В) — — , — 
30...90 (1 В; 5мА) <20 (5 В) — — — 95,64 
| 70...210 (1 В:5 мА) | <20 (5 В) — — — | 
. м 
° 30...90 (1 В; 5 мА) <20 (5 В) — <15 (1 кГц) — + “5: 
| 
| © 
| > | 7] 




















...60 (1 В; 5 мА) <20 (5 В) 






30...90 (1 В: 5 мА) <20 (5 В) 
30...90 (1 В; 5 мА) <20 (5 В) 
70...210 (1 В; 5 мА) <20 (5 В) 
...90 (1 В; 5мА) <20 (5 В) <15 (1 кГц) 




















...70 (5 В; 1мА) <25 (5 В) 





40...160 (5 В; 1 мА) <25 (5 В) 
15...70 (5 В: 1 мА) <25 (5 В) 
40...160 (5 В; 1 мА) <25 (5 В) 






...300 (5 В: 1 мА) <25 (5 В) 


>9 (5 В; 1 мА) <10 (5 В) — <300* 


30...150 (5 В; 1 мА) | <10 (5 В) <50 <300* 
30...200 (5 В: 1 мА) | <10 (5 В) <25 <300* 
| | 
м 
[© 
| © 
| у 10 5 
>9 (5 В; 1 мА) ` <10 (5 В) — <300* — КТ203М 
30...150 (5 В; [ мА) <10 (5 В) <50 <300* — | 
30...200 (5 В; 1 мА) <10 (5 В) <25 <300* — 952 | 
| | 
| 
| | 9 КБ 
| | “> 5 
| | | з ы а. Е 
| | | | — | 
] | 
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Рк тах ? т, ‚> 16? 


К. т тах? 21’ 
*2 т 


О кво тах? 





Тип 











О кв тах ? 





О кэо тах? 






прибора 


К. и тах? тах ? 


мВт МГц 


















КТ208А 
| КТ208Б 
КТ208 В 
КТ208Г 
| КТ208Д 
| КТ208Е 
|Кт208Ж 
|КТ208И 
|КТ208К 
|КТ208Л 
КТ208М 


| КТ209А 
КТ209Б 
|КТ209вВ 
|КТ2098В2 
|КТ209Г 
| КТ209Д 
КТ209Е 
КТ209Ж 
КТ209и 
`КТ209К 
|КТ209Л 
|КТ209М 


КТ209кК9 


| КТ2НА-1 
| КТ2ИБ-1 
КТ2ИВ-1 


| 
| 
| ОНИ 


| 

| 

| рп 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 


р-п-р 
| р-п-р 
р-п-р 
‚ рР-П-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 


р-п-р 


————-—— 


| р-п-р 
| р-п-р 
| р-п-р 


200 (60°С) 
200 (60°С) 
200 (60°С) 
200 (60°С) 
200 (60°С) 
200 (60°С) 
200 (60°С) 
200 (60°С) 
200 (60°С) 
200 (60°С) 
200 (60°С) 


200 (35°С) 
200 (35°С) 
200 (35°С) 
200 (35°С) 
200 (35°С) 
200 (35°С) 
200 (35°С) 
200 (35°С) 
200 (35°С) 
200 (35°С) 
200 (35°С) 
200 (35°С) 


200 


25 
25 
25 


20* (3к) 
12* (3к) 


20* (10к) 
20 
20 
30 
30* (10к) 


40 


15 
30 
60 


30 
15 
10 


10 
10 
10 


10 (50*) 
10 (50*) 
10 (50*) 


300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 


300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500+) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 


150 


20 (40*) 
20 (40*) 
20 (40*) 


20 (50*) 
20 (50*) 
20 (50*) 






<0,05 (60 В) 
<0,05 (30 В) 
<0,05 (15 В) 


ммииимиимииииии 
— 
г 
|<») 
|= 
— 


| <1*(158) | 
| 31 (158) 
| <1* (15 В) 
<1* (15 В) 
<1* (30 В) 
<1* (30 В) 
<1* (30 В) 
<1* (45 В) 
<1* (45 В) 
<1* (45 В) 
| 
| 


<1* (60 В) 
<1* (60 В) 


<10 (15 В) 
<10 (30 В) 
<10 (60 В) 












<10 (15 В) 
<10 (15 В) 
<10 (15 В) 
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п, Вэ 







| 30...90* (1В:5мА) | <20 (5 В) 
’ 70...120* (1 В; 5 мА) <20 (5 В) 


>9 (5 В; 1 мА) <10 (5 В) <100 
| 30...150 (5 В; 1мА) <10 (5 В) <100 <300* — 
30...200 (5 В; 1мА) <10 (5 В) <50 <300* — 


=. к-з 


<5 (1 кГц) 








млиииимииимииимии 


| 20...60* (1 В;30 мА) | <50 (10 В) <1,3 — — 
| 40...120* (1 В; 30 мА) <50 (10 В) <1,3 — — 
80...240* (1 В; 30 мА) <50 (10 В) <1,3 <4 (1 кГц) — 
20...60* (1 В; 30 мА) <50 (10 В) <1,3 — — 
| 40...120* (1 В; 30 мА) <50 (10 В) <1,3 — — 
| 80...240* (1 В; 30 мА) | <50 (10 В) <1,3 <4 (1 кГц) — 
| 20...60* (1 В; 30 мА) | <50 (10 В) <1,3 — — 
| 40...120* (1 В; 30 мА) <50 (10 В) <1,3 — — 
80...240* (1 В; 30 мА) <50 (10 В) <1,3 <4 (1 кГц) — 
20...60* (1 В; 30 мА) <50 (10 В) <1,3 — — 
40...120* (1 В: 30 мА) | <50 (10 В) <1,3 — — 
20...60* (1 В; ЗОмА) <50 (10В) ‚3 
" 40...120* (1 В; 30 мА) <50 (10 В) ‚3 
80...240* (1 В; 30 мА) <50 (10 В) ‚3 
>200* (1 В; 30 мА) <50 (10 В) ‚3 
20...60* (1 В; 30 мА) <50 (10 В) ‚3 
40...120* (1 В; 30 мА) <50 (10 В) ‚3 
‚3 
20...60* (1 В; 30 мА) <50 (10 В) ‚3 — 
40...120* (1 В; 30 мА) <50 (10 В) ‚3 — 
80...160* (1 В; 30 мА) <50 (10 В) ‚3 <5 (1 кГц) 
20...60* (1 В: 30 мА) <50 (10 В) ‚3 
40...120* (1 В; 30 мА) | <50 (10 В) ‚3 


| 
80...240* (1 В; 30 мА) <50 (10 В) 
| 





>30 (0,2 В; 12 мА) КТ209к9 









80...240 (5 В; 1 мА) 
80...240 (5 В: 1мА) 
40...120 (5 В: 1 мА) 


40...120 (1 В; 40 мА) 
80...240 (1 В: 40 мА) 
160...480 (1 В; 40 мА) 













<25 (5 В) 
<25 (5 В) 
<25 (5 В) 


<20 (5 В) 
<20 (5 В) 
<20 (5 В) 











<3 (1 кГц) 
<3 (1 кГц) 
<3 (1 кГц) 
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| Рк тах? Е, ‚бро О кво тах? Г: пах Т кво, | 
РК, тах, 21э' ков тах › Г. , Ткэк, 
итак, ах О кэО пах А Ко» 
МГц В м мкА Г 
| КТ214А-1 р -п-р 50 >5 80** 30 50 (100*) <! (30в) | 
| КТ214Б-1 р-п-р 50 >5 80** 7 50 (100*) <! (30 В) | 
КТ214В-1 | рр 50 >5 60** 7 50 (100*) <1 (30 В) 
| КТ214Г-1 | р-п-р 50 >5 40** 7 50 (100*) <1 (30 В) 
|КТ214Д-1 | рир 50 >5 30** | 50 (100*) <! (30 В) 
|КТ214Е-1 | рп | 50 >5 20** 22 | 50(100*) | <1 (30 В) 
| | | 
| КТ215А-1 п-р-п 50 >5 80** 5 50 (100*) <100* (30 В) | 
| КТ215Б-1 п-р-п 50 >5 80** 5 50 (100*) <100* (30 В) | 
| КТ215В-1 п-р-п 50 >5 60** 5 50 (100*) <100* (30 В) 
| КТ215Г-1 п-р-п 50 >5 40** 5 50 (100*) <100* (30 В) 
КТ215Д-1 п-р-п 50 >5 30** 5 | 50000*) <100* (30 В) 
|КТ215Е-1 п-р-п 50 >5 20** 5 | 50(100*) | <100* (308) | 
| КТ216 А | р-п-р 75 >5 60 30 10 | <0,05 | 
КТ216Б | р-п-р 75 >5 30 15 10 <0,05 | 
| КТ216 В | р-п-р 75 >5 30 10 10 <| 
| 
| 
80 30 50 
80 7 50 < 
60 7 50 < 
40 7 50 < 
30 7 50 < | 
| 20 20 50 < 
| | 
| 
|КТ22049 | прп | 200 >250 60 5 100 <0,1 
|КТ22059 | прп | 200 >50 60 Г 100 | <0, 1 
`КТ22089 | прп 200 >250 60 5 | 100 | 0,1 
| КТ220Г9 | п-р-п 200 >250 60 И 100 | <0, | 
} 
| | 
|ктЗ01 п-р-п 150 (60°С) 20 3 10 (20*) <10 
| КТЗО1А п-р-п 150 (60°С) 20 3 10 (20*) | <10 
|КТЗ01Б п-р-п 150 (60°С) 30 3 10 (20*) <10 | 
| КТЗО1В | п-р-п 150 (60°С) 30 3 10 (20*) <10 | 
|кКтЗзог | п-р-п 150 (60°С) 30 3 10 <10 (20 В) | 
ктЗод | п-р-п 150 (60°С) 30 3 10 <10 (20 В) | 
| КТЗО1Е п-р-п 150 (60°С) 30 3 10 <10 (30В) | 
|ктзо1ж | п-р-п 150 (60°С) 20 3 10 <10 (20 В) 
|КТЗ02А п-р-п 100 (50°С) — 15 4 10 <1 (158) | 
|ктЗ02Б п-р-п 100 (50°С) — 15 4 10 <1 (15 В) 
|КТЗ02В п-р-п 100 (50°С) — 15 4 10 <1 (15 В) | 
| КТЗо2Г п-р-п 100 (50°С) — 15 4 10 <1 (15 В) 
| | 
| 
| КТЗОбА | п-р-п | 150 (90°С) >300 30 (50*) | 30.5 (15 В) 
| ктЗо6Б | п-рп | 150 (90°С) >500 30 (50*) <0,5 (15 В) 
ктзо6в п-р-п 150 (90°С) >300 30 (50*) <0,5 (15 В) 
ктзо6г п-р-п 150 (90°С) >500 30 (50*) <0,5 (15 В) 
ктзо6д п-р-п 150 (90°С) >200 30 (50*) <0,5 (15 В) 





Биполярные кремниевые транзисторы 


В», Вэ 


>20 (5 В; 10 мА) 
30...90 (5 В; 10 мА) 
40...120 (5 В; 10 мА) 
40...120 (5 В; 10 мА) 

>80 (1 В; 40 мкА) 

>40 (1 В: 40 мкА) 


>20 (5 В; 10 мА) 
30...90 (5 В; 10 мА) 
40...120 (5 В; 10 мА) 
40...120 (5 В; 10 мА) 

>80 (1 В; 40 мА) 

>40 (1 В; 40 мкА) 


>9 (5 В: [ мА) 
30...150 (5 В; 1мА) 
30...200 (5 В; 1 мА) 


>20 (5 В; 10 мА) 
>30 (5 В; 10 мА) 
40...120 (5 В; 10 мА) 
>40 (5 В; 10 мА) 
>80 (1 В; 40 мкА) 
>40 (1 В; 40 мкА) 


20...60 (10 В; ЗмА) 
40...120 (10 В; ЗмА) 
10...32 (10 В; ЗмА) 
20...60 (10 В; ЗмА) 
10...32 (10 В; 3 мА) 
20...60 (10 В; ЗмА) 
40...120 (10 В; ЗмА) 
80...300 (10 В; ЗмА) 


110...250 (1 В; 0,11 мА) 


90...150 (3 В: мА) 


110...250 (1,5 В; 0,5 мА) 
200...800 (3,5 В; 5 мА) 


20...60* (1 В; 10мА) 
40...120* (1 В; 10мА) 
20...100* (1 В; 10мА) 
40...200* (1 В; 10мА) 
30...150* (1 В; 10мА) 


<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 


<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 


<10 (10 В) 
<10 (10 В) 
<10 (10 В) 
<10 (10В) 
<10 (10В) 
<10 (10В) 
<10 (10В) 
<10 (10В) 


лимии 


млмлмими 


>1200* 
>1200* 
>1200* 
>1200+* 
>1200* 
>1200* 


< 
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КТ220-9 


9 0,9. 
| 96 Я. 











прибора 


|ктЗобАМ 
ктЗ06БМ 
ктзо6вм 
ктзо6гм 
 КТтЗо6бДмМ 





| КТЗО7А-1 
| КТЗ07Б-1 
| КТЗ07В-1 
| КТЗ07Г-1 


| КТЗ101АМ 


| КТ3З102АМ 
|КТ3102БМ 
| кт3102ВМ 
'КТ3102ГМ 
|КТ3102ДМ 
| КТ3102ЕМ 


[кт3102жЖм | 


| КТ3102ИМ 
| КТ3102КМ 


|КТ3102А2 
|КТ310252 
|кт31028В2 
|КТ3102Г2 
КТ3102Д2 
КТ3102Е? 
КТЗЮ2Ж2 
|кт3102И2 
| кТ3102К2 





} 


п-р-п 


К тах? 

* 

К. т тах ? 
ег 


К. и тах? 


мВт 


150 (90°С) 
150 (90°С) 
150 (90°С) 
150 (90°С) 
150 (90°С) 


15 
15 
15 
15 


100 (45°С) 


К Ко 


р 


Как 


МГц 


>300 
>500 
>300 
>500 
>200 


>250 
>250 
>250 
>250 


24000 


Ч кво тах? 


О ков тах ? 
*® 





10* (3к) 
10* (3к) 
10* (3к) 
10* (3к) 

























Ы 5 5 > > 


НР Рь 


2,5 


лллмлямямла м 


ля ляляямлаямиммаяал 


Г тах 
® 


Ки тах? 


30 (50+) 
30 (50*) 
30 (50+) 


30 (50*) 
30 (50*) 


20 (50*) 
20 (50*) 
20 (50*) 
20 (50*) 


20 (40*) 


100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200+) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 


100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
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<0.5 (15 В) 
<0,5 (15 В) 
<0,5 (15 В) 
<0,5 (15 В) 
<0,5 (15 В) 





<0,5 (10В) 
<0,5 (10 В) 
<0.5 (10 В) 
<0.5 (10 В) 


<0.5 (15 В) 


<0.5 (15 В) 


<0,05 (50 В) 
<0,05 (50 В) 
<0,015 (30 В) 
<0.015 (20 В) 
<0,015 (30 В) 
<0.015 (20 В) 
<0,05 (50 В) 
<0,05 (50 В) 
<0,015 (30 В) 


<0,05 (50 В) 
<0,05 (50 В) 
<0,015 (30 В) 
<0,015 (30 В) 
30,015 (30 В) 
<0,015 (30 В) 
<0.05 (50 В) 
<0,05 (50 В) 
<0,015 (30 В) 





т ЕЯ = 
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| 
С, К, дБ т,, ПС 









В», Вэ | С, г.’ Ом с нс Корпус 
| пФ Р”, Вт Ел» НС 




















20...60* (1 В: 10мА) < кт3зо6м 
40...120* (1 В; 10мА) <5 (5 В) 

20...100* (1 В; 10мА) <5 (5 В) 952 
40...200* (1 В; 10мА) < 

30...150* (1 В; 10мА) < 





>20 (1 В: 10 мА) <6 (1 В) <20 
>40 (1 В; 10 мА) | <6 (1 В) <20 


>40 (1 В; 10 мА) <6 (1 В) <20 
>80 (1 В: 10 мА) <6 (1 В) <20 
35...300 (1 В; 5 мА) <1,5 (5 В) — <4,5 (2,95 ГГц) 





...300 (1 В; 5 мА) >8** (1 ГГц) <4,5 (Е ГГц) 


















...200 (5 В; 9 мА) <10 (1 кГц) КТЗ102 












200...500 (5 В: 1 мА) <10 (1 кГц) | 
200...500 (5 В; 2 мА) <10 (1 кГц) и5 4 
400...1000 (5 В: 2 мА) <10 (1 кГц) , | 
200...500 (5 В; 2 мА) | 
400...1000 (5 В; 9 мА) <4 (1 кГц) 


100...250 (5 В; 2 мА) 
200...500 (5 В; 2 мА) 
...500 (5 В; 2 мА) 








<100 КТ3102М 


100...200 (5 В; 2 мА) <6 (5 В) — <10 (1 кГц) 
< 


200...500 (5 В; 2 мА) 
200...500 (5 В: 2 мА) 


6 (5 В) — <10 (1 кГц) 
<10 (1 кГц) 


ТА 
р) 

— 
сл 
*° 

— 
| 


<4 (1 кГц) <100 
| 
| 
| 


400...1000 (5 В: 2 мА) <б (5 В) — <10 (1 кГц) | <100 | 
200...500 (5 В;2 мА) | <6 (5 В) — <4 (1 кГц) | <100 с АБЭ | 
400...1000 (5 В; 2 мА) <6 (5 В) — <4 (1 кГц) <100 < о 
100...250 (5 В; 2 мА) <6 (5 В) — — <100 3 э: 
200...500 (5 В; 2 мА) <б (5 В) <100 ^ К ы 

200...500 (5 В; 2 мА) <б (5 В) — — <100 


100...200 — — — — КТ3102-2 
200...500 — — — 
200...500 — — — — 952 
400...500 — — — 
200...500 — — — 
400...1000 — — — 
100...250 — | — — 
200...500 — | — — 
200...500 — — — — 


135 52 
41 
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Тип 









| КТ3104А 
|КТ3104Б 
|КТ3104В 
|КТ3104Г 
| КТ3104Д 
| КТ3104Е 


КТ3106А-2 


| 
| 


| КТ3106А-9 


| 
| 
| 
! 
| 


| КТ3107А 
|КТ3107Б 
|кт3107В 
Кт3107Г 
|кТ3107Д 
КТ3107Е 
кт3107Ж 
КТ3107И 
|кТ3107К 
|кт3107Л 








|КТ3109ЭА 
|КТ3109Б 
|кт3109В 


| КТ3ЗИ4Б-6 
КТЗ4В-6 






прибора 


п-р-п 


п-р-п 


р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 


р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 


п-р-п 
п-р-п 








К тах? 
К. т тах? 


К, и тах? 


мВт 


15 (35°С) 
15 (35°С) 
15 (35°С) 
15 (35°С) 
15 (35°С) 
15 (35°С) 


30 (50°С) 


100 


300 (360*) 
300 (360*) 


300 (360*) 


170 (40°С) 
170 (40°С) 
170 (40°С) 


25 (100°С) 
25 (100°С) 





Ь, ‚бань О кво тах 7 
о э о КЭВ тах? 
| ’ Ч к 
МГц 





>1000 


15* (10к) 


>1000 


15* (10к) 


>200 
>200 


>200 
>200 
>200 
>200 
>200 
>200 


60* (10к) 
45* (10к) 
45* (10к) 


>800 30 
>800 25 
>800 25 
| >4300 5 
>4300 5 
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<1 (30 В) 
<1 (30 В) 
<1 (30 В) 
< (15 В) 
<1 (15 В) 
<1 (15 В) 


т: <! 0 аеЕегассонютининенетеениаиигиния.: Еее "ИЕН ЕР. МНО ЗИИСР РР = РС ВОЛЕН 


2,5 20 (40*) <0,5 (15 В) 

| 

| 
3 | 20(40%) | 505058) 

| | 

| ; 

} 1 

| | 
5 100 (200*) | 50.1 (908) 
5 100 (200*) |  <0.1 (20 В) 
5 100 (200*) <0,1 (20 В) 
5 100 (200*) <0.1 (20 В) 
5 100 (200*) ! 50.1 (20В) 
5 100 (200*) <0,1 (20 В) 
5 100 (200*) <0.1 (20 В) 
5 100 (200*) <0.1 (20 В) 
5 100 (200*) <0,1 (20 В) 
5 100 (200*) <0.1 (20 В) 
5 | 200 | 50.2 (60В) 
5 200 Г 30.2 (45 В) 
5 200 | 50,2 (45 В) 
3 50 <0,1 (20 В) 
3 50 <0,1 (20 В) 
3 50 <0,1 (20 В) 

| | 

| 

| 
] 15 <0,5 (5 В) 
| 15 <0.5 (5 В) 


"271 2 @НЕЕЕВЕЕЕИМЕ-СПННИИ ОИ 9-Я: 37-28 3 ТЕ: ГЕМЕ 3 2 ЗВЕНЕ ЗИ 1 == 
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В», Вэ 


15...90 (1 В; 2 мА) 
50...150 (1 В; 2 мА) 
70...280 (1 В; 2 мА) 
15...90 (1 В; 2 мА) 
50...150 (1 В; 2 мА) 
70...280 (1 В; мА) 


>40 (5 В: 5мА) 


>40 (5 В: 5 мА) 


70...140 (5 В; 2 мА) 
120...220 (5 В; 2 мА) 
70...140 (5 В; 2 мА) 
120...220 (5 В; 2 мА) 
180...460 (5 В; 2 мА) 
120...220 (5 В; 2 мА) 
180...460 (5 В; 2 мА) 
180...460 (5 В; 2 мА) 
380...800 (5 В; 2 мА) 
380...800 (5 В; 2 мА) 


50...150 (1 В; 10 мА) 
50...150 (1 В; 10 мА) 
100...300 (1 В; 10 мА) 


>15 (10 В; 10мА) 
>15 (10 В; 10 мА) 
>15 (10 В: 10 мА) 


15...80 (3 В: 1 мА) 
15...80 (3 В; 1 мА) 


<25 (5 В) 
<25 (5 В) 
<25 (5 В) 
<25 (5 В) 
<25 (5 В) 
<25 (5 В) 


<9 (БВ) 


<7 (10 В) 
<7 (10 В) 
<7 (10В) 
<7 (10 В) 
<7 (10В) 
<7 (10 В) 
<7 (10В) 
<7 (10 В) 
<7 (10В) 
<7 (10 В) 


<5 (10 В) 
<5 (10 В) 
<5 (10 В) 


<0,44 (3 В) 
<0,44 (3 В) 


>15** (0,8 ГГц) 
>13** (0,8 ГГц) 
>13** (0,8 ГГц) 


<8 (6 МГц) 
<8 (6 МГц) 
<8 (6 МГц) 
<8 (6 МГц) 
<8 (6 МГц) 
<8 (6 МГц) 


<9 (120 МГц) 


<2 (120 МГц) 


<10 (1 кГц) 
<10 (1 кГц) 
<10 (1 кГц) 
<10 (1 кГц) 
<10 (1 кГц) 
<4 (1 кГц) 
<4 (1 кГц) 
<10 (1 кГц) 
<10 (1 кГц) 
<4 (1 кГц) 


<6 (100 МГц) 
<6 (100 МГц) 
<6 (100 МГц) 


<б (800 МГц) 
<7 (800 МГц) 
<8 (800 МГц) 


<9 (400 МГц) 
<3 (400 МГц) 


Я5,64 


КТ3104 


КТ3108 


095 
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94 


Раздел 2. Биполярные транзисторы 





Тип 
прибора 
КТЗИ5А-2 п-р-п 
| КТ3ЗИ5В-2 | п-рп 
КТ3115Г-2 | п-рп 
| КТЗ15Д-2 | п-р-п 
| КТЗИ7А п-р-п 
| КТЗИ7Б п-р-п 


| КТ3117А-1 


КТ317А9 
|кт3117Б9 





КТЗ12А1 п-р-п 
КТЗ12 51 | п-р-п 
КТ3З128В1 | п-р-п 


КТ3120АМ п-р-п 


| КТ3121А-6 п-р-п 


Р 


К мах? 

* 

К, т тах’ 
э3 


К, н мах’ 


мВт 


70 (70°С) 
70 (70°С) 
50 (85°С) 
50 (85°С) 


300 (800**) 
300 


300 (800*) 
300 


225 
225 
225 


225 
225 
225 


25 


1, т , 


21’ 


Я ах ы 
МГц 


>80 
>120 
>120 


>80 
>120 
>120 


>1800 


О кво пах 


КЭВ тах» 
КЭО тах? 


В 


10* (1к) 
10* (1к) 
7* (1к) 
7* (1к) 


60 
75 


20 
35 


12 





И В о 


> 


400 (800*) 
400 (0,8* А) 


400 (0,8* А) 


400 (0,8*А) 
400 (0,8*А) 


30 (60*) 
30 (60*) 
30 (60*) 


30 (60*) 
30 (60*) 
30 (60*) 


20 (40*) 


—. —-=—-- 


Ткво, 

Т ков, 

То, 

мкА 
<0.5 (10 В) 
<0,5 (10 В) 
<0,5 (7 В) 
<0,5 (5 В) 


<10 (60 В) 
<10 (75 В) 


<10 (60 В) 


<10 (60 В) 
<10 (75 В) 


<10 (20 В) 
<10 (35 В) 
<10 (25 В) 





<10 (20 В) 
<10 (35 В) 
<10 (20 В) 


<0,5 (15 В) 


<1 (10В) 


БЕ ЕЛЕ" РЕСИН 
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с, 

В», Вэ С.,, 

пФ 
<15 (5 В; 5 мА) <0,6 (5 В) >5** (5 ГГц) <4,6 (5 ГГц) 
<15 (5 В; 5 мА) <0.6 (5 В) >5** (5 ГГц) <4,4 (5 ГГц) 
<15 (5 В: 5 мА) <0,6 (5 В) >4,4** (5 ГГц) <5,7 (5 ГГц) 


70...150 (5 В:5 мА) | 50,6 (5В) | >8** (2,25 ГГи) | 52,5 (2.25 ГГи) 


40...200* (5 В; 0,2 А) | <10 (10 В) <80* кт3117 
* . р 
100...300* (5 В; 0,2 А) | <10 (10 В) <80* 2584 
= н 
< чу 
г 
$ 
40...200 (5 В: 0.2 А) | <10 (10 В) — <80* | Кт3117-1 | 
и | | 
| | | 952 
сх КБ | 
> 5 
з ы «| 
40...200* (5 В; 0,2 А) | <10 (10 В) — <80* кт317-9 
10...300* (5 В; 0,2 А) | <10 (10 В) — <80* ; 045 
ка 
< 
5; Я. 
| 10...100* (2 В:20 мА) | <5 (10 В) <40 — <500; <100* КТ312 
| 25...100* (2 В; 20 мА) | <5 (10 В) <40 — <500; <130* 
| 50...280* (2 В: 20 мА) | <5 (10 В) <40 — | 5500; <130* | м] 974 
Е | | Г < 
| | | 5 А, 
| < 
| 9 
10...100 (2 В; 20 мА) | 55 (10В) <40 — <500; <100* КТ312-1 
25.100 (2 В; 20 мА) | 55 (10 В) <40 — <500; <130* 
50...280 (2 В; 20 мА) | <5 (10В) <40 — <500; <130* 225,84 
| | | - Н 
| | © 3 < 
_ 
| | 5 | 
| >40 В: 5 мА) < (5 В) |210** (400 МГц) | —<2 (400 МГи) < кт3120 


°<——————————— д. = ———=——ы—ы— 


28** (1 ГГц) <2 (1 ГГц) 


>30 (5 В: 2 мА) 


| 
| 
| 
| 
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| К тах ? 1, ‚а ы кво тах ° К Кох ТБО ы 
к. т тах 21° Ок тах ° Ч во тах 7 и и пах Тов ы | 
К. и тах? ах О кэо тах? В мА Ткэо» } 
мВт МГц мкА ] 























| 

КТ3122А | прп 150 (750**) — 35* (2к) 100 (1* А) <1 (12 В) 
КТ3122Б | п-р-п 150 (750**) — 35* (2к) 100 (1* А) <1 (12 В) 
| 
|КТ3123А-2 р-п-р 150 5000 15 3 30 (50*) <25 (15 В) 
|КТ3123Б-2? | р-п-р 150 5000 15 3 |  30(50*) <25 (15 В) 
|КТ3123В-2 | рп 150 3500 10 3 | 30(50*) г 525 (108) 

15 3 30 (50*) <25 (15В) | 
КТ3З123БМ 15 30 (50*) <25 (15 В) | 
|КТЗ123ВМ 10 30 (50+) <25 (10 В) 











костеле тт. 1. 






Т3126А 
131265 


150 (30°С) 
150 (30°С) 






КТ3126А-9 


| . 


100 (35°С) 25 <1 (15 В) 


| 
КТ3128А 100 (35°С) >800 40 3 20 <1 (158) | 
| 
| 
, 
| 
| 





Г 
=> 
|“) 
> 
5) 
> 
© 
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| 
— +н<1 КТ3122 | 
— 1н< 1,5 
72 3 
м. | 
№ 0 
БА | 












В» В. > С», 





<7 (10 В) 
<7 (10В) 





















40 (10 В; 10 мА) >5** (1 ГГц) 2,4 (1 ГГц) <10 КТ3123-2 
40 (10 В: 10 мА) >5** (1 ГГц) 3 (Е ГГц) <10 
40 (10 В; 10 мА) >5** (1 ГГц) 2,4 (1 ГГц) <10 




















40 (10 В; 10 мА) <1,2 (10 В) >5** (1 ГГц) 2,4 (Г ГГц) 
40 (10 В; 10 мА) <1,2 (10 В) >5** (1 ГГц) 3 (1 ГГц) 
40 (10 В; 10 мА) <1,2 (10 В) >5** (1 ГГц) 2,4 (1 ГГц) 



















КТ3126 


05? 


Е 


КТ3126-9 


<2,5 (10 В) 
<2,5 (10В) 


_ [| | 
...150 (5 В; <1 (10 В) — <5 (1 ГГц) <10 
_ . — 


...100 (5 В; 
60...180 (5 В; ЗмА) 











КТ3127 





КТ3128 





7 зак 9 
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1, ‚бою ы О кво тах 

Тип 1215 кк тах? 

прибора Г, 

| МГц 

КТ3128А-1 >800 40 4 30 (0,8* А) <0,1 (20 В) 
|КТ3128Б-1 >800 40 4 30 (0,8* А) <0.1 (20 В) 

| 

| 

| 
|КТ3128А-9 р-п-р 100 3 20 <1 (15 В) | 
























| 75 (100**) 100 (200*) < 
75 (100**) 100 (200*) < 

|КТ31298В-9 р-п-р 75 (100**) 100 (200*) < 

КТ3129Г-9 р-п-р 75 (100**) 100 (200*) < 

| КТЗ129Д-9 р-п-р 75 (100**) 100 (200*) < 

























30,5 (50 В) 
<0,5 (50 В) 


300 (1000*) 
300 (1000*) 


350 (700*) 
350 (700*) 















300 (1000*) <0,5 (50 В) 


300 (1000*) 50,5 (50 В) 
| 300 (1000*) <0,5 (50 В) 
300 (1000*) <0,5 (50 В) 









<0,1 (50 В) 
<0.1 (50 В) 
<0,1 (30 В) 
<0,1 (20 В) 
<0,1 (30 В) 
<0,1 (20 В) 
<0,1 (30 В) 
































|КТЗ132А-2 п-р-п 70 10* (1к) <0,5 (10 В) 
|КТЗ132Б-2 п-р-п 70 10* (1к) 8,5 <0,5 (10 В) 
| КТЗ1328В-2 п-р-п 70 10* (1к) 8,5 30,5 (10 В) 
| КТ3132Г-2 п-р-п 70 10* (1к) <0,5 (10 В) 
|КТ3132Д-2 п-р-п 70 (85°С) 10* (1к) <0,5 (10 В) 
| КТ3132Е-2 | п-рп 70 (85°С) 10* (1к)} <0,5 (10 В) 


200 20 5 200 <0,02 (20 В) 
200 32. 5 200 <0,001 (32 В) 
200 32° 5 200 <0,001 (32 В) 
200 32 5 200 <0,05 (32 В) 
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С,, т. 
В. Вэ С.» с, нс Корпус 
пФ кл нс | 
| 35...150 (10 В:3 мА) | <1(10В) | >15** (0,2 ГГц) <5 (0,2 ГГц) | <5 КТ3128-1 
1 25.200 (10 В:3 мА) | <1(10 В) | >15** (0,2 ГГц) <5 (0,2 ГГц) <5 95? 
уе Аб 
| ® = 
| ь з 
| 
15...150 (10 В; 3 мА) <1 (10 В) — <5 (200 МГц) — КТ3128-9 
$ 0.95 | 
з 
| 
4 } | 
: 30...120 (5 В:2 мА) | <10 (10 В) <20 — — КТ3129-9 
80...250 (5 В: 3 мА) <10 (10 В) <20 — — 
80...250 (5 В: 2 мА) | <10 (10В) | <20 — | — $ 0,95 
200...500 (5 В; 2 мА) <10 (10 В) <20 — | — 
200...500 (5 В; 2 мА) <10 (10 В) <20 — | — а 
| 
59 12 | 
30...120 (10 В: 1 мА) <12 (10 В) <3,3 — <120* | КТ313 
. —_ * 
80...300 (10 В; 1 мА) <12 (10 В) <3,3 <120 | 54 
| | 
м | 
3 ‘5 
| | © 
у 108 5 
30...120 (10 В: 1 мА) | <12 (108) <3.3 
80...300 (10 В; 1 мА) <12 (10 В) <3,3 
200...520 (10 В: 1 мА) | <12 (10 В) <3,3 | 
400...800 (10 В; 1 мА) | <12 (10 В) <3,3 | 
| 
" 100...250 (5 В: 2 мА) <12 (5 В) <10 (1 кГц) 
ы 
| 200...500 (5 В:2 мА} | <12 (5 В) <10 (1 кГц) 
| 200...500 (5 В: 9 мА) <12 (5 В) <10 (1 кГц) 
400...1000 (5 В; 2 мА) <12 (5 В) <10 (1 кГц) 
| 200...500 (5 В; 2 мА) <12 (5 В) <10 (1 кГц) 
| 400...1000 (5 В; 2 мА) <12 (5 В) <4 (1 кГц) 
100...500 (5 В; 2 мА) <12 (5 В) <4 (1 кГц) 
| 
15...150 (7 В; 3 мА) <5,5 (7 В) >6** (3,6 ГГц) <2,5 (3.6 ГГц) КТ3132-2 
15...150 (7 В; 3 мА) <5,5 (7 В) >4** (3,6 ГГц) <4,8 (3,6 ГГц) 15 
15...150 (7 В: 3 мА) <5,5 (7 В) >5** (5 ГГц) <4,8 (3,5 ГГц) 
15...150 (7 В; 3 мА) <5,5 (7 В) >7** (4 ГГц) <3,6 (3,4 ГГц) 


20...150 (7 В; ЗмА) 55,5 (7 В) 
70...150 (7 В: ЗмА) 55,5 (7 В) 


8,1** (2,25 ГГц) <2 (2,25 ГГц) 
8,1** (2,25 ГГц) <2,5 (2,25 ГГц) 


92,15 





Че, чЛАШЕ: *-. 


>200 (5 В: 0,2 мА) <4.5 (10 В) <270*; <130*** | Кт3139 
>60 (5 В: 2 мА) <4,5 (10 В) <270* 





$ 095 
| >120 (5 В; 2 мА) <4,5 (10 В) <270* 
100...310 (5 В; 2 мА) <4,5 (10 В) <270* х 
с 
59 12 
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: Рк тах? р, ‚Бо, 
Тин Струк- | К, ых фр, 
| прибора ; тура Рк. и тах, ах, 
МГц 


Тв, 






Трэк, 
Т кз, 


мкА 
<0,075 (55 В) 




















| КТ3140А р-п-р 200 >150 20 5 200 <0.02 (20 В) 
|Кт3140Б — | рр 200 >150 32 5 200 | 50.001 (32 В) 
|Кт3140в | рор | 200 >150 32 5 200 | 50.001 (32 В) 
| ктз1аог | р-п-р | 200 >150 32 5 200 | 50,05 (32 В) 
|Кт3140д | ро | 200 >150 20 5 200 | 50,02 (20 В) 
 КТ3142А п-р-п 360 >500 40 4.5 200; 500* <0,4 (20 В) 
| | 
| 
| 
| | | 
| | р 1 
| | | | 
И | 
| 
>600 10 4 10 <0,5 (10 В) 
| 
| КТ3144А 15 3 10 <0,5 (15 В) 
| 
| 
| 
КТ3145А-9 32* (0,1к) 5 200 <0.02 (32 В) ! 
КТ3145Б-9 п-р-п 45* (0,1к) 5 200 | <1 (45 В) 
|КТ31458-9 | п-рп 200 45* (0,1к) 5 200 | <! (45 В) 
|КТ3145Г-9 | прп | 200 45* (0,1к) 5 200 <0.05 (45 В) 
|КТ3145Д-9 | про | 200 45* (0,1к) 5 | 200 <0,05 (45 В) 
|КТ3146л-9 р-п-р 200 32* (0,1к) 5 200 <0.02 (32 В) 
|КТ31465Б-9 р-п-р 200 45* (0,1к) 5 200 <1 (45 В) 
| Кт3146В-9 р-п-р 200 45* (0,1к) 5 200 <1 (45 В) 
| КТ3146Г-9 р-п-р 200 45* (0,1к) 5 200 <0,05 (45 В) 
5 200 | 50.05 (45 В) 


| КТЗ146Д-9 р-п-р 200 45* (0,1к) 


— 
: кт. 










































150 (250*) 6 <0,5 (10 В) 
| КТ315Б 150 (250*) 6 <0,5 (10 В) 
| 150 (250*) 6 <0,5 (10 В) 
150 (250*) 6 <0,5 (10 В) 

150 (250*) 40* (10к) 6 <0,6 (10 В) 

150 (250*) 35* (10к) 6 <0,6 (10В) 

20* (10к) 6 <0,6 (10В) 

| 60* (10к) 6 <0,6 (10 В) 
35* (10к) 6 30.6 (10 В) 
| 35* (10к) 6 <0,5 (10 В) 





Биполярные кремниевые транзисторы 101 





С Го нк ОМ К,, дБ т, ПС 
Вх, Вэ С, ГБЭ нас, Ом г.’ Ом е, НС Корпус 
| пФ Кр, дБ р.’ Вт Выкл нс | 
| ! | 
30.120 (5 В; 0,25 мА) | <10 (5 В) <10 — <80; <300* КТ314-2 
22 15 
и 
< 
“> 
ИА > 
БКЭ | 
>200 (5 В; 2 мА) <6,5 (10 В) <270*; <400** кт3140 


>60 (5 В: 2 мА) <6,5 (10 В) <270* 
120...460 (5 В; 2`мА) <6,5 (10 В) <270* 


3$ 095 
100...310 (5 В; 2 мА) <6,5 (10В) <970* 
>200 (5 В: 2 мА) <6,5 (10 В) <270* 
“> 
| 59 12 | 


40...120 (1 В; 10 мА) <4 (10 В) 





<13*; <18** КТ3142А 


Ти © 
© 

| ‚м 6 

| } 


40...300 (5 В: 10мА) <3 (5 В) <0.4 — <15* | КТ3143, КТЗ! 4 
952 


м] 

с КБЭ 

“> 5: 

> о > 
> 





>40 (1 В; 5 мА) <1,9 (5 В) <5 (400 МГц) 











>200 (5 В; 2 мА) 
>60 (5 В; 2 мА) 
120...460 (5 В; 2 мА) 
100...310 (5 В; 2 мА) 
120...460 (5 В; 2 мА) 


КТ3З145-9 
3 






>200 (5 В; 2 мА) <12 
>60 (5 В; 2 мА) <12 
120...460 (5 В; 2 мА) <12 
100...310 (5 В; 2 мА) <12 
120...460 (5 В; 2 мА) <12 


30...120* (10 В; 1 мА) <7 (10 В) 
50...350* (10 В; 1 мА) <7 (10 В) 
30...120* (10 В; 1 мА) <7 (10 В) 
50...350* (10 В; 1 мА) <7 (10 В) 
20...90* (10 В; 1 мА) <7 (10В) 
50...350* (10 В; 1 мА) <7.(10 В) 
30...250* (10 В; 1 мА) | <10 (10В) 

>30* (10 В; 1 мА) <10 (10В) 
50...350* (10 В; 1,мА) <7 (10 В) 
150...350* (10 В;1мА) | 57 (10 В) 
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| Рк тах ? 


| Тип Струк- Р‚ т мах ? 
Рк. и тах? 


мВт 














Г, ‚а ’ 


ах ’ 
МГц 










О кво тах ? 
О ков тах ' 












прибора 







































КТаИвА | п-р- | 150 6 <0,5 (10 В) 
|КТ3155-1 | про | 150 6 <0.5 (10 В) 
КТЗЕ5В-1 п-р-п 150 6 <0,5 (10 В) 
| КТ315Г-1 п-р-п 6 <0,5 (10 В) 
КТЗ15Д-1 | п-р-п 6 <0,5 (10 В) 
КТЗ15Е-1 п-р-п 6 <0,5 (10 В) 
КТ315Ж-1 п-р-п 6 30,5 (10 В) 
КТЗ15И-1 п-р-п 6 <0,5 (10 В) 
|КТЗ15Н-1 п-р-п 6 <0,5 (10 В) 
 КТЗ15Р.1 п-р-п 6 <0,5 (10 В) 
|Ктз15ОБ-2 р-п-р 120 (65°С) 35* (10к) 4 30 (50*) <0,5 (40 В) 
| 

| : | 
| 
| 
9 5 <1 (100 В) 
КТЗ1ЫБ-9 5 <1 
КТЗ151В-9 5 <1 
КТЗИ-9 5 <] 
КТЗ15Щ-9 -5 <1 
КТЗЫЕ-9 5 <1 
| КТ3153А-9 | прп 300 >250 60 5 400 (0,6* А) <0.05 (45 В) | 


| | 


} | ! | 
| 








| 
КТ315ЗА-5 -р- 0,4 А (0,6* А) | <0,05 (45 В) | 







































таит р-п-р 200 >60 250* (10к) 5 30 (100*) <0.1 (200 В) | 
| | 
150 (90°С) 10* (3к) 4 50 <0,5 (10 В) 

150 (90°С) 10* (Зк) 4 50 <0,5 (10 В) 
150 (90°С) 10* (3к) 4 50 <0,5 (10 В) | 
150 (90°С) 10* (Зк) 4 50 <0,5 (10 В) 
150 (90°С) 10* (3к) 4 50 | <0,5 (10 В) 

150 (85°С) 10* (3к) 4 50 <0.5 (10 В) 

150 (85°С) 10* (3к) 4 50 <0,5 (10 В) 

150 (85°С) 10* (3к) 4 50 <0,5 (10 В) 

150 (85°С) 10* (3к) 4 50 <0,5 (10 В) 

150 (85°С) 10* (Зк) 4 50 <0,5 (10 В) 
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>, В 










20...90 (10 В: 1 мА) 
50...350 (10 В; 1 мА) 
20...90 (10 В; 1 мА) 
50...350 (10 В; 1 мА) 
20...90 (10 В; 1 мА) 
20...90 (10 В: 1 мА) 
30...250 (10 В; 1 мА) 
30 (10 В; 1мА) 
50...350 {10 В; 1 мА) 
150...350 (10 В; 1 мА) 


| 60...180* (5 В; 2,5 мА) 


———=—=——— = 


>20 (5 В: 10 мА) 
30...90 (5 В; 10 мА) 
40...120 (5 В; 10 мА) 
40...120 (5 В; 10 мА) 

>80 (5 В: 10 мА) 

>40 (5 В; 10 мА) 


100...300 (5 В; 2 мА) 


100...300 {5 В: 2 мА) 


>50* (20 В; 25 мА) 


20...60* {1 В; 10 мА) 
...120* {1 В; 10 мА) 
...120* (1 В; ЮмА) 
...100* (1 В; 10 мА) 
...300* (1 В; 10 мА) 


...60* {1 В; 10 мА) 
...120* (1 В; 10 мА) 
...120* (1 В; 10 мА) 
...100* (1 В; 10 мА) 
...300* (1 В; ЮмА) 



















<7 (10 В) КТЗЕ5-1 
<7 (10В) 
<7 (10В) 
<7 (10 В) 
<7 (10 В) 
<7 (10 В) 
<7 (10 В) 
<7 (10В) 
<7 (10 В) 
<7 (10 В) 

















<2 (10 В) 
<15 (10 В) КТ3151-9 | 
<15 (10В) 
<15 (10 В) 9 0,95 
<15 (10 В) 
<15 (10 В) а 
<15 (10 В | 
(10 в) 53 м | 
<4,5 (10 В) <2,6 — | 5400* КТ3153-9 
| | | 5 095 
чз 
|< 
593 р 
<4,5 (10 В) КТ315ЗА-5 


0,8 0,3 
п] | 
о 


<3 (30 В) < | КТ3157 
052 


КБЭ 
5 
> 


<3 (5 В) 
<3 (5 В) 
<3 (5 В) 
<3 (5 В) 
<3 (5 В) 


<3 (5 В) | кт316М 
$3 (5 В) 
<3 (5 В) | 952 


<3 (5 В) 
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1 
| Рх тах? К, нь, О кво тах ? Г. 
Тип Струк- | Рх т тах ' Е” О ков тах? т 
.. К, н тах? 
прибора тура | Р‚ н тах? ых ы О ко тах? А 
| мВт МГц м 
| КТ3165А 


30 





| | = | | 





ОЭБир 

|кТ3166А п-р-п 15 >400 15* (1к) >546,6 мВ 
|КТ3166Б п-р-п 15 >400 15* (1к) >545,1 мВ | 
| КТ3166В п-р-п 15 >400 15* (1к) >543,6 мВ 
| ктз166Г | п-р-п 15 >400 15* (1к) >540,6 мВ 


——-—-— 


180 (55°С) 15* (10к) 25 
>750 3 30 
| 


| КТЗЕ68А-9 28 (56*) 


| КТЗ169А-9 





Кт316 991 >750 3 30 (0,6* А) 
| КТЗЕА-1 п-р-п 15 >100 5 3,5 15 (45*) 

| КТЗЕ7Б-1 | п-р-п 15 > 5 3,5 15 (45*) 

| кт317В-: | прп 15 > 5 3,5 15 (45*) 
1 ! | 

| | 
КТЗ170А-9 250 >300 “о 30 
| КТЗЕ71А-9 р-п-р 200 >150 15 4 | 530 


——— 
<. ——-—--—-. 


То 
Тов» 
50° 


мкА 
<0,1 (20 В) 


0,5 


<0,5 (15 В) 


<0,1 (20 В) 


<0,1 (20 В) 





0,1 (20 В) 


<0.1 (12 В) 
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С, Гкэ нас? Ом 
в.» в, С.» ГБЭ нас’ Ом 
пФ К.,.., дБ вых ? 






<8 (1 ГГц) КТ3165 






>25* (10 В: ЗмА) <0,65 (10 В) 


>25 (10 В; ЗмА) 











| КТЗ166 
280...1000* (5 В; 0,1 мА) 952 
280...1000* (5 В; 0,1 мА) 
| 280...1000* (5 В; 0,1 мА) ИБ Э 
280...1000* (5 В; 0,1 мА) д 
= 
\“ , 
— 
| КТ3168А-9 





3 







60...180 (5 В; 5 мА) <1,5 (5 В) >7** (1 ГГц) <3 (1 ГГц) 
>25 (1 В: ЗмА) <0,6 (10В) | >13** (0,8 ГГц) <6 (800 МГц) 


>25 (10 В: ЗмА) <0,6 (10В) | >13** (800 МГц) <б (800 МГц) 


















25...75 (1 В; 1 мА) <11 (1 В) 
35...120 (ГВ; мА) <11 (1 В) 
80...250 (1 В: 1 мА) <11 (В) 








>100 (10 В; 7мА) <2 (10 В) 








>50* (2 В: 100 мА) <15 (15 В) <|,5 


Е ати 
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® 
Р О КБО тах* 
+3 * 


К тах? 
* 


Ти 
п К. т мах ? А О ков тах? 


прибора Рк. и тах’ , О кэо тах 
мВт В 





КТЗ172А-9 п-р-п > , <0,4 (20 В) 


'КТ3173А-9 | рар | 200 >200 30 5 530 <0.1 (20В) | 
| 
ВИ . | И 


КТЗ179А-9 <1 (100 В) 







































|КТ318А-1 | 20 (45*) <0.5 (10 В) 
|КТЗ18Б-1 п-р-п 3,5 20 (45*) <0.5 (10 В) 
КТЗ18В-1 20 (45*) <0,5 (10 В) 
| КТ318Г-1 20 (45*) <0.5 (10 В) 
КТ3З18Д-1 20 (45*) <0.5 (10 В) 






20 (45*) <0,5 (10 В) 





|Кт3180А-9 р-п-р 200 >150 150 5 <1 (150 В) 
'КТ3184А9 п-р-п 1200 >200 6 500 <10 (60) | 
|КТ318459 п-р-п 1200 >200 6 ‚ 500 <10 (60В) | 
| 

| | | 

| 

|КТ3З186А-9 п-р-п | 300 >6 ГГц 20 <0,1 (10 В) 

| КТ3186Б-9 п-р-п 90 >3,2 ГГц 20 <0,1 (10 В) 
КТ31868-9 | при | 250 >4 ГГц 20 <0,1 (10 В) 


| КТ3187А-9 п-р-п 200 >4,4 ГГц 20 <0,1 (10В) ° 


|КТ3187АЭ1 || - 200 >4600 
|КТ3187Б91 90 >3200 
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В, Вэ 


>40 (1 В; 10 мА) <3 (10 В) 


50...500 (5 В; 30 мА) <10 (10 В) <1,5 







КТ3172-9, КТЗ173-9 









>60 (10 В; 150 мА) <15 (10 В) <1,2 





>65* (5 В; 10 мА) 


' 30...90 (1 В; 10 мА) 
Е 50...150 (1 В; 10 мА) | 
| 70...280 (1 В: 10 мА) | 
| 30...90 (1 В; 10 мА) | 
50...150 (1 В; 10 мА) 
70...280 (1 В; 10 мА) 


| >90* (5 В: 10 мА) 
3 095 


г этг-=т ол г геям — 











<6 (100 МГц) 
<6 (100 МГц) 


<15 (10 В) 
<15 (10 В) 


20...80 (5 В; 0,2 А) 
50...180 (5 В; 0,2 А) 












>60 (5 В; 15 мА) <0,9 (8 В) >8** (2 ГГц) <3,5 (2 ГГц) 
>40 (3 В: мА) <0.9 (8 В) >6** (2 ГГц) <3 (2 ГГц) 
>35 (5 В; 10 мА) <0,9 (8 В) >6** (2 ГГц) <4 (2 ГГц) 
>40 (10 В: 14 мА) <0.9 (10 В) | >12** (0,8 ГГи) <2 (0,8 ГГц) — КТ3187-9 (КТ3187-91) 
. | 
| 
| 5х 0% 
| >40 (10В; 14 мА) — >12** (0,8 ГГц) <2 (0,8 ГГи) 
[ 240 (ЗВ; 2 мА) — >12** (0.8 ГГц) <2 (0,8 ГГц) < 
>40 (5 В: 5мА) — >12** (0.8 ГГи) <2.5 (0.8 ГГц) 12 


9 65 
(5) (93) 
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| 
| Рк тах ? Г, ‚ а , Око тах? | я ты | кБО, | 
| Тип | Струк- | РК, так у КЭВ тах? | на» Ток, " 
| прибора | тура Рк. и тах’ | МА Т зо» | 
мВт | мкА | 
|КТ3189А-9 | прп | 225 100 — 
|Кт3189Б-9 п-р-п 225 100 | — 
| кт3189В-9 п-р-п 225 100 — 
| КТ319А-1 п-р-п 15 > 5 35 | 15 < 
| КТЗ19Б-1 п-р-п 15 >100 5 3,5 | 15 |, <! 
КТ319В-1 п-р-п 15 - >1 5 | 3.5 15 |. < 
| | | 
| | | 
} | | | | ‘ 
| | 
| 
| кт3191А-9 200 >4500 | 15** 2 25 | 530.1 (20В) 
|КТ3191А91 | рпр | 200 >4500 15** 2 25 | 50.1 (208) 
| | | 
| | 
} | 
КТ3192А-9 30 | 0.1 
| 
| КТЗ19ЗА р-п-р 200 50* (10к) 20 150; 300* <50 (50 В) 
КТ3193Б р-п-р 200 40* (10к) 20 150; 300* <50 (40 В) 
КТЗ193В р-п-р 200 30* (10к) 20 150; 300* <50 (30 В) 
кт3193Г р-п-р 200 50* (10к) 5 150: 300* <50 (50 В) | 
КТ3193дД | рп 200 40* (10к) 5 150; 300* |  <50 (408) } 
| КТЗ19ЗЕ р-п-р | 200 30* (10к) 5 150; 300* | <50 (30 В) \! 
| | | 
КТ3196А-9 | ри-р | 225 250 40 5 200 | 10 
| | 
1 | 
| | | | 
КТ3197А-9 п-р-п 225 200 60 6 200 10 
КТ3198А п-р-п 280 4600 15* | 2,5 25 — 
|Кт3198Б — | прп 280 4600 15* | 2,5 25 | — 
КТ3198В | про | 300 4000 15* 2,5 50 — 
КТ3198Г п-р-п | 300 4000 15* 22 | 35 | — 
[кт3198Д п-ра | 280 3000 20 | 2,5 30 | — | 
| КТ3198Е п-р-п 300 6000 20 ВЕ 100 — 
[КТ3198Ж | прп 300 6500 | 20 | 2,5 50 | — 
| | 
|КТ3198А9 | про | 280 >4200 20 | 25 30 — 
КТ3198Б9 п-р-п 280 >4200 20 2,5 30 — 
|кт3198В9 п-р-п 300 >4000 20 2,5 50 — 
Кт3198Г9 п-р-п 300 >4000 15 2 35 — 
КТ3198Д9 п-р-п 280 >3000 20 2,5 30 — 
|КТ3198Е9 п-р-п 300 >6000 20 3 100 | — 
КТ3198Ж9 | прп 200 >6500 20 2,5 50 | — 
} | 


872-2397 
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С, т, ПС | 
В. „› Вэ С», с» НС Корпус | 
пФ ” 
| 110...220 6 10 КтТ3189-9 
| 200...450 6 10 
| 420...800 6 10 | 


15...55 (1 В; 1 мА) <11 (В) 
45...90 (1 В; 1 мА) <11 (1 В) 
80...200 (1 В: 1мА) <11 (1 В) 






<2,4 (0,5 ГГц) 





КТ3191-9 


3 095 
ЕН : 
с 
36 12 


КТ3191-91 (КТЗ192-9) 





>20 (10 В: 14 мА) <0,9 (10 В) | >16** (0,5 ГГц) 


>20 (10 В; 14 мА) <0,9 (10 В) >16** (0,5 ГГц) 
3 0.95 
20 — < 
59 12 
(9)(5) 
КТЗ193 


<2,4 (0,5 ГГц) 

















80...400 (5 В; 30 мА) <35 (20 В) 1 
80...400 (5 В; 30 мА) <35 (20 В) < 
80...400 (5 В; 30 мА) <35 (20 В) 1 
100...400 (5 В; 30 мА) <60 (20 В) 





Я5,64 


100...400 (5 В: 30 мА) | <60 (20 В) <! 
100...400 (5 В: 30 мА) | <60 (20 В) 









КТЗ196-9, КТЗ197-9 
3 095 











>16** (0,5 ГГц) 
>12** (0,5 ГГц) 
14** 




































>11** (0,8 ГГц) 16 
>20 (1 В: 2 мА) >10** (0,8 ГГц) <4 (0.8 ГГц) 
>50 (10 В: 20 мА) >12** (0,8 ГГц) <2 (0,8 ГГц) 


>60 (8 В: 15 мА) >13** (0,8 ГГц) <1,8 (0,8 ГГц) 


























>40 (10 В; 14 мА) >13** (0,5 ГГц) <2,4 (0,5 ГГц) 







>40 (10 В; 14 мА) >11** (0,8 ГГц) <2 (0,8 ГГц) 
>25 (5 В: 30 мА) >13** (0,5 ГГц) <2,3 (0,5 ГГц) 
>40 (5 В; 30 мА) >11** (0,8 ГГц) <9 (0,8 ГГц) 
>20 (1 В; 2 мА) >10** (0,8 ГГц) <4 (0,8 ГГц) 
>50 (10 В; 20 мА) >12** (0,8 ГГц) <2 (0,8 ГГц) 


>50 (5 В; 15 мА) >16** (0,8 ГГц) <1,8 (0,8 ГГц) 
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О кво тах ? 
* 










О ков тах? 






О кэо тах ? 


прибора 





| КТ3198А92 
КТ3198Г92 





КТ3199А9 


№ 
= 
=>) 
© 
[5 
сл 
сл 
© 


| КТ3199А91 -р- 20 2,5 50 


КТ3199А92 


| КТ3201А9 п-р-п 300 
|КТ320159 п-р-п 300 
‚КТ3201В9 п-р-п 300 
| КТ3201Г9 п-р-п 300 


;— 2. 


210 (20** Вт) 
210 (20** Вт) 
210 (20** Вт) 
210 (20** Вт) 


210 (20** Вт) 
210 (20** Вт) 





КТ324А-1 | п-р-п 15 
КТЗ24Б-1 | П-р-п 15 
КТ324В-1 | прп | 15 
КТ324Г-1 | при 15 
| КТ324Д-1 п-р-п 15 
| КТЗ24Е-1 п-р-п 15 
| КТ3З25А п-р-п 225 (85°С) 
| КТ325Б п-р-п 225 (85°С) 
|КТ325В п-р-п 225 (85°С) 


- ЖАРЕ ВЕРЕ 2Р 34-525. гарик 





>1000 


15° 


450 
400 
300 
250 


15* (3к) 
15* (3к) 
15* (Зк) 


оо 


> 5 5 Ц «> 


200 (2* А) 
200 (2* А) 
200 (2* А) 
200 (2* А) 
200 (2* А) 
200 (2* А) 


20 (50*) 
20 (50*) 
20 (50*) 
20 (50*) 
20 (50*) 
20 (50*) 


30 (60*) 
30 (60*) 
30 (60*) 





<0,1 (60 В) 
<0,1 (60 В) 
<0,1 (60 В) 
<0,1 (45 В) 
<0,1 (45 В) 
<0,1 (45 В) 


<0,5 (10 В) 
<0.5 (10 В) 
<0,5 (10 В) 
<0,5 (10 В) 
<0,5 (10В) 
<0,5 (10 В) 


<0,5 (15 В) 
<0,5 (15 В) 
<0,5 (15 В) 
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Вх, В. 





>35 (5 В: 10 мА) 
>40 (10 В: 14 мА) 


>60 (5 В; 15 мА) 





>60 (5 В; 15 мА)! 
| 


>80 (8 В: 15 мА) _ 


>30 (10 В; 50 мА) 
>30 (10 В; 50 мА) 
>30 (10 В: 50 мА) 
>30 (10 В; 50 мА) 





20...60+ (3 В; 0,5 А) 
40...120* (3 В; 0,5 А) 
80...200* (3 В; 0,5 А) 
20...60* (3 В; 0,5 А) 
40...120* (3 В; 0,5 А) 
80...200* (3 В; 0,5 А) 


20...60 (1 В; 10 мА) 
40...120 (1 В; 10 мА) 
80...250 (1 В; 10 мА) 
40...120 (1 В; 10 мА) 
20...80 (1 В; 10 мА) 
60...250 (1 В; 10 мА) 


30...90* (5 В; 10 мА) 
70...210* (5 В: 10 мА) 


160...400* (5 В: 10 мА) 





<4,5 (20 В) 
<4,5 (20 В) 
<4,5 (20 В) 
<4,5 (20 В} 


<80 (10 В) 
<80 (10 В) 
<80 (10 В) 
<80 (10 В) 
<80 (10 В) 
<80 (10 В) 


<2,5 (5 В) 
<2,5 (5 В) 
<2,5 (5 В) 
<2,5 (5 В) 
<2,5 (5 В) 
<2,5 (5 В) 


>11** (0,8 ГГц} 
>12** (0,8 ГГц) 


>15** (0,8 ГГц) 


>15** (0,8 ГГц) 


>12** (0,8 ГГц) 


<10; 1,5* 
<10; 1,5* 
<10; 1,5* 
<10; 1,5* 








<3.4 (0,8 ГГц) 


<2 (0,8 ГГц) 


<1,8 (0,8 ГГц) 


<1,8 (0,8 ГГц) 


<2 (0.8 ГГц) 





КТ3198-92, КТЗ199-9. 


111 



















$ 0,55 | 
| 





<180; 
<180: 
<180: 
<180; 
<180; 
<180; 


<10* 
<10* 
<10* 
<10* 
<10* 
<10* 


КТЗ24-1 
45 3 _ 46 
\ 

У \ 





К тах? 

®* 

К, т тах? 
+9 


К, н тах? 


мВт 


225 (85°С) 
225 (85°С) 
225 (85°С) 


200 (30°С) 
200 (30°С) 


200 (30°С) 
200 (30°С) 


150 (60°С) 
150 (60°С) 
150 (60°С) 


О кво тах? 


О ков тах ' 
О кэо тах ? 


15* (3к) 
15* (3к) 
15* (3к) 


15* (100к) 
15* (100к) 


15* (100к) 
15* (100к) 


15* (10к) 
15* (10к) 
15* (10к) 
15* (10к) 


15* (10к) 
15* (10к) 
15* (10к) 
15* (10к) 
15* (10к) 


10* (3к) 
10* (3к) 
10* (3к) 
10* (Зк) 
10* (Зк) 
10* (3к) 


10* (3Зк) 
10* (3к) 
10* (3к) 
10* (3Зк) 
10* (3к). 
10* (Зк) 


6* (10к) 
6* (10к) 
6* (10к) 


30 (60*) 
30 (60*) 
30 (60*) 


20 (50*) 
20 (50*) 
20 (50*) 
20 (50*) 


20 (50*) 
20 (50*) 
20 (50*) 
20 (50*) 
20 (50*) 


20 (45*) 
20 (45*) 
20 (45*) 
20 (45*) 
20 (45*) 
20 (45*) 


20 (50*) 
20 (50*) 
20 (50*) 
20 (50+) 
20 (50*) 
20 (50*) 


<0,5 (15 В) 
30,5 (15 В) 
<0,5 (15 В) 


<0,5 (20 В) 
<0,5 (20 В) 


<0,5 (20 В) 
<0,5 (20 В) 


<0.2 (15 В) 
<0,2 (15 В) 
<0.2 (15 В) 
<0,2 (15 В) 


<0,2 (15 В) 
<0,2 (15 В) 
<0,2 (15 В) 
<0,2 (15 В) 
<0,2 (15 В) 


<0,4 (10 В) 
<0,4 (10 В) 
<0,4 (10 В) 
<0,4 (10 В) 
<0,4 (10 В) 
<0,4 (10 В) 


<0,5 (10 В) 
<0,5 (10 В) 
<0,5 (10 В) 
<0,5 (10 В) 
<0,5 (10 В) 
<0,5 (10 В) 


3. 
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ГКЭ нас' Ом 
В>,, Вы ГБЭ нас Ом 


Кур, дБ 








30...90* (5 В; 10 мА) <2,5 (5 В) КТЗ25М 
70...210* (5 В; 10 мА) <2,5 (5 В) — — <125 95,2 
| 160...400* (5 В; 10 мА) | <2,5 (5 В) — — <125 
у Аб 
ы х 
т м 
20...70* (2 В; 10 мА) <5 (5 В) <450 КТЗ26 
45...160* (2 В; 10 мА) <5 (5 В) < <450 
75,84 
7,1 
м. 
ь > 9 К 
Г 
ь 
| 00...70* (2 В; 10 мА) | <5 (5 В) <30 — <450 | КТ326М 
45...160* (2 В; 10 мА) | <5(58В) <30 — <450 05? 













20...60 (5 В; 1 мА) <5 (5 В) — <4,5 (100 МГц) 
40...120 (5 В; 1 мА) <5 (5 В) — <4,5 (100 МГц) 
80...220 (5 В; | мА) <5 (5 В) — <4,5 (100 МГц) 
40...120 (5 В; 1 мА) <5 (5 В) — <4,5 (100 МГц) 
































20...60 (5 В; 1 мА) <5 (5 В) <8 (100 МГц) КТЗ32-1 






40...120 (5 В; 1 мА) <5 (5 В) <8 (100 МГц) 12 06 
| 80...220 (5 В; 1 мА) <5 (5 В) <8 (100 МГц) 
40...120 (5 В; 1 мА) <5 (5 В) <8 (100 МГц) 


80...220 (5 В; 1 мА) <5 (5 В) <8 (100 МГц) 




















30...90 (1 В; 10 мА) <3,5 (5 В) КТ333-3 
50...150 (1 В: 10 мА) <3.5 (5 В) 07 025 
' 70...280 (1 В; 10 мА) | <3,5 (5 В) - 
й 30...90 (1 В; 10 мА) <4,5 (5 В) Я оо 
| 50...150 (1 В; 10 мА) <4,5 (5 В) <И/|оо 
' 70...280 (1 В; 10 мА) <4,5 (5 В) [/77 
АЛЮЧ 



























| 20...60 (1 В; 10 мА) <5 (5 В) 
| 40...120 (1 В; 10 мА) <5 (5 В) 
| >80 (1В; 10 мА) <5 (5 В) 
| 20...60 (1 В; 10 мА) <5 (5 В) 

40...120 (1 В; 10 мА) <5 (5 В) 





>80 (1 В; 10 мА) <5 (5 В) 











>30* (0,3 В; 10 мА) 
>50* (0,3 В; 10 мА) 
>70* (0,3 В; 10 мА) 


<6 (5 В) 
<6 (5 В) 
<6 (5 В) 





8 зак 9 
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| Рк тах ? Г, ет О кво тах? 

Тип | Струк- Р. так» и О кор тах" 

прибора | я фк ко тах 
мВт МГц 


тура | Рк. н мах? 
| 


260 (55°С) >300 40 4 25 <1 (40 В) 
















































































| КТЗЗЭА 260 (55 °С) < 
| КТЗЗ9Б 260 (55 °С) < 
| ктззэв 260 (55 °С) < 
ктЗЗэг 260 (55 °С) < 
КТЗЗЭД 260 (55 °С) < 
|КТ340А 150 (85°С) < | 
|КТ340Б 150 (85°С) < 
ктз4ов 150 (85°С) 50 (200*) < 
ктз4ог 150 (85°С) 75 (500*) < | 
ктз4од 150 (85°С) 50 < | 
| | 
| 
КТ342А | п-р-п | 250 >250 35 50 (300*) <0,05 (25 В) | 
|КТ342Б | п-р-п 250 >300 30 50 (300) <0,05 (20 В) | 
КТЗ42В п-р-п | 250 >300 25 50 (300) <0,05 (108) | 
|КТ342Г п-р-п | 250 2300 60* (10к) 50 (300+) <0,05 (60 В) | 
КТ342АМ п-р-п 250 50 (300*) <0,05 (25 В) | 
КТ342БМ п-р-п 250 50 (300*) <0,05 (20 В) | 
КТ342ВМ п-р-п 250 50 (300*) <0,05 (10В) | 
|КТ342ГМ п-р-п 250 30* (10к) 50 (300*) <0,05 (30 В) | 
'КТ342ДМ п-р-п 250 25* (10к) 50 (300*) <0.05 (25 В) 











150 (75°С) 17* (10к) 50 (150*) <1 (10 В) 
150 (75°С) 17* (10к) 50 (150*) <1 (10 В) 
150 (75°С) 9* (10к) 50 (150*) <1 (7 В) 



























|КТ345А 








300 (600**) 20* (10к) 200 (300*) <0,5 (20 В) 
|КТЗ45Б р-п-р 300 (600**) 20* (10к) 200 (300*) <0,5 (20 В) 
|КТЗ45В | рп 300 (600**) 20* (10к) 200 (300*) <0,5 (20 В) 
| 
|КТЗ47А р-п-р 150 (75°С) >500 15* (10к) 4 50 (110*) <1 (15 В) 
|КТ347Б р-п-р 150 (75°С) >500 9* (10к) 4 50 (110*) <1 (9В) 
150 (75°С) <1 (6 В) 


|КТ347В р-п-р >500 6* (10к) 4 50 (110*) 


р 


А, ЯЯС СДС ЯД ДАЧЕ рр й 
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ГКУ нас Ом К, дБ т, ПС | 
ГБЭ нас, Ом г.’ Ом Ее НС Корпус | 
К, ДБ Р..„, Вт ел НС 


>25* (10 В; 7мА) 





КТ3З9М 





| 
525 (10 В: 7мА) <2 (5 В) — <25 КТ339 
| >15* (10 В; 7 мА) | <2 (5 В) — <25 | | 
Г 225* (10 В; 7 мА) <2 (5 В) — <50 | 25.4 
'  240* (10 В;7мА) | <2(5В) — <100 Гм 1 | 
| >15* (10В;7мА) | <2(5В) — <150 < "В 
к. 
3 
| 100...300* (1 В: 10 мА) | 53.7 (5 В) <20 <45; <10* кт340 
|  2>35* (2 В; 0,2 А) <3,7 (5 В) <2 <85; <15* > 
| >16* (2 В; 0,5 А) <3,7 (5 В) <1,2 <85; <15* щи 
| 240* (2 В; 0,2 А) <6 (5 В) <30 <150; <75* чз К <: 
| чь) | 
| | ВЫ 06 6 
| 
| 100...250* (5 В: 1 мА) | <8(5 В) <10 <200 КТ342 | 
| 200...500* (5 В; 1 мА) <8 (5 В) <10 <300 054 
400...1000* (5 В: 1 мА) | <8 (5 В) <10 <700 , 
| 50...120* (5 В; 1 мА) <8 (5 В) <10 — м 
и: 6 
| 100...250* (5 В;2 мА) | <8 (5 В) <10 <200 КТ342М 
| 200...500* (5 В;2мА) | <8(5В) <10 <300 95? 
| 400...1000* (5 В; 2 мА) | <8(5В) <10 <700 | › 
100...250* (5 В; 2 мА) <8 (5 В) <10 — | с 6 

| 200...500* (5 В:2 мА) | <8 (5 В) <10 | — |< 
й | “> ед 
з 
| | 31 0 Са 
| >30* (0,3 В; 10 мА) <6 (5 В) <30 <10* КТ343 
| >50* (0,3 В; 10 мА) <6 (5 В) <30 <20* 054 
| >30* (0,3 В; 10 мА) <6 (5 В) <30 <10* > 
9 
м 
чз Г] к 
г 
3 

>20* (1 В: 100 мА) | <15 (5 В) <3 | <70* КТ345 | 
| >50* (1 В: 100 мА) <15 (5 В) <3 | <70* 957 | 
| >70* (1 В: 100 мА) | <15(5 В) <3 | 570% | 
| | 
| | ха КБЭ 
| “> ^ 
| 5 1") ы «> 
| 30...400* (0.3 В; 10 мА) | <6 (5 В) <30 <25* Кт347 
| 30...400* (0,3 В; 10 мА) | <6 (5 В) <30 <25* 95,4 

50...400* (0,3 В; 10 мА) | <6 (5 В) <30 <40* 9 
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Рк тах ? г, в, О кво тах } 
Рк г тах, 21 О ков тах ' 
*# + ф ф® 
К. н тах’ ах ’ О кэо тах ? 


мВт 


МГц 


Раздел 2. Биполярные транзисторы 
































5* (3к) 15 (45*) 
5* (Зк) 15 (45*) 
5* (Зк) | 3,5 15 (45*) | (5 В) 









200 (35°С) 15* (10к) 4 50 (100*) <1 (10 В) 
200 (35°С) 15* (10к) 4 50 (100*) <1 (10 В) | 
200 (35°С) 15* (10к) 4 50 (100*) <1 (10 В) | 
| | 
| КТЗ50А | р-п-р | 300 (30°С) >100 20 5 | 600* | <1 (10 В) 
| ! 
| КТЗЫА Г р-п-р | 300 (30°С) >200 15* (10) |5 | 400* | <1 (10 В) 
[КТ351Б | р-п-р | 300 (30°С) >200 15* (10к) 5 | 400* | <1 (10 В) 
| | 
| КТ3З52А 300 (30°©) | 
КТЗ52Б 300 (30°С) 
| 
| КТ354А-2 п-р-п 30 >1100 10* (Зк) 4 10 (20*) <0,5 (10 В) 
|КТ354Б-2 п-р-п 30 >1500 10* (Зк) 4 10 (20*) <0.5 (10 В) 
| 
| | 
| | | | ; 
| | 
| 
|КТЗ55А | п-р-п 225 (85°С) >1500 15* (Зк) 4 30 (60*) <0,5 (15 В) 
| 
| 
| КТЗ55АМ п-р-п 295 (85°С) >1500 15* (Зк) 4 30 (60*) <0.5 (15 В) 


100 (50°С) 6* 
100 (50°С) 6* 
100 (50°С) > 20* 
100 (50°С) > 20+ 


40 (80*) <5 (6 В) 
<5 (6 В) 
<5 (20 В) 


<5 (20 В) 


40 (80*) 
40 (80*) 
40 (80*) 





| КТЗ58А п-рп | 100 (50°С) >80 15 4 | 30(60*) <10 (15 В) 

| КТЗ58Б п-р-п | 100 (50°С) >120 30 4 | 30 (60*) <10 (30 В) 

КТЗ58 В п-т | — 100 (50°С) >120 15 4 <10 (15 В) 
| 


——= А ——— 


| 
| 
| 
30 (60*) 
| 
| 
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Г. Ом 


Э нас? 
*я 


Ку», дБ 


>, Вэ 











25...75 (1 В; 1 мА) <11 (1 В) 
35...120 (1 В; 1 мА) <11 (1 В) 
80...250 (ТВ; 1 мА) <11 (ТВ) 


КТ348-3 


07 0,25 
[| 
79| О 
ЗА о об 
004 


АЛЮЧ 














20...80* (1 В: 10 мА) <6 (5 В) 
| 40...160* (1 В: 10 мА) <6 (5 В) 
| 120...300* (1 В; 10 мА) <б (5 В) 











КТ350, КТЗ51, КТЗ52 
952 






20...80* (1 В; 0,5 А) 
50...200* (1 В; 0,3 А) 


<20 (5 В) 
<20 (5 В) 






25...125* (1 В; 0,2 А) <15 (5 В) 
70...300* (1 В; 0,2 А) | <15 (5 В) 






40...200 (2 В; 5 мА) 
90...360 (2 В; 5 мА) 






80...300* (5 В: 10 мА) <5,5 (60 МГц) <60 






79 


АВА 
"5, 


КТ355М 
952 










80...300* (5 В; 10 мА) <2 (5 В) — <5,5 (60 МГц) 


















20...100* (0,5 В; 

60...300* (0,5 В: 10 мА) 
20...100* (0,5 В; 10 мА) 
...300* (0,5 В; 10 мА) 


<7 (5 В) 
<7 (5 В) 
<7 (5 В) 
<7 (5 В) 





10...100* (5.5 В: 20 мА) <5 (10В) <40 — 
25...100* (5.5 В: 20 мА)| <5 (10В) <40 — 
50 


...980* (5.5 В: 20 мА) | <5 (10 В) <40 — 
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Рк тах Г, ‚зо ’ О кво тах '  Ктах Бо ’ 

Тип Струк- К т тах ' 121 з' кок тах ? и пах? Тов ' 
прибора тура Рк н мах ' ах О кэо тах? МА Ткэо› 
мВт МГц мкА 

















КТЗ5ЭА-3 15* (3к) <0,5 (15 В) 
КТЗ59Б-3 15* (3к) <0,5 (15 В) 
КТЗ59В-3 15* (Зк) <0,5 (15 В) 








КТ3З60А-1 р-п-р 10 (55°С) >300 25 5 20 (75*) <1 (25 В) 
КТЗ60Б-1 р-п-р ЬО (55°С) >400 20 4 20 (75*) <1 (20 В) 
ктЗ6ов-1 р-п-р 10 (55°С) >400 20 4 20 (75*) | <| (20 В) | 
| | 
| | | | 
| | 
КТ361А р-п-р 150 (35°С) д < 
КТЗ61А1 р-п-р 150 4 < | 
КТЗ61Б р-п-р 150 (35°С) 4 < 
ктз61в р-п-р 150 (35°С) 4 < 
ктзег р-п-р 150 (35°С) 4 < | 
КТЗ6! р-п-р 150 4 < 
кт3З61Д р-п-р 150 (35°С) 4 < 
КТЗ61Д! р-п-р 150 4 < 
КТЗ61Е | р-п-р 150 (35°С) 4 < 
[ктзб1жЖ | рир 150 4 < 
ктзб1и р-п-р 150 4 < 
КТЗ61К р-п-р 150 4 < 
ктз61лЛ р-п-р 150 4 < 
кт361М р-п-р 150 4 < | 
ктз61н р-п-р 150 4 < 
КТ36Ш р-п-р 150 4 < | 
КТЗ61А-2 р-п-р 150 >250 25 5 100 <! (10В) 
КТ3З61А-3 р-п-р 150 >150 ` 25 5 100 <! (10 В) | 
КТ361Б-2 р-п-р 150 >250 20 5 50 <! (10 В) | 
КТ361В-2 р п-р 150 >250 40 5 50 <! (108) | 
|КТЗ6!Г-2 р-п-р 150 >250 35 5 50 | <1 (10 В) 
КТ361Г-3 р-п-р 150 >250 35 5 50 <1 (10 В) 
ктавыл р-п-р 150 >250 40 5 50 <1 (10 В) | 
КТ361Д-3 | рор 150 >150 40 5 50 <! (10 В) 
КТЗ61Е-2 р-п-р 150 >250 35 5 50 <1 (10 В) 
`КТ361Ж-2 р-п-р 150 >250 10 5 50 <1 (10 В) 
КТ361И-2 р-п-р 150 >250 15 5 50 <! (10 В) 
Кт361К-2 р -п-р 150 >250 60 5 50 <! (108) | 
КТЗ61Л-2 р-п-р 150 >250 20 5 100 <1 (10В) | 
КТ361М-2 р-п-р 150 >50 40 5 100 <1 (10 В) | 
кт361Н-2 р-п-р 150 >150 45 5 50 <1 (10 В) | 
КТ36Ш-2 р-п-р 150 >300 50 5 50 <! (10 В) 
| 
КТЗ6ЗА р-п-р 150 (45°С) >1200 15* (1к) 4,5 | 30 (50*) | 50.5 (15 В) 
КТ363Б р-п-р 150 (45°С) >1500 12* (1к) 45 | 30(50*) | 50,5(15В) | 
| | 
| 
| у . 


|КТЗ6ЗАМ р-п-р 150 (45°С) 15* (1к) 4,5 30 (50*) <0,5 (158) | 
 КТ363БМ р-п-р 150 (45°С) 12* (1к) 4,5 30 (50*) <0,5 (158) | 
| 
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Г 20.. 
| 40... 
80.. 


50... 


Вх, Вы 


...90 (ТВ: 10 мА) 


...150 (1 В: 10 мА) 
...280 (1 В: 10 мА) 


.70 (2 В; 10 мА) 
140 (2 В; 10 мА) 
940 (2 В; 10 мА) 


...90 (10 В: 1мА) 
...90 (10 В; 1 мА) 
..350 (10 В; 1 мА) 
..160 (10 В; 1мА) 
..350 (10 В: 1 мА) 
...350 (10 В; 1 мА) 
...90 (10 В; 1мА) 
...90 (10 В; 1мА) 
..350 (10 В: 1 мА) 
350 (10 В; 1 мА) 


>950 (10 В: 1 мА) 


50. 
50. 


ля 
[>= 
оо 


50. 
50. 
70. 

20 
100 


20... 
40... 


..350 (10 В: 1 мА) 
..350 (10 В; мА) 
..160 (10 В: 1 мА) 
...90 (10 В: 1 мА) 

...350 (10 В; 1 мА) 


...90 (10 В; 1мА) 
...90 (10 В: 1мА) 


...350 (10 В; 1 мА) 
...160 (10 В; 1 мА) 


..350 (10 В; 1 мА) 
...350 (10 В; 1 мА) 
...90 (10 В: 1мА) 
...90 (10 В: 1 мА) 


...350 (10 В: 1 мА) 
50... 
250 (10 В; 1мА) 


350 (10 В; 1 мА) 


..350 (10 В; 1 мА) 
..350 (10 В: 1мА) 
..160 (10 В; 1 мА) 
...90 (10 В; 1 мА) 

...350 (10 В; 1мА) 


120* (5 В; 5 мА) 
120* (5 В; 5 мА) 


...120* (5 В; 5 мА) 


...120* (5 В; 5 мА) 





<5 (5 В) 
<5 (5 В) 
<5 (5 В) 


<5 (5 В) 
<5 (5 В) 
<5 (5 В) 


<9 (10В) 
<9 (10В) 
<9 (10В) 
<7 (10В) 
<7 (10В) 
<7 (10В) 
<7 (10 В) 
<7 (10В) 
<7 (10В) 
<9 (10В) 
<9 (10В) 
<7 (10В) 
<9 (10В) 
<7 (10В) 
<7 (10 В) 
<7 (10 В) 


<9 (10В) 
<9 (10В) 
<9 (10В) 
<7 (10В) 
<7 (10В) 
<9 (10 В) 
<7 (10В) 
<9 (10В) 
<7 (10В) 
<9 (10В) 
<9 (10 В) 
<7 (10 В) 
<9 (10В) 
<7 (10В) 
<7 (10В) 
<7 (10В) 


<2 (5 В) 
<2 (5 В) 


<2 (5 В) 
<2 (5 В) 


<35 
<35 
<35 








<б6 (20 МГц) 
<6 (20 МГц) 
<6 (20 МГц) 


<450; <100* 
<450; <200* 
<450; <200* 





———ы———————д---[—-— 
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КТЗ61-2, КТЗ61-3 


05,2 
ВУ. р 
< 
>. $ 


45 5,2 


КТЗ63 


КТ3З63зм 
95? 


КБ Э 
5 
> 
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Рк тах ' Г, ‚Ба, О кво тах? 
Тип Струк- Рк. т тах! Вы», кок тах ' 
прибора тура Рк. н мах’ И ах , 
мВт МГц 



















КТ3З64А-2 200 (400*) 
КТЗ64Б-2 200 (400*) 
КТЗ64В-2 200 (400*) 



























| КТЗ69Г-1 
| 


КТ366А | п-р-п | 30 (70°С) >1000 15 4,5 10 (20*) <0.1 (158) | 
кт366Б п-р-п 30 (70°С) >1000 15 4,5 20 (40*) <0,1 (15 В) | 
ктЗ66в п-р-п 30 (70°С) >1000 15 4,5 45 (70*) <0,1 (15В) | 
| 
КТ3З68А п-р-п 225 (65°С) >900 15 30 (60*) <0.5 (158) | 
| КТ3З68Б п-р-п 295 (65°С) >900 15 30 (60*) <0,5 (15 В) | 
| 
| 
 КТЗ6ВА.5 225 (65°С) >900 15* 4 30 (60*) 0,5 (15 В) 
100 >900 15* 4 30 (60*) 0,5 (15 В) | 
100 >900 15* 4 30 (60*) 0,5 (15 В) 
|КТ3З68АМ п-р-п 225 (65°С) >900 15 4 30 (60*) <0,5 (15 В) | 
'КТЗ68БМ п-р-п 225 (65°С) >900 15 4 30 (60*) 30.5 (15 В) | 
|ктЗ68 ВМ п-р-п 225 (65°С) >900 15 4 30 (60*) | <0.5 (15 в) | 
| | 
| | й 
| | 
45 4 250 (400*) <7 (45В) | 
45 4 250 (400*) <7 (45 В) 
65 4 250 (400*) <10 (65 В) | 
65 4 250 (400*) <10 (65 В) | 
ИИ 
| | 
|Кт369А-1 | прп | 50 >200 45 4 | 250(400*) | 57445 В) 
|КТ3З69Б-1 | прп | 50 >200 45 4 | 250 (400*) | <7 (45 В) 
| КТ369В-1 | прп | 50 >200 65 4 | 2950 (400*) | — <10 (65 В) 
| п-р-п | 50 | >200 65 4 | 250 (400*) |  <10(65 В) 
| | | 
| | | 
} 
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С, 
В; „, Вэ Со Корпус 
пФ 
| 20...70* (1 В; О.А) <15 (5 В) <30 КТЗ64-2 
| 40...120* (1 В; 0,1 А) <15 (5 В) <30 
80...240* (1 В: 0.1 А) <15 (5 В) <30 







9 1 
р | 

АУ ПН 

ЬАЭ 










50...200 (1 В; [ мА) 
50...200 (1 В; 5 мА) 
50...200 (1 В; 15 мА) 






50...300* (5 В: 10 А) 
50...300* (5 В; 10 мА) 


<3,3 (60 МГц) 
<1,7 (5 В) <3,3 (60 МГц) 


<3,3 (60 МГц) 


<15 
<15 
<15 (10 мА) 


<15 (10 мА) 
<15 (10 мА) 


...450 (1 В; 10 мА) 


















...300 (1 В: 10 мА) 
...300 (1 В; 10 мА) 









_.450* (5 В: 10 мА) <33 (60 МГц) КтТ368М 
50...450* (5 В; 10 мА) — 
‚.450* (5 В: 10 мА) — 952 


АБЭ 
> 
ых 





20...100* (2 В; 0,15 А) 
40...200* (2 В; 0,15 А) 
20...100* (3 В; 10мА) 
40...200* (3 В; 10 мА) 


<15 (10В) 
<15 (10 В) 
<10 (10В) 
<10 (10В) 


20...100* (2 В; 0,15 А) <15 (10В) 
40...200* (2 В; 0,15 А) <15 (10В) 
20...100* (3 В; 10 мА) <10 (10 В) 
40...200* (3 В; 10 мА) <10 (10В) 


КТ369-1 


К] 7 
НЕ > 
| ай 


К6Э 
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Г, ‚Вань О кво тах? 

21э? О ков тах? 

прибора ак О кэо пах 
МГц В 




















<0.5 (15 В) 
<0,5 (12 В) 


15 (30*) 
15 (30*) 


15* (1к) 
12* (1к) 














<0,5 (15 В) 
<0,5 (12 В) 


|КТ370А-9 р-п-р 30 (50°С) 15* (1к) 15 (30*) ' 
| КТЗ70Б-9 р-п-р 30 (50°С) 12* (1к) 15 (30+) ‹ 






| КТЗ71А п-р-п 100 (65°С) >3000 10 3 20 (40*) ' <0.5 (10 В) 







100 (85°С) >3000 10* (3к) . 3 20 (40+) <0,5 (10 В) 

















50 (100°С) 15* (10к) <0,5 (15 В) 
50 (100°С) 15* (10к) <0,5 (15 В) 
50 (100°С) 15* (10к) <0,5 (15 В) 





























| КТЗ7ЗА п-р-п 150 (55°С) 30* (10к) 50 (200*) <0,05 (25 В) | 
| КТ373Б п-р-п 150 (55°С) 25* (10к) 50 (200*) <0.05 (20 В) | 
| КТЗ7ЗВ п-р-п 150 (55°С) 10* (10к) 50 (200*) <0.05 (10 В) | 
| КТЗ7ЗГ п-р-п 150 (55°С) 60* (10к) 50 (200*) <0.05 (25 В) 















(60 В) 
(30 В) 


200 (400**) 
200 (400**) 


100 (200*) 
100 (200*) 


д м 






















| КТЗ79А | при 25 30* (10к) 30 (100*) <0,.05 (30 В) 
|КТ379Б | п-р-п 25 25* (10к) 30 (100*) <0,05 (25 В) 
|кт379В | п-р-п 25 10* (10к) 30 (100*) <0,05 (10 В) 

| п-р-п | 25 60* (10к) 30 (100*) <0,05 (60 В) 


| КТЗ79Г 
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С, ГКЭ нас' Ом К, дБ Т„, ПС 
в, „, В С'., ГБ нас" Ом г, Ом Е" „., НС Корпус 
| пФ Кур, ДБ Р,„, Вт выкл» НС | 
20...70 (5 В: ЗмА) <9 (5 В) <35 — | 550; <10* КТ370-1 
40...120 (5 В: ЗмА) <9 (5 В) <35 — <50; <10* 06 , 
7 
«5 
| Е 
1 \ < 
| | | БК 
| | | 
20...70 (5 В:3мА) | — <10* | КТ370-9 
40...120 (5 В;ЗмА) | — <10* 3 095 
| | - 








>9** (400 МГц) <5 (400 МГц) 


<10* 





30...240 (1 В; 10 мА) 





30...240 (1 В; 10 мА) — <5 (400 МГц) <15 

























>10* (5 В; 10 мА) >10** (1 ГГц) <3,5 (1 ГГц) <9 
>10* (5 В; 10 мА) >10** (1 ГГц) <5,5 (1 ГГц) <9 
>10* (5 В: 10 мА) >10** (1 ГГц) <5,5 (1 ГГц) <9 






100...250 (5 В; 1 мА) 
200...600 (5 В; мА) 
500...1000 (5 В; 1 мА) 
500...125 (5 В; 1 мА) 










д мм м 













10...100* (2 В: 20 мА) 
50...280* (2 В: 20 мА) 


<5 (10В) 
<5 (10 В) 





100...250 (5 В; [ мА) 
200...500 (5 В; 1 мА) 
400...1000 (5 В; 1 мА) 
50...125 (5 В: [ мА) 
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Рк тах ' Г, ‚ бое кво тах! |  Кных Ткво, } 
Тип Струк- К, т тах! ть О ков тах ? Ч во плах }' * | Трэк, | 
| | .. ®зо 0” | К, н тах’ Г’ и 
прибора ‚ Тура ‚ К. н тах” нах КЭО тах! А КЭО ’ 
| | мВт МГц В | м мкА 
КТ380А г р-п-р | 15 >300 17* (10к) 4 | 10(25*) | 5100 | 
| кт380Б | р-п-р | 15 >300 17* (10к) 4 | 10 (25*) | <1 (10 В) 
|ктз8ов | ри | 15 | >300 [90 | 4 Г 20(25%) | <1 (7 В) 
| | | | 
| | | 
| 
| 
| 
|КТЗ81Б п-р-п 15 0.03 (5 В) 
| КТЗ81В п-р-п 15 0.03 (5 В) 
КТЗ8 п-р-п 15 15 0,03 (5 В) 
| КТЗ81Д п-р-п 15 15 0,03 (5 В) 
| КТЗ81Е п-р-п 15 0,03 (5 В) 
| 
















<0,5 (15 В) 
<0.5 (15 В) 


20 (40*) 
20 (40*) 


100 (65°С) 
100 (65°С) 


1 


| КТ3З82АМ п-р-п 100 (85°С) >1800 15 3 20 (40*) 
|КТ3825БМ п-р-п | 100 (85°С) >1800 15 3 |  20(40*) 


<0,5 (15В) | 
0,5 (1580 | 


| 






| КТЗ84А-2 300 (500*) <10 (30 В) 





300 >450 30* (5к) 


.——————ы—ы——ы———=—=—---—— пнвыпвлиь  пиииоитивьь кои стат сои рьины жир сити 


>450 30* (5к) 4 <10 (30 В) 
| КТ385А-2 п-р-п 300 >200 60 4 300 (500*) <10 (60 В) 
| | | | 
| | | 
_ 
|КТ385АМ-2 | п-рп ° 300 >200 60 Ё4 | 300(500*) <10 (60 В) 


| КТЗ85БМ-2 п-р-п 300 >200 60 4 300 (500*) <10 (60 В) 
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С, Гкэ нас? Ом 
в. „, Вы С.» ГБЭ нас, Ом Корпус 
пФ Кр, дБ 





| 30...90 (0.3 В: 10 мА) <б (5 В) 
50...150 (0,3 В: 10 мА) <6 (5 В) 
| 30...90 (0.3 В: 10 мА) <6 (5 В) 





>40 (5 В; 10 мкА) — — — — 
>30 (5 В; 10 мкА) — — — — 
>20 (5 В: 10 мкА) — — — — 
>20 (5 В; 10 мкА) — — — — 
>20 (5 В; 10 мкА) — — — — 













1,5 





















<3 (400 МГц) | <15 
<4,5 (400 МГц) <10 


>9** (400 МГц) 
>5** (400 МГц) 


40...330 (1 


; <2 (5 В) 
40...330 (1 В; 5мА) 


<2 (5 В) 










40...330 (1 В; 5 мА) <2 (5 В) 
40...330 (1 В; 5 мА) <2 (5 В) 


>9** (400 МГц) 
>5** (400 МГц) 


<3 (400 МГц) 
<4.5 (400 МГц) 


30...180* (1 В; 0,15 А) | =4 (10 В) 


...180* (1 В; <4 (10В) 


<4 (10 В) <5 — <60* КТЗ85-2 


<4 (10 В) <5 КТ3З85М 


<4 (10 В) 


$ 1 
И тен 
К6Э 
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| 


| КТЗ88Б-2 


| 
|КТ3З88БМ-2 


| 


КТЗ89Б-2 


КТЗ91А-2 
| КТ391Б-2 
КТ3З91В-2 


| КТЗ96А-2 


} 


| 
| 
| 
КТЗ96А-9 
| 









К тах? 
К, т тах? 


К, н тах? 


мВт 


р-п-р | 300 (80°С) 
р-п-р 300 

р-п-р | 300 (80°С) 
п-р-п 70 (85°С) 
п-р-п 70 (85°С) 
п-р-п 70 (85°С) 


120 (65°С) 





п-р-п | 30 (50°С) 


п-р-п 


120 (90°С) 


т, ‚Бань О кво тах ' 

















В, О эк тах ' Ч во тах’ 
Я ах , О кэо тах? 


МГц 






>250 50 <2 (50 В) 

>250 50 4,5 250 <2 (50 В) 
р 

>450 25* (1к) | 45 | 300 <1 (25 В) 

| 

>5000 15 2 10 <0,5 (10В) 

>5000 15 2 10 <0,5 (10 В) 

>4000 10 | 10 <0,5 (7 В) 





>300 40* (5к) 10 (20*) <0,5 (40 В) 
>2100 15 3 <0,5 (15 В) | 
| 

>2100 15 3 40 <0,5 (158) | 
| 

| 

4 | 

| 





>500 40* (10к) 10 (20*) <1 (40 В) 
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с Гкэ нас? Ом К», дБ | Тк пс 
В»,, в, > С», ГБЭ нас" Ом г. › Ом Е НС Корпус 
пФ Кр, ДБ р”, Вт С, кл» НС 
25...100* (1 В; 0,12 А) <7 (10 В) <5 — 60; <60* КТЗ88-2 (КТЗ88БМ-2) | 
12(22) 15 
м 

> | 

25...100* (1 В; 0.12 А) <7 (10В) <5 — 60; <60* 2. «> 
| ИА - : 
БК | 


| 
| | 
| Г 
| | 
1 
| | 
| 
! | 





25...100* (1 В: 0.2 А) <10 (10В) <25*; <180 


>20 (7 В: 5 мА) <0,7 (5 В) — <4,5 (3,6 ГГц) <3.7 
| >20 (7В:5мА) | <0.7(5В) | — <5,5 (3.6 ГГц) <3,7 
| 2>20(7В:5мА) | <0,7 (5 В) — <6 (3,6 ГГц) <3,7 
| 
40...180* (5 В; 2.5 мА) | <2.5 (5 В) <50 4,5 (100 МГц) | <120 
| 
| 
| 
| | | 
40.250 (2 В:5 мА) | <1,5(5В) | <11* — | <15 кТ396-2 
; | : 
| 1 0,8 
> 
мн 
| БАЗ 
| 40.250 (2 В:5мА) | <2(58В) | _ | — <15 | кт3з96-9 
} ! | | з 
| | | | 
| | | | 3 0,95 
| | | | | | | 
| й 
| | } ; - \ ' 
© 
| | | | 59 12 
| | | 
40...300 (5 В; 2 мА) | <1.3 (5 В) <25* — <40 | КТ3З97-2 
22 15 
ы р 
| <ч 
| 
| ы | 
| | ИА 
| | БКЭ 


ТЕгГЗЕ 1% 
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К тах? 


К, т тах ? 
Фо 


Р 


К. н тах? 


мВт 








Г, ‚ 16, 


21°’ 


ах? 


МГц 


О кво тах? 
О ков тах ? 
О кэо тах? 





150 (300*) 
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|КТв99А п-р-п 150 (55°С) >1800 15** <0,5 (15 В) 
| 
| 
КТЗ99ЭАМ п-р-п 150 (55°С) >1800 30 (60*) <0,5 (15 В) 
КТ501А р-п-р 350 (35°С) >5 15* (10к) 10 300 (500*) <1* (15 В) 
КТ501Б | р-п-р 350 (35°С) >5 15* (10к) 10 300 (500*) <1* (15 В) 
КТ501В р-п-р 350 (35°С) >5 15* (10к) 10 300 (500*) <1* (15 В) 
КТ5О1Г | р-п-р 350 (35°С) >5 30* (10к) 10 300 (500*) <1* (308) | 
КТ501Д р-п-р 350 (35°С) >5 30* (10к) 10 300 (500*) <1* (30 В) | 
КТ5О1Е р-п-р 350 (35°С) >5 30* (10к) 10 300 (500*) <1* (30 В) 
КТ501Ж р-п-р 350 (35°С) >5 45* (10к) 20 300 (500*) <1* (45 В) 
Кт5ОИ р-п-р 350 (35°С) >5 45* (10к) 20 300 (500*) <1* (45 В) | 
КТ501К р-п-р 350 (35°С) >5 45* (10к) 20 300 (500*) | <1* (45 В) 
|кт5о1Л | р-п-р 350 (35°С) >5 60* (10к) 20 300 (500*) | <1* (60 В) | 
| КТ501М | р-п-р 350 (35°С) >5 60* (10к) 20 | 300 (500*) <1* (60 В) | 
| | 









150 (300*) 
150 (300*) 
150 (300*) 
150 (300*) 
150 (300*) 











мимиии 






150 (300*) <1 (40 В) 
150 (300*) <1 (40 В) 
150 (300*) <! (60 В) | 
150 (300*) <! (60 В) | 
150 (300*) <1 (80 В) | 
150 (300*) <1 (100 В) | 



















1 (10*) Вт 
1 (10*) Вт 
1 (10*) Вт 


<100 (400 В) 
<100 (250 В) 
<100 (300 В) 


400: 350* 
200* (0,1к) 
275* (0,1к) 


| (2*) А 
1 (2*) А 
| (2*) А 















<100 (300 В) | 


1 (2%) А | 
<100 (250 В) \! 


| (2*) А 





| (5*) Вт 
 (5*) Вт 


300* (0,1к) 
250* (0,1к) 










0,8 (10*) Вт 
0,8 (10*) Вт 


>10 5 2 (5*)А <200 (600 В) 
>10 5 2 (5*) А <200 (600 В) | 





В», в. 


>40* (1 В; 5 мА) 


>40* (1 В; 5мА) 


20...60* (1 В; 30 мА) 


...120* (1 В; 30 мА) 
...240* (1 В; 30 мА) 
...60* (1 В: 30 мА) 
...120* (1 В; 30 мА) 
...240* (1 В; 30 мА) 
...60* (1 В; 30 мА) 
...120* (1 В; 30 мА) 
...240* (1 В; 30 мА) 
...60* (1 В; 30 мА) 
...120* (1 В; 30 мА) 


...120 (5 В; 10 мА) 
...240 (5 В; 10 мА) 
...190 (5 В; 10 мА) 
...240 (5 В; 10 мА) 
...190 (5 В; 10 мА) 
...120 (5 В; 10 мА) 


...120 (5 В; 10 мА) 
...240 (5 В; 10 мА) 
...120 (5 В; 10 мА) 
...240 (5 В; 10 мА) 
...120 (5 В; 10 мА) 
...120 (5 В; 10 мА) 


...100* (5 В; 0,5 А) 
...100* (5 В; 0,5 А) 
...100* (5 В; 0,5 А) 


...140* (10 В; 0,5 А) 
...140* (10 В; 0.5 А) 


...150* (5 В: 0.3 А) 
...150* (5 В: 0,3 А) 


<1,7 (5 В) 


<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 


<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 


<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 


<30 (10 В) 
<30 (10 В) 
<30 (10 В) 


<70 (5 В) 
<70 (5 В) 


<40 (5 В) 
<40 (5 В) 
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Гкэ нас? Ом 
ГБЭ, нас* Ом 
Кур, дБ 


>11,5** (0,4 ГГц) 


>11,5** (0,4 ГГц) 


дмммиммимииииии 


<2 (400 МГц) 


<2 (4000 МГц) 


<1560* 
<1560* 


Кт399м 
952 


КБЭ 
> 
м 
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КТ504, КТ505, КТ506 


[и 
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Тип Струк- 
прибора тура 


| КТ5ОЭА р-п-р 











50; 50** 
60; 60** 
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>10000 (5 В: 10 мА) 
>10000 (5 В; 10 мА) 


10...100 (10 В; 0,1 мА) | <2,9 (100 В) КТ509 | 
| | | 
294 
3 А 9 
ое 
6 
| >20 (5 В; 0,5 А) — <0,3 — — КТ511-9 
|  220(58; 0,5 А) — <0,25 — — 
|  >20(58; 0,5 А) — <0,25 — — 
| 220 (58; 0,5 А) — <0,2 — — 
| 220 (5 В; 0,5 А) — <0,2 — — 
| >20(5 В; 0,5 А) — <0,35 — — | 
>20 (5 В; 0.5 А) — <0,35 — | — | 
Г >20 (5 В: 0,5 А) — <0,35 — — 
| 22058: 054) ПН <0,35 — | — 
# | 
>20 (5 В: 0.5 А) | — <0,3 — — 
>20 (5 В: 0,5 А) — <0,25 — | — 
>20 (5 В; 0,5 А) — <0,25 — — 
>20 (5 В: 0,5 А) — <0,2 — — 
>20 (5 В; 0.5 А) — <0,2 — — 
>20 (5 В; 0,5 А) — <0,35 — — 
| 220(58; 0,5 А) — <0,35 — — 
|  220(58; 0,5 А) — <0.35 — — | 
| 220458: 05А) |!  — <0,35 _ | _ | 
| 40...600 (10 В: 50 мА) | — <10 — | — | 
" 40...600 (10 В; 50 мА) | — <10 — | — 
‚ 40...600 (10 В: 50 мА) | — <5 — — 
| 40...600 (10 В; 50 мА) — <5 — — 
40...600 (10 В; 50 мА) — <5 — — 
| 40...600 (10 В; 50 мА) — <10 — — 
| 40...600 (10 В; 50 мА) — <10 — — 
| 40...600 (10 В; 50 мА) — <5 — — 
| 40...600 (10 В: 50 мА) — <5 — — 
| 40...600 (10 В: 50 мА) | — <5 — | — 
| р 
| 25045В:05А) |  — < — о КТ515-9, КТ516-9 
>50 (5 В: 05А) |! — < — | — 
| >25 (5 В: 0.5 А) | — | < — | — 
>50 (5 В: 0,5 А) — <| — —_ У 2 
>50 (5 В: 0,5 А) — < — — А 
| >25 (5 В; 0,5 А) — <1 — — 
| 
| | | 
} 25000 (5 В: 10 мА) | <7 <11 — | — | КТ517 
в >10000 (5 В: 10 мА) | <7 <11 — | — 
}  >10000 (5 В: 10 мА) | <7 | | 
" 10000...100000 | | 
(5 В; 10мА) | 
| 


9* 
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30; 30** 


Р» тах 7 Г, ‚ Бо ' О кво тах ? Е: пах кво ' 
Тип Струк- Рк. т тах 7 Ьы» ко пах 7 Ч во тах 7 и и ал кок ’ | 
прибора тура Рк и тах 7 Я , О ко шах 7 | В МА | Ткэо, 
мВт МГц | | мкА | 
|[КТ517А-1 | п-р-о 800 >125 30 | 05А | — 
|КТ517Б-1 | п-р-п | 800 >125 30 | 0.5 А | — 
|КТ5178-1 | при | 800 > 125 40 | 05А |! — | 
|КТ517Г-1 | пгрп 800 | >125 40 о 0.5 А — 
| | 
КТ517Д-1 800 >125 50 ИИ 0.5 А | — 
КТ517Е-1 >125 | | 0.5 А | 
| 
30 — 300 — 
40 — 300 | — | 
40 — 300 | — 
| 
|КТ517Д-9 -р- 50 — | 300 | — 
| КТ517Е-9 п-р-п 60 — | 300 | —_ 
| 


<0.05 (50 В) | 
КТ519Б р-п-р 450 <0,05 (50 В) | 
| КТ519В р-п-р 450 <0.05 (50 В) : 





| 
| 
| 
| 
КТ519А р-п-р 450 
| 
| 


| 
| 
| | 
— 500 | — р 
| 


| КТ521А | р-п-р 625 >50 300; 300** 

|КТ521Б р-п-р 625 >50 300; 300** — 500 — 
| 
| 

| | 
`КТ52ЗА р-п-р 500 >150 30; 30** — 500 — 
| КТ523Б р-п-р 500 >150 30; 30** —_ 500 — 
| КТ523В р-п-р 500 | >150 40; 40** — 9500 — 
'КТ52ЗГ р-п-р 500 >150 50; 50** — 500 — 
| КТ523Д р -п-р 500 >150 60; 60** — 500 — 
| 
| 
|КТБЗЗлО | п-р-п 300 5150 | 30:30%* | —Ф | 300 | — 
|КТ52359 | прп | 300 >150 30: 30** | — 300 | — 
|КТ52389 | прп 300 >150 40; 40** — 300 — 
'КТ523Г9 п-р-п 300 5150 | 50;:50%* — 300 — 
`КТ523Д9 п-р-п 300 >150 60; 60** —_ 300 — 
КТ524А п-р-п 1000 >100 40; 25** 6 1500 < (358) 





<0,1 (35 В) 
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| С, 


| >, Вэ С...’ 

| пФ 

| >5000 (5 В: 10 мА) <7 <|1 
>10000 (5 В; 10 мА) <7 <| 1 
>10000 (5 В; 10 мА) <7 <] ] 

| 10000...100000 <7 < 

(5 В: 10 мА) 
>10000 (5 В: 10 мА) <7 <11 
>10000 (5 В: 10 мА) <7 1] 


>10000 (5 В; 10 мА) 
>10000 (5 В: 10 мА) 
10000...100000 
(5 В: 10 мА) 
>10000 (5 В: 10 мА) 
>10000 (5 В; 10 мА) 


| 
| 
| 
| 
55000 (5 В: 10 мА) 


60...150 (5 В: 1 мА) <7 (10 В) — 
100...300 (5 В: 1 мА) | <7 (10В) — 
200...600 (5 В: 1 мА) | <7 (10 В) — 


ая аниса сттаииь 


>40 (10 В; 10 мА) 


>40 (10 В: 10 мА) 


>40 (10 В; 10 мА) <6 <25 
| 240 (ОВ; 10 мА) <8 <20 
>5000 (5 В; 10 мА) <7 <12 
| 210000 (5 В; 10 мА) <7 <12 
| 210000 (5 В; 10 мА) <7 <12 
: >10000 (5 В; 10 мА) <7 <12 
| >10000 (5 В; 10 мА) <7 <12 
| >5000 (5 В: 10 мА) — <12 
| >10000 (5 В; 10 мА) — <12 
| >10000 (5 В; 10 мА) — <12 
| >10000 (5 В: 10 мА) — <12 
>10000 (5 В; 10 мА) — <12 
| 
| 
й | 
| >40 8: 0,8 А) | 9(108) | <0,6 


85...300 (1 В; 0,1 А) 9 (10В) <0,6 


| 
| 
| 
| 
| 


ЖЕЛЕ Ш. ШЕЕ 3 














КТ517-1 


| 
КТ519, КТ520 


| 
052 
< 90 
ь>] 
ы ыы 
# 
КТ521, КТ523 
052 
< ЭРК 
ь>] 
ы зы 
# 
КТ523-9 
3 0,95 
к : 
5 9 2 | 
КТ524 
052 
м ЭК 
<. < 
Я 
КТ524-5 
| 


| 
| 0,5 0.15 
—= 
—_ ато 
| | о 
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То, 
Тков, 


ОИЯИ ПООООООООООООООТОНИИЯ ООО ПОИООООСОООООСОИООООООООООТИНИК СОООООСООТОСОООООТООООИИЯ ПБИОООИОИОИОСОТИООИООИИЯ ООО ОИ 
Рк тах ? Г, в кво тах? 
Тип Рк. т тах? сы Ч кэя тах? эко тах? Г 
прибора Рк и тах ? ах ео тах? КЭО» 
мВт МГц мкА 


]-. 
| |. . _ | _ 
— | | —_ — [| — 


450 >150 50; 45** 100 <0,05 (50 В) 
450 >150 50; 45** о 0,05 (50 В) | 


КТ529А 500 >150 ГА <1 (808) | 
| 
| 
КТ5З0А 500 >150 :-| 51 (80) | 









| 
| 
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С, 
в,,, в. С.» 
пФ 
64...202 (1 В; 50 мА) | — <1,2 — — КТ525 
052 
р 95 А 
=. ыы 
ра 








КТ525-5 
0,5 


>40 (1 В: 0,8 А) 















60...1000 (5 В; 1 мА) 








<10 (Е МГц) 















КТ526-5 
0,5 


60...1000 (5 В; 1 мА) <3,5 (10 В) <10 (1 МЕц) 








>180 (5 В; 300 мА) 


>180 (5 В: 300 мА) 





|КТ604АМ 
|КТ604БМ 


| 
} 
р 
| 
р 
| 
| 


КТ605А 
|КТ605Б 





п-р-п 
п-р-п 


п-р-п 
п-р-п 


К тах? 

* 

К. т тах? 
зе 


К. и тах? 


мВт 


0,25 (0,5*) Вт 


0,85 (2,8*) Вт 
0,85 (2,8*) Вт 
0,85 (2,8*) Вт 
0,85 (2,8*) Вт 


0,85 (2,8*) Вт 
0,85 (2.8*) Вт 


0,5 Вт (50°С) 
0,5 Вт (50°С) 
0,5 Вт (50°С) 
0,5 Вт (50°С) 
0,5 Вт (50°С) 
0,5 Вт (50°С) 
0,5 Вт (50°С) 


0,8 (3*) Вт 
0.8 (3*) Вт 


0,8 (3*) Вт 
0,8 (3*) Вт 


0.4 Вт (100°С) 
0,4 Вт (100°С) 


1, т ’ 
ры 
Я х ’ 
МГц 


О кво тах ? 


Ч ков тах ? 


КЭО тах? 


30* (1к) 
30* (1к) 
15* (1к) 
15* (1к) 
10* (1к) 
10* (1к) 
30* (1к) 


300 
250* (1к) 


250* (1к) 
300 


300 


75 (500*) 
75 (500*) 
75 (300*) 
75 (300*) 


75 (500*) 
75 (300*) 


300 (600*) 
300 (600*) 
300 (600*) 
300 (600*) 
300 (600*) 
300 (600*) 
300 (600*) 


200 
200 


100 (200*) 
100 (200*) 
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<50 (50 В) 


<300* (100 В) 


<70 (120 В) 
<70 (120 В) 
<70 (80 В) 
<70 (80 В) 


<70 (120 В) 
<70 (120 В) 


<10 (30 В) 
<0 (30 В) 
<5 (15 В) 
<5 (15 В) 
<1 (10В) 
<1 (10В) 
<10 (30 В) 


350 (250 В) 
<50 (250 В) 





<20* (250 В) 
<20 (250 В) 


<50* (250 В) 
<50* (250 В) 
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Вр,, Вы С», 


пФ 
>16 (20 В: 10 мА) <!5 (20 В) 
>16 (20 В; 10 мА) <15 (20 В) 






20...80 (10 В; 10 мА) <4 (50 В) 
>50 (10 В; 10 мА) <4 (50 В) 
15...80 (10 В; 10 мА) <4 (50 В) 
>50 (10 В; 10 мА) <4 (50 В) 














<4 (50 В) 
<4 (50 В) 


20...80 (10 В; 10 мА) 
>50 (10 В; 10 мА) 










10...80* (2 В; 15 А) <15 (10 В) 
>60* (2 В; 0,15 А) <15 (10 В) 
10...80* (2 В; 0,15 А) <15 (10 В) 
>60* (2 В; 0,15 А) <15 (10 В) 
20...80* (2 В; 0.15 А) <15 (10 В) 
60...200* (2 В; 0,15 А) <15 (10 В) 
>20* (2 В; 0,35 А) <15 (10В) 


Кт603, КТ604 

















911,7 










10...40* (40 В; 20 мА) 
30...120* (40 В; 20 мА) 











10...40* (40 В; 20 мА) Кт604М 


30...120* (40 В; 20 мА) 










<7 (40 В) 
<7 (40 В) 


10...40* (40 В; 20 мА) 
30...120* (40 В; 20 мА) 
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р 


К тах ? КБО тах? 1 БО, 

* 
К. т тах ? 
> 


К. м тах? 


мВт 


0,4 Вт (100°С) 
0,4 Вт (100°С) 















100 (200*) 
100 (200*) 


<20* (250 В) 
<20* (250 В) 












2,5 Вт (40°С) 
2,5 Вт (40°С) 


<1,5* (60 В) 
<1,5* (60 В} 










400 (800*) 
400 (800*) 


< (60 В) 
<10 (60 В) 



















40; 20* (10к) 
40; 20* (10к) 
40: 20* (10к) 
40; 20* (10к) 
40; 20* (10к) 


<0,1 мкА (25 В) 
<0,1 мкА (25 В) 
<0,1 мкА (25 В) 
<0,1 мкА (25 В) 
<0,1 мкА (25 В) 















КТбОА п-р-п 
кт610Б п-р-п 


1,5 Вт (50°С) 
1,5 Вт (50°С) 


<0,5 (26 В) 
<0,5 (26 В) 
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И, Вэ 


10...40* (40 В: 20 мА) <7 (40 В) КТт605М 
| 30...120* (40 В; 20 мА) <7 (40 В) 


>15* (10 В: 0,10А) <10 (28 В) >0,8** (400 МГц) 
>15* (10 В: 0,10 А) <10 (28 В) >0,6** (400 МГц) 


<4 (10В) >4** (1 ГГц) >1** (1 ГГц) 
<4,5 (10В) >3** (1 ГГц) >1** (1 ГГц) 


20...80* (5 В; 0,2 А) <15 (10 В) 
40...160* (5 В; 0,2 А) | <15 (10 В) 


64...91 (1 В; 50 мА) 

78...112 (1 В; 50 мА) 
98...135 (1 В; 50 мА) 
112...166 (1 В; 50 мА) 
144...202 (1 В; 50 мА) 


мии 
ммм 


6 (0.2 ГГц) 
6 (0.2 ГГц) 


| 50...300* (10 В; 0.15 А) | <4,1 (10 В) 
| 20...300* (10 В; 0,15 А) | <4,1 (10 В) 


КТ6103, КТ6105, КТ6108 





КТ6102, КТ6104, КТ6107 
| 
| 
| 


80...250 — <5 — — 
80...250 — <5 — — 252 


80...250 
80...250 


14,5 5,2 
ы 
41 | 
> 
а 
9 
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Тип 


прибора 


КТб6иАМ 
Ккт6иБМ 


| 

| КТ610А 

[КТ61105Б 

|кт6110в 
КТ6110Г 

КТ6110Д 

| 


КТ6111Б 
КТ6111В 


КТ6111А 
кте1иг 


| 
|КТ6112А 
| КТ6112Б 
| КТ6112В 
КТ611ЗА 
КТ6113Б 
КТ6113В 
КТ6113г 
КТ6113Д 
КТ6113Е 


КТ6114А 
|КТ6114Б 
| КТ6114В 
| ктеиаг 
КТ6114аД 
| КТ6114Е 
| 


КТ6115А 
КТ6115Б 
КТ6115В 
КТ6115Г 
КТ6115Д 
КТ6115Е 


КТбИбА 
|КТ61165 


п-р-п 
п-р-п 


п-р-п 
п-р-п 


К тах? 

* 

К. т тах? 
то 


К. и тах? 


мВт 


0.8 (3*) Вт 
0.8 (3*) Вт 
0.8 (3*) Вт 
0.8 (3*) Вт 


0,8 (3*) Вт 
0,8 (3*) Вт 





625 
625 
625 
625 
625 


450 
450 
450 
450 


450 
450 


г, в» 
$$ 


21 


Я ах ’ 







Ч кво тах ? 


Ч ков тах 7? 
+ 


Ч кэо тах 7 


180 
180 


200 
200 


лляамоа 


ллымоа 





1000 
1000 
1000 
700 
700 
700 


1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 


625 
625 


| 


© © © о < > 


© © > © > > 


сл 
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<200 (180 В) 
<200 (180 В) 





100 <100 (150 В) 
100 ' 3100 (150В) 
| 
| 
100 <100 (180 В) 
100 <100 (180 В) 
| 
| 
500 <0.1 
500 <0.1 
500 <0.1 
500 <0.1 
500 <0.1 
100 <0.05 
100 <0.05 
100 <0.05 
100 <0.05 
| 
—_—_—_ — 4 
100 | <0.05 
100 | <0.05 
100 | <0.05 
50 <0.05 
50 <0.05 
50 <0.05 
50 <0.05 
50 <0,05 
50 <0.05 
1500 <0.1 
1500 <0.1 
1500 <0.1 
1100 | <0,1 
1100 <0.1 
1100 <0,1 
1500 <0.1 
1500 <0.1 
1500 <0.1 
1100 <0.1 
1100 <0.1 
1100 <0,1 
600 <0.05 
600 <0.01 
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Г нас? Ом 
Гр нас? Ом 
К, дБ | Р 


Тк, ПС 
Е нс 


Е быка ’ нс 







| 10...40* (40 В; 20 мА) 
| 30...120* (40 В; 20 мА) 
’ 10...40* (40 В; 20 мА) 
30...120* (40 В: 20 мА) 








ди м 













10...40* (40 В: 20 мА) 
30...120* (40 В: 20 мА) 





— — КТ6110, КТ6111 


952 
144...202 — — | 
| КБЭ 
| 60...150 — <3 <10 (1 кГц) — > 
:00...300 — <3 <10 (1 кГц) | — НН о 


| 
| 
КТ6112, КТ6113 


19,9 9,2 






<10 (1 кГц) 
<10 (1 кГк) 


о . 


———— 


952 | 
НЗ. КБЭ 
^^ = 


— — КТ6114, КТ6115 


.. 952 
НЫ < 
85...160 — — Ге 
120...200 — — 3: 
160...300 — — | та 


КТ6116 


952 


г 


< 
= 
45 52 


с сл 
к: > 
— со 
2) (=>) 
(6 
^ 
> 


со 
‹ сх 

с 

|) 

| 

| 


19,9 9,2 


> 
> 
> 
р 
(> 
| 
| 

| < 
| 


9,9 9,2 
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Г, ‚в 16° 


21°’ 
$23 










Ч кво тах? 
Тип Струк- и, 


прибора тура 


КЭВ тах? 
Ч кэо тах? 


ах? 


МГц 










180; 160* 
160; 140* 













































600 (6 Вт**) 4 2 (8*) <20 (90) 
600 (6 Вт**) 4 2 (8+) <20 (70) 
600 (6 Вт**) 4 2 (8*) <20 (50) 
600 (6 Вт**) 4 2 (8*) <20 (30) 
600 (6 Вт**) 4 2 (8*) <20 (20) 
600 (6 Вт=*) 4 2 (8*) <20 (10) 
600 (6 Вт**) 4 2 (8*) <20 (120) 
600 (6 Вт**) 4 2 (8*) <20 (160) 

600 (6 Вт**) 4 2 (8*) <20 (200) 









<0.1 (10 В) 







КТ6129Б-2 4,5 <5 (50 В) 

КТ6130А-9 100 — 
| | 
| 
| 

КТ6131А 


п-р-п 1,3 Вт 23.5 ГГц 40; 20* (1к) 3 150 <0,5 мкА (40 В) 
(10 В; 50 мА) 
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В,,, в, 


80...250 {5 В: 10 мА) 
60...250 {5 В; 10 мА) 


КТ6117 
95? 


АБЭ 
х 
м 





>30* (5 В; 500 мА) <74 (5 В) 





| 
| 
| 
] 
| 
>30* (5 В; 500 мА) <74 (5 В) 


ы == 


| 
| КТ6127 
>30* (5 В; 500 мА) <74 (5 В) <0,15 — 
<0,15 — <250* 
>50* (5 В; 500 мА) <74 (5 В) <0,15 — <250* 952 
>50* (5 В; 500 мА) <74 (5 В) <0,15 — <250* 
>50* (5 В: 500 мА) | <74 (5 В) <0,15 _ <250* < КБ Э 
>50* (5 В: 500 мА) | <74 (5 В) | <0,2 _ `  5250* м > 
>30* (5 В; 500 мА) | <74 45 В) <0,2 — |  5250* = ыы м 
>30* (5 В: 500 мА) | <74(5В) | <0,25 | — |  5250* > 
} : 


28...45 (5 В; 1 мА) 
39...60 (5 В; 1 мА) 
54...80 (5 В; 1 мА) 


| 
| 
| 
| 
| | | | 
— — — | — | 95? 
72...108 (5 В: 1 мА) — — — — 
97...146 (5 В; 1 мА) — — — — ЭБА 
132...198 (5 В; 1 мА) —_ _ _ _ > 
| | 
| | 
| 
| | 
| 
| 
| | | 
| 
| | 


КТ6128 


4,9 9,2 


20...150* {10 В: 50 мА) | <1.45 (10 В) | КТ6129-9 


3 


095 


25...150 {5 В; 0,2 А) <25 (10 В) <2 





095 


\% 


2 


9 
3 | 
коб 


КТ6130-9 
| 
| 
| 


>40 (10 В: 100 мА) <9 (10 В) — — — | Кт6131 
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| Рк тах ? о в, О кво тах? 
| * Фе ® 
| К. т тах? р», КЭК тах? 





Рх. и тах? ах ы Ч кэо тах ? 


мВт МГц В 


>3,5 ГГц 
(10 В; 50 мА) 









КТ6136А 625 





|”. 
300 
250 
200 
160 


> | 50 0,05 (12 В) 


| КТ6137А п-р-п 625 
| 
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В», В>э 


>40 (10 В; 100 мА) КТ6132 


КТ6133, КТ6!34, КТ61!35 


952 


. КБЭ 
4 ео 
ыы 


>50 (10 В; 50 мА) <10: 16* КТ6!35-9 
>50 (10 В; 50 мА) <10;: 16* 

>50 (10 В; 50 мА) <10;: 16* 

>50 (10 В; 50 мА) <10;: 16* 

>100 (10 В; 50 мА) <12; 16+ 

>50 (10 В; 20 мА) >11** (0,8 ГГц) 


100...300 (1 В; 10 мА) 


100...300 (1 В; 10 мА) 


...600 (10 В; 30 мА) КТ6138, КТ6139, КТ6140 
...600 (10 В; 30 мА) 
...600 (10 В; 30 мА) 
...600 (10 В; 30 мА) 
...600 (10 В; 30 мА) 


...600 (10 В; 
...600 (10 В; 
...600 (10 В; 
...600 (10 В; 
...600 (10 В; 30 мА) 
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'КТ6141А9 


3 50 — 
| Кт614159 3 70 — 
|КТ6142А 6000 20 70 — 

4000 25 100 — 


|КТ6142Б 











<15 {10 В) 
<15 {10 В) 


400 (600*) 
400 (600*) 


| КТ6ТА 0,5 Вт 4 400 (600*) <5 (30 В) 


5 100 <50* (250 В) 


<5 (50 В) 
<5 (50 В) 


1000 (1300*) <100 (30 В) 


1000 (1300*) <100 (30 В) 
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п», Вэ 









>14** (0,5 ГГц) <3,6 (0,5 ГГц) КТ6141-9 
>9** (0,8 ГГц) <4 (0,8 ГГц) 


>50 (10 В: 50 мА) — 
>50 (10 В: 50 мА) — 




















>11** (0,8 ГГц) 
>12** (0,8 ГГц) 


<3 (0,8 ГГц) 
<3 (0.8 ГГц) 


>50 (10 В; 50 мА) 
>40 (10 В; 50 мА) 











<15 (10В) 
<15 (10В) 


>40* (1 В: 0,5 А) 
225* (1 В: 0,5 А) 















| >30* (2 В: 0.4 А) <15 (10В) | <7 | — <120 | кт617, КТ618 
| | | 
| | | 
| 
| | 
| 08,5 
| Ц 
>30* (40 В; 1 мА) - 
з 
| 
100* (10 В; 10 мА) — — кт620 
30...100* (5 В; 0,2 А) — <100* с 
| 011,7 
ы 5((51е\)\7 | 
|3 _ 
| | 
30...180* (0,5 В; 0,3 А) | <15 (5 В) <9 _ <18 КТ624 
{9 
а 
| | | | 
| | И \ 
| 59 
30...180* (0,5 В; 0,3 А) | <15 (5 В) <9 _ | 518 КТ624М 
} | 
` 
ГН 
Кб | 





10* 








КТ626А 
| КТ626Б 
|КТ6б26 В 

кт626Г 


КТ626Д 


КТ629А-2 
КТ629Б-2 


| кт629БМ-2 | 


КТ6ЗоА 
кт6зЗоБ 
кт6зов 
кт6зог 
кт6зод 
КТт6зоЕ 





| КТ6ЗоА-5 


КТ6ЗоВ-5 
КтТ6ЗоГ-5 





КТ632Б 


п-р-п 
п-р-п 


р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-Рр 


р-п-р 
р-п-р 


п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 


К тах’ 

* 

К. т тах? 
+ 


К. и тах? 


мВт 


| Вт 


1 Вт 


6,5 Вт (60°С) 
6.5 Вт (60°С) 
6,5 Вт (60°С) 
6,5 Вт (60°С) 
6,5 Вт (60°С) 


1 Вт (80°С) 
1 Вт (80°С) 


1 Вт 


0.5 Вт (45°С) 


бы 


ки 


пах 7 


МГц 


>200 


>200 


>250 
>250 


>250 






Ч кво тах 
С 


КЭВ тах? 


* 


О кэо тах ? 





40* (5к) 


60 
60 


20* (0,[к) 
20* (0,1к) 


50 
50 


50* (1к) 


120* (1к) 


—} 


ллмаяжё 


1000 (1300*) 


1000 (1300*) 
1000 


500 (1500*) 
500 (1500*) 
500 (1500*) 
0,5 (1,5*) А 
0,5 (1,5*) А 


1000 (2000*) 
1000 (2000*) 
1000 (2000*) 
1000 (2000*) 
1000 (2000*) 
1000 (2000*) 


100 (350*) 
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<30 (60 В) 


<30 (60 В) 
<30 (60 В) 


<10 (30 В) 
<150 (30 В) 


<] мА (80 В) 


<150 (20 В) 
<150 (20 В) 


<5 (50 В) 
<5 (50 В) 


<5 (50 В) 





млмииии 


<100 (120 В) 
<100 (120 В) 
<100 (120 В) 
<100 (100 В) 


<1 (120 В) 















Биполярные кремниевые транзисторы 





| и... И, 


20...200* (1 В; 0,5 А) 


20...200* (1 В: 0.5 А) 
20...200 (1 В; 0,5 А) 


| 40...260* (2 В; 0,15 А) 
| 30...100* (2 В; 0,15 А) 
| 15...45* (2 В; 0,15 А) 
15...60* (2 В; 0,15 А) 
40...250* (2 В; 0,15 А) 


25...150* (5 В; 0.5 А) 
25...150* (5 В; 0.2 А) 


25...150* (1,2 В; 0,5 А) 





40...120* (10 В; 150 мА) 
80...240* (10 В; 150 мА) 
40...120* (10 В; 150 мА) 
40...120* (10 В; 150 мА) 
80...240* (10 В; 150 мА) 
160...480* (10 В; 150 мА) 











40...120 (10 В; 0,1 А) 
80...240 (10 В; 0.1 А) 
40...120 (10 В: 0.1 А) 
40...120 (10 В: 0.1 А) 





>50 (1 В; 1 мА) 


<9 (10В) 
<9 (10В) 


<150 (10 В) 
<150 (10 В) 
<150 (10 В) 
<150 (10 В) 
<150 (10 В) 


<25 (10В) 
<25 (10 В) 


<25 (10В) 


<15 (10В) 
<15 (10В) 
<15 (10 В) 
<15 (10 В) 
<15 (10В) 
<15 (10 В) 


<15 (10 В) 
<15 (10В) 
<15 (10В) 
<15 (10 В) 


<5 (20 В) 


‚4 
<1,3 


<25 


<60 


<500 
<500 
<500 
<500 
<500 


90* 















1 


КТ630-5 


149 


Сы 
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| 6, 
Фо 
213 
Фев 


Я ах ы 
МГц 


О кво тах? 
* 










К тах? 
* 


Тип Струк- 
прибора тура 


К. т тах? ков тах? 
Фо Фе 


Р 


К. и тах? 


мВт 


350 (40°С) 
350 (40°С) 


КЭО тах * 


В 


120* (1к) 
120* (]к) 




































100 (350*) 
100 (350*) 





<10 (30 В) 
<10 (30 В) 






200 (500*) 
200 (500*) 





150 (250*) <0,5 мА (30 В) 
150 (250*) <| мА (30 В) 










1 (1,2*) А 
| (1,2*) А 


<30 (60 В) 
<30 (60 В) 





<0.1 мА (30 В) 
<2 мА (30 В) 






200 (300*) 
200 (300*) 








100 (350*) <0,1 мА (110В) 





<0,1 (120 В) 
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в. В 


50...350 (1 В; [ мА) <5 (20 В) <25 — <100 


| КТ632-1 
150...450 (10 В; 1 мА) <5 (20 В) <25 — 2000* | 
| 


942 


< АБЭ 
ы: з | 
“< С“ | 

— 


40...140 (1 В; 10 мА} <4,5 (10 В) <б (20 мГц) 
20...160 (ЕВ; 10 мА) <4,5 (10 В) <б (20 мГц) 





— | <2.5 15 В) | >1,4** (5 РГц) | 2>0.2** (5 ГГц) | 
<3 (15 В) | >1.4** (5 ГГц) | >0.45** (5 ГГи) 

















25...150* (1 В; 0.5 А} 
20...150+ (1 В: 0.5 А) 


<15 (10 В) 
<10 (10 В} 









30...140* (5 В: 50 мА} | <4,5 (15 В} — 
30...140* (5 В; 50 мА) | <4.5 (15 В) 






>0,5** (3 ГГц) 
>0,25** (3 ГГц) 





50:..350 (1 В; 10 мА} <25 (1* мкс) 





>50 (10 В; 2 мА} КТбЗЗА! . 


994 
Г 


152 Раздел 2. Биполярные транзисторы 


| КТ6ЗЭИ-1 


| Рк тах? , О кво тах? 1 
Рк т тах ? и ов тах? 1 1 
прибора к. и мах? КЭО тах? 
| мВт 
|КТ6ЗЭА р-п-р | (12,5*) Вт >80 45 5 1,5 А (2* А) <0,1 (30 В) 
|кт6ЗэБ р-п-р в (12,5*) Вт >80 45 5 1,5 А (2* А) <0,1 (30 В) 
|кт6зэв р-п-р | (12,5*) Вт >80 45 5 1,5 А (2*А) <0,1 (30 В) 
кТ6З9Г р-п-р | (12,5*) Вт >80 60 5 1,5 А (2*А) <0,1 (30 В) 
кт6зэд р-п-р | (12,5*) Вт >80 60 5 | 15А (2*А) | 50,1 (30В) 
|КТ6З9Е р-п-р | | Вт (35°С) >80 100 5 | 15А (2* А) | 50,1 (30 В) 
КТбз9Ж | рор | 1Вт (35°С) >80 100 5 1.5 А (2* А) |  <0.1 (30 В) 
|кт6зэи | р-п-р Вт (35°С) >80 30 5 1,5 А (2*А) <0,1 (30 В) 
| : | 
|КТ639А-1 | рор | 500 (30** Вт) >80 45 5 15 А (2* А) | — <0,1 (30 В) 
| КТ6ЗЭБ-1 | р-п-р | 500 (30** Вт) >80 45 | 5 1.5 А (2*А) | 50,1 (308) 
 кт6398В-1 | рир | 500 (30** Вт) >80 45 |5 | 15 А (2* А) |  <0,1 (30 В) 
| КТ639Г-1 | ро-р 500 (30** Вт) >80 60 5 | 15А(2*А) | 30.1 (30 В) 
|Кт639Д-1 | рир 500 (30** Вт) >80 60 5 | 15А (2*А) <0,1 (30 В) 
| КТ6ЗЭЕ-1 р-п-р 500 (30** Вт) >80 100* 5 1,5 А (2*А) | <0,1 (30 В) 
| КТ6ЗЭЖ-1 р-п-р 500 (30** Вт) >80 100* 5 1,5 А (2* А) <0,1 (30 В) 
р-п-р 500 (30** Вт) >80 30 5 1,5 А (2* А) <0,1 (30 В) 


| КТ642А-2 


, 
| 


| КТ642А-5 


| КТ64ЗА-2 


‚КТ644А 
| КТ644Б 
|КТ644В 
КТ644Г 





п-р-п 


р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 


0.6 Вт (60°С) 
0.6 Вт (60°С) 
0.6 Вт (60°С) 


1,1 Вт (50°С) 


1 (12,5*) Вт 
1 (12,5*) Вт 
1 (12,5*) Вт 
1 (12,5*) Вт 


>200 
>200 
>200 
>200 


20 


20 


25 


лил 


———————-—ы—3ц——„—_— 


60 


60 


120 


0,6 А; 1* А 
О,6А; 1* А 
0,6 А; 1* А 
О,6А; 1* А 


у—-—.--- 





<0,5 мА (25 В) 
<0.5 мА (25 В) 
<0,5 мА (25 В) 





<| мА (20 В) 


<| мА (20 В) 


<| мА (25 В) 


<0,1 (50 В) 
<0,1 (50 В) 
<0,1 (50 В) 
<0,1 (50 В) 
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В», Вэ С.» 


40...100* (2 В; 0.15 А) | <50 (10 В) 
| 63...160* (2 В; 0.15 А) | <50 (10 В) 
| 100...250* (2 В; 0,15 А) | <50 (10 В) 
| 40...100* (2 В; 0,15 А) | <50 (10 В) 
63...160* (2 В: 0,15 А) | <50 (10 В) 
40...100* (2 В; 0,15 А) | <50 (10 В) 
60...100* (2 В; 0,15 А) | <50 (10 В) 
180...400* (2 В: 0,15 А) | <50 (10 В) 















<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 0 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 


...100 (2 В: 0,15 А) 
40...160 (2 В; 0,15 А) 
90...160 (2 В; 0.15 А) 
40...100 (2 В: 0,15 А) 
63...160 (2 В; 0,15 А) 
40...100 (2 В; 0,15 А) 
63...160 (2 В; 0.15 А) 
...400 (2 В; 0,15 А) 




































<8 (6 ГГц) 











>15* (5 В; 5 мА) <1,3 (15 В) >6** (7 ГГц) >0,1** (7 ГГц) 
>15* (5 В; 5 мА) <1,3 (15 В) >6** (7 ГГц) >0,1** (7 ГГц) 
>15* (5 В; 5 мА) <1,3 (15 В) >6** (7 ГГц) >0,08** (7 ГГц) 








<1,1 (15 В) >3,5** (8 ГГц) >0,1** (8 ГГц) 
<1,1 (15 В) >3,5** (8 ГГц) >0,1** (8 ГГц) 


<1,8 (15 В) >0,48** (7 ГГц) — 






КТ642-5 


0,45 






КТ643-2 








40...120* (10 В; 0,15 А) <8 (10В) 

100...300* (10 В; 0,15 А)| <8 (10 В) — 
40...120* (10 В; 0,15 А) <8 (10 В) — 
100...300* (10 В; 0,15 А)| <8 (10 В) — 
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Рк тах * . 1 Бо ы 

Тип Струк- к. т тах? Роя ы 
прибора тура и пах + То» 
мВт мкА 







<10 (60 В) 
<10 (40 В) 





0,5 (Е*} Вт 
500 

















Е (2.5*) Вт А; 1,2 * А’ <10 (60 В) 
| Вт [А; 1,2* А.. <10 (40 В) 
| Вт ГА; 1,.2* А’ | <Ю (40 В) 





<! мА (18 В) 






№1647А-5 <1 мА (18 В) 






КТ648А-2 420 — 18 2 <1 мА (18 В) 


<[мА (18 В) 






| КТ65ЗА 
кт65Зь 


10* (120 В} 
10* (100.В) 














375 (607С)} 
375 (60°С) 
375 (60"С} 






<1* мА (12 В) 
<[* мА (12 В) 
<1* мА (128) 
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> ,, | 
20...200* (2 В: 0.15А) | <5(10В) <3.3 — <120: <50* | КТ645 
>80 (10 В: 2 мА) <5 (10 В) — — — | | 


н 


40...200* (5 В; 0,2 А) <10 (10 В) 
150...200* (5 В; 0,2 А) <10 (10 В) 
150...300* (5 В; 0,2 А) <10 (10 В) 





— <1,5 (15 В) >3** (10 ГГц) 0,2** (10 ГГц) 








>3** (10 ГГц) 





0,2** (10 ГГц) — КТ647-5 


<1,5 (15 В) 
| 0,45 0.1 





КТ648-2 






<1,5 (10 В) >3** (12 ГГц) 0,04** (12 ГГц) 








— <1,5 (10 В) >3** (12 ГГц) >0,04** (12 ГГц) КТ648-5 






0,5 


















<20 (10В) 
<20 (10 В) 


40...150 (10 В: 150 мА) 
| 80...250 (10 В: 150 мА) 












>8** (2 ГГц) 
>8** (2 ГГц) 
>8** (2 ГГц) 


>0,05** (2 ГГц) | 
>0,05** (2 ГГц) — 


<1.1 
60...200 (6 В: 30 мА) <1,1 (15 В) 
<1,1 >0,05** (2 ГГц) 


35...70 (6 В; 30 мА) 
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к тах? г, ‚ ' КБО тах ? К тах То ы 
Тип Струк- Рк. т тах' то КОВ тах Г. па | Тек 
прибора тура К, и тах? ах КЭО тах ' | | А | ко, | 
мВт МГц В | | м | мкА 


КТ657А-5 
КТ657Б-5 
КТ657В-5 


КТ659ЭА 


| 
| 
| кт66од 
|кт66оБ 


КТ661А 


КТ662А 


Кт664А-9 
'Кт664Б-9 


КТ665А-9 


КТ665Б-9 


|Кт666А-9 
} 


КТ667А-9 


п-р-п 


п-р-п 
п-р-п 


р-п-р 


р-п-р 
р-п-р 


п-р-п 
п-р-п 


п-р-п 


1 Вт 


0,5 Бт 
0.5 Вт 


0,4 Вт (1,8* Вт) 


0,6 Вт (3* Вт) 


300 (1* Вт) 
300 (1* Вт) 


300 (1* Вт) 


300 (1* Вт) 


300 (1* Вт) 


300 (1* Вт) 


>300 


>200 


>200 


>200 


>200 


60 


50 
30 


60 


60 


120 
100 


120 


100 


300 


300 


1,2 А 


0,8 А 


0,8 А 


0,3 А; 0.6* А 


0,4 А; 0,6* А 





20 (50*) 


20; 50+ 


<1* мА (12 В) 
<|* мА (12 В) 
<1* мА (12 В) 





<0,5 мА (60 В) 


(50 В) 
(30В) 


м м 


<0.01 мА (50 В) | 


<0.01 мА (50 В) 


— леч. ЩЕИНЛ ДГ. 


<10 (100 В) 
<10 (100 В) 


<10 (100 В) 
<10 (100 В) 


Г 
- 

<0.1 мА (300 В) | 
1 
| 


<0.1 (300 В) 


-<* 
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о 


В, , Ву С... Корпус 












— >8** (2 ГГц) >0,05** (2 ГГц) 
60...200 (6 В: 30 мА) >8** (2 ГГц) >0,05** (2 ГГц) 


КТ657-5 


0,5 0,1 





35...70 (6 В; 30 мА) >8** (2 ГГц) >0,05** (2 ГГц) 


| _ | 
`110...220* (10 В: 0.2 А) | <10 (10 В) <1 
 200...450* (10 В: 0,2 А) | <10 (10 В) <1 


| 100...300* (10 В: 0.15 А)| <8 (10 В) <3,2 — <150** 





| 100...300* (10 В; 0,15 А) | <8 (10 В) <3,2 — <200*+* 


40...250 (2 В; 0,1 А) <25 (5 В) 
40...250 (2 В; 0,1 А) <25 (5 В) 










40...250 (2 В: 0,15 А) 
40...250 (2 В: 0.15 А) 


<25 (5 В) 
<25 (5 В) 


>50 (10В; 5 мА) <80 


>50 (10 В; 5 мА) — <80 
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Рк тах? |, с, О кво тах? 
р: .. с’ 


К, т тах? 213? КЭВ тах? 
++ $$ ## 


К. и тах? ах ы О кэо тах ? 


мВт МГц 


<15 нА (30 В) 
<15 нА (30 В) 
<15 нА (30 В) 


350 (85°С) 0,6 А (2* А) <10 (25 В) 
| Ктбв1А 350 (85°С) >120 30 5 0,6 А (2* А) <10 (25) | 
| р 
| | 
| 


>4,4 ГГц | 50 
>4,4 ГГц | 50 
| 50 
| 50 

















>4,4 ГГц 
>4,4 ГГц 





КТ68ЗА п-р-п 1,2 (8*) Вт >50 150* (3к). 7 ГА; 2* А <1 

| КТ683Б п-р-п 1,2 (8*) Вт >50 120* (3к) 7 1 А; 2* А <1 (90 В) 

| кт68ЗВ п-р-п 1,2 (8*) Вт >50 120* (3к) 7 ГА; 2* А <1 (90 В) 

| Кт68ЗГ | п-р-п 1,2 (8*) Вт >50 100* (Зк) 5 | А; 2* А <1 (40 В) 

| КТ68ЗД | п-р-п 1,2 (8*) Вт >50 60* (Зк) 5 1 А; 2* А <1 (40 В) 
5 ГА; 2* А <1 (40 В) 


| КТ68ЗЕ п-р-п 1,2 (8*) Вт >50 60* (3к) 


















0,625 (1,4*) Вт 50* (0) 0,8 А (1,5* А) <0,1 (45 В) 
0,625 (1.4*) Вт 50* (0) 0,8 А (1,5* А) <0,1 (45 В) 
| 0,625 (1,4*) Вт 30* (0) 0,8 А (1,5* А) <0,1 (25 В) 
0,625 (1,4*) Вт 30* (0) 0.8 А (1,5* А) <0.1 (25 В) | 
0,625 (1.4*) Вт 30* (0) 0,8 А (1,5* А) <0.1 (25 В) 











0,625 (1,4*) Вт 


0.625 (1,4*) Вт 













>40 45* (1к) 5 <0.1 (30 В) | 
>40 60* (1к) 5 <0,1 (30 В) | 
>40 100* (1к) 5 <0,1 (30 В) 
>40 30 5 <0,1 (30 В) 


50+ (0) 


30* (0) 















0,8 А (1,5* А) 


0,8 А (1,5* А) 



















<0.02 (50 В) 
<0,01 (50 В) 
<0,02 (50 В) 
<0,01 (50 В) 
<0.02 (25 В) 
<0,02 (25 В) 
<0,02 (25 В) 






















<0,1 (45 В) 








<0,1 (25 В) 
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с, К, ДБ т, С 
В. , Вы С.» г... Ом и, НС Корпус 
| пФ р”, Вт > кл» НС | 

75...140 (5 В: 2 мА) <7 <10 (1кГц) — | кт668 
125...950 (5 В; 2 мА) <7 <10 (1кГц) — 5? 
220...475 (5 В; 2 мА) <7 <10 (1кГц) — 
| 








85...300* (1 В; 0,5 А) КТ680, КТ681 


952 


85...300* (1 В: ОБА) | 


40...45 (7 В: 2 мА) 
80...120 (7 В; 2 мА) 


39,9 (10 В) | >7** (3,6 ГГц) <4 (3,6 ГГц) — 
30.9 (10 В) | >7** (3,6 ГГц) <4 (3,6 ГГц) — 22 


#56 





40...45 (7 В: 2 мА) 


80...120 {7 В: 2 мА) <0,9 (10В) >7** (3,6 ГГц) <4 (3,6 ГГц) 0.4 


— == ——..— —=———————_—_—— 


| 
| 
| 
<0.9 (10 В) | >7** (3.6 ГГц) 4 (3.6 ГГц) КТ682-5 


40...120* (10 В; 0,15 А) | <15 (10В) 
80...240* (10 В; 0,15 А) | <15 (10 В) 
40...120* (10 В; 0.15 А) | <15 (10В) 
40...120* (10 В; 0.15 А) | <15 (10 В) 
| 80...240* (10 В; 0.15 А) | <15 (10 В) 
160...480* (10 В; 0,15 А)| <15 (10 В) 


40...250* (2 В: 0,15 А) | <50 (10 В) 
40...160* (2 В: 0.15 А) | <50 (10 В) 
40...160* (2 В: 0,15 А) | <50 (10В) 
180...400 (2 В; 0,15 А) | <50 (10 В) 


40...120* {10 В; 0,15 А) | <8 (10 В) 
40...120* (10 В: 0.15 А) | <8 (10 В) 
100...300* (10 В; 0.15 А)| <8 (10 В) 
100...300* (10 В: 0,15 А) | <8 (10 В) 
70...200* (1 В; 0,15 А) | <12 (10 В) 
...120* (1 В; 0,3 А) <12 (10 В) 
...300* (1 В: 0.3 А) | <12 (19 В) 





100...250* {1 В; 0,1 А) | <12 (10 В) 
160...400* {1 В; 0,1 А) | <12 (10 В) 
250...630* (1 В: 0,1 А) | <!2 (10 В) 
100...250* (1 В; 01 А) | <12 (10В) 
160...400* (1 В: ОА) | <12 (10 В) 
250...630* (1 В: 0.1 А) | <12 (10 В) 
100...250* (1 В: 01 А) | <12 (10В) 


ллиииии 
ыы > 5 > > 
ЕЕ | 
ЕЕ! 
19,5 3,2 
4! | 
3% 
= 
Г. “5 


ява 
--— 
=-л: 
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Р 


К тах? 
* 





Г, ‚ба ’ 










О кво тах ? 
г] 


























Тип Струк- К, тах 11» ея пах? 
прибора тура К. итах' ах’ О кэо тах 7 
мВт МГц В 


5 1 А <0.1 (30 В) 


|КТ695А >300 30 <0,1 (30 В) 


© > 
© © 


<20* (90 В) 
<20* (70 В) 
<20* (50 В) 
<20* (30 В) 
<20* (12 В) 
<20* (12 В) 
<20* (120 В) 
<20* (160 В) 
<20* (200 В) 





15* Вт (50°С) 
15* Вт (50°С) 
15* Вт (50°С) 


>3 500* (1000 имп.) 
>3 400* (700 имп.) 
>3 400* (500 имп.) 


2,5 (4*) А <5* мА (1000 В) 
2,5 (4*) А <5* мА (700 В) 
2,5 (4*) А <5* мА (500 В) 





>3 
>3 
>3 
>3 о 10 А 
>3 5 10 А 
>3 5 10 А 
5 (7,5*) А <2 мА (3000 В) 


КТ71ОА 50* Вт (50°С) || 3000* (0,01к) 


и 
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. С, Гкэ нас? Ом 
В, В, С!.., ГБ, нас’ Ом 
пФ К," р.? дБ 






>20 (1 В; 0,5 А) 





50...200 (10 В; 1мА) <1,5 (10В) 





























>20* (5 В; 1 А) <74 (5 В) <0,12 
>20* (5 В: ТА) <74 (5 В) <0,12 
>50* (5 В: ТА) <74 (5 В) <0,12 
>50* (5 В: 1 А) <74 (5 В) <0,12 
>50* (5 В; ТА) <74 (5 В) <0,12 
>50* (5 В; 1А) <74 (5 В) <0,12 
>30* (5 В; ТА) <74 (5 В) <0,12 
>30* (5 В; 1А) <74 (5 В) <0,15 
>30* (5 В: ТА) <74 (5 В) <0,17 

















550 (20 В) 
<50 (20 В) 
<50 (20 В) 


10...100*= (15 В; ТА) 
10...100* (15 В: ТА) 
>10* (15 В; ТА) 





>3,5 (10В;4А) 
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Тип Струк- 


прибора | тура 





























1,5 (50*) Вт 
1,5 (50*) Вт 






10 (15*) А 
10 (15*) А 


<1 мА (200 В) 
<1 мА (160 В) 








75* Вт (50°С) 









1 Вт {60 Вт*) 
1 Вт (60 Вт*) 
1 Вт (60 Вт*) 
1 Вт (60 Вт*) 


| 
'КТ728А п-р-п 115* Вт >2,5 <0,7 мА (60 В) 


| КТ729А п-р-п 150* Вт 
КТ7295 п-р-п 150* Вт 


5 30 А <2 мА (50 В) 
7 20 А <5 мА (100 В) 
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В, Вы 





>500* (5 В: 2 А) — 
>400* (5 В;2 А) — 


>15 (10 В; 0,2 А) 














>750 (5 В: 5А) 
>750 (5 В: 5 А) 
>750 (5 В; 5А) 
>750 (5 В; 5 А) 


150 (5 В) 
150 (5 В) 
150 (5 В) 
150 (5 В) 


>20 (2 В: 0,15 А) — 
>20 (2 В: 0.15 А) | — 


им 
> 5 


>20 (2 В: ТА) =, — — 
>20 (2 В; ТА) 59, — — 


>20 (5 В; 5 А) — — КТ723, КТ724 


>20 (5 В.5А) — 
107 48 
° 
Ру 
| 
| 


76,5 


2 


м, 





| : 


20...70 (5 В; 4 А) <0,3 — — | КТ728, КТ729 


те, 


15...60* (4 В: 15 А) — <0,13 — — | 
15...60 (4 В; 10А) | — <0,14 — — 
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Р; тах? Г, а, О кво тах? 


К. т тах 7 21э' КЭВ тах? 
Р;. и тах? | ’ О ко тах 7 


мВт МГц 





| | 
|КТ731А п-р-п | Вт: 10* Вт >30 25; 20** 5 1,5 А; 3* А <20 (30 В) 
| КТ731Б п-р-п 1 Вт; 10* Вт >30 40; 35** 5 1,5 А; 3* А <20 (30 В) 
| КТ731В п-р-п 1 Вт; 10* Вт >30 60: 55** 5 1,5 А; 3* А <20 (30 В) 
| КТ7ЗАГ п-р-п | Вт; 10* Вт >30 80; 70** 5 1,5 А; 3* А <20 (30 В) 
| 
| | 
| 
| КТ732А | п-рп | 90* Вт >1 160 7 16 А 0.75 мА 
| 20* А (160 В) 
| 
| КТ7ЗЗА р-п-р 90* Вт >1 160 | 7 | 16 А 0.75 мА 
| | | 20*А | (160 В) 
| | | 
р | | | ! 
| | 
о | 
| | | | | 
| | | | | 
| | | | | | 
| | ЗА; 5 А* <0,3** (30 В) 
ЗА; 5 А* <0,3* (30 В) 
ЗА; 5 А* <0,3* (60 В) 
ЗА; 5 А* <0,3* (60 В) 
ЗА; 5 А* <0,3* (30 В) 


<0.3* (30 В) 
<0.3* (60 В) 
<0.3+* (60 В) 









<0,7* (30 В) 
<0.7* (30 В) 
<0.7* (60 В) 
<0.7* (60 В) 







5 6 А; 10 А* <0,7* (30 В) 
5 6 А; 10 А* <0,7* (30 В) 
5 бА; 10 А* <0,7* (30 В) 
5 бА; 10 А* <0,7* (30 В) 
| КТ7З8А п-р-п 90 Вт >10 70 5 10 А | _1мА (100 В) 


ыыы 
уд ——-.—[—— 
———————ыщ—щ Ц. [——=-- 
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‚© 


В. ,, В. > С, 


15...60* (4 В; 8А) | — <0,17 











>40 (10 В: 50 мА) 
>40 (10 В; 50 мА) 
>40 (10 В: 50 мА) 
>30 (10 В: 50 мА) 


>15 (2 В; 8 А) — <0,25 — — 
>8 (4 В; 16 А) 







>15 (2В:8А) 
>8 (4 В; 16 А) 










>25 (4 В 
>25 (4 В; 1А)} 
>10 (4 В; ЗА) 
>10 (4 В 










>25 (4 В 
>95 (4 В; ТА) 
>10 (4 В; ЗА) 
>10 (4 В 















>30 (4 В 
>30 (4 В; ЗА) 
>15 (4 В; ЗА) 
>15 (4 В 





>30 (4 В 
>30 (4 В:ЗА) — <0.25 
>15 (4 В: ЗА) — <0,25 
>15 (4 В 


20...70 (4 В; 4 А) — <0,3 
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Р; тах ? Г, Тб О кво тах ? 
Тип | Струк- Р‚ т тах? в. А тах ? 
прибора | тура Р‚. и тах? а о тах? 
| мВт В 
КТ7З9А р-п-р 90 Вт 
КТ740А | п-р-п | 125* Вт — | 200 5 20 А — 
| | | 
| | | | 


КТ740А1 п-р-п 60* Вт — 200 5 20 А — | 
| 











КТ801А 5* Вт (55°С) > 80* (0,1к) 
КТ801Б 5* Вт (55°С) >10 60* (0,1к) 


2,5 2 А 10* мА (80 В) 
2,5 2 А 10* мА (60 В) 








КТ802^А | п-р-п 50* Вт >10; >20 150; 180 55 = <60 мА (150 В) 

| | 
КТ8ОЗА п-р-п 60* Вт >20 60* (0,1к) 4 10 А <5* мА (70В) | 
КТ805А 30 Вт >20 60* (160 имп.) 5 (8*) А <15* мА (60 В) | 
м 30 Вт >20 60* (135 имп.) 5 (8*) А <15* мА (60 В) 
|КТ805АМ | п-рп 30* Вт (50°С) >20 60* (160 имп.) 5 5 (8*) А <15* мА (60 В) 
Кт805БМ п-р-п 30* Вт (50°С) >20 60* (135 имп.) 5 5 (8*) А <15* мА (60 В) 
КТ805ВМ п-р-п 30+ Вт (50°С) >20 60* (135 имп.) 5 5 (8*) А <15* мА (60 В) 

| 
| . 
| КТ807А п-р-п 10* Вт (70°С) 100* 4 0,5; 1,5* А <5* мА (100 В) 
| 


|КТ807Б п-р-п 10* Вт (70°С) 100* 4 0,5; 1,5* А <5* мА (100 В) 
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Ь,„, Вэ 





| 20.704 В:4А) — 









15...50* (5 В: ТА) 
30...150* (5 В; ТА) 


>15* (10 В;2А) 


10...70* (10 В:5А) <250 (20 В) 














>15* (10В;:2А) 
>15* (10В;:2А) 





>15* (10 В:2А) 
>15* (10В;:2А) 
>15* (ЮВ: ФА) 






15...45* (5 В; 0,5 А) 
30...100* (5 В; 0,5 А) 
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| | Рк тах? Г, 6 О кво тах? 
Тип | Струк- | К, т тах? 21э' О кок тах ? 
прибора | тура | К. н тах! Их ’ О коо тах? 


мВт МГц 





----.- 


10* Вт (70°С) >5 100* (1к) 4 0.5 (1.5*) А | <5*мА (100 В) 
10* Вт (70°С) >5 100* (1к) 4 0,5 (1.5*) А <5* мА (100 В) 
1 
| | 
| | | 
| 
| 
| 
| 
| КТ808А п-р-п | —50* Вт (50°С) >7,2 120* (250 имп.) 4 10 А <3* мА (120 В) 
| 
| 
| 
| 
| 


<2* мА (130 В) 
<2* мА (100 В) 
<2* мА (80 В) 
<2* мА (70 В) 


10 (15*) А <2* мА (130 В) 
10 (15*) А <2* мА (100 В) 


60* Вт (50°С) 130* (250 имп.) <2* мА {120 В) 
60* Вт (50°С) 100* (160 имп.) <2* мА (100 В) 
60* Вт (50°С) 80* (135 имп.) <2* мА (100 В) 
60* Вт (50°С) 70* (80 имп.) >2* мА (70 В) 


40* Вт (50°С) | 400* (0,01к) <3* мА (400 В) 


16А (25* А) <1 мА (200 В) 
16А (25* А) <1 мА (160 В) 


16А (25* А) <1 мА (200 В) 
16А (25* А) <1 мА (180 В) 





[Кт8104А р-п-р 150 Вт >10 350 5 20А (25 А*) | <0,7 мА (350 В) 


"22 МЕ аля 


р 
| 
| 
| 
| 


— = ——--ы—--.--.. 
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В», В>, 


15...45* (5 В; 05 А) 
30...100* (5 В; 0,5 А) 


...50* (ЗВ: 6 А) 


...125 (ЗВ: 2 А) 
...125 (ЗВ; 2 А) 
...195 (ЗВ: 2 А) 
...125 (ЗВ; ЗА) 


...125 (ЗВ; 2 А) 
...125 (ЗВ; 2 А) 


...125* (ЗВ: 2 А) 
...125* (3 В;2 А) 
...125* (ЗВ; ЗА) 
...125* (ЗВ; 2 А) 


...100* (5 В; 2 А) 


>20* (10В;2А) 
>20* (10В;2А) 


>20* (10 В;2 А) 
>20* (10 В;2А) 


1000 (5 В: 5 А) 


<500 (10 В) 
<500 (10 В) 
<500 (10 В) 
<500 (10 В) 


<500 (100 В) 
<500 (100 В) 


<500 (100 В) 
<500 (100 В) 
<500 (100 В) 
<500 (100 В) 


<150 (20 В) 


<000 (5 В) 
<1000 (5 В) 


<1000 (5 В) 
<1000 (5 В) 


КТ807М 
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г, Ко, 


21э' 


О кво тах ? 


О ков тах ? 
















КЭО тах? 


ах? 


МГц 





А 20 А (25 А*) <0,7 мА (350 В) 


ви 






2 Вт; 125* Вт 
2 Вт: 125* Вт 


20 А (30* А) 
20 А (30* А) 

























1500 (700*) ЗА (15* А) <0,7 мА (1500 В) 








1500 (700*) 5А (7.5* А) 30,7 мА (1500 В) 
1500 (600*) БА (8*А) <0,7 мА (1500 В) 
1500 10 А <0,7 мА (1500 В) 
1200 10 А <0,7 мА (1200 В) 
1000 10А <0,7 мА (1000 В) 



















|КТ8107А2 п-р-п 100* Вт 57 1500 (700*) 


































5 ЗА (15* А) | <0,7 мА (1500 В) 
|Кт810752 -р-п 125* Вт >7 1500 (700*) 5 БА (7.5* А) | <0.7 мА (1500 В) 
|Кт810782 | прп 50* Вт >7 1500 (600*) 5 5А (8* А) <0,7 мА (1500 В) 
|КТ8107Г2 | п-рп 100* Вт >7 1500 6 10А <0,7 мА (1500 В) 
КТ8107Д? | п-рп 100* Вт >7 1200 6 10 А <0,7 мА (1200 В) 
|КТ8107Е? | прп 100* Вт >7 1000 6 10 А <0,7 мА (1000 В) 
850 5 0,5 мА (850 В) 
>15 850 5 0,5 мА (850 В) 
> 900 5 0,5 мА (900 В) 
| КТ8108А-1 15 850 5 (7*) А <0,5 мА (850 В) 
| КТ81085Б-1 15 850 5 (7*) А <0,5 мА (850 В) 
| КТ81088В-1 15 900 5 (7*) А <0,5 мА (850 В) 
>7 350 ТА (10* А) <3 мА (350 В) 
>7 300 ТА (10*А) <3 мА (300 В) 






2 Вт: 60* Вт >20 
2 Вт: 60* Вт >20 
2 Вт: 60* Вт >20 


ТА (14* А) 
7А (14* А) 
ТА (14* А) 


<1000 (500 В) 
<100 (400 В) 
<100 (400 В) 













БЕЕОВЕМКЕЕЕТКЕ ТЕК. ЕЗКЕЗ ЕСЛЕМЕ Зе ЕО ЕЕ ЕЕ 


та 





БЕ” ЖРО, 5 ЧИН 2 


БЕС 279 ИЕ, 





В», Вэ 


>1000 (5 В; 5 А) 


750...18000 (10 В; 5 А) 
750...18000 (10 В: 5 А) 


>2,25* (5 В; 4.5 А) 
>2,25* (5 В; 4,5 А) 
8...12* (5 В; 1А) 


>2.25* (5 В: 4,5 А) 
>2,25* (5 В; 4,5 А) 
8...12* (5 В; ТА) 


10...50 (5 В; 0.5 А) 
40...80 (5 В: 0,5 А) 
10...50 (5 В: 0.5 А) 


10...50* (5 В; 0,5 А) 
40...80* (5 В; 0,5 А) 
10...50* (5 В; 0,5 А) 


>150* (5 В; 2.5 А) 
>150* (5 В: 2.5 А) 


15...30* (5 В; 0,8 А) 
15...30* (5 В; 0,8 А) 
15...30* (5 В; 0,8 А) 


<700 (10В) 
<700 (10 В) 


<75 (15В) 
<75 (15 В) 
<75 (15 В) 


<75 (5 В) 
<75 (5 В) 
<75 (5 В) 


——ы—ы—ы—ы—ы—ы——4-—ыы—-“=ы—ы 


Биполярные кремниевые транзисторы 


<0,75 
<0,75 


<0,2 
<0,2 
<0,2 


<4500** 
<4500** 


<3500* 
<3500* 
<3500* 


<3* мкс 
<3* мкс 


<2500* 
<2500* 
<2500* 
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Корпус 






КТ8105 


И 


КТ8108-1 | 
107 48 
> 
з 
и] 
— о 
9^б 
| 
кт8109 
70,55 4,6 
> 
=: 
4 
КУ 
кт8110 


16,5 


т ртр кинь 


Е] 


м 


10,7 4,9 
9Кб 
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| | Рк тах? ББ, кво тах 7 Г. "ах | кво» 
Тип | Струк- | к. т тах ? 121? Ок тах ' во тах ' Г. пах? Ток 
| прибора тура | К. н тах? | ах О кэо тах ? В МА оо, 





мВт 





КТ81ШАЭ9 
КТ811159 
КТ8И1В9 














——— а ———-———м—————_————ы—ыы—-——_———- 



























| 
[КТ8И2А | при 400* (1к) 0.5 А (1,5* А) | — 
| | | 
| | | | 
| | | 
| 
| КТ8ИЗА р-п-р 2 Вт; 65* Вт >3 100 6 6 (10*) А <700 (60 В) 
КТ8113Б р-п-р 2 Вт; 65* Вт >3 80 6 6 (10*) А <700 (60 В) | 
| КТ8ИЗВ р-п-р 2 Вт: 65* Вт >3 60 6 | 6(10*) А | 5700 (30) | 
| | | | 
| | | 
| | | 
| | | Е 
| 
| | | | | 
|Кт8И4А | при | 125* Вт — 1500* 6 | 8А;15* А | 50,1 мА (1500 В) 
| КТ8ИАБ | п-р-п 125* Вт — 1200* 6 8 А; 15* А | 30.1 мА (1200 В) 
кт8иав п-р-п 100* Вт — 1200* 6 8 А; 15* А | 50,1 мА (1200 В) 
| КТ84Г п-р-п 100* Вт — 1500* 6 8 А; 15* А <0,1 мА (1500 В) 
} 
КТ8И5А Г р-п-р | 65* Вт >4 100 8 (16*) А <0.2 мА (100 В) 
КТ81155 | рор 65* Вт >4 80 8 (16*) А | <0,2 мА (80 В) 
КТ8115В | р-п-р | 65* Вт >4 60 8 (16*) А <0.2 мА (60 В) 
о 
| КТ8116А п-р-п 65* Вт >4 ЗА (16* А) <200 (100 В) 
| КТ8И6Б п-р-п 65* Вт >4 8А (16* А) <200 (80 В} 
кт8и6в п-р-п 65* Вт >4 8А (16* А) <200 (60 В) 


| 


| 
| 
| КТ8И7А п-р-п | 100* Вт >5 700 8 10 (20*) А <1 мА (400 В) 
| 
В 
| ; 


—=—----> 
_ д ————ы—- 
—«С\/—/— А 


|КТ8117Б п-р-п 100* Вт >5 500 10 (20*) А <1 мА (400 В) 


и 


5775223 ЕВ 12. анаоисомалиииаскикы 


ж- 


Биполярные кремниевые транзисторы 


Гкэ к ОМ 
Вх, Вэ паи ем 
д 
у.Р-' 


| 750...18000 (3 В: 10 А) 
| 750...18000 (3 В; 10 А) 
| 750...18000 (3 В; 10 А) 


>300 (5 В; 0,05 А) 


15...75* (4 В;ЗА) 
15...75* (4 В; ЗА) 
15...75* (4 В; ЗА) 


8...40* (5 В; 0.7 А) 
>6* (5 В; 0,03 А) 
>6* (5 В; 0,03 А) 

8...40* (5 В; 0,7 А) 


>1000* (3 В: 0,5..З А) | 
>1000* (3 В: 0.5.3 А) 
>1000* (3 В: 0.5.3 А) 


>1000+* (3 В; 0,5 А) 
>1000* {3 В; 0.5 А) 
>1000+* (3 В; 0,5 А) 


>10* (5 В; 5 А) 
>10* (5 В; 5 А) 


{‹п=0,5 мкс 
{с п=0,5 мкс 
{‹п=0,5 мкс 
{п=0,5 мкс 


КТ8111-9 


КТ8И6 


10.55 48 


КТ8117 
15,9 
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Р; тах? г, ов О во тах ? 


К. т тах? ть, КЭВ тах? 
Фе $95 $$ 


К, и тах? 1 ах ’ О ко тах ? 


мВт МГц 
ЗА (10* А) 





50* Вт (50°С) 400* (0,01к) 7 8А; 12* А <5* мА (700 В) 
50* Вт (50°С) 300* (0.01к) 7 ЗА: 12* А <5* мА (500 В) 
50* Вт (50°С) 200* (0,01к) 7 8 А; 12* А <5* мА (300 В) 
























КТ8120А | прп 60* Вт >20 | 600; 450** 5 ЗА (16* А) <100 (450 В) | 
| | | 
| | | 
| кт8121А | п-р-п | 75* Вт >7 1500; 700*; ЗА (10* А) <2000 (700 В) 

400** 
КТ81215 п-р-п 75* Вт >7 1500: 600*; ЗА (10* А) <2000 (600 В) 


400** 


1500; 700* 
1500; 600+ 



















КТ8121А-1 
КТ8121Б-1 


8А (10* А) 
8 А (10*А) 


<2000 (700 В) 
<2000 (600 В) 





<2000 (600 В) | 












| КТ8121А-2 п-р-п 75* Вт >7 1500; 700* 5 8А (10*А) <2000 (700 В) 
|КТ8121Б-2 | прп 75* Вт >7 1500; 600* 5 8А (10* А) | 
| 
| | 
| | | 
| | | | | | 
| ! | | 
| 
КТ8123А п-р-п 25* Вт 2А (3*А) <50 (150 В) 
КТ8124А п-р-п 60* Вт ТА (15* А) — 
КТ8124Б п-р-п 60* Вт 7А (15* А) — | 
|КТ8124В п-р-п 60* Вт 7А (15* А) — | 













6 (10*) А 
6 (10+) А 
6 (10*) А 


<0,4 мА (100 В) 
<0.4 мА (80 В) 
<0,4 мА (60 В) 


















КТ8126А1 700; 400** 8 (16*) А 
КТ8126Б1 600; 300** 8 (16*) А 


<| мА (700 В) 
<1| мА (600 В) 





КТ8127А п-р-п 26* Вт — 1500* (100 Ом) 6) 5 (7.5*) А <0.9 мА (1500* В) 


56* Вт — | 1200* (100 Ом) 5 
56* Вт — 1500* (100 Ом) 5 


КТ8127Б п-р-п 
|КТ8127В п-р-п 


5 (7,5*) А <0.6 мА (1800* В) 
5 (7.5*) А <0.9 мА (1500* В) 
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с,, Гкэ нк, ОМ К, дБ т,, ПС 
Вх, в. С... ГБ мася Ом г.’ Ом с нс Корпус 
| | пФ Кр, ДБ р", Вт и» нс | 
| : | 
| 10..40* (58;02А) |  — | <1,3 _ <2,5* мкс | Кт8118 
| | | 1055 45 
| | | | 
>4* (25 В.8А) <100 (100 В) <0,3 — {151,3 мкс | 
>4* (25В.8А) <100 (100 В) <0,3 — {151,3 мкс 
>10* (5 В: 5А) <100 (100 В) <0,3 — {сп<1,3 мкс 





>10* (5 В; 0,2 А) 






...60* (5 В; 2 А) 









...60* (5 В; 2 А) 





8...60* (5 В:2А) — 
8...60* (5 В:2А) — 


8...60* (5 В;2 А) — 
8...60* (5 В:2А) — 


>40* (10 В; 0,4 А) — 


| 05 48 





>10* (5 В:5А) — 
>0* (5 В: 5А) — 
>10* (5 В: 5 А) — 






15...75* (4 В; ЗА) 
15...75* {4 В; ЗА) 
15...75* (4 В; ЗА) 











8...60* (5 В;2А) 
8...60* (5 В;2 А) 










35* (5 В; ОА) — <0,22 
35* (5 В: 0,5 А) — <1,1 
35* (5 В: 0.5 А) — <1,1 


{‹кп=0,7 МКС 
{и=0,7 МКС 
{сп=0.7 МКС 
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Рх тах ? Е, ‚бро ’ О кво тах ? 


К. т тах? фа», ков тах ' 
прибора Р‚ и тах? ных О ко тах ? 
мВт МГц 


КТ8127А14 | пр 1500* (100 Ом) 5 (75*) А | <0.9мА (1500* В) | 
КТ81275-1 | п-р- 1200* (100 Ом) 5 (75*) А | <ОбмА (1800* В) 
[КТ81278-14 | пр 1500* (100 Ом) 5 (75*) А | <О9мА (1500* В) 


<100 (40 В) 
<100 (60 В) 
<100 (80 В) 


<100 (40 В) 
<100 (60 В) 
<100 (80 В) 





№ ВИ | |. . | 
№ В ВИ . | 


| Кт8136 А 5 10 А (15 А*) 


| КТ8136 А-1 -р- 

‚с демпферным 
диодом между 

| эмиттером 


. сы | | ЕЕ _ № 


|: 
> 
>> 
— 
с 
>> 
+ 
— 
| 
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ри 





ОАО ОСАО ОВОС ООО ООС СООО СОСО ОС ООО ООО ООС СОСО СООО С ОС О О 


В», Вэ 


<35* (5 В; 0,5 А) , {п=0,7 мкс 
<6* (5 В; 0,03 А) , {сп=0,7 мкс 
<6* (5 В; 0,03 А) {сп=0,7 мкс 


>2,25* (5 В; 4,5 А) 


...15000* (3 В; 0,2 А) | <200 (10 В) 
...15000* (3 В; 0,2 А) | <200 (10 В) 
...15000* (3 В; 0,2 А} | <200 (10 В) 


...15000* (3 В: 02 А}| <100 (10 В) 
...15000* (3 В; 0,2 А)| <100 (10 В) 
...15000* (3 В; 0,2 А)| <100 (10 В) 


8...40* (2 В; 0,5 А) 
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|КТ8138А 

|КТ8138Б 

КТ8138 В 
КТ8138Г 

| КТ8138Д 

|КТ8138Е | 

| | 


|КТ8138Ж 
|Кт8138И 


| 

|КТ8140А 

| КТ8140А-1 

| < демпиферным 
`диодом между 
| коллектором ` 
1и эмиттером 


| КТ8141А 
|КТ8141Б 
| КТ8141В 
КТ8141Г 


| КТ814А 
КТ814Б 
|кт814В 
кт81аг 


| КТ814ЗА 
| КТ8143Б 
КТ8143В 
КТ814ЗГ 
КТ8143Д 
КТ8143ЗЕ 
КТ8143Ж 
КТ81433 
КТ8143И 
КТ8143К 
КТ814ЗЛ 
КТ8143М 
КТ814АЗН 
КТ8143П 
| КТ8143Р 

| КТ8143С 

| КТ814ЗТ 

| КТ8143ЗУ 

| КТ8143Ф 


| КТ8144А 
|КТ8144Б 


1 


'КТ8145А 
{КТ8145Б 


п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 
п-р-п, с 
диодом 
п-р-п 
п-р-п, с 
днодом 


п-р-п 
п-р-п 


п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 


р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 


п-р-п 
п-р-п 


8 


50* Вт 
40* Вт 
75* Вт 
80* Вт 
60* Вт 
60* Вт 


60* Вт 
80* Вт 


60* Вт 
60+ Вт 


175* Вт 
175* Вт 
175* Вт 
175* Вт 
175* Вт 
175* Вт 
175* Вт 
175* Вт 
175* Вт 
175* Вт 
175* Вт 
175* Вт 
175* Вт 
175* Вт 
175* Вт 
175* Вт 
175* Вт 
175* Вт 
175* Вт 


175* Вт 
175* Вт 


100* Вт 
100* Вт 





>10 


КБО тах? 
КЭВ тах ' 
КЭО тах? 


500; 400** 
450 400*+* 
700; 400** 
700; 400** 
400; 200** 
400; 200** 


600; 350** 
700: 400** 


40* (0,1к) 
50* (0,1к) 
70* (0,1к) 
100* (0,1к) 


120; 90** 
120** 
180** 

400: 240** 
90** 
120** 
180* = 

400: 240** 

120; 90** 
120** 
180** 

400; 240** 
100** 
150** 

400; 200** 
90** 
120*+* 
180** 

400; 240** 


800 
600 


оо со | © © © ФФ Фо 


со со 

















ТА; 14* А 
ТА; 14* А 
4А; 8* А 
ЗА; 16* А 
ТА; 14* А 
ТА; 14* А 





10 А: 16* А 
ЗА; 16* А 





7А (10А*) 
7ТА (10А*) 


8А (12* А) 

8А (12* А) | 
ЗА (12* А) | 
8А (12* А) | 


1,5 (3*) А 
1,5 (3*) А 
1,5 (3*) А 
1,5 (3*) А 


2 А; 40* А 
25 А; 40* А 
25 А; 40* А | 
25 А; 40* А | 
32 А; 50* А 
32 А; 50* А 
32 А; 50* А 
32 А; 50* А 
40 А; 63* А 
40 А; 63* А 
40 А; 63* А 
40 А; 63* А 
50 А: 125* А 
50 А; 125* А | 
50 А; 125* А 
63 А; 150* А | 
63 А; 150* А 
63 А; 150* А | 
63 А; 150* А 


5 А (40* А) | 
25 А (40* А) 
| 
| 


15 А (20* А) 
15 А (20* А) 
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<0,01 мА (500 В) 
<0,1 мА (450 В) 
<1 мА (700 В) 
<| мА (700 В) 
<1 мА (400 В) 
<] мА (400 В) 





<1 мА (600 В) 
<1 мА (700 В) 





<0.2 (100 В) 
<0,2 {80 В) 
<0,2 (60 В) 
<0,2 (45 В) 


<0,05 мА (40 В) 
<0,05 мА (40 В) 
<0,05 мА (40 В) 
<0,05 мА (40 В) 





<5* мА (90 В) 
<5* мА (120 В) 
<5* мА (180 В) 
<5* мА (400 В) 
<5* мА (90 В) 
<5* мА (120 В) 
<5* мА (180 В) 
<5* мА (400 В) 
<5* мА (90 В) 
<5* мА (120 В) 
<5* мА (180 В) 
<5* мА (400 В) 
<5* мА (100 В) 
<5* мА (150 В) 
<5* мА (400 В) 
<5* мА (90 В) 
<5* мА (120 В) 
<5* мА (180 В) 
<5* мА (400 В) 


1 мА (800 В) 
| мА (600 В) 


<5 мА (700 В) 
<5 мА (500 В) 
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В», Вэ 










КТ8138 








>10* (5 В; 4А) 
>10* (5 В; 4А) 
8...40* (5 В;2А) 
5...30* (5 В; 5 А) 
>10* (5 В: 5 А) 
>10* (5 В: 5 А) 


<2,5* мкс 
<2,5* мкс 
<4* мкс 
<3* мкс 
{сп < 0,75 мкс 
{сп < 0,75 мкс 

















10,55 4,9 


>20* (5 В;2А) 
5...30* (5 В; 5 А) 


{сп < 0,7 мкс 
<3* мкс 
































>10* (5 В:5А) | — 
>10* (5В;5А) | 












<120 (5 В) 
<120 (5 В) 
<120 (5 В) 
<120 (5 В) 


>750* (3 В; ЗА) 
>750* (3 В; ЗА) 
>750* (3 В; ЗА) 
>750* (ЗВ; ЗА) 






>40* (2 В; 0,15 А) <60 (5 В) <1,2 
>40* (2 В; 0,15 А) <60 (5 В) <1,2 
>40* (2 В; 0.15 А) | <60 (5 В) <1,2 
>30* (2 В: 0.15 А) | <60 (5 В) | <1,2 
р 
| | 
| | 
| 
>15* (ЗВ; 20 А) — <0,08 
>15* (3 В: 20 А) — <0,08 
>15* (ЗВ; 20А) — <0,08 
>15* (3 В; 20 А) — <0,08 
>15* (3 В; 20 А) — <0,08 
>15* (3 В; 32 А) — <0,08 
>15* (ЗВ; 32 А) — <0,08 
>15* (ЗВ: 32 А) — <0,08 
>15* (3 В: 32 А) — <0,08 
>15* (ЗВ: 32 А) — <0,08 
>15* (3 В; 35 А) — <0,08 
>15* (3 В; 35 А) — <0,08 
>15* (3 В; 35 А) — <0,08 
>15* (3 В: 35 А) — <0,08 
>15* (3 В; 35 А) — <0,08 
>15* (3 В; 35 А) — <0,08 
>15* (3 В: 40 А) — <0,08 
>15* (3 В; 40 А) — <0,08 


>15* (3 В; 


>4* (5 В; 20А) 
>4* (5 В; 20А) 










КТ8144 





>10* (1 В; 5 А) — <0,2 — 1,7* мкс КТ8145 
>10* (1 В; 5 А) — <0,2 — 1,7* мкс 10,7 48 


т 

| 

о | 

й 
| 


16,5 


М2 


12* 
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,, К О кво так 
Тип Струк- нь Око тах ? 

прибора тура Р ах Око тах 
| МГц В 
| КТ8146 А п-р-п 150* Вт >5 800 8 | 1БА (25* А) | <1мА (800 В) 
|КТ81465 п-р-п | 150* Вт >5 600 8 | 1ЪА (25*А) <1 мА (600 В) 
| 
КТ8147А п-р-п 100* Вт | >5 | 700 |8 10 А (20* А) | <1мА (700 В) 
КТ8147Б | >5 | 500 8 1ОА (20* А) | <1мА (500 В) 


п-р-п 100* Вт 
| 
| 


70; 60** 


— -. = —.4 


15 А; 30* А <1 мА (70 В) 












|КТ8149А-1 р-п-р 90* Вт >3 70; 60** 7 15 А; 30* А <1 мА (70 В) 
1 | 
| | ] 
| | | 
| |. | 
| 
| | | | 
|КТ8149А-2 | ро | 75* Вт | >3 70; 60** 7 | 10А; 15* А <1 мА (70 В) 
| | 
|КТ8150А — | прп 115* Вт >4 70; 60** 7 | 15А;: 30*А | <1мА (70 В) 
| | | 
| | | 
| 
| | 
| 
| 
| | 
| КТ8150А-1 п-р-п 90* Вт >3 70; 60** 7 15 А; 30* А <1 мА (70 В) 
| | 
| | 
| 
| | 
, | 
'КТ8150А-2 | прп | 75* Вт >3 | 70:60 | 7 | 10А:15*А |  <1мА (70 В) 
В 
| 
| | | 
| 
|КТ8154А п-р-п 175* Вт >5 600; 450** 8 30 А; 60* А <1 мА (600 В) 
|кт8154Б п-р-п 175* Вт >5 
| 
| 


ыы —— 








<2 мА (600 В) 


; 
| | 
8 30 А: 60* А | <1мА (500 В) | 
| | 
| 
| <2 мА (500 В) 
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в,» в >, 


>5* (5 В; 15 А) <0, КТ8146, КТ8147, КТ8149 
>5* (5 В; 15 А) 


>5* (1,5 В; 8 А) 
>5* (1,5 В; 8 А) 


20...150*= (4 В; 4 А) 


...150* (4 В; 4 А) 


...100* (4 В: 4 А) 


...150* (4 В: 4 А) 


...150* (4 В; 4 А) 


...100* (4 В; 4 А) 
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т Рк тах ? в, в О кво тах? 
ип К, т тах? нь О ков тах ? 
прибора К. н тах? Я ах ' О кэо тах? 





МГц В 


— 330; 150** 6 8А — 
— 200** 6 8А — 


мВт 










ЗмА (1500 В) 
3 мА (1500 В) 


10 А (15* А) 
10А (15* А) 





<400 (60 В) 
<400 (80 В) 
<400 (100 В) 



















125* Вт <400 (60 В) 
125* Вт <400 (80 В) 
125* Вт <400 (100 В) 





















<0,05 мА (40 В) 
<0,05 мА (40 В) 
30,05 мА (40 В) 
<0.05 мА (40 В) 


40* (0,1к) 
50* (0,1к) 
70* (0,1к) 
100* (0,1к) 






<100 (600 В) 
<1О мА (700 В) 
<10 мА (600 В) 


ТА: 10* А 
4А 
4А 
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| с, Г нк» ОМ К,, дБ т,, Пс 
| В», В. С.» ГБ нас? Ом г.» Ом › нс Корпус 
пФ К, р.) дБ Р'.., Вт кл» нс | 


_ — - 

тей. 
| КЗ 

| 

| ЕЕ 












>8* (5 В; ТА) 
>8* (5 В; ТА) 


КТ8159 


20,55 
















>40* (2 В: 0.15 А) . <60 (5 В) <1,2 
>40* (2 В: 0,15 А) <60 (5 В) <1,2 
>40* {2 В: 0,15 А) <60 (5 В) <1,2 
>30* (2 В: 0,15 А) <60 (5 В) <1,2 









10...30 (2 В; ТА) <100 (10 В) 
10...60* — 
. 10...60* — 


<1,5* мкс - 


КТ8163, КТ8164 


`В 
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| Рк тах? 
Тип Струк- р. 


К. т тах' 
прибора тура Р‚. и тах? 
мВт 





О кво тах? 
* 







КЭВ тах” 
О кэо тах? 



















<0,1 мА (25 В) 
<0,1 мА (45 В) 
<0,1 мА (60 В) 
<0,1 мА (100 В) 


40* (1к) 3 (6*) А 
45* (1к) 3 (6*) А 
60* (1к) 3 (6*) А 
100* (1к) 3 (6*) А 





40* (1к) <100 (25 В) 

























10 (15*) А <3 мА (90 В) 
10 (15*) А <3 мА (70 В) 
10 (15*) А <3 мА (50 В) 






10 (15*) А <3 мА (90 В) 





















<3 мА (90 В) 
<3 мА (70 В) 
<3 мА (50 В) 
<3 мА (90 В) 


10 А (15* А) 
10 А (15* А) 
10 А (15* А) 
10 А (15* А) 






ля 
























100* (1к) 2 (4*) А <200 (100 В) 
80* (1к) 2 (4*) А <200 (80 В) 
50* (1к) 2 (4*) А <200 (50 В) 
100* (1к) 2 (4*) А <200 (100 В) 





80* (1к) 2 (4*) А <200 (80 В) 



























100* (1к) 2 (4*) А <200 (100 В) 
80* (1к) 2 (4*) А <200 (80 В) 
50* (1к) 2 (4*) А <200 (50 В) 
100* (1к) 2 (4*) А <200 (100 В) 





80* (1к) 2 (4*) А <200 (80 В) 










КТ8170А-1 
КТ8170Б-1 


<1 мА (700 В) 
<1 мА (600 В) 


КТ8175А п-р-п 20* Вт — 700*; 9 1,5 (3*) А — 
400** 
КТ8175Б п-р-п 20* Вт — 600*; 9 1,5 (3*) А — 


=== .--- 

=_= -—=—ы—ы—-— 
— 

пеь прарю чь чь ы > зетьиь сь ощь ша лето мь ть. 


В», В. 


>25* (2 В: ТА) 
>25* (2 В: ТА) 
>25* (2 В; ТА) 
>25* (2 В: ТА) 
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<60 (10 В) 
<60 (10 В) 
<60 (10 В) 
<60 (10 В) 


КТ816, КТ816-2, 


>200* (1 В; 0,03 А) <60 (10 В) 


...250 (5 В;5 А) | <1300 (10 В) 
...250 (5 В;5 А) | <1300 (10 В) 
...250 (5 В;5А) | <1300 (10 В) 
...160 (5 В;5 А) | <1300 (10 В) 


...250 (5 В: 5 А) <1300 (10 В) 
...250 (5 В; 5 А) <1300 (10 В) 
...250 (5 В: 5 А) <1300 (10 В) 
...160 (5 В: 5А) <1300 (10 В) 


кт8167 
99,4 


<400 (5 В) 
<400 (5 В) 
<400 (5 В) 
<400 (5 В) 
<400 (5 В) 


% 


* 


мимимими 
* 


со о о © © 


* 


>80... <400 (5 В) 
>80... ; <400 (5 В) 
>80... ; <400 (5 В) 
>40... ; <400 (5 В) 
>160...350 (1 В; ТА) <400 (5 В) 


* 


* 


мммии 
+ 


о со 50 © © 


5...25* (2 В; ТА) 
5...25* (2 В; ТА) 


8...40 (2 В; ТА) 


8...40 (2 В; ТА) 
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КБО тах? 
#® 


Тип Струк- 
прибора тура 


КЭВ тах? 


КТ8175А-1 ; 1,5 (3*) А 


КТ8175Б-1 -р- 1,5 (3*) А 


40* (1к) 
45* (1к) 
60* (1к) 
100* (1к) 


45* (1к) 
100* (1к) 


3 (6*) А 
3 (6*) А 
3 (6*) А 
3 (6*) А 


3 (6*) А 
3 (6*) А 


<0,1 мА (25 В) 
<0,1 мА (45 В) 
<0,1 мА (60 В) 
<0,1 мА (100 В) 


<0,1 мА (40 В) 
<0,1 мА (40 В) 


4 (8*) А 


4 (8*) А 


8 (16*) А 


8 (16*) А 


п-р-п 

с диодом 

и резис- 
тором 
п-р-п 

с диодом 

и резис- 
тором 


| КТ818ЗА-1 


КТ8183ЗА-2 


КТ8183Б-2 
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В, в, > 





8...40 (2 В; ТА) — < — 3000* КТ8175-1 


8...40 (2 В; ТА) — < 









>25* (4 В; 
>25* (4 В; ТА) 
>25* (4 В; [А 







>25* (4 В; 


>25* (4 В; ТА 
>25* (4 В: 1 А 
>95* (2 В: 1А) 
>95* (2 В: 1А) <60 (10 В) <0,6 


<60 (10 В) <0.6 
| 


| 
>25* (2В:1А) | <60 (10 В) 


<0,6 

>25* (2 В; ТА) <60 (10 В) <0,6 
>100* (5 В: 50 мА) <60 (10 В) <0,08 
>100* (5 В: 50 мА) <60 (10 В) <0,08 





10...60* (5 В: ТА) 


10...60* (5 В: ТА) 


8...40* (5 В;2А) 


8...40* (5 В;2А) 








| 
| 
>5* (БВ:3А) |  — <0,17 — 3000* | кт8183 
>5* (5 В; ЗА) — <0,17 — 3000* 
>5* (5 В: ЗА) — <0,17 — |  3000* 
| 
| 
>5* (5 В; ЗА) — <0,17 — 3000* 
о 
| 25*(5В;ЗА) — <0,17 — 3000* КТ8183-2 
| с изолированными выводами 
| | 
5 


>5* (5 В: ЗА) — <0,17 — 3000* 





Тип 


прибора 


| КТ818А 
| КТ818Б 
| КТ818 В 
| КТ818Г 


| КТ818АМ 
| КТ818БМ 
|КТ818ВМ 
| КТ818ГМ 


| КТ818А-1 
| КТ818Б-1 
| КТ818В-1 
| КТ818Г-1 


| КТ8196А 


КТ8197А-2 
КТ8197Б-2 
КТ8197В-2 


р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 


р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 


п-р-п 


п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 


о сиеьжьиие сотовые чраенние шие ® семи сити 


К тах? 
* 


Р 


К. т тах? 
*® 
Рх. и тах? 


мВт 


60* Вт 
60* Вт 
60* Вт 
60* Вт 


100* Вт 
100* Вт 
100* Вт 
100* Вт 


100* Вт 
100* Вт 
100* Вт 
100* Вт 


100* Вт 


2** Вт 
5** Вт 
8** Вт 








К 


21э' 
$ 


Я х ‚ 


МГц 


>3 
>3 
>3 
>3 


>3 
>3 
>3 
>3 


400 
400 
400 


О кво тах ? 
О ков тах ? 
О кэо тах 7 


В 


40* (0,1к) 
50* (0,1к) 
70* (0.1к) 
90* (0,1к) 


40* (0,1к) 
50* (0,1к) 
70* (0,1к) 
90* (0.1к) 


40* (0,1к) 
50* (0,1к) 
70* (0,1к) 
90* (0,1к) 


350** 


30 
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О эво тах ? 


лм 


лам 





5————_—_ да ————А——————— 


10 (15*) А 
10 (15*) А 
10 (15*) А 
10 (15*) А 


15 (20*) А 
15 (20*) А 
15 (20*) А 
15 (20*) А 


15 (20*) А 
15 (20+) А 
15 (20*) А 
15 (20*) А 


10 А 


МА (40 В) 
мА (40 В) 
<| мА (40 В) 

мА (40 В) 


мА (40 В) 
мА (40 В) 
МА (40 В) 
МА (40 В) 


мА (40 В) 
мА (40 В) 
мА (40 В) 
мА (40 В) 


<10 (30 В) 
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В», в. С.,, 














>15* (5 В; <1000 (5 В) 
>20* (5 В:5А) <1000 (5 В) 
>15* (5 В: 5А) <1000 (5 В) 


>12* (5 В; <1000 (5 В) 





















<1000 (5 В) 
<1000 (5 В) 
<1000 (5 В) 
<1000 (5 В) 


>15* (5 В: 
>20* (5 В: 5А) 
>15* (5 В: 5А) 
>19* (5 В; 























<2500** 
<2500+* 
<2500** 
<2500+** 


<1000 (5 В) 
<1000 (5 В) 
<1000 (5 В) 
<1000 (5 В) 


>15* (5 В; 
>20* (5В;:5А) 
>15* (5 В; 5 А) 
>12* (5 В; 








2 15** (175 МГц) 0,5** (175 МГц) 
15 10** (175 МГц) 2** (175 МГц) 
25 80** (175 МГц) 5** (175 МГц) 






| |4 быбода 









КТ8199 
10.55 48 


85 (1 В: 8 А) — <0,125 
| 
| 
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Рк тах ? 
* 
















КБО тах? 
* 





|8) 
Тип о КЭВ тах ? 
0" 


К, т тах ? 
*$ 





прибора КЭО тах? 


К, н тах? 


мВт 










10 (15*) А 
10 (15*) А 
10 (15*) А 
10 (15*) А 









<| мА (40 В) 
<1 мА (40 В) 
<| мА (40 В) 
МА (40 В) 











40* (0,1к) 
50* (0.1к) 
70* (0,1к) 
100* (0,1к) 





























15 (20*) А 
15 (20*) А 
15 (20*) А 
15 (20*) А 


<1 мА (40 В) 
<| мА (40 В) 
<| мА (40 В) 
МА (40 В) 


40* (0.1к) 
50* (0,1к) 
70* (0,1к) 
100* (0,1к) 


























| КТ819А-1 










40* (0,1к) 15 (20*) А <1 мА (40 В) | 
КТ819Б-1 п-р-п 50* (0,1к) | 15 (20*) А <1 мА (40 В) | 
КТ819В-1 п-р-п 70* (0,1к) 15 (20*) А <1 мА (40 В) | 
КТ819Г-1 90* (0,1к) 15 (20*) А <1 мА (40 В) | 


700; 400** <10 (30 В) 










| КТ8203А п-р-п 20* Вт 4 700; 400** 1,5 А; ЗА* <10 (30 В) 


700; 400** <10 (30 В) 





700; 400** 9 ВА; 16 А* <10 (30 В) 


12 А; 24 А* <10 (30 В) 
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В, Вр 







| 

| 
>15* (5 В; 5А) — 
>20* (5 В: 5А) | 
>15* {5 В; 5А) — 
>19* (5 В: 5А) — 





>15+* (5 В; 5 А) — — <2500*+ 
>20* {5 В; 5 А) — — <2500** 
>15* (5 В; 5А) — — <2500*+* 


>12* (5 В. БА) — <0.4 — <9500** 





>20* (5 В; 
>15* (5 В; 
>12* (5 В; 





| 
>15* (5 В: | <2500* 
| 


5.40 (2 В:0.2 А) |  — <5 <0,3; <2* — КТ8201 


5...25 (2 В; ТА) 





8...40 (5 В: 2А) — <0,25 <0,9: <4* — КТ8205, КТ8207 
. | 
<» 
5...30 (5 В: 5А) <0,4 <0,7: <3* — г 
| = 
6...30 (5 В; 8 А) <0,25 30,7: <3* — КТ8209 


< 
$ 
< 
> 
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Р; тах! |, 6» О кво тах? 
К. т тах! 211 О ков тах? 


Рк. ни тах? Ч ах ' О кэо тах? 


мВт МГц 


50* (0,1к) 0,5 (1,5*) А <30 (40 В) 
70* (0,1к) 0,5 (1,5*) А <30 (40 В) 
0,5 (1,5*) А <30 (40 В) 


<400* мА (60 В) 
<400* мА (80 В) 
<400* мА (100 В) 


<400* мА (60 В) 
| <400* мА (80 В) | 
| КТ8213В <400* мА (100 В) | 


<1000 (60 В) 
<1000 (80 В) 
<1000 (100 В) 


<1000 (60 В) 
<1000 (80 В) 
<1000 (100 В) 


| КТ8216 А! 
|КТ8216 51 
| КТ8216 В1 
КТ8216 Г! 


1,75; 40* Вт 
1,75; 40* Вт 
1,75; 40* Вт 
1,75; 40* Вт 


1, 
|, 
|, 
1, 


10 (15*) А 
10 (15*) А 
10 (15*) А 
10 (15*) А 


10 (15*) А 
10 (15*) А 
10 (15*) А 
10 (15*) А 


<0,2 (40 В) 
<0,2 (60 В) 
<0,2 (80 В) 
<0,2 (100 В) 


<0.2 (40 В) 
<0,2 (60 В) 
<0,2 (80 В) 
<0,2 (100 В) 
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В>,, в 


>40* (2 В; 0,15 А) <65 (5 В) КТ820-1 
>40* (2 В: 0.15 А) <65 (5 В) 
>30* (2 В: 0,15 А) <65 (5 В) 


...75 (4 В; ЗА) 
...75 (4 В:ЗА) 
...75 (4 В; ЗА) 


...75 (4 В; ЗА) 
...75 (4 В; ЗА) 
...75 (4 В;:ЗА) 


>500 (4 В: 2 А) 
>500 (4 В: 2 А) 
>500 (4 В: 2 А) 


>500 (4 В; 2 А) 
>500 (4 В;2 А) 
>500 (4 В; 2 А) 


м мм 
рых  рына рн 
=) 
сл сл м 


...975 (4 В: ЗА) 
...975 (4 В; ЗА) 
...975 (4 В: ЗА) 
...275 (4 В; ЗА) 


...275 (4 В КТ8216-1 
...275 (4 В; 
...275 (4 В 
...275 (4 В 


6,54 
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Тип 
прибора 


|КТ8217А1 

КТ821751 
|КТ821781 
| КТ82171 


| КТ821А-1 
| КТ821Б-1 
|Кт821В-1 


|КТ8218 1 


1,75; 40* Вт 
1,75; 40* Вт 
1,75; 40* Вт 
1,75; 40* Вт 


К быв, 


217 


ах * 


10 (15*) А 
+0 (15*) А 
10 (15*) А 
10 (15*) А 


10 (15*) А 
10 (15+) А 
10 (15*) А 
10 (15*) А 


0,5 (1,5*) А 
0,5 (1,5*) А 


0,5 (1,5*) А | 


4 (8*) А 
4 (8*) А 
4 (8*) А 
4 (8*) А 


4 (8*) А 
4 (8*) А 
4 (8*) А 
4 (8*) А 


Раздел 2. Биполярные транзисторы 


<0,2 (40 В) 
30,2 (60 В) 
30,2 (80 В) 
<0,2 (100 В) 


<0,2 (40 В) 
<0,2 (60 В) 
<0,2 (80 В) 
<0,2 (100 В) 


<30 (40 В) 
<30 (40 В) 
<30 (40 В) 


<0.1 мА (40 В) 
<0,1 мА (60 В) 
<0,1 мА (80 В) 
<0,1 мА (100 В) 


<0,1 мА (40 В) 
<0,1 мА (60 В) 
<0,1 мА (80 В) 
<0,1 мА (100 В) 





ув: 
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п, В. 5 


...275 (4 В: ЗА) 
...275 (4 В; ЗА) 
...275 (4 В; ЗА) 
...275 (4 В; ЗА) 


...275 (4 В: ЗА) 
...275 (4 В; ЗА) 
...275 (4 В; ЗА) 
...275 (4 В; ЗА) 


>40* (2 В; 0.15 А) 
>40* (2 В: 0.15 А) 
>30* (2 В: 0,15 А) 


750... 
750... 
750... 
750... 


750... 
750... 
750... 
750... 


13* 


15000 (3 В 


15000 (3 В: 
15000 (3 В; 


15000 (3 В 


15000 (3 В 
15000 (3 В 
15000 (3 В 
15000 (3 В 


:2А) 
2А) 
2А) 
:2А) 


:2А) 
;2А) 
;2А) 
;2А) 


<40 (5 В) 
<40 (5 В) 
<40 (5 В) 


<100 (10В) 
<100 (10 В) 
<100 (10 В) 
<100 (10 В) 


<100 (10 В) 
<100 (10 В) 
<100 (10В) 
<100 (10 В) 


Гкэ нас? Ом 
ГБ нк, Ом 
Кр, дБ 


<0,25 
<0,25 
<0,25 
<0,25 


<0,25 
<0,25 
<0,25 
<0,25 


димы 
юм 


ммм 
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Корпус 


КТ8217 


6,54 2,285 








КТ821-1 


19 
ыы 


08 
ре 
з 
5/ \3 


КТ8218 
2,285 


2,285 


© 
>) 





| 


9,91 


т 





9,91 
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| К тах? ,, ль» О кво тах? 

| Тип Струк- к. т тах? ть Код тах ? 

прибора тура к н тах’ Г, ко тах? 

мВт МГц 

|КТ8219А р-п-р 1,75; 40* Вт >25 40 5 4 (8* А) <0.1 мА (40 В) 

| КТ8219Б р-п-р 1,75; 40* Вт >25 60 5 4 (8* А) <0.1 мА (60 В) 

| КТ8219 В р-п-р 1,75; 40* Вт >25 80 5 4 (8* А) <0,1 мА (80 В) 

| КТ8219Г р-п-р 1.75; 40* Вт >25 100 5 4 (8* А) <0,1 мА (100 В) 














КТ8219А1 1.75: 40* Вт 

КТ8219 51 р-п-р ! 1,75; 40* Вт 

КТ8219В1 р-п-р | 1,75; 40* Вт 

| КТ8219Г1 р-п-р | 1,75; 40* Вт 
| 






КТ8220А 





| 

КТ82206 | прп | 
КТ8220В р п-р-п | 65* Вт 
| КТ8220Г | п-р-п |! 65* Вт 

ф ] 

| 
|КТ8221А | риф | 65* Вт 
| КТ8221Б | р-п-р | 65* Вт 
КТ8221В р-п-р | 65* Вт 
| КТ8221Г р-п-р 65* Вт 
|КТ8224А п-р-п 100 Вт 
КТ8224Б 100 Вт 


= 
к: 
5 












>25 

>25 60 
>25 80 
>25 100 


60 
>3 80 
>3 | 100 
| 
>3 | 40 
>3 | 60 
>3 | 80 
>3 100 


1500; 700*+ 
1500; 700** 


лил 


лол 


дла 


ОЬ———————щ—————ы—————ы—ы—ы—ы—ыы-—--———------- 


4 (8* А) 
4 (8* А) 
4 (8* А) 
4 (8* А) 


6А 
6А 
6А 
6А 


8А 
8А 








<0,1 мА (40 В) 
<0.1 мА (60 В) | 
<0.1 мА (80 В) | 
<0.1 мА (100 В) 


жел 


зирнаниииринииринионрриниааияиииианиае иена ЗИМИН. „АХ. 8ИБ ЧЕХ. 


<1000 
<1000 
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В;,, Вэ | ,н В, , Корпус 


...15000 (3 В <200 (10 В) < КТ8219 
...15000 (3 В <200 (10 В) 
...15000 (3 В; <200 (10 В) 
...15000 (3 В <200 (10 В) 


...15000 (3 В;:2А) | <200 (10 В) 
...15000 (3 В:2 А) | <200 (10 В) 
...15000 (3 В:2 А) | <200 (10 В) 
...15000 (3 В:2 А) | <200 (10 В) 


4...7 (5 В; 0.1 А) 
23 (5 В; 0.1 А) 
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прибора 


КТ8225А 


Струк- 
тура 


К тах’ 


Р 


К, т тах? 
Рк н мах? 


мВт 


15* Вт (50°С) 
15* Вт (50°С) 
15* Вт (50°С) 


125* Вт 
125* Вт 
125* Вт 


50* Вт (50°С) 
50* Вт 
50* Вт (50°С) 
50* Вт 


,, 6 О кво тах? 
.. ‚би 


21э' КЭВ тах? 


пах? О кэо тах? 


МГц 


1500; 800* 
1500; 800* 


45* (0,1к) 
60* (0,1к) 
100* (0,1к) 


45* (0,1к) 
60* (0,1к) 
100* (0,1к) 


700* (0,01к) 
700* (0.0]к) 
700* (0,01к) 


100* (1к) 
80* (1к) 
60* (1к) 


800* (0,01к) 
600* (0,01к) 
800+ (0,01к) 
600* (0,01к) 


100* (1к) 
80* (1к) 
60* (1к) 
45* (1к) 


2 (4*) А 
2 (4*) А 
2 (4*) А 


2 (4*) А 
2 (4*) А 
2 (4*) А 


20 (30*) А 
20 (30*) А 
20 (30*) А 


20 (40*) А 
20 (40*) А 
20 (40*) А 


5 (7.5*) А 
5 (7,5*) А 
5 (7,5*) А 
5 (7,5*) А 


8 (12*) А 
8 (12*) А 
8 (12*) А 
8 (12*) А 
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<50 (40 В) 
<50 (40 В) 
<50 (40 В) 


<50 (45 В) 
<50 (45 В) 
<50 (45 В) 


<1* мА (90 В) 
<1* мА (60 В) 
<1* мА (30 В) 


<2 мА (700 В) 
<2 мА (700 В) 
<2 мА (700 В) 


<3* мА (100 В) 
<3* мА (80 В) 
<3* мА (60 В) 


<5 мА (1400 В) 
<5 мА (1200 В) 
<5 мА (800 В) 
<5 мА (600 В) 


<1,5* мА (100 В) 
<1,5* мА (80 В) 
<1,5* мА (60 В) 
<1,5* мА (60 В) 
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>» №5 С.» 


>300 — 





5...9,5 (5 В; 0.1 А) 
15...25 (5 В; 0,1 А) 






15...75 (4 В; 15 А) 



































<115 (10В) 
<115 {10 В) 
<115 (10В) 


>25* (2 В 
>25* (2В; ТА) 
>25* (2 В 







<75 (10 В) 
<75 (10 В) 
<75 {10 В) 


>95* (2В:1 
>95* (2 В; ТА) 
>25* (2В;1А 















<600 (10 В) 
3600 (10 В) 
| 3600 (10 В) 


>750* (10 В; 10 А) 
>750* (10 В; 10А) 
>750* (10 В; 10 А) 








<25 (100 В) 
<25 (100 В) 
<25 (100 В) 


10...120* (10 В; 0,1 А) 
5...300* (10 В; 0,1 А) 
5...120* (10 В; 0.1 А) 






















750...18000* (3 В; 10А) | <400 (10 В) <4,5* мкс 
750...18000* {3 В; 10 В) | <400 (10 В) , <4,5* мкс 
750...18000* (3 В; 10А) | <400 (10 В) <4,5* мкс 










>2.25* (5 В; 45 А) 
>2.25* (5 В; 4.5 А) 
>2.25* (5 В; 45 А) | — 
>2.25* (5 В: 4.5 А) 
















>750* (3 В; ЗА) 
>750* (3 В; ЗА) 
>750* (ЗВ; ЗА) 
>750* {ЗВ; ЗА) 
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К тах? Г, ‚р ’ кво тах ? 
Тип К. т тах? вр», О коя тах? 
прибора К. и тах? Я ах ’ О кэо тах? 


мВт МГц 





КТ8231А1 












|КТ8233В5 





КТ8232А1 350 5 20 А — 
КТ823251 350 5 20 А — 
| 
| 
| 
| 
| 
| | | 
| КТ8233А5 100 5 БА | — 
| КТ823355 р-п-р 80 5 5А |! — 
60 5 | 5А | — 
| 
| 
| 


Биполярные кремниевые транзисторы 201 








К, дБ 
г. Ом 
Р”, Вт 


вых ? 





в,» в > 













15...75 (4 В; 15 А) 


КТ8231 
271 







КТ8231А1 





КТ8231А2 







КТ8232-1 





300...8000 (10 В; 5 А) 
300...8000 (10 В; 5 А) 










>1000 (3 В: 0,5 А) 
>1000 (3 В: 0,5 А) 
>1000 (3 В: 0,5 А) 
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о КБО тах? 
т’ 


Тин КЭВ тах? 








прибора 


|КТ8234А5 
КТ823455 
|КТ8234В5 





>30 700; 400** 5 2А — 
| 
| 
|КТ8240А5 | п-р-п | — >150 30 — 800 — 
КТ824055 п-р-п — >150 30 — 800 | — 
1КТ824085 | про — >150 40 — | 80 | — 
|Кт8240Г5 | прп — >150 50 — | 800 | — 
КТ8240Д5 п-р-п — >150 60 — 800 — 
КТ8240Е5 п-р-п — >150 70 — 800 — 
КТ8240Ж5 п-р-п — >150 80 — 800 — 
| КТ8241А5 р-п-р — >150 30 — 800 — 
КТ824155 р-п-р — >150 30 — 800 — 
КТ8241В5 р-п-р — >150 40 — 800 | — 
КТ82415 | ри — >150 50 — 800 — 
КТ8241Д5 | рир — >150 60 — 800 — 
КТ8241Е5 | рор — >150 70 — 800 — 
КТ8241Ж5 | р-п-р | — >150 80 — 800 — 
| 
| 












КТ8243А5 
КТ824355 
[КТ8243В5 


| КТ8244А5 

КТ824465 |! рор — 
1ЖТ82448В5 | р-п-р | — 
|[КТ8244Г5 | рот | — 
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| 

| С, Гкэ,к” ОМ К,, дБ Тк» ПС | | 

В,,, в, | С'. ГБ нае" Ом г.’ Ом с нс | Корпус 

' Ш К", дБ р”, Вт инс | 
| >1000 (3 В: 0.5 А) |  <200 <3 — — | КТ8234-5 
>1000 (3 В: 0.5 А) <200 <3 — — | 
>1000 (3 В: 0,5 А) <200 | <3 — — 1,6 0,5 | 

| 

Про 

м 

| 


8...40 (2 В; < — — КТ8235 









БКЭ 
>5000 (5 В; 10мА) |  — <15 _ _ | КТ8240-5 
>10000 (5 В; 10 мА) — <15 — — т 
>10000 (5 В: 10 мА) — <15 — — 1,6 0,5 | 
>10000 (5 В; 10 мА) — <15 — — 
>10000 (5 В; 10 мА) — <15 _ — © | 
>10000 (5 В; 10 мА) — <15 — | — - 
>10000 (5 В; 10 мА) — <15 — | — | 

| 
| | 
>5000 (5 В: <15 _ | — КТ8241-5 | 
>10000 (5 В: 10 мА) <15 — | — 
>10000 (5 В;-10 мА) <15 — — 





>10000 (5 В; 10 мА) 
>10000 (5 В; 10 мА) 
>10000 (5 В; 10 мА) 
>10000 (5 В; 











>500 (3 В; 
>500 (3 В: 0,5 А) 
>500 (3 В: 


— — КТ8242-5, КТ8243-5 


| 1,6 0.5 
<15 — — 
<15 — — © 
о | 
<15 
| 
| 





1 
| 
| 


1,6 0,5 

| 

о 
- | 


>500 (3 В: 0,5 А) <100 <3 — — 
>500 (3 В: 0.5 А) <100 <3 — — 
>500 (3 В: 0,5 А) <100 <3 — — | 


| 

| 
>1000 (3 В; КТ8244-5, КТ8245-5 
>1000 (3 В: 


>1000 (3 В; 
1,6 0,5 


>1000 (ЗВ; 
КТ8246 


>1000 (3 В; 
>1000 (3 В: 
>1000 (3 В: 
>1000 (3 В; 






10,7 48 
9^б 
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Рк тах? |, в О кво тах? 
Тип р’ * * 


к. т тах? фе, Око тах? во тах ? 
прибора Р‚ н мах? ах, О-о тах? 


мВт МГц В 





| КТ8248А1 


90 Вт — 1500* 7,5 А — 


р 
| 
1 
| 
, 
, 
| 
| 
| 


п-р-п 









190; 40** 
190; 80** 





КТ8254А п-р-п 20 Вт >10 


| КТ8255А п-р-п 60 Вт — 330 6 ТА <1* мА 


| 
] 
| 
| 
| 
| 
| 
} 
| 
| 
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В; „, Вэ Корпус 


>22 — — КТ8247 





>30* (5 В; 0,3 А) 







КТ8255 
10,7 
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Рх тах? Г, в» О кво тах? 
* *® * 





Тип Струк- 


| 

К. т мах? 121э° КЭВ тах ? 
| прибора тура Рк. и мах? Я ах ы О хкэо тах? 
| мВт МГц 

'КТ8261А 

| 

| 





<0,1 (45 В) 
<0,1 (60 В) 
<0.1 (80 В) 





<0.1 (45 В) 
<0.1 (60 В) 
<0,1 (80 В) 



















100* (1к) ЗА; 12* А 






80* (1к) ЗА: 12* А 
60* (1к) ЗА; 12* А 
45* (1к) ЗА; 12* А 


| 
| 
| 


| КТ829АТ п-р-п 
| КТ829АП п-р-п 50 Вт >4 160 
| КТ829АМ п-р-п 60 Вт >4 240 





<100 (35 В) 
<100 (60 В) 
<100 (80 В) 
<100 (100 В) 


| КТ831А 


|КТ831Б | п-р-п | о Вт 
' КТ831В | п-р-п | 5 Вт 
| КТ8ЗИГ | п-р-п | 5 Вт 
| | 
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и, в. 








>750* (ЗВ; ЗА) 
>750* (ЗВ; ЗА) 
>750* (ЗВ; ЗА) 
>750* (ЗВ; ЗА) 





— — [= 
нь 


мии им 
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таке. 












Рк тах? Е, т ы О кво тах? 

Тип Струк- К. тмах? нь, О ков тах? 

при бора тура | Рк. и мах} т , Око тах? 
| мВт МГц В 



































<3* мА (500 В) 
<3* мА (450 В) 
<3* мА (400 В) 


500* (0,1к) 15 (20*) А 
450* (0,1к) 15 (20+) А 
400* (0,1к) 15 (20*) А 








<0.1 мА (30 В) 
<0.15 мА (45 В) 


90 5 ЗА <100 (90 В) 
85 5 ЗА <100 (85 В) 
60 5 ЗА <100 (60 В) 
| 
} ‚ 
80 15 7,5 А <0,15 мА (80 В) 
80 15 7,5 А <0,15 мА (80 В) 
80 15 7,5 А <0,15 мА (80 В) 
60 15 7,5 А <0,15 мА (60 В) 
60 15 7,5 А <0,15 мА (60 В) 
60 15 7,5 А <0,15 мА (60 В) 
45 15 7,5 А <0,15 мА (45 В) 
45 15 7.5 А <0,15 мА (45 В) 
45 15 7,5 А <0,15 мА (45 В) 
80 5 75 А | <0.15 мА (80 В) 
80 5 7,5 А <0,15 мА (80 В) 
80 5 7,5 А <0,15 мА (80 В) 
| 60 5 7,5 А <0,15 мА (60 В) 
60 5 7,5 А | 30.15 мА (60 В) 
60 5 75 А <0,15 мА (60 В) 
45 5 7,5 А <0,15 мА (45 В) 
45 5 7,5 А <0,15 мА (45 В) 
45 5 7,5 А <0,15 мА (45 В) 










12,5* Вт (90°С) <|* мА (1500 В) 


12,5* Вт <1!* мА (1200 В) 





<| мА (1500 В) 





<3 мА (900 В) 
<3 мА (750 В) 
<3 мА (800 В) 
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В,,, Вэ 





















{с п<1,2 мкс 
1сп<1,2 мкс 
{с п<1,2 мкс 


<100 (150 В) 
<100 (150 В) 
<100 (150 В) 


150...3000* (5 В; 5 А) 
150...3000* (5 В; 5 А) 
150...3000* (5 В: 5 А) 






















<800 (10 В) 
<800 (10 В) 


>25* (1 В; ТА) 
10...100* (5 В;2 А) 





...100 (5 В;2А) 
20...100 (5 В;2 А) 
...100 (5 В;2А) 









...40* (5 В:2 А) 
20...80* (5 В; 2 А) 
50...150* (5 В; 2 А) 
10...40* (5 В;2А) 
20...80* (5 В; 2 А) 
50...150* (5 В; 2 А) 
10...40* (5 В;2 А) 
20...80* (5 В; 2 А) 
50...150* (5 В; 2 А) 
10...40* (5 В;2 А) 
20...80* (5 В: 2 А) 
50...150* (5 В;2 А) 
10...40* (5 В;2 А) 
20...80* (5 В; 2 А) 
50...150* (5 В; 2 А) 
10...40* (5 В;2 А) 
...80* (5 В: 2 А) 
...150* (5 В;:2А) 





















>4* (5 В; 3,5 А) 170 (10 В) , <10* мкс; КТ838, КТ839, КТ840 
{с п<1,5 


>4* (5 В; 3,5 А) 170 (10В) <10* мкс 







>5* (10В;4А) 240 (10В) <0,375 


10...60* (2,5 В: 8 А) 
>10* (2,5 В: 8 А) 


10...100* (2,5 В; 8 А) 
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К Ба, 


21э7 
фФэ 


Тип Струк- 
прибора тура ах, 


МГц 











3 (50*) Вт 10 (15*) А 


3 (50*) Вт 10 (15*) А 
3 (50*) Вт 10 (15*) А 
100* Вт 10 (15*) А 
100* Вт 10 (15*) А 
50* Вт 10 (15*) А 













3 (50*) Вт 
3 (50*) Вт 


50* Вт (50°С) 


5 (10*) А 
5 (10*) А 
5 (10*) А 






| КТ844А 


12,5* Вт (90°С) 
12,5* Вт (95°С) 1200 ; 5 (7.5*) А 
12,5* Вт (95°С) >2 ; 5 (7,5*) А 


| КТ847А >15 650* (0,01к) 15 (25*) А 
КТ847Б >10 650* (0,01к) 15 (25*) А 
КТ848А п-р-п 35* Вт (100°С) 

| КТ848Б п-р-п 35* Вт (100°С) 


1500* (0,01к) 5 (7,5*) А 





2 (3*) А 
2 (3*) А 
2 (3*) А 


2 (3*) А 
2 (3*) А 
2 (3*) А 


2,5 (4*) А 
2,5 (4*) А 
2,5 (4*) А 
2,5 (4*) А 


8 (12*) А 
8 (12*) А 
8 (12*) А 
8 (12*) А 


КТ854А - >1 10 (15*) А 
КТ854Б - > 10 (15*) А 


5 (8*) А 
-5 (8*) А 
5 (8*) А 


10 А; 12* А 
10 А; 12* А 










<3 мА (600 В) 
<3 мА (400 В) 
<3 мА (600 В) 
<3 мА (200 В) 
<3 мА (500 В) 
<3 мА (800 В) 


<] мА (300 В) 
<1 мА (200 В) 
<| мА (200 В) 


| Е 250* (0,01к) 10 (20%) А | <3* мА (250 В) 
| КТ845А |" 40* Вт (50°С) о 400* (0,01к) <3* мА (400 В) 


<!* мА (1500 В) 
<1* мА (1200 В) 
<1* мА (1500 В) 





5 мА (650 В) 
5 мА (650 В) 


<3* мА (400 В) 
<3* мА (400 В) 


<100 (250 В) 
<500 (300 В) 
<500 (180 В) 


<100 (250 В) 
<500 (300 В) 
<500 (180 В) 


<1 мА (100 В) 
<] мА (80 В) 
<| мА (60 В) 
<| мА (45 В) 


<200 (100 В) 
<200 (80 В) 
<200 (60 В) 
<200 (45 В) 


<3 мА (600 В) 
<3 мА (400 В) 


<1000 (250 В) 
<1000 (150 В) 
<1000 (150 В) 


<3 мА (800 В) 
<3 мА (600 В) 
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Вл», Вэ 



















>12* (5 В; 5 А) <300 (10 В) КТ841, КТ842, КТ844 



















>12* (5 В;:54) | <300 (10 В) 
>12* (5 В; 5 А) <300 (10 В) 
>20* (5 В; 5 А) <300 (10 В) 
>20* (5 В; 2 А) <300 (10 В) 271 
>10* (5 В; 5 А) <300 (10 В) _ 
я 
>15* (4 В; 5 А) 250 (10 В) = 
>15* (4 В: 5 А) 250 (10 В) 
>20* (4 В:5А) | 250 (10 В) 
10...50* (3 В: 6 А) <300 (10 В) <0,4 | — | 52000* | | 
} 
15...100* (5 В:2А) | <45 (200 В) <0,75 — <4000* КТ845, КТ846, КТ847, | 
| КТ848 
— <900 <12000* 
— — <12000* | 
| — — <12000* 
8...25* (3В:15А) | <200 (400 В) — <2000* 








| 8..25* (ЗВ; 15 А) | <200 (400 В) | <0.1 _ <3000* | 
| 
| 





>1000* (4 В; 1А) 
>1000* (4 В: ТА) 


<28 (5 В) 
<28 (5 В) 


мым 


миимиым 


| 220*(5 В: 15 А) — <0,2 — | — 
220% (5 В: 15 А) — | <0,2 — | — | 
| | | 
| 
40...200* (10 В; 0,5 А) | <35 (5 В) <2 — | 150% |  КТ850, КТ851, КТ852 | 
>20* (10 В: 0.5 А) <35 (5 В) <2 — 1500* | 
>20* (10 В; 0,5 А) <35 (5 В) <2 — 1500* 
40...200* (10 В; 0,5 А) | 40(58В) < — 1400* 055 48 
20...200* (10 В: 0,5 А) | 40(5В) <2 — 1400* 
20...200* (10 В: 0.5 А) | 40(5В) <2 — 1400* о 
| — 
| м 
>500* (4 В;2 А) <28 (5 В) 1,25 — 2000** | % | 

1 5 —__ 9000** КЭ 
1 | 


>500* (4 В:2А) | <28(5В) 
| 


>750* (3 В; ЗА) <120 (5 В) 3300** КТ853, КТ854, КТ855 
>750* (ЗВ; ЗА) <120 (5 В) 3300+* 
>750* (ЗВ; ЗА) <120 (5 В) 3300* * 
>750* (ЗВ; ЗА) <120 (5 В) 3300* * 


>20* (4В:2А) 200 (10 В) 
>20* (4 В: ЗА) 200 (10 В) 


>20* (4В:2А) 200 (10 В) 
>20* (4В:2А) 200 (10 В) 
>15* (4 В: 2 А) 200 (10 В) 


10...60* (5 В; 5 А) <100 (90 В) 
10...60* (5 В; 5 А) <100 (90 В) 





14* 


212 


Тип Струк- 
прибора тура 


КТ856А-1 
КТ856Б-1 


| КТ859А | п-р-п 
КТ862Б | п-р-п 
кт862В | п-р-п 
КТ862Г п-р-п 





| КТ864А п-р-п 


40* Вт 


50* Вт 
50* Вт 
50* Вт 


100* Вт 


Е, ' 6 
121? 


пах ? 


МГц 


КБО тах? 
‚& 


о 
О кэя тах ? 
0" 


КЭО тах? 


В 


800 


450 
600 (350**) 
600 (400**) 


Раздел 2. Биполярные транзисторы 


10 А: 12* А 
10 А: 12* А 


7 (10+) А 


| 7110) А 
| 
0 | 3(49)А | 
| 
5 15 А: 25* А 
5 10 А: 15* А 
5 А: 15* А 






10 (15*) А 


10 (15*) А 


15А:; 20* А 
15А:; 20* А 


25 А (40* А) 















<3 мА (800 В) 
<3 мА (600 В) 


<5 мА (250 В) 


<| мА (400 В) 





<1 мА (800 В) 


<2.5 мА (300 В) 
<3 мА (600 В) 
<3 мА (600 В) 





<100 (200 В) 


<100 (200 В) 






<25 мА (100 В) 
<25 мА (100 В) 





<3 (250 В) 
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Гкэ нас? Ом 
в, в>,э ГБ нас, Ом 5 " . Корпус 
К», дБ и 
10...60* (5 В:5А) <100 (90 В) <0,3 — |  <2* мкс КТ856-1 
| 10...60 (5 В5А) | <100 (90 В) <0,3 — | <2* мкс 5 









КТ857, КТ858, КТ859 
10,55 






4,9 





7,5* (1 В;ЗА) 0,33 И <2500* 


>10* (5 В: БА) — <0.2 


>10* (10 В: ТА) | — <1,5 

















12...100* (5 В; 8 А) 
12...50* (5 В; 5А) 
12...50* (5 В; БА) 


<300 (30 В) 
<950 (10 В) 
<250 (10 В) 






>100* (2В: БА) 
>70* (2В;:5А) 
>70* (2 В:БА) 


40...200* (4 В;2 А) 


40...200* (4 В;2А) 










>15* (10 В; 10 А) 
>15* (10 В; 10 А) 


<400 (10 В) 
<400 (10 В) 


>10* (5 В; 20А) <400 (10 В) 
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Р 


К тах? 






О кво тах ? 
с’ 




















Тип Струк- к. т тах ? КЭВ тах } Ч во тах ' 

| прибора тура К, и тах? Око тах ? 

| мВт 

| КТ868А 70* Вт 900 5 6 (8*) А <3 мА (900 В) 
| КТ868Б 70* Вт 750 о 6 (8*) А <3 мА (750 В) 


























































>7 1500; 700* 6 8 (15*) А <1| мА (1500 В) 
>7 1500; 700+ 6 8 (15*) А <1 мА (1500 В) 
>7 1200: 600* 8 (15*) А <1 мА (1200 В) 
>20 150; ЗО А: 50* А <3 мА (150 В) 
100* (0,01к) 
>20 150: ЗО А; 50* А <3 мА (150 В) 
120* (0,01к) 
150* Вт >10 900* (0,01к) 25 (50*) А <3 мА (900 В) 
2 Вт; 100* Вт >10 800* (0,01к) 25 (50*) А <3 мА (800 В) 
2 Вт: 100* Вт >10 600* (0,01к) 25 (50*) А <3 мА (600 В) 






<3 мА (200 В) 
<3 мА (200 В) 


50 А; (75*) А 
50 А; (75*) А 










| КТ879А 250* Вт >10 200 
КТ879Б 250* Вт >10 200 
| 

| >15 








400* (0,01к) 40 (60*) А <1 мА (500 В) 
























500* (0,01к) 5 40 (60*) А <| мА (500 В) 

1400*(0,01к) 7 10 А; (15*) А | <0,1мА (1000 В) 

1000*(0.01к) 7 10 А: (15*) А | <0,5 мА (1000 В) 
3 Вт: 75* Вт 700 5 ЗА: (5*) А <0,25 мА (700 В) 


3 Вт; 75* Вт 600 2А; (5*) А <0,25 мА (600 В) 
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10...60* (5 В; 0,6 А) | <100 (80 В) КТ868, КТ872 
10...100* (5 В; 0,6 А) | <100 (80 В) 
15.9 5 


>6 (5 В; 30 мА) <125 (15 В) 
>6 (5 В: 30 мА) <125 (15 В) 
>6 (5 В: 30 мА) <125 (15 В) 


...50* (5 В; ЗО А) 200 (100 В) 


...40* (5 В; З0 А) 200 (100 В) 


...50* (5 В; 10 А) <500 (10 В) 
...50* (5 В; 10А) <500 (10 В) 
...50* (5 В; 10 А) <500 (10 В) 


>20* (4 В; 20 А) <800 (10 В) 
>15* (4 В; 20А) <800 (10 В) 


4. 
— 
— 
<<. 
< 
< 


>12* (5 В; 20 А) <200 (100 В) 
>12* (5 В; 20А) <200 (100 В) 


6...25* (5 В; 4 А) <135 (10 В) 
6...25* (5 В; 4 А) <135 (10 В) 


20...120* (9 В; ТА) 350 (10 В) 
20...120* (9 В; ТА) 350 (10 В) 
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Рх тах} Е, т ’ 


КБО тах? 


Тип Струк- 
прибора тура 


о 
Рк. т тах? он» О ков тах? 
.. 5 0" 


К. н тах? ах’ КЭО тах? 


мВт МГц 


0,8 Вт: 7* Вт 
0.8 Вт; 7* Вт 




















<10 (900 В) 
<10 (600 В) 


100 (200*) 
100 (200*) 





0,5** мА (350 В) 
0,25** мА (350 В) 
0,25** мА (350 В) 
























<3 мА (350 В) 
<3 мА (400 В) 
<3 мА (300 В) 


15 (30*) А 
15 (30*) А 
15 (30*) А 


350* (0,01к) 
400* (0,01к) 
300* (0,01к) 








800* (0,01к) <1* мА (800 В) 
















20 А (30* А) 
20 А (30* А) 


90* (1к) 
60* (1к) 


2 Вт; 125* Вт 
2 Вт; 125* Вт 











20 А (30* А) | 
20 А (30* А) 






<250 (350 В) 
<950 (200 В) 


3 Вт: 150* Вт 
3 Вт; 150* Вт 








20 А (30* А) 
20А (30* А) 


КТ898А | п-р-п 1,5 Вт; 125* Вт >10 `’ 350 5 
| КТ898Б п-р-п 1,5 Вт; 125* Вт >10 200 5 
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В», в. 


30...120* (30 В: 30 мА) 
30...120* (30 В; 30 мА) 


>200* (5 В: 5А) 
>200* (5 В:5А) 
>200* (5 В: 5 А) 


>300* (10 В;5А) 









сл<4 мкс 
сл<4 мкс 
{сл<4 мкс 


>300* (10 В; 5А) 
>300* (10В;5А) 













750...18000* (10 В;5 А) 
750...18000* (10 В; 5 А) 


<700 (10В) 
<700 (10 В) 


>400* (5 В; 5А) 
<400* (5 В; 5А) 






>400* (5 В: 5 А) 
>400* (5 В; 5 А) 
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К тах? О кво тах 7 Тк 

Тип Струк- к т тах? ков тах? Т в ’ 
прибора тура К и ак О кэо так То, 
мВт мкА 















20 А (30* А) 
20 А (30* А) 






КТ89ЗА-1 
КТ898Б-1 


1,5 Вт; 60* Вт 
1,5 Вт; 60* Вт 





<| (160 В) 





ЗА (15* А) 


КТ902А в 30* Вт (50°С) >35 65 (110 имп.) 5 5А <10 мА (70 В) 
КТ902АМ п-р-п 30* Вт (50°С) >35 65 (110 имп.) <10 мА (70 В) 


30* Вт (60**) >120 60 (80 имп.) 
30* Вт (60**) >120 60 (80 имп.) 
















<10* мА (70 В) 
<10* мА (70 В) 


3 (5*) А 
3 (5*) А 

























‚5* мА (60 В) 
‚5* мА (60 В) 


0,8 (1,5*) А 
0,8 (1,5*) А 


60* (0,1к) 
60* (0,1к) 


5* Вт (40°С) 
5* Вт (40°С) 
























<3* мА (608) 
<3* мА (60 В) 


| (3*) А 
|1 (3*) А 


60* (0,1к) 
60* (0,1к) 


13,5* Вт 
13,5* Вт 


















<25* мА (100 В) 
<50* мА (60 В) 


100* (0,01к) 
60* (0,25к) 


50* Вт (50"С) 
50* Вт (50°С) 
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С, Гкэ нас? Ом 
в, Вы С',„ ГБ нк Ом 
пФ | Кр, дБ 
| 2400* (5В:5А) | — | <0,23 КТ898-1 
>400* (5 В: 5 А) — <0,23 с изолированными выводами 
>1000* (5 В;:5А) — <0,26 — 


>15* (10В;2А) <300 (10 В) ; >20** (10 МГц) 
















>15* (10В;2А) <300 (10 В) >20** (10 МГц) 















15...70* (10 В;2А) 
40...180* (10 В;2 А) 


<180 (30 В) 
<180 (30 В) 


>10** (50 МГц) 
>10** (50 МГц) 














>10* (5 В; 0,25 А) 
>10* (5 В; 0,25 А) 


<12 (28 В) 
<12 (28 В) 


>3** (400 МГц) 
>2,5** (400 МГи) 














>10* (5 В: 0,4 А) 
>10* (5 В; 0,4 А) 


<20 (30 В) 
<20 (30 В) 


>8** (400 МГц) 
>6** (400 МГц) 









8...60* (2 В; 10 А) 
>20* (4В:4А) 


<700 (10 В) 
<700 (10 В) 








МГц 


60* (0,01к) 
60* (0,01к) 
60* (0,01к) 
60* (0,01к) 


2 (4*) А 
4 (8*) А 
2 (4*) А 
4 (8*) А 
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| Рк тах ? Е, ‚Бы, О кво тах ? 
Тип | Струк- РК. т тах ? фь кв тах ? 
прибора тура Рк и тах’ ах О кэо тах} 









30* мА (60 В) 
60* мА (60 В) 
30* мА (60 В) 
60* мА (60 В) 





КТ9101АС п-р-п 














128* Вт >350 <30 мА (50 В) 

КТ9104А п-р-п 10** Вт >600 50 4 1,5 А <10 мА (50 В) 
КТ9104Б п-р-п 23** Вт >600 50 4 БА <20 мА (50 В) 
| 

ВИ 
|КТ9105АС | п-рп | 133* Вт >660 50* (0,01к) 4 6А | <120* мА (50 В) 
| 
| кт9106АС-2 | 21642-5 300 и 2500 12* и 20* 2и2.5 | 60и200 ! <1 мА | 
} 4 два 1 

21996А5 
кт9106БС-2 300 и 2500 12* и 20* 2и2,5 60 и 200 <1 мА 
кт9109А 1120** Вт — 29* А <60 мА (65 В) 
КТ91А <100 мА (100 В) 


200** Вт 120 4 10А | 
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В», в. э 


























20** (500 МГц) 
40** (500 МГц) 
15** (500 МГц) 
>30** (500 МГц) 


<30 (28 В) 
<60 (28 В) 
<35 (28 В) 
<60 (28 В) 


<0,3; >1,7** 
<0,18; >1,75** 
<0,3; >1,2** 
<0,18; >1,5** 









<150 (28 В) 












>5** (0,7 ГГц) 
>20** (0,7 ГГц) 


<20 (28 В) 
<40 (28 В) 







<160* (5 В; 0,1 А) <240 (28 В) >5** >100** (0,5 ГГц) <12 


30...100 (5 В; 0,1 А) 
60...150 (5 В; 0,1 А) 


<140 (50 В) 


<150 (50 В) 





>3,5** (820 МГц) | 2>500** (820 МГц) 











>10* (10В;:5А) >150** (80 МГц) 
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К Ка 
к 
Ех ’ 
МГц 


О кво тах? 
* 











К тах? 
* 

К, т тах? О в тах? 
ъ %*% 

К. н тах? О ко тах ? 


мВт 






















<0.05 (250 В) 
30,05 (150 В) 


300* (10к) 
150* (10к) 


100; 300* 
100; 300* 





| КТ9116 А п-р-п 46* Вт >240 55* (0,01к) 
|КТ9И6Б п-р-п 76,7* Вт >230 55* (0,01к) 


<30 мА (55 В) 
<100 мА (55 В) 





<5 мА (55 В) 
<5 мА (55 В) 
<5 мА (40 В) 
<5 мА (40 В) 






| КТ912А п-р-п 
| КТ912Б п-р-п 


30* Вт (85°С) 
30* Вт (85°С) 









>90 70* (0,01к) 5 20 А <50* мА (70 В) 
>90 70* (0,01к) 5 20 А <50* мА (70 В) 


25А; 40*А 


| КТ9132АС п-р-п 163** Вт — 50 4 11,2 А — 






| КТ91ЗА п-рп | 4,7* Вт (55°С) >900 





0,5 (1*) А <25* мА (55 В) 
| КТ913Б п-р-п 8* Вт (70°С) >900 1 (2*) А <50* мА (55 В) 
1 (2*) А <50* мА (55 В) 





| КТ913В п-р-п 12* Вт >900 


| 
й 





| КТ9120А -п- > 45* (0,1к) 12 (30*) А <0,1 мА (45 В) 





Биполярные кремниевые транзисторы 223 


В», в>.э 


>95 (10 В; 30 мА) <5.5 (30 В) КТ9115 
>95 (10 В: 30 мА) <5,5 (30 В) 107 48 


9^б 


>20* (5 В: 0,5 А) <55 (28 В) >5** (225 МГц) кт9116 
>20* (5 В; 0,5 А) <155 (28 В) >15** (225 МГц) 


< (28 В) 
<10 (28 В) 
<10 (28 В) 
<10 (28 В) 


>1** (1,8 ГГц) 
>1** (1 ГГц) 

>0,8** (1,8 ГГц) 
>0,8** (1 ГГц) 


Уммм 


лм 


и ми м 


10...50* (10 В; 5А) <200 (27 В) <0,12; >10** >70** (30 МГц) 
20...100* (10 В; 5 А) | <200 (27 В) <0,12 >70** (30 МГц) 


>10 (10 В: 10 А) <800 (50 В) >10** >400*+* (30 МГц) 
(30 МГц) 
<0, 1 


>140** (650 МГц) 


>10* (10 В; 0.5 А) <6 (28 В) 
>10* (10 В; 0,5 А) | <12 (28 В) 
>10= (10 В; 0.5 А) <14 (28 В) 


>3** (1 ГГц) 
>5** (1 ГГц) 
>10** (1 ГГц) 


м м м 
У мм 
=) 


>40* (1 В; 4 А) <1900 (10 В) КТ9120 
10,7 
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Г, Е 6» О кво тах ? 


ыы О ков тах? 


о, О кэо тах? 


МГц 


92** Вт 42 <15 мА (42 В) 
46** Вт 42 <7,5 мА (42 В) 
11.5** Вт 42 <2,5 мА (42 В) 
130** Вт 42 <90 мА (42 В) 
| КТ9125АС 60* Вт (40°С) 55* (10 Ом) <60* мА (55 В) 
| 
| КТ9126А 330* Вт (50°С) 100* (0,01к) <200* мА (100В) 
1151** Вт 65 3 

65 3 
КТ9128АС п-р-п 180* Вт (50°С) 50* (10 Ом) 


В по | | 
| КТ91ЗЗА ||| 130* Вт 55* (0,01ю) | 6А <200* мА (55 В) 














<60* мА (65 В) 


224** Вт <30* мА (65 В) 










<100* мА (50 В) 


<1| мкА (250 В) 
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Я 
| С, 
| В, Вэ С.,, Корпус 
пФ 
| 
— — — КТ9121 


(2,3...2,7 ГГц) 
>17** 
(2,3...2,7 ГГц) 
>4** 
(2,3...2,7 ГГц) 
>50** 
(2.3...2,7 ГГц) 








<110* (5 В; 0,5 А) <70 (28 В) | >6** (500 МГц) >50** (500 МГц) 
















>10* (10 В; 5А) <500 (50 В) 





>13**; <0,05 >500** (1,5 МГц) 








>550** 

(1.025...1,15 ГГц) 
>250*+ 

(1.025...1,15 ГГц) 










<100* (5 В; 0,5 А) <430 (28 В) | 7** (175 МГц) >200** (175 МГц) 








10...45 (9 В; 20 мА) <6 (10В) 


| _ 


15 зак. 9 


>30** (225 МГц) 
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Тип Струк- 
прибора тура 


КТ9136АС 


| 
КТ914А 7* Вт 


| КТ9141А п-р-п 3* Вт 
| 
| 
| 
| 


| КТ9141А-1 


том п-р-п 72* Вт 55 
| 
| 
| 
| 


КТ914ЗА р-п-р 3* Вт 
КТ9143Б р-п-р 3* Вт 
| кт9143В | рап-р | 3* Вт 














2600** Вт 


2100** Вт 









КБО тах* 
* 
КЭВ тах? 





<120 мА (50 В) 





71* А <120 мА (50 В) 





<140 мА (60 В) 


| _ _ 
>1 ГГц 120 3 300 <100 (120 В) 


<0,1 (120 В) 


<100 мА (55 В) 












>1500 100 (300*) <1* мА (50 В) 
>1500 100 (300*) <1* мА (50 В) 
>1000 100 (300*) | <1* мА (50 В) 
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В», в>> 


>1000** КТ9134 
(1.4.1.6 ГГц) | 
>800** 
| 


| 
| 
| 
(1.4.1.6 ГГц) 
| 
| 
| 
| 
| 
| 









КТ9136 
| 


> < 
< а 
58 


‚ <260 (45 В) | >7** (500 МГц) | >500** (500 МГц) 


10...60* (5 В; 0,25 А) <12 (28 В) <12 >2,5** (400 МГц) <20 





15...45* (5 В: 50 мА) <2,5 (10 В) 


15...45* (5 В: 50 мА) <9,5 (10В) 








>10 (5 В; 0,5 А) <70 (28 В) >6** 50** (860 МГц) — 








>20* (5 В; 50 мА) 
20...60* (5 В; 50 мА) 
>20* (5 В; 50 мА) 


<3 (10 В) 
<3 (10 В) 
<4 (10 В) 
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| Рк тах 7 Г, ‚а , О кво тах? Г. пах кво ' 
| Тип Струк- К. т тах? 2157 О ков тах 7 | Ч во тах ? и у Тв , 
| прибора тура р “" - В ‚и так г 
р 


К. н тах? пах ? КЭО тах? | 


МГц 
5* Вт | >30 | 500 


мВт мкА 








| КТ9144А-5 
КТ9145А-5 


1 (500 В) 
1 (500 В) 


50 (100*) 
50 (100*) 


< 
< 


| 
| 
| 
| р-п-р 
| 5* Вт >50 


п-р-п 





















|КТ9144А-9 
|КТ9145А-9 


0,3 Вт: 1* Вт 
0,3 Вт: 1* Вт 


50 (100*) 
50 (100+) 


380** Вт — 50 3 19* А <50 мА (50 В) 
| 
260** Вт 50 3 13* А <33 мА (50 В) 
65*+* Вт 50 3 3.3* А <8 мА (50 В) 
| 
|КТ9147АС п-р-п 233** Вт 50* (10 Ом) 4 29 А — 


КТ9150А п-р-п 50* Вт — 40* (10 Ом) <25* мА (40 В) 


>230 <150* мА (55 В) 





| КТ9152А п-р-п 246* Вт <200 мА (55 В) 
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* 
В, Е 


| >20* (10 В; 10 мА) — <100 
20...150 (10 В: 10 мА) — <100 


...150 (10 В; 10 мА) <60 — - — 
...150 (10 В; 10 мА) <100 — — 


—_ | — >6** >200** (1,55 ГГц) — | 


Корпус | 






КТ9144-5, КТ9145-5 
0,5 0,3 
















>130** (1,55 ГГц) 
>35** (1,55 ГГц) 


| | — | а 


>10* (5 В: 0,5 А) <42 (25 В) |>8,5** (860 МГц) >8** (860 МГц) 


>10* (5 В; 0.5 А) | <350 (28 В) | >7** (230 МГц) | >200** (230 МГц) — КТ9151, КТ9152 


23 
: 114 114 
>10* (5 В; 0,5 А) <100 (28 В) | >6** (860 МГц) >100** (860 МГц) — | Е 8 
Э 
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Т Рк тах ? р ль, О кво тах ? 
ип К. т тах? нь, О ков тах? 
прибора К, и тах’ ах, О къ тах! 








мВт 





50* (10 Ом) 


50* (10 Ом) 10 А <60* мА (50 В) 
| 

50 4А <25* мА (50 В) 

50 - 15 А <95* мА (50 В) 


<25* мА (50 В) 


КТ9153ЗАС 











КТ91535С | прп 








181* Вт 





50* (10 Ом) 4А <60** мА (50 В) 


КТ9156 АС п-р-п 50** Вт 





КТ9156БС <60* мА (50 В) 






© 
[52 
и-< 
„> 


<10 (30 В) 





1,2 Вт: 10* Вт 5 (10*) А 





<200* мА (140 В) 
<200* мА (140 В) 
<200* мА (140 В) 


465* Вт (50°С) 
465* Вт (50°С) 
465* Вт (50°С) 


140* (10 Ом) 30 А 
140* (10 Ом) 30 А 
140* (10 Ом) 30 А 
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1 
, С, Го нас» Ом 
| в, „, Вы С. , ГБЭ, нас Ом Корпус 
пФ К, о., дБ 
— — >7,8** >15** (390...640 МГц) КТ9153 | 
| | 
>10* (5 В: 05 А) | <66 (28 В) >7** >50** 









(615...840 МГц) 


















<35 (28 В) 
<35 (28 В) 


>6,5** (860 МГц) 
>6** (860 МГц) 


>15** (860 МГц) 
>50** (860 МГц) 


>10* (5 В: 0,5 А) 
>10* (5 В; 0,5 А) 


>10* (5 В; 0,5 А) <35 (28 В) | >5** (860 МГц) | >100** (860 МГц) 


зарин» срибичию фаны с котеиниуеинтчичиь 
—= 


— — >7** >15** (0,65...1 ГГи) — 


.. 
—— 
.—= +. 


>10* (5 В: 05А) | <66 (28 В) | >6** (1 ГГи) >50** (1 ГГц) | — 
| | 





© 11,4 


140...450* (1 В; 0,5 А) КТ9157 





20...50* (10 В; 30 А) <700 (60 В) | >15** (1,5 МГц) | >700** (1,5 МГц) — 


| 
| 
| 
| 
10...30* (10 В; 30 А) <700 (60 В) | >15** (1,5 МГц) | 2>700** (1,5 МГц) — Кт9160 
40...90* (10 В; 30 А) <700 (60 В) | >15** (1,5 МГц) | >700** (1,5 МГц) — 
| 
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| | | К тах Е, ‚Вань О кво пах" | | КБО» 
Тип | Струк- К. ттах" ‚2 Ок пах во тах» ля | Тек, 
| прибора | тура | Рк. и мах? пах ? О кэо тах? | В А То, 
| | мВт | МГц | м | мкА 
|КТ9161АС | п-ры | 700* Вт — 60 4 25А | <280мА (60 В) 
| | 
| ВИ 
| 
| 
|КТ9164А п-р-п — | _ — _ | — — 
| | | | 
| 
| | 
| | 
| 
| | 
КТ9166А 45 — 15 А — 
| 
| 
| 
| 
| | 
КТ916А | п-р-п | 30* Вт >1100 55* (0,01к) 3,5 2 (4*) А | <25* мА (55 В) 
| КТ916Б Го пер-а | 30* Вт >900 55 3,5 2 (4) А | <540* мА (55 В) 
| 


КТ9176А 


| 
О 


| КТ9177А п-р-п 





55* (10 Ом) 


55* (10 Ом) 


10* Вт >90 40 


3 (7*) А 


3 (7*) А 


<250* мА (55 В) 


<150* мА (55 В) 


<1 (30В) 





<1 (30В) 


свет: 
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С, Гкэ нас? Ом 
В, В. > С, Гьэ. нас? Ом Корпус 
| пФ к, у.р.? дБ 
>20* (5 В: 0,5 А) — >7** (500 МГц) | >500** (500 МГц) КТ9161 


>6** (1090 МГи) | >300** (1090 МГц) 











>50* (1 В: 4А) КТ9166 


10,55 














35* (5 В; 0,25 А) 
35* (5 В: 0.25 А) 


>20* (5 В: 0,5 А) <230 (28 В) 
>4** (230 МГц) 


<20 (30 В) 
<20 (30 В) 


>20** (1 ГГц) 
>16** (1 ГГц) 










>10** (230 МГц) | 2>50** (225 МГц) 





>300** (230 МГц) 











60...400* (2 В: ТА) 45 (10В) КТ9176, КТ9177 


60...400* (2 В; ТА) 


234 Раздел 2. Биполярные транзисторы 






















р, ‚ро ’ 
215 


нх ' 
МГц 








К тах * 
® 







Тип Струк- 


тура 


К, т тах! 
прибора К. и тах! 


мВт 































Вт; 12,5*Вт ЗА (7* А) <] (30 В) 
12,5*Вт ЗА (7* А) <1 (60 В) 
12,5*Вт ЗА (7*А) <! (80 В) 
12,5*Вт ЗА (7* А) <1 (100 В) 







ЗА (7* А) 
ЗА (7* А) 
| ЗА (7*А) 
| ЗА (7* А) 






















‚ КТ918А-2 
| КТ918Б-2 


<2 мА (30 В) 
<2 мА (30 В) 





| КТ9182А п-р-п 300* Вт 55* (10 Ом) 3 24^ | 53200мА (55 В) 
| | 
| 
|КТ9186А п-р-п 100; 60* — ГА — 
| КТ9186Б п-р-п 80; 60* — 1] А — 
|кт9186 В п-р-п 50; 40* — ГА — 
кт9186Г п-р-п 40* — ГА — 
кт9186Д п-р-п 40* — | ГА | — 


| | 


| КТ9189А-2 
| КТ9189Б-2 
| КТ9189В-2 


















0,7 (1,5*) А <10 мА (45 В) 
0,35 (0.7*) А <5 мА (45 В) 
0,2 (0,4*) А <2 мА (45 В) 






0,7 (1,5*) А <10 мА (45 В) 
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Вх, В. фи» НС Корпус 


60...400* (2 В; ТА) 

' 50...250* (1 В: 0,15 А) 
| 50...250* (1 В; 0.15 А) 
| 50...250* (1 В; 0,15 А) 


— КТ9180, КТ9181 


| 60...400* (2 В; ТА) 

| 50...250* (1 В; 0.15 А) 

| 50...250* (1 В; 0.15 А) 
50...250* (1 В; 0,15 А) 





— | <4,2 (15 В) >2** >0,25** (3 ГГц) <15 
— <4,2 (15 В) >2** >0,5** (3 ГГц) <4 


| >3** (860 МГц) | >150** (860 МГи) — 












КТ9186 
93,4 













12** (470 МГц) 
10** (470 МГц) 
6** (470 МГц) 


0.5** (175 МГц) 
2** (175 МГц) 
5** (175 МГц) 


КТ9189 


|. 4 вывода 








<10 (28 В) — >3,5** (2 ГГц) 
<6,5 (28 В) — >1,6** (2 ГГц) 
<5 (28 В) — >0,8** (2 ГГц) 


<12 (28 В) — >3** (2 ГГц) 
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Рх тах? в, Ее, О кво тах ? 


К, т тах? нь, О ков тах ? 


Р;. и тах? ых ' О као тах ? 


мВт МГц 





КТ9190А-4 | прп 40** Вт 720 — 
| 

| 

|КТ9192А-2 п-р-п 2** Вт 1200 — — 0,5 А — 
|КТ9192Б-2 п-р-п 5** Вт 1200 — — 1,6 А — 
| КТ919ЗА п-р-п 23** Вт 1000 — — 4А — 
|КТ9193Б п-р-п 40** Вт 1000 — — 8А — 
| 


22 === 


—ы—ы=-—--—— 
ии тит пимоситньтиииинажииии с = ча 
О—ы=—-——-—— 
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| . С, Г нас? Ом 
| В»,, Вэ С. ГБ нас, Ом 
| пФ Кр, дБ 
— | 65 20** (470 МГц) КТ9190А 


20** (470 МГц) 


6** (900 МГц) 0,5** (900 МГц) 
5** (900 МГи) 2** (900 МГц) 






10** (900 МГц) 
20** (900 МГц) 
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К тах? 
® 


| Тип 


Струк- К, т тах? 
прибора | тура | Р‚ и мах ? 

| | | мВт 
|КТ9193А-4 | при | 23** Вт 
КТ9193Б-4 п-р-п 40** Вт 








КТ920А п-р-п 5* Вт (50°С) 

КТ920Б п-р-п 10* Вт (50°С) 
Кт920В п-р-п 25* Вт (50°С) 
кт920Г п-р-п 25* Вт (50°С) 
| 

| | | 

КТ921А п-р-п 12,5* Вт (75°С) 
| КТ921Б п-р-п | 12,5* Вт (75°С) 
КТ922А п-р-п 8* Вт (40°С) 

|КТ922Б п-р-п 20* Вт (40°С) 
| КТ922В п-р-п 40* Вт (40°С) 
| КТ922Г п-р-п 20* Вт (40°С) 
| КТ922Д п-р-п 40* Вт (40°С) 
| 

КТ925А 5,5* Вт (40°С) 
КТ925Б 11* Вт (40°С) 
КТ925В 25* Вт (40°С) 
КТ925Г 25* Вт (40°С) 
КТ926А п-р-п 50* Вт (50°С) 
КТ926Б п-р-п 50* Вт (50°С) 
| 

|КТ927А 83,3* Вт (75°С) 
КТ927Б 83,3* Вт (75°С) 
КТ927В 83,3* Вт (75°С) 


г, 6 
+ 
1217 
$06 
пах ? 


МГц 


1000 
1000 


2400 
>400 
2400 
>350 












О кво тах? 
® 


О ков тлах ? 


О кэо тах 


65* (0.1к) 
65* (0,1к) 


65* (0,1к) 
65* (0,1к) 
65* (0,1к) 
65* (0,1к) 
65* (0,1к) 


36* (0,1к) 
36* (0,1к) 
36* (0,1к) 
36* (0,1к) 


150* (0,01к) 
150* (0.01к) 


70* (0И) 
70* (0И) 
70* (0и) 





эры -Рь 5 
















5 


0,25 (1*) А 
1 (2*) А 
3 (7*) А 
3 (7*) А 


0,8 (1,5*) А 
1.5 (4,5*) А 


3 (9*) А 


1,5 (4,5*) А 


‚3 (9*) А 


0,5 (1*) А 
| (3*) А 


3,3 (8,5*) А 
3,3 (8,5*) А 


15 (25*) А 
15 (25*) А 


10 (30*) А 
10 (30*) А 
10 (30*) А 



























<2* мА (36 В) 
<4* мА (36 В) 
<7,5* мА (36 В) | 

<7,5* (36 В) | 





<10* мА (70 В) 
<10* мА (70 В) 






<5* мА (65 В) 
<20* мА (65 В) 
<40* мА (65 В) 
<20* мА (65 В) 
<40* мА (65 В) 










<7 мА (36 В) 
<12 мА (36 В) 
<30 мА (36 В) 
<30 мА (36 В) 







<25* мА (150 В) | 
<25* мА (150 В) | 


<40* мА (70 В) 
<40* мА (70 В) 
<40* мА (70 В) 
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в,» ре 





— — 4 (900 МГц) 10** (900 МГц) — КТ9193-4 
— — — 20** (900 МГц) — 82 








залили ыи-ча: ГРА -51 


——— д ——А-—————д—жщ———дААд—_о_одо————.— = .-...—— 


— <15 (10В) >7** >2** (175 МГц) <20 | 
— | <25 (10 В) >4.5** >5** (175 МГц) <20 [ 
— | <75 (10В) >3** >20** (175 МГц) <20 
— | 75 (10 В) >3** >15** (175 МГц) <20 
| 
| 
| 
>10* (10 В; ТА) <50 (20 В) <1,8; >8** >12,5** (60 МГц) <22: <300* КТ921 
>10* (10 В: ГА) <50 (20 В) <1,8; >5** >12,5** (60 МГц) <29; <300* 
| 
| 
| 
| 
| 


еда щьныь. 2 поить мощь ко © ноты со чь пои о ше чье 











>5** (175 МГц) 
>20** (175 МГц) 
>40** (175 МГц) 
>17** (175 МГц) 
>35** (175 МГц) 


<15 (28 В) | 
<35 (28 В) 
<65 (28 В) 
<35 (28 В) 
<65 (28 В) 
















>8* (5 В: 0,2 А) <15 (12,6 В) >6,3** 2** (320 МГц) 
— <30 (12,6 В) >5** 5** (320 МГц) 
>17* (5 В; 0.2 А) <60 (12,6 В) >3** 20** (320 МГи) 
— | <60 (12,6 В) >2,5** 15** (320 МГц) 
| 1 
10...60* (7 В:15А) | — | <0,17 
10...60* (5 В:5А) ! — | <0.25 
| | 
>15* (6 В: 5А) <190 (28 В) | <0.07: >13.4** >75* (20 МГц) — 
<190 (28 В) | 50.07; >13,4** >75** (20 МГц) — 


>75** (20 МГц) — 


>25* (6 В: 5 А) 
>40* (6 В:5А) 


<190 (28 В) | <0.07; >13,4** 
| 


! 
О 
‚ 
| 
| 
| 
! 
1 
! 
! 
} 
+ 
1 








|-- 
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Р; тах ? г, 6 кво тах? 
Тип Струк- Р‚ т тах? нь ков тах? Ч во тах? 
прибора тура РК итак, ок к 
мВт . МГц 
КТ928А п-р-п 0,5 Вт; 2* Вт >250 60 5 0.8 (1,2*) А <5 (60 В) 
КТ928Б п-р-п 0,5 Вт; 2* Вт >250 60 5 0,8 (1,2*) А <5 (60 В) 
0,8 (1.2*) А <! (60В) 


| КТ928 В п-р-п 0,5 Вт; 2* Вт >250 75 о 






















КТ929А п-р-п 6* Вт (40°С) 0.8 (1,5*) А <5* мА (308) | 
КТ9ЗоА | п-р-п 75* Вт (40°С) >450 50* (0,1к) <20* мА (50 В) 
кт9зоБ | п-рп | 120* Вт (40°С) >600 50* (0,1к) <100* мА (50 В) 

! | 
| | | 
КТ9З1А | п-р-п 150** Вт (40°С) 60* (0,01к) 4 15 А <30* мА (60 В) | 










КТ9З2А р-р 20* Вт (50°С) <1,5* мА (80 В) | 
|КТ9З2Б р-п-р 20* Вт (50°С) <1,5* мА (60 В) | 
| КТ9З2В р-п-р 20* Вт (50°С) <1,5* мА (40 В) | 


КТЭЗЗА  р-п-р 
|КТ9ЗЗБ р-п-р 





5* Вт (50°С) 
5* Вт (50°С) 



























КТ9ЗАА п-р-п 7,5* Вт >500 60* (0,01к) 4 мА (60 В) 

| КТ934Б п-р-п 15* Вт 2500 60* (0,01к) 4 1 А <15* мА (60 В) 

| КТ9З4АВ п-р-п 30* Вт >500 60* (0,01к) 4 2 А <30* мА (60 В) | 

кКтэзАГ п-р-п 15* Вт >450 60* (0,01к) 4 1 А <15* мА (60 В) |1 

КТЭЗаД п-р-п 30* Вт >450 60* (0,01к) 4 мА (60 В) | 
| 






мА (80 В) 





60* Вт (50°С) 80* (0,01к) 20 (30*) А 


28* Вт (75°С) 
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С, ГКЭ нас’ Ом К, дБ Тк» ПС 
в>„ в. э С! ГБ нас, Ом г. Ом ся НС Корпус 

пФ К, дБ р", Вт +" кл» НС | 
| у.Р вых выкл | | 
й ‘ 
| 20...100* (5 В: 150 мА) | <12 (10 В) | <3,3 <250* 
| 50...200* (5 В; 150 мА) | <12 (10 В) <3,3 <250* 
| 100...300* (5 В; 150 мА) | <12 (10 В) <3,3 <250* 
>25* (5 В; 0,7 А) <20 (8 В) >8** >2** (175 МГц) <25 
| 
| 








40* (5 В; 0,5 А) <80 (28 В) >5** 
50* (5 В; 0.5 А) <170 (28 В) >3,5** 


>40** (400 МГц) 
>75** (400 МГь) 







25* (5 В; 0,5 А) <240 (28 В) >80** (175 МГц) 





0,18; >3,5** 





>15* (3 В; 1,5 А) <300 (20 В) < 
>30* (3 В; 1.5 А) <300 (20 В) <| 
| >40* (3 В: 1.5 А) <300 (20 В) < 




















>15* (3 В; 0,4 А) 
>30* (3 В; 0,4 А) 


<70 (20 В) 
<70 (20 В) 




















50* (5 В; 0,1 А) <9 (28 В) 





2; 





>6** >3** (400 МГц) 
















| 50* (5 В: 0,15 А) <16 (28 В) |; >4** >12** (400 МГц) 
| 50* (5 В; 0,25 А) <32 (28 В) 0,5; >3** >25** (400 МГи) 
— <16 (28 В) >3,3** >10** (400 МГц) 
— <32 (28 В) >2,4** >20** (400 МГи) 





| 
| 20...100* (4 В; 15 А) <800 (10 В) <0,066 — <700** КТ93З5 


—_ |. 





16 зак 9 
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| прибора 





Кт937А-2 
|КТ9З7Б-2 
| 


| 
| 






КТ9З8ЗА-2 
КТ938Б-2 





| 


КТЭЗЭА 


КТ9З9Б 
| 
| 


КТ940А 
КТ940Б 
КТ940в 


КТ940А1 
КТ94051 
КТ9408В1 


КТ940А-5 
КТ940Б-5 
КТ9408В-5 
КТ940АЭ 
КТ940Б9 


п-р-п 
п-р-п 


п-р-п 
п-р-п 


п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 


п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 


п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 


п-р-п 
п-р-п 


К тах? 
* 


Рк т тах? 
| *. 
Рк. и тах? 


мВт 


| 83,3* Вт (75°С) 


3,6* Вт 
7,4* Вт 


4* Вт 
4* Вт 


1,2 (10*) Вт 
1,2 (10*) Вт 
1,2 (10*) Вт 







500, 10* Вт 
500, 10* Вт 
500, 10* Вт 


10* Вт 
10* Вт 
10* Вт 


1200 
1200 


Ка 


215} 


аа 
|0 ’ 


МГц 


6500 
6500 











О кво тах? 


О ов пах 7 


КЭО тах? 


В 
60 


25 
25 


28 
28 


30* (0,01к) 
30* (0,01к) 


300* (10к) 
250* (10к) 
160* (10к) 


300 
250 
160 


300 
250 


3.5 


2.5 
2.5 


2,5 
2,5 


3,5 
3.5 


250 
450 


180 
180 


400 
400 


0,1 (0,3*) А 
0,1 (0,3*) А 
0,1 (0.3*) А 


100; 300* 
100: 300* 
100; 300* 


100 (300*) 
100 (300*) 
100 (300*) 


100 
100 




























<0,05 мА (2508) 
<0,05 мА (200 В) 
<0.05 мА (100 В) 





<30* мА (60 В) 


<2 мА (25 В) 
<5 МА (25 В) 


<1| мА (28 В) 
<| мА (28 В) 


<2 мА (30 В) 
<2 мА (30 В) 












<0,05 (250 В) 
<0,05 (200 В) 
<0,05 (100 В) 





<50 мА (250 В) 
<50 мА (200 В) 
<50 мА (100 В) 
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1 1 | 
| С, | ГКЭ нас’ Ом | К, дБ Т`, ПС | р 
и Вэ С» ГБЭ, нас" Ом г Ом | Я с нс | Корпус 
р пФ Кр, ДБ р", Вт | Ел» НС | 





КТ936Б 









} 
| 
| 
>6* (ЗВ; ОА) — | — 


— <5,5 (20 В) — >1,6** (5 ГГц) 0,78 
— <7,5 (20 В) — >3,2** (5 ГГц) 0.6 












<4 (20 В) 
<4,5 (20 В) 


>1** (5 ГГц) 
>1** (5 ГГц) 





40...200* (12 В: 0.2 А) | <5.5 (12 В) 












| 
20...200 (12 В: 0.2 А} | <6 (12 В) | 
Я 
| | | 
| 2>25* (10 В;30мА) | 4.2 (30 В) <33 — — 
>25* (10 В; 40 мА) 4,2 (30 В) <33 — — 
>25* (10 В; 30 мА) 4,2 (30 В) <33 — — 
| | 
| , | 
| >25 (10 В; 30 мА) | 54,2 (30 В) <3,3 — _ | | 
| >25 (10 В: 30 мА) | <4.2 (30 В) | <3.3 — — 
>25 (10 В; 30 мА) | <4.2 (30 В) | <3,3 — | — | 
| 
>25* (10 В; 30 мА) — КТ940-5 
>25* (10 В; 30 мА) — 0,8 0,45 
>25* (10 В; 30 мА) — 
>25 (10 В: 30 мА) <4,2 (30 В) <3,3 — — 
>25 (10 В: 30 мА) <4,2 (30 В) <3,3 — | — | 





16* 


244 





Е 


Тип 


прибора 


| 
| КТ942в 
| 
| 
| 


"ктоаал 


КТ945А 
| КТ945Б 
| КТ945В 


| КТ945Г 


КТ948А 
|КТ948Б 


ЕЛЕРТЕРЕ: Зы5Е ЗЕЕ +2 


Струк- 
тура 


п-р-п 


п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 


п-р-п 


п-р-п 


п-р-п 
п-р-п 


‚ п-р-п 


п-р-п 
п-р-п 





К тах? 

* 

К. т тах? 
*я= 


К. и тах’ 


мВт 


25* Вт 


25* Вт 
25* Вт 
25* Вт 
25* Вт 
25* Вт 


55* Вт (90°С) 


50* Вт (50°С) 
50* Вт (50°С) 
50* Вт (50°С) 
50* Вт (50°С) 





200* Вт (50°С) 


40* Вт 
20* Вт 


Г, ‚а ’ 


215 


пах # 


МГц 
>1950 


>30 
>30 
>30 
>30 
>30 


>105 


>50 
>50 
>50 
>50 


2720 


21950 
>1950 


О кво тах ? 
о 


КЭВ тах ? 
О кэо тах ? 


45 


100* (0,01к) 


150* (10 Ом) 
150* (10 Ом) 
150* (10 Ом) 
150* (10 Ом) 


50 


100* (0,01к) 


45 
45 


= --- 


лили 


лил 


3,5 


| 12.5 (20*) А 


| 


1,5 (3*) А 


2 (6*) А 
2 (6*) А 
2 (6*) А 
2 (6+) А 
2 (6*) А 


15 (25*) А 
15 (25*) А 
10 (25*) А 
15 (25*) А 


2,5 (5*) А 


20 (50*) А 


2,5 (5*) А 


1.25 (2.5*) А 
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<20 мА (45 В) 


<0,1 мА (45 В) 
<0.1 мА (60 В) 
<0,1 мА (100 В) 
<| мА (100 В) 
<| мА (100 В) 


<80* мА (100 В) 


<25* мА (150 В) 
<25* мА (150 В) 
<25* мА (150 В) 
<25* мА (150 В) 


<50 мА (50 В) 


<100* мА (100 В) 


<35 мА (45 В) 
<15 мА (45 В) 


$2 - лы 
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В» ,, Вэ 


40...200* (2 В; 0,15 А) 
40...160* (2 В; 0,15 А) 
40...120* (2 В; 0,15 А) 
20...60* (2 В; 0,15 А) 
30...100* (2 В; 0,15 А) 


10...80* (5 В; 10А) 


10...60* (7 В: 15БА) 
10...60 (7 В; 15 А) 
10...60 (7 В; 10А) 
12...60 (7 В; 15А) 


10...80* (5 В: 20А) 


<25 (28 В) 


<350 (28 В) 


<200 (30 В) 
<200 (30 В) 
<200 (30 В) 
<200 (30 В) 


<50 (10 В) 


<850 (27 В) 


<30 (28 В) 
<17 (28 В) 


>2,5** 


<0,6 
<0,6 
<0,6 
<1,2 
<1,2 


<0,25; >10** 


>4** 


>10** 


>6,5** 
>6,5** 


>8** (2 ГГц) 


>100** (30 МГц) 





>27** (1 МГц) 


>250** (1,5 МГц) | 


>15** (2 ГГц) 
>8** (2 ГГц) 


мимиимим 


1.1* мкс 
1.1* мкс 


‚1* мкс 
‚1* мкс 








Е 96,2 


р т -— 


5 пттах 
28 


22,5 
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Рк тах ? , ‚Вано кво тах ' 
Тип Струк- Рк, т мах ' | э’ О ков тах ' О 5во тах 
прибора тура Рк. н мах? | ы Ч кэо тах В 
мВт МГц В 
КТ955А п-р-п 20* Вт (100°С) >100 70* (0,01к) 4 6дА <10 мА (60 В) 









70** Вт (100°С) <80* мА (100 В) 





КТ956А 
КТ957А п 


-р-п 100** Вт (100°С) 
КТ958А п-р-п 85** Вт (40°С) >300 
-р-п 


<100* мА (60 В) 


<25* мА (36 В) 






п 








70** Вт (40°С) 36* (0,01к) <20* мА (36 В) 































КТ961А п-р-п | (12,5*) Вт 100* (1к) ` 5 1,5 (2*) А <10 (60 В) 
КТ961Б п-р-п | (12,5*) Вт 80* (1к) 5 1,5 (2*) А <10 (60 В) 
кт961в п-р-п | (12,5*) Вт 60* (1к) 5 1,5 (2*) А <10 (60 В) 

| (12,5*) Вт 40* (1к) 5 2 (3*) А <10 (60 В) 
КТ961А! п-р-п 500 >50 100 5 1000 <10 (60 В) 
кт961ы п-р-п 500 >50 80 5 1000 <10 (60 В) 
кт961В1 п-р-п 500 >50 60 5 1000 <10 (60 В) 





| 
кт961Г | п-р-п 


сл 


| 
| 
17** Вт (40°С) >750 50 4 1,5 А <20 мА (50 В) 
| 


‚ 27** Вт (40°С) >750 50 4 2,5 А <20 мА (50 В) 
КТ96ЗА-2 п-р-п 1.1* Вт 18 210 <1 мА (18 В) 
|Т968Б-2 | п-р-п 1,1* Вт 18 185 — <1 мА (18 В) 
| 


66** Вт (40°С) >600 50 4 4А <30 мА (50 В) 
18 210 <| мА (18 В) 


1,1* Вт 
1,1* Вт 18 185 <] мА (18 В) 


ЗА 
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В>,,, в > 












10...80* (5 В: ТА) <75 (28 В) 





>20** >20** (30 МГц) 











| 10..80* (5 ВТА) | <400 (28 В) | >20** | >100** (30 МГи) 
10...80* (5 В;5А) | <600 (28 В) >17** >125** (30 МГц) 


>10* (8 В; 0,5 А) <180 (12 В) 0,16; >4** >40** (175 МГц) 





— <120 (12 В) 0,16: >2.5** >40** (400 МГц) 








40...100* (2 В; 0,15 А) 
63...160* (2 В; 0.15 А) 
100...250* (2 В: 0.15 А) 
20...500* (2 В; 0,15 А) 











: 40...100 (2 В: 0.15 А) | 545 

| 63...160 (2 В: 0.15 А) <45 

| 100...250 (2 В; 0,15 А) <45 
— <20 (28 В) >4** >10** (1 ГГц) <15 
— <35 (28 В) >3,5** >20** (1 ГГц) <14 
— <50 (28 В) >3** >40** (1 ГГц) <11 





.5 (5 В) >3** (10 ГГц) >0,8** (10 ГГц) — 
5 (5 В) >3** (10 ГГц) >0,5** (10 ГГи) 





>3** (10 ГГц) >0,8** (10 ГГи) — КТ963-5 
>3** (10 ГГц) >0,8** (10 ГГц) — 0.45 0.08 


Г 


0,45 
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АОИИИИИИИИИИИИИТИИИИИТИИИИИИТИИИКО ПИЧИИИИЧИЯТИЧИТИИИИНИЯ МООИ ОООООСООЯЯСИИ СООО ОСОООООТОКУ ЛОСОСЯ ОИОИИИОЯОСИИВ ООО СОСТОЯ УИ 
| | Ра, Г Ваю ОКБ так кн | иво, 
| Тип | Струк- | Рк. т тах 7 фр», ков пах 7 Ч во пах }? Г. и пах | ков, 
| прибора | тура | Р‚ и тах? т х ’ О кэо тах 7 В | А | То, 
| мВт МГц | В | м мкА 
| | 
КТ965А п-р-п 32* Вт >100 36* (0,01к) 4 4А <10* мА (36 В) | 
| 
| | 
| КТ966бА | п-р-п 64* Вт >100 36* (0.01к) 4 8А | <23* мА (36 В) | 
| | 
| | | 
| | | | | 
| | 
КТ967А п-р-п 100** Вт >180 36* (0,01к) | 4 15 А <20* мА (36 В) 
| 
| | | 
| | | | 
| | | | 
| | | | | | 
| Е 
| т 
| КТ96ЭА | п-р-п | | (6*) Вт >60 300 | 5 | 10(200%) | <0.05420В) | 
| 
| | 
КТ969А! п-р-п >6,1* Вт >60 <0.05 (200 В) 
| 
| | 
| 
КТ969А-5 6* Вт >60 100 (200*) <50 мА (200 В) 













| 100* мА (50 В) 
А | 560* мА (50 В) 


170** Вт 
200** Вт 


50* (0.01к) 
50* (0,01к) 





|КТ972А п-р-п 8* Вт >200 60* (1к) 5 4* А <1* мА (60 В) 
|КТ972Б п-р-п 8* Вт >200 45* (1к) 5 4* А <1* мА (45 В) | 
КТ972В п-р-п 8* Вт >200 60* (1к) 5 2А <1* мА (60 В) | 
КТ972Г п-р-п | 8* Вт >200 60* (1к) 5 2А <1* мА (60 В) 


| 
| 
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К ‚‚ дБ 
г. Ом 
Р”, В 


вых 7? 





п», п 








т 
10...60* (5 В; ТА) <100 (12,6 В) >20** (30 МГц) 









<250 (12,6 В) >40** (30 МГц) 


10...100* (5 В: 5А) <500 (12,6 В) 
| 50...250* (10 В; 15 мА) | <1,8 (30 В) 


50...250 (10 В: 15 мА) <1,8 (30 В) 
>50* (10 В; 15 мА) —_ <70 


180 (28 В) 
<330 (28 В) 


















>100** (400 МГц) 
<150** (175 МГц) 








>750* (ЗВ; ТА) 
>750* (ЗВ; ТА) 
750...5000 (3 В; 1 А) 
750...5000 (3 В; ТА) 
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Е, ’ ов, 
21э' 
о 


Ч х ’ 
МГц 





КБО тах? 


Тип Струк- 
прибора тура 





сес 


КЭВ тах ' 


КЭО тах? 


В 
























|КТ97ЗА р-п-р 8* Вт >200 60* (1к) <1* мА (60 В) 
| КТ973Б | р-п-р 8* Вт >200 45* (1к) <1* мА (45 В) 
КТ973звВ р-п-р 8* Вт >200 60* (1к) <|* мА (60 В) 
КТ973Г р-п-р | 8* Вт >200 60* (1к) <1* мА (60 В) 
| | 
| 
| Кт976А п-р-п 75** Вт (40°С) >750 50 4 6 <60 мА (50 В) 
| | 
| 
| | | 
|КТ977А 200** Вт (85°С) >600 50 3 <25 мА (50 В) 





кт979А | прп | 75* Вт — 50 35 | 54;10*А | 3100 мА (50 В) 
| | 
| 
| 
| КТ98ОА п-р-п 300* Вт >150 100* (0,01к) 4 15 А <100 мА (100 В) 
|Кт980Б п-р-п 300* Вт >150 100* (0,01к) 4 15 А <100 мА (100 В) 





<50* мА (36 В) 











36* (0.01к) 












| КТ98ЗА п-р-п 8,7* Вт 40* (0,01к) <5* мА (40 В) 
| КТ98ЗБ п-р-п 13* Вт 40* (0,01к) <8* мА (40 В) | 
КТ98ЗВ п-р-п 22,5* Вт 40* (0,01к) <18* мА (40 В) | 








Биполярные кремниевые транзисторы 


В, э’ Вэ 


>750* (ЗВ; ТА) 

>750* (ЗВ; ТА) 
750...5000 (3 В; ТА) 
750...5000 (ЗВ: ТА) 


>15* (10В:5А) 
>10 (10В:5А) 


10...90* (5 В; 5 А) 


>20* (5 В; 0.5 А) 
>10* (5 В; 0,5 А) 
>10* (5 В; 0,5 А) 


<70 (28 В) 


<450 (50 В) 
<450 (50 В) 


| 
|< 


400 (12,6 В) 


<8 (28 В) 
<12 (28 В) 
<24 (28 В) 


>о** 


>6** 


>25** (30 МГц) 
>5** (80 МГц) 


>05 ** 


>4** 
>3,6** 
>3,2*+* 


>60** (1 ГГц) 


>50** (1,5 ГГц) 


>50** (1,3 ГГц) 


>250** (30 МГц) 


>250* (80 МГц) 


>50** (80 МГц) 


>0.5** (860 МГц) 
>1** (860 МГц) 
>3,5** (860 МГц) 
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| . ! | 
Рк тах ' 1, ‚ Ба кво тах ? | Г. "пах | Ткво, 
Тип Струк- Рк. т мах ? фр кв тах ? Г. пах, Тк 
| прибора тура Ри ах, Г, о ть, А Г, 
мВт МГц м мкА 
КТ984А п-р-п 1,4* Вт >720 65 4 7* А <30 мА (65 В) 
КТ984Б | п-р-п 4,7* Вт >720 65 4 16* А <80 мА (65 В) 
[Кт985АС | п-р-п 105* Вт | >660 50* (0,01к) 4 17 А | <120* мА (50 В) 
и р | : 
| | | 
| 
КТ986А п-р-п 910** Вт — 50 3 26* А <60 мА (50 В) | 
910** Вт — 50 3 26* А <50 мА (50 В) | 
КТ986Б п-р-п | 
кт986В | п-р-п 910** Вт — 50 3 26* А | <50мА (50 В) | 
кт986г | п-р-п 910** Вт — 50 3 26* А | <40 мА (50 В) | 
| | | | 
| | | 
| 
50 4 3,7 А <50 мА (50 В) | 








20 200 (0,3* А) <1* мА (20 В) 

20 200 (0,3* А) <1* мА (20 В) 

20 200 (0,3* А) <1* мА (20 В) 
КТ996А-5 п-р-п 2,5* Вт >4 ГГц 20 2,5 200 (0,3* А) <5 мА (20 В) | 
КТ996Б-5 п-р-п 2,5* Вт >4 ГГц 20 2,5 200 (0.3* А) <5 мА (20 В) 
КТ996В-5 | прп | 2,5* Вт >4 Гц | 20 2.5 200 (0.3* А) |  <5мА (20 В) 
| ! | й ; 
| | | | 
| 
| 
В 
| | | | 
| | | | 
КТ997А п-р-п 50* Вт >51 45 5 10 (20*) А <10 мА (45 В) | 
КТ997Б п-р-п 50* Вт >51 45 5 10 (20*) А <10 мА (45 В) | 
КТ997В п-р-п 50* Вт >51 60 5 10 (20*) А <10 мА (60 В) | 


Е Залы 3% ПТО ЕЕК 
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в, В. 5 


| <35 (30 В) 
| <80 (30 В) 





>35* (10 В; 0,1 А) 
>70* (10 В; 0.1 А) 
>35* (10 В; 0,1 А) 


| 235* (10 В; 0,1 А) 
| >70* (10 В; 01 А) 
>35* (10 В; 0,1 А) 


>40* (1 В: 4А) 
>20* (1 В: 4А) 
>20* (1 В: 4А) 


| <75 (28 В) 


<2.3 (10В) 
<2,3 (10В) 
<2,3 (10В) 





<2,3 (10В) 
<2,3 (10В) 
<2,3 (10 В) 





<270 (28 В) 


<270 (10 В) 
<270 (10В) 








>3,5** 


>6** 


>6** 
>7** 
>7** 


>6** 















К, дБ 
г. Ом 
Р”, Вт 


вых ? 


>75** (820 МГц) 
>250** (820 МГц) 


>125** (0.4 ГГц) 


>350** 
(1.4...1,6 ГГц) 
>300** (1,6 ГГц) 
>350** (1,6 ГГц) 
>350** (0,8 ГГц) 


>55** (0,7 ГГц) 


>0,11** (650 МГц) 


>0,11** (650 МГц) 


— КТ996-5 


0,085 


0,57 
а 
ТФ) 
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| 
Рк тах? |, с, О кво тах 7 1 | ТБО, 
Тип Струк- РЕ пах вы О кор илл, Ч 5Бо тах Г К" Тов, 
прибора тура РЕ нах, т. О зо та, В ОА То, 
мВт МГц мкА 


В мА 
КТ9ЭЭЭА п-р-п 1,6 Вт: 5* Вт >60 250 5 50 (100*) <0,1 (250 В) 








КТД8264А | Состав- | 15 Вт: 125*Вт 350* (0,1к) 5 20 А <0,1 (300 В) 
НОЙ 
п-р-п 
| 
| 
| 
КТД8264А5 | Состав- 1.5 Вт: 125*Вт — 350* (0,1к) 5 20А <0,1 (300 В} 
ной | 
| п-р-п 






КТД8275А Состав- >15 100 5 20 А — 

КТД8275Б ной >15 80 5 20 А — 

КТД8275В п-р-п >15 60 5 20А — 

ых Состав- 60* Вт >15 100 5 ЗА — 

КТД8276Б ной 60* Вт >15 80 5 ЗА — 

КТД8276В п-р-п 60* Вт >15 60 5 ЗА — 
5 


| 
| 


КТД8276Г 60* Вт >15 45 8А — 
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р , | 
С, Гкэ нас? Ом | К, дБ Тк» ПС | | 
п, в. С..,, ГБ нас Ом | г.у Ом е, НС | Корпус 
пФ К.,, ДБ Р..„, Вт кл, НС 


>50 (10 В; 25 мА) <2 (30В) <66 — 





сезаезаеие -= 2..3. 98:3 мл. 


300 (10 В; 5 А) 









300 (10 В: 5 А) — <0,18 — — КТД8264-5 
в 
| | | | 5,16 0.38 | 
: | | | 
| | | 
| © 
| 6 
| | | 
| 
| 750...18000 — <0,2 | КТД8275 
750...18000 | — <0,2 
750...18000 | <0,2 
| | 
' | | ` С р 
| | | ‚я й 
: | | | ‚© | 
| | | 1 | м | 
| | | | 


и 
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2.8. Биполярные кремниевые сборки 


Рк тах ? , Тор». К ы О кво тах ' 
Тип Струк- „К! тах ' 219’ КЭВ тах ' 
прибора тура К.и тах? {ах КЭО тах? 
мВт МГц 
КТСЗОоЗА-2 р-п-р, 500 (50°С) >300 45* (10к) 
| тр 


300 (55°С) >600 
300 (55°С) >600 


ео 


15* (15к) 
15* (15к) 


КТСЗ1ЮЗБ 


| 
| 
| 
| 
КТС3103А -п- 





КТС3103А! | р-п-р 300 >600 15* (15к) 
| КТС3103 51 | р-р 300 | 2600 15* (15к) 
| | 

| | 
| 
КТС3161АС 1 п-р-п, 300 2400 12 
2 р-п-р 


КТС3114АС-2| п-р-п 


КТСЗ81Ь п-р-п 

КТС381В | п-р-п Е 

КТСЗ81Т п-р-п 15 

КТС п-р-п 15 

КТСЗ81Е п-р-п 15 
| 








Ч во тах } 


сл сл 


сл 








100 (500*) 


20 (50*) 
20 (50*) 





20 (50*) 
20 (50*) 


200 


7,5 


<0,5 (45 В) 


<200 (15 В) 
<200 (15 В) 


<0,2 мА (15 В) 
<0,2 мА (15 В) 


<10 (12 В) 


<] (10 В) 


<30 (5 В) 
<30 (5 В) 
<30 (5 В) 
<30 (5 В) 
<30 (5 В) 
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й | 
| С, Гр нас? К», дБ т», пс 
| В, в. С... г. нас’ В / Вы, ас нс Корпус | 
| | пФ Ом Ч», мВ & пыкл” НС | 
| 
А 
\ 9 1 ,б 


4 
| ы 
> Я | 
т 5/3 
| 


40...200 (1 В: 1 мА) <2,5 (5 В) 5 (60 МГц): < КТС3103 
| 





40...180 (5 В: 1 мА) <8 (5В) <20 >0,7* <80 КТС3З03-2 
й 
| 


т чл => 


| < < 
40...200 (1 В; 1 мА) <2.5 (5В) | < <5 (60 МГц): < 94 
<3** ы 


<5** 
















| 
|  40...200 (1 В; 1 мА) <2,5 (5 В) <60 >0,9* <80 
| 40...200 (1 В; 1 мА) <2,5 (5 В) <60 >0,8* <80 7 9 | 
=. 
| < > 
| | м 5 | 
7 
Я 
>20 (1 В: 0,1 А) — <8 — — КТСЗ161 
ро 

ГИП И Я Г 
| | В 
|225 тах 


К1 К2 К2 9132 Б3 Б1 
| 195 тах 


>80 (5 В: ЗмА) 0,65 (6 В) <3 (100 МГц) — КТС3174 


3,2 
НГ” : 
з < 
Г 






Зона ключа 
+ 





10 мкА) <|, <5 >0,9*; <4** — КТСЗ81 

10 мкА) < <5 >0,85*; <4** — 12 р 

10 мкА) < — — — } 

10 мкА) < <5 >0,85*; <3** — 

10 мкА) <|, <5 >0,9* — 5 
| _ к 
ООО | 
| к 


17 зак 9 
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| КТСЗ9ЗА 
КТС393Б 
| 


КТСЗ9ЗА-1 
| КТСЗ93Б-1 
Я 

| 


| 


| КТСЗ9ЗА-9 
|КТСЗ9ЗБ-9 
| 


р-п-р 
р-п-р 


р-п-р 
р-п-р 


К тах? 
® 

К.1 тах ? 
®*= 


К.и тах? 


мВт 


20 (45°С) 
20 (45°С) 


20 
20 


20 
20 





| КТСЗ95А-1 
| КТСЗ95Б-1 


ЕЕ 


| КТСЗ95А-2 
|КТСЗ95Б-2 
КТС395В-2 


| 


КТСЗ98А-1 
КТС398Б-1 


п-р-п 
п-р-п 


п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 


п-р-п 
п-р-п 


30 
30 


150 (500**) 
150 (500**) 
150 (500=*) 


30 (85°С) 
30 (85°С) 


= д ——--—.. 


Гр» бою ' 


фр, 


Ч ’ 
МГц 


>500 
>500 


>500 
>500 


>300 
>300 
>300 


>1000 
>1000 


О кво тах }? 
КЭВ тах 
О кэо тах? 


В 


10+ (10к) 
15* (10к) 


10 
15 


10 
15 


45* (10к) 
45* (10к) 


45* (10к) 
45* (10к) 


45* (10к) 
45* (10к) 
45* (10к) 


10* (10к) 
10* (10к) 


>> 


>> 


10 (20+) 
10 (20*) 


10 (20*) 
10 (20*) 


10 (20*) 
10 (20*) 


100 
100 


20 
20 


100 
100 
100 


10 (20*) 
10 (20+) 


Ткро, 
Ток, 
Ткэо, 
мкА 
<0.1 (10В) 
<0.2 (15 В) 


<0,1 (10В) 
<0,2 (15 В) 


<0,1 (10В) 
<0,2 (15 В) 


<0.5 (45 В) 
<0,5 (10 В) 


<0,5 (45 В) 
<0,5 (10В) 


<0,5 (45 В) 
45* (10к) 
45* (10к) 


<0.5 (10 В) 
<0,5 (10 В) 


= ЕЖЕ РЕЧИ 


ЕЕ ЕЕ ЗЫ. ЕЕК НЕЕ: 
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С, Гкэ нас? | К, дБ Тк, ПС | 
Вы ИВ, =, НС | Корпус 
0”, мВ | 


С», Гвэ нас? 


| В», И; 











<6 (60 МГц); >0,9* КТС393 


<6 (60 МГц); >0,8* 


...180 (1 В; 
30...140 (1 В; 1 мА) 























...180 (1 В: | <6 (60 МГц) 

| 30.140 (1 ВЕ 1мА) | <60 <6 (60 Мг = 

| р 

| | | 

| 
‚  40...180 (1 В; 1 мА) <2 (5 В) <60 <6 (60 МГц) <80 
|  30...140 (1 В; 1 мА) 52 (5 В) <60 <6 (60 МГц) <80 












<8 (10 В) 
<8 (10В) 


40...120 (5 В; 1 мА) 
100...300 (5 В; 1 мА) 









40...120 (5 В; 1 мА) КТС3З95-1 


>350 (5 В; 1 мА) (10 В) <30 | — — 







1 
рая 
@ 














40...120 (5 В: 1 мА) <8 (10 В) КТСЗ95-2 
100...300 (5 В; 1мА) <8 (10 В) <30 
>350 (5 В: 1 мА) | 58 (10 В) <230 — — 






| 
— 25 7 








40...250 (1 В: 1мА) КТСЗ98-1 


40...250 (1 В; 1 мА) 


0,8...1,25*; <1,5** 
0,9...1,1*; <3** 
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Тип 


прибора 


КТС398А94 
КТС398Б94 


КТС61ЗА 
КТС613Б 
КТС613В 
КТС613Г 


КТС622А 
КТС622Б 


| 
| 
| КТС6З1А 
| КТС631Б 
КТС631В 
КТС631Г 


КТ674АС 


| 
| 
| 


|КТ677АС 





п-р-п 
п-р-п 


п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 


р-п-р 
р-п-р 


п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 


р-п-р 


п-р-п 


К тах ? 


К. 1 тах ? 
*= 


К.и тах ? 


мВт 


30 
30 


800 (50°С) 
800 (50°С) 
800 (50°С) 
800 (50°С) 


0,4 (10**) Вт 
0.4 (10**) Вт 


4 Вт (55°С) 
4 Вт (55°С) 
4 Вт (55°С) 
4 Вт (55°С) 


900 


2500 


Гор» Би 


Е ы 


Их , 
МГц 


>| ГГц 
>| ГГц 


>200 
>200 
>200 
>200 


>200 
>200 


>350 
>350 
>350 
>350 


>250 


100 


О кво тах ' 
КЭВ тах * 
О оо тах ? 


10* (10к) 
10* (10к) 


60 
60 
40 
40 


45* (1к) 
35* (1к) 


30 
30 
60 
60 


40 


60 


Ч во тах? 


НА -ь + 


5 5 -ь 


К тах 
* 
К, и мах? 


мА 


10 (20*) 
10 (20*) 


400 (800*) 
400 (800*) 
400 (800*) 
400 (800*) 


400 (600*) 
400 (600*) 


0,2 А (0,5* А) 


То, 

Тк 

Т зо, 

мкА 
<0,5 (10 В) 
<0,5 (10 В) 


<8 (60 В) 
<8 (60 В) 
<8 (40 В) 
<8 (40 В) 


<10 (45 В) 
<20 (35 В) 


<200 (30 В) 
<50 (30 В) 
<50 (60 В) 
<200 (60 В) 


<0,05 (30 В) 


<0,05 


РНЕ НА Е 


за 
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...115* (1 В: ОЗА) <15 (10 В) 





С, Гкэ нас? К,, дБ т», пс 
В, Вы С, ГБ нас, Ви и/Вы Фе нс Корпус 
| | пФ Ом 9,» мВ & пыкл” нс 
| | 
| 40.250 (1 В; 1 мА) | <1,5 (5 В) — 0,8...1,25* | <50 КТС398-94 
40...250 (1 В: 1 мА) <1,5 (5 В) — 0,9...1,1* <50 
| | 
у | 
05...100* (5 В: 0.2 А) | <15 (10 В) | 52,5 — [100% | КТС613 
40...200* (5 В; 0.2 А) <15 (108) | <25 — | 100" 13 
20...120* (5 В; 0.2 А) <15 (10 В) <2,5 — | <100* «< > 
50...300* (5 В; 0,2 А) | <15 (10В) | <2,5 — | 5100* | И | 
| ай < 
| 
| 16,712-9 5.28 11-К 
34,9/10-5 
| 
—  25..150* (5 В; 0.2 А) <15 (10В) | <3,25 — <120* КТС622 
>10* (5 В: 0,2 А) <15 (108) | <3.25 — <200* 
| 
| | 
| | 
| 20..115* (1 В; 0.3 А) | <15 (108) | <2,8 _ <40: <30* | 
20...125* (1 В; 0,3 А) <15 (10 В) 
20...125* (1 В; 0,3 А) <15 (10 В) | 
| 







75 (1 В; 10 мА) <4,4 (15 В) 












Е 





























тж озклиннираарининнаииниисяиииния... зиииЕ- а. зе: И: НЕГР ЕЕ. 5°28Е...-7727. 5"... 


зола ключа 
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Рк тах? Тр» ав О кво тах? Г пах Ткьо, 

Тип Струк- РК тах фи, ков пах’ во тах › Г, ат, ков 
| прибора тура | Р‚, тах? ах Ч кэо тах? А Ткэо» 
р мВт МГц В м мкА | 
| 

КТ678АС п-р-п 500; 1** Вт >250 60 5 200: 750* <0,05 (40 В) 










| | 

] 

Г КТбЭЗАС п-р-п | | 150 (200*) <10* (120 В) 

| 

р 

| 

| 

| | 

| | 

| | | 

К1НТ251 п-р-п 400 (50°С) >200 45* (1к) 4 | 400(800*) <6 мА (45 В) 

| 

| 

| кнт661А | прп 100 (50°С) — 300 — | 5(10%) |  330(2508) 

| | | | 

| | 
К129НТ!А-1 | п-рп 15 (85°С) >250 15 4 10 (40*) |  <0,2 (15 В) 
К129НТ1Б-1 п-р-п 15 (85°С) >250 15 4 10 (40*) | <0,2 (15 В) 
К129НТ!В-1 п-р-п 15 (85°С) >250 15 4 10 (40*) <0,2 (15 В) 
К129НТ!Г-1 п-р-п 15 (85°С) >250 15 4 10 (40*) <0,2 (15 В) 
К129НТ!Д-1 п-р-п - 15 (85°С) >250 15 4 10 (40*) <0.2 (15 В) 
К129НТ!Е-1 | п-рп | — 15 (85°С) >250 15 | 4 10 (40*) | 50.25 В) 
К129НТИЖ-1 | п-рп | — 15 (85°С) >250 15 4 10 (40*) |  <0,2 (15 В) 
К129НТ!И-1 | п-р-п 15 (85°С) >250 15 4 10 (40*) |  <0,2 (15 В) 
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Зона ключа 


5 2. 


| | 
С, Е нк К, дБ т,, ПС | 
В», Вэ | С.,„ Г: нас’ В, / Во, с нс Корпус | 
| пФ Ом 0"., мВ и» НС 
| р 
| ; | 
75...230 (1 В; 10 мА) | <4(5В) <20 — <510** | КТ678АС | 
Беня | 
| | | Я ви 
| | В 
| Е | 225тах 
' | н 
| | | КБ ЭБК 
| | з 
| 





>40 (5 В; 0,1 А) 





Ч 
| 
| 


т 









= ЕЕ ===. 


Зона ключа 


>10+* (5 В; 0,2 А) <15 (10В) <5 — 






>5* (5 В; 10 мА) 












20...80 (5 В; 1 мА) <4 (5 В) <3** 

60...80 (5 В; 1 мА) <4 (5 В) >0,85*; <3** 

>80 (5 В; 50 мкА) <4 (5 В) ` >0,85*; <3** | 
20...80 (5 В: [ мА) <4 (5 В) >0,75*; <|15** 
60...80 (5 В: мА) <4 (5 В) >0,75*; <|15** 
>80 (5 В; 50 мкА) <4 (5 В) >0,75*; <|15** 
40.160 (5 В; 1 мА) <4 (5 В) >0,85*; <3** 
40...160 (5 В; 1 мА) <4 (5 В) <15** | 
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2.9. Биполярные германиевые транзисторы специального назначения 




















Йо й 
| | | Рк тах? | Е, ‚бро, КБО проб 1 
| Тип | Струк- Токр, Ре. тах В, О ков проб › | 1 
| прибора | тура *С Р‚ и тах? и ’ О кэо проб? 
| : 
| 








| -60. | 
|11102А | р-п-р | -60...+70 30 |* 5 
| | 
| | | 
|[1715А | р-р | -60...+73 | 50 | 50 
| 111155 | р-п-р | -60...+73 50 | 50 | 
1115В | рип-р | -60...+73 50 | 70 
11115Г р-п-р | -60...+73 50 | 70 | 
11116А р-п-р | -60...+70 150 | 15* 15 50 (300*) 30 
11165 | р-р | -60...+70 150 | 15* 15 50 (300*) | 30 
тибв | р-п-р | -60...+70 150 | 15* 15 50 (300*) | 30 
Ити6Г | ри-р | -60..+70 | 150 о 15* 15 50 (300*) | 30 | 
| 
В 
| | | | 
| | | | | 
| | | | 
| 
11303 п-р-п | -60...+70 100 36 10* — 15 (120*) 6 
11303А п-р-п | -60...+70 100 36 10* — 15 (120*) 6 
113035 п-р-п | -60...+70 100 36 10* — 15 (120*) 6 
1тзозв п-р-п | -60...+70 100 72 10* — 15 (120*) 6 
тзозг п-р-п | -60...+70 100 72 10* — 15 (120*) 6 
111303Д |! п-рп | -60...+70 100 72 10* — | 15 (120+) 6 
| | 
| 
| | 
| | | | | 
[ТОБА | р-р | -60...+73 | 75 160 12*+ 15 | 40 (100*) 6 
113055 | р-р | -60...+73 | 75 140 12** 1,5 40 (100*) 6 
1т305В | р-п-р | -60...+73 | 75 | 160 12** 1,5 40 (100*) 6 | 
| 
| 
| 
| 
|17308А р-п-р | -60...+70 150 100 20 3 50 (120*) 5 
1113085 | р-п-р | -60...+70 150 120 20 3 | 50 (120*) 5 
[17308В | ри | -60...+70 150 120 20 3 | 50 (120*) 5 
|17308Г | рпр | -60...+70 | 150 120 20 3 | 50 (120*) 5 
# | } | 
| | 
| 
| | | | 
о 
1ТЗИА п-р-п | -60...+70 150 0,45 ГГц 2 50 <10 
1ТЗИБ п-р-п | -60...+70 150 0,3 ГГц 2 50 <5 
Зиг п-р-п | -60...+70 150 0,3 ГГц 2 50 <5 
тзид п-р-п | -60...+70 150 0,45 ГГц 2 50 <5 
|итзик п-р-п | -60...+70 150 0,6 ГГц 2 50 <5 
-60...+70 150 0,45 ГГц 2 


ЗИЛ | прп 
| 


сл 
© 
У 
сл 





| 
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т. пс 
С, ГКУ нас’ К, дБ Е Сы 
В, Вы С.., нас г, Ом «с Корпус 
| .. выкл нс | 
| пФ Ом Р.„, Вт :. 
| | к» НС | 
и 1 
30...60 | 50 — — — | 11101, 11102 
| 20...40 50 о — — | 
| 60...120 50 — — — | 271,7 
й | 
>20 (5 В; 1 мА) 30 — <7 (1 кГц) 
>20 (5 В; 1 мА) 30 — <12 (1 кГц) 
20...60 50 — 
50...150 50 — 
20...60 — — 
50...150 — — 
15...65 — — 
15...65 — — 
20...65 — — 
15...65 — — 
15...30 10 
30...80 10 
60...160 10 
15...30 10 
30...80 10 
60...160 10 
25...80* 6 — 
60...180* 7 — 
40...120 7 — 
25...75 8 — 
50...120 8 — 
80...150 8 — 
100...300 8 — 
15...180 <2,5 — 
30...180 <2,5 — 
30...180 <2,5 — 
60...180 <2,5 — 
60...180 <2,5 — 


150...300 <2,5 — 
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: } : . 
Рк тах? Г, ‚ Вано Око проб ? Г. пах То ’ 
Тип | Струк- | Токр, Рк. т тах? >, О кэв проб? Ч во тах?” | Г , Тов, } 
| прибора | тура | "С Рк. и тах? | ’ Ч кэо проб? В <." А | То, 
| | | мВт МГц В м мкА | 
ПТЗИОА-2 | п-р-п | -60...+70 175 >2,5 ГГц 10 | 0,2 | 175 (140*) <50 
| } 
| | 
| 
ВИ 
| 
| 
ИИ 
1т313А | рпг | -60...+70 100 | 2300 12 07 | 50 | <5 | 
173135 | ри | -60..+70 | 100 >450 12 0,7 50 <5 
1тЗ1зВ | риф | -60..+70 100 >350 12 0,7 50 <5 
| | 
| | | | 
В 
| | 
|1Т320А р-п-р | -60...+70 200 >160 20 3 200 (300*) <5 
173205 р-п-р | -60...+70 200 >160 20 3 200 (300*) ` <5 
1Т320В р-п-р | -60...+70 200 >200 20 3 200 (300*) <5 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


— = ————— 
































160 (20** Вт) 200 (2000*) 


160 (20** Вт) 200 (2000*) 
р-п-р | -60...+70 | 160 (20** Вт) >60 200 (2000*) 
р-п-р | -60...+70 | 160 (20** Вт) >60 200 (2000*) 
р-п-р | -60...+70 | 160 (20** Вт) >60 200 (2000*) 


160 (20** Вт) 200 (2000*) 








| 

ВИ 
| 
| 


|11329А | п-рп | -60...+70 50 
113295 | прп | -60...+70 50 
113298 | прп | -60...+70 50 
| 

| 

| 50 

| 50 >1,5 ГГц 

| 50 >! ГГц 

50 >0,7 ГГц 

|1Т335А р-п-р | -60...+70 200 >300 20 3 150 (250*) | <10 
1113355 р-п-р | -60...+70 200 >300 20 3 150 (250*) <10 
1Т335В |! р-п-р | -60...+70 200 >300 20 3 | 150 (250*) <10 
|1Т335Г | рп: | -60...+70 | 200 >300 20 3 | 150 (250*) <10 
1Т335Д | рп-р | -60..+70 | 200 >300 20 3 150 (250*) <10 
| 
| 
| 
ИТЗ41А п-р-п | -60...+70 35 >1,5 ГГц 10 | 0,3 10 <5 
113415 п-р-п | -60...+70 35 >2 ГГц 10 0,3 10 <5 
|1т341В п-р-п | -60...+70 35 >1,5 ГГц 10 0,5 10 <5 

| 

| 
ВИ 
| | | 
| 
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=== 







ежа +=. 





ЕТО 


Е 





40... 
ТО... 
100.. 


15. 


В,» Вэ 


..230 (3 В: 15 мА) 
...75 (3 В; 15 мА) 
...230 (3 В; 15 мА) 


100 (1 В; 10 мА) 
160 (1 В; 10 мА) 
.250 (1 В; 10 мА) 


...60 (3 В; 0,5 А) 
...120 (3 В; 0,5 А) 
..200 (3 В; 0,5 А) 
...60 (3 В: 0,5 А) 
...120 (3 В: 0.5 А) 
...200 (3 В: 0.5 А) 


...300 (5 В: 5 мА) 
...300 (5 В; 5 мА) 
...300 (5 В; 5 мА) 


...400 (5 В; 5 мА) 
...400 (5 В; 5 мА) 
...400 (5 В: 5 мА) 
...400 (5 В: 5 мА) 


...ТО (3 В: 50 мА) 
..100 (3 В; 50 мА) 
...70 (3 В; 50 мА) 
...100 (3 В; 50 мА) 
...100 (3 В; 50 мА) 


..250 (5 В; 5 мА) 
15.. 
...250 (5 В; 5 мА) 


.250 (5 В: 5 мА) 





т, ПС 
К, ДБ .“” 

Е нс 
.. Ом +" нс Корпус 
Р.„., Вт р 

к» НС 


3 (0,5 ГГц) <5 1ТЗ10А-2 
>0,05** (4 ГГц) 22 
















<8 (60 МГц) 
<8 (60 МГц) <40 
<8 (60 МГц). <40 


— 0,2* мкс | 
— 0,2* мкс | 
— | 0,2* мкс | 
ВВ 
— 1* мкс 
— 1* мкс 
— 1* мкс | 
— | 1* мкс | 
| — 1* мкс | 
— 1* мкс 
| 
| | | 
| 
| 
<4 (0,4 ГГц) 15 | 
<6 (0,4 ГГц) 30 | 
<6 (0,4 ГГц) 20 
<5 (0,4 ГГц) 25; 50* 
55 (0,4 Ги | 50 | 
55 (0,4 ГГц) | 100 | 
55 (0,4 Ги) |  30:50% | 
| — 0,1* мке | 11335 
— | 0,15* мкс 911,7 
— | 0,15* мке | Щ 
— 0,15* мкс > 
3 [,] 
<4,5 (1 ГГц) — 
<5,5 (1 ГГц) — 


<5,5 (1 ГГц) | 
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| 
| К тах , ‚Ба , Око проб? кво , 
Тип | Струк- Токр» к. т тах? К», ков проб? Кинах» Тэд, ! 
| прибора тура С К, и тах? {ал О кэо проб? В мА Ткэо, 
| | мВт МГц В мкА 
рвал п-р-п | -60...+70 40 >2.4 ГГц | 
ЗО ОИ 
| | | | 
|17374А-6 | п-р | -60...+125 25 >2.4 ГГи 5 0,3 10 < 
| | 
| | | | 
11376 А р-п-р | -60...+185 35 >1 ГГц 7 0,25 10 | <5 
| 
| | 
| | | | | 
| | | 
, | | | 
| 
| | | 
| | 
| | 
1138ЗА-2 | п-р-п | -60...+85 >2, 5 0,5 10 <5 
173835-2 п-р-п | -60...+85 >1, 5 0,5 10 <5 
ри п-р-п | -60...+85 >3, 5 0,5 10 <5 
| 
ВИ 
| | 
= | 
о 
[17386А | прп | -60...+70 40 >0,45 ГГц 15 [03 | 10 <10 
| | | | 
| 
| 
ВИЙ | 
| | 
11387А-2 | п-рп | -60...+70 175 >2,16 ГГц 10 0,2 140* <10 
111387Б-2 ! п-рп | -60...+70 175 >3 ГГц 10 02 | 140% | <10 | 
и | 
| | | | | 
| | | | 
| | 
| | | | 
| | | | | 
| 
11403А р-п-р | -60...+70 4 Вт 0,008** 45 20 1,25 А <5** мА 
11403 Б р-п-р | -60...+70 4 Вт 0,008** 45 20 1,25 А <5** мА 
11403 В р-п-р | -60...+70 5 Вт 0,008** 69 20 1,25 А <5** мА 
1403г р-п-р | -60...+70 4 Вт 0,008** 60 20 1,25 А <5** мА 
11403Д р-п-р | -60...+70 4 Вт 0.008** 60 30 1.25 А <5** мА 
11403Е | ри | -60.._+70 5 Вт 0.008** | 60 20 125А | 55 мА | 
|таозж | р-п-р | -60...+70 4 Вт 0,008** | 80 20 1,25 А | <6** мА 
'11403иИ | р-п-р | -60...+70 4 Вт 0.008** | 80 20 1,25А | <6** мА 
| } Г 
| | 


ВОИ о | 
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с ГК нас’ К», дБ с" те 
- * * нас . рас? нс 
| В, Вэ С, ГБЭ нас’ г’ Ом * нс | Корпус | 
ы пФ Ом Р..., Вт | ол 
| к» НС 
=— . Н Н | 
| 10.2003 В 5мА) | <! | — <4,5 (2,25 ГГц) | — | 11362А 
. | ! | 
| | 
| 
| 
| 
| 
| 
10...100 (3 В: 2 мА) <| — 4,5 | — | 
| | 
1 | 
| | 
| 
10...150 (5 В; 2 мА) <1,2 — <3,5 (180 МГц) — 11376 А 
95,8 
> 9 
| | | Корп < 
! к. , ! 
| з ( 
| | А 
| 15.250 (3.2 В; 5 мА) | | <4,5 (2.25 ГГц) 
10...250 (3.2 В; 5 мА) | <4 (1 ГГц) 
15...250 (3,2 В; 5 мА) | <5,5 (2,83 ГГц) 





10...100 (5 В: ЗмА) 


<1,5 — <4 (180 МГц) — 11386А 


| | 

ас 

3 ‚| 
= Аорл. 


958 








_ <3 — <5 (1 ГГц) 
— <3 — <4,8 (1 ГГц) 
>0,05** (4 ГГц) 












20...60 (5 В; О.Г А) 
50...150 (5 В; О,1 А) 
20...60 (5 В; 0,1 А) 
50...150 (5 В; 0,1 А) 
50...150 (5 В; О.Г А) 
30 (5 В; 0,1 А) 
20...60 (5 В; 0,1 А) 
30 (5 В; 0,1 А) 
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| 
Тип | Струк- | 
прибора | тура 









| ! 

|1 11702А | 
117025 | рипр 
11702В р-п-р 
| 

11806А р-п-р 
11806Б р-п-р 
|111806В р-п-р 
| 
|17813А |! ри 
1118135 |! 
11813 В 


|11901А Г рп-р 
[179015 ‚ р-п-р 
| 
| 
| 
| 

11905А р-п-р 
11906А р-п-р 


11910АД р-п-р 


Токр, | 


-60... 


-60.. 


-60... 


-60... 
-60... 
-60... 


*С 





+70 | 


+70 
+70 


..+70 
..+70 
...+70 


..+70 


...+70 
..+70 


+70 


.+70 


+70 


КА | 
прп | -55..+70 | 0,36Вт | 21.5 ГГц ИЕ 0,2* А 0.005 мА 
11614А п-р-п -60...+85 















| ы } | 
Рк тах ' | |, 5 | О кво проб? Т Бо, : 
* } * * * С 
Рк. т тах 7 нь Ткэв, 
.. | т. и тах? .. 






г ’ 
мВт | МГц 


К. и тах? О кэо в” ‚к 


| | 

! | 

: 

О ков проб ? тво тах ? | 
|“ 


0,4 Вт >1 ГГц 0,5 


<0.01 мА 






150* Вт < | 
150* Вт <12 мА 
150* Вт <12 мА 
| 
| | 
| | 
| | | | В 
30* Вт >10 20 А (25* А) <12 мА 
30* Вт >10 20 А (25* А) <12 мА 
30* Вт >10 20 А (25* А) <12 мА 
| 
| 
50* Вт — 60** 2 ЗОА (40* А) | — 
| 30 А (40* А) | — 
| 30 А (40* А) | 
15* Вт | 230 50 | А | <8 мА 
15* Вт >30 40 | МА | <8 мА | 
и 
| 
| 
6* Вт >30 75 — ЗА (7*А) | <2 мА 
| 
| | у 
| | Н 
15* Вт >30 75 1,4 | 10 А | <8 мА | 
| 
35* Вт >30 33 — 1ОА (20* А) <6 мА 
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| | 
] 
НЕ ИНН 16 
15...250 (5 В: 50 мА) | | | 20.200** (0,5 Ги) <15 | 
| 1 


ЕКВ ГЕ ТВ. 


| 
т. ПС 

| С, Гкэ нас? К,, дБ .” НС 
= . * . рас? | 
В. „, Вэ | С. ГБЭ нас’ г.. Ом | +" нс Корпус | 
| *. | выкл 7 . 
Г | пФ Ом | Р.., Вт | ..* : | 
| _ | | , нс | | 
| Жж* | | | 
— <3,5 — | >0.15** (2 ГГц) | <7 11612, 11614, 11615 . 
| й | 


15...100 (1,5 В; ЗО А) — <0,02 — — 
15...100 (1,5 В: 30 А) — <0,04 — — 
15...100 (1.5 В: 30 А) — <0,02 — — 








..100 (10 А) | 
10...100 (10 А) — <0,03 — <30** мкс 
10...100 (10А) — | <0,03 — <30** мкс | 

...60 (20 А) 

...60 (20 А) 

...60 (20 А) 

20...50 (10В;:5А) — <0,12 — {н,<0,7 мкс 
40...100 (10В;:5А) — <0,12 — {н<0,7 мкс 








| | 
| | 
35...100 (10 В; ЗА) — | <4* мкс 
30...150 (10 В; 5 А) <5* мкс 
50...320 (10 В; 20 А) — <0,06 — 1сп<1 мкс 


ПЕ т Е Ее 
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2.10. Биполярные кремниевые транзисторы специального назначения 













| * 
| | Рк тах 7 г, ‚Бо ’ кво проб ? 
Тип Струк- | Токр., К, т тах ? В» Ч ов проб? 
прибора | тура "С Р‚. н тах ? г. ’ Ч ко проб? 





150 (60°С) 
150 (60°С) 
150 (60°С) 
150 (60°С) 






ми ии 


| 
| 
мВт МГц 
| 
































(2ТИ7А | п-база | -60...+125 300 >0,2*** | 50 (1* А) <1 
12Т17Б | п-база | -60...+125 300 >0,2*** 30 30 50 (1* А) | <1 (30 В) 
| 2Т117В | п-база | -60...+125 300 >0,2*** 30 30 50 (1* А) | <1 (30 В) 
| 21117Г | п-база | -60...+125 300 >0,2*** 30 30 | 50(1*А) <! (30 В) 
| 

2ТТА-5 п-база >0,2*** 

| 
|. 
| } 
2ТИЗА | р-п-р | -60...+125 100 (100°С) 15 31 50 <0,1 (15В) | 
|12т18Б ‚ р-п-р | -60...+125 100 (100°С) 15 31 50 <0,1 (15 В) | 
12ти8В | р-п-р | -60...+125 100 (100°С) 15 31 50 | 50,1 (15 В) | 
| | 
2ТИ18А-1 р-п-р | -60...+85 30 (85°С) 15* (10к) 31 50 <0,1 (158) | 
21118 Б-1 р-п-р | -60...+85 30 (85°С) 15* (10к) 16 50 







15 (70°С) 
15 (70°С) 
15 (70°С) 
15 (70°С) 






миии 




















15 (60°С) <1 (30 В) | 
15 (60°С) <1 (30 В) | 
15 (60°С) <1 (30 В) 
15 (60°С) <1 (30 В) 































150 (75°С) 20 (100*) <0,5 (20 В) 


150 (75°С) 20 (100*) <0,5 (20 В) 
150 (75°С) 20 (100*) <0,5 (10 В) 
150 (75°С) 20 (100*) <0,5 (20 В) 
150 (75°С) 20 (100*) <0,5 (20 В) 
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С, 






| * 
>, в > | С НС Корпус 
| г р вкл ? нс 
| 
7...40 (1 В: 10 мА) | <50(5В) <50 <120* — 21104 
| 15...80 (1 В; 10 мА) | <50(5В) <50 <120* — 074 
| 19.160 (1 В: 10 мА) | 550 (5В) <50 <120* — 
10...60 (1 В; 10 мА) | <50 (5 В) <50 <120* _ - у 
| о 
№ Ю 9 
| 
0,5...0,7 (ИвиБ2=10 В) — — — — 21117 
| 0,65...0.9 (ЧвиБ2=10 В) | — — — — | 
0,5...0,7 (ОБуБ2=10 В) — — — — 2584 
 0,65...0,9 (ЦвиБз=10 В) — — — — Гм 77 
| | Г 
| 9 
- 2 
0,5...0,9 (Цв1Б2=10 В) — — — — 2ТИ7А-5 
04 015 

Г я 5 
| | 9х 
| 1 
| — | — 100 — | 5500** | 21118 
| — | — 100 — <500** | | 
— | — 100 — <500** | 75,64 
| | 
| — 37 
| | г 
Г ы 52 (8%^ | 
> \$75! 

000 2 

— — 30 — <50* 21118 А-1, 21118 Б-1 
| — — 30 — <50* 05 
Н 


х 
— 
- 

76 





6х9 

15...60 (5 В: 1 мА) <5 (5В) | <166 — — | 21126 
| 15...60 (5 В; | мА) <5 (5 В) <166 — — 115 0.95 
| 40...200 (5 В; 1 мА) <5 (5 В) <166 — — 
' 40...200 (5 В; 1мА) <5 (5 В) <166 — — о 

15...60 (5 В; 1 мА) | <5(58В) <170 — 

40...200 (5 В: 1 мА) |! <5(5В) <170 — 

15...60 (5 В; 1 мА) | <5 (5 В) <170 — 

40...200 (5 В; 1 мА) | <5 (5 В) <170 — 
| 20...60 (1 В; 5 мА) <20 (5 В) — — 
| 30...90 (1 В; 5 мА) <20 (5 В) — — 
| 30...90 (1 В; 5 мА) <20 (5 В) — — — 
70...210 (1 В: 5 мА) <20 (5 В) — — — ы р 9 
| 30...90 (1 В: 5мА) <20 (5 В) — <15 (1 кГц) — 

) 
| ыы | Г 


о 


18 зак 9 
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Г, в О кво проб Ткво, 
Тип Струк- р» ков проб? во тах" Ткэв» 
прибора тура в к Ткэо, 
| МГц | | мкА 
| 2Т202А-1 р-п-р 25 (35°С) 5 15 10 20 (50*) <1 (15 В) | 
21202Б-1 р-п-р 25 (35°С) 5 15 10 20 (50*) <1 (15 В) 
21Т2028В-1 | р-п-р 25 (35°С) 5 30 10 20 (50*) | <1 (30 В) 
12Т202Г-1 {| рир 25 (35°С) 5 30 Г юЮ |! 20(50*) | <! (30 В) 
| 21Т202Д-1 ! р-р 25 (35°С) 5 | 15 Г ю | 20(50*) <1 (15 В) | 
| | 
| 
| | | 
| | | 
| 
2Т203А | р-п-р | -60...+125 150 (75°С) >5* 60 30 10 (50*) <1 (60 В) 
212035 р-п-р | -60...+125 150 (75°С) >5* 30 15 10 (50*) <1 (30 В) | 
2т203В р-п-р | -60...+125 150 (75°С) >5* 15 10 10 (50*) <1 (15 В) 
2т203Г р-п-р | -60...+125 150 (75°С) >10* 60 30 10 (50*) <1 (60 В) 
2Т203Д | р-п-р | -60...+125 150 (75°С) >10* 15 <! (15 В) 
} 


10 | 10(50*) 
| 
| 
| 









|2Т205А-3 | -60... 40 (90°С) 
|212055-3 | прп | -60...+125 40 (90°С) 
| | 

| | 


20 (45*) 
3 20 (45*) 


3* (250 В) 


250 2* (200 В) 


















































21208 А .. 200 (60°С) 20* (10к) 20 150 (300*) <1 
21208 Б р-п-р | -60...+125 200 (60°С) >5 20 20 150 (300*) <1 (20 В) 
21208 В р-п-р | -60...+125 200 (60°С) >5 20 20 150 (300*) <1 (20 В) 
[тов | р-п-р | -60...+125 200 (60°С) >5 30 20 | 150 (300*) <1 (20 В) 
12Т208Д | р-п-р | -60...+125 | 200 (60°С) >5 30* (10к) | 20 | 150 (300*) <1 (20 В) 
12Т208Е ‘ р-п-р | -60...+125 200 (60°С) | >5 30 20 | 150(300*) <1 (20 В) 
12т208Ж |! рп 1 -60...+125 | 200 (60°©) | >5 45 20 | 150 (300*) <! (208) 
[21208иИ | риф | -60...+125 | 200 (60°©) | >5 45 20 | 150 (300*) <1 (20 В) 
21208 К | | 200 (60°С) 45 | 20 150 (300*) < 
|2Т208 Л | 200 (60°С) 60 | 20 150 (300*) <1 

200 (60°С) | 150 (300*) < 






























25 (50**) 
25 (50**) 
25 (50**) 


20 (50*) 
20 (50*) 
20 (50*) 


<0,01 (15 В) 
<0.01 (15 В) 
<0,01 (15 В) 








| 
|21214А-1 





р-п-р | -60... 50 >5 100* (10к) 50 (100*) <! (30 В) | 
|2Т214Б-1 р-п-р | -60...+100 50 >5 80* (10к) <| (30 В) | 
|2Т214В-1 р-п-р | -60...+100 50 >5 80* (10к) 50 (100*) <1 (30 В) 
2Т214Г-1 р-п-р | -60...+100 50 >5 60* (10к) 50 (100*) <1 (30 В) 
2Т214Д-1 р-п-р | -60...+100 50 >5 30* (10к) 50 (100*) <1 (30 В) 
2Т214Е-1 р-п-р | -60...+100 50 >5 30* (10к) 50 (100*) <1 (30 В) 


| 
] 
| 
| 
] 
| 
| 
| 
50 (100*) 
| 








ча 


-60. | | Е 
|2Т214Б-5 -60. | 94** — | 50 <1 
121214 В-5 р-п-р | -60...+100 | 70** — 50 <] 
|2Т214Г-5 р-п-р | -60...+100 50 >5 | 47** — 50 <! (30 В) | 
|2Т214Д-5 р-п-р | -60...+100 | 50 | >5 35** — | 50 <1 (30 В) 
та. р-п-р | -60...+100 | 50 | >5 24** — | 50 <! (30 В) | 
| | 
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И», И э 





15...70 (5 В; 1 мА) 
40...160 (5 В: 1мА) 
15...70 (5 В; 1 мА) 
40...160 (5 В; 1 мА) 
100...300 (5 В: 1 мА) 










>9 (5 В: 1 мА) 
30...90 (5 В: мА) 
15...100 (5 В; 1 мА) 
>4 (5 В; 1 мА) 
60...200 (5 В; 1 мА) 









...40 (10 В: 2.5 мА) 
10...40 (10 В: 2.5 мА) 





...60* (1 В: 30 мА) 
...120* (1 В; 30 мА) 
...240* (1 В; 30 мА) 
...60* (1 В; 30 мА) 
40...120* (1 В; 30 мА) 
80...240* (1 В: 30 мА) 
20...60* (1 В; 30 мА) 
40...120* (1 В: 30 мА) 
80...240* (1 В; 30 мА) 
20...60* (1 В; 30 мА) 
40...120* (1 В; 30 мА) 








...240 (1 В; 40 мА) 


| 
} 
| 
| 
| 
| 
| 
...120 (1 В; 40 мА) 
160...480 (1 В; 40 мА) 
| 
1 
р 


>20 (5 В; 10 мА) 
30...90 (5 В: 10 мА) 
40...120 (5 В; 10 мА) 
40...120 (5 В; 10 мА) 

>80 (1 В; 40 мкА) 

>40 (1 В: 40 мкА) 


>25 (5 В: 10 мА) 
36...78 (5 В: 10 мА) 
| 50...104 (5 В: 10 мА) 
| 50...104 (5 В; 10 мА) 
>91 (1 В: 40 мкА) 
>46 (1 В: 40 мкА) 









С, 
С, 
пФ 


<25 (3 В) 
<25 (3 В) 
<25 (3 В) 
<25 (3 В) 
<25 (ЗВ) 


<10 (5 В) 
<10 (5 В) 
<10 (5 В) 
<10 (5 В) 
<10 (5 В) 


<10 (10 В) 
<10 (10 В) 


<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 


<20 (5 В) 
<20 (5 В) 
<20 (5 В) 


<30 (10 В) 
<30 (10 В) 
<30 (10 В) 
<30 (10 В) 
<30 (10 В) 
<30 (10 В) 


<50 
<50 
<50 
<50 
<50 





Гкэ нас? Ом 
Гьэ. нас? Ом 
к, р’ дБ 


<400 





дмммимиимииии 


<19,5 
<19,5 
<19,5 
<19.5 
<19,5 


<4 (1 кГц) 


<4 (1 кГц) 


<4 (1 кГц) 


<1200* 
<1200* 
<1200* 
<1200* 
<1200*; <5 (1 кГц) 
<1200* 













Корпус 


2Т202-1 


$ 
= 


2Т203А 
95,84 





21Т205А 





1,2 

[55 
хо о 
ъ 
ыы 
< “=> 


19,7 5,3 
> 
В 


2Т214А-5 


| 0,5 0,1 
АТ | 
о 
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Тип 
| прибора 
| 


| 
12Т214А-9 


'2Т214Б-9 
12Т214В-9 
12Т214Г-9 
[21214 Д-9 
12Т214Е-9 


'2Т215А-1 
|21215Б-1 
12Т2158В-1 
12Т215Г-1 
12Т215Д-1 
2Т215Е-1 


|2Т215А-9 
2Т215Б-9 
2Т215В-9 
`2Т215Г-9 
2Т215Д-9 
2Т215Е-9 


|2тзог 

| 2т301Д 
12ТЗо1Е 
21т301Ж 
| 


й 
| 


|2тЗ06А 
12т306Б 
|2тз06В 
|[2тзо6г 
| 


| 
| 
2Т307А-1 

21Т307Б-1 
'2Т307В-1 
|21307Г-1 


|2Т3101А-2 


п-р-п | -60 
п-р-п -60 
п-р-п -60 
п-р-п -60 
п-р-п -60 
п-р-п 60 
п-р-п | -60. 
п-р-п | -60. 
п-р-п | -60. 
п-р-п | -60. 
| 
| 
п-р-п | -60. 
п-р-п | -60. 
п-р-п | -60. 
п-р-п -60. 
п-р-п 60 
п-р-п 60 
п-р-п -60 
п-р-п -60 


Токр., 

тура *С 

р-п-р -60...+85 
р-п-р -60...+85 
р-п-р -60...+85 
р-п-р -60...+85 
р-п-р | -60...+85 
р-п-р 60...+85 
п-р-п | -60...+100 
п-р-п | -60...+100 
п-р-п | -60...+100 
п-р-п | -60...+100 
п-р-п 60...+100 
п-р-п 60...+100 


..+125 
..+125 
..+125 
..+125 


...+85 
...+85 
...+85 
...+85 


...+125 


К тах ? 

* 

К. т тах ® 
%** 


К. и тах ? 


мВт 





150 (60°С) 
150 (60°С) 
150 (60°С) 
150 (60°С) 


150 (90°С) 
150 (90°С) 
150 (90°С) 
150 (90°С) 


100 (45°С) 


, , Тб , 
** 


12] э? 
%%% 


> ’ 
МГц 


>300 
2500 
>300 
>500 


>300 
>300 
>300 
>300 


>4000 


О кво проб 


о КЭВ проб ? 


Ч оо проб? 


80+ * 
80** 
60** 
40** 
30** 
20** 


80** 
80** 
60** 
40** 
30** 
20** 


94** 
94** 
70** 
47** 
35 ** 
4** 


100* (10к) 
90* (10к) 
80* (10к) 
60* (10к) 
30* (10к) 
30* (10к) 


15 
15 
15 
15 


10* (3к) 
10* (3к) 
10* (3к) 
10* (3Зк) 





ля 


ыРь р „р > фо лялямиыям 


ыРЬ -Рь 5 


2,5 





К, и тах? 


мА 


50 (100*) 
50 (100*) 
50 (100*) 
50 (100*) 
50 (100*) 
50 (100*) 


50 (100*) 
50 (100*) 
50 (100*) 
50 (100*) 
50 (100*) 
50 (100*) 


50 (100*) 
50 (100+) 
50 (100*) 
50 (100*) 
50 (100*) 
50 (100*) 


10 (20*) 
10 (20+) 
10 (20*) 
10 (20*) 


30 (50+) 
30 (50*) 
30 (50+) 
30 (50*) 


20 (50+) 
20 (50*) 
20 (50*) 
20 (50+) 


20 (40*) 


ммииии 


<100* (30 В) 
<100* (30 В) 
<100* (30 В) 
<100* (30 В) 
<100* (30 В) 
<100* (30 В) 


мимиииии 


<1* (1008) 
<1* (90 В) 
<!* (80 В) 
<1* (60 В) 
<1!* (30 В) 
<1* (30 В) 


<5* (30 В) 
<5* (30 В) 
<5* (20 В) 
<5* (20 В) 


<0,5 (15 В) 
<0,5 (15 В) 
<0,5 (15 В) 
<0.5 (15 В) 


<0,5 (10 В) 
<0.5 (10 В) 
<0.5 (10 В) 
<0,5 (10 В) 


<0,5 (15 В) 
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| | 

| С, Г нас? Ом К», дБ г“ ие | 
| И>,, В. | С», ГБЭ нас, Ом г. Ом г Корпус 
т | пФ | К’, ДБ р”, Вт выкл” МС 
| | | Е кл» НС 
Г 520 (5 В: 10 мА) <30 (10 В) <60 <1200* <5 2Т214А-9 
| 30...90 (5 В: 10 мА) | <30 (10 В) <60 <1200* <5 3 095 | 

40...120 (5 В; 10 мА) <30 (10 В) <60 <1200* <5 ы 
| 40...120 (5 В; 10 мА) <30 (10 В) <60 <1200* <5 
280 (1 В; 40 мкА) <30 (10 В) <60 <1200*; <5 (1 кГи) <5 а -< 
| 240 (18; 40 мкА) <30 (10В) <60 <1200* <5 12 | 
9 , 
| >20(5 В; 10 мА) <50 (10 В) <0,45 <1200* <5 2Т215А-1 

30...90 (5 В: 10 мА) <50 (10 В) <0,45 <1200* <5 
| 40...120 (5 В; 10 мА) | <50 (10 В) <0,45 <1200* <5 <) >> 

40...120 (5 В; 10 мА) <50 (10 В) <0,45 <1200* <5 } 
1 >80 (1 В: 40 мА) | <50 (10В) <0,45 <1200*; <5 (1 кГц) <5 
| >40 (1 В: 40 мкА) | <50 (10 В) | <0,45 <1200* | <5 нЕ 
| И \ 

















>25 (5 В: 10 мА) <50 2Т215-5 





36...78 (5 В: 10 мА) <50 <19,.5 — — 
46...104 (5 В; 10 мА) <50 <19,5 — — 0,5 0,1 
46...104 (5 В; 10 мА) <50 <19,5 — — 
>91 (1 В; 40 мкА) <50 <19,5 — — © | 
>46 (1 В: 40 мкА) <50 <19,5 | — | — о | 
| 





| 220458; 10 мА) | <50 (10 В) <60 | <1200* | < 

3С...90 (5 В: 10 мА) | <50 (10В) <60 <1200* <5 

| 40...120 (5 В: 10 мА) | <50 (10 В) <60 <1200* <5 $ 0,95 

| 40._120 (5 В: 10 мА) | <50 (10 В) | <60 <1200* <5 
| >80 (1 В: 40 мкА) | <50 (10В) <60 | <5 (1 кГц); <1200* | <5 

| >40 (1 В: 40 мкА) <50 (10 В) <60 <1200= | <5 








<4500* 
<4500; <4500* 
<4500; <8000* 
<8000* 










10...32 (10 В; ЗмА) <10 (10В) 
20...60 (10 В; ЗмА) <10 (10В) 
40...120 (10 В: ЗмА) <10 (10В) 
80...300 (10 В: ЗмА) <10 (10В) 













20...60* (1 В; 10мА) <5 

40...120* (1 В: 10мА) 55 (5 В) <8 (90 МГц) 
20...100* (1 В; 10мА) <5 (5 В) <30 
40...200* (1 В; 10мА) <5 <30 








>20 (1 В; 10 мА) <5 ( 

| >40 (1 В: 10 мА) <5 (1 В) <20 — <30* 
>40 (1 В: 10 мА) <5 (1 В) <20 — <50 
>80 (1 В; 10 мА) <5 (1 В) <20 — <50 

| 


В) | <20 — <30* | 
| 


35...300 (1 В; 5 мА) <1,5 (5 В) >6** <4,5 (2,25 ГГц) <10 
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213106А-2 


| 213108 А 
213108 Б 


1213108 В 
| 


213114А-6 
2Т3И4АБ-6 
21Т314АВ-6 


213115 А-2 
213115Б-2 


тзивл в 






21Т3120А 


р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 


п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 


п-р-п 


п-р-п 


п-р-п 


п-р-п 





! 
| 
| 
| 
| 
| 


-60... 
...+125 


-60...+125 


-60... 


-60... 


-60... 


-60... 


..+125 
-60... 
-60... 


+125 
” 


+125 


+100 


+125 


Рк тах ? 


К, т тах 7 
2*# 


К, н тах? 


мВт 


30 (50°С) 


300 (360*) 
300 (360*) 
300 (360*) 


25 (100°С) 
25 (100°С) 
25 (100°С) 


70 (70°С) 
70 (70°С) 


50 (85°С) 


К ры 


215’ 
+%* 


1 ах ’ 
МГц 


2900 





>250 
>250 
>300 


24300 
24300 
24300 


25800 


>5800 


>5800 


>300 
>300 


21800 


Око проб Ки 
ая проб? во тах 7 и Ш , 
О кэо проб? В | МА, 
| ' 
15* (10к) 25 20 (40*) 
60* (10к) 5 200 
45* (10к) 5 200 
45* (10к) 5 200 
1 р 
| 1 
5 г | 15 
5 | 15 
5 | 15 
В 
10* (к | 1 | 8,5 
10* (1к) | 8,5 
| 
10 (ют | 8,5 
| 
| 
| | 
60 4 400 (0,8* А) 
75 4 400 (0,8* А) 


30 (60*) 
30 (60*) 
30 (60*) 


20 (40+) 


КЭО 


мкА | 
<0,5 (15 В) 


<0,2 (60 В) 
<0,2 (45 В) 
<0.2 (45В) | 


<0,5 (5 В) 
<0,5 (5 В) 
<0,5 (5 В) | 


<0,5 (108) | 
<0,5 (10 В) 


<0,5 (10 В) | 


<0,5 (15 В) 
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ос К, ДБ т. ПС 
| . | „к? и Г, нс 
| В», Вэ С, г Ом ео нс Корпус 
пФ Рьых, Вт ме р 
й Ел» НС | 
[| 24045 В: 5 мА) | <2 (5 В) |217** (120 МГц) <2 (120 МГц) — 213106-2 | 
| 1,15 0,95 

ИГ ЗЕ И 

| БА3Э 

| 50.150 (1 В; 10 мА) | <5 (10 В) <25 <6 (100 МГц) <250; <175* 21т3108 

| 50...150 (1 В: 10 мА) <5 (10 В) <25 <6 (100 МГц) <250; <175* 584 | 
| 100...300 (1 В; 10 мА) | <5 (108) <25 <6 (100 МГц) <250; <175* бы. 






15...80 (3 В: 1 мА) <0,44 (3 В) |>11,5** (0,4 ГГц) 
15...80 (3 В; 1мА) <0,44 (ЗВ) |>11,5** (0,4 ГГц) 
15...80 (3 В: 1 мА) <0,44 (ЗВ) | >3** (2,25 ГГц) 


<|,5 (400 МГц) 
<2 (400 МГи) 
<3 (400 МГц) 







>15 (5 В; 5 мА) | <0.6 (5 В) >5** (5 ГГц) <4,6 (5 ГГц) 

>15 (5 В: 5 мА) | <0,6 (5 В) >6** (4 ГГц) <4,4 (5 ГГц) 

} | | 

| 

| | 

| 

| | 

>15 (5 В; 5мА) <0,6 (5 В) >5 (1 ГГц) <9** (1 ГГц) <3,8 





213117 






95,64 











| 40...200 (5 В; 0.2 А) | <10 (10 В) <60* 
100...300 (5 В; 0,2 А) <10 (10 В) Е. <60* 


10...100* (2 В; 20 мА) <5 (10В) <25 
25...100* (2 В; 20 мА) <5 (10 В) <25 
50...280* (2 В: 20 мА) <5 (10 В) <17 
>40 (1 В; 5 мА) <2 (5 В) >10** (400 МГц) <2 (400 МГц) <8 































































| 
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Рк тах ? Е, ‚Вю ы кво проб? . 
Тип Струк- РК, ттал 213? кв проб ? Ч во тах ' * та 
прибора тура Рк. н тах? пах ' О кэо проб? МА 
мВт МГц 
'21Т3121А-6 | п-рп 
| 
| | 
| 
: | 
| 
|| 
| 
2Т3123А-2 р-п-р | -60...+125 150 5000 15 3 30 (50+) <25 (15 В) 
2Т3123Б-2 р-п-р | -60...+125 150 5000 15 3 30 (50+) <25 (15 В) 
21Т3123В-2 р-п-р | -60...+125 150 3500 10 3 30 (50*) <25 (10 В) 
| | | 
21Т3124А-2 | п-рп | -60...+125 70 (85°С) >6* ГГц 10 | | 7 | 50.5 (10 В) 
|2Т3124Б-2 |! п-р-п | -60...+125 | 70 (85°С) >6* ГГц | 10 7 | 30.5 (10В) 
|2Т3124В-2 | п-р-п | -60...+125 | 70 (85°С) >6* ГГц | 10 | | 7 <0,5 (10 В) 
| ПИ 
| 
2Т3129А9 р-п-р | -60...+125 200 >200 50 5 100 (200*) <1 (50 В) 
21312959 р-п-р | -60...+125 200 >200 50 5 100 (200*) <1 (50 В) 
213129 В9 р-п-р | -60...+125 200 >200 30 5 100 (200*) <! (30 В) 
213129Г9 | р-р | -60...+125 200 >200 30 5 | 100 (200*) <1 (30 В) 
2131299 |! р-п-р | -60...+125 | 200 >200 20 5 | 100(200*) | <! (20 В) 
| 
о 
| 
2Т31ЗА | - | 300 (1000*) >200 60 5 350 (700*) <0,5 (50 В) 
|21Т313Б | - 300 (1000*) >200 60 5 350 (700*) <0,5 (50 В) 
| 
| 

213130А-9 | п-р-п | -60...+85 | 200 >150 50 5 100 | 50.1 (50 В) 
|2Т3130Б-9 | п-р-п | -60...+85 | 200 >150 | 50 5 10 (| 50.1 (508) 
|2131308-9 | п-р-п | -60...+85 | 200 >150 30 5 100 ‹ 50.1 (30 В) 
|213130Г-9 ! п-рп | -60...+85 | 200 >300 20 5 100 <0.1 (20 В) 
|1213130Д-9 : п-р-п | -60...+85 | 200 >150 30 5 | 100 <0.1 (30 В) 
|213130Е-9 ; п-р-п | -60...+85 | 200 >300 | 20 5 | 100 <0,1 (20 В) 
| | | 
[5т3132А_2 | п-р-п | -60...+125 70 (85°С) 10* (1к) 8,5 <0,5 (10 В) 
'2Т3132Б-2 п-р-п | -60...+125 70 (85°С) 10* (1к) 8,5 <0,5 (10 В) 
2Т3132В-2 п-р-п | -60...+125 70 (85°С) 10* (1к) 8,5 <0,5 (10 В) 
2Т3132Г-2 п-р-п | -60...+125 70 (85°С) 10* (1к) 8,5 <0,5 (10 В) 

| п-р-п 300 >200 50 4 300: 700* <10 (50 В) 


2Т313ЗА 
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С Гкэ нас? Ом * 
В. „, бэ С.» ГБ нас” Ом Корпус 
пФ К, дБ у 





30...400 (5 В; 2 мА) <1 (5 В) >8** (1 ГГц) <2 (1 ГГц) 












ЕЕ ОЕЕТЕЕЕДЕЕ ЗЕЕ ЕЕ ЕЕ ЗЕЕ 2 ТЕЛЬ 


















20 (10 В; 10 мА) 
20 (10 В; 10 мА) 
20 (10 В; 10 мА) 


25** (1 ГГц) 
>5** (1 ГГц) 
>5** (1 ГГц) 


2,4 (1 ГГц) 
3 (1 ГГц) 
2,4 (1 ГГц) 
















15...200* (5 мА; 7 В) 
15...200* (5 мА: 7 В) 
15...200* (5 мА; 7 В) 


>4** (6 ГГц) 
>5** (5 ГГц) 
>6** (4 ГГц) 


<5 (6 ГГц) 
<5 (5 ГГц) 
<3,6 (4 ГГц) 


30...120 (5 В; 2 мА) <10 (10В) <20 

80...250 (5 В; ЗмА) <10 (10В) <20 3 095 
| 80...250 (5 В; 2мА) <10 (10В) <20 и 

200...500 (5 В; 2 мА) <10 (10В) <20 

200...500 (5 В; 2 мА) <10 (10В) <20 




















30...120 (10 В; 1мА) 


| <12 (10В) 
| 80...300 (10 В; [ мА) 


<12 (10В) 


| 100...250 (5 В; 2 мА) <12 (5 В) 
| 200...500 (5 В; 2 мА) <12 (5 В) 
| 200...500 (5 В: 2 мА) | <12(5В) 
400...1000 (5 В: 2 мА) <12 (5 В) 
200...500 (5 В; 2 мА) <12 (5 В) 
400...1000 (5 В; 2 мА) <12 (5 В) 







...150 (7 В; ЗмА) >6** (3,6 ГГц) <2,5 (3,6 ГГц) — 2Т3132-2 
' 15...150 (7 В; 3 мА) >4** (6 ГГц) <5 (6 ГГц) — 1,15 95 
| 15...150 (7 В; 3 мА) >5** (5 ГГц) <5 (5 ГГц) — № 
...150 (7 В; З мА) >6** (4 ГГц) <3,6 (4 ГГц) — ` 
сч 
&® 
25...100 (3 В: 150 мА) <5 (10 В) <0,43 — <100* 
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Тип 
| прибора 


2Т3133А-2 
| 


| 
12Т3134А-1 


| 
| 
| 


213135 А-1 


| 
12Т315052 


} 

|213152А 
2131525 
21Т3152В 
21Т3152Г 
2Т3152Д 








21Т3154А-1 


213156А-2 


п-р-п 


р-п-р 


р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 


| -60...+125 | 


-60...+125 | 


+ 
. 


-60...+125 


-60...+125 


-60...+125 
-60...+125 
-60...+125 
-60...+125 
-60...+125 


| -60...+125 


30 


120 (65°С) 


200 (60°С) 
200 (60°С) 
200 (60°С) 
200 (60°С) 
200 (60°С) 
200 (60°С) 





1, ‚Бао О кво проб’ 
К ков проб? 
ах О хкэо проб? 
МГц 
> 45* 

(500 Ом) 

| >1500 10 
>1500 15* (1к) 

| 

| 
>1200 35* (10к) 
>50 50+ 
>50 40* 
>50 30* 
>50 50+ 
>50 40* 


10* (3к) 


40* (10к) 





4 


4 


20 
20 


К, и тах? 


300; 700* 


10; 20* 


30; 50* 


30 (50+) 


150 (300*) 
150 (300*) 
150 (300*) 
150 (300*) 
150 (300*) 
150 (300*) 


20; 50* 





То, 
Тв» 
То» 


мкА 
<10 (50 В) 


<0,5 (10 В) 


<1 (15 В) 


<0,5 (40 В) 


<10* (50 В) 
<10* (40 В) 
<10* (30 В) 
<10* (50 В) 
<10* (40 В) 
<10* (30 В) 


<0.5 (10В) 


<! (40 В) 


о 9 282 — > 


тт 


СИЕ АО. т 2. Е.Е Т 


| 
| 
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В», Вэ Гэ нас? 


К, р’ дБ 





2Т3133-2 





25...100 (3 В; 150 мА) 








| | | 

| ‚Ш 

| | | м 

| | > 

| 

| 

| | 

| 90...450 (2 В: 5 мА) <1,5 (5 В) <35; <110* — <95 2Т3134-1 

кр НЫ 

р 

(И 

| о АБ 

29 
| 


50...180 (5 В: ЗмА) <1,5 (10В) <30: <110* 










' 60...180* (5 В; 2,5 мА) 








| | 
| | | 
| | 
| 2 м о 
| | | | | НЫ 
| | >: 
| | ом 
| =. 
| ГА | 
| БА Э 
Г >80 (5 В; 30 мА) <35 (20 В) <1 <400* 213152 
| >80 (5 В; 30 мА) <35 (20 В) < <400* | 
>80 (5 В; 30 мА) <35 (20 В) <1 <400* #5,84 | 
>100 (5 В: 30 мА) | <35 (20 В) <1 | <400* р | 
| >100 (5 В; 30 мА) | <35 (20 В) < | 5400* + ых | 
| 2100 (5 В; 30 мА) <35 (20 В) < <400* = @® 
| ее 
| | 
| 
40...120 (10 мА) <30; <110* <10* 2Т3154-1 
| 
| 
40...300 (5 В;2 мА) | <1,3 (5 В) — | 40 | 21Т3156-2 
| | 
| 
| | 22 15 | 
| 
| | } | < | 
о | 
| Г: 
| 5БКЭ 
| 
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| 

Н р | . Ь 
| Р; тах ' у, ы 6 ы КБО проб? 
* ы ы К тах : 

Тип Струк- Токр., Р;. т мах ° нь КЭВ проб’ Ч во тах ' * 

° .. „.» *. К,и тах’ 

прибора тура С Р;. и мах пах ? КЗО проб? мА 


мВт МГц В 


213158А-2 | п-р-п | -60...+125 50; 50* 4 400; 800* <5 (50 В) 
| | 
| 

2Т316А п-р-п | -60...+125 150 (75°С) | >600 10* (Зк) 4 50 <0.5 (10В) | 
2Т316Б | п-р-п | -60...+125 150 (75°С) >800 10* (3к) | 4 50 <0.5 (10В) | 
21Т316В п-р-п | -60...+125 150 (75°С) >800 10* (Зк) 4 50 <0,5 (10В) | 

2т316Г п-р-п | -60...+125 150 (75°С) >600 10* (3к) 4 50 <0,5 (10 В) 

21316Д п-р-п | -60...+125 150 (75°С) >800 10* (Зк) 4 50 <0,5 (10В) | 

| 
|21Т3160А-2 | п-р-п ‚-60...+125 300 520 | 5 | 4 | 300; 700" | 104508) | 
| | 
| ВИ 
| | 
| | 
| | 
| 
| 
| 
| | 
2Т3162А р-п-р | -60...+125 300 >700 60* (5к) — 150 <0,5 (60В) | 
| 
| | | 
| | | | 
| | 
| 
| | 
| 
21Т3162А5 р-п-р | -60...+125 300 >700 60* (5к) — 150 <0,5 (60 В) 
| 
| 
21Т3164А р-п-р | -60...+125 250; 500** >800 15* (100к) 4 <0,5 (20В) | 
| | | | | | 
| | | | 
| 
| | 
213167А-7 п-р-п | -60...+125 120 5400 | 40* (10к) 4 10; 20* <! (40 В) 
| 
| 
2Т317А-1 3,5 15 (45*) <1 (5 В) | 

2Т317Б-1 п-р-п | -60...+85 15 <1 (5 В) 

|[21317В-1 п-р-п | -60...+85 15 >100 5 3.5 15 (45*) | <1 (5 В) 
| 


п-р-п -60...+85 15 >100 5 
| 


| 
>100 5 3.5 15 (45*) 
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т, ПС 
С, Гкэ нас? Ом К, дБ г НС 
| в, Вэ С.» СБУ нас? Ом г. › Ом | 5” НС Корпус 
пФ К, ‚, ДБ р”, Вт выкл 
Я кл» НС 


50...180 (5 В; 200 мА) <15 (10 В) <0,53; <10* <400; <70* 213158-2 





—ы—ы—-„-——— ———— 


р 

Г 20...60" (1 В; 10 мА) | <3 (58) <40 — <10* | 21316 

 40...120* (1 В; 10 мА) <3 (5 В) <40 — <10* 584 

| 40...120* (ЕВ; 10 мА) <3 (5 В) <40 — <15* , 

| 20...100* (1 В: 10 мА) | <3 (5 В) <40 — <150 г 

| 60...300* (1 В; 10 мА) <3 (5 В) <40 — <150 ч; ‘© 
5 
у 10 6 





30...150 (3 В; 150 мА) | <5 В (10 В) 213160-2 


19 








Г -—- 


60...200 (3 В; 10 мА) <5 (10 В) 


60...200 (3 В: 10 мА) <5 (10 В) <25 — <150; <100* 21Т3162-5 


ЭГ Л Г МЕ Рава ИАА. 5 МЕ Ре. ААА ИНЕТЕ, 


, 
— 





30...120 (7 В; 2 мА) <35; <120* 213164 
95,8 





40.300 (5 В:2мА) | <2(58) о 40 2т3167-7 
25...75 (1 В; 1 мА) <11 (1 В) <30 — <130* 21Т317-1 
35...120 (1 В; мА) <11 (ГВ) <30 — <130* 


—. 


11 
80...250 (1 В; 1 мА) <11 (ТВ) <30 — <130* «У 
ИТ \ = 


К 


286 
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|2Т3175А 


2Т318Б-1 
21318 В-1 
21318 Г-1 
|2Т318Д-1 
|2Т318Е-1 
|2Т3188В1-1 


| 
| 
21318 А-1 


2Т3187А-9 


213187А-91 


21Т319А-1 
21Т319Б-1 
|2Т319В-1 


21Т321Б 
21321В 
21Т321Г 
21Т321Д 


21321А 
21Т321Е 


н 


|2Т324А-1 
2Т324Б-1 
'2Т324В-1 
| 2Т324Г-1 
2Т324Д-1 
2Т324Е-1 


21Т325А 
21325Б 
21325 В 


п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 


п-р-п 
п-р-п 


п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 


р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 
р-п-р 


п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 


п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 


-60.. 
...+85 
-60.. 


...+85 
...+85 
...+85 
...+85 
...+85 
...+85 
...+85 


...+85 
...+85 


.+85 


.+85 


..+125 
...+125 
..+125 
..+125 
...+125 
..+125 


...+85 
...+85 
...+89 
...+85 
...+85 
...+85 


..+125 
..+125 
..+125 


К мах? 

* 

К. т тах? 
*з 


К. и тах ? 


мВт 


350 


210 (20** Вт) 
210 (20** Вт) 
210 (20** Вт) 
210 (20** Вт) 
210 (20** Вт) 
210 (20** Вт) 


15 
15 
15 
15 
15 


225 (85°С) 
225 (85°С) 
225 (85°С) 


250 (25°С) 


250 (25°С) 


Г, с, 
+ 
12]э' 
+ 


Я ах ’ 
МГц 


>300 


>430 
2430 
2430 
>350 
2350 
>350 
2350 


>4,4 ГГц 
4600 


>100 
>100 
>100 


О кво проб? 
* 


О ков проб' 


О кэо проб * 


45* (10к) 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


20 
12* 


сл сл 


15* (3к) 
15* (Зк) 
15* (3к) 


15* (100к) 
15* (100к) 


3,5 


3.5 


ыы -рь -рь > „р 


ор -Бь 5 5 > 





| 
! 
| 
) 


Г плах 
* 


К, и тах? 


мА 


100 (200+) 


20 (45*) 
20 (45*) 
20 (45*) 
20 (45*) 
20 (45*) 
20 (45*) 
20 (45*) 


25 
25 


15 
15 
15 


200 (2* А) 
200 (2* А) 
200 (2* А) 
200 (2* А) 
200 (2* А) 
200 (2* А) 


20 (50*) 
20 (50+) 
20 (50*) 
20 (50*) 
20 (50*) 
20 (50*) 


50 
50 








кво» 
Гкэв, 
Гкэо» 


мкА 
<0.05 (50 В) 


<0,5 (10 В) 
<0,5 (10 В) 
<0.5 (10 В) 
<0.5 (10 В) 
<0,5 (10 В) 
<0,5 (10 В) 
<0.5 (10В) 


<0.1 (10В) 
<0,1 (10В) 


мм м 


<100 (60 В) 
<100 (60 В) 
<100 (60 В) 
<100 (45 В) 
<100 (45 В) 
<100 (45 В) 


<0,5 (10 В) 
<0,5 (10 В) 
<0,5 (10В) 
<0,5 (10 В) 
<0,5 (10 В) 
<0,5 (10 В) 


<0,5 (15 В) 
<0.5 (15 В) 
<0.5 (15 В) 


<0,5 (10В) 
<0,5 (10 В) 


ЕЕ ЕЕ ЕЕЕИЕЕЕИЕ ЕЕ 22.22 зе" 
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С, | Гкэ нас? Ом | К, дБ Е" пс | 
В, Во С. | ГБ нас Ом г, Ом 5” нс Корпус 
| пФ К, „, дБ Р„.„› Вт НС 
ф пк» НС 
| 250...1000 (5 В; 2 мА) — — — — 213175 
В: 

| | 
| | м 
= к а 
| - 
Ш 9 = 
| 
| 30..90(1 В; 10 мА) | <3.5 (5 В) <27 — <15* | 2Т318-1 | 
| 50...150 (1 В; 10 мА) | 53.5 (5 В) <27 — <15* | } | 
| 70...280 (1 В; 10 мА) <3,5 (5 В) <27 — <15* ^ 2 ри 
| 30...90 (1 В; 10 мА) <4.5 (5 В) <33 — <25* ф 
| 50...150 (1 В; 10 мА) | <4,5 (5 В) <33 — <25* 
| 70...280 (1 В: 10 мА) | <4,5 (5В) <33 — <25* _ 
| 70.280 (1 В; 10 мА) | <45 (5 В) <27 _ <10* ГА = 
5 КЭ 
>40 (10 В: 14 мА) | <0.9 (10В) | >12** (0,85 Ги) <2 (0,8 ГГ | — 213187-91 (213187-9) 
| 240(10 В: 14 мА) | 0,9 (10 В) | 212** (0,85 Гц) <2 (0,8 ГГц) | — 3 095 
, | | > 
59 2 
| | (9)(5) 
| 15...55 (1 В; | мА) <11 (1 В) <30 — <130* | 2Т319-1 
| 45...90 (1 В; 1 мА) <11 (1 В) <30 — <130* 1,1 09 
| 80...220 (1 В; 1 мА) <11 (1 В) <30 — <130* 
| 
мы 
| ОДА 1 

| БЭК | 


= 
| 20...60* (3 В: 0.5 А) <40 (10 В) <3.6 — | <400: <1000* 21321 | 
<40 (10 В) 


40...120* (3 В: 0,5 А) <3,6 — | <400: <1000* 9117 


1 
» 
| 80...200* {3 В: 05.) | <40 (10 В) <3.6 — <400: <1000* р, 
20...60* (3 В: 0.5А) | <40 (10 В) : <1000* 
| 40...120* (3 В: 0.5 А) | =40 (10 В) <3,6 — <400; <1000* | ® 9 6 
| 80...200* (3 В:0.5А) | <40 (10 В) <3.6 — <400: <1000* 
[5 
>) 


и 
а - 
© 
д 
»Р- 
(= 
(=> 


20...60 (1 В; 10 мА) <2,5 (5 В) <30 — <10* 2Т324-1 
40...120 (1 В: 10 мА) <2.5 (5 В) <30 — <10* 

06 м 06 
80...250 (1 В: 10 мА) <2,5 (5 В) <30 — <10* 


40...120 (1 В: 10 мА) <2,5 (5 В) <30 — <15* 





| | 
' 20...80 (1 В: 10 мА) |! 52.5 (5 В) | <30 — <180 | 
| 60...250 (1 В: 10 мА) | <2.5 (5 В) <30 — <180 || х. | | 
Ы | й | | 
| АЗ 
30...90* (5 В: 10 мА) | <2,5(5В) | — — <125 21325 | 
70...210* (5 В; 10 мА) <2.5 (БВ) | 

















160...400* (5 В; 10 мА) <2,5 (5 В) 







20...70* (2 В: 10 мА) 
45...160* (2 В; 10 мА) 





ет Еле дих 2 


| 
| 
| 
| 
| 
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| Рк пах 7 Г, ‚Во ы О кво проб? | кво ы 
| Тип | Струк- Токр., РК тах, нь, О кэв проб? Ч во тах» Г" К тах Ткэв, 
прибора | тура “С К Китах, ах ко проб" В А Тк, 
| мВт МГц МКА 
2ТЗЗ1А-1 п-р-п | -60...+125 15 >250 15* (10к) 3 20; 50* <0,2 (15В) | 
2Т3315-1 п-р-п | -60...+125 15 >50 15* (10Ок) 3 20; 50* <0,2 (15В) | 
21Т331В-1 п-р-п | -60...+125 15 >250 15* (10к) 3 20: 50* <0,2 (15 В) 
21Т331Г-1 п-р-п | -60...+125 15 >400 15* (10к) 3 20; 50* <0,2 (15 В) 
2Т331Д-1 п-р-п | -60...+125 15 >500 15* (10к) 3 20; 50* <0,2 (15 В) 
| | 
| 
| 
15* (10к) 3 20: 50* <0,2 (15 В) 
15* (10к) 3 20; 50* <0,2 (15 В) 
15* (10к) 3 20; 50* <0.2 (15 В) 
15* (10к) 3 20; 50* <0,2 (15 В) 
15* (10к) 3 20; 50* <0,2 (15 В) 
2ТЗЗЗА-3 п-р-п | -60...+85 15 10* (3к) 3,5 20 (45*) <0,4 (10 В) 
2Т333Б-3 п-р-п | -60...+85 15 10* (Зк) 3,5 20 (45*) <0.4 (10 В) 
2Т3ЗЗЗвВ-3 п-р-п | -60...+85 15 10* (Зк) 3,5 20 (45*) | 50.4 (10В) 
|[2т333Г-3 | пр | -60...+85 15 10* (Зк) 3,5 20 (45*) | 30,4 (10 В) 
|2Т333Д-3 | п-р-п | -60...+85 15 10* (Зк) 3.5 20 (45*) | <0.4(10В) | 
|2Т33ЗЕ-3  п-р-п | -60...+85 15 10* (Зк) 3,5 20 (45*) | <0.4(10В) | 
| | | 
2Т336А | п-р-п | -60...+85 | 50 10* (3к) 4 20 (50*) <0.5 (10 В) 
21Т336Б | п-р-п | -60...+85 50 10* (Зк) 4 20 (50*) <0,5 (10 В) 
21336В п-р-п | -60...+85 50 10* (Зк) 4 20 (50*) <0.5 (10 В) 
2тзз6г п-р-п | -60...+85 50 10* (3к) 4 20 (50*) <0,5 (10 В) 
2т336Д п-р-п | -60...+85 50 10* (3к) 4 20 (50*) <0,5 (10 В) 
2Т3З6Е п-р-п | -60...+85 50 10* (Зк) 4 20 (50*) <0,5 (10 В) 
21348А-3 | п-рп | -60...+85 15 >100 15 (45*) 
21348Б-3 |! п-рп | -60...+85 15 >100 15 (45*) 
21348 В-3 | п-р-п | -60...+85 15 >100 15 (45*) 
| | 
ВИ 
| | 
2Т354А-2 | п-рп | -60...+125 30 10* (Зк) 10 (20*) <0,5 (10В) | 
21Т354Б-2 п-р-п | -60...+125 30 10* (Зк) 10 (20*) <0,5 (10 В) 
| | | | 
| 
|2Т355А | п-р-п | -60...+125 | 295 (85°С) >1500 15* (3к) 4 30 (60*) |  <0.5 (15 В) 
| 1 . 
| 
| р 
10 (55°С) >300 25 5 20 (75*) <1 (25 В) 
10 (55°С) >400 20 4 20 (75*) <1 (20 В) 
10 (55°С) >400 20 4 20 (75*) <1 (20 В) 
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С, Гкэ нас * Ом К», дБ | 
| В, Вэ С'.,, ГБЭ нас” Ом ‚., Ом Корпус 
пФ К, ›, ДБ Р”, Вт 
| 20..60* (1мА;: 5 В) <5 <4.5 (100 Мгц) <120 2Т331-1 
40...120* (1 мА; 5 В) <5 (5 В) <4,5 (100 МГц) <120 12 06 
80...220* (1 мА: 5 В) <5 (5 В) <4.5 (100 МГц) <120 ) , 
40...120* (1 мА; 5 В) 55 (5 В) <4,5 (100 МГц) <120 
80...220* (1 мА; 5 В) <5 х 
| «о < 
| | 
| 96К | 
| 
| 20...60* (5 В: 1 мА) <5 (5 В) — <8 (100 МГц) <300 2Т332-1 
‚ 40...120* (5 В; 1 мА) <5 (5 В) — <8 (100 МГц) <300 12 06 
| 80...220* (5 В: 1 мА) <5 (5 В) — <8 (100 МГц) <300 , > 
| 40...120* (5 В: [ мА) <5 (5 В) — <8 (100 МГц) <300 
| 80...220* (5 В; 1 мА) <5 (5 В) — <8 (100 МГц) <300 и мы 
| | — 
| | | 
Я6А 
...90 (1 В; 10 мА) <3,5 (5 В) <15* 2Т333-3 
50...150 (1 В: 10 мА) <3,5 (5 В) <15* 
70...280 (1 В: 10 мА) <3,5 (5 В) <15* 0,25 
30...90 (1 В; 10 мА) <95* Яо ол 
50...150 (1 В: 10 мА) <95* ЗИ оо 
| ...280 (1 В; 10 мА) <95* 004 
АЛЮЧ . 











<5 ( 
40...120 (2 В; 10 мА) <5 (5 В) <35 — <450; <200* 
<5 ( 


07 08 
5В) <35 — <450: <200* ) 
|__ 
|. < 
> \ 
7/9, 65 


80...240 (2 В; 10 мА) 


' 20...60 (1 В; 10 мА) <5 (5 В) 
40...120 (1 В: 10 мА) | <5(5В) 
>80 (1 В: 10 мА) | <5 (5 В) 
20...60 (1 В; 10 мА) | <5(5В) 
40...120 (1 В; 10 мА) <5 (5 В) < 
>80 (1 В; 10 мА) <5 (5 В) <30 
25...75 (1 В; 1 мА) <11 (1 В) <30 — <130* 21т348-3 
35...120 (1 В; [ мА) <11 (1 В) <30 — <130* 07 025 
80...250 (1 В; 1 мА) <11 (1 В) <30 — <130* =— - 
| ПО ЧАЕ ЖА Ко «У, 
| Ло об р | 
й } 
| | АПЮЧ , 
40...200 (2 В; 5 мА) <95 21354-2 
90...360 (2 В; 5 мА) <30 8 
У 
З 
| — | 
БАЗ 
| 
| 80...300* (5 В; 10 мА) | <2(5В) — — <60 21355 
294 
< 
ь-) 
83 
| 25...70 (2 В; 10 мА) 5 В) <35 — <450; <100* 21т360-1 


19 зак 9 
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К тах? 
Тип . 
прибора 


Струк- 
тура 


К. т тах? 
зе 


Р 








К. и тах? 


мВт 














'2Т363А | р-п-р | -60...+125 150 (45°С) 
2т3635Б | р-п-р | -60...+125 150 (45°С) 
| | | 
| | | 
| 
2Т3З64А-2 р-п-р -60...+85 30 
21Т364Б-2 р-п-р | -60...+85 . 30 
21364В-2 | р-п-р | -60...+85 | 30 

! | 
| | 
| | | 
|27366А-1 | прп | -60...+85 30 (70°С) 
12Т366Б-1 | прп ! -60...+85 50 (70°С) 
2т366В-1 п-р-п | -60...+85 | 90 (70°С) 
2136651-1 п-р-п | -60...+85 50 (70°С) 

| | 
| 
И 
| 
21Т367А п-р-п | -60...+125 100 


| 
| 
|2т368А 


 п-р-п | -60...+125 | 295 (65°С) 
|2т368Б ‚ п-р-п | -60...+125 | 225 (65°С) 
ПИ 
| 
| | 
| 
21368 А-9 п-р-п | -60...+100 100 (65°С) 
213685Б-9 п-р-п `| -60...+100 100 (65°С) 


| 





21Т370А-1 
|273705-1 р-п-р 


-60...+85 15 
-60...+85 15 















Н 
Н 
1 





|, с, О кво проб? 
*. * К тах 
1 э' Око проб? О во тах? * 
... .. К,н тах? 
Я х Ы О кэо проб? В мА 
МГц В 























| 
45 | 


| 
| 15* (1к) | 30 (50*) { 50.5 (15В} } 
>1500 12* (1к) | 45 |! 30(50*) | 505058) } 
! ‘ Я 
| | 
| | 
>250 25 5 200 (400*) <1 (25 В) 
>250 25 5 200 (400*) <1 (25 В) 
>50 | 25 [5 | 200 (400*) <1 (25 В) 
| | | 
| 
>1000 | 15 | 45 | 10(20*%) | 50.1158) 
>1000 | 15 | 45 | 20(40*) | 50.1458) 
>1000 | 15 4.5 45 (70*) | 50.1 (15 В) 
| 
| 
>800 15 4,5 10 (40*) <0.1 (15 В) 
| 
| 
. 
| р 
| | 
| 
1,5 ГГц 10 






4 20 (40*) <0,5 (15 В) 
} 


>900 15 4 | 30(60*) | <0.5(15 В) \! 
>900 15 4 | 30(60*) ! 5054158) | 
| | 

| 

>900 15 4 30 (60*) <0,5 (158) | 
>900 15 4 30 (60*) <0,5 (15В) | 












15* (1к) 
12* (1к) 


15 (30*) 
4 15 (30*) 


<0,5 (15В) | 
<0.5 (12 В) | 
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С, | Гкэ нас? Ом | Кь, дБ Е" ис | 
В;„, Вы С. | Гэ „«› ОМ г, Ом | 5 нс Корпус | 
| пФ К, „, ДБ | р”, Вт | выкл” НС | 
И вкл нс | | 
20...120* (5 В: 5 мА) | 
40...120* (5 В; 5 мА) <35 — <75; <50* 95.84 

| 
| 20...70* (1 В: 0.1 А) | <15(5В) | <3 | <500: <100* | 21364-2 | 
‚ 40...120* (Г В: 0.ГА) <15 (5В) | <3 — ‚ <500: <130* | ; р 
| 80...240* (1 В; 01 А) | <15 (5 В) | <3 — | <500: <160* | = | 
р | [3%] ви | 
‚ р р | < | 
| | | | № 
| | Г. 
| | | / И | 
| | | 9 
| | | 
| 50.2001 В: Е мА) | <1.1 (0, 
| 50...200 (1 В; 5 мА) | <1,8 (0,1 В) 
| 50...200 (1 В; 15 мА) | <3,3 (0,1 В) 
| | 
| | | . 
| 
1 
| 50...200* (15 мА: 1 В} | <1.8 (0.1 В) | <25 — <50; <80* 


| 

, | 

И 
| 





40...330 (5 В; 10 мА) 





<3.3 (60 МГц) 
<3,3 (60 МГц) 





| 50...300* (1 В: 10А) <1.7 (5 В) 
50...300* (1 В: 10 мА) | <17( 






| 50.300 (1 В; 10 мА) | <117 | 53,3 (60 мг | < | 
. | — — 
| 50...300 (1 В; 10 мА) | <17(5В) | | <15 $ 0,95 | 
| | | | | 
| | | | чз 
| | м 
| | | 9 12 | 
20...70 (5 В; ЗмА) <2 (5 В) <35 — <50; <10* 21370-1 
40...120 (5 В; 3 мА) <2 (5 В) <35 — <75; <10* 06 
? 
ы 
| РИ Г 
| 
| | | >. 
| | / |, 
И | | К | 
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| 
| К тах, Г, ‚ о кво проб? | т. Таро, 
| Тип Струк- | Токр., К. тих" 21» ов проб во так . ах Тов, 
| прибора тура "С К. и тах? Я ах ы КЗЭО проб? В МА Т зо, 

| мВт МГц мкА 
[2137049 | рп-р | -60...+85 30 >1000 | 15* (1к) 4 15 (30*) | 50.515 В) 
|2737059 |! р-п-р | -60...+85 | 30 >1200 12* (1к) Ё4 | 15(30*) | 30,5 (2 В) 
. . | : 
| | 

| 
2ТЗ1А п-р-п | -60...+125 100 (85°С) >3000 10 3 20 (40*) <0,5 (10 В) 
1 | | р 
| | | | | 
21Т372А п-р-п | -60...+125 50 (100°С) >2400 15* (10к) 3 10 <0,5 (15 В) 
2Т372Б п-р-п | -60...+125 50 (100°С) >3000 15* (10к) 3 10 <0,5 (15 В) 
2Т372В п-р-п | -60...+125 50 (100°С) >2400 15* (10к) 3 10 <0,5 (15 В) 
| 

| | | 
| 2Т377А_2 | п-р-п | -60...+125 50 >200 30* (1 к) 3 300 (600*) <3 (30 В) 
|2т377Б-2 | п-р | -60...+125 50 >200 30* (1 к) 3 300 (600*) <3 (30 В) 
|[27Т377В-2 | прп | -60...+125 50 >200 30* (1 к) 3 300 (600*) <3 (30 В) 
| ВИ 
| | 
о 
2Т377А1-2 п-р-п | -60...+125 50 >200 30* (1 к) 3 300 (600*) <3 (30 В) 
2Т377Б1-2 п-р-п | -60...+125 50 >200 30* (1 к) 3 300 (600*) <3 (30 В) 
|2Т37781-2 | п-р | -60...+125 50 >200 30* (1 к) 3 | 300 (600*) <3 (30 В) 
| | | | 
| | 
| | 
| | 
21378 А-2 п-р-п | -60...+125 50 2200 60 4 400 (800*) <10 (60 В) 
2Т378Б-2 п-р-п 50 >200 60 4 400 (800*) <10 (60 В) 


21Т378А1-2 
21Т378Б1-2 


-60... 
п-р-п | -60... 





+125 
+125 


50 
50 


>200 
>200 


400 (800*) 


400 (800*) 
400 (800*) 


<10 (30 В) 


<10 (60 В) 
<10 (60 В) 









— = ле 
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| 


_ 
| 
В, Вы» | С, | ГБ нас' Ом | г, Ом 5’ нс | Корпус 
| | ФФ | К, дБ Р‚„, Вт о НС 
| | оне | | 
| 20...70 (5 В: ЗмА) <9 (5 В) <35 — <50: <10* 2Т370-9 
40.120 (5 В; ЗмА) < (5 В) <35 — <75: <10* 095 
30...240 (1 В: 10 мА) <1.2 (5В) | >9** (0.4 ГГц) <4 (400 МГц) <15 
<|10* | 
| 
| | 
| 
| | 
10...90 (5 В: 10 мА) >10** (1 ГГц) <3.5 (1 ГГц) <9 
10...90 (5 В: 10 мА) >10** (1 ГГц) <5,5 (1 ГГц) <9 
10...90 (5 В: 10 мА) >10** (1 ГГц) <5,5 (1 ГГц) <9 
| 20...80* (150 мА; 2 В) | <15 (10 В) <6 — | 5400; <70* | 21Т377-2 | 
| 50...120* (150 мА: 2 В) | <15 (10 В) <6 | — | 5400: <70* | 
| 80...220* (150 мА; 2 В) | <15 10 В) | <6 — <400; <70* 19 11 
| | | 
| | | 
| 
| 
| 20...80* (150 мА; 2 В) | <15 (10 В) <6 — <400: <70* 
| 50...120* (150 мА; 2 В) | <15 (10 В) <6 — <400: <70* 
| 80...220* (150 мА; 2 В) | <15 (10 В) <6 — <400: <70* 
| 
| | 
| | 
| 20...80* (200 мА: 5 В) | <15 (10В) <4 | — <400: <70* 2Т378-2 
 50...180* (200 мА; 5 В) | <15 (10 В) <4 — <400; <70* 19 11 
> 
С 
| \ | 
| БК 
| 40...180* (200 мА; 5 В) | <15 (10 В) <4 -- <400; <70* | 2Т378-2-1 
| | | $ ] 
| | | 
| _ 
: | 
| И 
| КБ 
20...80* (200 мА: 5 В) | <15 (10 В) <4 — <400: <70* 2Т378-1-2 
50...180* (200 мА: 5 В) | <15 (10 В) <4 — <400: <70* 
| 


К69 
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| : И Ир ——1 | 
Р; тах ? О кво проб? ! 1 р 1 
Рх т тах * Ь, э? О ков проб” 


К, и тах" Ча ’ О кэо проб? 
мВт 


15 (40°С) , <10 мА (5 В) 
15 (40°С) , <1О мА (5 В) 


15 (40°С) <10 мА (5 В) 
15 (40"С) 5 | ‹ 510 мА (5 В) 
| -р- -60... 15 (40°С) <10 мА (5 В) 





| 
вах -60... 100 (65°С) 20 (40+) <0,5 (15 В) 
|21Т382Б | -60...+125 | 100 (65°) | | 20 (40*) | 50.5 (15 В) 


2Т384А-2 | прп | -60..+125 300 >450 30* (5к) 5 300 (500*) <10 (30 В) | 

| | | | | | 

| | | | 
—_ 

21Т384АМ-2 | п-р-п | -60...+125 300 >450 30* (5к) 5 300 (500*) <10 (30 В) 

| 

'2Т385А-2 | п-рп | -60...+125 | 300 | 2200 60 51| 30 (500*) | <10(60В) | 

! | ! 

о | 

21385А-9 | п-рп | -60...+125 150 >250 60 5 300 <100 мА 


2Т385АМ-2 





| 
| 
п-р-п | -60...+125 | 300 >200 300 (500*) <10 (60 В) 


2Т388А-2 | р-пзр | -60..+125 | 300 (80°С) >250 50 4,5 250 <2 (50) | 


Е ЕЕ ЕЕ ЕЕК НЕТЕ ЖЕ 


Биполярные кремниевые транзисторы специального назначения 


В», ре 


>50* (10 мкА; 5 В) 
>40* (10 мкА; 5 В) 
>30* (10 мкА; 5 В) 
>20* (10 мкА; 5 В) 
>20* (10 мкА: 5 В) 


40...330 (1 В: 5 мА) 


40...330 (1 В; 5 мА) 


30...180* (1 В; 0,15 А) 


30...180* (1 В: 0,15 А) 


30...150* (1 В: 0.15 А) 


40...150* (1 В; 0,15 А) 


...150* (1 В; 0,15 А) 





25...100* (1 В; 0,12 А) 


<4 (10 В) 


<4 (10 В) 


<4 (10В) 


<4 (10 В) 


<7 (10 В) 









Корпус 


21Т381-1 










(0,4 ГГц) 
(0,4 ГГц) 


<3 (400 МГц) 
<4,5 (400 МГц) 


<4 — <12* | 2Т384-2 
| 19 
<. 
с 
[| \ | 
БКЭ 
<4 — <12* 2Т384АМ-2 
3 1 
их 
КВЭ 
<5 — <60* 2Т385-2 


60; <60* 





295 





теетгть гг 


296 


Раздел 2. Биполярные транзисторы 





Тип 


прибора 


2Т3З88АМ-2 


|2Т389А-2 


2ТЗЭ1А-2 


2Т391Б-2 


21Т392А-2 


2ТЗ96А-2 


21397А-2 


| 
|2Т399А 


р-п-р 


-60...+125 


р-п-р | -60...+125 | 


п-р-п 
п-р-п 


п-р-п 


п-р-п 


-60...+125 
-60...+125 


-60...+85 | 


-60...+125 


-60...+125 


-60...+125 


Р 


К тах 7 

* 

К. т тах? 
*= 


К. и тах” 


мВт 


300 


300 (80°С) 


300 (80°С) 


70 (85°С) 


70 (85°С) 


120 (65°С) 


30 (50°С) 


120 (90°С) 


150 (65°С) 


Г, '. г, 16? 
и 
Я ах , 
МГц 


>250 


>250 


2450 


>2100 


>500 


О кво проб? 
О ков проб? 
О кэо проб 


50 


50 


25* (1к) | 





40* (10к) 


Ч 5во тах ? 


4,5 


4,5 


4,5 


250 


300 


10 
10 


10 (20*) 


40 (40*) 


10 (20*) 


Т кво, 
Тов» 
Ткэо, 


мкА 
<2 (50 В) 


<| (25 В) 


<0.5 (10 В) 


<0,5 (10 В) 


<0,5 (40 В) 


<0,5 (15 В) 








<0,5 (15 В) 
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40...300 (5 В: 2 мА) 


с, 
И, Из С», .н `) Корпус 
пФ Р,.х, 

25...100* (1 В: 0.12 А) <7 (10 В) <5 — <60* 21388 5 

} 

| 

| 

25...100* (1 В: 0.12 А) <7 (10 В) <5 — 60; <60* 

| 

| 25...100* (1 В: 02 А) | <10 (10 В) <3 — <95*. <180 

| | 

| 

| 220 (7В; 5 мА) <0,7 (5 В) >6** <4,5 (3,6 ГГц) 

>20 (7 В: 5 мА) <0.7 (5 В) >6** <5 5 (3,6 ГГц) 

| 

| 

| 

} 

| 40...180* (5 В: 9.5 мА) | <9.5 (5 В) <50 4,5 (100 МГц) 

| 

| 

| 40...250 (2 В: 5 мА) <1.5 (5 В) <11* — 
| 
| 








| >40* (1 В: 5 мА) 211,5 (0,4 ГГц) <2 (400 МГи) 
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Р; тах ? Г, в, О кво проб? 


Рк. т пал, нь, О кэв проб 550 тах» | 


К, и тах? ах ’ 


мВт МГц 


 (10*) Вт  (2*) А | <100 (400 В) 
1 (10*) Вт | (2*) А <100 (250 В) 





-60...+125 | 0,025 (10*) Вт >20 400; 350* 1 (2*) А ’ 100 (400 В) 
-60...+125 | 0,025 (10*) Вт >20 200* (0,1к) | (2*) А <100 (250 В) 


21504А-5 | п-р-п 
21Т504Б-5 п-р-п 





сл 


2Т505А р-п-р | -60...+125  (5*) Вт >20 300* (0,1к) 
215055 р-п-р | -60...+125  (5*) Вт >20 250* (0,1к) 


сл 


| (2*) А <100 (250 В) 


| 
| (2*) А <100 (300 В) 
} 






<100 (300 В) 





| (2*) А 





300* (0,1к) 





21506А | п-р-п 


<1000 (800 В) 
<200 (600 В) ' 


-60...+125 | 0,8 (10*) Вт >10 800 
-60...+125 | 0,8 (10*) Вт >50 | 600 


5 | 245%А 


| 5 | 2(5*) А 


21506Б  п-р-п 


0.8 (10*) Вт > <1000 (800 В) 


0.3 (1*) Вт > 450* (10к) ' 35 (500 В) 








21509А-5 | р-п-р | -40..+85 | 0,025 (1*) Вт >10 450* (10к) 5 20 <5 (500 В) | 
| 
| 


——.—.—|Ь 
—- ——_—_—__ 
——-—_ 
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 15...100* (5 В; 0.5 А) 
| 15...100* (5 В: 0.5 А) 


25...140* (10 В; 0.5 А) 
25...140* (10 В; 0,5 А) 





25...140* (10 В: 0.5 А) 


30...150* (5 В: 0.3 А) 
30...150* (5 В; 0,3 А) 


ЁЪ 


| 30...150* (5 В: 0.3 А) 
| 


15...100 (10 В; 0.1 мА) 


15...100 (10 В; 0,1 мА) 











| <30 (10В) | <2 | — |  52700* 

| <30 (10 В) | <2 | — <2700* 

| | 

| 

| й 

| | | 

| <70 (5 В) <3,6 | — |  <2600* 
<70 (5 В) <3,6 — <2600* 


<70 (5 В) 


<40 (5 В) 
<40 (5 В) 


<1560* 
<1560* 


<2,9 (100 В) 


<2,9 (100 В) 
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| С, | Гкэ нас? Ом | К, дБ | =” ИЯ | 1 
п, Е С.,, | ГБЭ наст Ом г.’ Ом 5 нс Корпус 
| ХФ | КБ Р..., Вт п 
| вкл 7 нс 
| 15...100* (5 В: 0.5 А) | <30 (108) | <2 — <2700* | 21504 | 
15...100* (5 В: 0.5 А) <30 (10 В) | <2 — <2700* | 
| 






66 


23 


21509-5 


1 0,32 
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р, итах ? Г, ‚ Вро ' Око проб * , 
Тип К. т тах ? 121 э7 О в проб ? * их 
прибора Рени, Г, Ч кэоп 6’ К" 
мВт МГц ” мА 
21528 А-9 
2Т528Б-9 
21528 В-9 
21528 Г-9 
|2Т528Д-9 
| 
| 
| | 
| | | 
| 
21602 п-р-п | -60...+125 | 0.85 (2.8*) Вт >150 120 5 75 (500*) <10 (1208) | 
216025 п-р-п | -60...+125 | 0,85 (2.8*) Вт >150 120 5 75 (500*) <10 (120В) | 
В 
| | | 
21602АМ | прп | -60..+125 | 0,85 (2.8*) Вт >150 120 5 75 (500*) <10 (1208) | 
216025БМ | п-рп | -60...+125 | 0,85 (2,8*) Вт >150 120 | 5 75 (500*) <10 (1208) | 
| | 
| 
| 
|2Т603А | п-р-п | -60...+125 | 0,5 Вт (50°С) >200 30* (1к) 3 | 300 (600*) | <3 (30 В) | 
|2т603Б | п-р-п | -60...+125 | 0.5 Вт (50°С) >200 30* (1к) 3 300 (600*) | <3 (30 В) 
2т603В | п-р-п | -60...+125 | 0,5 Вт (50°С) >200 15* (1к) 3 300 (600*) <3 (15 В) 
2т603Г п-р-п | -60...+125 | 0,5 Вт (50°С) >200 15* (1к) 3 300 (600*) <3 (15 В) 
2т603и п-р-п -60...+125 | 0,5 Вт (50°С) >200 30* (1к) 3 300 (600*) <3 (30 В) | 
217606А п-р-п | -60...+125 | 2,5** Вт (40°С) 2350 400 (800*) <1,5* (65 В) 
о 
| 
| | 
| | 
| 
21607А-4 1,5 Вт >700 <| (30 В) 
21608 А п-р-п | -60...+125 0.5 Вт >20 | 60 4 400 (800*) <10 (60 В) \' 
|21608Б п-р-п | -60...+125 0,5 Вт >200 60 4 400 (800*) <10 (60 В) | 
| 
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в, в. э 





...200 (5 В: ТА) 
20...200 (5 В: ТА) 
50...250 (5 В: ТА) 
50...250 (5 В: ТА) 


| 21528-9 
| 50.250 (5 В: ТА) 

| 

| 

| 


90...80 (10 В: 10 мА) 
>50 (10 В; 10 мА) 


20...80 (10 В: 10 мА) 
>50 (10 В: 10 мА) 









| 20...80* (2В;:15А) | <15 (10 В) <7 — <400: <70* 
'  >60* (2 В: 0.15 А) | <15 (10 В) <7 — <400: <70* 
20...80* (2 В: 0.15 А) | <15 (10 В) <7 — <400: <70* 
| >60* (2 В: 0.15 А) | <15 (10 В) <7 — | 5400; <70* 
#220" (2 В: 0,35 А) | <15 (10 В) 53,4 — | 5400; <70* 
| | 
>15* (10 В: 01 А) <10 (28 В) <5: >2.5** >0,8** (0,4 ГГц) <10 


>4** (1 ГГц) 


25...80* (5 В; 0,2 А) <15 (10 В) <2,5 — <120* 
50...160* (5 В: 0.2 А) <15 (10 В) <2,5 — <120* 
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| . о | | | 
| , К пах ? |, ‚бро, КБО проб? | | || | КБО , | 
| Тип | Струк- | Токр , | р. т тах ? | 121 7 кок проб ? | Ч во тах ' | тая | Ток, | 
прибора тура | “С | Р;. и мах ? | т ’ | Ч кэо проб ? | < МА " Ткэо, 
я мВт МГц | | | 
| 

| 2Т610А | п-р-п | -60...+125 1,5 Вт (50°С) | | <0,5 (20 В) 
1276105 | прп | -60.+125 | 1,5 Вт (50°) | 2700 | 26 | 4 300 <0,5 (20 В) 
| | | | | 
| | 








1000 (1300*) <100 (30 В) 





| 
-60...+125 | | Вт >200 40* (5к) 5 1000 (1300*) <30 (60 В) | 
п-р-п | -60...+125 | 0,7 Вт (125°С) >00 40* (5к) 5 ГА (1.3* А) <30 (60 В) \| 


ПИ 























21625АМ-2 
21625БМ-2 


1 Вт 
0,7 Вт (125°С) 


1000 (1300*) 
ГА (1,3* А) 


40* (5к) 
40* (5к) 


п-р-п 
п-р-п 


<30 (60 В) 





| 55 (508) | 

| | 

| 

21629А-5 р-п-р | -60...+125 1000 >250 55 | 4,5 100 | 5540508 | 
| | р | ' | 
О ОИ 
| _ | : | 
О ПОВ 
21629 АМ-2 | | | $5 (50 В) 
| | 

| | [ | 

| | | | | | 
| | | | | 
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| | 

| | С, Гкэ нас? Ом К, дБ 
п», Вы С.» ГБЗ,нас* Ом с, Ом 

| пФ К’, ДБ Р.., Вт 






50...250* (10 В; 0.15 А) — 6 (0.2 ГГц) 
20...250* (10 В; 0.15 А) >6,4** (0,4 ГГц) 6 (0,2 ГГц) 







30...180* (0,5 В: 0.3 А) <15 (5 В) <9 — 


о ЗО 


| 30...180* (0,5 В; 0,3 А) <15 (5 В) <9 __ 


30...120* (1 В: 0.5 А) <9 (10 В) 
20...120* (500 мА; 1 В) <9 (10 В) 


> 
/ | 
Г. 3 


к 





2% = Га. тЫ о 


30...120* (1 В; 0,5 А) <9 (10 В) — <60 21625М 


| 20.._.120* (500 мА: 1 В) | <9 (10В) 


— 
© > 
| 
М 
х 
|) 


м м 


| 


| 
21629А-2 
22 1,5 


и 
БКЭ 


к 


| 
= | | 
14,5. 


25...80* (1.2 В: 0,5 А) <20 (10 В) <1,6 — <120; 90* 


25...150* (5 В: 0.5 А) | <25 (10 В) <2 — 90* 21629А-5 


< 

| 
| 
[ 


25...80* (1,2 В; 0,5 А) <20 (10 В) 
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| | т 


Р; тах 7 г, 6 


| КБО проб’ 
Тип Струк- Токр., 
прибора тура *С 


О ков проб ? 


К, т тах ? Сы 


К, и тах ? Я ах ’ О ко проб ? 


мВт МГц 


С Г. 

о ат 1 

| 

2Т630А п-р-п | -60...+195 0,8 Вт >50 120 7 1000 (2000*) <! (90 В) 

216305 п-р-п | -60...+125 0,8 Вт >50 120 7 1000 (2000*) <! (90В) | 

| 

В 
| 

2т630А-5 | прп | -60..+125 0,8 Вт > .- 120 1000 (2000*) <0,1 (90 В) 

] | 

| | 


21632^ р-п-р | -60..+125 | 0,5 Вт (40°С) >200 120* (1ю | 5  |01А (0,35*А)| <! (120 В) 


таз 200 (500*) <3 (30 В) 











|2тезал- 2 п-р-п | -60...+125 1,2 Вт 21500 50 3 150 (250*) <1 мА (30 В) 


2Т635А п-р-п | -60...+125 0,5 Вт >250 5  (1,2*) А <10 (60 В) 
| 
21637А-2 | п-рп | -60... 1,5 Вт >1300 30 2,5 200 (300*) | <0.1 мА (30 В) 


2Т638А п-р-п | -60...+125 | 0,5 Вт; 1** Вт >200 120* (1к) 5 О,1А (0,35* А) <0.1 мА (120 В) 
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в, в, 










пФ :. 
вкл» НС 
| 
40...120* (10 В; 150 мА) | <15 (10 В) <2 >5* <500** 21630 | 
,80...240* (10 В; 150 мА) | <15 (10 В) <2 >5* <500** 94 
ь- 
р 
| м 
| с 
| Г] 
| 40...120* (10 В; 150 мА) | <15 (10 В) >5* <500** 2т630-5 
1 0,32 
АТ 
>50 (1 мА; 10 В) <8 (20 В) <100; <2000* 
| 
| 40...140 (1 В; 10 мА) | <4,5 (10 В) <6 (20 МГи) <13*; <18** 21633 
— <2,5 (15 В) | >1,4** (5 ГГц) >0,45** (5 ГГц) - 
25...150* (1 В; 0,5 А) | <10 (10 В) <1 — <58; <60** 21635 


29 66 
> 
© 
% 


| 

| 

| 

| 

30...140* (5 В; 50 мА) | <4,5 (15 В) >0,5** (3 ГГц) <3 21637-2 
| 

| 

| 


>50 (1 В; 10 мА) <8 (20 В) <95; 1* мкс 
«5 
—. 
© | 





20 зак 9 
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| Рк пах} , р , к Ткво, 
Рк. т тах ? ее 1 в К тах , те 
К, и тах? пах ? КЭО 

мВт МГц мА мкА 

п-р-п | -60...+125 | 0,6 Вт (60°С) >3 ГГц <0,5 мА (25 В) | 


>3 ГГц 05 3 60 <0,5 мА (25 В) | 

0,6 Вт (60"С) 15 3 30 <0,5 мА (25 В) | 
| 

| | | 

| | 

| 


|21т640А-5 | прп | -60...+100 | 0,6 Вт (60°С) >3 ГГц <0.5 мА (25 В) | 


© 
>) 


—=—————-[--- 










21640А1-2 -60...+125 0,6 Вт (60°С) 


121Т640А-6 


|21642А-2 п-р-п | -60...+125 500 (75°С) — 20 2 60 | $1 МА (20 В) 










...+125 350 3600 15 


| 
<500 (15 В) 
<500 (15 В) 


121т642А1-2 п-р-п 


-60...+125 350 3600 15 
|2164251-2 п-р-п 


| 
| -60 
| 









12164281-2 






230 15 2 40 <0,5 мА (15 В) 
|121642Г1-2 230 15 2 40 <0,5 мА (15 В) 
'2т642А-5 500 — 20 2 60 <1 мА (20 В) 
|21т642А1-5 500 — 20 2 60 <| мА (20 В) 


—— 
— 


———— 


1,1 Вт (50°С) 5 |3 | 120 <1 мА (25 В) 


Биполярные кремниевые транзисторы специального назначения’ 307 








, С, 
| в, в. > С, 
пФ 
>15* (5 В; 5 мА) <1,3 (15 В) >6** (7 ГГц) <8 (6 ГГц); >0,1** 0,6 21640-2 













>15* (5 В; 5 мА) <1,3 (15 В) >6** (7 ГГц) >65** мВт (7 ГГц) 





>15* (5В:5 мА) | <! 3 (15 В) >6** (7 ГГц) >65** мВт (7 ГГц) 













>15* (5 В: 5 мА) <1,3 (15 В) >6** (7 ГГц) >65** мВт (7 ГГц) 


<1,1 (15 В) >3,5** (8 ГГц) >100** мВт (8 ГГц) — 21642-2, 21Т642-1-2 





— <1.1 (15 В) | >9** (2.25 ГГц) <4.5 (2.95 ГГц) — 18 
< 











— ‚| (15 В) | >8** (2,25 ГГц) <4,5 (2,25 ГГц) — | 
| 
Г ою | 
| | © 
—_ — >6** (3,6 ГГц) <5 (3,6 ГГц) — | 
—_ — >5,5** (3,6 ГГц) <5,5 (3,6 ГГц) — 
>3,5** (8 ГГц) >0,1** (8 ГГц) — 21642А-5, 21Т642-1-5 
>3,5** (8 ГГц) >0,07** (8 ГГц) — 
0,45 0.1 
[1Ф) 
< ' 
Го 
| | | 
— <1,8 (15 В) | — >0,48** (7 ГГц) | — 21643-2 





20* 
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| Рк тах ? О во проб ' 

Тип Струк- Токр., та» В проб? Ч во тах 
` прибора тура "С итал ЗО проб" 
| | мВт 


1,1 Вт (50°С) 3 120 <1 мА (25 В) 


120 <1 мА (25 В) 


ПГ” — 
о — 


— 


-60...+125 | 420 (45°С) — 18 о 60 <1 мА (18 В) 
| | 
| 


`2т649А-2 | при | -60.. | >1,3 ГГц 30 2,5 200 __ 


| Вт (50°С) ГА (2* А) <300 (50 В) 


[2т643А-5 | при | -60...+125 | 1,1 Вт (50°С) 
| 


'2т647А-? | при 0,56 Вт (80°С) 


0,56 Вт (80°С) 


420 (45°С) 






21648А-5 п-р-п 


—м——=щщ——Шщ——.---. 









|12т652^А-2 | прп | .60..+125 | 0,5 Вт (50°С) >200 ГА (2* А) <300 (50 В) 
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К „, дБ 
г. Ом 
Р”, В 


вых ? 


В, В. 


т 
50...150* (10 В: 50 мА) | <18 (15 В) >0,48** (7 ГГц) 2т643-2 


| 


1 
—_ 
21.8 (15 В) >0,48** (7 ГГ) о 


<1,5 (15 В) >3** (10 ГГц) >170** мВт (10 ГГц) 
— <1,5 (15 В) 


— <1,5 (10В) 3** (19 ГГц) 


— <1,5 (10В) 3** (12 ГГц) 
20...90* (5 В: 50 мА) 3** (12 ГГц) >0,4** (3 ГГц) 
<1,3 


25...100* (500 мА; ЗВ) | <12 (10 В) 


25...100* (500 мА; ЗВ) | <12 (10 В) <1,3 — <100* 21652-2 
22 15 
: 
| < 
> 
[А - 
| КБ 


21643-5 
0,45 













21647-2 


>3** (10 ГГц) |>170** мВт (10 ГГц) — 21Т647-5 


0,45 0,1 





50** мВт (12 ГГц) 









50** мВт (12 ГГц) 
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21653А п-р-п | -60...+125 5 Вт (40°С) 
21653Б п-р-п | -60...+125 | 5 Вт (40°С) 

| | | 
ВИ 
| 
И 
| | 
21657А-2 | п-рп | -60...+125 | 375 
21657Б-2 п-р-п | -60...+125 | 375 
21657В-2 п-р-п | -60...+125 375 
21658 А-2 р-п-р | -60...+125 600 (60°С) 
121658Б-2 | р-п-р | -60...+125 | 600 (60°С) 
21658 В-2 | р-п-р | -60...+125 600 (60°С) 
21663А р-п-р | -60...+100 400 
21663Б р-п-р | -60...+100 400 
21664А9-1 р-п-р | -60...+100 1* Вт 
2166459-1 р-п-р | -60...+100 1* Вт 

| 

21665А9-1 | 1* Вт 
21665Б9-1 | 1* Вт 





21669 А п-р-п | -60...+125 500 


В Бы, 
** 





КБО проб? 
о Ока проб? Ч во тах ? 
ах О кэо проб? В 
МГц 
>50 130 7 ГА (2А*) 10* (120 В) 
>50 130 7 ГА (2А*) 10* (100В) 
о 
| | 
| | | 
| | 
>3 ГГц 12* 2 60 <1| мА (12 В) 
23 ГГц 12* 2 60 
>23 ГГц 12* 2 60 <1 мА (12 В) 


| 
| 
<| мА (12 В) 
| 
| 


>4 ГГц 12* (1к) 75 (150*) <0.5 мА (15 В) 
>4 ГГц 8* (1к) 75 (150*) <0.5 мА (10 В) 
>2 ГГц 15* (1к) 75 (150*) 30,5 мА (20 В) 





>300 50* 3 950 <0,5 (45 В) 
>300 95* 3 950 <0,5 (25 В) 
| | 
| | 
| | 
| 
| 
>140 120 5 <| А (1,5* А) <10 (100 В) 
>140 100 5 <1 А (1,5* А) <10 (100 В) 
|| 
| 
| 
>50 120 5 1 А <10 (100 В) 
>50 100 5 | ГА <10 (100 В) 
| | | 
| | | 
} | 
| 
| 
>200 50 4 400: 800* <5 (50 В) | 
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С, 
В, в>э С, 
пФ 





40...150 (150 мА; 10 В) | <20 (10 В) 
80...250 (150 мА; 10 В) | <20 (10 В) 














— <1,1 (15 В) >8** (2 ГГц) >0,05** (2 ГГц) 
60...200 (6 В; 30 мА) <1,1 (15 В) >8** (2 ГГц) >0,05** (2 ГГц) 
35...70 (6 В: 30 мА) <1,1 (15 В) >8** (2 ГГц) >0,05** (2 ГГц) 


















<7,8 (1 ГГц) 
<7,8 (1 ГГц) 
<7,8 (1 ГГц) 


>6** (1 ГГц) 
>6** (1 ГГц) 
>6** (1 ГГц) 


>20* (50 мА; 5 В) 
>30* (50 мА; 5 В) 
>20* (50 мА; 5 В) 


20...80* (5 В; 50 мА) <12 
20...80* (5 В; 50 мА) <12 


40...250* (2 В; 0.1 А) <25 (5 В) 
40...250* (2 В; 0,1 А) <25 (5 В) 





40...250 (2 В; 0,15 А) <25 
40...250 (2 В; 0,15 А) <25 


50...160 (5 В; 200 мА) | <15 (10 В) 
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| Рк тах ' р, т ' Око проб 
| Тип | Струк- Токр., Р; т тах? 21э' О ков проб? во тах ? 
прибора тура С К, и тах? ак КЭО В 





МГц 
> 4 300: 600* <5 (50 В) 





21669 А1 п-р-п 


<1 мА (15 В) 





21672А-2 





>200 50 4 1 А; 2* А — 













50* (1к) 
25* (1к) 


0,5 А; 1* А 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
0,5 А; 1* А 
| 


> 0,5 А; 1* А 
-П- > 0,5 А; 1* А 






>4,4 ГГц 
>4,4 ГГц 














21687АС2 
21687БС2 


<2 мА (50 В) 
<2 мА (50 В) 






— 16 100 <| мА (16 В) 
— 16 100 <1 мА (16 В) 
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| Гкэ иас? Ом 
| | С. ТБЭ ис" Ом 
| 
| 


| 40.180 (2 В: 70 мА) | <15 (10В) <9; <17* —_ 
| 
1,45 (8 В) >0,3** (8,5 ГГц) 


<30 (10 В) 
<30 (10 В) 





<150; <100* 










21679-2 
19 1,1 


<60*; <200** 
<60*; <200*+ 


...80 (2 В; 0,5 А) 
...80 (2 В; 0,5 А) 

















21679-5 
0,45 0,1 


<30 (10 В) 
<30 (10 В) 


...80 (2 В; 0,5 А) 
...80 (2 В; 0,5 А) 



























>7** (3,6 ГГц) 
(3.6 ГГц) 


<4 (3,6 ГГц) 
<4 (3,6 ГГц) 


<0,9 (10 В) 
<0,9 (10 В) 


40...75 (7 В: 2 мА) 
80...120 (7 В; 2 мА) 













20...90* (5 В; 0,3 А) 
20...90* (5 В; 0,3 А) 










1,6** (15 ГГц) 
1,6** (12 ГГц) 


>0,04** (15 ГГц) 
>0,08** (12 ГГц) 


20...90* (5 В; 0,3 А) < 
20...90* (5 В; 0,3 А) < 










> 
> 
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[- 
| Рк тах? Г, ‚ бань кво проб? Ткво, 
Тип Струк- Токр., РК. т тах ? фо», Око проб? Ч во тах ' и К пах , Ток, 
| прибора | тура С РК. и тах? {ах О кэо проб? В "МА Ткэо» | 
| | мВт МГц В МКА . 
[2т691А2 | ризр | .60..+125 1200 | м | 4 |3 | 20 | <1мА440В) | 
В В 
о | 
. 1 | | 
| | | | | | 
| | 
'2т693АС п-р-п | -60...+125 750 — 150* 5 150 <10 (120 В) 
| | | 
| | 
о 
| | | 
| | 
И 
21704 | при | -60..+100 | 15* Вт (50°С) | >3 | 500** | 4 | 2,5(4%) А | <5* мА (1000 В) 
| | (1000 имп) | | 
'217045 | п-р-п | -60...+100 | 15* Вт (50°С) | >3 | 400% | 4 | 2.5(4%)А |  55* (700 В) 
| | (700 имп) | 
121708 А р-п-р | -60...+125 0,7 Вт >3 100* (1к) 5 | 25 А(5А*) | <1 мА (100 В) 
1217085 р-п-р | -60...+125 0,7 Вт >3 80* (1к) 5 2,5 А (5 А*) <1 мА (808) | 
121708 В р-п-р | -60...+125 | 0,7 Вт >3 60* (1к) 5 25 А (5БА*) | <1мА (60 В) | 
| | 
| 


















2 (30*) Вт 
2 (30*) Вт 
2 (30*) Вт 


10 (20+) А 
10 (20*) А 
10 (20*) А 


<1 мА (1008) 
1 мА (80 В) 
1 мА (60 В) 






< 
< 















<1| мА (100 В) 
1 мА (80 В) 
1 мА (60 В) 


10 (20*) А 
10 (20*) А 
10 (20*) А 


‚ |21709А2 р-п-р | -60...+100 1 (30*) Вт >3 
2170952 р-п-р | -60...+100 1 (30*) Вт >3 
2170982 | р-п-р | -60...+100 1 (30*) Вт >3 






< 
< 


2.5 кВ 6 ЗА <1 мА (2,5 кВ) 


100 5 10 (20*) А <1| мА (100 В) 
80 5 10 (20*) А 1 мА (80 В) 
60 5 10 (20+) А 1 мА (60 В) 


< 
< 
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С, Гкэ нас? Ом К, дБ 



















В, Вэ С, ГБ нае, Ом г, Ом Корпус 

пФ К,,, ДБ р”, Вт 
| кл» НС | 
| >20 (10 В; 50 мА) | 53,5 (10 В) >6,6** <4 (1 ГГц) — 21т691-2 
| | 
| 
| 

>40 (5 В; 0,1 А) — <4 — | — | 


<50 (20 В) 





10...100* (15 В: ТА) 


10...100* (15 В: ТА) <50 (20 В) 





>500* (2 А:5В) | — < — <4** мке | 
>750* (2 А; 5 В) — <] — |  34** мкс 
| — <1 | 


>750* (2 А; 5 В) 





>750* (5 А: 5В) <230 (5 В) <0,4 | 


Е 








[ 2500" (5БА:5В) | <250(5В) | | 

| 2750" (5БА;58В) | <250(5 В) <0,4 — | — | 107 48 

|  2>750* (БА; БВ) <950 (5 В) <0,4 — — 

| 

* 

| 5..20* (10 В; 1,5 А) — <0,66 — | 515% мк | | 

| 

>750* (5 А; <150 (5 В) <0,4 <7000** 
>750* (5 А; <150 (5 В) <0,4 <7000** 


>750* (5 А; <150 (5 В) <0,4 <7000** 
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` | 
Рк тах? . О кво проб? 1 | Ткво, 
РК тах, О ков проб? у К тах ков» | 
Рк, тах ? и О кэо проб ? А То» 
мВт В мА мкА 
121716 А-1 п-р-п | -60...+100 30* Вт >3 100 5 10 А <1 мА (100 В) 
|217165-1 п-р-п | -60...+100 30* Вт >3 80 5 10 А <1 мА (80 В) 
21716 В-1 п-р-п | -60...+100 30* Вт >3 60 5 ОА <1 мА (60 В) 
| | | 
|21718А п-р-п | -60...+125 | — 200* Вт >0,2 400 5 10 (12*) А | 50.2 мА (400 В) 
|285 п-р-п | -60...+125 | — 200* Вт >02 | 300 5 | 10(12%) А | 50,2 мА (300 В) 
Е , | 
60* (0,1к) 4 10 А <5* мА (70 В) 





<3* мА (120 В) 


| 
| 
121808 А п-р-п -60... 50* Вт (50°С) >8 120* 
(250 имп.) 
| 
50* Вт >8 120* 4 10 (15*) А <3* мА (120В) | 
| 
| 
'2Т809А -60... 40* Вт (50°С) — 400* (0,01к) 4 ЗА; 5* А <3* мА (400 В) 
| 





|21Т812А п-р-п | -60...+125 | 50* Вт (50°С) 400* (0,01к)| 6 10 А; 17* А | <5*мА (700 В) | 
1218125 | п-р-п | -60...+125 | 50* Вт (50°С) 3 300* (0,01к)| 6 10 А; 17* А | <5* мА (500 В) | 
| 
| 
| | | 
! | | 
| 
| 
|2Т818А р-п-р | -60... > 100* (0.1к) <1* мА (100 В) | 
218185 р-п-р | -60... 80* (0,1к) <1* мА (80 В) | 
121818 В р-п-р | -60... 60* (0,1к) ; <1* мА (60 В) 


а 
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С, Гкэ нас? Ом 
в, „, в, С.» ГБ ик" Ом 
| пФ К, , ДБ 





>500* (5 А; 5 В) <150 (5 В) 21716-1 
>750* (5 А; 5 В) <150 (5 В) 107 48 
>750* (5 А; 5 В) <150 (5 В) 


9^б 














>20 (4В;:2А) 
>20 (4В:2А) 


<500 (10 В) 





10...50* (10 В; 5 А) 


10...50* (3 В: 6 А) <500 (10 В) 


10...50* (3 В; 6 А) <500 (10 В) 





15...100* (5 В; 2 А) <270 (5 В) 

















5...30* (ЗВ; 8 А) 
5...30* (3 В; 8 А) 


<100 (100 В) 
<100 (100 В) 


{Л<1,3 мкс 
{сЛ<1,3 мкс 
















>20* (5 В: 5А) <100 (5 В) <2500** 
>20* (5 В:5А) <100 (5 В) <2500** 
>20* (5 В: 5А) <100 (5 В) <2500* * 
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| . | | 
Рк пах ? +, ‚в ’ О кво проб? | | То ’ 
Тип Струк- Токр.» РК. т тах? в», ков проб Бо пах" * т Тк | 
прибора тура "С Рк. и тах ? фах О кэо проб? В А Гозо» 
мВт МГц В мкА 
21818 А-2 р-п-р | -60...+100 40* Вт >3 100* (0,1к) 5 15 А; 20* А | <1*мА (1008) | 
21818Б-2 | рп-р | -60...+100 40* Вт >3 80* (0,1к) 5 | ВА: 20*А | <1*мА (80 В) | 
[21818В-2 ‹ рп-р | -60..+100 | 40* Вт >3 60* (0,1к) | 5 | 15А.20* А | <1*мА (60 В) 
и . : | : | 
В 
| | | 
21819 А | п-р-п | -60...+125 100* Вт >3 100 5 15 (20*) А | <1*мА (100В) | 
218195 | п-р-п | -60...+125 100* Вт >3 80 5 15 (20*) А <1* мА (80 В) 
21819 В | п-р-п | -60...+125 100* Вт >3 60 5 15 (20*) А <1* мА (60 В) 
|| 
| | | | | | 3 
твиА-2 Г п-р-п | -40...+100 | 40* Вт >3 | 10 | 5 | 150209 А | <" мА (100 В | 
21819Б-2 | п-р-п | -40...+100 | 40* Вт ‚ 23 | 80 | 5 1 15 (20*) А | <*мА (808) 
твиов-2 | п-р-п | -40...+100 40* Вт >3 60 5 15 (20*) А <! * мА (60 В) 
| 
| 
21824А п-р-п | -60...+125 50* Вт >3,5 400 7 10 А; 17* А | <5мА (700 В) 
21Т824Б п-р-п | -60...+125 50* Вт >3,5 350 7 10 А; 17* А <5 мА (500 В) 
| 
| 
| 


10 А: 17* А <5 мА (500 В) 






2Т825А -60... 100* (1к) 
21Т825Б -60... ; 80* (1к) 
|21825В 60* (1к) 


<| мА (100 В) 
<] мА (80 В) 
<| мА (60В) 


20 А (40* А) 
Г 20А (40* А) 


10 А; 17* А | <5мА (700 В) 
| 
| 
| 






20 А (40* А) 



























21Т825А-2 100* (1к) 5 15 А (30* А) <| мА (100В) 
21Т825Б-2 80* (1к) 15 А (30* А) <| мА (80 В) 
218258В-2 р-п-р | -60...+100 60* (1к) 15 А (30* А) < 


р-п-р | -60...+100 
| мА (60 В) 
| | 








100* (1к) | 20 А (40* А) <1 мА (100 В) 
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С, 

В, Вэ С.» , Корпус | 

пФ 

1 220* (5В:5 А) <100 (5 В) <0,2 — <2500** 21818-2 | 

: 220% (5В:5А) <100 (5 В) | <0,2 — <2500** | 
1  220*(5В:5А) | <100(5В) | <0,2 — ‚  52500** 
| 

>20* (5 В; 5А) <1000 (5 В) <0,2 — <2500** 

>20* (5 В: 5 А) <1000 (5 В) <0,2 — <2500** 

>20* (5 В: 5 А) <1000 (5 В) <0,2 — <2500** 

















} 
>20* (5 В <1000 (5 В) <2500** | 
>20* (5 В; 5 А) <1000 (5 В) <2500** | 
>20* (5 В <1000 (5 В) <2500** | 





>5* (8 А; 2,5 В) <250 (100 В) <0,3 — 1,8* мкс 
>5* (8 А; 2,5 В) <250 (100 В) <0,3 — 1,8* мкс | 
| | ыы 7 
| | | 
| | < 
| | | 
>5* (8 А;25В) | <250 (100 В) <0,3 — 1,8* мкс 
>5* (8 А; 2,5 В) <250 (100 В) <0,3 — 1,8* мкс 

\ | 
> | 
| < 
^ 
| | 

| 

| 





...18000* (10 А: <600 (10 В) 
...18000* (10 А; <600 (10 В) 
...18000* (10 А; <600 (10 В) 





500...18000* (10 А; 10 В)| <600 (10 В) <0,2 — <4,5** мкс 21Т825-2 


750...18000* (10 А: 10 В)| <600 (10 В) <0,2 — | <4,5** мкс 
750...18000* (10 А: 10 В)! <600 (10 В) <0,2 — <4,5** мкс 
| 
| 


16,5 


2] 


4, 


—.-——=---— 


10,7 48 
и 


...18000* (10 А; <600 (10 В) ‚ 21Т825-5 


т 
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Рк тах? г, в» О кво проб? 


Рк. т тах? нь О ков проб? 


К. и тах? | ’ О кэо проб? 


мВт МГц 


15* Вт (50°С) 700* (0,01к) 5 
15* Вт (50°С) 700* (0,01к) 5 
15* Вт (50°С) 700* (0,01к) 5 


<2* мА (700 В) 
<2* мА (700 В) 
<2* мА (700 В) 















21826А-5 п-р-п | -60...+125 | 15* Вт (50°С) >6 700* (0,01к) <2 мА (700 В) | 
| 
-60... >4 100* (1к) 20 (40*) А 3* мА (100 В) | 

-60... >4 80* (1к) 20 (40*) А 3* мА* (80 В) 

>4 60* (1к) 20 (40*) А 3* мА* (60 В) 





21827А-5 


| 
_ ШЫЫ С 


>4 100 20 (40*) А <3 мА (100 В) 
24 80 20 (40*) А 
>4 60 20 (40*) А 










21827А-2 
21827Б-2 
218278В-2 


3 мА (80 В) 
ЗмА (60 В) 


< 
< 


50* Вт (50°С) 800* (0,01к) 5 (7,5*) А <5* мА (800 В) 





50* Вт (50°С) 600* (0,01к) 5 (7,5*) А <5* мА (600 В) 


<100 (35 В) 
<100 (60 В) 
<100 (80 В) 
<100 (80 В) 





1 (5*) Вт 
1 (5*) Вт 


80 <100 (80 В) | 
100 <100 (80 В) | 
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С, 
В» ,, Вэ С'.„ 
пФ 
| 10...120* (10 В; ОА) | <25 (100 В) <5 1<п<1500 
10...120* (10 В; ОГ А) | <25 (100 В) <5 {‹п<700 
10...120* (10 В: 0,1 А) | <25 (100 В) <5 — 


| 
Ы 








...120* (10 В; 0,1 А) | <25 (100 В) ‹п<1500 







<400 (10 В) 
<400 (10В) 
<400 (10 В) 






...18000* (3 В; 
| 750...18000* (3 В; 10 В) 
...18000* (3 В: 


<4,5* мкс 
<4,5* мкс 














750...18000* (3 В: 10 А) | <400 (10 В) <0, <4,5* мкс 






...18000* (3 В; 
750...18000* (3 В; 10 В) 
...18000* (3 В; 


<400 (10 В) 
<400 (10 В) 
<400 (10 В) 











>2,95* (5 В; 45 А) 
{сп<1,2 мкс 
<10* мкс: 
{сп<1,2 МКС 






>2,25* (5 В; 4,5 А) 















25...55* (1 А; 1 В) 
25...55* (1 А; 1 В) 
25...55* (ТА; 1 В) 
20...50* (ГА; 1 В) 


<150 (5 В) 
<150 (5 В) 
<150 (5 В) 
<150 (5 В) 
















<150 (5 В) 
<150 (5 В) 


25...200* (1 А; 1 В) 
25...200* (1 А; 1 В) 


21Т830-1 


22 ; 
ни 0 
с 
< 
5/ \9 





21 зак. 9 
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| 

| Струк- | Токр., 

| тура | "С 
| 















1 (5*) Вт 30* (1к) 5 2А:4* А . <100 (35 В) 
1 (5*) Вт 50* (1к) 5 2 А; 4* А <100 (60 В) 
1 (5*) Вт 70* (1к) 5 2А; 4* А <100 (80 В) 
| (5*) Вт 90* (1к) 5 2 А; 4* А <100 (80 В) 












1 27Т831В-1 
2183г -1 


<100 (80 В) 
<100 (80 В) 


70* (1к) 
90* (1к) 









1000*(100м) 
800*(100м) 

























<3* мА (500 В) 
<3* мА (450 В) 
<3* мА (400 В) 


500+ (0,1к) 
450* (0,1к) 
400* (0,1к) 


15 (20*) А 
15 (20*) А 
15 (20*) А 




















0,7 (5*) Вт 
0,7 (5*) Вт 
0,7 (5*) Вт 
0,7 (5*) Вт 


ЗА (4* А) <0.1 мА (90 В) 
ЗА (4* А) <0.1 мА (85 В) 
ЗА (4* А) <0,1 мА (85 В) 
ЗА (4* А) <0.1 мА (60 В) 








21836А-5 Э ЗА (4* А) <0,1 мА (90 В) 


15 <5 мА (80 В) 
15 <5 мА (60 В) 
15 <5 мА (45 В) 
5 <5 мА (80 В) 
5 <5 мА (60 В) 
5 <5 мА (45 В) 





сл 


10 (10*) А <1 мА (1500 В) 
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| С, 

В,,, Вэ С..„ 

пФ 
25...200* (ТА; 1 В) <150 (5 В) 
25...200* (ТА; ТВ) <150 (5 В) 
25...200* (ТА; 1 В) <150 (5 В) 
25...150* (ТА; 1 В) <150 (5 В) 


ЗАИР. —- Е ЗРЬллЕ-Ва,, чл 



















<150 (5 В) 
<150 (5 В) 


...200* (ТА; ТВ 
...200* (ТА; ТВ 


10...50* (30 мА; 20 (5 В) 
10...50* (30 мА; 20 (5 В) 






...3000* (5 В; 5 А) 
150...3000* (5 В; 5 А) 
...3000* (5 В; 5А) 


20...100* (2 А:5В) | <370 (5 В) 
20...100* (2 А: 5 В) <370 (5 В) 
20...100* (2 А: 5 В) <370 (5 В) 
...100* (2 А; 5 В) <370 (5 В) 


= 
> 


20...100* (2 А; 5 В) <370 (5 В) 






...120* (5 В 
30...150* (5 В: 2 А) 
40...180* (5 В:2А) — 
15...120* (5 В:2 А) — 
30...150* (5 В;2А) — 
...180* (5 В 


>5* МА (1500 В) 240 (10 В) 


Го нк, ОМ К,, ДБ | = пс 
Глк" ОМ г, Ом 5” нс Корпус 
К, дБ Р'., Вт выкл? нс | 
Е кл» НС 
<0,6 — <1* мкс 21831 
<0,6 — <]* мкс 994 | 
| 


—-—-—— 


<0,6 — <1* мкс 
<0,6 — <1* мкс | 
э «5 р 
| «3 А 3 
< 
Г. 





сп<1,2 МКС 
{сп<1,2 мкс 
сп<1,2 мкс 












млиии 






21836-5 
2,8 


<0,3 
















<0,375 — <10* мкс; 


‹п<1,5 мкс 
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К тах ? 


















К. т тах’ Ч во тах? 
К. н тах? 
мВт 
3 (50*) Вт 5 10 (15*) А <3 мА (600 В) 
3 (50*) Вт 5 10 (15*) А <3 мА (400 В) 
3 (50*) Вт 5 10 (15*) А | <ЗмА (800 В) 
|2Т841А-1 п-р-п | -60...+100 30* Вт >10 600 5 10 (15*) А <3 мА (600 В) 
121Т841Б-1 п-р-п | -60...+100 30* Вт >10 400 5 10 (15*) А <3 мА (400 В) 
| | 
'21842А | рп-р | -60..+125 | 3(50*) Вт | >20 300 5 5 (8*) А | <1мА (300 В) 
1218425 | р-р | -60...+125 | 3 (50*) Вт | >20 200 5 5 (8*) А <1 мА (200 В) 
| | | 
| 
| 
| 
121842А-1 р-п-р | -60...+100 30* Вт >10 300 5 (8*) А <1 мА (300 В) 
|21Т8425Б-1 р-п-р | -60...+100 30* Вт >10 200 5 (8*) А <1 мА (200 В) 
| 
| | 
'21844А 


50* Вт (50°С) >7,2 250* (0,01к) 4 10 (20*) А <3* мА (250 В) 
40* Вт (50°С) >4,5 400* (0,01к) 5 (7,5*) А <3* мА (400 В) 


<5 мА (650 В) 





<5 мА 






<250* (400 В) 












<3 мА (1000 В) 
<3 мА (800 В) 
<3 мА (600 В) 


10 (12*) А 
10 (12*) А 
10 (12*) А 
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НЕьтНЕ Е. > 
> 


В», Вы С..., 












>12* (5 В 
>12* (5 В: 5А) 
>12* (5 В 


<300 (10 В) 
<300 (10 В) 
<300 (10 В) 







>10* (5 В:5А) <185 (10 В) <0,3 
>10* (5 В:5А) <185 (10 В) <0,3 






>15* (4 В <400 (10 В) 
>15* (4 В <400 (10 В) 












>10* (4 В 
>10* (4 В 


<400 (10 В) 
<400 (10 В) 








10...50* (3 В; 6А) <300 (10 В) 






15...100* (5 В;2 А) <45 (200 В) 







8...25* (3 В; 15 А) <200 (400 В) 





— <3000* 21847, 21848 


8...25* (3 В; 15А) <200 (400 В) 





| 27,1 


__ | |. 


| 
| 
| 
| 
10...30* (5 А; 5 В) <100 (90 В) <0,3 — <2* мкс 
10...60* (5 А; 5 В) <100 (90 В) <0,3 — <2* мкс 
10...60* (5 А; 5 В) <100 (90 В) <0,3 — <2* мкс 


18,9 72,1 
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10 (12*) А <3 мА (900 В) 





2А (4* А) <0,1 мА (90 В) 
2А (4* А) <0,1 мА (70 В) 
2А (4* А) <0,1 мА (40 В) 


...+100 1 (10*) Вт 
...+100 1 (10*) Вт 
...+100 1 (10*) Вт 













сл лм 


‚ак-ч0 


















2А (4* А) 
2А (4* А) 
2А (4* А) 


МА (90 В) 
<0.1 мА (70 В) 
МА (40 В) 


1 (10*) Вт 
1 (10*) Вт 
1 (10*) Вт 







2т862А — | прп | 60..+125 70* Вт >20 450 | 5 | 15А(25* А) | 52,5 мА (300 В) 
| ! | | | | | 
| | ; ! Н 
| | | | 
| | | | | | 
450 5 15 А; 25* А | <2.5мА (300 В) 
600 5 10 А; 15* А <3 мА (600 В) 
600 5 10 А; 15* А | <3мА (600 В) 
| 
| | 
30 Вт (50°С) 20 | 4 | 15А; 20*А | 525 мА (100 В) 
| 





25 А (40* А) <3 мА (250 В) 












30 А; 50* А <3 мА (150 В) 
30 А: 50* А <3 мА (150 В) 
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в, „, в. > 

















...30* (5 А; 5 В) <100 (90 В) 





40...160* (ТА: 2 В) <150 (5 В) <0,35 
50...200* (1 А: 2 В) <150`(5 В) <0,35 
80...300* (1 А; 2 В) <150 (5 В) <0.35 










40...160* (1 А;2 В) <150 (5 В) 
50...200* (1 А; 2 В) <150 (5 В) 
80...300* (1 А; 2 В) <150 (5 В) 







| 10...100* (15 А;58В) | <300 (30 В) || — <0,13 
10...100* (15 А;5 В) | 5300 (30 В) <0,13 — <1* мкс 
12...50* (5 А:5В) | 5250 (10 В) <0,19 — <2* мкс 
12...50* (БА:5В) | <250 (10 В) <0,13 — <2* мкс 


меж, 





15...100* (10 А:10В) | <400 (10 В) <450** 












12...100* (20 А; 5 В) <400 (10 В) <1,3* мкс 

















200 (100 В) 
200 (100 В) 


15...50* (5 В; 30 А) 
10...40* (5 В; З0 А) 






<0,5* мкс 
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Рк тах ? р, т ’ Око проб? 
РК. т тах? в, Ока проб? 
К, н тах? | ' 
мВт 


'21877А 
218776 
21877В 


10А; 15* А | 
10А:;: 15* А 
10 А; 15* А 
1ОА; 15* А 


10А (15* А) 
10А (15* А) 
10 А (15* А) 
10А (15* А) 


20А (10* А) 
20А (10* А) 
20А (10* А) 


25 А (30* А) 
25 А (30* А) 
25 А (30* А) 


50 А (75* А) 
50 А (75* А) 


2А (4* А) 
2А (4* А) 
2А (4*А) 


———— —— —_ “ } 


<3 мА (90 В) 
<3 мА (70 В) 
<3 мА (50 В) 
<3 мА (90 В) 


<3 мА (90 В) 
<3 мА (70 В) 
<3 мА (50 В) 
<3 мА (90 В) 


<1* мА (80 В) 
<1* мА (60 В) 
<1* мА (40 В) 


<3 мА (800 В) 
<3 мА (600 В) 
<3 мА (900 В) 


<3 мА (200 В) 
<3 мА (200 В) 


<0,2 мА (100 В) 
<0,2 мА (80 В) 
<0.2 мА (50 В) 


2А (4* А) <0,2 мА (100 В) 


2А (4* А) 
2А (4* А) 


<0,2 мА (100 В) 
<0,2 мА (80 В) 


2А (4* А) 
2А (4* А) 
2А (4* А) 
2А (4* А) 


<0,2 мА (100 В) 
<0,2 мА (80 В) 
<0,2 мА (50 В) 
<0,2 мА (100 В) 


<200 (100 В) 
<200 (80 В) 


2А (4* А) 
2А (4* А) 


<0,1 мА (400 В) 
<0,1 мА (300 В) 
<0,1 мА (250 В) 
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в.» в. 
Р,.„, 
...250* (5 В 910 (10 В) 21875, 21876 
...250* (5 В; 910 (10 В) 
...250* (5 В; 910 (10 В) 
...160* (5 В 910 (10 В) 


...250* (5 В; 5 А) 910 (10 В) 
...250* (5 В; БА) 910 (10 В) 
80...250* (5 В; БА) 910 (10 В) 
>15* (5 В; 5 А) 910 (10 В) 


750...10000*(10 В; 10 А) | 830 (20 В) 0,75* мкс 
2500...18000*(10 В;10 А)| 830 (20 В) 0,75* мкс 
2500...18000*(10 В;10 А)| 830 (20 В) 0,75* мкс 


12...50* (5 В; 10А) <500 (10 В) 
12...50* (5 В; 10А) <500 (10 В) 
12...50* (5 В; 10 А) 5500 (10 В) 


>20* (20 В: 4 А) <800 (10 В) 
>15* (20 В: 4 А) <800 (10 В) 


<200 (5 В) 
<200 (5 В) 
<200 (5 В) 
<200 (5 В) 


...250* (1 В; <200 (5 В) 
...250* (1 В; <200 (5 В) 


...250* (1 В <200 (5 В) 
...250* (1 В; <200 (5 В) 
...250* (1 В; <200 (5 В) 
...160* (1 В; <200 (5 В) 


...250* (1 В; <200 (5 В) 
...160* (1 В; <200 (5 В) 


>15* (5 В; 0,5 А) <50 (5 В) 
>15* (5 В; 0,5 А) <50 (5 В) 
>15* (5 В: 0.5 А) <50 (5 В) 
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Р 


К тах ? 








Тип 
прибора 


К, т тах ? 
2 


К, и тах? 


мВт 














<0,1 мА (300 В) 
<0,1 мА (250 В) 


ГА (2*А) 
ГА (2* А) 










<0,2 мА (800 В) 
<0,2 мА (800 В) 


2А (5*А) 
2А (5*А) 








5 40 А (60* А) | <1мА (500 В) 
5 40 А (60* А) | <1 мА (500 В) 


21885А 
218855 






















175* Вт 10 {15*) А 11: <0,1* мА (1000-В) 
175* Вт 10 (15*) А | <0,1* мА (1000 В) 
21887А — | рп-р |-60..+125 | 75* Вт (750**) >15 700 2А; (5*) А | 50,25 мА (700 В) 
218875 — | риф | -60..+125 | 75* Вт (750**) >15 600 2А; (5*) А | <0,25 мА (700 В) 


7 100 (200*) <10 мА (900 В) 
7 100 (200*) <10 мА (600 В) 





40 А; 60* А <2 мА (250 В) 











150* Вт (60**) >12 250* (0,01к) 


30* Вт (60**) 60 (80 имп.) 
30* Вт (60**) 60 (80 имп.) 


7* Вт (40°С) >350 65* (0,1к) 4 0,8 (1,5*) А <1* мА (65 В) 





4 ЗА; (5*) А <2* мА (70 В) 
4 ЗА; (5*) А <2* мА (70 В) 
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Гкэ нас? Ом 
ГБЭ, нас" Ом | г. Ом 
К», дБ | Р.. 





Корпус 


ее 


| 
| В>,, в. > С! „ 









<70 (5 В) 
<70 (5 В) 


>25* (10 В: 0.5 А) 


| <5,2* мкс 
>25* (10 В: 0.5 А) | 
| 


<5,2* мкс 


21883, 21884 
10.55 48 

















<3.6 


>25* (5 В; 0,3 А) 
>25* (5 В; 0,3 А) 


<60 (5 В) 
<60 (5 В) <0,27 — 





<3* мкс 


>12* (5 В; 20А) <60 (5 В) <0,08 — <2* мкс 
>12* (5 В; 20А) <60 (5 В) <0,08 — <2* мкс 













| <135 (10 В) 
<135 (10 В) 


6...25* (10 В;2 А) 
6...25* (10 В;2А) 


19,9 72,1 


— <5000* 
— <5000* 


| 20...120* (ЭВ: ТА) <400 (10 В) 
| 20...120* (9 В; ТА) <400 (10 В) 


дм 
> 5 










30...120* (3 В; 30 А) 
30...120* (3 В; 30 А) 


<400 (10 В) 
<400 (10 В) 


| 20...50* (4В:5А) | <400 (100 В) <0.03 — 















>10** (50 МГц) 
>10** (50 МГц) 


15...70* (10 В;2А) 
40...180* (10 В;2А) 


<180 (30 В) 
<180 (30 В) 





>10* (5 В; 0,25 А) <2,6 (28 В) $5; >2,5** >3** (400 МГц) — 





11 
® 


12 
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| О кво проб т То, 
Тип О эВ проб? О во тах Г тах Тек, 
прибора Ч кэо проб В А То» 
В | мкА 

65* (0,1к) В | (3) А | <2*мА (65 В) 

50* Вт (50°С) 100* (0,01к) 5 <25* мА (100 В) 

60* (0,01к) 3,5 2 (4*) А <25* мА (60 В) 

60* (0,01к) 3,5 4 (8*) А <30* мА (60 В) 





27** Вт >350 
54** Вт >500 
. | 
10** Вт 
5** Вт 


16,4** Вт 
16,4** Вт 


219101АС <30 мА (50 В) 








12Т9102А-2 
|219102Б-2 


<10 мА (45 В) 
<5 мА (45 В) 









'2Т91ОЗА-2 
121Т9103Б-2 


<7 (25 В) 
<7 (25 В) 





<10 мА (50 В) 
<20 мА (50 В) 


<120* мА (50 В) 
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| 
С, К,, дБ | 
В», Вэ С», г.’ Ом «р 
пФ р”, Вт и не 





>10* (5 В; 0,4 А) <20 (30 В) >8** (400 МГц) 





8...60* (2 В; 10 А) <700 (10 В) 















<30 (28 В) 
<60 (28 В) 


0,36; >1,7** 
0,18; >1,75** 


>17** (500 МГц) 
>35** (500 МГц) 








<150 (28 В) >100** (0,7 ГГи) 












<10 (28 В) 
<6,5 (28 В) 


>3,5** (2 ГГц) 
>1,6** (2 ГГц) 







>7** (5 ГГц) 
>10** (5 ГГц) 











<20 (28 В) 
<40 (29 В) 


2>5** (0.7 ГГц) 
>20** (0,7 ГГц) 





<160* (5 В; 0,1 А) <240 (28 В) > >100** (0,5 ГГц) 
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ТБО ’ 
Г; тах Г 

эко тах ? КЭК» 
Тк. и А ’ Г. 

КЭО ? 

мкА 


720 50 2,5А (5* т <50 мА (50 В) 
12т9108А-2 | прп | -60...+100 200** Вт 50 <25 мА (50 В) 
| | | 

|,12** кВт <60 мА (65 В) 


| 2Т9110А-2 п-р-п | -60...+100 2500** Вт 600 50 















Тип Струк- Токр., 
прибора тура *С 





219107А-2 -60...+125 








3 15* А <50 мА (50 В) 
12т910Б-2 | п-р-п | -60...+100 200** Вт 600 50 3 7* А <25 мА (50 В) | 
| | 

| | | 
| | | 
| | | 
|2Т9ША 200** Вт (50°С) >300 120*(10 Ом)| 4 10 А <100 мА (120 В) 
| 
| 
|12Т9112А п-р-п | -60...+125 5* Вт >30 65 4 20 А | <40мА (65 В) 


| , 


'2ТЭПЗА п-р-п | -60...+125 82** Вт — 150 4 3,25* А <30 мА (160 В) 
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В,» Вэ 


5 ИИ: «Вы 37, Е 4. 








<50 (10 В) 219107 


>50** (1,5 ГГц) 











‚ 3440 (50 В) >3.5** >500** (0,82 ГГц) 


— >6** >100** (1,4...1,6 ГГц) 





— — >6*+ >200** (1,4...1,6 ГГц) 


ЗЕ ч.1. ЕЬ-Ё. ЗАВИВ ДР ЛАЛАНИЕ 


>10* (10В:5А) <150 (50 В) >150** (80 МГц) 






>10* (7 В: 20 А) 


>10* (5 В: 5А) — <0,16 
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Р 


К тах ? 
Рк. т тах? 
Р 


К, и тах? 


мВт 


325** Вт 
85** Вт 


Г, Вл, 


ах ’ 
МГц 












Тип Струк- 
прибора тура 





<30 мА (50 В) 
<8 мА (50 В) 










<3 мА (55 В) 
<3 мА (55 В) 












30* Вт (85°С) 70* (0,01к) <50* мА (70 В) 
30* Вт (85°С) 70* (0,01к) <50* мА (70 В) 





<50* мА 
<50* мА 








12Т912А-5 
12Т912Б-5 












<10* мА (55 В) 
<20* мА (55 В) 
<20* мА (55 В) 


4,7* Вт (55°С) 
8* Вт (70°С) 
12* Вт 














0,5 (1*) А 
1 (2*) А 
1 (2*) А 





12Т9117А 





<0,1* мА (100 В) 
<0,1* мА (80 В) 
<0,1* мА (50 В) 
<0,1* мА (100 В) 










130** Вт 
130** Вт 
130** Вт 


<150 мА (50 В) 
<150 мА (50 В) 
<150 мА (50 В) 
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г. Ом 


БЭ нас? 
фе 


К, ‚, дБ 


В», Вэ 







>150** (1,5 ГГц) 
>40** (1,5 ГГц) 







>15* (5 В; 0,2 А) <10 (28 В) >2** 
>15* (5 В; 0,2 А) <10 (28 В) >2*+ 


>0,8** (1,8 ГГц) 
>0,8** (1 ГГц) 




















<200 (27 В) 
<200 (27 В) 


>10** 
>10** 


10...50* (10 В; 5 А) 
20...100* (10 В; 5 А) 


>70** (30 МГц) 
>70** (30 МГц) 
















10...50* (10В:5А) <200 (27 В) 
20...100* (10 В: 5 А) <200 (27 В) 


>70** (30 МГц) 
>70** (30 МГц) 










>10* (5 В: 0,5 А) <б (28 В) <1,1; >2,95** >3** (1 ГГц) 
>10* (5 В: 0.5 А) <12 (28 В) <1,1: >2,25** >5** (1 ГГц) 
>10* (5 В: 0,5 А) <14 (28 В) <1,1: >2,25** >10** (1 ГГц) 













80...250* (10 В; 0,15 А) 
80...250* (10 В: 0,15 А) 
80...250* (10 В; 0,15 А) 
40...160* (10 В: 0,15 А) 


40 (5 В) 
40 (5 В) 
40 (5 В) 
40 (5 В) 


219117 


23,4 


219118 
















>75** (1,3 ГГц) 
>75** (1,4 ГГц) 
>75** (1,22 ГГц) 










22 зак 9 
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прибора 


| 
Тип 
| 


2Т9ЭИ9ЭА-2 


| 


219121А 
2191215 
2191218 


1219121 
| 


| 2Т9122А 
2191225 


219123А 
219123Б 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


|2 
12191245 


| 


12Т9125АС 


Т9124А. 


— = —--—- 


— —-.---- — =—--—------—— 


п-р-п 


п-р-п 


п-р-п 


п-р-п 


п-р-п 
п-р-п 


п-р-п 
п-р-п 


‚ п-р-п 


п-р-п 


п-р-п 


. 


-60...+125 


-60...+125 


-60...+125 


-60...+125 


-60...+125 
-60...+125 


-60...+125 
-60...+125 


-60...+125 
-60...+125 


-60...+195 | 


———————ы—ы——- 


К тах ? 


Р, 


к. т тах ? 
р. 


К, и тах? 


мВт 


3 Вт 


92** Вт 
46** Вт 
11,5** Вт 


130** Вт 


133** Вт 
110** Вт 


60* Вт 
60* Вт 


23,5** Вт 
21,5** Вт 


| 
| 
| 
| 
-60...+125 | 64* Вт 
| 


в, т ’ 


нь 


МГц 


130 
130 


>660 


кво проб ? 


О ков проб? 
О кэо проб? 


42 
42 | 
42 


42 


40 
45 


60* (1к) 
70* (1к) 


30 
30 


} 
р 
| 
| 
| 


55* (10 Ом) 





сл 


мм 


К, н тах? 


мА 


1ТА (1*А) 


9.2* А 
4.6* А 


1.15* А 


13* А 


——ы-—-—--------.--- 


6,5 А (7,5* А) 
5.4 А (6* А) 


12,5 А; 30* А 
12,5 А; 30* А 


БА (2* А) 
БА (2* А) 


4 А 


——-—----—. 


То, 
Тов, 
Гкоо» 


мкА 
<2 мА (20 В) 


<15 мА (42 В) 
<7.5 мА (42 В) 
<2.5 мА (42 В) 


<22 мА (42 В) 


<150 мА (45 В) 
<150 мА (45 В) 


<5* мА (60 В) 
<5* мА (70 В) 


<20 мА (30 В) 
<20 мА (30 В) 


<60* мА (55 В) 


ИСКРА. & НИЛА 25. > Е ТЛЕЗЕЛЕК: - «38 т ВИГ 


> РЫИЕТ- А. ВЕРЕ ЛЕ 


ЕЕ 7 5-5 ^:.--—Е. Е ЕЕ 


соик-= змнщ-37= 7-ти. 
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В», в. > С.., 





— <7,5 (15 В) 


Е? НА ДИИОИВ, ЧИЩЕ” ИТР ЗНА. Е РСТ. 


— 7,5 (15 В) 
— 7,5 (15 В) 
— 7,5 (15 В) 


— 7,5 (15 В) 


| 1800...18000 (10 В; 10 А) — 
1600...7000 (10 В; ТА) — 


<110* (5 В; 0,5 А) <70 (28 В) 





Э нас’ 
фе 


К, р? дБ 


>2,7** 


>6** 


>6** 


>6** 


>6** 


>4** 
>4** 


>3** 


>3,2** 


>4** 


>4,5** (7 ГГц) 


>35** 
(2.3...2,7 ГГц) 
>17** 
(2.3...2.7 ГГц) 
>4** 
(2.3...2,7 ГГц) 
>50** 
(2.3...2.7 ГГц) 


>55** (2 ГГц) 
>45** (2 ГГц) 


>10** (3,1...3.5 ГГц) 
>8** (3,1...3.5 ГГц) 


>50** (500 МГц) 








219119-2 














219121 
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О кво проб? 
О кэв проб? Ч во тах 7 
О кэо проб ? В 

В 


С Е 
Е 

ь се | и. 

219126А | прп | -60..+125 | — 330* Вт >100 — |100* (0,01ю) 30 А; 50* А мА (100 В) | 
| 

38* А < 








Тип Струк- 
прибора тура 










219127А п-р-п | -60...+125 1151** Вт >1025 65 мА (65 В) 















2191275 п-р-п | -60...+125 524** Вт >1025 65 19* А мА (65 В) 
21Т9127В -60...+125 1151** Вт >1025 65 38* А <60* мА (65 В) | 
2Т9127Г -60...+125 524** Вт >1025 65 <30* мА (65 В) 
2Т9127Д -60...+125 524** Вт >1025 65 <30* мА (65 В) 
21Т9127Е -60...+125 524** Вт >1025 65 <30* мА (65 В) 
21Т9127Ж -60...+125 1151** Вт >1025 65 <30* мА (65 В) 
21Т9127И -60...+125 524** Вт >1025 65 <30* мА (65 В) 
21Т9127К -60...+125 524** Вт >1025 65 <30* мА (65 В) 


<100* мА (50 В) 







219128 АС 
21Т9129А 


21Т9130А 


| И | 
Е. — 


10* Вт >200 250 6 150 <1 мкА (250 В) 


350* Вт >100 | 25 А;40* А | <200* мА (100 В) | 
21Т9132АС - -60... 220** Вт >320 50 4 11,2 А; 22* А | <150* мА (50 В) | 









28. --* 252.3. Г ЗАЕ ЗЕСВЕ. Е 


ие Е 


ТЕ. 2-52 ЕЕК Е 


== 


10...100 (10 В; 10 мА) 
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С,, ГКУ нас Ом К», дБ 
в „ Вы С.,, ТБЭ нас' Ом г, Ом 
пФ К, ‚, ДБ р”, Вт 


>10* (10В;5А) <500 (50 В) >500** (1,5 МГц) 


ъ 





— — >5.6** >550** 
(1,025...1,15 ГГц) 
— — >6,2** >250** — 
(1.025...1,15 ГГц) 
— — >6,2+* 500** — 
— — >6,2*+* 250** — 
— — >6,2** 250** — 
— — >6,2** 125** — 
— — >6,2** 500** — 
— — >6,2*+* 250** — 
— — >6,2** 125** — | 
<100* (5 В: 0,5 А) | <430 (28 В) | 7** (175 МГц) >200** (175 МГц) | <30 
| | 
— — >4,5** >20** (3,5 ГГи) 219129 


$2 





60...250 (9 В: 20 мА) | <6 (10 В) <50 — <20 219130 
934 
и 5 
м 
С | 
| Г] 


<800 (50 В) |  <0,1; >10** >400** (30 МГц) | — 219131 


— <170 (30 В) >3,5** >140** (650 МГц) <20 219132 





$ 

© 
|: 
м5 
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К тах? в, в и |. проб? Г: 

К.т тах ? нь, о, КЭЯ проб 7 Иво тах тех , 

К, и тах? ах, Око проб? тк. | А” 

мВт МГц В | 
-60...+125 | 130* Вт (70°С) >240 55* (0,01к) 4 | 
-60...+125 2600** Вт 50 3 78* А 
-60...+125 2100** Вт 50 3 63* А 





'21Т9135А-2 -60...+125 


1219136 АС 





700** Вт 






22* (0,1к) 
22* (0.1к) 


8А; 12* А 








г, 


мкА | 
<200* мА (55 В) 


ы ЕЕ. 


<120* мА (50 В) 
<120* мА (50 В) 





<2 мА (15 В) 





<140 мА (60 В) 


<10* мА (22 В) | 
<25* мА (22 В) | 





<20 мА (200 В) 
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Сы 
В», В; С..., ,н 3. | | 
пФ Р..х, | | 
| | 
_ | <160 (28 В) >7.5** >30** (225 МГ | 50 | 219133 
| | | 
. 
5 
| 
| — — >6** >1000** (1,5 ГГц) | : 
— | — >6** >800** (1,5 ГГц) | | 
| | | | | 
| | | 
| | | 
| | | 
| | 
| | 
| | 
— — >1,7** | >2.6**(10 ГГц) | — 
| м 
1 [ ь> 
| | | 
|. | ! 
| 
| Н | 
— | <260 (45 В) >7** >500** (0,5 ГГи) | <20 | 
| | 
>. 
— <5,5 (18 В) >5,5** >2.1** (0,1...2,3 ГГц) — 
_ <5,5 (18 В) >3,8** >4** (0,1...2,3 ГГц) — 








<250 (50 В) 





30...70 (5В; 5А) 





<0,2: <0,2* 
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Рк тах ? Г, 6, КБО проб? 
Рх. т тах ? нь КЭК проб’ 
+ ++ ** 







Р. и тах? Я ах ’ 


мВт МГц 


23,5** Вт 
21,5** Вт 
52** Вт 
7,8** Вт 











<20* мА (30 В) 
<20* мА (30 В) 
<30* мА (30 В) 
<5* мА (30 В) 


| — — 


<1* (50 В) 







































350** Вт 3 <40 мА (50 В) 
175** Вт 3 <20 мА (50 В) 
70** Вт 3 <10 мА (50 В) 
350** Вт 3 <40 мА (50 В) 
175** Вт 3 <20 мА (50 В) 
70** Вт 3 <10 мА (50 В) 
350** Вт 3 <40 мА (50 В) 
175** Вт 3 <20 мА (50 В) 
70** Вт 3 <10 мА (50 В) 



















219147АС -60...+125 50* (0,01 к) <120* мА (50 В) 





п-р-п 
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В», в, 











>10** (2,7...3.1 ГГц) 
>9** (2,7...3,1 ГГц) 
>20** (2.7...3,1 ГГц) 
>3** (2.7...3,1 ГГц) 


219139 


[+12 
ТЕ 







>125** (1,2...1,4 ГГц) 


10...60* (5 В; 0,25 А) <12 (28 В) >2,5** >2,5** (400 МГц) 


| >20 (5 В; 50А) | <3 (10 В) 





>200**(1,45...1,55ГГц) 
>100**(1,45...1,55ГГц) 
>40**(1,45...1,55ГГц) 
>200**(1,45...1,55ГГц) 
>100**(1,45...1,55ГГц) 
>40**(1,45...1,55ГГц) 
>200**(1,45...1,55ГГц) 
>100*+*(1,45...1,55ГГц) 
>40**(1,45...1.55ГГц) 
















<340 (28 В) 





>10* (5 В; 0,5 А) >160** (0,4 ГГц) 
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Рк пах в, Фо, 


Тип Струк- К. т тах’ 21э' 
прибора | тура Р, ито», Как, 
мВт МГц 


100** Вт 
56** Вт 






<100 мА (45 В) 


219149А 
2 <50 мА (45 В) 


Т9149Б 






= Е ЕЕ 


-—----[—Ф«.——-——— 


4 10А. <60 мА (50 В) 










<25* мА (50 В) 
|21Т9155Б п-р-п | -60...+125 | 100* Вт <25* мА (50 В) 


|219155А | пр | -60...+125 43* Вт 
| | 
| | 





| 
| 
| 
| 
— 50 4 4А —| <20мА (50 В) 
1 
| 


1219155 В п-р-п | -60...+125 180** Вт >360 50 3 24 А <25* мА (50 В) 


Я 


12Т9156АС -60... 50 3 4А <90* мА (50 В) 
21Т9156БС -60... 50 3 10 А <60* мА (50 В) 





219158 А п-р-п | -60...+125 98** Вт 40 3 4,5* А <100 мА (40 В) 
1219158 Б п-р-п | -60...+125 45** Вт 40 3 2,1* А <50 мА (40 В) 


120; 80** 3 400 <0,1 мА (120 В) 






21915945 120 3 <0.1 мА (120 В) 





| 
| 
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| | | | 
| С, ГКУ нас? Ом К, дБ № пс 
. . . 0 О с, НС | 
В>,,, Во, С», ГБЭ на» М г, УМ Е Корпус 
| пФ К, ,, дБ р. , Вт м 
— | — >4** >30** (2.15...2.3 ГГц) 219149 
— — >4** >12** (2,15...2,3 ГГц) в 
>10* (5 В: 0,5 А) <37 (28 В) >7,8** >15**(0,39...0,84ГГц) — 219153 | 
>10* (5 В; 0,5 А) | 566 (28 В) | >7** >50**(0,39...0,84ГГц) — | 
| | 
| Г < № 
| | С < 
58 
| 
>10* (5 В; 0,5 А) <35 (28 В) >6,5*+* >15** (0,86 ГГц) — 219155 | 
>10* (5 В: 0,5 А) <35 (28 В) >6,2++ >50** (860 МГц) — 
| | 
| 
:  >10* (5 В: 0.5 А) | 535 (28 В) >5** >100** (0,86 МГц) 
| | 
| 
>10* (5 В: 0.5 А) <37 (28 В) >7** >15** (0,65...1 ГГц) —- 
>10* (5 В: 0.5 А) <66 (28 В) >6** >50** (0.65...1 ГГи) — 


11,4 


склад ато ини. Лиры ды айвьиитьни" ь. 






__ >50 ** 
__ >6** 


>30** (2.3...2,7 ГГц) 
>12** (23...27 ГГц) 









20...60* (5 В: 50 мА) <2,5 (10 В) 





20...60* (5 В; 50 мА) <2,5 (10 В) 
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—— ди 

















Р 


К тах? 
* 





о 


О кво проб’ 



















Тип Струк- К, т тах? 21э' О ков проб? 
прибора тура к. и тах? ах ’ Ок» проб? 
мВт МГц 





<25* мА (55 В) 





-60...+100 55* (0,01к) 











219161АС п-р-п 700** Вт <280 мА (60 В) 























<60 мА (50 В) 
<60 мА (50 В) 
<60 мА (50 В) 
<60 мА (50 В) 


1290** Вт 
1165** Вт 
1290** Вт 
1265** Вт 





ти п-р-п | -60...+125 >60 150 5 10 (15%) А | <20мА (150 В) 
| 
| 
| 


500 <1,5* мА (20 В) 
1 А <3* мА (20 В) | 
15** Вт 20* (10 Ом) 3 2 А <5* мА (20 В) | 





© 


3,715** Вт 20* (10 Ом) 
7,5** Вт 20+ (10 Ом) 


© 
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| =20 (30 В) >20** (1 ГГц) | | 


35* (5 В: 0,25 А) 
| : 
















>20* (5 В; 0.5 А) — >7** >500** (0,4...0,5 ГГц) 219161 








>500** (1,4...1,6 ГГц) 
>400** (1,4...1,6 ГГи) 
>500** (1,4...1,6 ГГц) 
>500** (1,4...1,6 ГГц) 


219162 





— >2300** 
(1,03...1,09 ГГц) 


10...60* (7 А; 5 В) — 30...50** (10 МГц) 


>0,5**(200...512МГи) 
>2**(200...5192 МГц) 
>5**(200...512 МГц) 






>10** раз 
>6** раз 
>4** раз 
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Рк пах ' Око проб * | т, | То , 

Рк. т тах? | Ок проб ? Ч во тах ? Г. тех Тя ' 

Р‚ тах Окэо проб? В | пах’ Ткэо, 

мВт В МА | мкА 
|219175Б-4 п-р-п | -60...+125 7,5** Вт 900 — — 1 А — 
|219175В-4 п-р-п | -60...+125 15** Вт 780 - — — 2 А — 


|219175А-4 п-р-п | -60...+125 3,75** Вт 900 — — 500 — 
| 


70* 12 А — 


>30 70* (1к) 5 10 А; 20* А | <1мА (70 В) 
| 


35** Вт А — 
| 


700 
1219188 А-4 п-р-п | -60...+125 35** Вт 700 — — 


219183А-5 | -60...+125 






п-р-п | -60...+125 20* Вт 


-60...+125 


—ы—»—»—_—»_—_„“<<—_—ю»—ю—ю—_ю—»—»—ю»—»—_<—<—ы—.„“—ы=ы——ы—_“—»_“„——ы——„.„———А— 


351 
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о 9 


Корпус 





219175-4 





>0,5**(200...512МГц) 





— — 
ро По | 
- 
=. = 
сч с 
> 
58 
— =’ чт’ 
+ * 
%# «* 
СЯ > 
РАЗ ВР А 





21Т9183-5 


0,5 


<0,025 


<350 


>100 (5 В; 6А) 





& 
М 


100 (1 В: 4 А) 


60... 


| 


219188 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


>10** (0,2...0,47 ГГц) 


амнани” тг 29.ым “34. `. Я. —^ 2-х. 5—3 За ЗЫ а Я 








>10** (0,2...0,47 ГГц) | 





ЯЕАЕЕЕЕ ЕЕ РЕЯ 


У—=— ща -Щщ- 


аАж..522" Е -.. = 
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Рк тах ? Г, ‚Ва ’ О кво проб ? 










Р, т мах ? фр, КЭЕ проб ? 
Рк. и тах 7 Я ах ’ 
мВт МГц 




















<10 мА (45 В) 
<5 мА (45 В) 
<2 мА (45 В) 


0,7 (1,5*) А 
0,35 (0,7*) А 
0,2 (0.4*) А 














<10 мА (45 В) 
<5 мА (45 В) 
<2 мА (45 В) 


0,7 (1,5*) А 
0,35 (0,7*) А 
0,2 (0,4*) А 
























<|* мА (36В) 
<2* мА (36 В) 
<5* мА (36 В) 


0,25 (1*) А 
1 (2*) А 
3 (7*) А 


5* Вт (50°С) 
10* Вт (50°С) 
25* Вт (50°С) 








12,5* Вт (75°С) 65* (0,1к) 3,5 А <10* мА (70 В) 











<1!* мА (70 В) 







| 
|21921А-4 12,5* Вт (75°С) >90 65* (0,1к) 3,5 А 





0,8 (1,5*) А <2* мА (65 В) 
1,5 (4,5*) А <10* мА (65 В) 
3 (9*) А <20* мА (65 В) 


>300 65* (0,1к) 
>300 65* (0,1к) 
>300 65* (0,1к) 


8* Вт (40°С) 
20* Вт (40°С) 
40* Вт (40°С) 


















<5 мА (36 В) 
<10 мА (36 В) 
<30 мА (36 В) 


0,5 (1*) А 
1 (3*) А 
3,3 (8,5*) А 


5,5* Вт (40°С) 
11* Вт (40°С) 
25* Вт (40°С) 


>600 36* (0,1к) 4 
2600 36* (0,1к) 4 
2500 36* (0,1к) 3,5 

























<25* мА (150 В) 





50* Вт (50°С) >51 150* (0,01к) о 15 (25*) А 
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В,» в, С.» 



























<10 (28 В) 
<6,5 (28 В) 
<5 (28 В) 


>3,5** (2 ГГц) 
>1,6** (2 ГГц) 
>0,8** (2 ГГц) 


— <10 (28 В) >4,1** >4,1** (2 ГГц) <2,2 
— | <6,5 (28 В) >3,2** >1,6** (2 ГГц) | <2,2 
— <5 (28 В) >4** >0,8** (2 ГГц) <2,2 
| 
| 
| 
| 
| <30* мА (5 В; 50 мА) | <15 (10 В) >7** >2** (175 МГц) <20 
| <40* мА (5 В; 100 мА) | <25 (10 В) >4,5** >7** (175 МГи) <20 
| <25* мА (5 В: 250 мА) | <75 (10 В) >3** >20** (175 МГи) <20 


—=-=== 


>10* (10В: ТА) <50 (20 В) >8*+* >12,5** (60 МГц) 





>10* (10 В: ТА) <50 (20 В) >8** >12,5** (60 МГц) 













>10* (0,5 В; ТА) <15 (28 В) 
>10* (0,5 В; 0,25 А) <35 (28 В) 
>10* (0,5 В; 0,5 А) <65 (28 В) 


>5** (175 МГц) 
>20** (175 МГц) 
>40** (175 МГц) 


>8* (5 В; 0,2 А) <15 (12,6 В) >6,3** 2** (320 МГц) <20 
>10* (5 В; 0,2 А) <30 (12,6 В) >4*+* 7** (320 МГц) <35 
>17* (5 В; 0,2 А) <60 (12,6 В) >3** 20** (320 МГц) <40 


12...60* (7 В: 15 А) 


23 зак 9 
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| | и 
К мах? КБО проб? 
Тип Струк- Токр., к. т тах 7 ков проб» 
прибора тура °С нтк» Чо проб, 
мВт 
21928 А п-р-п | -60...+125 0,5 Вт (2*) Вт >300 0,8 (1,2*) А 
|2Т928Б п-р-п | -60...+125 | 0,5 Вт (2*) Вт >300 0,8 (1,2*) А 























6 Вт (40°С) >700 30* (0,1к) 0,8 (1,5*) А <500 (30 В) 
у 
|2Т930А п-р-п | -60...+125 | 75* Вт (40°С) >450 50* (0,1к) 4 бА <20* мА (50 В) 
21Т9305 | п-р-п | -60...+125 | 120* Вт (40°С) >600 50* (0,1к) 4 10 А | <100* мА (50 В) 
В 
| | | | | | 
| 
] : | | | | | 
| | | | | 
| | | | | | 
2Т931А | п-р-п | -60...+125 | 150 Вт (40°С) | 60* (0,01к) | <20* мА (60 В) 
ВВ 
| | | 
ВИ 
| - | | 
| | 






[2т932А | .. 20* Вт (50°С) | 5 | | <1.5* мА (80 В) 
1219325 | рп-р | -60...+125 | 20* Вт (50°С) | >50 60 45 | 2А | <1.5* мА (60 В) 
| 
| | | | 
| | | | 
| | 
|2Т93ЗЗА р-п-р | -60...+125 | 5* Вт (50°С) >75 88 | 4,5 0,5 А <0,5* мА (80 В) | 
279335 р-п-р | -60...+125 | 5* Вт (50°С) >75 60 | 4,5 05А | <50,5* мА (60 В) | 
| , ы 
| | | | | 
| | | : 
| | Ч 
| | | 
| | 
| 
7,5* Вт >500 60* (0.01к) Ё4 | 05А | 35*мА (60В) 
15* Вт >500 60* (0,01к) 4 | ГА | <10* мА (60 В) | 
30* Вт >500 60* (0,01к) 4 | 2А <20* мА (60 В) | 
|2Т935А — | пгрп | -60...+125 | 60* Вт (50°С) >51 80* (0,01к) | 5 20 (30*) А | <30* мА (80 В) | 
| ПИ 
| 
| 
| | 
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В>,,, в, 








| 30...100* (5 В; 150 мА) | <12 (10 В) <2 
| 50...200* (5 В; 150 мА) | <12 (10 В) <2 





>25* (5 В: 0,7 А) >9** (175 МГц) 















<80 (28 В) 
<170 (28 В) 


40* (5 В; 0,5 А) 
50* (5 В; 0.5 А) 






>40** (400 МГц) 
>75** (400 МГц) 









25* (5 В: 0,5 А) <240 (28 В) >80** (175 МГц) 





0,18; >4** 


ЗАЛЕ. &. 4.7121. 


>15* (ЗВ: 15А) <300 (20 В) 
>30* (3 В: 1.5 А) <300 (20 В) 
>15* (3 В; 0.4 А) <100 (20 В) 
>30* (3 В: 0,4 А) | <100 (20 В) 


50* (5 В; 0.1 А) <9 (28 В) 2; >6*+* >3** (400 МГц) 
50* (5 В; 0,15 А) <16 (28 В) 1; >4** >12** (400 МГц) 
50* (5 В; 0,25 А) <32 (28 В) 0,5; >3** >25** (400 МГц) 





20...100* (4 В:15 А) | <800 (10 В) <0,66 — | 5700“ | 21935 





23* 
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К, Ба 


21°? 









К тах? 


Тип Струк- 
прибора тура 


К, т мах? 
+*е 


пах ? 


| 

МГц 
|21935А-5 | при | -60..+125 60* Вт >51 
| 


'2тТ937А-2 .60... 3.6** Вт 6500 
'2Т937Б- .60... 7.4** Вт 6500 
| 
| 
|2Т937А-5 -р-п | -60... 3,6** Вт 6500 


| 
`2Т9З8А-2 (перо | -60..+125 >2000 
| 
| 


К, и тах’ 


мВт 








<2* мА (25 В) 
<5* мА (25 В) 


<2 мА (25 В) 





<| мА (28 В) 















30* (0.01к) 
30* (0,01к) 


<2 мА (30 В) 
<2 мА (30 В) 


30+ (0,01к) 3,5 400 <1 мА (30 В) 





<300 (30 В) 





25** Вт 
22** Вт 


45 3,5 
45 3.5 


<20 мА (45 В) 
<20 мА (45 В) 










25** Вт 
22** Вт 


45 
45 


<20 мА (45 В) 
<20 мА (45 В) 
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В, В С... ГБ нас, Ом Корпус 


С, Гкэ нас? Ом . ' 
пФ Ку, дБ 





20...100* (4 В: 15 А) | <800 (10 В) | <0.66 — <700** 2Т935-5 


| 

| 59 0,45 | 
в 

а 

| | 
















>1,6** (5 ГГц) 
>3,6** (5 ГГц) 


<5,5 (20 В) 
<7,5 (20В) 





<5,5 (20 В) >1,6** (5 ГГц) 






— <4 (20 В) >1** (5 ГГц) 


| 40...200* (12 В; 0.2 А) | <5,5 (12 В) 
20...200* (12 В; 0,2 А) <6 (12 В) 


40...200* (12 В; 0,2 А) — 


>20* (5 В; 0,1 А) <5 (20 В) 





— <20 (28 В) >0,5** >8** (2 ГГц) <2,0 
— <20 (28 В) >2.5** >6** (2 ГГц) <2,5 


— <20 (28 В) >8** (2 ГГц) <2,2 21942-5 


р 
© 1 
о 
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(100 Ом) 


м 
© 


К тах? кво проб’ ] | Тео, 

Тип | Струк- Токр., к. т тах? ков проб? во тах ? тах | Тов у 
прибора | тура | °С | итак" О кэо проб» В а, То, 

| мВт В МКА 

|2Т944А 55* Вт (90°С) >105 100* (0,01к) 5 12,5 (20*) А | <80* мА (100 В 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

|2Т945А п-р-п | -60...+125 | 50* Вт (50°С) >51 200* 5 15 (25*) А | <25* мА (200 В) 

(100 Ом) 

12Т945Б п-р-п | -60...+125 | 50* Вт (50°С) >51 150* 5 15 (25*) А | <25* мА (150 В) 

| (100 Ом) 

|2Т945В п-р-п | -60...+125 | 50* Вт (50°С) 150* 5 10 (20*) А | <25* мА (150 В) 

| 

| 





1 
50* Вт (50°С) > | 15 (25*) А | <25* мА (200 В) 
| 














21946 А п-р-п | -60...+125 | — 37,5** Вт | 270 | 5 | 35 | 9545 А <50 мА (50 В) | 
| | ' 
} } 
| 
| | | 
| 
| ..+125 | 200* Вт (50°С) >75 100* (0,01к) 5 20 (50*) А | <100* мА (100 В) | 
| 
45 2 2,5 (5*) А <30 мА (45 В) | 
45 2 1,25 (2,5*) А | <15 мА (45 В) 
| 
60* 5 20 А <50 мА | 
| | 
ВВ 
| 
} | | | 
| | | 
21950А | п-р-п | -60...+125 84 Вт >150 60* 4 10 А <30 мА* (60 В) 
7А <30 мА* (60 В) | 


219505 п-р-п | -60...+125 60 Вт >90 65* 4 


Биполярные кремниевые транзисторы специального назначения 359 









, С, Г мас? Ом 
в.» Вэ С... ГБЭ нас? Ом 
пФ К, р? дБ 





10...80* (5 В; 10 А) <350 (28 В) <0.25; >10** >100** (30 МГц) 21944 









...60* (7 В; 15 А) <200 (30 В) 








<200 (30 В) 






...60* (7 В; 15 А) 





...60* (7 В; 10А) <200 (30 В) 





| 
| 
| 
| 
| 
| 10...60* (7 В: 15 А) 






‚5200 (30 В) | | 
ВИ 
— <50 (10 В) >27** (1 ГГц) 

: 10...80* (5 В;20 А) | <850 (27 В) >10** >250** (1,5 МГц) — 
ы 
| я 
| < 
© | 
| © | 
| 
| | 
— <30 (28 В) — >15** (2 ГГи) — 

— <17 (28 В) — >8** (2 ГГц) — 


10...90* (10 В: 15А) | — |  140%* 





| 15.100 (5 А; 10 В) | <165 (28 В) 0,15; >7** >70** (80 МГц) 
| 10...100 (5 А; 10 В) <220 (28 В) 0,15; >10** >50** (30 МГц) 
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О 5во тах ? 
В 
















Р 


К тах ' 





Г, ‚Вано 
к 
| ах ’ 
МГц 








Тип Струк- 
прибора тура 







К. т тах? 
*е 






К. и тах? 


мВт 
















45 Вт** 5А <20 мА (60 В) 
30 Вт** ЗА <20 мА (60 В) 
6,3 Вт** 0,5 А <5 мА (60 В) 





2Т955А п-р-п <10* мА (60 В) | 


|) 
В 
В 
20* Вт (100°С) | — >100 РР. 
70** Вт (100°С) | >100 р. <80* мА (100 В) 
60* (0,01к) | 4 <100* мА (60 В) 
4 10А 


>400 36* (0,01к) 


4 
4 
4 
4 
4 


21Т956А 
















21Т957А п-р-п | -60...+125 
| | 


100** Вт (100°С) 









85** Вт (40°С) <15* мА (36 В) 








| 
| 
| 
70** Вт (40°С) >600 36* (0,01к) 4 7А <20* мА (36 В) 
| 
| 


17** Вт (40°С) >750 50 4 <20 мА (50 В) 
27** Вт (40°С) >750 50 4 <20 мА (50 В) 
66** Вт (40°С) >600 50 4 <30 мА (50 В) 


21960А 





210 <1 мА (18 В) 
185 <1 мА (18 В) 


2Т963А-2 п-р-п | -60...+125 1,1* Вт — 18 | 
2т9635Б-2 п-р-п | -60...+125 1,1* Вт — 18 
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С Гкэ нас? Ом 
В. ,, Е С. ГБ нас, Ом 
пФ К, р? дБ 
| 
| 15.100 (2 А; 10 В) <70 (28 В) >8,3** 225** (80 МГц) — 
| 10.100 (2 А; 10 В) <70 (28 В) >10** >20** (30 МГц) — 
| 30...200 (2 А; 10В) | <12 (28 В) >15** >3** (80 МГц) — 








10...80* (5 В; ТА) <75 (28 В) >20** раз >20** (30 МГц) 








10...80* (5 В: 1А) <4005 (28 В) >100** (30 МГц) 











- 10...80* (5 В; БА) <600 (28 В) >125** (30 МГц) 






>10* (8 В; 0,5 А) <180 (12 В) >4*+* >40** (175 МГц) 





<120 (12 В) >2,5*+* >40** (400 МГц) 










>10** (1 ГГц) 
>20** (1 ГГц) 
>40** (1 ГГц) 


<20 (28 В) 
<35 (28 В) 
<50 (28 В) 














>0,8** (10 ГГц) 
>0,5** (10 ГГц) 


>3** (10 ГГц) 
>3** (10 ГГц) 
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| 

к Ь, Бе, Око проб’ т. То, 
Тип Струк- Токр., 113 О ков проб? ти Тв, 
прибора тура *С к О ко пров А Тэо, 
МГц В мкА 
|2Т963ЗА-5 п-р-п | -60...+125 1,1* Вт 10 ГГц 18 1,5 185 <1 мА (18 В) 


| 
| 











| 
- 200* Вт (50°С) 80*(100 Ом) <100 мА (80 В) 
| } } 

| | -60...+125 32* Вт | | 36* (0,01к) | <10* мА (36 В) 

| } } . 
В | 
| 

| | ! 
| 
|| ВВ 
| 
'2Т966А п-р-п | -60...+125 64* Вт >100 36* (0,01к) 4 ЗА <23* мА (36 В) 
| 
| | | 
| 
| р | 

| 

| | 
В 
|2т967А | п-р-п | -60...+125 | — 100** Вт >180 — |36* (0.01) | 4 15А | 520*мА (36 В) 









4 Вт* (40°С) 100 (200*) <0,5* мА (250 В) 





4 Вт* (40°С) 300 5 100 (200*) | <0,5* мА (250 В) | 
| 
| 
| 
| 
[2т970А | пгрп | -60..+125 | — Г70** Вт >600 50* (0,01к) | 4 ЗА (| 100*мА (50 В) | 
| | | | | 
| | 
| 
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| 
| в.» в>,5 
— >0,8** (10 ГГц) 21963-5 
0,45 
10...50* (5 А;10В) | <290 (40 В) >5** >150** (80 МГц) | — | 
| 
| | 
10...60* (5 В;1А)  |<100 (12,6 В) >13** >20** (30 МГц) — 
| | 
| | 
| 
— | <250 (12,6 В) >16** >40** (30 МГи) — | 
| 
| | 
| | 
| 10...100* (5 В;5А) |<500 (12.6 В) | >18** >90** (30 МГц) — | 21967 
| | | | 
| 
| | | | 
| | 
| | | | 
| 35...320* (30 мА; 10В) | <2,8 (30 В) 
| 
| 
| | 
| | 
| | 
35...320* (30 мА; 10 В) | 2,8 (30 В) <33** | — | <2** 21т968-5 
* ' | 
| 0,9 0,2 | 


— 180 (28 В) >4** >100** (400 МГц) <25 21970 
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К тах ? О кво проб? 
Тип Струк- Токр.» К. т тах? О ков проб? О эьо тах? | Г 
прибора | тура *С .. | 0 К.и тах’ 
К. и тах? КЭО проб? 


мВт В | мА 


200** Вт >220 50* (0,01к) 4 
















п-р-п | -60...+125 <60* мА (50 В) 






















121974 А р-п-р 






5* Вт (50°С) 80 2А (10* А) <5 мА (80 В) 
121т974Б р-п-р 5* Вт (50°С) 2А (10* А) <5 мА (60 В) 
|2т974В р-п-р 5* Вт (50°С) 2А (10* А) | <5мА (50 В) 





|21974Г р-п-р 5* Вт (50°С) 2А (10*А) <5 мА (60 В) 


| 
2Т975А п-р-п | -60...+125 | 500** Вт (85°С) 


— 50 3 15* А <40* мА (45 В) 
1219755 п-р-п | -60...+125 | 200** Вт (85°С) 3 
| 


7*А <20* мА (45 В) 


| | 
|2т976А — | при | -60...+125 | 75** Вт (40"С) 


№ р р | 


| 
+ 


> "ЗИМИН... 


<60 мА (50 В) 





200** Вт (85°С) >600 50 8* А <25 мА (50 В) 








|2Т978А 10 А (15* А) <2 мА (300 В) 








219785 10А (15* А) <2 мА (300 В) 


<100 мА (50 В) 






оА; 10* А 





















'2Т980А 
1279805 


300* Вт (30°С) 
300* Вт (30°С) 


100* (0,01к) 
100* (0,01к) 


<100 мА (100 В) 
<100 мА (100 В) 
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ГБЭ нас ’ 


К,,, дБ 


в,» В, С.» 





— | <330 (28 В) >3** 
5...50 А: 5 В) 80 (30 В) <1 — <0.2 мкс 
5...50 (7А:5В) | 80 (30 В) <0,6 — <0.9 мкс 
5...50 (5 А: 5 В) 80 (30 В) <! — <0.2 мкс 
>10* (7А: 5 В) | 80 (30 В) <0,6 — <0,2 мкс 
| 
| 
>6** 200** (1.4...1,6 ГГц) <0.2 мкс 
>6** 100** (1,4...1,6 ГГц) — 
— | <70 (28 В) >2** >60** (1 ГГц) <95 


250** (1,5 ГГц) 


>15* (5А.5В) | <120 (508) 
>15* (5 А; 5 В) <120 (50 В) 
>6** >50** (1,3 ГГц) 


>16** раз >250** (30 МГц) 
>16** раз >250** (80 МГц) 


-ЗгВАШЕЕ = 29.2. вЗ. 























15...60* (10 В; 5 А) 
10...60* (10 В; 5 А) 


<450 (50 В) 
<450 (50 В) 
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Тип 
прибора 


2Т9Э81А 


|21Т982А-5 


2ТЭЗЗА 
2Т98ЗБ 
27983В 


21984А 
219845 


21986А 
219865 


219868 
21986Г 


21987А 


Струк- 
тура 


п-р-п 


п-р-п 


п-р-п 
п-р-п 
п-р-п 


п-р-п 
п-р-п 


п-р-п 
п-р-п 


п-р-п 
п-р-п 


п-р-п 






Токр., 


*С 


-60...+125 


-60 


-60 
-60 
-60 


-60... 
-60... 





-60 
-60 


-60 
-60 


-60 


-60...+125 


...+1925 | 


...+125 
...+125 
...+125 





...+125 


5,8** Вт 


1,4* Вт 
4,7* Вт 


185* Вт 


910** Вт 
775** Вт 


910** Вт 
910** Вт 


93* Вт 





————=—ы———————дц— 


720 
720 


>660 


1000 


36* (0.01к) 


20 


40* (0,01к) 
40* (0,01к) 
40* (0,01к) 


65 
65 


50* (10 Ом) 


50 


‚> 


© 


3,5 


600 


7* А 
16* А 


17 А 


26* А 
26* А 


26* А 
26* А 


5А 





<50* мА (36 В) 


<1 мА (20 В) 


<1| мА (20В) 


<5* мА (40 В) 
<8* мА (40 В) 
<18* мА (40 В) 





<30 мА (65 В) 
<80 мА (65 В) 


<120 мА (50 В) 


<60 мА (50 В) 
<50 мА (50 В) 


<40 мА (50 В) 
<50 мА (50 В) 


100 мА (50 В) 








ЗАРЕ. ДЕ. и 


РЕНИ ЗВ, ЗВАИИ. м 
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Гкэ нас? Ом 
ГБЭ нак Ом 
К, ,, дБ 







>50** (80 МГц) 





10...90* (5 В: 5А) <400 (12.6 В) 


— <6 (15 В) 2,5** >3,2** (7 ГГц) — 21982 





— К В Е: В > 


<б (15 В) 2.5** 23.2** (7 ГГи) | — | 2Т982-5 
| 0.45 0.08 






>20* (5 В; 0,5 А) <8 (28 В) >4** >0,5** (860 МГц) 
>10* (5 В; 0,5 А) <12 (28 В) >3,6*+* >1** (860 МГц) 
>10* (5 В; 0,5 А) <24 (28 В) >3,2** >3,5** (860 МГц) 







>75** (820 МГц) 
>250** (820 МГц) 


— <35 (30 В) 
— <80 (30 В) 







— <270 (28 В) >125** (0,4 ГГц) 


з5з= нищие. лк кг за ченаклиних. 


— — >6** >350** 
| (1,4...1,6 ГГц) 
— — >6** >300** (1,6 ГГц) 
— — >7** >350** (1,6 ГГц) 
— — >7** >350** 
(0,6...0,8 ГГц) 
— — >6** >45** (1 ГГи) — | 21987 


Гы к... 2. 
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Рх тах ? ,, В н6 О кво проб? 
Тип Струк- Токр., К, т тах? 217 О кэя проб? | 
прибора тура *С К. н тах? пах? О кэо проб? 


МГц 


-60...+125 <50 мА (50 В) 
-60...+125 <30 мА (50 В) 


мВт 




















2Т989А п-р-п | -60... 40* Вт (115°С) БА (7,5* А) 
219895 п-р-п | -60... 30* Вт (115°С) 4 А (5* А) 
21989В п-р-п | -60... 14* Вт (115°С) 1,7 А 
2198 9Г п-р-п | -60... 25* Вт (115°С) 2,5 А 


<100 мА (45 В) 
<100 мА (45 В) 
<30 мА (45 В) 
<50 мА (45 В) 










1,5 А (3*А) 





[тов п-р-п | -60...+100 <20 мА (45 В) 


<50 мА (50 В) 


|2Т99ЭЗА -60...+125 


> 150 -- 30 мА (150 В) | 


50 3 <60 мА (50 В) 
50 3 <60 мА (50 В) 
3 <60 мА (50 В) 












-60...+125 
-60...+125 
-60...+125 


1290** Вт (85°С) 
1165** Вт (85°С) 
1290** Вт (85°С) 
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| В»,, В. э С. 


<22 (28 В) 


_ <75 (28 В) 
| 

10...70* (5 В;5А) 375 

| 

| 


— <120 (45 В) 
— <120 (45 В) 
— <120 (45 В) 


24 зак 9 


Гкэ нас? Ом 
г Ом 


БЭ нас ы 


к, р’ дБ 


>6** 
>7,8** 


>3,2*+* 

>4,3** 
>7** 
>7** 





>6** 


>6** 
>6** 
>7** 


К дБ т,, ПС | 
Ом ее НС | К | 
г) {" с орпус | 
р”, Вт ее’ н 
У НС 
>15** (0,7 ГГц) — 21988 


>18** (1,4 ГГц) — 


>35** (2 ГГц) — 
>26** (2 ГГц) — 
>12** (2 ГГц) — 
>25** (1,7 ГГц) — 








>8** (2 ГГц) 





>55** (0,7 ГГц) 


>500** (1.4...1.6ГГц) — 
>400** (1.4...1.6ГГц) — 
>500** (1,4...1,6ГГц) — 
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| . 
| | Рк тах 7 р, ‚ баб О кво проб? 
Тип | Струк- | Токр., Рк т тах 7 фи» КЭВ проб’ 
прибора | тура | *С Ри нтах" ар О кэю проб | 
| мВт МГц В 


21995А-2 | 


| 
| 
| 
| 


|[2т996А-2 | прп | -60...+125 | — 9,5* Вт >4 ГГц 

|2т996Б-2 | п-рп | -60...+125 | 2,5* Вт >4 ГГц | 20 

12т9968В-2 | п-р-п | -60...+125 | 2,5* Вт >4 ГГц | 20 

21996Г-2 | п-р-п | -60...+125 | 2,5* Вт >4 ГГц 20 

| 

|2т996^-5 | п-рп | -60...+125 2,5* Вт >4 ГГц 20 

|2т9965-5 | прп | .60...+125 |  2,5*Вт | 24 Ги 20 | 

И 

| | 

| | з | | 

| | | | | 
| | | | 


100 





2,5 
2.5 






200 (0.3* А) 
200; 300* 
200: 300* 


200 (0.3* А) 
200 (0,3* А) 


30 А 


Т кво, 
Т ков, 
1 ко, 


мкА 
<2 мА (18В) 





<5* мА (20 В) 
<5* мА (20В) 
<1!* мА (20 В) 
<!* мА (20В) 


<5* мА (20 В) 
<5* мА (20 В) 


<60 мА (100 В) 


Аи: 


ЗЕЕ 5$ ^ 


ЛЕ ЗЫ 


2. > 


жа. 
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Гко нк’ ОМ К, дБ с“ пс 
В», В. > ГБ нас? Ом г, Ом И нс Корпус 
К, ,, ДБ р. , Вт ми НС 
Е кл» НС 
— >1,5** >1,5** (10 ГГц) — 21995 
$9 
№ 
ыы 
| >35* (10В: 0,1 А) <2,3 (10В) — — — 21996 
>70* (10 В: 0.1 А) <2,3 (10В) — — — 
>35* (10 В; 0,1 А) <2,3 (10В) >3,8** >0,115** (650 МГц) — 23 | 
| 235* (10 В; 0.1 А) <2.3 (10В) | >4,5** >0,135** (650 МГц) — | 
] | | К 
" 
у 
| 
>35* (108: <2,3 (10В) — — 21Т996-5 
>70* (10 В; <2,3 (10В) — — 






| 
0,57 0,09 


>10* (5 В:15А) | <2,3 (10 В) <0,2 





24* 
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2.11. Биполярные кремниевые сборки специального назначения 
















| Рк тах? р, т , КБО проб? Г а ТБО ’ 
Тип Струк- Токр., Рк. т тах 7 21° КЭК проб ? во тах ? * , ков, 
| прибора | тура | "С к. н мах ? | вИ ’ О кэо проб? | “”" А То, 
| | мВт | МГц м : 
'2ТС303А-2 | п-р-п, | -60...+125 | 500 (60°С) 300 45* (10к) 100 (500*) <0,5 (45 В) 
| рп 
| 
| | 
|2ТС3103А р-п-р | -60...+125 300 (55°С) >600 15* (15к) 5 20 (50*) <0,2 (15 В) 
|2ТС3103Б р-п-р | -60...+125 300 (55°С) >600 15* (15к) 5 20 (50*) <0,2 (15 В) 
| | 
| 
В 
. | 
| | | | 
"2ТСЗ1ША-Е | п-рп | -60...+125 10 >250 30 7 <10 мА (25 В) 
| 2ТСЗБ-1 п-р-п | -60...+125 10 >250 30 7 <10 мА (25 В) 
|12ТСЗ1В-1 | п-р-п | -60...+125 10 >250 30 7 <10 мА (25 В) 
|2ТСЗИИ-1 п-р-п | -60...+125 10 >250 30 7 <10 мА (25 В) 
12тС31Д-1 п-р-п -60...+125 10 >250 30 7 <10 мА (25 В) 
|2ТС3136А-1 | п-р-п | -60...+100 | 50 (100°С) >500 5 |4 | 20 <0,1 (15 В) 
| , , ] 
| 
| | 
| | 
121Т3155АС-1 | п-р-п 30 >1000 10* (10к) 4 10; 20* | <0.5(10В) | 
121Т3155БС-Ё | п-р-п 30 >1000 10* (10к) 4 10; 20* | <0,5 (10В) | 
|| | о 
| 
| ' | | | 
| | | | | | 
|2ТСЗЭЗА-Е |! р-п-р | -60...+85 | 20 (45°С) >500 | 10*(5к) | 4 10 (20*) | <0.1 (108) 1! 
[2ТС393Б-1 | р-п-р | -60...+85 | 20 (45°С) >500 10* (5к) 4 10 (20*) <0,2 (15 В) | 
| 
|2ТС39ЗА-9 | р-п-р | -60...+85 20 >500 10 4 10 <100 мА 
|2ТС393Б-9 р-п-р | -60...+85 20 >500 15 4 10 <100 мА 
| 
| | | 
| 
| | } | | 
| | | 
| | 
|12ТС398А-1 | п-р-п | -60...+100 30 (85°С) 10* (10к) 10 (20*) <0,5 (10 В) 
|2ТС398Б-1 | п-р-п | -60...+100 30 (85°С) 10* (10к) 10 (20*) <0,5 (10 В) 
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| | 
С гг К, дБ | т,, Пс | 
| В: | . И ВИ В: Е | 
2157 11213 : С.›,, СЭ нас' 2. б 1121327 | .., нс Корпус 
| 1 | О | : 
| 40...180 (5 В; 1мА) |` 58458) | <20 | >0,7* <80 | 2ТС30ЗА-2 
<30** | 
\ 
| 
|| 
ы 
МЕ" 
| | 
| 40..200 (1 В; 1 мА) <2.5 (5В) | <60 | <5 (60 МГц); >0,5* |  <80 | 2ТС3103 
|  40...200 (1 В; 1 мА) <2.5 (5 В) <60 <5 (60 МГц): >0.8* <80 | 994 
| | | 
| | | | ^ 
| 
| | | И -- 
| | | 
| 150...400* (10 мкА; 5 В) | <2,5 (1 В) | — — | — | 2ТС3111-1 
| 100...400* (10 мкА; 5 В) <2,5 (1 В) — — — 0,95 0,8 
| 50...400* (10 мкА; 5 В) <2,5 (1 В) | — — — 
| 20...400* (10 мкА; 5 В) <2,5 (1 В) — — | — и 
| 20...400* (10 мкА: 5 В) | <2.5(1В) Г — — — Е 
. | | | | 
| | 04 
| ы 
| 00 9% 
| | КТ 51 ЭТ 39 53 К? 











| 
70...180 (5 В:5 мА) | <2(5В) <50 | <1*; <5** <40 | 2тС336-1 
ео | 
о | 
| | Ба База | ® 









...250 (1 В: 1мА) 
...250 (1 В; 1мА) 


0,8...1,25*; <1,5** 
0,9...1,1*; <3** 


<50 
<50 


21Т3155-1 
















...180 (1 В: 1мА) 
30...140 (1 В; 1 мА) 


<6 (60 МГц) 
— <6 (60 МГц) 









40...250 (1 В; 1 мА) 
40...250 (1 В; 1 мА) 






0,8...1,25*; <1,5** 
0,9...1,1*; <3** 
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РЕЗ З3ТЫЕ "27-ГО ЕЛИ Е ИЕ ЕЕК т.г. лы Ирка ЕЕ НЕЕНЕ 11: > 47г 9 3 





х ЗЕЕ ЕЖЕ МЕНЕЕ 22225 25252 РЕКЕ ЕЕ ЕЕЧЕСЕЕНЕЕЕЕ 22. : = ТЕТЕ НЕА пития 
—. 
[28 
© 
ТФ) 
— 
|) 


<10 (45 В) 
<20 (35 В) 
10 








400 (800*) 
400 (800*) 


400 (600*) 
400 (600*) 
400 (600*) 
400: 800* 


35* (1к) 4 
45 4 
4 


50; 40*(10к) 


>200 
>200 
>200 





| 04 (10**) Вт 

| 0.4 (10**) Вт 
0,4 Вт 

800: 3200** 


-60...+125 
-60...+125 





| -60...+100 
| -60...+125 
| -60...+125 | 


Н 


п-р-п 


12ТС398Б-94 | п-р-п | -60...+100 


| 
| 
| 
| 
| 


————- м нА. ——_-——3—-— 





| 


21ТС6225-1 | рп-р | -60...+125 | 


2ТС398А-94 | 
2ТС61ЗА 

2ТС613Б 

2ТС622А 
2ТС6225 
|2Т670АС. | п-р-п 





о С О Е ЕЕ Ди нь рее 
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В», Вэ 


40...250 
40...250 


25...100* (5 В; 0,2 А) 
40...200* (5 В; 0,2 А) 


25...150* (5 В; 0,2 А) 
( 25..150* (5 В; 0,2 А) 


<15 (10 В) 
<15 (10В) 


<15 (10В) 
<15 (10В) 





25...150* 


40...200* (5 В; 0,2 А) 


<15 (10В) 


К, дБ 
Па / в. „2, 
АП „, мВ 





26.913 - повлентер 
15410 - № 






— — <120* 21С622 
— — <200* 


— | 2ТС6225Б-1 


5 №3, 
у 


<2,5; <5* — <100* 21670 








269713 - коланиер 77. М К - калвер 
СИ - вю кортус 





ЗАМИ - мизер 
75 - хортус 
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ФФ ыЫЫМЫМММФ—ФМФ—ЩШД_—щры——— 
Рк тах ? Е, ‚Бао кво проб? | пах? | Ткво, 
| Тип | Струк- Токр., Рк т тах 7 фа Око проб? и и паз Тов, 
прибора | тура "С Рк. и тах? пах ? О кэо проб? А Т зо, 
| | мВт МГц м мкА 
21ТС687АС-2 | р-п-р 1,5 Вт >450 60; 50* 3 1,5 А; 4,5*А — 
2ТС687БС-2 | р-п-р 1,5 Вт >450 70; 60* 3 1,5 А; 3,5*А — 
| | 
| | | | 
|2т689АС | риф | 400; 6000* >300 45 | 4 300: 600* <7 (45В) | 
| | 
| 
| | | | 
| | | 
| | | 
| 
| 
2ТС84ЗА п-р-п | -60...+125 | 25* Вт (100°С) — 120 4 12 А (25* А), | <12 мА (120 В) | 
ЗА (6* А) 
| 
В 
| , 
| | 
о | 
, | 
2ТС941А-2 р-п-р, | -60...+125 5* Вт >300 | 60 4 800 (1500*) <5 мА (60 В) 
п-р-п 
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= ДЕ ЗЕРЕЮ, Зы ЕЕ 






в», Вэ 


>10 (5 В; 3,5 А) 
>10 (5 В; 3,5 А) 


50..150 (5 В; 80 мА) 


10...50 (12 А; 5 В) 


40...150 (5 В; 0,1 А) 








<20 (10 В) 


12 (28 В) 





Гкэ нас? 
Гвэ нас? 


Ом 


<4; <б* 


<0,2 


>0,7 









<90; <500* 









21ТС687-2 
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Г 
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< 
Ф 
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о 
0 
=] 
о 
= 
Ф 
03 
Г 
< 
= 
(>. 
№ 
Г 
[7 
> 
© 
= 
\®) 
(> 
\®) 
0 


Буквенное обозначение 






Параметр 
отечественное | международное 


г 
о Пазх Тож отвеяки затвор. 
‘сво 


13СО | соо Обратный ток перехода затвор-сток. 


| 
ТИ Ток истока (постоянный). 


Начальный ток истока. 


ох [Остаточный ток истока. 
[Ток стока (постоянный. 
Ра 


Ток стока при нагруженном затворе. 
[2$5$ 


© | © о 
д |3 13 


— 
л 


И 
= |= 
о р" 
[© 5 
з и 
4 
л 
я 
л 





Начальный ток стока. 


—ч 
О 
с 
5 
с 


= 
о 
о 
о 
№" 









12$х Остаточный ток стока. 
ШП | В, © Ток подложки. 
зи |065 Напряжение затвор-исток (постоянное). 
| ОЗИ обр | Обзв | Обратное напряжение затвор-исток (постоянное). 
ОЗИ оте 06 5(ОЕЕ), Ч@5(ой) Напряжение отсечки транзистора — напряжение между затвором | 





и истоком (полевого транзистора с р-п-переходом и с изолирован-| 
ным затвором). 










Пороговое напряжение транзистора — напряжение между затво- 
ром и истоком (у полевого транзистора с изолированным затво- 
ром). 


ОЗИ пр О б$Е Прямое напряжение затвор-исток (постоянное). 


03 проб | Овв) 655 Пробивное напряжение затвора — напряжение пробоя затвор-ис- 
| ток при замкнутых стоке и истоке. 


Освэт, Чв$(н), Чв$(то) 





= 


Озп |Осв, Обо Напряжение затвор-подложка (постоянное). 


Рассеиваемая мощность сток-исток (постоянная). | 


Максимальная рассеиваемая мощность сток-исток с теплоотводом | 
(постоянная). 





ЛЕ ЕЕ: 


|5 | Этз ‚| Крутизна характеристики. 
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Продолжение буквенных обозначений 


Буквенное обозначение | 


ИР =? 3-5 




























Параметр 
отечественное | международное 
| Взи ГО$, Газ Сопротивление затвор-исток. 
} 1 
8 Кзс | ГСО, Гед Сопротивление затвор-сток. 
' Взсо | Г0$$, Гозз Сопротивление затвора (при 05 = 0 или Чаз = 0). 
| 
| Вси отк Го$(ОМ), Га$(оп), ГО$ оп Сопротивление сток-исток в открытом состоянии — сопротивле- 
| ние между стоком и истоком в открытом состоянии транзистора 
при заданном напряжении сток-исток. 
| ВСИ закр ГОЗ(ОЕЕ), Г4з(ой), ГО$ ой | Сопротивление сток-исток в закрытом состоянии — сопротивле-!| 
| ние между стоком и истоком в закрытом состоянии транзистора | 
| при заданном напряжении сток-исток. | 
\ Н 
| Сзио | Сео Емкость затвор-исток — емкость между затвором и истоком при 
разомкнутых по переменному току остальных выводах. 
Сзсо Содо | Емкость затвор-сток — емкость между затвором и стоком при ра- 
| | зомкнутых по переменному току остальных выводах. 
| Ссио | Сазо Емкость сток-исток — емкость между стоком и истоком при ра- 
зомкнутых по переменному току остальных выводах. 
Си, Свх, и | С;55, С11$$ | Входная емкость транзистора — емкость между затвором 
| | и истоком. | 
| С12и | Сгзз, С1955 Емкость обратной связи в схеме с общим истоком при коротком | 
ь | ' замыкании на входе по переменному току. | 
1 С2ои | С оз, С2955 Выходная емкость транзистора — емкость между стоком 
и истоком. 
| С22с Содз, С2945 Выходная емкость в схеме с общим стоком при коротком замыка- 
нии на входе (при коротком замыкании цепи затвор-сток по пере- 
менному току). 
21 |и 013, 9115 Активная составляющая входной проводимости транзистора (в 
схеме с общим истоком при коротком замыкании на выходе). 
59и 05$, 9995 Активная составляющая выходной проводимости транзистора (в 
р | 
схеме с общим истоком при коротком замыкании на входе). | 
| 
Уи У;‹, УИ Полная входная проводимость транзистора (в схеме с общим исто- | 
ком при коротком замыкании на выходе). 
| 
| У12и Угз, У 12$ Полная проводимость обратной передачи транзистора (в схеме с 
| общим истоком при коротком замыкании на входе). 
| Уз1и Ув, У215 Полная проводимость прямой передачи транзистора (в схеме с об- 


ЩИМ ИСТОКОМ при коротком замыкании на выходе; 
Ув = 2% + © = 2/Чсб$; на НЧ |Ув| = 2%). 


| Ус, У295 Полная выходная проводимость транзистора (при коротком замы- 
кании на входе). 






| Еш Гл Шумовое напряжение транзистора. 
| Кш |Е Коэффициент шума транзистора. 
в — | ор | Температурный коэффициент тока стока. 

| — | ага Температурный коэффициент сопротивления сток-исток. 
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Окончание буквенных обозначений 


Буквенное обозначение 


Параметр | 
| отечественное | международное 


Е ттим:ВЙЙЫ 8 


+ Время нарастания. 


Н Время спада. 


Для сдвоенных полевых транзисторов: | 


Разность токов утечки затвора (для полевых транзисторов с изо-| 
лированным затвором) и разность токов отсечки затвора (для по-| 
левых транзисторов с р-п-переходом). 


| [С начЕ И 1С нач? | 12551 / 12552 Отношение токов стока при нулевом напряжении затвор-исток. | 


| Ози!-Ози2 0651-0652 Разность напряжений затвор-исток. 


| 

| [АОзи!-Изи2) | /АТ [4(0с$1-0с$2)|/АТ | Изменение разности напряжений затвор-исток между двумя зна-| 
| чениями температуры. 

| 922и1-822и2 8051-8052 Разность выходных проводимостей в режиме малого сигнала в 
схеме с общим истоком. 


9151 / 8152 Отношение полных проводимостей прямой передачи в режиме ма-, 
лого сигнала в схеме с общим истоком. 


= 
5 
и) 


+ 
© 
= 





| [3(ут)1-13(ут)2 19$$1-16552 






9911 / 9212 


3.2. Параметры и характеристики полевых 
транзисторов 


К полевым транзисторам относятся полупроводниковые приборы, принцип действия которых ос- 
нован на использовании эффекта внешнего электрического поля для управления проводимостью 
транзистора. Такие транзисторы называются также униполярными, так как перенос тока в них осу- 
ществляется только одним типом носителя заряда: в п-канальных — электронами; в р-канальных — 
дырками (в отличие от биполярных транзисторов, где ток переносится двумя типами носителей — 
основными и неосновными, т. е. и дырками, и электронами). 

Для управления током в униполярных транзисторах либо меняется концентрация носителей 
полупроводникового слоя, либо его площадь под действием электрического поля (эффект поля). От- 
сюда название «полевые транзисторы». Проводящий слой, по которому проходит ток, называют ка- 
налом (канальные транзисторы). Каналы могут быть приповерхностными (обогащенные слои из-за 
наличия доноров в диэлектрике, либо инверсионные слои, образующиеся под действием внешнего 
поля) или объемными (участки однородного полупроводника, отделенные от поверхности обеднен- 
ным слоем). 

Транзистор с приповерхностным слоем называют МОП-транзистором (металл—окисел—полу- 
проводник). За рубежом его называют МОЗЕЕТ. У транзисторов с объемным каналом обедненный 
слой создается с помощью р-п-перехода, поэтому их называют транзисторами с р-п-переходом (или 
просто полевыми), за рубежом — ЛЕТ. 

Структуры полевых транзисторов приведены на рис. 3.1. 


Истомх Затвур Стол Истой Затвор Сток Исток Затвор Сток Исток Затвор Сиюк 





Рис. 3.1. Структуры МОП-транзисторов: а — п-канальная обогащенного типа; б — л-канальная обедненного типа; 
в — р-канальная обогащенного типа; г — р-канальная обедненного типа 


Полевой транзистор с р-п-переходом состоит из полупроводниковой пластинки (стержня), кото- 
рая образует канал, с омическими выводами от каждого ее конца (стока и истока) и на поверхности 
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которой с противоположных сторон формируется р-п-переход параллельно направлению тока, вывод 
от которого называется затвором — электродом, управляющим сопротивлением (движением зарядов) 
между стоком и истоком. Затвор отделен от канала между стоком и истоком р-п-переходом. Входной 
импеданс затвора является импедансом обратно смещенного р-п-перехода, что значительно ниже им- 
педанса МОП-приборов. | 

Сопротивление между стоком и истоком изменяется с изменением напряжения на затворе. 

Через запертый переход затвор-канал протекает ток утечки, который экспоненциально изменяет- 
ся с температурой и который, проходя через резистор цепи затвора, может изменить напряжение 
смещения, если сопротивление резистора велико (особенно при высоких температурах). Этот эффект 
отсутствует у МОП-транзисторов. Их называют также транзисторами с изолированным затвором, 
так как у них затвор электрически изолирован от канала исток-сток тонким слоем диэлектрика: ди- 
электрическими пленками двуокиси кремния ($102), нитрида кремния и окиси алюминия. поэтому 
они сохраняют высокое входное сопротивление независимо от величины и полярности зи. Условия, 
возникающие на поверхности раздела 51-5102 таковы, что все приборы с каналом п-типа в исходном 
состоянии, т. е. при Чзи = 0 открыты, а с каналом р-типа закрыты. 

Каждый МОП-транзистор состоит из подложки, двух противоположно легированных подложке 
областей (истока и стока) и металлического затвора, лежащего сверху над тонким слоем окисла. На- 
пряжение затвора регулирует движение зарядов в канале между истоком и стоком. 

Слой диэлектрика тонкий, поэтому при подаче напряжения на затвор в нем возникает сильное 
электрическое поле, которое вызывает образование инверсионного слоя (поверхностный канал), где 
основными носителями являются электроны в р-подложке. Падение напряжения между затвором и 
подложкой в основном происходит в диэлектрике, и направление поля вызывает увеличение инверси- 
онного слоя. На границе раздела образуется поверхностный заряд. Когда Оз > 0, поле притягивает 
электроны (неосновные носители материала р-типа) и появляется отрицательный заряд. Образуется 
обедненный слой (неподвижные ионы акцепторов). Если Оз > 0, то происходит обогащение первона- 
чального инверсионного слоя (увеличивается концентрация электронов на поверхности), если 
Оз < 0, то происходит его обеднение (концентрация электронов у поверхности ниже, чем в объеме, 
так как они отталкиваются от поверхности). 

В режиме инверсии приповерхностный слой кремния отличается от его объема типом электро- 
проводности. В режиме обеднения концентрация дырок будет превышать концентрацию электронов, 
т. е. тип электропроводности слоя изменится на противоположный (произойдет инверсия типа прово- 
димости). 

Потенциал затвора изменяет ширину канала (концентрацию электронов), т. е. образуется канал 
с регулируемой электронной проводимостью (она увеличивается при увеличении 03). 

В зависимости от типа исходного материала полевые транзисторы имеют каналы п-типа или 
р-типа. Например, пМОП-транзисторы имеют электронную проводимость (носители зарядов — элек- 
троны), а рРМОП-транзисторы — дырочную проводимость (носители зарядов — дырки). У п-каналь- 
ных приборов ток канала тем меньше, чем меньше потенциал затвора, а к выводу истока 
прикладывается больший отрицательный потенциал, чем к выводу стока (т. е. полярность напряже- 
ния стока положительная), а у р-канальных — наоборот. 

Таким образом существуют два основных режима работы: обеднения (проводимость канала мо- 
жет быть увеличена или уменьшена в зависимости от полярности приложенного напряжения Ози) и 
обогащения. У транзисторов обедненного типа при напряжении на затворе Ози = 0 протекает не- 
большой ток, а транзисторы обогащенного типа закрыты при значениях зи, близких к нулю. Такие 
приборы соответственно называются нормально открытыми и нормально закрытыми. В частности, 
полевые транзисторы с управляющим р-п-переходом (с диффузионным каналом) являются нормально 
открытыми: они закрываются (т. е. ток стока имеет минимальное значение) при определенном напря- 
жении, называемом напряжением отсечки — это такое напряжение зи, которое необходимо, чтобы 
уменьшить ток стока ]с от ГСнач До 0. 

По конструктивно-технологическим признакам полевые приборы делятся на транзисторы с 
встроенным каналом и транзисторы с индуцированным каналом. Встроенный канал создается техно- 
логически путем, а индуцированный канал наводится в поверхностном слое полупроводника в ре- 
зультате воздействия поперечного электрического поля. 

В транзисторах со встроенным каналом (например, КПЗО5, КПЗ13) уменьшение тока на выходе 
вызывается подачей напряжения на затвор с полярностью, соответствующей знаку носителей заряда 
в канале (для р-канала Ози > 0, для п-канала Ози < 0), что вызывает обеднение канала носителями 
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заряда и ток [с уменьшается. При соответствующем изменении полярности напряжения на затворе 
произойдет обогащение канала носителями и выходной ток [с увеличится. Такие приборы могут ра- 
ботать при обеих полярностях Цзи как в режимах обеднения, так и обогащения. Для них вводится 
понятие «пороговое напряжение» (напряжение открывания). Это такое Цз, при котором электроны 
равновесного инверсионного слоя отталкиваются от поверхности и встроенный канал исчезает (кон- 
центрация электронов в слое под окислом затвора становится равной концентрации дырок в объеме 
кремния). 

В транзисторах с индуцированным каналом, имеющих наибольшее распространение, при напря- 
жении Ц3з = 0 канал отсутствует и только при Цз, равном пороговому напряжению, образуется (ин- 
дуцируется) канал. Такие приборы работают только в режиме обогащения (нормально закрытый 
прибор) при одной полярности ЧОзи. 

В полевых транзисторах с управляющим р-п-переходом канал существует при (з = 0, т. е. они 
имеют встроенный канал, но могут работать только в режиме обеднения носителями заряда (нор- 
мально открытый прибор). У приборов обедненного типа канал имеет тот же тип проводимости, что 
и сток с истоком, у приборов обогащенного типа канал легирован противоположной примесью по от- 
ношению к стоку и истоку. | 

На рис. 3.2, 3.3, 3.4 приведены выходные вольт-амперные характеристики (ВАХ) полевых тран- 
зисторов (зависимость тока стока [с от напряжения на стоке Цс) при различных напряжениях на за- 
творе Цз). Они напоминают характеристики усилительных пентодов. 
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Рис. 3.2. Стоковые характеристики схемы с общим истоком (с р-п-переходом) 
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Рис. 3.3. Типичные вольт-амперные Рис. 3.4. Типичные вольт-амперные 
характеристики п-канального МОП-транзистора характеристики п-канального МОП-транзистора 
обогащенного типа обедненного типа 


Ток [с зависит как от величины, так и полярности напряжений Оси и Чзи. Из ВАХ следует, что 
при изменении Чзи ток [с сначала линейно возрастает (линейная область), затем выходит на поло- 
гий участок (область насыщения) и затем резко возрастает (область пробоя) (см. рис. 3.2). 
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В линейной области при Чс < Чотс проводимость между истоком и стоком является функцией 
Ози (с изменением Ози изменяется проводимость канала). В области насыщения, если Ос > Оотс, 
транзистор входит в режим насыщения (канал перекрывается), причем для каждого зи насыщение 
будет происходить при разном Ос. При увеличении |Чзи| < 0 ток [с падает. В области пробоя при 
увеличении Ос ток резко возрастает из-за лавинного пробоя обратно смещенного диода стока. 

Проходные (передаточные) ВАХ (зависимость тока стока от напряжения на затворе при неиз- 
менном напряжении на стоке) полевых транзисторов с управляющим р-п-переходом и МОП-транзи- 
сторов с каналами п- и р-типов проводимости приведены на рис. 3.5, 3.6. 

В отличие от транзисторов с управляющим р-п-переходом, у которых рабочая область составля- 
ет от 0 вольт до запирания Ч3Зиотс, МОП-транзисторы сохраняют высокое входное сопротивление 
при любых значениях напряжения на затворе, которое ограничено напряжением пробоя изолятора 
затвора. - 

При графических обозначениях транзисторы с индуцированным каналом (у них при Цзи = 0, 1‹ = 
= 0) имеют пунктирную линию в обозначении канала, а со встроенным каналом (у них при Цзи = 0 
течет ток [Снач) — сплошную (рис. 3.6, 6); стрелки определяют тип канала: направлена к каналу — 
канал п-типа, от канала — канал р-типа. 
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Рис. 3.6. Передаточные характеристики полевых транзисторов: а — с п-каналом и р-каналом и их условные графи- 
ческие обозначения; б — передаточные характеристики МОП-транзисторов с встроенным каналом (с обеднением) с 
п-каналом и р-каналом и их условные графические обозначения 


В МОП-транзисторах иногда делается четвертый вывод (кроме выводов истока, стока и затвора) 
от подложки, которая, как и затвор, может выполнять управляющие функции, но от канала она отде- 
лена только р-п-переходом. Обычно вывод подложки соединяется с выводом истока. Если же требует- 


ся иметь два управляющих электрода, то используются МОП-транзисторы с двумя затворами 
(МОП-тетроды — КПЗ22, КПЗ27, КПЗ46, КПЗ50). Они имеют малую емкость обратной связи, не тре- 
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буют цепей нейтрализации и более устойчивы к паразитным колебаниям. Транзистор КПЗОб имеет 
нормированную квадратичность переходной характеристики менее 2,5 В при ослаблении комбиниро- 
ванных составляющих третьего порядка не менее 80 дБ. 

Слой окисла между затвором и подложкой очень тонкий, поэтому МОП-транзисторы чувстви- 
тельны к действию статического электричества, которое может привести их к пробою. Для их защи- 
ты между затворами и подложкой иногда включают защитные диоды (стабилитроны). 
МОП-транзисторы имеют более высокий коэффициент шума на низких частотах по сравнению с по- 
левыми транзисторами с р-п-переходом, поэтому они используются в малошумящих усилителях на 
высоких частотах. 

Среди мощных полевых транзисторов с управляющим р-п-переходом необходимо отметить би- 
полярные транзисторы со статической индукцией (БСИТ) с вертикальным нормально закры- 
тым каналом, например, КП801, КП810. Они имеют выходные характеристики (рис. 3.7), подобные 
ламповому триоду: хорошие параметры переключения и линейность; в области токов, используемых 
в усилителях звуковой частоты, у них отсутствует тепловая нестабильность, так как при больших то- 
ках стока температурный коэффициент имеет отрицательное значение; низкий уровень шумов; низ- 
кое выходное сопротивление, что хорошо согласуется энергетически с низкоомной нагрузкой; они 
имеют более высокий коэффициент усиления, низкое напряжение насыщения и устойчивость ко вто- 
рому пробою по сравнению с биполярными транзисторами. 
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Рис. 3.7. Выходные вольт-амперные характеристики (ВАХ) БСИТ 


Схемы включения БСИТ аналогичны схемам включения биполярных транзисторов. 

ВАХ биполярного транзистора со статической индукцией (БСИТ) не имеет области насыщения 
тока стока (без пологой части), т. е. Ввых очень маленькое, что повышает энергетические показатели 
линейных усилителей мощности. У него, если Чз = 0, то сопротивление канала минимально 
(БСИТ — нормально открытый транзистор) и с ростом Оси ток [с увеличивается, но его ограниче- 
ния не наступает. Выходные ВАХ при малых токах ]с приближенно описываются экспонентой. При 
больших токах [с выходные ВАХ приближаются к линейной. Ввых у них меньше, чем у МОП-типа, 
что обеспечивает хорошее согласование с низкоомной нагрузкой и повышает КПД усилителя; дина- 
мический диапазон шире, что снижает нелинейные искажения, рабочая температура выше. 

Биполярный транзистор с изолированным затвором (БТИЗ), например КП7З0, КЕ7О2, 
представляет собой р-п-р транзистор, управляемый низковольтным МОП-транзистором с индуциро- 
ванным каналом (рис. 3.8, 3.9) и объединяет в себе достоинства как биполярных (малое падение на- 
пряжения в открытом состоянии, высокие коммутируемые напряжения), так и МОП-транзисторов 
(малая мошность управления, высокие скорости коммутации), потери у него растут пропорционально 
току, а не квадрату тока, как у полевых транзисторов. По быстродействию уступает МОП-транзисто- 
рам, но превосходит биполярные. Остаточное напряжение у них слабо зависит от температуры. На 
рис. 3.10 представлена ВАХ БТИЗ. 

Усилительные свойства БТИЗ характеризуются крутизной $, которая определяется усилитель- 
ными свойствами МОП- и биполярного транзисторов в структуре. Значение $ для БТИЗ (зарубежное 
название 1СВТ) более высокое по сравнению с биполярными и МОП-транзисторами. 

БТИЗ применяются в высоковольтных силовых преобразователях, для управления маломощны- 
ми приводами для регулирования скорости вращения, в стиральных машинах, инверторных конди- 
ционерах, в качестве высоковольтных ключей для электронного зажигания автомобилей, импульсных 
блоках питания. 


Раздел 3. Полевые транзисторы 385 





Эмиттер Затвор 


Ктодб 





р-п-р 
3 
э Коллектор © 
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Рис. 3.10. Выходные вольт-амперные характеристики БТИЗ-транзистора 


Эксплуатационным недостатком БСИТ является эффект «защелки», который связан с наличием 
триггерной схемы, образованной биполярной частью структуры и паразитным п-р-п транзистором, ко- 
торый при определенных условиях работы, открывается, триггер опрокидывается, происходит защел- 
кивание и лавинообразный выход прибора из строя. 

Для ограничения тока короткого замыкания при аварийном режиме рекомендуется включение 
между затвором и эмиттером параллельно цепи затвор-эмиттер последовательно соединенных диода 
Шоттки и конденсатора, заряженного до напряжения +15...16 В. Допускается применение в качестве 
защитного элемента стабилитрона на напряжение 15...16 В. 

Максимально допустимое напряжение затвор-эмиттер не должно превышать +20 В, чтобы ис- 
ключить пробой изоляции затвора. Не рекомендуется работа БТИЗ-транзистора и при «подвешен- 
ном» затворе, так как в противном случае возможно ложное включение прибора. 

С целью снижения динамических потерь и увеличения частоты коммутации необходимо обес- 
печить малое время переключения прибора (100...10000 нс). Необходимо также уменьшать отрица- 
тельную обратную связь, которая может возникнуть из-за индуктивности слишком длинного 
соединительного проводника к эмиттеру прибора. 

Монтажные работы с БТИЗ необходимо производить при наличии антистатического браслета, а 
непосредственно в схеме необходимо параллельно цепи затвор-эмиттер подключить резистор сопро- 
тивлением 10...20 кОм. 

Необходимо отметить, что МОП-транзисторы в ряде применений предпочтительнее биполярных. 
Управляющая цепь у них потребляет ничтожную энергию, так как входное сопротивление велико (до 
10'’Ом). Усиление мощности и тока в МОП-транзисторах много больше, чем в биполярных. Из-за 
того, что управляющая цепь изолирована от выходной цепи, значительно повышаются надежность 
работы и помехоустойчивость схем на МОП-транзисторах. Они имеют низкий уровень собственных 
шумов, что связано с отсутствием инжекции и свойственных ей флюктуации, обладают более высо- 
ким собственным быстродействием, так как в них нет инерционных процессов накопления и рассасы- 
вания носителей заряда. 

25 зак 9 
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МОП-транзисторы имеют и недостатки: вследствие относительно высокого сопротивления кана- 
ла в открытом состоянии падение напряжения на открытом МОП-транзисторе заметно больше, чем 
падение напряжения на насыщенном биполярном транзисторе, температурная зависимость сопротив- 
ления канала сильнее, чем зависимость от температуры напряжения насыщения биполярного транзи- 
стора (сопротивление канала открытого МОП-транзистора в диапазоне температур 25...150 °С 
увеличивается в 2 раза, а напряжение насыщения биполярного транзистора — примерно в 1,5 раза). 
МОП-транзисторы имеют существенно меньшее значение предельной температуры структуры Тп тах, 
равное 150 °С (для кремниевых биполярных транзисторов Ти тах = 200 °С), что ограничивает их при- 
менение в режимах эксплуатации с повышенной температурой окружающей среды (около 100 °С). 

Преимущества применения мощных полевых транзисторов в выходных каскадах усилителей зву- 
ковой частоты (усилителях мощности): 

»е простота управления, так как для управления мощным полевым транзистором требуется 

ничтожный по мощности сигнал; 

»е высокая линейность передаточных характеристик полевых транзисторов, что позволяет 

существенно снизить уровень нелинейных искажений; 

»е крутизна мощных полевых транзисторов $ = Ас / АИзи при ЦС = с0пз{ — основной параметр 

усилительного режима эксплуатации практически не зависит от мощности выходного сигнала. 

Однако пороговое напряжение МОП-транзисторов зависит от температуры: 


О Зипор (Токр) — ОЗиИпор (20 °С) - ТКУзипор - АТ, 


где ТКОзипор — температурный коэффициент порогового напряжения, равный (-5...-10) мВ/°С 
(при сильном увеличении температуры МОП-транзистор превращается в прибор с встроенным кана- 
лом), что нежелательно для двухтактных усилителей. 


3.3. Назначение отдельных типов полевых транзисторов 


АПЗ20 (А-2, Б-2) — бескорпусные на керамическом кристаллодержателе арсенидгаллиевые 
планарные с барьером Шотки полевые транзисторы с каналом п-типа. Предназначены для примене- 
ния в малошумящих СВЧ усилителях (Ки < 4,5...6 дБ на 8 ГГц, Кур > 3 дБ) в составе ГИС. Диапазон 
рабочих температур окружающей среды -—60...+85 °С. 

АПЗ25А-2 — бескорпусные на керамическом кристаллодержателе арсенид-галлиевые планар- 
ные с барьером Шотки полевые транзисторы с каналом п-типа. Предназначены для применения во 


входных каскадах малошумящих СВЧ усилителей (Ки < 2 дБ на 8 ГГц) в составе ГИС. 

АПЗ28А-2 — бескорпусные на керамическом кристаллодержателе арсенид-галлиевые планар- 
ные с барьером Шотки полевые транзисторы с двумя затворами и каналом п-типа. Предназначены 
для применения во входных каскадах малошумящих СВЧ усилителей (Ки < 4,5 дБ на 8 ГГц, 
Кур > 9 дБ) в составе ГИС. 

АПЗ62А9 — арсенид-галлиевые полевые транзисторы с каналом п-типа в корпусе для поверх- 
ностного монтажа. Предназначены для применения в малошумящих усилительных и преобразова- 
тельных СВЧ устройствах. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+70 °С. 

АПЗ79А9 — арсенид-галлиевые полевые транзисторы с двумя затворами и каналом п-типа в 
корпусе для поверхностного монтажа. Предназначены для применения в приемно-усилительных теле- 
визионных устройствах (включая спутниковое телевидение) на частотах 100...2000 МГц. Диапазон 
`рабочих температур окружающей среды -—60...+70 °С. 

АП602(А-2—Д-2) — бескорпусные на керамическом кристаллодержателе арсенид-галлиевые 
эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с барьером Шотки и каналом п-типа. Предназначены 
для применения в усилителях мощности, генераторах и преобразователях частоты в диапазоне час- 
тот 3...12 ГГц в герметизированной аппаратуре. Диапазон рабочих температур окружающей среды 
—60...+85 °С. 

АП6ОЗ — арсенид-галлиевые эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с барьером Шот- 
ки и каналом п-типа. Предназначены для применения в усилителях мощности, автогенераторах, пре- 
образователях частоты в составе ГИС с напряжением питания 8 В и на частотах до 12 ГГц. 

АПб6О05 — бескорпусные на керамическом кристаллодержателе арсенид-галлиевые планарные 
полевые транзисторы с барьером Шотки и каналом п-типа. Предназначены для применения в мало- 


шумящих СВЧ усилителях в составе ГИС. Диапазон рабочих температур окружающей среды 
—60...+85 °С. 
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АП606б — арсенид-галлиевые планарные полевые транзисторы с барьером Шотки и каналом 
п-типа. Предназначены для применения в усилителях мощности, автогенераторах и преобразователях 
частоты до 12 ГГц в составе ГИС с напряжением питания 8 В. 

АП608 — арсенид-галлиевые планарные полевые транзисторы с барьером Шотки и каналом 
п-типа. Предназначены для применения в выходных каскадах СВЧ усилителей и генераторов в соста- 
ве ГИС с напряжением питания 7 В в диапазоне частот до 26 и 37 ГГц. 

АП967 — арсенид-галлиевые полевые транзисторы с барьером Шотки и каналом п-типа с внут- 
ренними цепями согласования. Предназначены для применения в широкополосных СВЧ усилителях 
мощности в составе ГИС с напряжением питания 8 В. 

КП101(Г_Е) — малошумящие диффузионно-планарные (ДП) полевые транзисторы с затвором 
на основе р-п перехода и каналом п-типа. Предназначены для применения во входных каскадах уси- 
лителей низкой частоты и постоянного тока с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих 
температур окружающей среды —45...+85 °С. 

КП103(Е М) — малошумящие диффузионно-планарные полевые транзисторы с затвором на 
основе р-п перехода и каналом р-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилите- 
лей низкой частоты и постоянного тока с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих тем- 
ператур окружающей среды —55...+85 °С. 

КП201(Е-1—Л-1) — бескорпусные (с гибкими выводами) малошумящие диффузионно-планар- 
ные полевые транзисторы с затвором на основе р-п-перехода и каналом р-типа. Предназначены для 
применения во входных каскадах усилителей низкой частоты и постоянного тока с высоким входным 
сопротивлением в составе гибридных интегральных микросхем. Диапазон рабочих температур окру- 
жающей среды —40...+85 °С. 

КП202(Д-1—Е-1) — бескорпусные (с гибкими выводами) малошумящие эпитаксиально-пла- 
нарные полевые транзисторы с затвором на основе р-п-перехода и каналом п-типа. Предназначены 
для применения во входных каскадах усилителей низкой частоты и постоянного тока с высоким вход- 
ным сопротивлением в составе гибридных интегральных микросхем. Диапазон рабочих температур 
окружающей среды —40...+85 °С. 

КП3З01(Б—Г) — малошумящие планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и 
индуцированным каналом р-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей и 
нелинейных малосигнальных каскадах с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих темпе- 
ратур окружающей среды —45...+70 °С. 

КПЗ02(А—Г, АМ—ГМ) — высокочастотные малошумящие планарные полевые транзисторы 
с затвором на основе р-п-перехода и каналом п-типа. Предназначены для применения в широкополос- 
ных усилителях на частотах до 150 МГц, в переключающих и коммутирующих устройствах. Диапа- 
зон рабочих температур окружающей среды —60...+100 °С. - 

КП3З03(А—И) — высокочастотные малошумящие эпитаксиально-планарные полевые транзи- 
сторы с затвором на основе р-п-перехода и каналом п-типа. Предназначены для применения во вход- 
ных каскадах усилителей с высоким входным сопротивлением (КПЗОЗГ — в зарядочувствительных 
усилителях и других устройствах ядерной спектрометрии). Диапазон рабочих температур окружаю- 
щей среды —40...+85 °С. 

КПЗ04А — диффузионно-планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и инду- 
цированным каналом р-типа. Предназначены для применения в переключающих и усилительных кас- 
кадах с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды 
—45...+85 °С. 

КП305(Д—И) — высокочастотные малошумящие диффузионно-планарные полевые транзи- 
сторы с изолированным затвором и каналом п-типа. Предназначены для применения в усилителях 
высокой и низкой частот с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окру- 
жающей среды —60...+125 °С. 

КП306(А—В) — малошумящие СВЧ диффузионно-планарные полевые транзисторы с двумя 
изолированными затворами и каналом п-типа. Предназначены для применения в преобразовательных 
и усилительных каскадах с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окру- 
жающей среды —60...+125 °С. 

КП307(А—Ж) — малошумящие эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с затвором 
на основе р-п-перехода и каналом п-типа. Предназначены для применения во входных каскадах уси- 
лителей высокой и низкой частот с высоким входным сопротивлением (КПЗ07Ж. — в зарядочувстви- 
тельных усилителях и устройствах ядерной спектроскопии). Диапазон рабочих температур 
окружающей среды —40...+85 °С. 
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КП308(АЫ—Д) — бескорпусные (с гибкими выводами) малошумящие эпитаксиально-планар- 
ные полевые транзисторы с затвором на основе р-п перехода и каналом п-типа. Предназначены для 
применения: КП3З08(А—В) — во входных каскадах усилителей низкой частоты и постоянного тока; 


КПЗ08(Г—Д) — в коммутаторах, переключающих устройствах с высоким входным сопротивлением. 
Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+85 °С. 

КПЗ10(А, Б) — малошумящие СВЧ диффузионно-планарные полевые транзисторы с изолиро- 
ванным затвором и каналом п-типа. Предназначены для применения в приемно-передающих устрой- 
ствах СВЧ диапазона. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+125 °С. 

КПЗ12(А, Б) — малошумящие СВЧ эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с затвором 
на основе р-п перехода и каналом п-типа. Предназначены для применения во входных усилителях и 
преобразовательных каскадах СВЧ диапазона. Диапазон рабочих температур окружающей среды 
—60...+100 °С. 

КПЗ13(А—В) — малошумящие СВЧ диффузионно-планарные полевые транзисторы с изолиро- 
ванным затвором и каналом п-типа. Предназначены для применения в усилительных каскадах с высо- 
ким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды —45...+85 °С. 

КПЗ1АА — малошумящие планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы с затвором на основе 
р-п-перехода и каналом п-типа. Предназначены для применения в охлаждаемых каскадах предвари- 
тельных усилителей устройств ядерной спектрометрии. Диапазон рабочих температур окружающей 
среды —170...+85 °С. 

КПЗ22А — малошумящие планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы с двумя затворами 
на основе р-п-перехода и каналом п-типа. Предназначены для работы в усилительных и смесительных 
каскадах высокочастотного диапазона. Диапазон рабочих температур окружающей среды 
—60...+85 °С. 

КПЗ23(А-2, Б-2) — бескорпусные (на керамическом кристаллодержателе) с полосковыми вы- 
водами и приклеиваемой керамической крышкой эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с 
затвором на основе. р-п-перехода и каналом п-типа. Предназначены для работы в малошумящих уси- 
лительных каскадах на частотах до 400 МГц. Диапазон рабочих температур окружающей среды 
—60...+70 °С. 

КП327(А—Г) — кремниевые планарные полевые транзисторы с двумя изолированными затво- 
рами (МДП-тетрод), защитными диодами и каналом п-типа. Предназначены для работы в селекторах 
телевизоров метрового и дециметрового диапазонов для улучшения чувствительности, избирательно- 
сти и глубины регулирования сигналов с малыми перекрестными искажениями. Диапазон рабочих 
температур окружающей среды —45...+85 °С. 

КПЗ29(А, Б) — высокочастотные малошумящие полевые транзисторы на основе р-п перехода 
с каналом п-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей на частотах до 
200 МГц и в переключательных и коммутирующих устройствах с высоким входным сопротивлением. 
Диапазон рабочих температур окружающей среды -—60...+100 °С. 

КПЗ4АКА, Б) — малошумящие планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы на основе 
р-п-перехода и каналом п-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей. 
Диапазон рабочих температур окружающей среды -—60...+125 °С. 

КП346(А9, 69) — малошумящие СВЧ планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы с дву- 
мя изолированными затворами и каналом п-типа. Предназначены для применения во входных каска- 
дах усилителей. Транзисторы имеют корпус КТ-48, предназначенный для поверхностного монтажа. 
Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+85 °С. 

КП347А2 — малошумящий полевой транзистор МОП-типа с двумя изолированными затвора- 
ми, двумя защитными диодами и каналом п-типа. Предназначен для работы во входных каскадах ра- 
диоприемников в составе ГИС. Диапазон рабочих температур окружающей среды -—45...+85 °С. 

КП350(А—В) — диффузионно-планарные полевые транзисторы с двумя изолированными за- 
творами и каналом п-типа. Предназначены для применения в усилительных, генераторных и преобра- 
зовательных каскадах СВЧ (на частотах до 700 МГц). Диапазон рабочих температур окружающей 
среды —45...+85 °С. 

КП4О1(АС, БС) — сборка из двух комплементарных пар эпитаксиально-планарных МДП-тран- 
зисторов (1-й и 3-й транзисторы с п-каналом; 2-Й и 4-й транзисторы с р-каналом). Предназначены для 
работы в переключающих и импульсных устройствах Диапазон рабочих температур окружающей 
среды —45...+85 °С. 

КП402А — полевой ДМОП-транзистор с каналом р-типа. Предназначен для работы в высоко- 
вольтных усилителях. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+70 °С. 
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КП4ОЗА — полевой ДМОП-транзистор с каналом п-типа. Предназначен для работы в высоко- 
вольтных усилителях. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+70 °С. 

КПбоОГ(А, Б) — сверхвысокочастотные малошумящие средней мощности планарные полевые 
транзисторы с затвором на основе р-п-перехода и каналом п-типа. Предназначены для работы во 
входных и выходных каскадах усилителей, генераторах и преобразователях высокой частоты. Диапа- 
зон рабочих температур окружающей среды —60...+85 °С. 

КП704 (А, Б) — эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и 
каналом п-типа. Предназначены для применения во вторичных источниках электропитания, в выход- 
ных каскадах графических дисплеев и быстродействующих импульсных устройствах. Диапазон рабо- 
чих температур окружающей среды —45...+85 °С. 

КП705(А-В) — мощные МДП]-полевые транзисторы с вертикальной структурой и каналом 
п-типа. Предназначены для работы в переключающих и импульсных устройствах, вторичных источ- 
никах электропитания. Диапазон рабочих температур окружающей среды —40...+85 °С. 

КП707(А-В) — мощные планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы с изолированным за- 
твором и каналом п-типа. Предназначены для применения в переключающих устройствах, импульс- 
ных и л непрерывных вторичных источниках электропитания и схемах управления 
электродвигателями. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+100 °С. 

КП709(А, Б) — мощные эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с изолированным за- 
твором и каналом п-типа. Предназначены для применения в импульсных и переключательных устрой- 
ствах, импульсных вторичных источниках электропитания телевизоров и схемах управления 
электродвигателями. Диапазон рабочих температур окружающей среды —45...+100 °С. 

КП712(А—В) — мощные эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с изолированным за- 
твором и каналом р-типа. Предназначены для применения в импульсных и переключательных устрой- 
ствах. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+100 °С. 

КП734 и КП735 — полевые пМОП-транзисторы, предназначены для применения в устройст- 
вах автомобильной электроники и других схемах с низким уровнем питания, где требуется быстрое 
переключение, низкие потери мощности в линии и устойчивость к переходным процессам. 

КП759, КП760, КП761 — полевые транзисторы, предназначены для применения в устройст- 
вах, где уровень мощности рассеяния достигает 50 Вт. Все транзисторы имеют внутренний диод меж- 
ду истоком и стоком для подавления воздействий переходного процесса. 

КП759, КП760, КП761 — полевые транзисторы имеют нормированное значение энергии од- 
нократного и повторяющегося лавинного пробоя (соответственно 210 и 5 мДх, 280 и 7,4 мДж, 510 и 
13 мДж), пиковое значение скорости восстановления защитного диода 3,5 В/нс, ток лавинного про- 
боя (2,5, 4,5 и 8 А соответственно), суммарный заряд затвора (соответственно 24, 38 и 60 нКл), а 
также внутренние индуктивности стока и истока (4,5 и 7,5 нГн). Конструктивно эти транзисторы из- 
готавливаются в корпусном и бескорпусном исполнениях. 

КП814 — полевые транзисторы, предназначены для работы в переключающих устройствах, 
ключевых стабилизаторах, преобразователях напряжения. 

КП523, КП731, КП(739—753), КП(775—781), КП(783—787) — полевые транзисторы, 
предназначены для применения в усилительных, импульсных и переключательных схемах, источни- 
ках электропитания, схемах управления электродвигателями и выходных каскадах графических дис- 
плеев. 

КП7130(А, А2, АЭ) — полевые ДМОП транзисторы со встроенным обратным диодом, предна- 
значены для применения в источниках электропитания, электросварочном оборудовании, в стираль- 
ных машинах и пылесосах, в схемах управления электродвигателями, имеют возможность 
параллельного включения и стойкость к статическому электричеству (1 кВ). 

КП7132(А, Би А9, Б9), КП7150(А, А2, Ад) — полевые ДМОП транзисторы со встроен- 
ным обратным диодом и КП7132(А1, Ы и А91, Б91) со встроенным обратным диодом и стабили- 
тронами защиты предназначены для применения в источниках электропитания аппаратуры связи, 
управления, светотехнике, автомобильной электронике, системах внутреннего и автономного элек- 
троснабжения в промышлености и жилищно-коммунальном хозяйстве, в аппаратуре управления и 
защиты. 

КП7133 (А, АЭ) — полевые ДМОП транзисторы со встроенным обратным диодом, применяют- 
ся, кроме указанных для КП7132 областей, в преобразователях напряжения ОС—ОС, в высокочас- 
тотных преобразователях. 
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КП7138 (А, А9, АЭ1) — полевые ДМОП транзисторы со встроенным обратным диодом приме- 
няются в источниках электропитания, бытовой технике, осветительных приборах, схемах управления 
электродвигателями. 

КП801(А—Г) — мощные эпитаксиально-планарные со статической индукцией транзисторы 
(СИТ) с затвором на основе р-п перехода и каналом п-типа. Имеют характеристики, подобные лампо- 
вому триоду. Предназначены для работы в выходных каскадах усилителей звуковоспроизводящей ап- 
паратуры. По сравнению с МДП-транзисторами СИТ характеризуются более высокой линейностью, 
крутизной и низким сопротивлением насыщения. Диапазон рабочих температур окружающей среды 
—40...+85 °С. 

КП802(А, Б) — мощные высоковольтные эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с ка- 
налом п-типа. Предназначены для работы в преобразователях постоянного напряжения, ключевых и 
линейных устройствах. Диапазон рабочих температур окружающей среды -—60...+85 °С. 

КП8О4АА — эпитаксиально-планарный полевой транзистор с изолированным затвором и кана- 
лом п-типа. Предназначен для применения в быстродействующих импульсных и переключательных 
устройствах. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+85 °С. 

КП805(А—В) — мощные МДП-полевые транзисторы с каналом п-типа. Предназначены для 
применения в импульсных вторичных источниках электропитания. Диапазон рабочих температур ок- 
ружающей среды —60...+85 °С. 

КПЭО1(А, Б) — мощные планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и инду- 
цированным каналом п-типа. Предназначены для работы в усилительных и генераторных каскадах в 
диапазоне коротких и ультракоротких длин волн. Диапазон рабочих температур окружающей среды 
—60...+125 °С. 

КП902(А—В) — мощные планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и кана- 
лом п-типа. Предназначены для работы в приемно-передающих устройствах на частотах до 400 МГц. 
Диапазон рабочих температур окружающей среды —45...+85 °С. 

КП903(А—В) — мощные планарно-эпитаксиальные транзисторы с затвором на основе р-п пе- 
рехода и каналом п-типа. Предназначены для работы в приемно-передающих устройствах на частотах 
до 30 МГц. Диапазон рабочих температур окружающей среды -—60...+100 °С. 

КП904(А, Б) — мощные планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и инду- 
цированным каналом п-типа. Предназначены для работы в усилительных, преобразовательных и гене- 
раторных каскадах в диапазонах коротких и ультракоротких волн. Диапазон рабочих температур 
окружающей среды —60...+125 °С. 

КП9О05(А, Б) — мощные СВЧ планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и 
каналом п-типа. Предназначены для работы в усилительных и генераторных каскадах на частотах до 
1,5 ГГц. Диапазон рабочих температур окружающей среды -—40...+85 °С. 

КП907(А, Б) — мощные СВЧ полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом 
п-типа. Предназначены для работы в усилительных и генераторных каскадах на частотах до 1,5 ГГц. 
Диапазон рабочих температур окружающей среды —40...+85 °С. 

КП9О8(А, Б) — планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом п-типа. 
Предназначены для применения в СВЧ усилителях и генераторах в диапазоне частот до 2,25 ГГц и 
быстродействующих переключательных устройствах наносекундного диапазона. Диапазон рабочих 
температур окружающей среды -—40...+85 °С. 

КП921А — мощный эпитаксиально-планарный полевой транзистор с изолированным затвором и 
индуцированным каналом п-типа. Предназначен для применения в быстродействующих переключаю- 
щих устройствах. "Диапазон рабочих температур окружающей среды -—45...+85 °С. 

КП923(А—Г) — мощные полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом п-типа. 
Предназначены для применения в СВЧ усилителях и генераторах с выходной мощностью 17...50 Вт 
на частоте 1 ГГц. 

КП928(А, Б) — мощные генераторные СВЧ эпитаксиально-планарные полевые МДП-транзи- 
сторы. Предназначены для работы в генераторах и усилителях мощности сигналов на частотах до 
400 МГц, а также в импульсных и быстродействующих переключающих устройствах. Диапазон рабо- 
чих температур окружающей среды —60...+125 °С. 

КП93З7(А, А-5) — мощные планарные полевые транзисторы с р-п переходом и вертикальным 
каналом п-типа. Предназначена для применения во вторичных источниках электропитания, преобра- 


зователях напряжения, импульсных генераторах. Диапазон рабочих температур окружающей среды 
—60...+125 °С. 
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КП938(А—Д) — мощные эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с р-п-переходом и 
вертикальным каналом п-типа. Предназначены для применения в импульсных вторичных источниках 
электропитания, схемах управления электродвигателями, в мощных коммутаторах и усилителях низ- 
кой частоты. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+125 °С. 

КП944(А, Б) — мощные эпитаксиально-планарные МДП-транзисторы с каналом р-типа. Пред- 
назначены для применения в схемах управления накопителями ЭВМ на жестких и гибких магнитных 
дисках. Диапазон рабочих температур окружающей среды -—45...+85 °С. 

КП945 (А, Б) — мощные МДП-транзисторы с каналом п-типа. Предназначены для применения 
в импульсных и переключательных схемах. 

КП951(А2—В2) — бескорпусные на металлокерамическом держателе мощные эпитаксиаль- 
но-планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом п-типа. Предназначены для 
применения в СВЧ усилителях и генераторах. Диапазон рабочих температур окружающей среды 
—60...+85 °С. 

КПС!04(А—Е) — сдвоенные планарно-эпитаксиальные ионно-легированные полевые транзи- 
сторы с затвором на основе р-п перехода и каналом п-типа. Предназначены для применения во вход- 
ных каскадах малошумящих дифференциальных и операционных усилителей низкой частоты и 
усилителей постоянного тока с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур ок- 
ружающей среды —45...+85 °С. 

КПС202(А2—Г2) — сдвоенные бескорпусные планарно-эпитаксиальные ионно-легированные 
малошумящие полевые транзисторы с затвором на основе р-п перехода и каналом п-типа. Предназна- 
чены для применения во входных каскадах усилителей, дифференциальных и операционных усилите- 
лей низкой частоты, а также усилителей постоянного тока с высоким входным сопротивлением 
(например, в медико-биологической аппаратуре и малошумящих балансных каскадах). При монтаже 
транзисторов не допускается использование материалов, вступающих в химическое взаимодействие с 
защитным покрытием. Должна быть исключена возможность соприкосновения выводов с кристаллом 
(минимальное расстояние от места изгиба выводов до кристалла | мм, радиус закругления не менее 
0,5 мм). При монтаже тепловое сопротивление кристалл-корпус должно быть не более 3 °С /мВт. 
При пайке выводов (на расстоянии не менее | мм) и при заливке компаундами нагрев кристалла не 
должен превышать +125 °С. Диапазон рабочих температур окружающей среды —40...+70 °С. 

КПС203(А1—Г1) — сдвоенные бескорпусные с гибкими выводами без кристаллодержателя 
малошумящие планарно-диффузионные полевые транзисторы с затвором на основе р-п-перехода и ка- 
налом п-типа. Предназначены для применения во входных каскадах высокоточных и малошумящих 
дифференциальных и операционных усилителей и малошумящих балансных каскадах с высоким 
входным сопротивлением. При монтаже и пайке расстояние от края транзистора до места изгиба 
должно быть не менее | мм, радиус изгиба — не менее 0,5 мм, расстояние до места пайки — не ме- 
нее 1,5 мм. Не допускается нагрев транзисторов свыше +125 °С. Диапазон рабочих температур окру- 
жающей среды —45...+85 °С. 

КПСЗ15 (А, Б) — сдвоенные планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы с затвором на ос- 
нове р-п-перехода и каналом п-типа. Предназначены для применения во входных каскадах дифферен- 
циальных усилителей низкой частоты и постоянного тока с высоким входным сопротивлением. 
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Диапазон рабочих температур ок- 
ружающей среды —60...+100 °С. 

КПС316(Д1—И!) — сдвоенные бескорпусные с гибкими выводами без кристаллодержателя 
планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы с затвором на основе р-п-перехода и каналом п-типа. 
Предназначены для применения во входных каскадах дифференциальных усилителей и балансных 
каскадов с высоким входным сопротивлением. Типономинал прибора указывается на индивидуальной 
или групповой таре. Диапазон рабочих температур окружающей среды —40...+85 °С. 
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3.4. Полевые транзисторы 





Ри тах ? 
мВт 


Оз отс? Оси тах ? 


Р Оз пор? Ох тах? 


СИ т мах? 


Вт 






АПЗ20А-2 С п-каналом 
АПЗ20Б-2 | 

| 

| 

| 

| 

} 
| . 
: АП324А-2 С п-каналом 
| АПЗ24Б-2 


АПЗ24В-2 






| АПЗ24Б-5 





С п-каналом 


:АПЗ25А-2 С барьером Шотки, 


с п-каналом 6* | 
| 
| 
| 
АПЗ26А-2 С п-каналом 30 — 2,5; -5,5* 4 — — 


1 АПЗ26Б-2 30 — 2,5; 5,5* 4 — 


р 
й 
| 
И 
+ 
й 


———————————щ— =... 
че о сорарешьь соо сииииииисьниь оамманиь чать саишоститр чить. 
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| В си отк? Ом К, дБ к, 
с. С, К°», дБ И”, мкв Чая НС | 
Г мА С;., пФ р." , Вт Е. нВ/Ги | и Корпус 
‚ А0""*, В 0”, Кл Зи , 
| | зи, М мкВ/"С | | 
Параметры арсенид-галлиевых полевых транзисторов 
| 5...16 0.18: 0.15* >3* (8 ГГц) <4.5 (8 ГГц) — АПЗ20-2 
| 5...16 0,15*; 0.18** >5* (8 ГГц) <б (8 ГГи) — 
| 












>6* (12 ГГц) 
>6* (12 ГГц) 
>6* (12 ГГц) 


<1,5 (12 ГГц) 
<9 (12 ГГц) 
<2,5 (12 ГГц) | — 





— >6* (12 ГГц) <9 (12 ГГц) 


>5 (1.5 В; 10 мА) — >4,5* (8 ГГц) <9 (8 ГГц) 






<4,5 (17,4 ГГц) 
<5,5 (17,4 ГГц) 


>8 (2 В; 8 мА) — >3* (17,4 ГГц) 
>8 (2 В; 8 мА) — >3* (17,4 ГГц) 
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Тип 
прибора 


, 


АПЗ28А-2 


АПЗЗОА-2 

| АПЗЗОБ-2 
АПЗЗОВ-2 

| АПЗЗОоВ1-2 

| АПЗЗОВ?2-2 
АПЗЗ0ВЗ-2 


| АПЗЗ1А-2 


| АПЗЗ1А-5 


|АП3З9л-2 


`АПЗ4ЗА-2 

|АП343А1-2 
[АП343А2-2 
|АПЗ4ЗАЗ-2 


=————————.[———- ——ы- 


—-----—. 


















Ри, | 
и Оли Отс? Оси тах? 
Структура * О зи пор? Ох тах? 
Рси т тах? В 
Вт 
С барьером Шотки. 50 
с двумя затворами 
с п-каналом 
С барьером Шотки, 30 — 3; -6* — | — — 
с п-каналом 30 — 3; -6* — — — 
30 — 3; -6* — — — 
100 — 5; -7* — — — 
100 — 5; -7* — — — 
100 — 5; -7* — — — 
С барьером Шотки, 250 2,5...5 5; -8* — — | — | 
с п-каналом | 
| | | 
| | | 
| 
| 
с п-каналом 250 (70°С) 2.5...5 5; 8* 4 — >100 (ЗВ) 
| 
| | 
| | 
С барьером Шотки, 250 — 5,5; -7* | — | — — 
с п-каналом | 
| 
| | | 
| | 
| 
С барьером Шотки, 35 2...4 3,5; -6* 3 — >20 (2 В) 
с п-каналом 35 2...4 3,5; -6* 3 — >20 (2 В) 
35 2...4 3,5; -6* 3 — >20 (2 В) 
35 2...4 3,5; -6* 3 — >20 (2 В) 
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0’, мкВ 


Е", нв//Гц 
9" Кл 


$, мА/В 








>7 (4 В; 8 мА) | >9* (8 ГГц) <4.5 (8 ГГц) | 
| >4 (4 В: 8 мА) | | 
| 
| | 
} 
| | 
| 
| | 
1 2545 | _ | >3* (17,4 ГГц) <6 (25 ГГц) | АПЗЗ30-2 | 
| > | —_ | 23* (25 ГГц) <4,5 (25 ГГц) _ | 43 | 
Г к) | — Г 26* (25 ГГц) | 53,5 (25 Гы) — _ З| | 
1 220(5 кг) | _ >8* (17,4 ГГц) | <2 (17.4 Ти) — = | 
>20 (5 кГи) | —_ >8* (17,4 ГГи) | <1,5 (17,4 ГГц) _ | 
>20 (5 кГц) | — >8* (17.4 ГГц) <1 (17,4 ГГц) | 
| 





>15 (5 кГц) >8* (10 ГГц) 


>0,03** (10 ГГц) 


<2,5 (10 ГГц) 








| >15 (4 В: 40 мА) — | 25,5* (10 ГГц) <2,5 (10 ГГц) — | АПЗ31-5 | 
| >0,03** (10 ГГц) 0,5 0,17 | 
19] 
5 | 
>10 (5 кГц) — >5* (17,4 ГГц) <4 (17,4 ГГц) — АПЗЗ9-2 
| >0,015** (17,4 ГГц) | 
| | | 
И 
| 
| | | 
| } | 
| 
>10 (5 кГц) — >8,5* (12 ГГц) <2 (12 ГГц) — 
>20 (5 кГц) — >8,5* (12 ГГц) <1,5 (12 ГГц) — 
>20 (5 кГц) — >8,5* (12 ГГц) <1,1 (12 ГГц) — 
>20 (5 кГц) — >8,5* (12 ГГц) <0,9 (12 ГГц) — 
| 
| 
| 
| 


зари. 2.068 9 ВБ. — 


——--—- —--[-—--[—— 


——————ы-———----- 





„орон жи чо ито отель 
————ыы=ы—————ы—ы—ыы.[—----------—-.-— 
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Ри тах ? 
мВт 


Ре 












зи отс 7 


Ч зи пор? 







|9] 
СИ тах? 
* Чи тах? 






Структура 


Итмах? 


Вт 















| 
ЕАН | С барьером Шотки, 


АПЗ44А1-2 с п-каналом 
АПЗ44А2-2 | 

АПЗ44АЗ-2 

АПЗ44А4-2 







С п-каналом 
С п-каналом 
С п-каналом 






|АПЗ54Б-5 
АПЗ54В-5 


АПЗ55А-5 С п-каналом 
АПЗ55Б-5 С п-каналом 
АПЗ55В-5 | С п-каналом 
| | 

АПЗ56А-5 | С п-каналом 
АПЗ565Б-5 | С п-каналом 
| А13568В-5 | С п-каналом 


С п-каналом 
С п-каналом 
| АП357В- С п-каналом 





| АПЗ625Б-9 | п-каналом , 90 — 4,5; -4,5* 


АПЗ58А-5 С п-каналом 30 — 3,5; -4,5* | 22 2...8 — 

АПЗ58Б-5 С п-каналом 30 — 3,5 -2 2...8 — 

АПЗ58В-5 С п-каналом 30 — 3,5 -2 2...8 — | 

|АПЗ62А-9 С двумя затворами, 90 — 4,5; -7* | -4 — | — 
4 — | — 


Полевые транзисторы 





ЖНы: 3 


$, мА/В 


| >55 кг 
>40 (5 кГц) 
>40 (5 кГц) 
>40 (5 кГц) 
>40 (5 кГц) 


С, С, Ы 
С..,, ПФ 


В си отк? Ом 
К’, ДБ 
Р.”, Вт 


АЧ.и ‚, МВ 


>10 (4 ГГц) 
>10 (4 ГГц) 
>10 (4 ГГц) 
>10 (4 ГГц) 
>15 (1 ГГц) 


Е“, нв/ Гц 


Ки, дБ 
О’, мкВ 


О", Кл 


<1 (4 ГГц) 
<0,7 (4 ГГц) 
30,5 (4 ГГц) 
<0,3 (4 ГГц) 
<0,3 (1 ГГц) 






















>50 (2.5 В) 
>50 (2,5 В) 
>50 (2.5 В) 


<! (3,6 ГГц) 
<0,8 (3.6 ГГц) 
<0,6 (3,6 ГГц) 


АПЗ54-5 
0,52 







>13* 
>13* 





0,15 


0,47 


ь 
' 
| 



























>30 — >10* АПЗ55-5 
>30 — >10* 
>30 — >10* 0,52 
| 
| 
>20 — <2,04 (12 ГГц) — АПЗ56-5 
>20 — <1,70 (12 ГГц) 
>20 —_ <1.46 (12 ГГи) 0.77 0,34 
То 
<2,5 (18 ГГц) АПЗ57-5 
<1,95 (18 ГГц) — 
<1,76 (18 ГГц) — 0.47 0.15 
>7 (ЗВ) <5,5 (37 ГГц) — АПЗ58-5 
>7 (ЗВ) <4,3 (37 ГГц) — 
0,52 0.15 


>7 (ЗВ) <3,4 (37 ГГц) 






>15 (ЗВ: 20 мА) 
>20 (3 В; 20мА) — 


>9* (1 ГГц) 
>9* (1 ГГц) 


АПЗ62-9 
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| 
Тип Оз отс ? 
прибора | Структура зи, пор" 
| 
| 
|1 АП379А-9 С двумя затворами 240 — 10; 6* — — | — ] 
АПЗ79Б-9 | с п-каналом | 240 — 8; -8* — — | — 
| 
| 
'АПЗ81А-5 С п-каналом 80 — 3; -6* -3 60 — 


"<. ——— ны —.- 
—_—— ыы ———--- 





——. = -—.--.ъ- 


| 
| 
| 
| 
| | 
| | 
АПб02А-2 | С п-каналом | | | 2220 (ЗВ) 
| | | | | 
АПб02Б-2 900 — 7 3,5 — >180 (3 В) 
АП602В-2 900 — 7 3,5 — >110 (ЗВ) 
| 
АП602Г-2 1800 ‚— 7,5 3,5 | — >440 (3 В) 
| | | 
[А06020-2 | 1800 | — | 75 | 3,5 — 2360 (3 В) 
ы ' | 
[АП603А-2 | С барьером Шотки, | 25° |1 о | 3 р 40:5 | 
р | с п-каналом | | | | | 
1 | 
 АпвоЗБ-2 | | 2,5* 35 | — 400: 5* 
| | | | 
| 
АПбОЗА-1-2 С барьером Шотки, 2,5* — — | 3.5 — | 400; 5* 
с п-каналом | | 
1 А0603Б-1-2 2,5* — — 35 | — | 400;:5* 
| | 
| 
| 









АПбОЗА-5 
| АП60ЗБ-5 






С п-каналом 
С п-каналом 


| 
АПбО4А-2 | С п-каналом 7 3 — | —_ 
АП604Б-2 | С п-каналом 7 -3 | — — 
АПб04В-2 С п-каналом 7 -3 — — 
АП604Г-2 С п-каналом 7 -3 — — 


Полевые транзисторы 399 
























В си отк 7 Ом Ки, дБ 
Кур, дБ О’, мкВ в | 
р”, Вт Е", нв//Гц Корпус 
АО, , мВ й 
и 
>20 (5 В; 10 мА) | — | >16 (0,8 ГГц) <1,4 (Его | — | АП379-9 
>20 (5 В: 10 мА) | — >16* (0,8 ГГи) <1,4 (1 ГГц) | — | 
>14* (1750 МГц) |<2,1 (1750 МГц) | 
| 
15...35 (2,5 В) <0,8 (6,5 ГГц) — АПЗ81-5 
0,45 0,08 
| 
| Е 
| о 
| | 
[ 20...10) | — >0,18** (12 ГГц) — — АП602 
>2,6* (12 ГГи) 
20...80 (2 В) — >0,1** (12 ГГц) — — 38 71,4 
>3* (12 ГГц) 
20...70 (2 В) — >0,2** (8 ГГц) — — 
>3* (8 ГГц) м м 
40...200 (2 В) — >0,4** (10 ГГц) — — г 3 2 
>2,6* (10 ГГц) 
40...160 (2 В) — >0,5** (8 ГГц) — — 
>3* (8 ГГц) | 
| >50 (ЗВ: 0.4 А) | — | <4 —_ | 0.24 
| >3* (12 ГГц) | | 
| >0,5** (12 ГГц) 
| >80 (3 В; 0,4 А) | —_ <4: >3*; >1** | —_ | 0.24 
| | 
| } } 
| 
| 
>50 (3 В; 0,4 А) — <4 — 0,24 


>3* (12 ГГц) 
>0,5** (12 ГГц) 
>80 (3 В: 0.4 А) — <4 — 0,24 
>3* (12 ГГц); >1** 








>50 (3 В; 0,4 А) 0,24 АП603-5 
>80 (3 В: 0,4 А) 0,24 0,77 0,34 





>3* (17,4 ГГц) | — 
>0,2** (17,4 ГГц) 
>3 (17,4 ГГц) — 
>0,125** (17,4 ГГи) 


20...40 (3 В; О.Т А) | — 


рик поет че отит 
БНР. ЛИ 25. 


15...40 (3 В: ОА) | — 
| 


| 10...20 (3 В: 50 мА) — >3* (17.4 ГГи) — — 
>0,075** (17,4 ГГц) 
10...20 (3 В: 50 мА) — >3* (17,4 ГГц) — — 


>0,005** (17,4 ГГц) 





—А————_———АА———-—---— - 


400 
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Тип 
прибора 


АПб04А!1-2 
АП604Б1-2 






АП6бО05А-2 


АП605А1-2 


АП605А2-2 


АПбОбА-2 
АП606Б-2 


АПб06В-2 


АПбОбА-5 
АПб6О6Б-5 


АП606В-5 


АПб07А-2 
























Ри тах? 
мВт 


Ре 












О зи отс? 


Структура 


О зи пор? 
Итмах? 








С п-каналом 
С п-каналом 
С п-каналом 
С п-каналом 







С барьером Шотки, 450 >150 (3 В) 


с п-каналом 


С п-каналом 450 

450 

С барьером Шотки, 2* 
с п-каналом 

о* 

О* 

С барьером Шотки, 2* 
с п-каналом 

О* 

о* 


С п-каналом 3,5* — 8 5 — | <1600: <5* 


Полевые транзисторы 401 























| | | Вин Ом Кь дБ | № НС | 

1 СИ отк . 4 

| С, , С', , К’, дБ о, мкВ „выкл? нс 

| $, мА/В | ор * Е”, нв//Гц ь, МГц Корпус 
О”, Кл АО „/АТ“””, 

| мкВ/*С 






20...40 (3 В; ОТ А) 
15...40 (ЗВ; ОЛА) 
10...20 (3 В: 50 мА) 
10...20 (3 В; 50 мА) 


>0,2** (17,4 ГГц) 
>0,125** (17,4 ГГц) 
>0,075** (17,4 ГГц) — 
>0,05** (17,4 ГГц) 





— | 53,5 (8 Г | $3,5 (8 ГГц) — 
| >8* (8 ГГн) 
| >0,1** (8 ГГц) 


| >30 (4 В; 30 мА) 


4,9 





— >6* (8 ГГц) | 52 (8 ГГц) АПбО5 (А!1-2, А2-2) 
>0,1** (8 ГГц) 
— >7* (8 ГГц) <1,5 (8 ГГц) | 4,5 


>0,15** (8 ГГц) 


1,1 
| 





>70 (3 В; 0,25 А) 3 (5 В) >4* (12 ГГц) — {н=100 АПб0б-2 
>0,4** (12 ГГц) 

>90 (3 В; 0,25 А) 3 (5В) >6* (12 ГГц) — {н=100 
>0,4** (12 ГГц) 

>100 (3 В: 0,25 А) 3 (5В) >5* (12 ГГц) — {н=100 


>0.75** (12 ГГц) 


| 
| 
| 
| 
| | 


| >70 (3 В; 0,25 А) 3 (5 В) >4* — {н=100 
| >0,4** (12 ГГц) 
| >90 (3 В; 0,25 А) 3 (5В) >6* — +н= 100 
| >0,4** (12 ГГц) 
| >100 (3 В; 0,25 А) 3 (5 В) >5* (12 ГГц) — {н=100 


| >0,75** (12 ГГц) 
| | 


>80 (ЗВ) | |>1** (10 ГГц); >4,5* 





26 зак 9 
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Р 


СИ тах ' |9] 


Тип С р тура мВт И отс' ыы тах? 
трук * ЗИ пор? ЗС тах? 
прибора Рен т тах ' 


Вт 











АП967Т-2 14* — 8 -5 


| 
| АПбОЗА-2 | С барьером Шотки, 0.6* | — — -3 | 
| с п-каналом | 
|1АП608Б-2 | |1 * - | - | 3 | — | — | 
| 
} : 
АП608В-2 | |* — | = |3 | — — 
АПбОЗА-5 С барьером Шотки, 30 — — -3 — — | 
с п-каналом | 
АПб080-5 | | 30 — — | -3 | — | — 
| | й ] 
| ! | , . 
| АП608П-5 | | 10 — — о | — 
| | | | 
| | | 
| —С’барьером Шотки, 12* — 7 -5 — — | 
с п-каналом 12* — 7 -5 — — 
| 
| 
| | 
| | | 
АП925А-2 | С п-каналом 7* | — 9 5 — ЗА 
[АП925Б-2 | 16* Пе 9 5 | — ‚ 23.6А (ЗВ) | 
| | 
| 
АП925В-2 | 7* о И ПИ ЗОО ЗА 
| | 
| 
АПЭ9ЗОА-2 | С барьером Шотки, 21* | — 8 | -5 — <4.5; <15* 
| АП9ЗОБ-2 | с п-каналом 21 * | — 8 -5 — | <4,5; <15* 
АП9ЗОоВ-2 | 21* | 8 5 | — Г 34,5; <15* | 
: | | | 
| | | 
| | | 
| | | | 
| | | | | 
| | | 
АП967А-2 С барьером Шотки, 14* — 8 -5 — — | 
с п-каналом, | 
АП967Б-2 с внутренними цепями 14* — 8 -5 | — | — 
| согласования | | 
|АП967В-2 | 7* О: И 5 | — — 
| | 
| 
| АП967Г-2 | | 7+ | — 8 -5 | — — 
| | : 
|АП9670-2 | | 7* А ОИ: 5 | — — 
| | | | 
АП967П-2 14* — 8 |5 — — 


Полевые транзисторы 403 


















| ! 
| | В. отк Ом К, дБ | а НС | | 
С, :' Сл, К’, дБ и, мкВ ! 
> “" Е”, нВ/\/Гц Корпус | 

О ’ Кл | 











>15 (3 В; 50 мА) >3,5* (26 ГГц) 


>0,1** (26 ГГц) 


АП608-2 












>350 (1.5 В: 0,5 А 
>300 (1.5 В: 0.5 А 


>5** (8 ГГц): >3* 
>3** (8 ГГц); >3* 


АП915-2 : 


| 
5 

>20 (ЗВ; 100 мА) — >4* (26 ГГц) з < 
>0.15** (26 ГГц) К - З 
|| >20 (3 В: 100 мА) | _ >4* (26 Ги) _ ‚а ы хо 
| >0,15** (26 ГГц) | | | <. 5. 
о ` 
| | х } 
| | | | © 
| | [88 | 
| | | | | 
| 
| 215 (3 В; 50 мл) | — >4* (37 Гц) — | — | АПб08-5 
| >0,03** (37 ГГц) 

>15 (3 В: 50 мА) — >3,5* (37 ГГц) — — 0,52 0,15 | 
| >0,15** (37 ГГц) 
>15 (3 В; 50 мА) — >4* (37 ГГц) — — < 
>0,01* (37 ГГц) 5 

| 

| } 
| 


| 
) | — 
) | 












>500 (3 В; 1,8 А) 
>500 (3 В; 1,8 А) 


>2** (3.7.4.9 ГГц) 
>7* (3.7.4.2 ГГц) 

>5** (3.7...4,2 ГГц) 
| —_ >4.5** (4.3...4.8 ГГц) 


АП925-2 




















>500 (3 В: 1,8 А) 


>1000 (ЗВ: 4 А) — >5** (5.7...6,3 ГГц) 
>1000 (3 В: 4А) — >7,5** (5,7...6,3 ГГц) 
>1000 (3 В: 4А) >10** (5,7...6,3 ГГц) 





| >7* — 
>4** (5,9...6.4 ГГц) 

>7* — 
| >5** (3,7...4,2 ГГц) | 
| >6* | — 
>2** (3,7...4.2 ГГц) | 
| 
| 
| 
| 
| 





12,2 | 


>6* — 
>2** (4,3...4,8 ГГц) 

>6* — 
>2** (3,4...3.9 ГГц) 

>7* | — 
>4** (5,6...6.2 ГГц) | 

>7* — — 
25** (3,4...3,9 ГГц) | 
| : : | | 
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Ра тах 7 |9] | , 1 
. ах’ 
| Тип Структура мВт г Отс? о пах О и ах т . С нач * | 
* р 9 
прибора | Р.,, а ЗИ пор’ ЗС тах В С.И < т ‚ МА 
| : 


Вт 


Параметры кремниевых полевых 


|КЕ702А БТИЗ 75 Вт 
|КЕ702Б 75 Вт 
| КЕ? О2В 75 Вт 





| КЕ?О7ТА БТИЗ — 


| КЕ? 07Б | — | 
| | 
ы | | 
| 
| | 
| 
| КЕ707А2 БТИЗ — — 1к=34 А — 
| КЕ?07Б2 — — 1К=23 А — 


| 


| кшог С р-п-переходом 
















5 

и р-каналом 6 
| 6 
| 
| 
| 
| 
| КПОЗЕ С р-п-переходом 7 0,4...1,5 10 — 

кпозж и р-каналом 12 0,5...2,2 10 — 

КПИ 21 0,8...3 12 — 

кпозк | 38 1,4...4 10 — 
| КПоЗЛ 66 2...6 12 — 
|КП103М 120 2,8...7 10 — 
| 
| 
| К ПОЗЕР! С р-п-переходом 7 0,4...1,5 1Ю — — 0,3...2,5 
| КШОЗЖР1 и р-каналом 
| КП10ЗИР! 
| КП10ЗКР1 
| КПтОЗЛР1 


| КП10ЗМР! 


| КП10ЗЕЭ С р-п-переходом 
и п-каналом 


Полевые транзисторы 405 














Н | | | 
Я | Вси отк? Ом Ки, дБ ре ' нс 
| | Си» С, К’, дБ ч,, мкВ ва г. | | 
$, мА/В С’, , ПФ Р.", Вт Е", нВ//Гц д у т Корпус 
АИ", В ©", Кл Зи , 
зи, М мкВ/°С 
. ` Параметры кремниевых полевых транзисторов 
— — 0,35 — — КЕ702 
_ — 0,4 _ _ | 
— — 0,4 — — | 
| | | | г 
_^ 
| | 34 
| | 
— — 0,12 — 22: 540* КЕ707 
— — 0,06 — 17; 78* 


> 
ыы 
5 
= 
З^Э 





29: 540* 













1.3...4,4 (10 В) 


| | 
— | — 0,06 — 17; 78* | 
| 
| 20,15 (5 В) <10; <0,4** — <4 (1 кГц) — 
| >0,4 (5 В) <10; <0.4** — <7 (1 кГц) — 
>0.3 (5 В) <10; <0.4** — <7 (1 кГц) — | | 
| 
| 
4.2.4 (5 В) <3 (1 кГц) | 3** | 
| 0.5...2.8 (5 В) <3 (1 кГц) 3** 
0,8...2.6 (5 В) <3 (1 кГц) 3** | 
| 1..3 (5 В) <3 (1 кГц) 3** | 
| 18..3,8 (5 В) <3 (1 кГц) 3** 
| 13...4,4 (5 В) <3 (1 кГц) 3** 
| 
<3 (1 кГц) — КП10ЗР | 
<3 (1 кГц) | — | | 
<3 (1 кГц) | — 25,2 
| <3 (1 кГц) | — 
| <3 (1 кГц) | — эн 
| <3 (1 кГц) | — 7) 
й \’> < 
| | ка 
ИЗ 
0.4...2.4 (10 В) <8* — — <80* кп103-9 
0.5...2.8 (10 В) <8* — — <80* 
0,8...2.6 (10В) <8* — 
|...3.3 (10 В) <8* — 
1,8...3.8 (10 В) <8* — 
| 
| 


и ——щЩщ 


$ 0,95 
ВНЕ 
\ | 
сч | 
си 12 





ко 
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Р 













Тип В ЗИ от? СИ тах? |6] Г, 1 , 
6 | Структура р’ Из пор? с тах? Эта» Г. и’ Г ы "МА 
при ора СИтмта\' В В мА Сост ? 
1 


Вт 


<25* мкА (100 В) 





+20 





| 
Й 
О 
' 
. 
| 












КПЗ02Г 300 2...7 20 10 — <65; 6* 


| 

С р-п-переходом 60 <1,5 10: 15* -0.5 — 0.3...0.65 
и р-каналом 60 <2.2 10; 15* -0.5 — 0.55...1,2 

60 <3 10; 15* -0,5 | — |...2.1 
60 <4 10; 15* -0,5 | — 1.7...3 | 
60 <6 10; 15* -0,5 — 3...6 | 
| 
КП202Д-1 С р-п-переходом 60 15; 20* 0,5 | — <1,5 | 
КП202Е-1 | и р-каналом 60 15; 20* 0,5 — 1.1...3 
| 
| 
| 

| 
| 
— 
КП214А-9 С п-каналом 200 |..25* 60 +40 115 0.1* | 
| ] 
| | | | 
| | | | 
Н | | Й 
125* о 4 200 +20 18 (72*) А | <25* мкА (200 В) 
ПМОП 150* 200 +20 30 (120*) А | <25* мкА (200 В) | 
'КПЗ01Б | С изолированным затвором, 200 | 2,7...5,4* 20 | 30 | 15 1 <0.5 мкА (15 В) ! 
| | с индуцированным | | | р 
‘кпзов | р-каналом 20 [27.5 0 | 30 | 15 | 595 мкА БВ | 
| 

кпзо1г 200 27..5.4* 20 30 15 <0,5 мкА (15 В) 
КПЗО2А С р-п-переходом 300 |...5 20 10 24 <24; 6* 
КПЗ02Б и п-каналом 300 2.5...7 20 10 43 <43: 6* 
КПЗо2в 300 3...10 20 12 — <33; 6* 





Полевые транзисторы 407 











| : } . 
: | Ш» НС : 
р В сие ’ Ом | Ки, дБ | # НС | 
| С, С!» | Кур, дБ о, мкВ „выкл? т К 
$, мА/В С", пФ Р**, Вт Е", нв//Гц Ь, МГц. орпус 





0“. Кл 















| 
| 
| | 
| 
>13-103 | 52800; 1100** | | 
(25 В; 25 А) | | | 
! | 
271 
| | | | | 
| 
| >0.4 (10 В) <20: <8* — <3 (кГц) | — КП201-1 
>0,7 (10В) <20: <8* — <3 (1 кГц) — 
>0,8 (10В) <20: <8* — <3 (1 кГц) — 
>1,4 (10 В) <20; <8* — <3 (Е кГц) — < — 
>1,8 (10 В) <20; <8* — <3 (1 кГц) — ^ 
=— [А 
= 3 
2=й 
>0.65 | <6; <2* — — | — | КП202-1 
>! | 56; <2* — — ИИ в 05 
| | | | | 
; | | |] 
| | 
| | | | И 
| Г 3 № 
#004 30°# 15° 
| 80 — 7,5 — — КП214-9 
ри 
| р ! | а > 
: | | | с | 
си Ро 
| | | | 
| | | 
>6.9.103 | <1300; 130** <0.18 — {1=36 КП240, КП250 
(25 В; 11 А) | 
3 я 
>12.10 <2800; 780** <0.085 ^ 
(25 В; 18 А) 5 
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| <3,5; <1*; $3,5 ** | — <9,5 (100 МГи) 100** 
| (5:5 мА) | | 
| 2...3 | <3.5; <1*; <3,5** — <9,5 (100 МГц) 
|  (15В;:5мА) | | | 
0.5...1,6 | 53,5; <1*; <3,5* — <9,5 (100 МГц) 
(15 В:5 мА) | 
| 
| | 









5...12 (7 В) <3 (1 кГц) 


7...14 (7 В) 






7...14 (7В) 











| 
| 
! 


408 


Тип 
прибора 


КП302АМ 
КП302БМ 
КП302вВМ 
КП302гГмМ 


КПЗОЗА 
КПЗОоЗБ 
КПЗоЗВ 
КИЗоЗгГ 
КПЗозД 
КПЗОЗЕ 
кпзозж 
КПЗоЗи 


КПЗО0ЗАЭ 
КП303Б9 
КП303в9 
КПЗо3зг9 
КП303дД9 
КПЗ03ЕЭ 
кКП303жэ9 
КП303и9 


КП305Д 
КПЗ05Е 
КП305Ж 


КПЗ05И 


КПЗО6бА 


КП306Б 
КП306В 


| С изолированным затвором 
и индуцированным каналом 


Структура 


С р-п-переходом 
и п-каналом 


С р-п-переходом 
и п-каналом 


С р-п-переходом 
и п-каналом 


р-типа 


С изолированным затвором 
и п-каналом 


С двумя изолированными 
затворами и 


п-каналом 


Ре тах ? 
мВт 
Ре т тах ' 


Вт 


300 
300 
300 
300 


200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 


200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 


150 
150 
150 


150 


150 


150 
150 


|9. 


ЗИ отс' 
т* 


ЗИ пор’ 





Оси тах ! 


ЗС тах" 


В 


25; 30* 
25; 30* 
25: 30* 
25; 30* 
25; 30* 
25; 30* 
25; 30* 
25; 30* 


30* 
30* 
30* 
30* 
30* 
30* 
30* 
30* 


15; +=15* 
15; +15* 
15; +15* 


15; +=15* 


20 


20 
20 


Ч мах 7 
В 


20 


20 
20 


30 (60*) 


20 
20 
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<0,2 мкА 


<0.005 
<0.005 


Полевые транзисторы 409 




















































| 
| Ви отк' Ом Ки, дБ р, нс | 
Син Сы» К», дБ О,, мкВ т нс 
3, МА/В С. пФ р. Вт Е, Нв/Лц | МТ. Корпус 
22 "ых: -. 9. и /АТ 
АЧ.:и , мВ О „Кл Зи , 
мкВ/*С 
5...12 (7 В) <20; <8* — <3 (1 кГц) <4; <5* КПЗ02мМ 
| 7.14 (7 В) <20; <8* <150 — <4; <5* | 
| — <20; <8* <100 — <4; <5* 7584 
7...14 (7 В) <20; <8* <150 — <4; <5* 
+ ГА 
: ‚© 
= 
| 
1...4 (10 В) <б; <2* — <30** (20 Гц) — КПЗ03 
| 1...4 (10В) <б; <2* — <20** (1 кГц) — 
| 2..5(10В) <6; <2* — <20** (1 кГц) — 95,8 
| 3.708) <б; <2* — <(6-10`17)*** — р 
| 22.6 (10 В) <6; <2* — <4 (100 МГи) — м 
>4 (10 В) | <6; <2* — <4 (100 МГц) — ы и 
| 1.4008) | 56; <2* — <100** (1 кГц) — к 9 
260в) | <6; <2* — <100** (1 кГц) — = 
Карп. 
| 1.4108) <2* — — <500; <100* кПЗ03-9 
| 1.4108) <2* — — <500: <130* 
| 2.5008) <2* — — <500; <130* 
| 3..7(108) <2* — — — 
| >2,6 (10 В) <2* — — — 
| >4 (10В) <2* — — —_ 3 095 
1..4 (10 В) <2* — — — 
2...6 (10 В) <2* — — — «з\>. 
м 
си 12 
| 
| >4 (10 В; 10 мА) <9; <2*; <6б** 
6 
3 
5.2...10,5 >13* (250 МГц) | <7,5 (250 МГц) КПЗ05 
(10 В: 5 мА) 
4..8 — — 25,44 
|  (0В; 5 мА) 
5,2...10,5 >13* (250 МГц) | 57,5 (250 МГи) И 
| — 
(10 В; 5мА) о] 3 Поди. 
| 4...10,5 — корп: 
(10 В: 5 мА) 5 






| 4..8 (9з2и=10 В) <5; <0,07* — <6 (200 МГц, 800** 
Оз2и=10 В) 

| 4..8 (0з2и=10 В) <5; <0,07* — <6 (200 МГц) 800** 
| 4..8 (Озги=10 В) ; <0,07* — <б (200 МГц) 800** 


УАЗ 
сл 
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Р 


СИ тах? 




















мВт Зи от? си тах! 
| прибора Структура Р: я та ЗИ пор" Ох пах ' 
Вт 
КПЗ07А С р-п-переходом 250 0,5...3 25; 27* 27 25 
КП3З07Б и п-каналом 250 . 1...5 25; 27* 27 25 
КП3З07в 250 |...5 25; 27* 27 | 25 
КПЗ07г | 250 |.5...6 25; 27* | 27 | 25 
кпзо7д | 250 | 15.6 | 25:27 | 27 | 35 
КПЗ07Е !; 250 | 525 | 25;27* | 27 | 25 
|кпз07ж | | | | | 
| | 
| 






С р-п-переходом 


КПЗ07А1 
| и п-каналом 


КПЗ075 
КПЗ0711 
КПЗ07Е1 
КП307жЖ1 


250 <2,5 





КПЗОЗА-1 С р-п-переходом 





| 0,2.. 
| КП3З08Б-1 и п-каналом | 60 | 0,3...1,8 | 25; 30* 30 20 <1.6 
КПЗОЗВ-1 60 | 0,4...2,4 | 25; 30* 30 20 <3 
|КПЗ08Г-1 | 60 |...6 25; 30* — | 

| 
| | 


|КП308Д-1 


С изолированным затвором 


| КП3З10А 
и каналом п-типа 


КПЗ10Б 


80 










БИ ЕЕЕЕЕЕ 2 *.71° 7277 27 2. 27 ЕЕ ЕЛЬ ИЕИНИЕ.2ЕВ "Е 








КПЗ12А С р-п-переходом ... | <25 
|КП31!2Б | и п-каналом | 100 0,8..6 | 20; 25* 25 | 25 <7 
| | | | | 
| | | 
| 
| 
С изолированным затвором 75 >6 15; 15* | 10 15 — 
и п-каналом 
75 >6 15; 15* 10 15 — 
75 >6 15; 15* 10 15 _ 
| 
| | 
КП314А | С р-п-переходом | 200 — 25 0 |2 |! 2.5.20 | 
| | и п-каналом 


р-п-переходом 


| 

| 
КПЗ22А С двумя затворами, с 200 2,2...12 20 20 — <42 
и п-каналом 

| 

| 

| 
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Вс отк ? Ом 
К, Р’ дБ 





И’, мкВ 


| |н? - . ш* ** | 
‚о 3 мА/В | С пФ р." , Вт Г Е, нв/ и | ©, МГы, Корпус 
| о ‚ы ре Г АЧ.и/АТ 
АО:и , мВ | О’, Кл | А Ази у 





4..9 (10В) 













1 35: 51.5* | — <20** (кг о кпз07 | 
| 5.100108) | 55: <1.5* | — |<2,5** (100 кГц) — | 05.84 
о  5..1000в) | <5; <1,5* | - | 
6...12 (108) |  <5; <1,5* <6 (400 МГц) | 
6...12 (10В) | <5; <1.5* <6 (400 МГц) | 
3...8 (10В) | <5; <1,5* <20** (1 кГи) 
4...14 (10 В) <5; <1,5* <(4.10"'')*** 

























4..9 (10 В) | 
5...10 (10 В) | | | 
°  6..12 008) | | 
| 3.80108) | — — | 
4...14 (0 В) ! — | — | 
| | 
| | | 
| | | | ! 
| | 
|...4 (10 В) <б; <2** — <20** (1 кГц) | — | 
|..4 (108) <6: <2** — <20** (1 кГц) | — 
2...6,5 (10В) | <6; <2** — <20** (1 кГц) | — | 
— <б: <2** | <250 — | <20: <20* | 
— <б; <2** | <250 — 520; <20* | 
| р | 
| 
| | | 
| 3...6 (5 В: 5 мА) | 52.5; <0,5* | 25% (ГГ) | 56 (1) | — | 
, 3.6(5В:5мА) | 52,5; <0.,5* |  2>5* (1 Ги) | < | — 
| 
| 
| | | 
| | | | © | 
р | | | | И 9 | 
| | | | | |< | 
[Я Пи. | 
4...5,8 (15 В) <4; <1* >2* (400 МГи) <4 (400 МГц) — КП312 
2...5 (15 В) <4; <1* >2* (400 МГц) <6 (400 МГц) — 938 10 
| | 
4,5...10,5 <7; <0,9* >10* (250 МГи) | 7.5 (250 МГи) | 300** КП313 
(10В:5мА) | 72 3 
4,5...105 <7; <0,9* >10* (250 МГи) | <7,5 (250 МГи) 300** - 
_ (10 В: 5 мА) 
4.5...10.5 >10* (250 МГц) | <7.5 (250 МГи) 
(10 В; 5 мА) 
< (1,35-1077)*** 
9 


13,7 5,2 
>) 
> 


3.2...6,3 (10 В) 
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1 
| 
| | Р тах ? ` 
Тип В Оз отс! ыы тах ! Ч ыы Г нач? 
Структура . пор? тах’ г’ и’ " 
прибора р ы Рен: тал "В ‚ “В | В А Тс» МА 
Вт | 

КПЗ23ЗА-2 С р-п-переходом 
КПЗ23Б-2 и п-каналом 
| 
КПЗ27А | С двумя изолированными 200 <2,7 18 6 30 <10 
|КП327Б | затворами и защитными 200 <2,7 18 6 30 <10 
КП327В диодами, с п-каналом 200 — 14; 16* Э 30 <17 
КП327Г 200 — 14; 16* 5 | 30 <17 
КП3З29А С р-п-переходом 250 >1,5 
КП329Б и п-каналом 250 >1,5 





С р-п-переходом 
и п-каналом 












|КП340 пмМОП 10 (38*) А |<25* мкА (400 В) 
КП341А С р-п-переходом 150 (60°С) <3 15; 15* | 10 — <20 
и каналом п-типа | | 
КПЗ41Б 150 (60°С) <3 15; 15* 10 — | <30 
| | | | | 
| | 
| 
| | | 
| | 
КП346А-9 С двумя изолированными 200 — 14; 16* 10 30 2...20 
затворами 
КП346Б-9 и п-каналом 200 — 14; 16* 10 30 <20 


КП3468В-9 200 — 14: 16* 10 30 2...20 


Полевые транзисторы 














Вс отк? Ом Кь, дБ | пк и. | 
С» Су», К’, дБ о, мкВ фаз НС | 
$, МА/В С.., пФ р: Вт Е, нВ/ы |. Корпус 
| АО. **, В " Кл Зи 
| зн м 0 мкВ/*С 
| 4.58 (10 В) <4; <1.2* — <5*+ 400*+ КП323-2 
4...5,8 (10 В) <4; <1,2* — <5** 400** 
| 
| | | | | 
| | 
>11 (10 В; 10 мА) | <2.5 >12* (0,8 ГГц) <4,5 (0.8 ГГц) — | 
>11 (10 В; 10 мА) | <2,5 >18* (250 МГц) <3 (0.2 ГГц) — 
>9,5 (10 В: 10 мА) <2,5: <1,6* >12* (0,8 ГГц) <4,5 (0,8 ГГц) — 
>9,5 (10 В; 10 мА) <3,6: <3* >18* (0,2 ГГи) <3 (0,2 ГГц) — 
>3 (10 В) <6 <1500 | 5<20** 200** | 
>1 (10 В) <6 <1500 <20** 200** 





4...5,8 (10 В) 
2...5 (10 В) 






>7.7.103 
(50В:6А) 


15...30 (5 В) 


18...32 (5 В) 


>12 (10 В; 10 мА) 
>10 (10В; 10 мА) 


>12 (10 В; 10 мА) 


<1400: 130* 


<5; 1*; 1,6** 


<5;: |*; 1,6** 


<2,6: <0,035*:; 


<|,3** 
<3: <0,035*; 
<|,5** 


<2,6; <0,035*; 


<1,3** 






<0.55 


>15* (0.8 ГГц) 
<13 (0,8 ГГц) 


>21 (200 МГц) 


2.8 (400 Мгц) | 
<1,2** (100 кГц) 
1,8 (200 МГц) 
<1,2** (100 кГц) 


<3,5 (0,8 ГГц) 
<4,5 (800 МГц) 


<1,9 (200 МГц) 


{«Л=24 







95 52 
| 
&л 
к 

41 

< 

< 

15 >> 





КПЗ33 
8.5.84 
Гм 
< 
И 9 
<. 
7 оай. 
я 
3 
КПЗ41 | 
938 
Г 
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Р пах ? 
В Е Отс? Ос тах ? Ч. пл Тс, | Нач? 
Структура р* ет пор’ О зс пал, В Ти . ‚ МА 
СИ т мах” В В МА окт 
Вт | | 
КП347А-2 С п-каналом, с двумя | 200 | 3 | 14 | 5 | — | <5 
| изолированными затворами, | | | 
с двумя защитными | | | 
| | диодами | | 
| р | | | | | 
| | 
| | | 1 | 
| 
КП350 пМОП 150* 2...4* 400 +20 14 (56*) А | <25* мкА (400 В). 
| 
| 
| | | 
| | 
| КПЗ50А | С двумя изолированными 200 15 15 30 <3,5 
` затворами и встроенным 
КПЗ5ОБ п-каналом 200 15 15 30 <3,5 
КПЗ50В 200 15 15 30 <3,5 
| 
| 
| КПЗ61А | п-канал, для электретных 150 — | 20 | — | 10 | <|.2 
| микрофонов | | 
| : ' : 
й | | | | ! й 
и | . 
| | | | | | 
| | | | | 
| | | | 
| 
КП364А С р-п-переходом, 200 0,5...3 25; 30+ 30 20 0,5...2,5 
КП364Б п-каналом 200 0,5...3 25; 30* 30 20 0,5...2,5 
кПЗ64в 200 |...4 25; 30* 30 | 20 1,5...5 
кпз6аг 200 <8 25; 30% | 30 20 3...12 | 
КП364д | 200 | <8 25; 30* | 30 20 | 3...9 
|КП364Е | 200 | 58 25: 30* | 30 20 | 5...20 | 
|КПз64аж | | 200 0,3...3 25; 30* | 30 20 0,3...3 | 
кП364и | 200 0.5...2 25; 30* 30 20 1.5...5 





КП3З65А | С р-п-переходом. 
КП365Б п-каналом 


|КП382А пМОГ. с двумя затворами 


27 | 15 — | <20 
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И | | е 
| дон | кв | мо 
| А/ Си, С и, | Кор, дБ о, мкВ выкл? нс | 

>, МА/ В | С. , ПФ “* Е”, нв//Гц р, МГц | Корпус 

[| ; ^ в ** 

| О „Кл 



















>10 (108: 10 мА) 
| 
| 













>10.10$ 


| <2600; 250* 
(25 В: 25 А) 


| 
0.04* 
| 
| | 
| 
| 
| 





| 
| 
| | р 
| 
>6 (10 В; 10 мА) <б; <0,07*; — <б (400 МГц) — 
<6** 
>6 (10 В; 10 мА) <б; <0,07*:; — <5 (100 МГц) — 
<6** 
>6 (10 В: 10 мА) <б: <0,07*; <8 (400 МГц) 









| 1.4008) <30** (20 Ги) 
1.4008) | <6; <2 — <20** (1 кГц) — | 
2500 | <6; <2 — <20** (1 кГц) — 252 
3..7 (10 В) <6; <2 — — _ 
>2,6 (10 В) <6; <2 — <4 (100 МГи) _ < ИС 
>4 (10 В) <6; <2 — <4 (100 МГи) — № — 
1..4 (10 В) <6; =2 _ <100** (1 кГц) — ыы <. 


2...6 (10В) <6б: <2 — <100** (1 кГц) — => 
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т Реи глах 7 О. и Г 1 | 
ИП мВт ЗИ оте? СИ тах? О и тах? =’ С нач? | 
прибора Структура Ре т тах Оз пор ты В тс и’ Е | 
| Вт 
'КПЗ8ЗА-9 | С двумя изолир. затворами, 200 14; 16* +5 <0,5 (30 В) 
| | п-каналом 
КП4о1АС Сборка из четырех 420 >0,8 30 20 — 3([иЗ) 
транзисторов | 
КП401БС Ти З с п-каналами, 420 >0,8 30 20 — 1 (2и4) | 


2 и4с р-каналами | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 1 





С р-каналом — (0,8...2.8) 200 — | 150 <60 
| 
| 


<60 





—_—ы—ы—ы—ы=—-—--[—_ [к [[— 


КП4ОЗА С п-каналом (0,8...2,8) 200 — 300 
| 
, ] 
| 
| | 
| | 


пМОП 125* 2...4* 500 +20 8 (30*) А |<25* мкА (500 В) | 
2...4* 





500 +20 12 (52*) А |<25* мкА (500 В) 


пмМоП 150* 








С изолированным затвором 2500 240 | +20 180 10 мкА 
и п-каналом 500 200 +20 180 10 мкА 
500 200 +20 180 10 мкА 
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Ки, дБ 
С, Сы к, Ц, мкВ 


$, МА/В С*", пФ Е", нв//Гц 


д." мВ 9", Кл 





















| 
>13 (10 В: 10 мА) |  <2.5 (10 В) >13* (0,8 ГГц) <3 (0,8 ГГц) — | КПЗ83-9 | 
Ч | | | | 
| 
| 
ис 
>280 (1 из) — <|,2 (п-кан.); — — КП40! 
<2,5 (р-кан.) 
>130 (2 и4) — <2 (п-кан.):; — — 15 
| <5 (р-кан.) —— | 
| | “ЦВ НА. 
прод | 
АИ О | 
| 2,5 16 выводов 0,52 
Ч |9 
| $ еее ЕН |: 
| 
| 260 (25 В: ОДА) | — 520 —  _ КП402А 
| | 
В. 
з - 
е 


| >60 (25 В; 0,1 А) — <6 — — КП403ЗА 


852 

ис 
з 

| а 


>5.3 (25 В; 5А) 


5 4,2 


7) 





<0,85 | — | ‹=20 | КП440, КП450 





<1300; 120* 





| >9,3 (25 В; 7,75 А) 





<2600; 720** 


27 зак 9 


418 
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ДЫМ 


Тип | 
| прибора 


| 
| 
|КП502А 


КП50ЗА 
|КП504А 
КП504Б 
|кП504В 
|КП505А 
КП505Б 
|КП505В 
кП505Г | 
| | 


| КП509А-9 | 
КП509Б-9 
КП509В-9 


ны 
1 


КП510А9 


Структура 


С изолированным затвором 
и п-каналом 


С р-каналом 


С р-каналом 


С п-каналом 
С п-каналом 
С п-каналом 


пмМоОпП 


С п-каналом 


Ри тах 
мВт 


Ри т тах? 


Вт 


1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
700 


360 
200 
360 


240 


Зи отс ? 


ЗИ пор’ 






0,7...1,6* 


СИ тах? 


9х тах’ 


-240 


240 
240 
200 


100 


20 


О тах 7 


+10 
+10 
+10 
+10 
+10 
+10 
+10 
+10 
+10 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


150 


100 
250 
100 


5,6 (20*) А 


1200 


—0  мыыф ыы ф ыф ыыф ные ные — ные рен 
> 







<25* мкА (100 В) 


еоене-ТЕиСт, ЗЕЕ. РК еж 


— 2 Не НЕ Ее 


К 
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| | | Ки, дБ | лу НС | 
и, мкВ Е Бык НС | 
Е”, нв//Гц [Г ф, МГц. Корпус 
О”, Кл | 0.„/АТ , 
>0,1 А/В КП502, КП503, 
20.14 А/В — КП504, КП505 
>0,14 А/В — 8 
>0.14 А/В | — 8 952 
| 2014 А/В | — | 8 — — | 
>0.5 А/В | — | 0,3 — — < ИСЗ 
Е 2>0ОБА/В | — | 0,3 — — ‚9 и 
>0.5 А/В — | 0,3 — — '_ З ыы 
| >0.5 А/В | — 1.2 — — 
| 





14,9 9,2 
45 


>1300 (50 В: 3.4 А) 180; 15* 





27* 


420 


Раздел 3. Полевые транзисторы 





Тип 


прибора 


КИПИА 
КПЪИБ 


КП520 


КП523Б 
КП523В 


| 

| 

| 
КП523ЗА 
КП523Г 


КП601А 
КП601Б 








Р , 
В Оли отс? Че тах ! Г, 
Структура р: зи о» | Мзспая си, 
СИ т мах ? В В МА 
Вт 
С п-каналом 750 0.8...2 350 +20 140 — 
С п-каналом 750 0.8...2 400 +20 140 — 
| 
| | | 
| 
| | 
9.2 (37*) А | <25* мкА (100 В) | 


пмМоП 60* 2..4* 





14 (56*) А 


пПмМоП 88* о 4* 00 | =20 <25* мкА (100 В) | 









| 28 (110*) А | <25* мкА (100 В) | 


С р-п-переходом 
и п-каналом 


ыыы ыыы 
Боя ток 
клею | бп 74* 2...4* 200 9 (36*) А | <25* мкА (200 в | 
|кп64о | пмМОП 125* 18 (72*) А |<25* мкА (200 В) | 


2...4* 200 +20 


10А; 30* А <0,8 
10А; 30* А < 


С изолированным затвором, 


с п-каналом 
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| 
| 
Вси отк ? Ом К, дБ ее нс 
С, С, К’ь, дБ и”, мкВ выкл? НС 
$, мА/В С;.,, пФ р.” , Вт Е”, нв/ Гц р, МГы. Корпус 
А0""*, мВ 0”, Кл АО зи / т 
мк 
125 —_ оо — — „5 


125 — 22 — — КПИ 


145 57 
45 








КП640, КП704 


>6700 (50 В: 11 А) | 1600: 130* 0.18 
| 


1000...2500 (1 А) | 250** <0,35 | — 
1000...2500 (1 А) | 250** <0,5 — 
| 





| ЗИ | 
| 
>2700 (50 В: 5,5 А) 360: 150** <0,27 _— . {1=20 
| 11 
| 
>500 (0.45 А) | — 2 — — | 
| 2500 (0.45 А) — 4 — — | 
| 2500 (0,45 А) — 2 _ — 
>500 (0,45 А) — 4 — — 
>5100 (50 В; 8,4 А) 670: 60* <0,16 — {=24 
| >8700 (50 В; 17 А) 1700; 120* <0,077 + =43 
| 
И 
| 
| 40...87 (10 В) <6* — <6 (400 МГц) — кп6о! 
| 40...87 (10 В) <6* — <6 (400 МГц) — 
292 
| И 
г | 
ы с | 
> | 
| | | м 9 
| | 
>800 (50 В: 2 А) 140; 15* <1,5 — {„=8,9 | КП610, КП620, КП6З0, 





= ==“ 
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Ре тах 7 


мВт 
Структура . 
Ри т тах 7 


Вт 







ЗИ отс? 





СИ тах ? 


Тип 
прибора | 


Оз тах ? 





Чи пор? 9х тал 7 






































| КП709д 


с п-каналом 125* 1000; 1010* 5,4 А; 6* А <7: <10* 
125* 800; 840* 5.4 А; 7* А <7; <10* 
125* 800; 800* 5,4 А; 7* А <15; <5* | 
КП706А пМоП 100* — 500 30 22 А 1; 4* (500 В) 
КП706Б 100* — 400 35 | 22А 1; 4* (400 В) 
кп706в | 100* — 400 | 30 | 22А | 114% (400 В) 
| | | | 
| | | 
| 
| 
КП707А С изолированным затвором, 100* 5 400 +20 25* А <25; <1* 
с п-каналом 
КП707Б 100* 5 600 +20 16,5* А <25; <|* 
| | 
кп707в | 100* 5 755 | +20 | 125%А | 525; <* 
| | | 
|кп707г | 100* 2.5 | 70 | 20 | 8*А | <0,1 
кп707д | 100* | 2.5 500 | +20 8* А | <0,1 
КП707Е | 100* | 2..5 750 | #20 8*А | <0.1 
р | 
2...5 400 +20 6 (25*) А |<25* мкА (400 В) 
2...5 600 +20 4 (16.5*) А | <25* мкА (600 В) 
2...5 800 +20 3 (12,5*) А | <25* мкА (750 В) | 
2...5 700 +20 8* А <25* мкА (400 В) 
2..5 500 +20 12* А <25* мкА (600 В) | 
2..5 750 +20 | 8*А | <25* мкА (750 В) | 
КП707А2 | пПМОП | 50* — 350 | +20 | 2А Г 50.1: <0.1* 
`КП707В2 | Г 50 | 2.45 | 800 +20 | 3.59% А | 525* мкА (800 В) 
| 
| | 
КП708А С изолированным затвором 75* 
КП708Б и 1-каналом 75* 
КП70ЭА С изолированным затвором, | 75* 4,5 А; 18* А | <0,5 
| КП709Б | с п-каналом , | 75* 4,5 А; 14* А | <0,5 
кп709в | 75* 3,5 А; 16* А | 350,25 (20 В) 
кп7о9г 75* 4,5 А; 18* А <0,25 (20 В) 
75* 4А; 14* А <0,25 (20 В) 
| 


КП710 пМоОП 36* 2...4 400 +20 2 (6*) А <25* мкА (400 В) | 
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Ви, Ом К, дБ и нс 
К’ь, ДБ О", мкВ фышкля НС 

| Е”, нв//Гц ь, М. 

0” Кл А9 „/АТ”””", 
мкВ/*С 
| 21000 (30 В;2А) | 1500 (50 В); 20* <4,3 — | <60; <80* 
| >1000 (30 В;2 А) | 1500 (50 В); 20* <3,3 — <60; <80* 
>1000 (30 В:2 А) | 1500 (50 В); 20* <3,3 — <60; <80* 


15 121 


| 
й 

| 

у 

1 

| 

, 

| 
+ 

| 

1 

| и 

т 











2300 (30 В; 
2300 (30 В; 
2300 (30 В; 


2А) 
2А) 









2500; 300** 
2500; 300** 
2500; 300** 

















| 
>1600 (20 В; ЗА) | <1600 (25 В); <1 — 
| 
| 
| 


<45* 
| >1600 (20 В: ЗА) <1600 (25 В): 
| <45* 
| >1600 (20 В; ЗА) <1600 (25 В); 
<45* 
| >1600 (20 В: ЗА) >1200 
| >1600 (20 В; ЗА) | >1200 
| >1600 (20 В; ЗА) >1200 
| >1600 (20 В: ЗА) <2600; 95* 
| >1600 (20 В: ЗА) <2600; 95* 
| >1600 (20 В: ЗА) <2600: 95* 
| >1600 (20 В; ЗА) <1200 
\ >1600 (20 В: ЗА) <2600 
| >1600 (20 В; ЗА) <2600 
>1500 1200: 200** 


>1600 (20 В; ЗА) 1200; 200*+* 


>2000 (25 В <650: <70* <0.75 | — <50 кП708, КП709, кП710 
>2000 (25 В <650: <70* <1 — <50 
| 
| 





>2000 (25 В:2А) | <650 (25 В); <70* <4,6 — 
>2000 (25 В:2 А) | <650 (25 В); <70* <2 — 
1500 (25 В; 2,5 А) <950 (25 В) <2.5 | 
1500 (25 В: 2.5 А) <950 (25 В) <1,5 


| 1500 (25 В; 2.5 А) <950 (25 В) 





>1 (50 В; 1.2 А) 





170; 6,3* 
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| | 
р. | | 








125* Вт 2...4* 600 +30 6,2 А <0,1 


И тах? Чи ., Оси , 1, 1 
Тип Структура мВт и и зи так 1 С 
. ЗИ пор’ ЗС тах? с. и’ . А 

прибора Сити в р н В С сот» М 

| КП7128 С р-каналом +20 40 А — 
| 
| 
| 
| 
С изолированным затвором, -2...- - +20 10 А <] | 

с р-каналом 

+20 10 А <1 
| 
+20 8А <1 
| 
ДМОП, с п-каналом, 125* Вт 2...4* 600 +30 6,2 А <0,1 
с обратным диодом 








КП7130А2 ДМОП, с п-каналом, 


с обратным диодом 





. 


КП7130А9 ДМОП, с п-каналом, 
с обратным диодом 


КИЙЗА-9 Сдвоенный, п-канал 
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Во отк? Ом 
К’,, дБ О”, мкВ 

не Е", нВ//Гц 
АО, мВ О”, Кл 









— — 0,06 — — КП7128 









>2000 (4 В; 2 А) <1800 (25 В); 130; 350* 














100* 
| >2000 (4 В;2А) <1800 (25 В); 130; 350* 
100+ 
>1800 (4 В; 2 А) <1800 (25 В); 130; 350* 


100* 








4700 1300; 160** 1,2 
| 4700 1300; 160** 1,5 
4700 1300; 160** 1,2 
| 
4700 1300; 160** 


1300; 160** 





>1100 —_ — — КП7131-9 


| 
1 9 

| И! 

С! 
=] в. С! 

из Ч ре 

р 32 5“ 


| 1,75 4 | 





426 Раздел 3. Полевые транзисторы 
———_—_—_—_—_———_—дд р _—_—__—_—_———"—_ 





с обратным диодом 


1 
, : | | 
| | | 
| Р. пал ? т | 
. Тип | В Оз от? | Оси пал ' | О. с, | а 
Структура . Зи пор" О спа пах? си; * 
прибора РУ УР Ри, в р и | В А с «‹› МА 
Вт | 
о ДМОП, с п-каналом, 45* 2...4* 70 | +20 15 А <| мкА 
КП7132Б с обратным диодом 45* 2...4* | | 
| | 
| 
| 
| 
| | | 
| | 
| | 
|КП7132А1 ДМОП, с п-каналом, 45* 2...4* 
|К 0713251 с обратным диодом 45* 2...4* 
и стабилитронами защиты 
| 
|КП7132А9 ДМОП, с п-каналом, 45* 2...4* 70 +20 15 А <! мкА 
КП7132Б9 с обратным диодом 45* 2...4* 29 +20 15 А <1| мкА 
| 
| | 
| | 
КП7132А91 ДМОП, с п-каналом, 45* 2...4* 70 +20 15 А <| мкА | 
КП7132Б91 с обратным диодом 45* 2...4* 55 +20 15 А <1 мкА | 
и стабилитронами защиты 
| | 
| | | | 
И 
| | 
| 
‚ 
роз ДМОП, с п-каналом, 125* 2...4* 200 +20 18 А — 
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к“ 









Вс отк Ом К, дБ м НС 
С», С Кр, дБ и’, мкВ ‘выкл нс 
$, мА/В С», пФ Р..., Вт Е", нв/ Гц г мг. Корпус 
| АОзи мВ 0”, Кл А зи /А | 
| мкВ/С | 
| 
— 250; 100** 


<0,09 — | — | КП7132, КП7132-1 | 


250; 100** 


250; 160** 
250; 160** 





<0,09 


КП7132 КП7132-1 


250; 100** 
250; 100** 





— 250; 160** <0,09 — — | 
250; 160** <0,09 


| КП7132-9 КП7132-91 
| 
3 
И И 


1300; 430** — — КП7133 
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Ри гвах ? 
мВт 


Рс 







Чаи Отс? Оси тах ? 


О и тах? 


В 








зи пор? 9х тах ? 


Структура 





Итмах? 


Вт 







КП7133А9 ДМОП, с п-каналом, 


с обратным диодом 








С п-каналом 82* 2...4* 200 — 9.3 А — 
| 





КП7134А 
| | 
| | 
КП7135А С п-каналом 50* 2...4* 200 5,2 А — 
кп7136А | С п-каналом 125* 
| 
| 
| 
КП7137А | С п-каналом 125* 2...4* 500 — 8А — 
| 
| 
| 
| 
| 
КП7138А ДМОП, с п-каналом, 35* 2...4* 600 +30 1,4 А <0,025 


с обратным диодом 


— 
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| 
. | Есик, Ом у . 
С, С, К››, дБ ш? мкВ ‚В 
5, МА/В С.., пФ р... , Вт Е., нв/Гц | $ у ц. Корпус 
АО", МВ О”, Кл Зи , 
им мкВ/*С 
6700 1300: 430** <0.18 — — п7133 


3000 
| 1300 —_ 
| | 
| 

5600 — 
| 


4900 — 
| 


| 
— 299: 32.5** . 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| | 
| Р тах ? р 
Тип с В вы м пах? | и, г Инн, | 
труктура ы пор? тах) р И ” 
прибора | Ст "В В А Сост ? мА 
| 
КП7138АЭ9 ДМОП, с п-каналом, 35* 2...4* 600 +30 1,4 А <0,025 
с обратным диодом 
| 
| 
| | | | 
| КП 7138 А91 ДМОП, с п-каналом, 35* | 2...4* 600 | +30 1,4 А <0,025 
| с обратным диодом | 
| | | | 
| | | 
| 
ВИ 
| | 
| | | 
|КП7150А ДМОП, с п-каналом, 35* 2.4* | 60 +20 | 50 А <0,025 
| с обратным диодом | | 
| | | | ] 
| | | | 
| | 
| | | 
| | | 
о | 
| 
| 
|КП7150А2 ДМОГП, с п-каналом, 35* 2...4* 60 +20 50 А <0,025 
| с обратным диодом 
| 


КП7150А9 | ДМОП, с п-каналом, 
с обратным диодом 
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| Вс отк 7 Ом Ка, дБ фл нс | 
С из С,» К’р дБ о», мкВ фа нс 
| $, МА/В С, пФ р", Вт Е., в/к | АТ ц. Корпус 
АО, МВ О’, Кл зи 
| им мкВ/*С 
| — 229; 32,5** <7 — — КП7138-9 
| 
| 
| | 
| 
| | 
| 
| 
| 
| 
— | 229;32,5** | <7 
о 
— | 1900; 920** <0,028 





— 1900; 920** <0,028 — — 
ь] 


— 1900; 920** <0.028 — — 
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Тип от " О зи отс? Оси тах ! Ч ах 
прибора Структура р. я так Чи пор" Ч тах! 

КП717А пмМоП | 150% — 350 +20 | 15 А 0.25* 

КП717Б | 150* — 400 +20 15 А 0,25* 
|КП717В | 150* — 350 +00 | 13 А 0.25* 

КП717Г | 150* — 400 +20 13 А 0,25* 

КП717Д | 150* — 350 +20 11 А 0,25* 

КП717Е 150* — 400 +20 ИА 0,25* 

КП717А1 пмМоП 

КП717Б1 

КП717В1 

КП717 Г 

КП717Д1 

КП717Е1 


КП718 А1 пПМОП 
КП71851 | 

КП718 В1 

КП718 1 

КП718Д! | 

КП718Е!1 


КП720 пмМоП 2...4 400 +20 3,3 (13*) А | <25* мкА (400 В) 


КП722А пмМоОП 


КП723А | ПМОП 
КП723Б 
КП723В 
КП723Г 





КП 725 А 
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| | 
Вс, „к, Ом Ки, дБ | и нс | 
Си С’ К», ДБ И’, мк | №, НС 
$, МА/В С." , пФ р", Вт Е”, нв/ Гц | К, МЕЦ. 
АИ." ", мВ О", Кл Аи С 
8-103 — 0.3 — — 
8000 — 0,3 — — 
7000 — 0,35 — — 
7000 — 0,35 — — _ 
| 6000 — 0,4 — — < 
6000 — 0,4 | — = 


ЕЕ ОИ о Е 


2700 — 0,6 — — 
2700 — 0,6 — — 
2700 — 0,8 — — 
2700 — 0,8 — — 
2700 — 0,5 — — 
2700 — 0,5 — — 


>1700 (50 В; 2 А) 490; 47* <1,8 — {<п=15 


9000 0,12 





— КП723, КП724 






— 486 
| 7069 , 
—_ © 296 3 
— Ч 
\]Т | 
5% 
< 
м 
Ра 
19| |1 
— КП725 
27,1 . 





28 зак 9 
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| 
Ро тах | | 
Тип Ст к мВт м отс' м тах? О и пах - | , | нач? 
прибора рунтура Ро пах, ЗИ пор’ ст тах нА Г, , МА 
Вт 
"КП726А пмМОП +20 ДА; 16* А 0.25* (600 В) 
+20 


КП726Б 


4,5 А; 18% А | 0.25* (600 В) 














4 А; 16* А 
4,5 А; 18* А 


0,25* (600 В) 
0,25* (600 В) 





КП727А | пмМоП 40* 2..4 50 +20 14 А <0.25* 
КП727Б 90* 24 50 +20 26А <0.25* 
КП727В 90* 9..4 50 +20 ЗА <0,25* 
КП727Г 90* 2..4 50 +20 4А <0,25* 
КП727Д 75* 2.4 50 +20 3.3 А <0,25* 
| 
| | | 
| | 
| | | 
КП727Е пПМоП 90* 2.4 50 +20 ЗА <0,25* 
'КП727Ж 90* 2..4 50 +20 


2,6 А <0,25* 
| : 
| 


Ы————_дыи що — 
————д дд ——--— 
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Кы, дБ 
И", мкВ 


Е", нв//Гц 


Вс отк? Ом 
К, ь, дБ 

















2500 (25 В; 2.8 А) <1050 < 
| 2500 (25 В; 2.8 А) | <1050 | <1.6 _ <150* 
| 
| | 
| 2500 (25 В: 2.8 А) | <1050 | <2 — |  <150* 
2500 (25 В: 28 А) | <1050 | <1.6 | — '  <150* 
| 
| | 
| 
| | | 
ВВ 
| |. 
ь | : 
>9300 — <0,1 — И КП727 (А-Д) 
>1000 — <4 __ | __ 
| >1500 — | <2 — — | м > | | 
>2100 _ <3 — _ и: 
т 
© 
| ыы 
Ё 
С 
| 1,9 11 
| | 
| | | } 
| 
| | | | | С ! 
| | | | 
| 
| 
| | 3 | 
| И 
>1000 — <3 — — КП727 (Е, Ж) 
>1000 — <4 — — 





28* 
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| | Ре тах ? 
Тип Ст кт а мВт мы от? м пах О. тах ' 
прибора РУ УР Рс Т тах ' В” Эа В 
Вт 

КП728А пмМоОП 
| 

КП728 11 пмМоП 

КП728С1 пмМоП 


КП728Е1 пМОП 75* 24+ 600 +20 ЗА — 
| 
| 
| 
| 








| 

ЗА — 

3 А — | 

3,3 А — | 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

КП730 пМОП 74* 2...4 400 «20 5,5 (22*) А | <25* мкА (400 В) 

| 

| 

| | 

| | | | 
| | 
| | 

Биполярный транзистор | ...5, Окэ=1200 | Цзэ==20 К=45 <25* (1200 В) 
с изолированным затвором (90*) А 
с п-каналом 
| КП731 | Биполярный транзистор 160* 3...5,5 Окэ=600 | Цзэ==20 к=40 <25* (600 В) 


| | с изолированным затвором (80*) А | 
| с п-каналом | | 
| 

| 

| 
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1 
Вс, отк? Ом Кь, дБ Ил, нс 
С, С! К’, дБ и’, мкВ ака НС | 
5, МА/В С, ПФ р", Вт Е. НВ//Гц | Ат Корпус 
0" **, мВ 9", Кл Зи , 
”" мкВ/°С 
>1000 | — <3 —_ —_ 
| 
— — 5 — —_ 
—_ —_ 4 —_ —_ 
— | — 3 — — 
—_ —_ 5 —_ —_ 
—_ —_ 4 __ —_ 
—_ —_ 3 —_ __ 
| 
| 
>2900 (50 В: ЗЗА) <2600: 95* <| — + 1=15 | КП730 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| >7500 (100 В: 95 А) <2400: 28* Икэн=<0.116 — <480* 


| >9200 (100 В; 24 А) <1500: 20* Окэн=<0,15 — <410* 
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Р , 
Тип мВ Е от? Ч си тах ? 
прибора Структура Р. я тр Чи пор? 9х тах ? 
Вт 
| КП7З1А | С изолированным затвором, | 36 Вт 2...4 400 +20 2А | <0.25 (400 В) 
| КП731Б | п-каналом, с защитным 36 Вт 2...4 350 +20 2А <0.25 (350 В) 
| диодом 36 Вт 2...4 400 +20 1.7 А ' 30.25 (400 В) 1! 


| 
(КП731В | 








| | 2..4* | 1.5 (6*) А | 
|КП733Б | | 125% | 1.9% | 400 +20 | 15 (6*) А <0.1* 
[кП7ззг | | 125* | 2..4* 600 +20 | 5*А с <0,1* 
КП73ЗД | 125* | 2...4* 650 +20 | 4%А | <0,1* 
| р 
| 
| 
| | 
| | 
| } 
|КП733В-1 | пПмМоП |* 2...4* 550 +20 | 500 (2000*) | <0.1* (550 В) 
| | | | 
| | | | 
| | | 
| 
| | | | 
| 
КП734А пПМоП 72* |...2 60; 60* +10 19 А <0,25 
КП734Б пМоП 72* |...2 60; 60* +10 18 А <0,25 
КП734В пПмМоП 72* |...2 


15; 15* +10 |9 50.25 | 
| | 
| 


КП7З4А-1 
КП734Б-1 
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Ви, Ом 
К, ›, дБ 






И’, мкВ 


$, мА/В ": Е", нв/ Гц 
О Кл 
>1000 (25 В; 1.2 А) <250; 20* <3,6 — 
>1000 (25 В: 1,2 А) <250: 20* <3,6 — 
>1000 (25 В: 1,2 А) <250: 20* | <5 — 
| | 
| 
| >500 (20 В: ТА) <400: 15* | <3.6 —_ 
| >500 (20 В: ТА) <400: 15* <3,6 — 
>500 (20 В: ТА) <400: 15* <4,4 — 
>500 (20 В: ТА) <400; 15* <5 — 
| 
| 
| 
>500 (20 В; 1 А) <150** (25 В): <10 — {< п<80 КП733-1 
<15* (25 В); 652 
| | | 
| 
— <1000: 400** <0,05 
— <1000: 400** <0.06 
| — <1000: 400** 


<1000; 400** 
<1000; 200* 
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| 
Р | 
| СИ тах * | 
Тип мВт Оз Отс? Ос тах 7 О. ая с, Г нач? 
| прибора Структура р" ЗИ пор’ Ос тах Тс и, Г. ‚ МА 
| р р СИттах! МА ост 
| Вт | 
| 
|КП735А 
КП735Б 
КП735В 
КП735Г 
| 
КП737А С изолированным затвором, 74 Вт 2...4 200 +20 ЗА <0,25 (200 В) | 
КП737Б | п-каналом, с защитным 74 Вт 2...4 250 +20 8, Г А <0,25 (250 В) | 
КП737В диодом 74 Вт 2...4 250 +20 6,5 А <0.25 (250 В) | 
КП737Г 74 Вт |...2* 200 +10 ЗА — 
| 
| 
| 
КП7ЗЭА С изолированным затвором, 43 Вт 2...4 60 +20 10 А — 
КП7З9Б п-каналом, с защитным 43 Вт 2...4 60 +20 10 А — 
КП7З9В диодом 43 Вт 2...4 60 +20 8,ЗА — 
| 
| 
КП740 пМоП 125* 2...4 10 (40*) А | <25* мкА (400 В) | 
| | | 
|кП740^ С изолированным затвором, 60 Вт 2...4 60 20 17 А — | 
|кП740Б п-каналом, с защитным 60 Вт 2...4 50 =20 17 А — | 
КП740В | диодом 60 Вт 2...4 60 +20 14 А — 
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| Вс отк? Ом Кь, дБ 

С, С” К’, дБ 0’, мкВ 

$, мА/В МЕ’ ан р’ о. 
| мА/ С. пФ Е», нВ/\/Гц 
О „Кл | 

мкВ/°С | 
— |  <1800; 800* 
— |  <1800; 800* 
— <1800; 800* 
— <1800; 800* . 


#5 


Ра 


>3800 (25 В; 5,4 А) <1300 (25 В) 

>3600 (25 В; 5,1 А) <1300 (25 В) 

>2500 (25 В; 4,1 А) <1300 (25 В) 
— | — 











Г 
- 
АТ | 


>6000 (6 В) — 
| >2400 (50 В: 6 А) — 
| >2400 (50 В: 5,8 А) — 


>5800 (50 В; 6 А) <1400; 120* 


>4500 (25 В: 10 А) — 
>5000 (1.5 В: 9А) | — 


ВИ 








442 Раздел 3. Полевые транзисторы 
| Рен тах ? |9] 
| Тип Ст т мВт Зи отс ? СИ тах ? 
| прибора руктура Р., я паз ЗИ пор? ЗС тах 
Вт 
КП741А С изолированным затвором, 190 Вт 2...4 60 +20 50 А 
КП741Б п-каналом, с защитным 150 Вт 2...4 50 +20 50 А 
диодом 
| 
| 
| 
| 
КП742А С изолированным затвором, 200 Вт 2...4 60 +20 75 А 
КП742Б п-каналом, с защитным 200 Вт 2...4 50 +20 80 А 
диодом 
| 
| 
| | 
| 
КП74ЗА пмМоП 43 Вт 2...4 100 20 5,6 А 
КП743Б пмМоП 43 Вт 2...4 80 +20 5,6 А 
КП743В пМОП 43 Вт 2...4 100 +20 4,9 А 
| | 
| | 
| | | 
| КП743А! пМОП 40 Вт | #20 5,5 А 
| 





КП745А 
КП745Б 
КП745В 
КП745Г 


пмМоОпП 
пмМоОпП 
пмМоОП 
пмМоОпП 


88 Вт 
88 Вт 
88 Вт 
88 Вт 


м 
оыьь 


100 
80 

100 
100 


+20 
+20 
+20 
+10 


14 А 
14 А 
12 А 
15 А 
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| >27000 (25 В; 4З А) 
| >27000 (25 В; 32 А) 


>25000 (40 А) — <0.014 — — 
>1300 (50 В:; 3,4 А) | 


<0,54 — — 
>1300 (50 В; 3.4 А) <0.54 — — 
| 51300 (50 В: 34 А) — <0.74 — 
Я 





>1500 (24 В; 4 А) 
| 


— <0,27 — — КП744, КП745 | 
>2700 (50 В; 5.6 А) — <0,27 — | — 
>2700 (50 В: 5.6 А) — <0,36 — | — 
>3200 (50 В; 5.5 А) | — <0,27 — | — 

| 


>5100 (50 В: 83 А) — <0,16 — — 
>5100 (50 В; 83ЗА) — <0,16 — — 
>5100 (50 В; 8,3 А) — <0,23 — — 
| >6400 (50 В; 9 А) — <0,22 — — 11 
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Тип 
прибора 


КП746А 
КП746Б 
КП746В 
КП746Г 







КП746А1 
КП746Б1 
КП7468В1 
КП746Г1 


КП749А 
КП749Б 
КП749В 


КП750А 
КП750Б 
КП750В 
КП75оГ 







Структура 


ПпМоОП 
пмМоОП 
ПпМоОП 
ПпМоОП 


С п-каналом 
С п-каналом 
С п-каналом 
С п-каналом 


ПМОП 
ПМОП 
ПМОП 


пмМоОпП 
пмМоОпП 
пмМоОП 
пмМоОП 































Р 


СИ тах? 


мВт 
Ре 






Оси пах } |6) 
* ЗИ тах? 


Оз отс 
|) 


ЗИ пор? ЗС тах ? 


Итмтах ? 


Вт 


150 Вт 
150 Вт 
150 Вт 
150 Вт 


мм 
ор 


50 Вт 200 +20 5.2 А — 
50 Вт 150 +20 52 А — 
50 Вт 200 +20 4А — 

| 

| 

— 

125 Вт 2..4 200 +20 18 А | — 

125 Вт | 2..4 150 | +20 18 А — 
125 Вт 2..4 200 | +20 16 А — 
125 Вт |...2 200 | +10 18 А — 
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., нс 
Кс, Ом . инс 
Ко», дБ о,, мкВ м МТ К 
| $, мА/В р, , Вт Е”, нв//Гц Е ') а рус 
АИ", мВ О”, Кл ЗИ ’ 
- ЗН мкВ/*С 


>8700 (50 В; 17 А) — 
| >8700 (50 В: 17 А) 
| >8700 (50 В; 17 А) 
| >12000 (50 В; 17 А) 





>8700 (50 В; 17 А) — <0.077 — — 
| 
| 
| 








| 28700 (50 В: 17 А) — <0,077 | — — 
>8700 (50 В: 17 А) — <0,1 — — 
— — <0,077 — — 
| 
| 
>1300 (20 А) | — <0,055 — — 
| 
| 
| 
>800 (50 В; 1,6 А) — <1,5 — — 
>800 (50 В; 1,6 А) — <1,5 
| >800 (50 В; 1,6 А) — <2,4 
| 





>1300 (2,5 А) 
>1300 (2,5 А) 
>1300 (2.5 А) 






48 
10,65 , 
ЯЗ, 
ПГ ОР 
| ТР 
 >6700 (50 В: 10А) — 
| >6700 (50 В: 10 А) — 
>6700 (50 В: 10 А) — 
>9000 (5 В: 8 А) — , , 
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| 

| | р, | | | 

Тип мВт сз т | ы "эх | зи так с , нач 

' прибора | Структура | Ра, зил, | Час» | | си’ сыг» МА 
Ом о 
| | { 
|[КП750А1 С п-каналом | | | 
|КП750Б1 С п-каналом 

| КП7508В1 С п-каналом 










КП751А | | | 
| КП751Б пМоП | | 
КП751В пМОП | 
| 
| 
| | . : Г 
|КП751АЕ | | | | | 
кП751ы | пмМоП 50 Вт 2.4* 355 | +20 | ЗЗА | — 
|КП751вЕ | ПМОП 50 Вт 2...4* | 400 | +20 | 2,8 А — 
| | | | | | | 
| 
| 
| | 
| | | | 
| 
КП752А | пМоП | 74 Вт 2..4 400 | 2 | 55А — 
КП752Б пМоП | 74 Вт 2...4 355 | +20 | 5.5А — 
КП752В пМоП 74 Вт 2...4 400 | +20 | 4,5А — | 
о 
о 
| 
|КП753А | пМоП 74 Вт 2..4 500 20 4.5 А — 
КП75З5 | пМоП 74 Вт 2..4 450 +20 4.5 А — 
КП75ЗВ | пМоП 74 Вт 2..4 500 +20 4А — 
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447 





* 


С и С зи, 
хх 


$, мА/В С" пФ 


>6700 (50 В; 10 А) — 
>6700 (50 В: 10 А) — 
>6700 (50 В; 10 А) — 


| | 


>1800 (50 В: 1,8 А) 
>1800 (50 В: 18 А) 
>1800 (50 В: 1,8 А) 


>1800 (50 В; 1,8 А) — 
>1800 (50 В; 1,8 А) — 
>1800 (50 В: 1,8 А) — 


| >2900 (50 В; ЗА) — 
| >92900 (50 В: ЗА) — 
>2900 (50 В: ЗА) — 


>2700 (50 В; 2,5 А) — 
>2700 (50 В: 2.5 А) — 
| >2700 (50 В; 2,5 А) — 


ЗЕЕ ыы Е ое 2582 








дм м 


+-- 
сл © © 


м м м 


> -- 
сл о о 


м м 


ко - - 
сл м 


М 


Кы, дБ 
О, мкВ 


Е”, нв/ Гц 


9”, Кл 





— — КП750-1 
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КП760А 
|кп760Б 
| кП760вВ 

КП760г 


КП761А 
КП761Ь 
КП761В 
КП761Г 


КП7ЛА 
КП771Ь 
КП771В 


КП775А 
КП775Б 
КП775В 


== 


КП777А 
КП777Б 
КП777В 


Структура 


С п-каналом 
С п-каналом 
С п-каналом 


пмМоОпП 
пмМоОпП 
пмМоОпП 


200 Вт 
200 Вт 
200 Вт 


СИ тах ' 


Ох тах ? 


О» тах } * „ Снач? 





+20 50 А — 
+20 50 А — 
+20 50 А — 





Полевые транзисторы 449 










































] 
Вск, Ом р В 
С, С, К. ь, дБ „) МК .в | 
оз с ви ты ке 
_ 360; 92** <3 _ — кП759, КП760 
— 360; 92** <3 4 
— 360: 92** к: 1065 ЗА , 
360: 92** И 
Ти та 
< 
с 
610: 68* 
610: 160** | 
610: 68* щ | 
| 610: 160*= я 
19 11 | 
| | 
— 1300: 120* <0.85 — — | КП761, КП771 
— 1300: 310** <0.85 — — 
— 1300: 120* <1,1 — — 48 
06 , 
— 1300; 310** <1,1 — — \ Зв 
— — [1 "| 
А 2 
19 11 | 
— — КП775 
_ — 10,65 936 48 
| 
За 
] © ГА 233 | 19 17 | 
Е = 
>5800 (50 В: 5.2 А) — <0.55 — — 
>5800 (50 В: 5.2 А) — <0,55 — — 
>5800 (50 В: 5.2 А) — <0.8 — — 
>4500 (50 В: 5.3 А) — <0.63 — — 
| 
| 
>4900 (50 В; 4,4 А) | — <0,85 — — 


>4900 (50 В: 4,4 А) | — <1.1 


| >4900 (50 В: 4.4 А) | — <0,85 — — 
| 
| 





29 зак 9 
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Тип 
прибора 


КП778А 


КП779А 


КП780А 
КП780Б 
КП780В 


КП780АС1 


КП781А 


Структура 


ПМОП 





ПМОП 
ПМОП 
ПМОП 


С п-каналом 


ПМОП 


Ра мах ? |9] |] 
мВт зи Отс? СИ пах ? 


Ч тах * . Гс нач 7 


о пор? о тах ? 1 
Рен т тах? `В ‚ "В В | ост ? МА 


Вт 





190 Вт 2...4 200 +20 | 30 А 


2..4 500 +20 14 А — 
| | 
| | 
50 Вт 2..4* 500 +20 25 А — 
50 Вт 2...4* 450 +20 2.5 А — | 
50 Вт 2..4 500 +20 2.2 А — 
| | 
50 Вт 2...4* 500 +20 2,4 А — 


190 Вт 2...4 400 +20 16 А — 
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т 
| | Ви, Ом К, дБ | Е кл» НС | 
Си, С, К’, дБ о, мкВ | выкл» НС | | 
$, мА/В с" пФ Р:?” Вт Е" 'нв/ Гц ‚ Ее, МГц Корпус 

| 


>9000 (15 В; 19 А) 





|25500 (15 В; 7.5 А) | — | <3 — | — 
| 21500 (15 В: 1.4 А) | — | <3 | — | — 
— — <4 — | — 
| 
О 
| 
| 
— — 3 — — 
| 
| | 
| | 
| | 
| 


>8000 (8 А) — <0,3 — — КП781 





29* 
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р 






СИ тах? ] 
| Тип Ст КТ а мВт 0" отс' м пах О. пах ? т” . Г Нач? 
| прибора ру Ур р. я так ЗИ пор’ | ЗС тах * СИ’ | 










Вт 


| В 






КП78ЗА 






|КП784А РМОП 
| | 

| КП785А | РМОП 
КП786А пМоОП 
КП787А пМОП 
| 

| 

| 

|КП796А С р-каналом 
| 

| 















С р-п-переходом и 75; 110* -39 А 4500 
п-каналом 75; 90* -35 ОА 4500 
110; 150* -40 8А 3500 






140; 180* - 3000 
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| 
$, мА/В Корпус 


- 
С | 
>44000 (25 В: 59 А) 30,008 КП783, КП784 
, 
‘5 









>5900 (25 В; 11 А) 


>6200 (50 В; 11 А) 


>5000 (25 В: 5 А) 


13 
} 
| 

>600 (15 В;: 4 А) — — — КП801 

>450 (15 В: ЗА) — <4,4 — — 

>800 (20 В; 4 А) — <2,2 — — 

>600 (20 В; 4 А) — <2,2 — — 


19 12,1 
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| | Ре тах ? | | | 

| Тип С мВт Е отс ? Оси тах ? О: пах? | ге | , ГС Нач? | 

прибора труктура р, ЗИ пор” | О ста» В | си’ Г. ‹, МА | 

СИ т тах } мА | 

Вт 

КП802А С р-п-переходом и 40* -25 500; 535* -35 2,5 А 0,5* 

КП802Б п-каналом 40* -28 450: 480* -30 2,5 А 0,5* | 

| 

| | | ! 

| | | } 

| | 

| 

| 

| КП804А —|С изолированным затвором. | 2* <4* 60 20 1 А <0,25; 
<1* 





КП805А — |С изолированным затвором. 
| с п-каналом 
|КП805Б 
| 


| 600: 600* | 


4А <1: <3* | 


60* 


| 
| 
| 
| 
| | 
| с п-каналом 
| 
| 
кп805В 
| | 


| 

| | 
60 (| <4* | 600; 600* 

| | 

| 


| 
| 
500: 500* | +20 | 4А г <1:53* | 
| 
| 









— 
9.6 (35*) А | <1мА (400 В) 


9.6 (35*) А <0.25: <1* 
кп809в 100* — 600 | +20 | 9.6 (35%) А |  <0.25:<* | 
| кП809Г ' #20 |! 9.6 (35%) А | 50.25; <1* | 
|кп809д 100* — 800 | +20 : 9.6 (35*) А <0.25: <1* | 
|КП809Е 100* — 750 |  =20 9.6 (35*) А <0.25: <1* |! 
|КП809К 150* — 400 | 20 20* А <0,25;: <1* 






| 
100* 1 | 700 

| 
| 
й 1 
| 

| 

| 


| 
| 
| 
| 
| р 
КП809л1 9.6 (35*) А <0.25; <1* 


пМОП +20 | 

КП809Б1 50* о 500 | +20 ! 9.6 (35*) А <0.25; <1* 
кП809в1 50* — 600 +20 9,6 (35*) А <0,25; <1* 
кП8о9г! 50* — 700 +20 9.6 (35*) А <0.25; <1* 
кп809д! 50* — 800 +20 9,6 (35*) А <0,25; <1* 
КП 09Е! 50* — 750 +20 9,6 (35*) А <0,25; <1* 
КП810А 1500 115 | ТА | — 

50* — 1300 | 5 | 7А | — | 
КП810В п-канал 50* | 5 5А — | 


| Биполярный со статической 50* — 
КП810Б | индукцией, 

| 

| 

| 


КП812А1 + 50 (200*) А 


КП812Б51 
КП8128В1 


35 (68*) А 
30 (120*) А 


<0.25*(60 В) 
<0.25*(60 В) 
<0,25*(60 В) 
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Ви отк ? Ом Кь, дБ р нс 

К’, дБ о, мкВ {выкл нс 
$, мА/В Р:”” Вт Е, нВ/ Ги | т 
0" **, мВ О”, Кл Зи 

зи мкВ / °С 






>800 (20 В; 3,5 А) | — <3 — <80;<30* 
>800 (20 В: 3.5 А) | — <3 — <80:<30* | 
: Г | 
: | | 
| | | | | 
| | | | > 
| | | | 
| | | Г 
| < 
| 
>800 (10 В; 0,8 А) <200 (25 В) <0,6 — <54; 
<25*; <100** <45* 












>2500 (20 В; 2 А) <1300 (20 В); <220* 









<40* 
>2500 (20 В; 2 А) <1300 (20 В); <2 — <180; <220* 
<40* 
— <180; <220* ых 
<40* 


<130** 





>2500 (20 В; 2А) <1300 (20 В); <2,5 
| 








ОНИ 
| >1500 (20 В 





















>1500 (20 В: ЗА) 1‹п<100 





‚ЗА) | <3000: <220* <0,3 — 5100 | 
| >1500 (20 В: ЗА) | <3000; <220* <0.6 — 15100 | 
| >1500 (20 В: ЗА) | 53000; <220* <1,2 — ‹1<100 
' >1500 (20 В: ЗА) | <3000: <220* <1,5 — | 115100 
| >1500 (20 В: ЗА) | <3000; <220* <1.8 | — | 15100 а 
>1500 (20 В: ЗА) <2.5 Г (15100 м 
2 
| 







>1500 (20 В; ЗА) <1<100 

















>1500 (20 В: ЗА) {‹п<100 

>1500 (20 В: ЗА) | <3000: <220* <1,2 | — {<п<100 

>1500 (20 В: ЗА) | <3000; <220* <1,5 — {<1<100 

>1500 (20 В: ЗА) | <3000; <220* | <1,8 {‹п<100 

>1500 (20 В: ЗА) <3000; <220* | <2,5 {15100 
| 








>15000 (25 В; 31 А) 1900; 920** 
>5500 (25 В: 24 А) | 640; 360** | 
| >9300 (25 В: 18 А) | 1200; 600** <0,05 — {‹п=52 






| 
| 
| 
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СИ тах? |9 
мВт ЗИ Отс? си тах ? 


Р 


Чи пор? 9х тах ? 






Структура 
Ро т шах 7 


Вт 








КП817В рмоп — — 60 — 100* — 


КП81ЗА С изолированным затвором | ‚1...4 + 22 (88*) А | <0.25*(200 В) 
КП813Б и п-каналом | 150* 1..4 200 +20 22 (88*) А | <50.25*(200 В) | 
КП81ЗГ | 150* ‚|... 200 +20 20 А <0.25*(200 В) | 
| | 
КП813 А1 С изолированным затвором 125* 2,1...4 200 +20 22 (88*) А <0,25*(200 В) 
КП813 51 и п-каналом 125* 2.1...4 200 +20 22 (88*) А <0,25*(200 В) 
| 
| 
КП813А1-5 | С изолированным затвором 125* 2,1...4 200 +20 22 (88*) А <0,25*(200 В) 
КП813Б1-5 и п-каналом 125* 2.1...4 200 +20 22 (88*) А <0,25*(200 В) 
| 
| | 
'КП814А МОП, п-канал — — 300 5 | 10А <6 
КП814АБ МОП, п-канал — — 300 25 12 А <6 
КП814аВ МОП, п-канал — — 400 25 ЗА <6 
КПЗ1аг МОП, п-канал — — 400 25 10 А <6 
КП814Д МОП, п-канал — — 500 25 7А <б6 
КП814АЕ МОП, п-канал — — 500 25 10 А <6 
КП814Ж МОП, п-канал — — 600 25 6 А <6 
КП814И МОП, п-канал — — 600 25 ЗА <6 
КП814К МОП, п-канал — — 700 25 5А <6 
КП814аЛ МОП, п-канал — — 700 25 6 А <6 | 
КП814М МОП, п-канал — — 800 25 ЗА <6 | 
КП814АН МОП, п-канал — — 800 25 | 4А <6 
КП81АП МОП, п-канал — — 900 25 ЗА <6 
КП814Р МОП. п-канал — | 900 25 3,8 А <6 
КП814С | МОП, п-канал — — 950 25 ЗА | <6 
КПЗ1АТ МОП, п-канал — — 950 25 3,6 А <6 
КП814У МОП, п-канал — — 1000 25 ЗА <6 
КП814Ф МОП, п-канал — — 1000 25 3,6 А <6 
КП817А РМОП — — 30 — 200* — 
КП817Б РМОП — — 40 — 150* — 
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$, МА/В 


 >9000 (20 В; 10 А) 
>9000 (20 В; 10 А) 
>9000 (20 В; 10 А) 


>5500 (20 В: 10А) 





| 
[55500 (20 В; 10 А) | 


>5500 (20 В: 


10А) 





>5500 (20 В: 10 А) 


1300.. 
1300.. 
1300... 


1300.. 
1300.. 
1300... 
1300.. 
1300.. 
1300.. 
1300.. 
1300. 
1300.. 
1300.. 
1300.. 
1300.. 
1300.. 
1300.. 


1300 





.3000(30В;2,5А) 
.3000(30В;2,5А) 


3000(308;2,5А) 


.3000(30В;2,5А) 
.3000(30В;2,5А) 


3000(30В:2.5А) 


.3000(30В:2.5А) 
.3000(30В;2,5А) 
.3000(30В;2,5А) 
.3000(308В;2,5А) 
..3000(30В;2,5А) 
.3000(30В;2,5А) 
.3000(308В;2,5А) 
.3000(30В;2,5А) 
.3000(30В;2,5А) 
.3000(30В:2.5А) 
.3000(308В;2,5А) 
..3000(30В;2.5А) 


С, С, 
С», пФ 


2700; 540** 
2700; 540** 
2700; 540** 


2700; 540** 
2700; 540** 





2700: 540** 
2700; 540** 





В. отк ? Ом 
К’ ›, ДБ 


<0,12 
<0,18 


<0,12 
<0,18 


пло 
бо > > > мл © 


д 
© - 


2,5 
4,2 


< 
< 


<3 


дли 
м > - > > 
— сл 





О’, мкВ 


Е", нв/ Гц 


— {сп<140 
— {сп<140 
— {сп<140 


— {сп<140 
— {<<140 


— {‹п<140 
— {сп<140 





19,1 121 





5 | 





КП813-5 


5,6 0,4 
| Ф 


КП 814 
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р 
", СИ тах? | 
| Тип Ст | мВт м от м тах | О. тах ? | ыы * г нач? | 
| прибора руктура Р. я тля ЗИ пор? ЗС тах! | В А, | Сост » мА 
Вт 
КП820 пМОП 50* 500 +20 2,5 (8*) А <0,25*(500 В) 
КП830 74* 500 +20 4,5 (18*) А <0,25*(500 В) 
КП840 125* 500 +20 8 (32*) А <0,25*(500 В) 
' , | | | | 
н | | | | 
| | | | 
| 
КП9О1А С изолированным затвором 70: 85* 30 4 А <200; <50* 
и индуцированным 
КП901Б п-каналом 70; 85* 30 4 А <200: <50* 
| 
КП902^А | С изолированным затвором 3,5* — 50 30 | 200 |  <10: <0.5* 
| и п-каналом | | | 
| Кп902Б 3,5+ — 50 30 200 <10: <0.5* 
КП902в 3,5* — 50 30 200 <10; <0,5* 
| | 
КП9ОЗА С р-п-переходом 6* 5...12 20; 20+ 15 700 <700; <0,05* 
и п-каналом 
КП9ОЗБ 6* |...6,5 20; 20* 15 700 <480; <0,05* | 
= кп9оЗВ 6* 1...10 20; 20+ | 15 | 700 | 5600: <0.05* | 
я | | 
| | | | | 
КП904А | С изолированным затвором | <350; <200* 
'КП904Б | и индуцированным | <350: <200* 
п-каналом | | | 
| 
] | 
КП905А С изолированным затвором | 4* — | 60: 70* | +30 350 <20; <1* | 
| и п-каналом | | | | 
| КП905Б | 4* — 60; 70* +30 350 | <20: <1* 
| р | | | ; 
КП905В | 4* — | 60; 70* +30 350 | <20; <!* 
| 














С изолированным затвором 11,5* 


И п-каналом 






11,5* 
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>2500 (50 В: 2.7 А) 
>4900 (50 В: 4,8 А) 


50...160 
(20 В; 0,5 А) 
60...170 
(20 В; 0,5 А) 


10...25 
(20 В; 50 мА) 
10...25 
(20 В; 50 мА) 
10...25 
(20 В; 50 мА) 


85...140 (8 В) 
50...130 (8 В) 


60...140 (8 В) 


250...510 
250...510 


18...39 
(20 В; 50 мА) 
18...39 
(20 В; 50 мА) 
18...39 
(20 В; 50 мА) 


110...200 
(20 В; 0.5 А) 
100...200 
(20 В; 0,5 А) 
80...110 
(20 В: 0.5 А) 










$ А/В С, С, 
‚ М С..„, ПФ 
| 
>1500 (50 В: 15А)| — 360: 92** 


610; 160** 
1300; 310** 


<100; <10* 


<10* 
| 
| 
| 
| 





<11[: <0,6*; <11** 
<11: <0,6*; <11** 


<11; <0,8*; <11** 


<300 (30 В) 
<300 (30 В) 


<7; <0,6*; 
<11; <0,6*; 


<13; <0,8*; 


<3* (25 В) 
<3* (25 В) 


<3* (25 В) 











В. отк ? Ом Кь, дБ 
К’ ›, дБ | О, мкВ 
Р“", Вт Е", нв/\/Гц 

АО, , мВ 09”, Кл 

| 


>7* (100 МГц) 
>10** (100 МГц) 
>6,7** (100 МГц) — 





>6,6* (250 МГц) <6 (250 МГц) 
>0,8** (60 МГц) 
>0.8** (60 МГц) 


>0,8** (60 МГц) <8 (250 МГц) 


>0,09** (30 МГц); <5** (100 кГц) 
<10: >7,6* 

>0.09* (30 МГц): <5* (100 кГц) 
<10; >7,6* 

>0,09** (30 МГц); <5** (100 кГц) 
<10; >7,6* 


>50** (60 МГц) — 
>30** (60 МГц) — 
>13* (60 МГц) 


>1**; >8* (1 ГГц) — 
>6* (1 ГГц) <6,5 (1000 МГц) 


>4* (1 ГГц) — 


>4** (1 ГГц) — 
>3** (1 ГГц) — 


>5** (0,4 ГГц) — 


Корпус 





КП820, КП830, 





48 
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Ра, мах ? 
мВт 
















О Отс? 


О зи пор? Ох тах ? 






Оси тах ? 





О», тах ? 


Структура р В 


СИ т тах? 


Вт 





С изолированным затвором 
и индуцированным 
п-каналом 





КП921А С изолированным затвором 15* — 10 А <2.5 (40 В) 
и индуцированным каналом 
КП921Ь п-типа 15* 2...8 7ТА <2,5 (40 В) 
КП922А С изолированным затвором 60* 2...8* 100 +30 10 А 2 
КП922Б и индуцированным 60* 2...8* 100 | =30 10 А 2 
КП922В п-каналом 60* 2...8* 100 | =30 10 А 2 
| 
| 

КП922А1 С изолированным затвором 60* 2...8* 100 +30 
КП92251 и индуцированным 60* 2...8* | 100 +30 
КП9228в1 п-каналом 60* 2...8* 100 +30 
КП922г1 60* 2...8* 100 +30 
КП92ЗА С изолированным затвором 100+ — 50; 60* 20 12 А <50; <50* 

и п-каналом | 
КП923Б 100* _ 50; 60* 20 ВА | 550;550* | 

| | | } 

КП923В 50* — | 50; 60* 20 6А | 325; <25* 
| | 
КП923Г 50* — 50; 60* 20 4А <25; <25* | 
КП928А С изолированным затвором 250+ — 50; 60* 25 21 А <150; <150* | 


и каналом п-типа 
КП928Б 250* — 55; 65* 25 16 А <150: <150* 
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Ви отк? Ом К, дБ | ка ‚нс | | 
* * * у НС . 

$, мА/В Си С, Кур дБ б., мкВ "мг Корпус | 
‚м С"*, пФ р", Вт Е", нв//Гц Е , Ат рпу 
| АО, ‚, МВ 09”, Кл зи 
| мкВ /*С 
| >24 (20 В; 80 мА) | <4,5 (25 В); <0,6* >1** (1,76 ГГц) — | — КП908 
' >24 (20 В; 80 мА) | <6,5 (25 В); <0,6* <25 — — 

800...1500 — <0,13 — — КП921 
(25 В; ТА) 
>800 <2000; <280** 0.2 _ <100* ЗлИИНЬ Е 
| (25 В; 1А) 
| | — 
| > 
# 0 

ИСЗ 

















...2100 (ТА) 
1000...2100 (ТА) 
...2100 (ТА) 


<2000 (20 В) 
<2000 (20 В) 
<2000 (20 В) 








1000...2100 (1 А) | <2000 (20 В) <0,2 — | <100: <100* 
1000...2100 (ТА) <2000 (20 В) <0,4 — <100; <100* 
1000...2100 (1 А) <2000 (20 В) <| — <100; <100* 
| 1000...2100 (ТА) <2000 (20 В) <0.17 — <100: <100* 
| 
>1000 (20 В; ЗА) <400 (10 В) >50** (1 ГГц); — — КП923 
>4* 
>700 (20 В: ЗА) <400 (10 В) >25** (1 ГГц) — — 
>4* 
>550 (20 В: 2 А) <290 (10 В) <[; >25** (1 ГГц) — — 
>4* 
>350 (20 В: 2 А) <220 (10 В) <3; >17** (1 ГГц) | — — 
>4* 
| 
1800 (20 В:ЗА) | 530 (10 В); 50* <0,4; >6,2* — — КП928 
>250** (0.4 ГГц) 
| 1800 (20 В: ЗА) 530 (10 В): 50* <0,4; >6* — — 


>200** (0.4 ГГц) 
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Ра пах ? | 
Тип С В. Чаи Отс? Оси пах 7 Ч. я ыы , | и 
прибора труктура р" ЗН пор 9 Ох тах * В С. и’ 1 мА 


| СИ т мах? В В мА : Сост ? 
| | Вт | 









кп9з1В | пмМоП 


| КПЭЗ1А | 
1КП931Б | пмМоЙ | 20* 600 — 5А — — 
| 450 — БА — | — | 
| | 


[= 
© 
* 


КП932А 
| 


| 





КП9ЭЗАА Со статической индукцией, 40* — 450 о 15 А — 
КП9ЗА4Б с каналом п-типа 40* — 300 о | 15 А | — 
|кп9зав | | 40* | 40 | 5 ' А | — | 
| | | 
| | | | | 
: | | | 
о 
| | 
КПЭЗАА1 Со статической индукцией, 20* — 450 о 15 А — 
КП9ЗАБ с каналом п-типа 20* — 300 5 15 А — 
кп9зав1 20* — 400 5 15 А — 
| | | 
| | | 
| 
| | 
| 
| | 
`КП9З6А | С изолированным затвором. 75 Вт — 350 30 | 10 А | <1,4 (280 В) 
КП936Б с п-каналом 75 Вт — 400 30 | 7ТА <1,4 (320 В) 
КП9З6 В 75 Вт — 350 30 10 А <1,4 (280 В) 
кпэз6г 75 Вт — 400 30 7А <1,4 (280 В) 
КП936Д 75 Вт — 300 30 10 А <1,4 (260 В) 
КП9З6Е 75 Вт — 400 30 | 7А | 51.4 (320 В) 
| 
| | 
| ь 
| 
| | | | 
| | | | 
КП93З6А-5 |С изолированным затвором, 75 Вт — 350 30 | 10 А | <1.4 (280 В) | 
КП936Б-5 с п-каналом 75 Вт — 400 30 | 7А | 1,4 (3208) | 
КП9З6В-5 75 Вт — 350 30 10 А <1,4 (280 В) 
КП9З6Г-5 75 Вт — 400 30 7ТА <1,4 (280 В) 
КП9З6Д-5 75 Вт — 300 30 10 А <1,4 (260 В) 
КП9З6Е-5 75 Вт — 400 30 7ТА <1.4 (320 В) 
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В Ом 


СИ отк * 
К, р’ дБ 
Р”*, Вт 




























С Слои, 


и? 
** 


С», ы пФ 


О, мкВ 


Е", нв//Гц 


9". Кл 










вых 7 








Ы 


||| в 
\| 1 


621э=10...80 (5 А) — <0, 1 — <100: <2500* 
В21э=10...80 (5 А) — <0, 1 — <100; <2500* 


021э=10...80 (5 А) — <0,1 — <100; <2500* 





| ‘ 
В Н21э=10...80 (5 А) — <0.1 ‚ <9500* 
<100: <2500* 
По! э=10...80 (5 А) — <0,1 — <100: <2500* 





| 
Н21э=10...80 (5 А) — | <0, | — 
| 
| | 
р | 
| 





Г 800...2500 (1 А) <2300 (25 В) 

| 800...2500 (1 А) <2300 (25 В) | <0,85 — |  <120* 

800...2500 (1 А) | 52300 (25 В) | <1.1 — |  <120* 
800...2500 (1 А) <2300 (25 В) <1,1 — `  3120* 

800...2500 (1 А) <2300 (25 В) <0,4 — |  5120* 
800...2500 (1 А) <2300 (25 В) <0,6 — |  <120* 

| 

| | 

| | 

| 

| 800...2500 (1 А) ‚ <2300 (25 В) <0.5 — | 5120 | 
$00...2500 (ГА) | <2300 (25 В) <0.85 — <120* | 
800...2500 (1 А; | <2300 (25 В) | 


...2500 (ГА) <2300 (25 В) 
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Реи тах, 
| ^^ о отс' о тах ? 
Тип Структура мВт и и и ть . , Снн, 
| прибора Р`, я та» В” 9 В | ост ' МА 
| Вт 
КП9З7А С р-п-переходом и 20* -15 450; 475* 20 17,5 А 
п-каналом | 
|КП9З7А-5 | С р-п-переходом и 20* ‚ 39 | 450; 475* 20 | 17,5 А — 
| п-каналом | | 
| | 
| 
КПЭЗ8А С р-п-переходом и 50* — 500; 500* -5 12 А <3* 
КП9З8Б п-каналом 50* — 500; 500* -5 12 А <3* 
КП9З8В 50* — 450; 450* -5 12 А <3* 
КП9З8Г 50+ — 400; 400* -5 12 А <3* 
КП9З8Д 50+ — | 300; 300* -5 12 А <3* 
| | 
] 
| КП944А —|С изолированным затвором 30+ -1,5...-4,5 | 50; 50* 20 
и р-каналом 
КП944Б 30* -1.5...-4,5 60; 60* 20 
КП945А С изолированным затвором 30* 1,5...4,5 20; 50* 20 15 А <0,5; <1* 
и п-каналом 
КП945Б 30* 1,5...4,5 70; 70* | 20 10 А <0,5; <1* 
] 
| КП946А БСИТ 5 15 А — 
КП946Б п-канал 5 15 А 
| 
КП948А БСИТ 20* — 400 5 БА _ | 
КП948Б п-канал 20* — 300 5 5А — 
КП948В 20* — 370 5 А | — 
КП948Г 20* — 250 5 БА — 
| 


С изолированным затвором, 
с п-каналом 
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| 
Вс, Ом Кь, дБ ие НС | 
Си, С, К’, дБ 9. мкВ м т к 
| $, мА/В С’. ‚ ПФ р", Вт Е”, нв/ Гц ь, т | орпус 
| АИ”, мВ 0”, Кл зи , 
зи › М мВ / С 
Г 20* (5В:5А) — <0.07 — 
| 
| 
| >20* (5 В: БА) 


| 

| 

| — | <0,07 — 
| | 

| 

| 

| 

| 














121э>20* (5 В: БА) 
121э2>90* (5 В: 5 А) 
121э220* (5 В: 5 А) 





121э220* (5 В: 5А) 





| 








>3000 (10 В: 4 А) |700 (20 В; 1 МГи) <0,3 — 90; 120* 
80* (20 В) | 

>3000 (10 В: 4 А) |700 (20 В; 1 МГи) <0,4 — 90; 120* 6,6 2,35 
| 80* (20 В) 
| 
| 
>2300 (3 В:2А) 600 <0, 1 — 60; 180* 
| (25 В: 1 МГц) 

| 150* 

>2300 (3 В: 2А) 600 <0,15 — 60; 180* 
| | (25 В 1 МГш | 
300** 












вия 
У 


>] 
— — 0,15 — 80 з 
— — | 0,15 — 80 | 
— — 0,15 — 80 
— — 0,15 — 80 а | 
19 || 117 
>200 (10 В; 0,5 А) — >3** (0,4 ГГц) — — 
>500 (10 В; 1,5 А) — >5** (0,4 ГГц) — — 
>1000 (10 В: ЗА) — >15** (0,4 ГГц) — — 





30 зак 9 










Тип 
прибора 


КП95ЗА 
КП95ЗБ 
КП95ЗВ 
КП9Э5ЗГ 
КП95ЗД 


КП955А 
КП955Б 


КП957А 
КП957Б 
КП957В 


КП958А 
КП958Б 
КП958В 
КП958Г 


КП959ЭА 


КП9595 | 
|КП959Вв | 






Структура 
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Р 


СИ тах? 


мВт 










Ос тах ' 


ЗИ отс' 
* 


Чи пор? Чх тах? 





Р 


СИтмах ? 

















Вт 


БСИТ 50* 
п-канал 50* 
50* 
50* 
50* 


БСИТ 40* 
п-канал 40* 
40* 
40* 
40* 
БСИТ 70* 
п-канал 70* 
БСИТ 10* 
п-канал 10* 
БСИТ 10* 
п-канал 10* 
10* 

| 

| 

| 
БСИТ 70* 
п-канал 70* 
70* 
70* 
БСИТ 7* 
п-канал 7* 
7* 


450 
300 
450 
300 
450 


350 
200 


800 
800 


220 
200 
120 


лая 


лол 


лла 


20 А 
20 А 
20 А 
20 А 
20 А 


2 А 
2 А 


30 А 
30 А 


| 
| 


БЕДЕ ЕЕ 


ЕЕ РАС ИНКЕ 


а 


ие а. 


| 


ЕЕ от БЕ РЬНЕЕ 2 ИЕ 
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В. отк ? Ом | Н 

Си, С, | К’, дБ и’, мкВ | Ё рыкля НС 
$, МА/В | С» иФ о | р... , Вт Е. нв//Гц | 6’ М | Корпус 

| АО. , мВ | О”, Кл АЧ/АТ , | | 

| | зи | ' мкВ/*С ; р 

150; 50** 

| ‚ — 150; 50** 

| —_ — 0.06 — 150; 50** 

| — — 0,06 — 150; 50** 

150: 50** 

| 

| | 

| | | 

50; 100"* | 

— —_ — 50: 100** | 

| — — — 50; 100** 4,8 | 

| — — — 50; 100** 

50; 100** | 

| | 

| 0,04 100: 100** КП955 


| | | 
— | — 0.003 | — 100; 100** 





— — 0.6 — 100: 50** 
0.6 — 100: 50** | 





| | | 
| | | | 5 | 
| ! | | Е | 
| | | , | 80: 50** = 
— | — | 0,8 — | 80; 50** и 
— | — | 0,8 — | 80: 50** ВВ си | 
— — 0,02 — 80; 100** `® КП958 

— — 0,02 — 80; 100** 159 5 

— — 0,02 — 80; 100** 

— — 0,02 — 80; 100** 


— | — 57 — 200** | 
— | — | 57 — 200** 





— — 57 — 200** 
| 
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Р 


СИ тах * 


мВт 




















О зи от? Оси тах ? 


Структура Р Чи пор? Чх тах 7 


СИ т тах? 


Вт 








|кП960А 
|КП96оБ | р-канал 7* — 200 | 5 
кп96ов | 7* — 120 (5 


| 
| 


| КП961А БСИТ 10* | 

|КП961Б п-канал 10* 
кп961в 10* 

| КП96иг 10* 

кп961Д 10* 

| КПЭб1Е 10* 


СИТ, п-канал 


СИТ, п-канал 


СИТ, п-канал 


| КП96ЗА-5 | СИТ, п-канал 
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К син», Ом 


5 К ‚р, ДБ ш’ - 
$, мА/В с" Е”, нв/ Гц и. Корпус 
: 9-". Кл 





| 

| 
>22 
© 

| 
»Рь 
> 
= 
< 
* 
* 











| 

— — 0.16 — 40: 100** | 

| 

— — 0.11 — 40: 100** 

— — 0.10 — 40: 100** 

— — 0.10 — 40: 100** 

__ __ 08 — 40: 100** 
| 
| | | | 

— | — | <0.5 | — | 5100" | кп962 
| 
—_ 7 4,8 (5,3) 
ИФ) 
© 
№ 
| < 
о | 
з: 0 
ИСЗ 
<0,5 — 100 | КП962-5 
| 
| 
3 0.38 | 
о 
с 
| 
| 


| 

| 

| 

| 

<0,03 (10 А) — 0,9 — 400 кп963 
Ш. 4869 | 

| 


= 


ИСЗ 













| <0,03 (10 А) 


№5 16,5 (18,5) 


— |400 | КП963-5 
| 
5,16 0.38 


| 
| 
— — 0,03 — 50; 100** 


— — 0,03 — 50; 100** 
— — 0,025 — 50; 100** 


50; 100** 
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Тип 


' прибора Структура 


| 

| 

| 
|КП965А | 
КП965Б 
| 


р-канал 


Кп965В 
КП965Г 
КП9650 


| 
| 
| 
| 
| 
БСИТ 
| 
| 


| КП971А | БСИТ 

кп971Б |! п-канал | 
| | 
| | 
КП97ЗА БСИТ 

КП97ЗБ п-канал 
КПС104А Сдвоенные, с р-п-переходом 
КПС104Б и п-каналом 
КПС!04В 

КПС104г | 

'кПс!04д | 

|КПС104Е |! 


| 
| 
| 


КПС202А-2 | Сдвоенные. с р-п-переходом 
КПС202Б-2 | и п-каналом 














КПС2028В-2 

КПС202Г-2 

КПС20ЗА-1 | Сдвоенные, с р-п-переходом 
КПС203Б-1 | и р-каналом 
КПС203В-1 | 

|КПС203Г-1 | 

КПС315А Сдвоенные, с р-п-переходом 
КПСЗ15Б и каналом п-типа 





КПС316Д-1 | Сдвоенные, с р-п-переходом 
КИСЗ16Е-1 и каналом п-типа 
КПС316Ж-1 | 

КПСЗ16И-1 


Ре тах ? 


мВт 
р: 


СИт тах ? 


Вт 


10* 
10* 


30 (55°С) 
30 (55°С) 
30 (55°С) 
30 (55°С) 


300 
300 


ЗИ отс' 


Чи пор? 


© 
> 
шью = 








Ч си тах ? 
Ох тах ? 






25; 30* 
25; 30* 


25; 25* 
25; 25* 
25; 25* 
25: 25* 


| 
с’ 
Оита» | Г | . Ты ] 
В си’ | ГС ост МА } 
; | 
| 


ллаялаяхал 


5 25 А — 
5 | 25 А — Г 
] 
| | | 
5 30 А | — | 
| 5 30А | — 
| 
30: 0.5 — <0.8 
30: 0.5 — <0.8 | 
-30; 05 | — | <0,8 
: -30:0,5 | — <0.8 
| -30; 0,5 | — | <0.8 
| 30: 0,5 | — | <0,8 
| | р 
| | | 
| 0,5 | — <|.5 
| 05 | — <1,5 
0.5 — <1,5 | 
0.5 — <3 
| 
— 0.95...1.5 
— 0.95...1,5 | 
— | 0.35...1.5 
— | 1.]...3 
30 — |...20 
30 — |...20 
| | 
| 25 — — 
| 25 — — 
25 — —_ 
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| 
| 
<40*** | 
<150*** 
<150*** з 
| 





Ви отк? Ом Ки, дБ и, нс 
С», Си Кр, дБ Ч, мкВ Ик нс 
$, мА/В С:*, пФ р. °, Вт Е", нв/ Гц `, МГц. Корпус 
АОзи > мВ 9”, Кл А0„/АТ , 
| мкВ/ °С 
— — 0,8 — 40: 200** 
— — 0,6 — | 40; 200** 
— — 0,6 — | 40; 200** | 
— — 0,4 — 40: 200** | 
_ — 0.4 | — 40: 200** | 
| | | | 
! | | ‚ т 
| | | ИСЗ | 
" Г 
— | — 0.04 | — | 200 | КП971, КП973 
— — 0,04 — 150 | 5 
— — | 0,03 — 150 
— — 0.03 — 150 
| 
| | 
>0,35 (108) | 54.5; <1.5* | <30*** | <0,4* (10 Ги) |  <50*** | кпс!04 | 
>0,35 (10В) | <4.5;: <1.5* | <30*** Го < (10Гу | <150*** | 094 | 
>0.65 (10В) |  <4,5; <1,5* | <50*** | <5* (10 Ги) | <150*** | я С, 
| >1 (10 В) | 34,5; <1,5* <50*** <1* (10 Ги) | <100*** | № | 
>1 (10 В) <4,5; <1,5* <30*** <5* (10 Гц) <150*** < и: В 51 
. * *жжж __ Ж*Жж } И 
>0,65 (10 В) <4,5; $1,5 <20 <20 о я) ©и, 
С. 
>0.5 (5 В) <6; <2* <10*** — 30** КПС202-2 
>0,5 (5 В) <б; <2* <10*** — 30*+ 
>0,65 (5 В) <6; <2* <30*** — 30** —=— 
>1 (5 В) <6; <2* <30*** — 30** 2 
[м И? 
| 91 37 | 
| на 
>0.5 (10 В) <6 (108); <2* <10*** <2.5* (10 Гц) <40*** КПС203-1 
| 20.508) <6 (10 В); <2* <10*** <12* (10 Гц) 
| 20.65 (10 В) <6 (10 В): <2* <30*** — 
>1 (108) <6 (10 В); <2* <30*** — 
| 









>2,8 (5 В) 


>|...5 (5 В) 995 


>0.5 (5 В; 0,3 мА) <6 (10В): <2* <50*** — <40*** 
>0,5 (5 В; 0,3 мА) <6 (10В): <2* <50*** — <40*** 
>0,5 (5 В; 0,3 мА) <6 (10В); <2* <50*** — <40*** 
>0,5 (5 В; 0,3 мА) <6 (10В); <2* <50*** — <40*** 
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3.5. Полевые транзисторы специального назначения 






Тип Ст КТ а Токр., Р., ах мВт Чаи от? ие тах 7 ] 9: к ис , Г. В 

прибора РУ УР "С Рен т тах 7 Вт В“ 5” В мА, ГС ост ? мА 

| 

: | 

Параметры арсенид-галлиевых полевых транзисторов | 

раметры ар р р | 

| 

[30320А-2 | — Соп-каналом | -60...+85 | | 4;8* | 5 | — | — 

[303205Б-2 | | -60...+85 | 80 — 4; 8* 5 | — | — | 
| | | | | | 

| | | 

| 
| | 
| й : | 
| | | 
т | | 
| 
|30321А-2 | С п-каналом -60...+70 30 1,5...4,5 3; 4* 3* — | — 

| 
| 
| | | 
| | | | | 
| | | | | | ! | 
| | | | 
| | | | 

3П324А-2 | Соп-каналом | -60...+85 80 — 4 3 | — | — 
31324Б-2 | -60...+85 80 — 4 3 — — 
3П324В-2 | -60...+85 80 — 4 3 — — 
| 
| 
] 

} ! | | 
| | | | | 
| | | | | | | 
| 
|| | 
| 





С барьером Шотки, 
с п-каналом 
| 
| 
| 
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В Ом 


СИ отк? 
* 


К, р’ дБ 





Параметры арсенид-галлиевых полевых транзисторов | 


5...16 (1,5 В) 0,18; 0,15* >3* (8 ГГц) <4,5 (8 ГГц) — 3П320-2 
5...16 (1,5 В) 0,15*; 0,18** >5* (8 ГГц) <6 (8 ГГц) — 03 











>3* (8 ГГц) 2,8 (8 ГГц) 





>5 (2 В: 8 мА) 


15...40 (15 мА) — >6* (12 ГГц) <2 (12 ГГц) — 


| 
| 

15...40 (15 мА) — >6* (12 ГГц) <1,5 (12 ГГц) — 30324-2 

15...40 (15 мА) — >6* (12 ГГи) <2.5 (12 ГГц) — 

| | 
| | 
| 
} 
| 
| 





>8 (1.5 В; 10 мА) — >5* (8 ГГц) <2 (8 ГГц) — 
| 









| 


СИ тах? 


мВт Чаи отс' 
Вт зи пор’ 


-И у 
СИ т тах В 


СИ тах? 


Ух пах ? 





О тах 
В 
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[311325А-5 ‚ГС барьером Шотки, 2,5;5* | 3,5 | 
| с п-каналом | 
| | | 
| | | | | 
| 
30326А-2 | —Спп-каналом -60...+85 30 |...4 2,5: 5,5* 4 — — 
3П0326Б-2 -60...+85 30 1...4 2,5; 5,5* 4 — — | 
| | | Г 
| | | | | 
3П326А-5 | С барьером Шотки, | -60...+85 30 1...4 2,5; 5,5* 4 — 
| с п-каналом | | 
3П328А-2 |С барьером Шотки, | -60...+85 50 4 6 4; 6 | — 
| с двумя затворами | | 
| с п-каналом | | | | | 
| | 
| | 
р 
| 
| 
3П0328А-5 |С барьером Шотки, | -60...+85 50 4 6 _ 4; 6 — 
| | с двумя затворами | | | 
с п-каналом | | | | 
| | | | | | 
| | | | | 
| | 
| 30330А-5 С барьером Шотки, | -60...+85 30 1,5...4,5 3; 6* 4 15...50 


с п-каналом 





| 
| 
| 
| 


т Е-—- г 





| 
| 
| 
3П330А-2 |С барьером Шотки, | -60...+85 
| 
| 
| 


= — 6-х: 


30 1,5...4.5 | 3:6* | 4 15...50 — | 
30330Б-2 с п-каналом | -60...+85 30 1,5...4,5 | 3:6* | 4 15...50 — 
[303308В-2 60...+85 30 1,5...4.5 | 3:6* | 4 15...50 — 

: | 
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| | | 
| | Вс, тк Ом | Ки, дБ и нс | 
| С С. к, дБ | ет , мкВ Ё пыкл НС 
58 | Сп Р.., Вт ГЕИ, ни | ©. МГы | Корпус | 
| 
>8 (1.5 В; 10 мА) | >5* (8 ГГ) | 528 Ги) | 31325А-5 
| | | | 0.47 015 | 
| | | | р 

| 

| 


>8* (2 В: 8 мА) >3* (17,4 ГГц) <4.5 (17.4 ГГц) 
>8* (2 В; 8 мА) >3* (17,4 ГГц) <5,5 (17,4 ГГц) 





>8* (2 В; 8 мА) — | >3* (17.4 ГГ) | 54,5 (17,4 ГГц) 


31326А-5 
0,47 
р 


>8* (4 В: 8 мА) >9* (8 ГГц) <3.5 (8 ГГц) 





0,47 0,15 


| 

| 

| 

| 

| ‚ 

>10* (8 ГГЦ) | ч.4 о | 31328 А-5 
| 

| 

| <3 (17,4 ГГц) 





| 
| 

| 25 (5 кГц) — >3* (17.4 ГГи) <6 (25 ГГц) — 3П330А-2 | 
| (5 кГц) _ >3* (25 ГГц) <4,5 (25 Ги) _ | 


| | | 
| 
—_ >6* (25 ГГц) <3.5 (25 ГГц) — 
| 
| 
| 
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Тип Ст т а Токр.» Рен тах ? мВт 8и Отс си пах 
| прибора руктур *С я Ита Вт ЗИ пор’ ЗС тах? 
| | 
13П3308В1-2 |С барьером Шотки, | -60...+85 | — 100 1,5...4,5 5; 7* 4 15...50 | — 
1303308В2-2 | —сп-каналом -60...+85 100 1,5..4.5 | 5:7* 4 15...50 — 
|3033083-2 | 60...+85 100 1,5...4,5 5; 7* 4 15...50 — 
| 
| 
| 
| | 
| 
ЗПЗЗ1А-2 С барьером Шотки, | -60...+85 250 2,5...5 5.95; 8* 5 — 100...150 
с п-каналом | 
‚ 
ЗПЗЗ1А-5 С п-каналом 250 >100 (ЗВ) | 
ЗПЗЗЭА-2 С барьером Шотки, | -60...+85 250 о 5,5; 7* о — 50...90 
' С п-каналом | | 
| | | | | | 
| | | 
| | | 
| | | 
| 
3П34ЗА-2 С барьером Шотки, | -60...+85 35 2...4 3,5: 6* 3 — >20 (2 В) 
3П1343А1-2 с п-каналом -60...+85 35 2..4 3,5: 6* 3 — >20 (2 В) 
3П343А2-2 -60...+85 35 2..4 3,5; 6* 3 — >20 (2 В) 
3П343АЗ-2 -60...+85 35 9...4 3,5; 6* 3 — | >90 (2В) 
| 1 | | 
| | 
3П344А-2 |С барьером Шотки, | -60...+85 100 — 4,5; 7* 4 — — | 
31П344А1-2 с п-каналом -60...+85 100 — 5; 7* 4 — — 
4 — — 
31344АЗ-2 -60...+85 100 — 5; 7* 4 — — | 
100 — 5; 7* 4 — — 


| 31344А4-2 | -60...+85 





3П344А?2-2 | -60...+85 100 — 5; 7* 
{ 
| 
| | 
| 
| 
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В си , Ом 


К ‚, дБ 
$, мА/В т 





>20 (5 кГц) | — >8* (17,4 ГГц) <2 (17,4 ГГц) — 3П330в1-2 
1 22045 Г | — | 28* (17,4 ГГц) <1,5 (17,4 ГГц) | — | 

| 2>20(5 кг) | — | 28* (17,4 ГГц) <1 (17,4 ГГц) | 

| | | 

| 


>25 (5 кГц) — >5* (10 ГГц) <2,8 (10 ГГц) — 
>45** (10 ГГц) | 















| >15* (4 В; 40 мА) >5.5* (10 ГГц) 


>45** (10 ГГц) 


<2,8 (10 ГГц) — ЗПЗЗ1А-5 


0,5 


















>10 (5 кГц) >5* (17,4 ГГц) 


>15** (17,4 ГГц) 


<4 (17,4 ГГц) ЗПЗЗЭА-2 























>10 (5 кГц) >8,5* (12 ГГц) <9 (12 ГГц) — 
>20 (5 кГц) >8,5* (12 ГГц) <1,1 (12 ГГц) — 
>20 (5 кГц) >8,5* (12 ГГц) <1,1 (12 ГГц) — | 
>20 (5 кГц) >8.5* (12 ГГц) <0,9 (12 ГГц) — 


— >15 (1 ГГц) <0,3 (1 ГГц) — 


>15 (5 кГи) — >10 (4 ГГц) <1 (4 ГГц) — 
>40 (5 кГц) — >10 (4 ГГц) <0,7 (4 ГГц) — 
>40 (5 кГц) | — >10 (4 ГГц) <0,5 (4 ГГц) — 
240 (5 кг | — >10 (4 ГГц) <0,3 (4 ГГц) — | 
>40 (5 кг Г 
| 
| 
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| | | 
Тип Структура Токр., а "` мт ог" м м т зи тах гс ГС наи! 
® и пор? | ЗС тах? | И? с , | 
прибора С | Ри т тах 7 Вт "В ь В МА | с от МА | 
| | | | ь 
| : | | | 
3П345А-2 |С барьером Шотки, | -60...+85 80 — 7 И ОИС ОВ ООО ОИИИ 20...60 
31345Б-2 с п-каналом -60...+85 80 — 4 2 — 20...60 
| 
| | 
3П345А-5 |С барьером Шотки, | -60...+85 80 — 4 2 — | 20...60 
с п-каналом, | | | | 
| ‚ с двумя затворами | | | | 
| | | | | 
| | 
| | 
| 


3П348А-2 С п-каналом -60...+85 250 5; -7* -4 — — — 
| 
| 
| 


| С барьером Шотки, 
| с п-каналом, 
с двумя затворами 





| 
| 
| 
С барьером Шотки, — 5,9 | 9 
с п-каналом | 
| 
| 





3П351А1-2 С одним затвором, 
| п-каналом 


-60...+85 75 5,5; -9 — 20...50 
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$, мА/В Корпус 


| 

>15 (2 В; 20 мА) <0,35 (2 В) — <2,8** (30 МГц) — 
>25 (2 В: 20 мА) <0,35 (2 В) — <2,5** (30 МГц) — 
| 


30345-2 
| 
| 
| 












<0.35 (2 В) <2,8** (30 МГц) 


<1,4** (0,1 ГГц) 





>15 (2 В: 3П345А-5 


0,47 
























>10* (4 ГГц) 
>0,04** (4 ГГц) 


>15 (2 В; <1 (4 ГГц) 





20 мА) 





>8 (3 В: 10 мА) 





<4,5 (12 ГГц) 


18 


05 


>8* <5,5 (17,5 ГГц) — ЗПЗ1А-5 | 


| 
0,4 0.1 








>8 (3 В; 10 мА) >8* (17,4 ГГц) <5,5 (17,4 ГГц) 
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Тип Р., зал? мВт Чаи отс? СИ тах |9 
Структура их О __ 
прибора руктур Ри. , ВТ р ЗС тах ' 


ЗИ тах’ 





[31353А-5 С барьером Шотки, | -60...+85 30 -1....2,5 | 4;4,5* — 
| с п-каналом 
| 





с п-каналом 


310372А-2 НЕМТ -60...+125 60 — 
с п-каналом 

3П373А-2 |С барьером Шотки, | -60...+85 100 — 

30373Б-2 с п-каналом -60...+85 100 — 

=3037ЗВ.2 | -60...+85 100 — 

| | 

31376А-5 НЕМТ -60...+125 40 — 
с п-каналом | 

| 

| 
30384А-5 НЕМТ -60...+125 550 3 — — 











С п-каналом 10...30 
С п-каналом 10...30 
С п-каналом 10...30 
31385А-5 С п-каналом -60...+85 10...30 
310385Б-5 С п-каналом -60...+85 10...30 
31385В-5 | С п-каналом -60...+85 10...30 
| 
| 
30602А-2 | С п-каналом -60...+85 >220 (ЗВ) 
30602Б-2 | -60...+85 900 — 7 3,5 — >180 (3 В) 
31602в-2 -60...+85 900 — 7 3,5 — >110 (ЗВ) 
31602Г-2 -60...+85 1800 — 7,5 3,5 — >440 (3 В) 
31602Д-2 -60...+85 1800 — 7,5 3,5 — >360 (3 В) 


Полевые транзисторы специального назначения 














- 
| Вс отк? Ом Кь, дБ | зе нс | 
+ * * ‚ НС 
$, мА/В с С Сом Кр’ ДБ | ‚зи мк “Мгц | К с 
‚м ‚ПФ р... , Вт | Е, нв/ гц | Ъ, МЕЩ, оРПУ 
| АО. , мВ 0°”*, Кл АО и /АТ | | 
| " мкВ/*С | 
` 8...13 (3 В: 8 мА) — >6* <4 (37 ГГц) — 3П353А-5 
0,47 0,15 
сч 
и Ф) 
5 Нм | 
10...35 (2,5В; 10мА) — >7* <1,5 (15 ГГц) — 30372А-2, 3ПЗ73-2 


>30 (3 В: 20 мА) 
| >30 (3 В; 20 мА) 
>30 (3 В; 20 мА) 


>12 (ЗВ) 


30...42 (3 В; 50 мА) 


>15 (ЗВ; 8 мА) 


>15 (ЗВ: 8 мА) 
>15 (ЗВ; 8 мА) 


| 

| >15 (3 В; 8 мА) 

| >15 (ЗВ; 8 мА) 
>15 (3 В: 8 мА) 


20...100 (2 В) 
20...80 (2 В) 
20...70 (2 В) 
40...200 (2 В) 


40...160 (2 В) 


31 зак 9 


>12,5* (4 ГГц) 
>12* (4 ГГц) 
>11* (4 ГГц) 


>0,06** (37 ГГц) 
>4* 


>9,5* (17,4 ГГц) 
>10* (17,4 ГГц) 
>8,5* (17,4 ГГц) 


>9,5* (17,4 ГГц) 
>10* (17,4 ГГц) 
>8,5* (17,4 ГГц) 


>0,18** (12 ГГц) 
>2.6* (12 ГГц) 
>0,1** (12 ГГц) 
>3* (12 ГГц) 
>0,2** (8 ГГц) 
>3* (8 ГГц) 
>0,4** (10 ГГц) 
>2.6* (10 ГГц) 
>0,5** (8 ГГц) 
>3* (8 ГГц) 


<0,4 (4 ГГц) 
<0,5 (4 ГГц) 


| 50,6 (4 ГГц) 


<4 (60 ГГц) 


<0,8 (17,4 ГГц) 
<1 (17,4 ГГц) 
<1,9 (17,4 ГГц) 


<0,8 (17,4 ГГц) 
<1| (17,4 ГГц) 
<1,2 (17,4 ГГц) 


< 
о 


0,45 


< 
ыл 
о 





3П376А-5 


Пт 


310384А-5 
0,45 0,1 


Г. 


3П385-2 





3П385-5 


0,35 0,12 


Ш Е. 


31602-2 





=—— ии 


482 
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130603Б-2 


131603А1-2 


31603Б1-2 


31603Б-5 


| 310604А-2 
[ 
31604Б-2 
310604в-2 


31604Г-2 


31604А!-2 


31604Б1-2 





| 
30604Г1-2 


| 
| 
31П604А-5 
310604Б-5 
310604В-5 


31604Г-5 


316048В1-2 


Структура 


С п-каналом 


С п-каналом 


С п-каналом 


С п-каналом 


С п-каналом 


С п-каналом 


С п-каналом 


С п-каналом 


С п-каналом 


С п-каналом 


С п-каналом 


С п-каналом 


С п-каналом 


С п-каналом 


С п-каналом 


С п-каналом 


С п-каналом 


С п-каналом 


С п-каналом 


-60... 


..+125 


+125 


..+125 


..+125 


..+125 


...+125 


...+100 


...+100 


...+100 


..+100 


..+100 


..+100 


...+100 


..+100 





Рен тах мВт 


СИ т тах? 


2,5* 


2,5* 


900 
900 
500 


500 


900 
900 
500 


500 


900 
900 
500 


500 





О. тах ? 


3,9 


3,9 


3,9 


3.5 









400; 5* 


400; 5* 


400; 5* 


| 400: 5* 
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| 
| | Вс, отк? Ом К», дБ Ё кл НС | | 
| 2 К’ь, дБ О“, мкВ с нс 

С“ Е”, нВ/ Гц ", 
. | АО 
| 


‚  20...100 (2 В) 
'  40...160 (2 В) — — 


31602-5 





















| 
= 

| .0,45 о 
| > 
| , | © р 
| + | 
| | И | 
| | | | 
| | | 
>50 (3 В: 0.4 А) | — | <4 | — Г 024 | 31603-2 | 
(т | | 
| | |  >0,5** (12 ГГц) | | мМаркиродка | 
>80 (3 В: 0,4 А) | — <4; >3*; >[** — 024 — р | 
| 
| | | 
| | | 
| | 
| | | 
| >50 (3 В: 0,4 А) | — <4 | — | 0,24 
| 


>3* (12 ГГн) | 
>0,5** (12 ГГц) 
<4; >3*; >|** 


>80 (3 В; 0.4 А 


о 


и >50 (3 В; 0.4 А) <4 
>3* (12 ГГц) 
>0,5** (12 ГГц) 


<4; >3*; >| ** 









| 
>80 (3 В; 0.4 А) | 
| 
} 


>3* (17,4 ГГц) 
>0,2** (17,4 ГГц) 
>3 (17,4 ГГц) 
>0,125** (17,4 ГГц) 
>3* (17,4 ГГц) 
>0.075** (17,4 ГГц) 
>3* (17,4 ГГц) 
>0,005** (17,4 ГГц) 


>3* (17,4 ГГц) 
| 2>0,2** (17,4 ГГц) 
— >3 (17,4 ГГц) 
>0,125** (17,4 ГГц) 
>3* (17,4 ГГц) 
>0,075** (17,4 ГГц) 
>3* (17,4 ГГц) 
>0,005** (17,4 ГГи) 


















ОТ А) 






О.Г А) 





: 50 мА) 






50 мА) 





с керамическим колпачком 


20...40 (3 В; 0.1 А) | — >3* (17,4 ГГи) — И 31604-5 
>0,2** (17,4 ГГц) | 

15...40 (3 В; 0.1 А) | — >3 (17,4 ГГц) — | — 

1 0 
| >0,125** (17,4 ГГц) ===> 

| 10...20 (3 В; 50 мА) | — >3* (17,4 ГГц) — — 
| >0,075** (17,4 ГГц) 
| 10...20 (3 В; 50 мА) — >3* (17.4 ГГц) — — 


>0,005** (17,4 ГГц) 


‚15 


0,47 


31* 
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Тип . Реи тах ? мВт 


прибора Структура Реи т тах 7 Вт 










1 
31605А-2 С п-каналом -60...+85 450 <5,5 — >150 (3 В) 







С п-каналом — >150 (ЗВ) 
130606А-2 —|С барьером Шотки, — 160; 5* 
|30606Б-2 с п-каналом 
1306068В-2 — 160; 5* 
— 160: 5* 






31606Б-5 
1316068В-5 






С барьером Шотки, 
с п-каналом 


130607А-2 С п-каналом -60...+125 3.5* — 8 -3.5 | — <160: 5* 
, ! 1 | 
| 
1 ЗП6ОЗА-2 С п-каналом -60...+125 3,5* — -3 — 
31608Б-2 -3 — 
130608 В-2 -3 — 
130608Г-2 -3 — 


зао швов чить о стати» оитетатнтс рее тесны = 
———[—--- 


С п-каналом 
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| >100 (3 В; 0.25 А) 


$, мА/В 


>30 (4 В: 30 мА) 


>30 (4 В: 


>70 (3 В; 0.25 А) 
>90 (3 В; 0,25 А) 


>100 (3 В: 0,25 А) 


>90 (3 В; 0.25 А) 


30 мА) 


>80 (3 В) 


>15 (ЗВ: 
>15 (3 В; 
>15 (ЗВ: 
>15 (ЗВ: 


>15 (3 В: 
>15 (3 В; 


>15 (ЗВ; 


50 мА) 
50 мА) 
50 мА) 
50 мА) 


50 мА) 
50 мА) 


50 мА) 


——— + — дд —Ц—_—. — 


3 (5 В) 
3 (5 В) 


3 (5 В) 





<3.5 (8 ГГц) 
>8* (8 ГГц) 
>0,1** (8 ГГц) 


<3,5 (8 ГГц) 
>8* (8 ГГц) 
>0,1*=* (8 ГГц) 


>4* (12 ГГц) 
>0,4** (12 ГГц) 

>6* (12 ГГц) 
>0,4** (12 ГГц) 

>5* (12 ГГц) 
>0.75** (12 ГГц) 


>6* (12 ГГц) 
>0,4** (12 ГГц) 

>5* (12 ГГц) 
>0.75** (12 ГГц) 


>1** (10 ГГц); >4,5* 


>4* (37 Гц) 
>0.03** (37 ГГц) 
>3,5* (37 ГГц) 
>0,15** (37 ГГц) 
>4* (37 ГГц) 
>0,01* (37 ГГц) 


<3.5 (8 ГГц) 


<3,5 (8 ГГц) 


{6=100 
{6=100 


46=100 


{6=100 


{6=100 


Корпус 


31605А-2 





31605А-5 
0,45 0,17 


НЕ. 


31606-2 


мк 
= 
26 
31606-5 
0,65 0,34 
НФ) 
ры 


31607А-2 





31608-2 


Затвор 
Маркиродка 





г— 
< 
®.) 
СУТОК 4 


31608-5 


0,52 0,15 


0,47 








486 Раздел 3. Полевые транзисторы 











Ос тах? |9 
* | ЗИ тах? 
| 
| 


| 
| Токр , Рен тах ? мВт Оз от | 1, | ГС нач ? ы 
| Структура *С Р. аз Вт Чи пор’ 9х тах 7 Тс. И’ Г. т мА | 
|| р т | | МА | ] 
| | | | | | 
|31910А-2 | С барьером Шотки, | -60...+85 3* | — 7 | 3,9 | — 800...2000 
|131910Б-2 | с п-каналом | -60...+85 3* — 7 3,5 | — 800...2000 | 
31910А-5 |С барьером Шотки, | -60...+85 О И 7 35 1 | 80.200 | 
3П910Б-5 | с п-каналом | | | — | 800...2000 
| ; : . , 
| | | | 
| | | | 
| | | | 






С барьером Шотки, 
с п-каналом 


| 
| 
| 
| | | 
-60...+85 | 3* о | 7 3.5 
| | 
| | 
| 
| | 
| 
| 
| 


| 
| 
| 





й ! 

[30925А-2 |С барьером Шотки, | -60...+125 7* — 9 5 | — |  1800...3000 | 

|31925Б-2 | с п-каналом -60...+125 7* — 9 о | — 1800...3000 | 

| 319258В-2 | -60...+125 16* — 9 5 — 3600...6000 
30925А-5 |С барьером Шотки, | -60...+125 7* — 9 

| | с п-каналом | | 

| | | 

| В 
31П927А-2 С п-каналом -60...+125 2,5* 7 — 3 — — 
3П927Б-2 С п-каналом -60...+125 2,5* 7 — 3 — — 
31927В-2 С п-каналом -60...+125 2,5* 7 — 3 — — | 
3П927Г-2 С п-каналом -60...+125 2,5* 7 — 3 — — 
310927Д-2 С п-каналом -60...+125 2,5* 7 — 3 — — 

| 
| | 
| 


С п-каналом 
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г 
Ви отк? Ом Ки, дБ фи нс 
| | Сы, С. К, дБ Ош", мкВ ко не | | 
$, мА/В С’, пФ Р**, Вт Е**, нв/ Гц ь, МГц. Корпус 
О", мВ 0" кл | Аи /АТ 
мкВ/°С 
>50 (3 В) — >3*; >0.5** (8 ГГц) — — 
>200 (3 В) — >3*; >1** (8 ГГц) — — 
3,3 
| > 
| 
| 
| | | 
>100 (3 В) | >3*; >0,5** (8 ГГц) — | _ | 3П910-5 
>100 (3 В) | >3*; >1** (8 ГГц) — | — 0,85 012 
| 
<) 
>5** (8 ГГц); >3* — —_ 
>3** (8 ГГц): >3* — —_ 
| 
— — >2** (3,7...4,2 ГГц) — — 
— — >2** (4,3...4,8 ГГц) — — 
— — >5** (3,7...4,9 ГГц) — — 
| | 
| | | 
| 
500 (3 В; 1.8 А) | — | >3** (4.2 ГГц) — | — | 3П925-5 
| 2>7* (4,2 ГГц) | | | 
| | 1,88 0,12 
| 
> 
[ев 
50...150 (3 В; 0,4 А) — >3*; >0,5** (17,4ГГц) — — 31927 
|50...200 (3 В; 0,4 А) — >5*; >0,5** (17,4ГГц) — — а 
| 50...200 (3 В: 0.4 А) — 55*; >0,6** (17.АГГц) — — $  ищида 
| 50...200 (3 В; 0,4 А) — >3*; >0,7** (17,АГГц) — — Е 


|50...200 (3 В: 0.4 А) — >3*; >0,5** (17.4ГГц) — 


. 


>1000 (3 В; 4 А) — >4.5*; >4** (8,4 ГГц) — — 
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|9 


1 
, ЗИ от * СИ тах ' С’ 1 зач 
Структура 5" зи пор ' Ос тах ? и ел ГС и’ .^ МА 
СИ т мах" МА С ост ' 
ЗП9ЗОА-2 -60...+125 21* — 8 5 — <4.5: <15* 
3П9305Б-2 | | -60...+125 21 * — 8 5 — <4,5; <15* 
3П9зов-2 | | -60...+125 21* — 8 5 — <4.5; <15* 
Параметры кремниевых полевых транзисторов 
2Е701А БТИЗ с п-каналом | -60...+125 2...4* Окэ=500 03э=20 [к=25 А 
2Е701Ь -60...+125 2...4* Окэ=700 0Озэ=20 [к=25 А 
2Е701В -60...+125 2...4* Окэ=500 03э=20 [к=25 А 
2ЕТО1Г -60...+125 2...4* Окэ=700 0Озэ=20 [к=25 А 
| | , 
| | 
| | 
2П101А р-канал 50 о 10 10 — 0,3...1 
1201015 р-канал 50 5 10 10 — 0,7...2.2 
21101В р-канал 50 8 10 10 — 0.5...5 





2П10ЗАР 
21П103БР 
21103ВР 
21П103ГР 
2П103ДР 


21201А-1 
21201Б-1 
21201В-1 
21201-1 
21201Д-1 
21201Е-1 
21201Ж-1 


р-канал 
р-канал 
р-канал 
р-канал 


р-канал 


р-канал 
р-канал 
р-канал 
р-канал 
р-канал 


р-канал 
р-канал 
р-канал 
р-канал 
р-канал 
р-канал 
р-канал 


-60...+85 
-60...+85 
-60...+85 
-60...+85 
-60...+85 


| -60...+85 


-60...+85 
-60...+85 
-60...+85 
-60...+85 
-60...+85 
-60...+85 


120 
120 
120 
120 
120 


.2,2 10 10 
..3 10 10 
..4 10 10 
6 10 10 

7 10 10 

| | 

.1,4 10 15 
2,2 10 15 
...З 10 15 
..4 10 15 
.6 10 15 
..6 10 15 
6 10 15 


0,55...1,2 
1...2,]1 
1,7...3,8 
3...6.6 
5,4...12 
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| Вс: отк ? Ом Ка, дБ р нс 
Си», С, К’, дБ О", мкВ | {ал нс | 
$, мА/В С." , пФ р”, Вт Е**, нв//Гц ь, Ат Корпус 
А0***, В ***, Кл Зи , 
зим о мкВ /*С 
>1000 (ЗВ: 4 А) >5** (57...6.3 ГГц) — — 3п93зо 
>1000 (ЗВ: 4 А) >7.5** (5,7...6,3 ГГц) — — 
>1000 (3 В: 4А) >10** (5.7...6,3 ГГц) — — 
| 
| < 
м 
О 
р 
| 
Параметры кремниевых полевых транзисторов 
| >12000 (5 В; 10А) <1700 (30 В) 0.25 `<950 2Е7 01 
>12000 (5 В; 10 А) <1700 (30 В) 0.25 <250 
>12000 (5 В: 10 А) <1700 (30 В) 0.25 <250 
| >12000 (5 В: 10А) <1700 (30 В) 0.25 <950 
> 
| ОС 
| 
9$ 
| 
| 
0,3 12. 9.7* <5 (1 кГц) 
0,3 12; 2,9* <5 (1 кГц) 
0,5 12; 3* <10 (1 кГц) 





0.7.2.1 17 — 4 250*** | 21103Р 
0,8...2.6 17 — 4 250*** 
1,4...3,5 17 — 4 300*** 95,8 
1.8...3.8 17 — 4 300*** с 
2.4.4 17 — й 300*** >. 
--т ©: 
я 
0.4...1,8 17; 8* — <3 (1 кГц) — 2П201-1 
0.7...2.1 17: 8* — <3 (1 кГц) — 
0.8...2.6 17; 8* — <3 (1 кГц) — 
1,4...3,5 17; 8* — |  <3 (1 кГц) — < =— 
1.8...3.8 17: 8* — <3 (1 кГц) — | 
|...2,6 17; 8* — <3 (1 кГц) — ` [ | 
| 1.4...3,5 ; 8* — | 
...9, 17; 8 — <3 (1 кГц) — =; 
| 
| 
| 
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21202Д-1 
120202Е-1 


21301А 
213015 
'21301В 


2ПЗО1А-1 
2130156-1 
21301В-1 





| 


2ПЗ01А-5 


21302А 

213025 

21302В 
| 


21302А-1 
21302Б-1 
213028-1 


21303В 
21З03Г 
21303Д 
2ПЗ0ЗЕ 
21303И 


Структура 


п-канал 
п-канал 


р-канал 
р-канал 
р-канал 


р-канал 
р-канал 
р-канал 


р-канал 


п-канал 
п-канал 
п-канал 


п-канал 
п-канал 
п-канал 


п-канал 
п-канал 
п-канал 
п-канал 
п-канал 
п-канал 
п-канал 


| -60.. 
-60.. 


-60.. 


-60.. 


-60.. 


-60... 


-60... 


-60.. 





...+125 
...+125 
...+125 
...+125 
...+125 
..+125 
...+125 





Р‹и пах мВт м оте ыы тах 7 ори д |.’ И нач, 
си т тах ? Вт В “в” ' В | мА, | Сост ' МА 
+125 60 — 15 20 — 1,5 
+125 60 — 15 20 — 3 
| 
| 
р 
| 
+85 200 2,7...5,4* 20 30 | 15 <0.5 мкА | 
...+85 200 2,7...5,4* 20 30 | 15 <0.5 мА | 
..+85 | - 200 >2,7* 20 30 15 <0,5 мкА | 
| 
| 
200 20 30 15 <0,5 мА | 
200 20 30 15 <0,5 мА | 
200 20 30 15 <0.5 мА | 
| 
| | 
‚+85 200 | 2.7.54* | 20 0 | Бы |  505мА | 
| 
| 
+125 300 <5 20 10 24 3...24 
...+125 300 <7 20 10 43 18...43 
+125 300 | <10 20 12 — 33...66 
| 
+125 300 <5 20 10 24 3...24 
..+125 300 <7 20 10 43 18...43 
+125 300 <10 20 12 — 33...66 












200 
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В сие ’ Ом 


К ‚р, ДБ ке 
1, МГц Корпус | 


21202-1 


1...2.6 <5 (100 МГц) 
1...9.6 — 
>! (15 В: 5 мА) — 





95,8 


| > 
“5 
<5 (100 Мги) 3 ©» 
— Г` | 


— “000 И 








<5 (100 МГц) 21301-5 
| 


0,47 0.15 











<2,75 (1 кГц) 
<2,75 (1 кГц) 


<9,75 (| кГц) <4; <5* 












| | Корп. 


<9.75 (1 кГц) 21302-1 
<9,75 (1 кГц) <4: <5* 
<2,75 (1 кГц) <4: <5* | 292 
И 
К 
2 | 
3 
| -2 
| | | 3 
| 
|1...4 <6 | — 30** (20 Гц) — | 21303А 
|...4 <6 — 20** (1 кГц) — 058 
9..5 <6 — 20** (1 кГц) — 
3..7 <6 — <(6.10`!7)*** __ С 
>26 <6 — <4 (100 МГц) — з 
>4 <6 — <4 (100 МГц) — И 3 
2...6 <6 — <4 (100 МГц) — Гы | 
о | 
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о зи отс? 














СИ тах? |9 
Структура и пор? ЗС тах" Зах" 
С изолированным | -60...+125 200 >5* 25; 30* 30 30 <0,2 мкА 
затвором и каналом 
р-типа 

21305А п-канал -60...+125 150 >6 | 15; +30* +30 15 | |* мкА 
21305Б п-канал -60...+125 150 >6 15; +30* +30 15 | |* мкА 
21305В | п-канал -60...+125 150 >6 15; =30* +30 15 1* мкА 
21305Г п-канал -60...+125 150 >6 15; =30* +30 15 1* мкА 
21305А-2 п-канал -60...+85 80 >6 15; =30* +30 15 1* мкА 
21305Б-2 п-канал -60...+85 80 >6 15; =30* +30 15 1* мкА 
21305В-2 п-канал -60...+85 80 >6 15: =30* +30 15 1* мкА 
21305Г-2 п-канал -60...+85 80 >6 | 15: =30* +30 15 1* мкА 


















п-канал 
п-канал 
п-канал 
п-канал 
п-канал 
п-канал 


п-канал 


п-канал 
п-канал 
п-канал 
п-канал 


21308А п-канал -60...+125 60 
21308Б п-канал -60...+125 60 
213З08В п-канал -60...+125 60 
213З08Г п-канал -60...+125 60 
21308Д п-канал -60...+125 60 


п-канал 
п-канал 
п-канал 


п-канал 
п-канал 
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оо 





>4 (10 В; 10 мА) 


..10 (10 В; 5мА) 
..10 (10 В: 5 мА) 
..10 (10 В; 5 мА) | 
..10 (10 В: 5 мА) 


...10 (10 В; 
...10 (108; 
...10 (108; 
...10 (108: 


<5 
<5 
<5 
<5 


лм 


Вик, Ом 
К. >, ДБ 


>13 (250 МГц) 
>13 (250 МГц) 
>13 (250 МГц) 
>13 (250 МГц) 






<6,5 (250 МГц) 


<б,5 (250 МГц) 


<6 (250 МГц) 
<6 (250 МГц) 
<6 (250 МГц) 
<6 (250 МГц) 


<6 (200 МГц) 
<6 (200 МГц) 
<6 (200 МГц) 
<8 (200 МГц) 
<8 (200 МГц) 
<8 (200 МГц) 


<6 (0.4 ГГц) 


<20** (1 кГц) 
<2.5** (1 кГц) 
<6 (0,4 ГГц) 
<2,5** (1 кГц) 
<6 (0,4 ГГц) 





157 55 
9) 
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} 
| 
Вт | ЗН пор? | 
| 


| 
о тах 
|6 


| 
| 
И мах | 
} 
| 
| 
| 
| 











п-канал 0,4...1 | 

п-канал 30 20 1.4...3 

п-канал 30 | 20 1,4...3 | 

п-канал 30 | 20 | — | 

п-канал 60...+100 80 ... 30 | 20 | — } 

| п-канал 60...+100 80 0.2...6 | 20 | 6 | 
| 





С изолированным 
21310Б затвором и каналом | -60...+125 80 | — 8; 10* 






10 20 0,35...5 






21312А п-канал 


-60...+125 100 2...8 
21312Б | п-канал 
| 


95 | 8...25 
-60...+125 100 


20 25 25 


[| - ----- - -- 


| 
20 25 


п-канал -60...+125 50 
п-канал -60...+125 50 


п-канал -60...+85 120 >6 15 10 15 | — 
| 











2П3З1ЗА 

21313Б п-канал -60...+85 120 >6 15 | 10 15 — 
21313В -канал -60...+85 | — 120 >6 5 |0 15 — 

| 
21322А С двумя затворами, | -45...+85 200 — 20 25 — 5...42 
| с р-п-переходом | | 
| и п-каналом | | | | 

2П3ЗЗА п-канал 45 | 10 <| мкА 
21333Б п-канал 35 10 <1| мкА 
213З3ЗЗВ п-канал 45 10 <| мкА 
21333 Г п-канал 35 10 <| мкА 
+ 
121334А С р-п-переходом, | -60 | | 
21334Б с п-каналом 60...+125 | — — | 
| ! 
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Всиок, Ом Кь, дБ ие нс 

* И и 
5, МА/В | ен С Кур, ДБ Ош”, мкВ МГ Корпус 
й | Ср ПФ Р,„,, Вт Е", нв/ Гц | ©, МГц | рпу 











1..4 | 6 — 20** — | 21308-9 
| |...4 | 6 — | 
9..5 | 6 — 
— 6 <950 
— 6 <500 
>| 6 — 
| 
| | 
| | 
| 
3..6 < 5 >5* (1 ГГц) 
3..6 <9 5 >5* (1 ГГц) 
4.5.8 4 >0* <4 (0.4 ГГц) — 21312 
2.5 4 >0* <6 (0.4 ГГц) — 38 10 | 
С 
| 
| 
<4 >2* (400 МГц) <4 (400 МГц) — 21312А-5 
<4 >2* (400 МГц) <6 (400 МГц) — 
0,46 0,12 


— 














5... | | 
5...10 | <б,8: 0.8* — — 300** | 72 ; 
5...10 | <6,3: 0.8* — — 300*+ 
“ 
| 
| 
4.6.3 <6: <0.2* — <б (250 МГц) 
| 
| 
| з 
| 
[ 4.5.8 (0 В) | <6 (10 В) — 20** (75 Ги) | 200** | 21333, 21334 
| 2..5 | <6 (10 В) — 20** (75 Гц) | 200** | 
5 <6 (10 В) <14** (1 кГц) | 
| 






























<б (10 В) <14** (| кГц) 95,84 2, 21333 
и 3 
№ 
4...16,5 (10 В) <б (10 В) <20** (1 кГц) 2.211334 
6...21 (10 В) <6 (10 В) <5,5**(200 МГц) св и {5} 
Карп. | 
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о 
Тип ЗИ от СИ тах ' или, Сан 
прибора Структура О зи пор? ты , 97 ” МА 
21335А-2 | С р-п-переходом, | -60...+125 100 2...8 | 20; 25* 25 
21335Б-2 |  сп-каналом -60...+125 100 0,8...6 20; 25* | 25 
| | 
о | 
С р-п-переходом, 60 30 
с п-каналом 60 30 
21337АР С р-п-переходом, 200 20...87 
21337БР с п-каналом 200 20...87 















2ПЗЗ8АР-1 С р-п-переходом, 
с п-каналом 


|20340А-1 
|2пз40Б-1 


С р-п-переходом, 
с п-каналом 


о 


п-канал 
п-канал 


изолированными 
затворами, 
с п-каналом 


21350А 
213505 


С двумя -60...+85 200 15 15 30 <3.5 
иизолированными | -60...+85 200 <6 15 15 30 <3,5 
затворами и 
встроенным 
п-каналом 
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К р, дБ 











и Ом 
| 
| 





| 
< <4 (400 МгГи) | 21335-2 | 
>2 <4 | ‚8* | <6 (400 МГц) — | 
. 
>4 (10В) 6 (10 В) <20** (1 кГц) 
>4 (10В) 6 (10 В) — 
>10 <5.5 <200*** <1.5**(100 кГц) | <400*** 
<5.5 <200*** <3,5**(100 кГц) <400*** 
| 
| в 
| В 
> 
| ю 
>5 <5 — <5**(1 кГц) — 
| >4 (10 В) 6 — <20** (1 кГц) — 
>9 (10В) 6 — <20** (1 кГц) — | 
| 
>15 (5 В) <5 — <1,2** (100 кГц) — 
>18 (5В) 1.8 (200 МГц) 












>10 (10 В: 10 мА) <3.5: <0,04* >12* (0,8 ГГц) | <3,9 (800 МГц) 


| 18 


6...11 | <6 — <б (400 МГц) — 
6...11 <6 — <6 (400 МГц) — 


32 зак 9 
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| | | 
| | 
| Тип О зи отс? Оси тах? О. с, Е Нач 
‚, Структура зи пор ЗС тах ЧИ Тс. и о, МА 
| прибора | В р В В мА Сост ' 
21601А п-канал -60...+125 2* 15 — 169...400 
21601Б п-канал -60...+125 2+ 15 — 169...400 
| 
| 
| | 
|Рпвотл | Ср-п-переходом | -60...+125 1 Вт 4...12 501025 | 190 | 169...400 
и п-каналом | | 
| | 
| 
| 
21609А п-канал -60...+125 1,2* 6...8 25 25 | 190 | 100...190 
| | | | Н 
216095 | п-канал -60...+125 1,2* 3...6 20 | 20 | 190 | 60...110 
| | | | | 
В И 
| 
| 
21609А^-5 п-канал -60...+125 1,2* 6...8 25 25 190 100...190 | 
21609Б-5 п-канал -60...+125 1,2* 3...6 20 20 190 60...110 
| 
| | 
| 
| | 
1210701А | С изолированным | -60...+125 | 40* — | 500 25 | 5...17 А 30: <35* 
| 21705 —| затвором, -60...+125 40* — 400 | 25 | БИТА | 30; <35* 
| с п-каналом | | | 
| | | | 
о 
| | 
| 
20702А С изолированным | -60...+125 50* — 300; 320* 30 8...16 А 10 
| затвором, | 
с п-каналом | | 
| | 
| | 
12...25 А о; 10* 
21703Б затвором, -60...+125 60* 4...9* -100 30 12...25 А о; 10* 


| 
| 
| 
| 
21703А С изолированным | -60...+125 60* 4...9* -150 30 
с р-каналом 
| 
| 


Полевые транзисторы специального назначения 





$, МА/В 


| 50...87 
50...87 


| 50...87 


| >95 


| 800...2100 (25 А) 
800...2100 (2.5 А) 


| 800...2100 (2,5 А) 
| 


>800 (30 В; ТА) 
>800 (30 В; ТА) 


<10; <3,2* 


<10; <3,2* 


<10; <3,2* 


<30* (10 МГц) 
<30* (10 МГц) 


<1500; <30* 
<1500; <30* 





Вс ок’ ОМ 


жж* 


АО. , мВ 


<1,1 


Е**, нВ//Гц 


<2** (100 кГц) 
<2** (100 кГц) 


5 (400 МГц): 
3 (200 МГц) 


5 (400 МГц): 
3 (200 МГц) 
5 (400 МГц): 
3 (200 МГц) 


5 (400 МГц): 
3 (200 МГц) 
5 (400 МГц): 
3 (200 МГц) 


21601А9 


21609 
г 
зи 
\ 
м 
21609-5 
0,77 





46 16 
ЯН | 
$ 
$ 

СЗ И 


$. 


0,2 
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ЗИ отс? 









Тип 
прибора 





Структура 


ЗИ пор’ 






121706А С изолированным | -60...+125 100* 


| 15 А 10; 4* (500 В) | 
207065 затвором, -60...+125 100* 15 А 10: 4* (400 В) \| 
120706 В с п-каналом -60...+125 100* 400 30 15 А 10; 4* (400 В) 


| р 
| | 
| | | 


1217102А МОП, с р-каналом | -60... ... э0 А <0.025 





207102А91 | МОГ, с р-каналом | -60...+125 125* 2...4* 60 +20 50 А 


<0,025 




























МДП, 1,5...5* 35 А; 100*А 

с п-каналом 1,5...5* 35 А; 100*А 
1,5...5* 35 А; 100*А 
12107118 Г 1,5...5* ЗОА; 100*А | 
121718Д 1,5...5* ЗО А; 100*А | 
1,5...5* ЗО А; 100*А | 

121718 Ж 1,5...5* 25 А; 100*А 

121718 И |,5...5* 25 А; 100*А 

|201718К 1,5...5* 20А: 100*А 

1,5...5* — | 20 А: 100*А 


21П712А С изолированным 
121712Б затвором, 
с р-каналом 


21712А-5 С изолированным | -60...+125 50* -2...-5* -80 
21712Б-5 затвором. -60...+125 50* -2...-5* -100 
21712В-5 с р-каналом | -60...+125 50+ | -2...-5* -100 


= ЕЕ" 27 РЕГ 


Полевые транзисторы специального назначения 501 








Я 








Си С», Ч", мкВ 
$, мА/В С, пФ Е“, нв//Гц Корпус 
9*”*, Кл | 
>1500 (30 В: 2 А} 2500; 300* <0,8 — 70; 100* 21706 
>1500 (30 В; 2 А) 2500: 300* <0,5 — 






>1500 (30 В; 2 А) 2500; 300* 









>15000 (25 В; ЗА) 1900; 920** 















>15000 (25 В; ЗГА) 1900; 920** 





0,025 — — 2107118 | 
| 0.035 — —_ 
0,04 —_ —_ 
0,05 __ __ 

0,075 __ __ и 
0,085 —_ __ > 
0,1 —__ —_ 
0,12 
0,16 = = 
0,2 — — 
— ООО 
| 
| >2000 (4 В:2А) <1800 (25 В); 0,25 — 130; 350* | 
| 100* 0,3 — 130; 350* 
<1800 (25 В): 130: 350* 
| 100* 
<1800 (25 В); 


100* 








>2000 (4 В;2 А) 
>2000 (4 В: 2 А) 100* 


130; 350* 
>1800 (4 В; 2 А) <1800 (25 В); 130; 350* 0,34 
100* 


| 3.4 
> 
51800 (25 В): | | 


<1800 (25 В): 130: 350* 21712-5 


100* 














ЕЕ ТЕЛЕЕЯЕЛЕТЕГЕНЫЕ 


502 Раздел 3. Полевые транзисторы 
Тип Структура Токр., Рон пах? мВт ыы в м тех" Оз, тах ! тс, С нач ' 

. и ЗИ пор? ЗС тах" си! Г. т мА 
прибора | С СИттах ? В р В | В мА 
| | | | 

207140А | МОП, с п-каналом | -60...+125 — — 50 | — | ЗА — 
| 
| 
217141А МОП, с р-каналом 150+ — 40 А — 
217142А МОП, с р-каналом | -60...+125 — — 30 20 4,9 А — 
217143ЗА | МОП, с р-каналом 30 | 20 10 А — 
| 
| | 
| | 
217144А МОП. с р-каналом | -60...+125 125* — 100 | 20 [| 1. | — 
| 
| | 
о 
| 
| | | 
| | 
| 
217145А | МОГ. с п-каналом | -60...+125 | 190* — 200 20 | 30 А — 
| 
| | 
| | 
| | 
| | 
21762А С изолированным 1 -60...+125 80+ 2...5* 100 15 ЗО А; 100* А <2 
|210762В | затвором, -60...+125 80* 2...5* 100 15 30 А; 100* А <2 
21762Д | с п-каналом -60...+125 80* 2...5* 150 15 З0 А; 100* А $2 | 
21762Ж | -60...+125 80* 2...5* 150 15 20 А; 80* А <2 
21762К -60...+125 60* 1,5...4* 100 15 15 А; 40* А <1 
21762 Л -60...+125 60* 1,5...4* 200 15 10 А; 40* А <! 
21762мМ -60...+125 80* 2...5* 60 15 30 А; 110* А <2 
210762Н -60...+125 80* 2...5* 200 15 20 А; 80* А <2 | 
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<3330 (20 В) 


| В Ом Ки, дБ о, нс 
| . СИ отк' { нс | 
| Си» Суон, К, р, дБ Ош", мкВ м | 
] $, мА/В | С. пФ р”, Вт Е”, нВ/_\/Гц $ ’ МГц. Корпус 
Г А0""*, мВ 9" кл | АО/АТ”, 
| | зи ' " мкВ/*С 
>3800 (15 В: ЗА) | — <0.13 217140, 217141 
48 
а 7065 Я35, } 
Ви 
НР 
[т | 
[> - 
а 
>10000 (50 В: 21 А) — <0.06 — 
| с 
| < 
| вы 
| } 
| | 
>7700 (15 В; 49 А) — <0.058 — — 217142, 217143 
48 
м 7065 Я35, } 
вия ) 
"2 
т | | 
> | 
| ка. | 
>5600 (10 В: 5.6 А) | — <0.02 — — 
ь : | 
, | ., 
| * 
| | 19 1.1 
>6200 (10 В; 11 А) — <0,2 — — 
| | 
| 
| | 
| 
| 
ы 
| 
| 
>12000 (50 В; 18 А) — <0,085 — — 217145 
271 
а 
ГС 
| | — 
| | | 
— <3330 (20 В) <0,085 — | 40;80* | 21762 
— <3330 (20 В) <0.1 — 
— <3330 (20 В) <0, 1 — 
| — <3330 (20 В) <0.2 — 
— <1600 (20 В) <0.2 — 
— <1600 (20 В) <0,5 — 
| — <3330 (20 В) <0.5 — 
| 
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Тип Токр., Ре тах ? мВт и от си пах? О», тах с’ Г нач ? 
прибора Структура *С Рс т тах" Вт Оз пор? Оз пах ? В А, ГС ост ? МА 
м 
21762И2 С изолированным | -60...+125 80* 2...5* 200; 200* 15 20 А; 80* А <2 


затвором, 
с п-каналом 












п-канал 100: 100* 15 З0А <2 
п-канал 100: 100* 15 З0А <2 
п-канал 150; 150* 15 З0А <2 





















2176211-5 С изолированным | -60...+125 100; 100* ЗО А: 100* А <2 

21762Е1-5 затвором, -60...+125 150; 150* 15 З0 А; 100* А <2 

|20762И2-5 с п-каналом -60...+125 200; 200* 20 А; 80*А <2 

21771А МОП, с п-каналом | -60...+125 | — 150* 2...4* 100 +20 40 А — 

210797Г -60...+125 150* 2...4* 100 +20 28 А — 

| 
| 

21771А91 МОП, с п-каналом | -60...+125 150* 2...4* 100 +20 40 А — 

21797Г91 -60...+125 150* 2...4* 100 +20 28 А — 

| 

21802А п-канал -60...+125 40* -25 500 -35 2,5 А 0,5* (400 В) 
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В си отк ? Ом 
К,р, ДБ 









Корпус 






<0,25 — 40; 80* 21762-2 


— <3330 (20 В) <0,085 — 
— <3330 (20 В) <0, 1 — 
— <3330 (20 В) <0, 1 — 






<650** 
<3330; <650** 
<650** 








>14000 (20 А) 
>8700 (50 В; 17 А) 





>14000 (20 А) — <0,045 — 
>8700 (50 В; 17 А) — <0,077 — 
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О ит 
Тип Структура Роу пк" МВТ и. От и. "х’ зи пах 
прибора Ре Т тах? Вт ЗИ пор’ ЗС тах ? 





21П80ЗА 
21803Б 


С изолированным 
затвором. 
с п-каналом 






С изолированным 
затвором, 
с п-каналом 


-60 

| 

1219036 | | -60...+125 

| | : 
| -60 <60С: <(.05* | 
| 


| 
| 
| 
| 
] 


| ; 


21816А | С изолированным 
21816Б | затвором. 
21816В с п-каналом 
21816Г 
21901А | п-канал -60...+125 | 20% | — | 20 | 30 г АА | 200 | 
2190165 | п-канал -60...+125 | 20% | — | 70 [ 930 ; АА | 200 
| | | | 
| 
п-канал -60...+125 20+ — 70 30 4А 200 | 
п-канал -60...+125 20+ — 70 30 4А 200 | 
| 
| | 
| 
| 
| 
С изолированным | 50 | 30 200 | <10: 30.5* 
затвором и | | 
п-каналом 50 30 200 <10; 30,5* 
| 
| - | 
|2и903А — | Ср-п-перехидим ‚+195 | 6* | 5.12 | 96: 90* 15 700 | 570%. <..05" | 
| | и п-каналом | | 
| 6* | 1...6,5 | 20; 20* 15 700 | 50:5565* | 
| | 
|2п9озв ..4125 | 6% | 1..0 700 
| | | 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
20: 20% | 15 
| 
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Вс, отк? Ом | | 
К. р, ДБ | 

" С.’ пФ Р.,, Вт Е, , нВ/ гц | С ест Корпус ; 

| жжх жхх | 

| АО. и, мВ Оо „Кл АТ , 

| С 

| >750 (30 В: ТА) ! 53100; <20* | <5 — | — | | 
ПН 


| 2750 (30 ВТА} ! 3100: <20* | <4,5 | — 










>4500 (25 В; <5600 (20 В) 





>4500 (25 В: 2 А) <130* 
>4500 (25 В:2А) <440** | 
>4500 (25 В:2 А) | <440** 














>10000 (25 В: <2600 (20 В) 

>10000 (25 В; 10 А) <150* 
<1,2 — <90; <110* 
<1,2 — <90; <110* 


>10000 (25 В: 10А) <400** 
В (25 В; 10 А) <400** 







>10**; 7* (100 МГц) 
>6,7**; 7* (100 МГц) 














>10**; 7* (100 МГц) 
В 7* (100 МГц) 


21901-5 


| 0,68 0.15 | 
| 









10...26 >6,6* (250 МГц) <6 (250 МГц) 
(20 В; 50 мА) 

10...26 <11; <0,6* 
(20 В: 50 мА) 


>0,8* (60 МГц) <6 (250 МГц) 
] 


| 
71 Ш 
71 
<> 
© 










85...140 (8 В) <18 | >0,09** (30 МГи); | <1** (100 кГи) 


<10; >7,6* 
| 50.1308 | <18 >0,09* (30 МГи); |<2,5** (100 кг) | — 
<10; >7,6* | ак 
60...140 (8 В) <18 >0,09** (30 МГи); |<4,6** (100 кГц) — — 
<10: >7,6* 


71 
х 
< 
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| | 
| 
ри | Ст кт а Токр.› РС тах мВт о?" т | м те | зи тах 7 | с’ Г нач * 4 
прибора РУ УР | "С | Ре т тах ? Вт пор В” | | : мА, Сс т’ мл 
2190ЗА-5 С р-п-переходом | -60...+125 6* 5...12 20: 20* | |. 700 <700: <0.05* | 
| и п-каналом | | | 
219035-5 | -60...+125 6* 1...6,5 | 20; 20* 15 | 700 <480; <0,05* 
| | | | | | | 
21903В-5 | -60...+125 6* 1...10 20; 20* 15 | 700 <600; <0,05* | 
21904А С изолированным | -60...+125 75* — 70; 90* | 30 5А | 350: <200* | 
219045 | затвором и -60...+125 И 70: 90* | 30 | ЗА | 3350; $200* 
| индуцированным | 
| | п-каналом | 
| | | 
С изолированным +30 350 20*; |* 
21905Б затвором и +30 350 20*; 1* 
п-каналом 
| 
| С изолированным 350 20*; 1* 


пов. 


затвором и 


п-каналом 


С изолированным ... 11,5* 
затвором и 
п-каналом -60... 11,5* 





21908А | С изолированным | -60...+125 3,5* — 40; 50* 20 280 <25; <0.5* 
21908Б | затвором -60...+125 3,5* — 40; 50* | 20 200 | <25; <0.2* 
| и индуцированным | 
п-каналом 
| 
21909А С изолированным | -60...+125 60 — 50; 60* 25 6,5 А 200; 100* 
21909Б затвором -60...+125 60 — 50; 60* 25 6,5 А 200: 100* 
21909В и индуцированным | -60...+125 40 | — 50; 60* 25 6,5 А | 200: 100* 
21909г | п-каналом | 40 о 50: 60* 25 65А | 30; 30* | 
| | | 





| С изолированным | -60...+125 30 — | 50: 60* 25 | 65А | 1.150: 50* | 
219ИБ | затвором | -60...+125 | 30 — 50; 60* 25 | 6.5 А | 1...70; 30* 
и индуцированным | 
| | | 

п-каналом 
21912А С изолированным 0,1...20 
21912Б затвором, п-канал 0,1...20 





иди „—’„/ААа„’ЧЗе—._._.ц. 
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...140 {8 В) 






...130 (8 В) 





...140 (8 В) 












250...510 
250...519 


<300 (30 В) 
<300 (30 В) 


<7 (25 В) 
<11 (25 В) 





110...200 
(20 В: 0,5 А) 
110...200 
(20 В: 0.5 А) 


<3* (25 В) 





<3* (25 В) 










| >24 (20 В; 80 мА) 
| >24 (20 В; 80 мА) 


<4.5 (25 В); <0,6* 
<6,5 (25 В); <0,6* 








<225 (5В) 
<225 (5 В) 
<225 (5 В) 
<225 (БВ) 


80 (-5 В) 
80 (-5 В) 


| — 800...2200 500 (5 В) 
800...2200 16* (-5 В) 
















В си отк ? Ом 
К’, дБ 


<10: >7,6* 
>0,09* (30 МГц): 
<10; >7,6* 


>0.09** (30 МГц): 


<10; >7,6* 


>50** (60 МГц) 


>30** (60 МГц). 


>13* (60 МГц) 


>1** (1 ГГи) 
>6** (1 ГГц) 





>1** (1 ГГц) 


>4** (1 ГГц) 


>3** (1 ГГц) 


>1** (1,76 ГГц) 
<25 


>50** (0,4 ГГц) 
>30** (0,4 ГГц) 
>30** (0,4 ГГц) 
<1,6 






>10** (1 ГГц) 
<3,5 


<0,8 
<0,4 


>0,09** (30 МГц): 






















<1** (100 кГц) 21903-5 







<2,5** (100 кГц) 





<4,6** (100 кГц) 












<6 (1 ГГц) — 
<6,5 (1 ГГц) — 








<6 (1 ГГц) 
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| 
Тип Ст КТ а Токр., Р. тах? мВт Чаи от! К тах ' Чи а Сс ГС ия 
прибора ру УР *С Итак? Вт р“ ЗС тах? а, Г , мА 
21913А С изолированным | -60...+125 100* 14 А <200*; <300* | 
21913Б затвором, п-канал | -60...+125 100* 10 А <200*; <300* | 
| 








-60...+125 





С р-п-переходом. <250*; <0,01* 


п-каналом 
















|2П9А С изолированным | -60...+125 300: 310* | 
РЭБ затвором. п-канал | -60...+125 150; 160* 
| ' 
| 
21918А С изолированным | -60...+125 
21918Б затвором, п-канал | -60...+125 
| 
21920А С изолированным | -60...+125 
21920Б затвором, п-канал | -60...+125 130* — 20; 60* 25 100; 100* 
| | | 
21922А | С изолированным | -60...+125 75* 100 +30 10 А 2 
21922Б затвором и -60...+125 75* 100 +30 10 А 2 
индуцированным 
п-каналом 
21922А-5 С изолированным | -60...+125 75* 2...8* 100 +30 10 А 2 
2 


21922Б-5 затвором и -60...+125 75* 2...8* 100 +30 10 А 
индуцированным 
п-каналом | | | 
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| | Вон, Ом Ки, дБ 

| | С» Слон, К’, дБ Ош", мкВ 

>, МА/В Г С... пх р", Вт Е”, нв//Гц 

| АО, , МВ О`””, Кл 

|  1000...2500 <390 (25 В) >100** (0.4 ГГц) — 

|  1000...2500 <390 (25 В) >70** (0,4 ГГц), — | 

>4* (0,4 ГГц) 

| 

| | 

| 

10...30 (10В) |  <10; <2,5* >3* (200 МГи) | <6 (200 МГи) 
| 
| | 

| | | 
| | 

200...1700 — — — 

200...1700 | — — — 

| 

| 550...700 <130 (-5 В) |  >25** (1 ГГц) — — | 21918 

350...600 <130 (-5 В) >17** (1 ГГц) — — 

| | 

| | | 
| 





<160** 





>150** (0,4 ГГц) 


| 
| 1000...2000 | <7* >120** (0,4 ГГц) — 
| 
| | 
| | | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1000...2100 (1 А) <2000 (20 В) <0,4 — <100: <100* | 


О 





19 12,1 


1000...2100 (ТА) <2000 (20 В) 
1000...2100 (1 А): <2000 (20 В) 


<0,2 — <100; <100* 21922-5 


< — <100: <100* 
<0,4 <100; <100 077 034 


| щ 

© 
| э 
| 


| 
| 
1000...2100 (ТА) <2000 (20 В) <0,2 — <100: <100* 21922 
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| ... 


Тип С | Ри пах мВт т от ? м тах ? . 
прибора труктура Р. та Вт ЗИ пор? ЗС тах? . 
|20923А — | С изолированным | -60...+125 |  100* — | 50:60* | 200 А |  550:550% | 
|20923Б | затвором и | -60...+125 | 100* — | 50: 60* 20 | 8 А <50: <50* 
|20923в —' п-каналом | = 50 — | 50:60 | 2 | 6А | 525: 525% | 
|21923Г | | 50* — | 50; 60* | 20 | 4 А | <25;: <25* | 
| | 
| | ] | | | 
| | 
| 
, | 
21926А С р-п-переходом, | -60...+125 50* -15 450; 475* | -25 16,5 А | — 
| 20926Б п-каналом -60...+125 | 50* -15 400; 420* | -20 | 16,5А \! — 
: ] | р } | | | 
| | | 
| | 
В О О ОО Оо 
| | 
| Н | 
В В 
| 
21928А С изолированным | -60...+125 250* — 50; 60* 25 21 А <150; <150* 
210928Б затвором и -60...+125 250* — 55; 65* 25 16 А <150; <150* 
п-каналом 
| 
| | | 
| | | | 
| | | 
| | | | | 
2П9ЭЗЗА С изолированным | -60...+125 160* — 45; 55* 20 ЧА 75; 75* 
21П9ЗЗБ затвором и каналом | -60...+125 160+ — 45; 55* 20 7,5 А 75; 75* 
п-типа | 
| 
| | 
2П9З4АА СИТ, п-канал — | 450 5 | А — 
2пэзаБ — 300 -5 15 А — 
2П9ЭЗ8А С р-п-переходом и | -60...+125 50* — 500; 505* -5 15 А <3* (Цзи = 0) 
20938Б п-каналом -60...+125 50* — 500; 505* |  -5 БА | $3* (зи = ЗВ) | 
20938 В | -60...+125 |  50* — 450; 455* | 5 5А | <3* (зи = ЗВ) | 
'20938Г -60...+125 50* — 400; 405* | -5 15 А <3* (Цзи = -3 В) | 
21938Д -60...+125 50* — 300; 305* -5 15 А | <3* (Узи = 


ЗВ) 
| 
| 
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с, С, 
С, ПФ 






















>50** (1 ГГц) 
>30** (1 ГГц) 
>25** (1 ГГц) 
>17** (1 ГГц) 


<400 (10 В) 
<400 (10 В) 
<220 (10 В) 
<220 (10 В) 


>1000 (20 В; ЗА) 
>700 (20 В: ЗА) 
>550 (20 В; 2 А) 
>350 (20 В; 2А) 








>2000 (20 В; 4 А) — <0, 1 — 100; 100* 
>2000 (20 В; 4 А) — <0, 1 — 100; 100* 


191 12,1 


1800 (20 В; ЗА) >150** (20 В) >250** (0,4 ГГц) 
1800 (20 В; ЗА) >150** (20 В) >200** (0,4 ГГц) 





>650 (20 В; 2 А) 210 (10 В) >70** (1 ГГц) — — 21933 
>550 (20 В; 2 А) 210 (10В) >60** (1 ГГц) — — 










| 621х220 (5 В; 5 А) 
121х>20 (5 В: 5 А) 


100; 2500* 
100; 2500* 














| 621э>20* (5 В; 5 А) <0,07 — <200 
| 621>20* (5 В: 5 А) <0,07 — <200 
[21>20* (5 В; 5 А) <0.07 _ <200 | 
| 621э>20* (5 В; 5 А) <0,07 _ <200 | 
<0,07 — <200 


| 621э>20* (5 В; 5 А) 








33 зак 9 
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| | 
| | | 
Тип С Ри тах ! мВт м от? ма пах? Ч. пах ! | ыы | 1 нач ? 
прибора труктура *С Р. так Вт ий ты В А, | | ост ? МА 
| 
21941А С изолированным | -60...+125 3* — 36; 41* 20 600 <10; <2* 
затвором и 
п-каналом | 
| 
| 
| | 
21941Б ГС изолированным | -60...+125 15* 36; 41* 20 ЗА <20; <8* 
затвором и 
п-каналом 
| 
21941В С изолированным | -60...+125 30* — 36: 41* 20 6 А | <30; <16* | 
21941Г | затвором и -60...+125 30* — 36; 41* 20 А <30; <16* | 
21941Д п-каналом. -60...+125 30* — 36; 41* 20 ЗА <20: <8* 
сдвоенный 
|21942А СИТ -60...+125 40* 25 | 10А; 30*А | — 
21942Б с п-каналом -60...+125 40* -25 | ОА; 30* А — 
21942В -60...+125 40* -25 10 А; 30* А — 
21942А-5 СИТ -60...+125 40* — 800; -10* -25 10 А; 30* А — 
210942Б-5 с п-каналом -60...+125 40* — 700; -10* -25 10А; 30* А — 
219428В-5 -60...+125 40* — | 600; -10* -25 10 А; 30* А | — 
И 
| 
Сборки полевых транзисторов 
2ПС104А Сдвоенный, -60...+125 45 -(0,2...1) 25; 30* | -30; +0,5 — 0,1...0,8 
21С104Б с р-каналом | -60...+125 45 .(0,2..1) | 25;30* | -30; +0,5 — 0,1...0.8 | 
21С104В -60...+125 45 -(0,4...2) 25; 30* | -30; +0,5 — 0.35...1,5 
21С104Г -60...+125 45 -(0,8...3) 25; 30* | -30; +0,5 — 
20С104Д -60...+125 45 -(0,8...3) 25; 30* | -30; +0,5 — 


21С104Е -60...+125 45 -(0.4...2) 25; 30* -30; +0,5 — 


Полевые транзисторы специального назначения 515 





Вик, Ом Ки, дБ м нс 
Си Сл К, р, ДБ О.", мкВ ме НС 
$, мА/В С..‚ ПФ р... Вт Е, ‚ нВ//Гц Е АТ Корпус 
40. ”, МВ О", Кл С ’ 
200...400 (0,5 А) 


<20 (12 В) |>7,5*; >3** (0,4 ГГц) — — | 21941А 


<100 (12 В) | >4,3*: 
>15** (0,4 ГГц) 





219415 

















1200...3600 (4 А) 
1000...3600 (4 А) 


<200 (12 В) >5*; >30** (0,4 ГГц) 


<200 (12 В) >4,5*;>25** (0,4 ГГц) 








>600 (2 А) <200 (12 В) >5*; >30** (0,4 ГГц) 
621э>8 (5 А) — — 
121928 (5 А) — — | 
_  [№21328 (5 А) — — 
| 
В21э>8 (5 А) — — 
Н21э>8 (5 А) — — 
121928 (5 А) — — 
| 
| 
| 
| Сборки полевых транзисторов 
| 20.35 (10 В) <4,5 (10 В); 1,5* <30*** <0,4*(10 Гц) <50*** | 21С104 
>0,35 (10 В) <4,5 (10 В); 1,5* <30*** <1*(10 Гц) <150*** 94 
>0,65 (10 В) <4,5 (10 В); 1,5* <50*** <5*(10 Гц) <150*** И. 
>1 (10 В) <4,5 (10 В); 1,5* <50*** <1*(10 Гц) <100*** 
31| [#7 
>1 (10 В) <4,5 (10 В); 1,5* <20*** <5*(10 Гц) <150*** 5 2 1 
>0,65 (10 В) | <4,5 (108); 1,5* <20*** — <20*** з г 


33* 
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С р-п-переходом, .0, 
с п-каналом 15; 20* 0,5 — 0,35...1. 
21ПС2028В-2 15; 20* 0,5 | — | 1.1...3 
2ПС202Г-2 15; 20* | 0,5 | — 1.1...3 
| 
| | | 
| | 
| ! 
120С202Д-1 | С р-п-переходом, | -60...+125 60 0.4...2 15; 20* | 0,5 | — | 0,35...1.5 
12ПС202Е-1 с п-каналом -60...+125 60 | 1..3 15;20* | 0.5 | — | 1.1...3 
| | | 
| 
| 
12ПС316А-1 | С р-п-переходом. | -60...+125 60 | | 
21С316Б-1 | соп-каналом | -60...+125 60 | 
121С316В-Ё | | -60...+125 60 


|21С316Г-1 -60...+125 60 
| 


| 
| 
| 





Полевые транзисторы специального назначения 517 











ь | | | 
' В сис, Ом Ки, дБ к, нс | | 
С, С, Ко, дБ Ош”, мкВ выкл, нс | 
$, МА/В С: , пФ р", Вт Е*", нв/ Гц `, МГц. Корпус 
АО”, МВ О`”*, Кл О„„/АТ”””, 
мкВ/ °С 
>0.65 (5 В) <6 (108): <2*(10В) <30*** <20** 30**;<50** * 21ПС202-2 
>0,65 (5 В) <6 (108); <2*(18В) <30*** <20** 30**;<150*** 
>| (5 В) <6 (108); <2*(10В) <30*** <20** 30**;<100*** <> 
>1 (5 В) <6 (10В): <2*(10В) <30*** — 30**;<150** 2 
С, И? | 
97 32 
| И! 6. 
| 
>0.65 (5 В) <2*(10В) <30*** 30** 21ПС202-1 
>] (5 В) <2*(10В) <30*** 30** 
— 
2 
[М И? 
1 92 
И! №. 
>0.5 (5 В: 0.3 мА) | <6 (10 МГц); <2* <50*** — <15*** 21С316-1 
>0.5 (5 В; 0.3 мА) | <6 (10 МГц): <2* <50*** — <30*** | 
>0,5 (5 В: 0.3 мА) | <6 (10 МГц): <2* <50*** — <30*** | 3, С.И 
2 6272 


>0,5 (5 В; 0.3 мА) | <6 (10 МГц); <2* <50*** — | <30**= Ри, 14 








Раздел 4 
КОРПУСА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТРАНЗИСТОРОВ | 


4.1. Конструкции корпусов транзисторов 


Корпус прибора должен защищать кристалл от механических повреждений и воздействия внеш- 
них факторов, эффективно отводить тепло, обеспечивать электрическую изоляцию токопроводящих 
выводов и их надежное соединение с внешними электрическими цепями, а также простое и удобное 
крепление в аппаратуре. 

При производстве полупроводниковых приборов используются типовые (базовые) унифициро- 
ванные конструкции корпуса. Конструктивное оформление приборов обусловлено максимальными 
мощностью рассеяния и током, частотными свойствами, особенностями технологии изготовления и 
условиями эксплуатации. 

Для сборки кристаллов применяются цельно- и металлостеклянные, металлические с проходным 
изолятором, металлокерамические, керамические с компаундной (пластмассовой) герметизацией и 
пластмассовые корпуса различных форм и размеров. Выпускаются также бескорпусные приборы. 

Металлостеклянный корпус обычно состоит из ножки (фланца) и баллона (колпачка), герметич- 
но соединяемых друг с другом электроконтактной и холодной сваркой или пайкой. Наружные метал- 
лические детали корпуса в зависимости от типа прибора могут иметь металлическое (золочение, 
никелирование и др.) или лакокрасочное покрытие. Наличие поверхности баллона (колпачка) цилин- 
дрической формы допускает применение радиаторов, позволяющих увеличить рассеиваемую мощ- 
ность приборов. 

Выводы корпусов могут иметь одно- или двухстороннее расположение и находиться с той сторо- 
ны, которой прибор прижимается к теплоотводу или шасси (направляться вниз), например в корпу- 
сах КТ-9 (ТО-3); могут располагаться со стороны, противоположной контактирующей (обычно в 
мощных приборах), например в корпусах КТ-4 (ТО-60, ТО-63) а также могут иметь радиальное распо- 
ложение (обычно у ВЧ- и СВЧ-транзисторов). 

Один из выводов прибора (от базы, эмиттера или коллектора) может быть электрически связан 
с корпусом или все выводы могут быть электрически изолированы от него. Для улучшения теплоот- 
вода с одновременной электрической изоляцией кристалла от корпуса часто используется держатель 
из бериллиевой керамика, напаиваемый на фланец корпуса. Окись бериллия является хорошим изо- 
лятором и в то же время обладает высокой теплопроводностью. 

Отвод тепла от кристалла зависит от теплофизических свойств материала корпуса. Так как у 
транзисторов отвод тепла обычно осуществляется через область коллектора, связанного электриче- 
ски с корпусом, а работа прибора предпочтительнее в схеме с ОЭ, то корпус прибора изолируется от 
шасси с помощью прокладки (из слюды, окиси бериллия и др.). Имеются конструкции, где отвод теп- 
ла осуществляется через коллектор, электрически изолированный от корпуса, например корпус КТ-4 
(ТО-60). Иногда для улучшения отвода тепла в транзисторах малой и средней мощности внутренний 
объем корпуса заполнятся теплоотводящим наполнителем. Фланцевые корпуса обеспечивают лучший 
отвод тепла, чем корпуса с монтажным винтом. 

В различных странах проведены стандартизация и унификация конструкций корпусов полупро- 
водниковых приборов. Это дает возможность, в частности, стандартизировать теплоотводы (радиато- 
ры) для приборов. Габаритные и присоединительные размеры корпусов отечественных диодов и 
транзисторов стандартизированы и устанавливаются ГОСТ 18472—88. По габаритно-присоедини- 
тельным размерам конструкции корпусов с учетом международной стандартизации должны отвечать 
рекомендациям МЭК № 191-2. В нашей стране имеется ряд корпусов транзисторов и диодов, соответ- 
ствующих этому документу: 

» металлостеклянный корпус типа КТ-1 с двумя, тремя (аналогичный зарубежный корпус типа 

ТО-18), четырьмя (ТО-72) или пятью выводами для транзисторов с рабочей частотой до 
1,5 ГГц; 
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® металлостеклянный корпус типа КТ-2 (ТО-5, ТО-39, ТО-33) для транзисторов малой и средней 

мощности (до 15 Вт); 

® металлокерамический корпус типа КТ-4 (ТО-60), имеющий три изолированных вывода, 

крепящий болт и предназначенный для мощных ВЧ- и СВЧ-транзисторов; 

® металлокерамические корпуса типов КТ-6, КТ-7 (ТО-61, ТО-63 соответственно) для 

транзисторов большой мощности (до 200 Вт) с двумя (для низкочастотных транзисторов) или 
тремя (для высокочастотных транзисторов) изолированными от корпуса выводами; 

® металлостеклянные корпуса типов КТ-8, КТ-9 (ТО-66, ТО-3 соответственно) для транзисторов 

большой мощности. 

Корпус типа КТ-9 (ТО-3) обычно используется для работы на частотах до 100...150 МГц, типа 
КТ-4 (ТО-60) — до 500 МГц; для работы на более высоких частотах применяются специальные кон- 
струкции (КТ-15, КТ-20, КТ-30, КТ-32). 

На высоких частотах на электрические параметры приборов начинают влиять паразитные пара- 
метры корпуса: межэлектродные емкости, емкости электродов относительно корпуса и индуктивно- 
сти выводов. Для работы на СВЧ (более | ГГц) индуктивность выводов должна быть менее | нГн. 


В отличие от низкочастотных приборов, у высокочастотных выводы делаются короткими, тол- 
стыми, широкими и далеко расположенными друг от друга. Были разработаны коаксиальный корпус 
и различные модификации корпуса с полосковыми выводами (для сопряжения с полосковыми линия- 
ми). Например, у коаксиального корпуса индуктивность общего вывода 0,1 нГн, у керамического по- 
лоскового корпуса типа [.-5 индуктивность эмиттерного вывода 0,275 нГн. 

Для ВЧ- и СВЧ-транзисторов существуют два способа монтажа кристалла в корпус: для схем с 
ОЭ (эмиттер электрически связан с корпусом) и с ОБ. Наилучшие результаты работы усилительных 
транзисторов в полосковых корпусах получены в схеме с ОБ (класс С), так как при этом получаются 
высокие Кур и достигается лучшая стабильность усилителя. Транзисторы, включаемые по схеме с 
ОЭ, являются оптимальными для генераторов, так как паразитные параметры корпуса оказываются 
включенными в цепь обратной связи. 


4.2. Особенности пластмассовых корпусов и бескорпусные 
приборы 


Бескорпусные приборы в виде кристаллов (пластин) с шариковыми, балочными, проволочными 
или ленточными выводами, на керамических держателях, а малогабаритных пластмассовых корпусах 
КТ-46, КТ-47 ($ОТ-23, $ОТ-89) применяются в составе гибридных интегральных микросхем. При 
этом осуществляется общая герметизация всей интегральной микросхемы для защиты приборов от 
влияния окружающей среды. 

Разработка полупроводниковых приборов в пластмассовом корпусе позволила снизить их стои- 
мость и упростить технологию герметизации по сравнению с аналогичными по электрическим пара- 
метрам приборами в металлостеклянном корпусе. Это произошло за счет автоматизации операций 
монтажа, герметизации, сборки и классификации приборов, а также вследствие снижения некоторых 
требований к приборам (например, у приборов в пластмассовом корпусе более узкий рабочий диапа- 
зон температур). Использование пластмассовых корпусов — это также экономия керамики и метал- 
лов, в том числе дорогостоящих. Ряд конструкций корпусов создан лишь благодаря специфическим 
свойствам полимерных материалов. 

Технологически процессы изготовления этих приборов не отличаются от аналогичных процессов 
изготовления приборов в обычном корпусе, только вместо ножки здесь используется центральный 
(обычно коллекторный) вывод и вместо металлического корпуса — заливка всей структуры полиме- 
рами. 

Герметизация полимерами, применяемая как для маломощных, так и для мощных приборов, осу- 
ществляется либо в виде монолитной конструкции (герметизирующий материал контактирует с кри- 
сталлом), созданной путем погружения в жидкий полимер, заливкой в формах, литьем, опрессовкой 
или формовкой, либо в вице капсульной конструкции, при которой контакт кристалла с герметизи- 
рующим материалом отсутствует. Герметизация может быть односторонней (для мощных приборов) 
или двусторонней (для маломощных приборов). В качестве заливочных компаундов (полимеров) ис- 
пользуются эпоксидная, полиэфирная или фенольная смола, кремнийорганические материалы с раз- 
личными наполнителями. 
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Стабильность параметров и надежность приборов, герметизированных полимерами, связаны с 
различными серьезными проблемами и определяются изменениями, которые происходят на поверхно- 
сти кристаллов. Эти изменения обусловлены наличием примесей в полимерном материале, проникно- 
вением влаги через выводы и полимер на поверхность кристалла, внутренними напряжениями, 
возникающими в герметизирующем слое, адгезией пластмассы с материалом выводов, наличием 
электролиза контактов при проникновении влаги. Состав материала корпуса и метод герметизации 
оказываются наиболее важными факторами, связанными с надежностью приборов. Дефекты пласт- 
массового корпуса могут вызвать большие токи утечки, электрохимические процессы разрушения 
(металлизации и выводов), термомеханические разрушения (из-за различия коэффициентов расшире- 
ния пластмассы и металлических выводов). Поэтому пластмасса должна иметь высокие электроизо- 
ляционные свойства (для снижения токов утечки), минимальные усадку и старение в течение 
длительного срока службы, быть влагонепроницаемой, термостойкой до температуры пайки и выше. 
Кроме того, она должна быть светонепроницаемой и пожаробезопасной (не должна самовоспламе- 
НЯТЬСЯ). 

Пластмассовые приборы имеют высокую механическую прочность, вибро- и ударопрочность. Од- 
нако пластмассовое покрытие недостаточно герметично, имеет плохой отвод тепла. В ряде случаев 
при использовании пластмассовых приборов в радиоэлектронной аппаратуре требуется дополнитель- 
ная магнитная и электрическая экранировка их корпуса. 

Для мощных приборов в качестве основания пластмассового корпуса и теплоотвода служит ме- 
таллическая пластина (например, медная), на которую непосредственно монтируется кристалл при- 
бора и запрессовывается пластмассой. 

Следует отметить, что транзисторы в корпусах ТО-202 ($ОТ-128) по сравнению с аналогичными 
транзисторами в корпусах КТ-27 (ТО-126) или ЗОТ-32 имеют рассеиваемую мощность примерно на 
20% больше за счет имеющегося металлического радиатора с площадью поверхности 250 мм", т. е. 
при эксплуатации в одинаковых режимах температура переходов у них будет примерно на 20% 
ниже, поэтому прогнозируемый срок их службы выше. 

Существуют три способа монтажа приборов в аппаратуре: навесной, печатный и поверхностный. 
Для поверхностного монтажа применяются специальные малогабаритные пластмассовые корпуса, на- 
пример, отечественные КТ-46, КТ-47, КТ-89 (зарубежные $ОТ-23, $ОТ-89, ТО-252, $ОТ-143), кото- - 
рые позволяют более эффективно использовать поверхность платы. Технология поверхностного 
монтажа (ЗМТ — Зи осе тоцп+ {есппоосу) дает возможность при автоматизированном процессе 
сборки повысить плотность монтажа в 3 раза и уменьшить размеры плат, т. е. уменьшить массогаба- 
ритные показатели аппаратуры, исключить технологический процесс изготовления отверстий на пе- 
чатных платах, сократить время монтажа по сравнению с монтажом на платах со сквозными 
отверстиями. 
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Раздел 5 
АНАЛОГИ ТРАНЗИСТОРОВ 


5.1. О взаимозаменяемости транзисторов 


Вопросы, связанные с взаимозаменяемостью отечественных и зарубежных полупроводниковых 
приборов, возникают при необходимости замены вышедшего из строя прибора в конкретной аппара- 
туре, а также при определении возможности воспроизведения интересующего устройства (схемы). 

Полная аналогичность (эквивалентность) отечественных и зарубежных полупроводниковых при- 
боров предполагает совпадение их функционального назначения, электрических параметров и харак- 
теристик, конструктивного оформления, габаритных и присоединительных размеров. 

Однако полного совпадения получить практически невозможно, так как процесс создания полу- 
проводниковых приборов — это технологический комплекс, характерный для каждой фирмы-изгото- 
вителя. 

Принципы и методы определения наиболее вероятных значений и установление норм и допусков 
электрических параметров, принятые в разных странах, неодинаковы. 

Очевидно, что в ряде случаев нормы, устанавливаемые на параметры, могут значительно отли- 
чаться от их реальных значений. 

Режимы, условия, методы проведения различных видов электрических, механических и кли- 
матических испытаний, нормы на параметры — критерии годности при испытаниях, методы изме- 
рений, от которых в общем зависят устанавливаемые параметры, многообразны, принципиально 
различны и не универсальны. Кроме того, значения параметров приборов зависят не только от ре- 
жима работы и температуры, но и изменяются со временем (дрейф параметров во время работы и 
при хранении). 

Эксплуатационные свойства транзисторов описываются большим числом параметров, поэтому 
можно считать, что практически полная тождественность отечественных и зарубежных транзисторов 
недостижима и не во всех случаях необходима. Целесообразнее говорить о частичной (неполной) 
или приближенной их эквивалентности. Подбор аналогов должен проводиться с учетом конкретной 
электрической схемы, а не только путем формального сравнения всех параметров приборов (показа- 
телей функционирования) в совпадающем или близком режимах измерений. При воспроизведении 
технических показателей схемы (узла, каскада) должны удовлетворяться, прежде всего, требования 
к выходным параметрам. Поэтому не все параметры транзисторов будут одинаково важными, а толь- 
ко те, по которым должна быть обеспечена взаимозаменяемость. 

Взаимозаменяемость отечественных и зарубежных приборов зависит не только от их свойств, 
условий эксплуатации и режимов применения, но и от рационально разработанной схемы, учитываю- 
щей номинальный разброс параметров и не требующей специального подбора приборов. При замене 
зарубежного прибора отечественным, даже лучшим по параметрам, может потребоваться подстройка 
схемы, чтобы не ухудшилась работа каскада и не возникла паразитная генерация. 

Подбор аналогов должен осуществляться сравнением электрических параметров (показателей 
функционирования) отечественных и зарубежных приборов из справочников, стандартов или техни- 
ческих условий на эти приборы, где указывается основное (целевое) назначение приборов, техноло- 
гия изготовления, структура (р-п-р или п-р-п), предельные (предельно допустимые) параметры, 
данные об электрических параметрах и их изменениях от режима и температуры, тип корпуса и дру- 
гие сведения. 

Полупроводниковые приборы, изготавливаемые в едином технологическом процессе, иногда раз- 
деляются по каким-либо параметрам на группы и собираются в различных корпусах. Например, тран- 
зисторы ВС107-ВС109 имеют металлостеклянный корпус ТО-18, приборы с таким же сочетанием 
параметра ВС107Р-ВС109Р, ВС147-ВС149, ВС207-ВС209, РВС107-РВС109 имеют соответственно 
корпуса Х-55, ММ-12, ВО-110, ТО-98. Многие приборы в металлостеклянном корпусе имеют эквива- 
ленты в пластмассовом корпусе. 

35* 
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5.2. Условные обозначения и классификация зарубежных приборов 


За рубежом существуют различные системы обозначений полупроводниковых приборов. Наибо- 
лее распространенной является система обозначений ЛЕРЕС, принятая объединенным техническим 
советом по электронным приборам США. По этой системе приборы обозначаются индексом (кодом, 
маркировкой), в котором первая цифра соответствует числу р-п переходов: | — диод; 2 — транзи- 
стор; 3 — тетрод (тиристор). За цифрой следуют буква М и серийный номер, который регистрирует- 
ся ассоциацией предприятий электронной промышленности (ЕТА). За номером могут стоять одна или 
несколько букв, указывающих на разбивку приборов одного типа на типономиналы по различным па- 
раметрам или характеристикам. Однако цифры серийного номера не определяют тип исходного мате- 
риала, частотный диапазон, мощность рассеяния или область применения. 

Фирма-изготовитель, приборы которой по своим параметрам подобны приборам, зарегистриро- 
ванным Е[А, может представлять свои приборы с обозначением, принятым по системе ЛЕПЕС. 

В Европе кроме УЕРЕС широко используется система, по которой обозначения полупроводни- 
ковым приборам присваиваются организацией Аззосайоп Рго Еес4гоп. По этой системе приборы 
для бытовой аппаратуры широкого применения обозначаются двумя буквами и тремя цифрами, для 


промышленной и специальной аппаратуры — тремя буквами и двумя цифрами. Так, у приборов ши- 
рокого применения после двух букв стоит трехзначный порядковый номер от 100 до 999. У прибо- 
ров, применяемых в промышленной и специальной аппаратуре, третий знак — буква (буквы 


используются в обратном алфавитном порядке: 7, У, Х ит. д.), за которой следует порядковый но- 
мер от 10 до 99. 

Если в одном корпусе имеется несколько одинаковых приборов, то обозначение производится в 
соответствии с кодом (маркировкой) для одиночных дискретных приборов. При наличии в одном кор- 
пусе нескольких разных приборов в качестве второй буквы обозначения используется буква С. К ос- 
новному обозначению может добавляться буква, указывающая на отличие прибора от основного типа 
по каким-либо параметрам или корпусу. 

В системе Рго ес{гоп приняты следующие условные обозначения: 


Первый элемент 


р ГББб_БКГГККб—брръ 
| Ширина запрещенной | | 


Исходный материал Условное обозначение | 








зоны, эВ 
Германий | 0.6.1 А 
Кремний 
Арсенид галлия | Более 1.3 с 
‹ Антимонид индия | Менее 0,6 О 


ООО ООВ 


Примечание. Приборы на основе других полупроводниковых материалов обозначаются буквой В. 


Второй элемент 

















| : | 
Подкласс приборов ‚ Условное 

| обозначение | 
Транзисторы низкочастотные маломощные (Ва > 15 °С/Вт) | С 
| Транзисторы низкочастотные мощные (Взна < 15 °С/Вт) | О 
' Транзисторы высокочастотные маломощные (Вина > 15 °С/Вт) Е 
| я 
Транзисторы высокочастотные мощные (Вина < 15 °С/Вт) | Г. | 
Транзисторы переключающие маломощные 5 
| Транзисторы переключающие мошные [6 


По существующей в настоящее время в Японии системе стандартных обозначений (стандарт 
Л$-С-7012, принятый ассоциацией Е!А] — Еесотсе шдиз${ез Аззос1айоп о! Ларап) можно опреде- 
лить класс прибора (диод или транзистор), его назначение, тип проводимости. Вид полупроводнико- 
вого материала в этой системе не отражается. Условное обозначение состоит из пяти элементов. 
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Первый элемент 
— 
| Класс приборов 








1 
1 


| Фотодиоды, фототранзисторы 
| 
' Транзисторы 


1. 
| Четырехслойные приборы 


— 











| 0 | 
о | 





Второй элемент, указывающий на то, что данный прибор является полупроводниковым, обозна- 


чается буквой $ (Зеписоп4исфог). 


Третий элемент 
[ 











Подкласс приборов Условное обозначение | 
— ООВ А СООО ОВОС О ОСАО ООО | 





| Транзисторы р-п-р высокочастотные 
| 


Транзисторы р-п-р низкочастотные 


| Транзисторы п-р-п высокочастотные 


Транзисторы п-р-п низкочастотные 


| 
| Однопереходные транзисторы 


| 









О —_[Т[— т т 
| Полевые транзисторы с р-каналом | 

| 
Полевые транзисторы с п-каналом | | 








| А | 
| В 





С 

р — 
| Н | 

] 

К 

















Четвертый элемент обозначает регистрационный номер и начинается с числа 11. 
Пятый элемент отражает усовершенствование (А и В — первая и вторая модификации). 
После маркировки могут быть дополнительные индексы (М, М, $), отражающие требования спе- 


циальных стандартов. 


Кроме вышеуказанных систем стандартных обозначений, изготовители приборов широко исполь- 
зуют внутренние (внутрифирменные) обозначения. В этом случае за основу буквенного обозначения 
чаще всего берется принцип сокращенного названия фирмы, коды материала и применения. 


5.3. Сокращенные обозначения зарубежных фирм 


| Фирма, страна 





1 Ас: | Аспап. шс., США 
! АЕС ‚ Атрегех Еес4&гопес Согр., США 
АЕ! | Атех Е!ес{гопус$, 1пс., США 


| 
| 
| 
| АМ Атейсап М!сгозетисопдис ог, США 
| 
| 
| 


ТА] | Ау‘ащек, шс., США 

| 

| АП | Арва шдиз1нез, пс.. США 
АМ] Атенсап М1сгозеписопдисфог, [пс., США 
Атр Атрегех Еес4гопс Согр., США 


АМ5 Атепсап М1сгозу${етл$, шс., США 
АРБ Атегсап Ро\ег Оемсез, США 


| А$ | Апза!4о $. р. А. Италия 

} 

1 АЗ | Адуапсе Зеписопдиог$, шс., США 

ТАН ' АНапис Зетисопдис{ог$, шс., США | 


‚ Вгомп Воуег, Германия 
| Воете Е!ес{гоп!с$. Швейцария 


| ВВага* Еес1гоп!с$., [44., Индия 


Сопипег4а! Оемсе па, 144., Индия 


СЕШ. СаБег{ Е!ес{гог!с$ Ифег., [44., США 





Ситзоп Зептсопдисюг Согр., США 


Обозначение | Фирма, страна | 
С$О | Сеп1га! Зеписопдис1ог ГУ\.. США | 
с$ра | Соп4Июпте Зеписопаис‘ог Оемсез Согр.. США 
С$В | С$В 1паи${пез. шс., США 
О | Р!опгсз, 1пс., США 
ОП Ра{е!-|п{егз!. шс., США 


Еаз1гоп Согр., США 


ЕР ЕЕТЕСН ПО\у.. США 
Еес{гоп!с$ Оеу!се$, пс. США 


ОТС Птоде Тгапу1${ог Сотр.. США 


| 
| 
| 
| 








ЕЕ Електронни Элементи, БНР 
Е] ЕеК4гопзКа [пди$гЦа (1$Кга). Югославия 
ЕП | Еда! 1п4.. 1пс.. США | 
ЕР] | ЕШе Зеписопдис{ог Ргодис{$. |пс.. США 
| ЕТС | Нес1гогис Тгап$1$4ог$ Согр.. США 
ЕЕ | Расаг Е!ес1го4есНиса. Испания 
РЕГ. Геггап\! Еес{гопис$. 144.. Англия | 
| ЕЕС | Еиуи{зи Е!ес4ис, Япония | 
Р5 РайсНИа Зеписопдис{ог Согр., США 
вос Сепега! Ою4е Согр., США 
| СЕ | Сспега! Еесёс Согр.. США 
| СТС | Сепега! [п$1гитеп{ Согр., США | 
СРО | Сегтатит Ро\’ег Ое\!сез Согр.. США | 


— 
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ВСА _ВСА Согр., США 
| @$1 | Сепега| Зеписопдис{ог |пдиз{тез, 1пс., США ВСС Вес{Шег Сотропеп{ Согр., США | 
| С55 | Со!4 З{аг Зеписопдис{огз, [44., Ю. Корея ВЕТ ВЕТ, ГДР 
ОТС Сепега! Тгапз1${ог Согр., США Вес!гоп 1.14., Китай 
| Нагг!$ Нагг$ Зет!сопдис{ог, США | Войт | Войт Согр., Япония | 
| НЕ НЦаср! [49., Япония В$ | Вау{Неоп Зет!сопдис{ог, США 
| НР Не\мей Раскага. США ВТа | ВТС Та Вайжесвп ие. Франция | 
| НУ Нуфла Зеписопдис{огз, США ЗА | Зетепз АКЦепрезеИзснай, Германия | 
| НЗЕ Нубла Зеткопдиог Еес4{готс, пс., США 
НУ$ Зап Запуо Несс Сотр., США 
5с опу Согр.. Япония 
Ша $СГ. | ЗетИгоп СисКаае, 144., Англия 
| 19) |{егпа{#опа! Рем{сез, [пс. К) 9) Зойгом Пемсез, шс., США 
| | цегзИ, 1пс., США 5Е | ЗапКеп Е!есёс Сотр., США 
1Р$ | Ицегпанопа! Ро\ег Зетисопдистог$, Индия Зет!соа Зет!соа, США 
| 18 | цегпайопа! Весийег Зеписопдис{ог, США ЗЕС Зргадие Еес{йс Сотр., США | 
1ВС | [п{егпайопа! Вес ег Согр., США ЗЕС 5\атрзсо{ Еесгопс$ Сотр., США 
ЗЕМ | Знтаепоеп Е!ес\ с М., Япония 
КМС | КМС Зеписопдисюг Согр., США Зет Зеписоп, шс., США | 
КРО КеНгоп Ро\ег Оемсез, Индия | 595 $@5-А\ез, Италия | 
ГЕС Гисаз Еес1пса! Сотр., Англия | $1 УШсотх, шс.. США 
УП Зепикгоп п{егпа{опа!, шс., США | 
У Зепикопфис!ого. [14., Индия 
МА | Мсгомауе Аззос1а(ез, США $МС ЭсНаиег Мапшас{итте Согр., США 
МОР | МаНогу О! щог Ргодис{$. США ЗРС | Зона Ро\уег Согр.. США 
| МЕ | Мизи $: Еесйс Согр., Япония 5РЕ : Зрасе Ромег Еес4гоп!с$, [пс.. США | 
! МЕС | Ма1зизВНа Ейес4гоп!с$ Согр., Япония $$ ЗепзИгоп Зеписопаис{ог РОи\., США 
МЕС] | МИзцызН! Е!ес!чс Согр., Япония Зона ${а{е Ремсез. шс., США 
| МЕБ ‚ Магсоп! Еес1готс Ое\усез, Англия 5ЗЕ | ЗоН4 $1а{е Несйгопе$ Сотр., США 
| МЕГ. | Мусго@ес1гоп!с$, [44., Гонконг | Зона З4а1е шдиз{ пез, [пс., США 
| МЕМА | Мига{а-Епе Мойн Атепсап Согр.. США | 
И Е РОО 555 | Зо Зе Зумете, США 
М!51 | М! га!, Италия $ТС ЗИсоп Тгап$ ог Согр., США | 
УИ | Зетисопдис!ог Тесвпо!ову, шс., США | 
Мо Моого!а Зетисоп4дис{ог Ргодис{$, шс., США $Т$1 5$Т-беписоп. шс., США 
[м5 Мао Ромег уметь, США бирегех | Зиренех. пс. США 
МУ | Мисгозеписопдис{ог Согр., США уп | Зупаг шдис{нез. 1пс.. США | 
| МАЕ ‚ МАЕ. 1пс.. США ТАС | ТАС Зеписопдистог. [44.. Швейцария 
| МАЗ | №омн Атепсап Зептисопдис!ог, Германия ТС ТозНФа Согр., Япония | 
| МЕС | №рроп Е!ес{с Сотр., Япония ТС Те@еедупе Сгуз1аюп!с$, шс., США 
"МЕ! | МаНопа! Е!ес{гоп!с$ шс., США ТЕ! ее | 
Ма № м Ларап Кафо Сотр., Япония Те] ТееипКеп Е!ес{готс, Германия | 
Тез, Чехия 
Тот Твотзоп-СЗР, Франция 
Техаз 1пзйгители, [пс., США 
ТВ\ ТВ\\ Зеписопаисг, тс.. США 
ти Тейедупе Зеписопфис!ог, США | 
РР | Рагатеше ша. США | ТУ | Тгапз! ог ЗресаНуз, шс.. США 
РС г Рег [{егпайопа! Согр., Испания ЧА - | ОпНед АпсгаН. США | 
| РРС | РРС РгоЧис( Согр., США ис | ОпИгоде Согр., США 
РР Ресог Ргез!еп{ п{егризез Согр., США Опйга Опйга, Польша 
[75 | Раг беликопдшаюгь, Испания о ОР ОРГ Зелусопфисоге, США 
РО] Рип]а! Зеписопаисог Оемсез, [44., Индия 


У | Мао, Германия 
пе Согр., США 


У!с1огу Епртеег! 


| 

| 

} 

5 У5 Питт | 
| 


Ро\№ег Зеписоп4дис{огз, |пс., США 


РТ Ро\ег Тесв, [пс., США №) \МаБегпт Оем!сез, шс., США 
Оиап{гаа Согр., США \ЕС \!езИпрвоизе Еес1йс Согр., США 


ВС Вау{Неоп Сотр., США 


| \!ез{со4де Зет!сопдис{ог$. Англия 
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5.4. Буквенные обозначения зарубежных транзисторов 





‚ Обозначе- | | 
' ние тран- | Фирма 
зистора 












' АС | ВЕГ, С$О, ЕТ, СРО, МЕ, | 
РЕС, ВТС, $А, У, М0] 


ТНОМ, $А 
МГ. РЕС, ВТС, ЗА, У, 01 


| ЕТ. СТС, НЗЕ. ШУ, МЕ. 
| | РЕС, ВТС, ОМТВА, У | 


‘АРУ 8%) 
| АТ | ($), СРО | 
' АМ ГАМ! 
' АМЕ ГАМ1 


©С$О, @РО, ЧМТКА 
ВЕ, С$О, СРО, \01 


©С$0, @РО 
С$0, СРО, НЪЕ 


АГ, ЭТ, ТНОМ 
‚ ВАЁ ‚ А] 
' ВАМ ГА] 





‘ ВАР ГА! | 

ВС ‚ АЕС. А$1, ВЕТ, СПУ, ЕТ, | 
| | С$С. С$Р. РЕГ. ШУ, ПТ, 
‚ КВО. МЕЕ. М1. РЕС, ВТС, | 
| ЗА, $65, ТНОМ, УМТВА, У 


АЕС, МГ, РЕС, ВТС, 
ТНОМ, У 





| АЕС. ЕЕ., МГ. ВТС, ТНОМ, 
' Г$А, У 


' ЗС Г АПС. АЗ1, С$С. ЕЁ, М, | 

 РЕС. ВТС. $ЕС. ЗА, ТНОМ, | 
, ГОМТВА, У, МО | 
‚ ВСХ  АЕС. АЗ]. СЗО, С$С, ЕЕЁ. | 


ИТТ. МЕ, РЕС, ВТС, $ЕС. | 
| ЗА. ТНОМ, У, УМО 
АЕС. А51, СЗО, С$С, МИ. 
РЕС, ВТС, \, МР 
АЗ1, ВЕТ, СЗО, С$С, МИ. 
РЕС, ВТС, ВЕТ, А, ОМТВА 


С$О, 1Р5, МГ, РЕС, ВТС, 
$45, 55Е, $01 
ВЕГ, С$С. С$О. РЕГ. 1Р$, 
‚ МЕ, 505. ВТС, РЕС, У 
| [Р$, НЗЕ, МЕ. РЕС. ВТС 
ОИ, ТЕГ, $@$, ОМИВА, У 











ВЕТ, ВТС, ТЕГ, У, МП, 


С$О, АСВ, С$С, ЕТ, Ш, 
АЕС, АЗ, ВЕТ, ЕЕТ, СПО, 
КВО, 1С, НЗЕ, М!5, РЕС, 
ОМИВА 





| Обозначе- | | 


ние тран- | Фирма | 
зистора 

ОМТВА 

| ВЕМ | ВТС. $А 


ЗА, ОМТВА, ТИ 
АЕС, РЕГ, МГ, ВТС, РЕС, У 


ВЕВ АЕС, АЗ, С$О, С, МЕ. 

РЕС. ВТС, $А, ТНОМ. 

ОМТВА, \, МЫ 
ВЕЗ АЕС, АЗ, ЕЕГ, Н$Е, МЕ, 

РЕС, ВТС. ТНОМ, УМТВА, 

| ЗА, У, МП 

АЗ, РЕГ, МИ. РЕС, ВТС. 

| ЗА, $45, ТЕГ. ТНОМ, У 






п 





А ОМИТВА, У, \МО 
ЕС, АЗ1, ВЕТ, СПУ, С$С, 
| | С$О, МЕ, РЕС, ВТС. 
ВЕХ АЗ1, СОТ, С$О, С$С, ЕЕГ, 
121, НЗЕ, ОТС, МЕ, РЕС, 
ВТС, $9$, ТЕГ. \, МО 


ВЕУ АЗ, С$О, С$С, СТ, Н$Е, 
121, ЕЕТ, МЕ, РЕС, $0$, 
ТЕЁ, У, МО 


МГ, РЕС, ВТС 
ВЕ МТ, РЕС, ВТС, У 
МГ, РЕС, ВТС, У 


ВЕМ МТ, РЕС, ВТС, У 

ВЕХ МГ, РЕС, ВТС, $01, У | 

ВМ УИ 
ВР [91 


ВВ | МЕЁ $5 
ВЕТ ЗЕМ, ТВМ/ 


ВКУ МЕ, РЕС, ВТС, У | 
В ПТ, МЕ, РЕС, ВТС. У 

Е | 
ВЪКВ АЕС, МЕ, РЕС, ВТС, | 


- 
г. 
©) 
Е 
< 


[ео 
9 
— 
> |= 
[во 
Я 7 
о 
=“ 
го 
92 
г |- 
оо 
5 | Ф 
> 
5: 
|< 
<!“ 
= 
© 


| АЕС, С$О, МЕ. РЕС, ВТС, 

| ЗА, $С$, ЕЕЦ, ТНОМ, \, 
МОТ, ТЕТ 
АЕС, МГ. М5, РЕС, ВТС, 
$65, ТЕЕ, ОМИТВА. У 
А$1, СОТ, С$С, С$Ь, Е, 
НЗЕ, 1, МГ, М1, РЕС, 
ВТС, $С$, ТЕЁ, ОМТВА. 
У, МО! 


АЗ, СО, ОТС, ОТС, Н$Е, 
КРО, МЕ, МЕС, РР, ВТС, 


ОТ, $95, ТЕГ, ТНОМ, 
ИМПВА, У, МО 


ОМТВА 
305. ЗЕМ 








Обозначе- | | 
ние тран- | Фирма 
| зистора | 
МГ, РЕС, ВТС, ТНОМ.У | 
ВОТ МГ, РЕС, ВТС, $05. ТЕ, У ! 
ВИУ МГ, РЕС. ВТС. $65. $01. | 
ТЕТ, ТНОМ, У 

ВИ С$О, МГ, РЕС, ВТС, $0$. 
$21, ТНОМ, У | 
ВихХ С$О, ЕЁ, КРО, МЕ, РЕС. | 
ВТС, $45, $01, ТЕГ, | 
ТНОМ, ОМТВА, ОС, У, МО | 
ВОУР РР1. ОМТВА | 
ВИУ АЗ1. РЕГ. С$О, Н$Е. ВТС, ! 
| ` $65, $01, МР! | 





СОТ СРО 
СЕ 5 | 
СИ. [8] 
СК УТ! | 
ТС! | 
СР ТС 
сот СРО 
А$1, №ЗС. №0! 
СЗТ СРО | 


ЗЕС 
УТ, @РО 










ЗЕМ 

СХ АЗ, МО 

р АСВ, С$С, СЕ, МОТ, М№5С, 

$65, РР, $11, Т!. МЕС 

СРО, МЕС | 
Г ОВ \МЕС | 
ГОС в) | 
99) | АМ$ | 
ЕО | 9) 
[Ом | АМ$ 
| ОМР | МЕ, РЕС, ВТС. \ 
| ОМ ГОТ. $1 | 
р | О! 

ром 19) 

ОТ МЕБ 

ОТА МЕС 


ОТС А$1, ОТС, СРО, $71, М1 
отм ОНИ 


ОТ$ АЗ1. С$Р. РТС, $РС, $51, | 
И, МО 

| ОУ $1 | 
Ур 
П № С. ЗБ, МБ | 
ПС ОА 
ЕО | №$С | 
А$1, СЗО, 101, ЭТП, МР | 
ЕВ$ ЕТС 
ЕЗМ М15, ТНОМ 

ЕТР ЕТС | 
ЕС ЗЕС 

ЕСТ ЕЕ. 
РЕ | 
АСВ, №5С 
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| Обозначе- | | Обозначе- | Обозначе- | 
' ние тран- Фирма | ние тран- | ние тран- | Фирма 
зистора | зистора ' зистора ; 

'ЕМ 55! | | МРУ\ : МОТ. №55 

20$ : 25 | МРИ ' СЕ. МОТ 
РТ ‚ 25. МОТ, 5Т! ТТ | №$С | МРХ | МОТ 
г ЕТВ Г 25 М АЗ, И, МО МВЕ ОТС, МОТ | 
| ЧС Г ВЕТ, ТЕЗЁГА МА АЗ1, Н$Е, МЕ, МОТ, | | МВЕС МОТ | 
' СО | ВЕТ, ТЕЗЕА | | УТ, МЫ | | М$ | т 
| ОЕ | С5С, СЗО. СЕ | 
| СЕТ | СЕ | 
| ОЕ | ВЕТ. ТЕЗЁА | 





1 ($05 ГС$1 | 
| 45ри | 2$] | 
' С$ВИ |: ($ | 

] 


с$то | 951 


УИ 
60с 




















МЕЕ С$С, МОТ, $11, $1 | 
МЕЕС МОТ 
мо | ТС 
МОМ МОТ | 
МОР мот 
МЕТ. М] 

МНА Е$ | 
м} АЗ1, С$С, С$О, ПЛ, ОТС, 


| |р$, МОТ, РР, ВСА, $0$, 
УТС, $7, 71, МО! 
МУЕ АЗ1, С$О, С$С, СТС, ИУ, 
МЕС, МОТ, М№5$С, РР, $0$, 
| УТ, ТНОМ, МП 
МОТ 








| МТЕ | МОТ 
| МТН МОТ 
МТМ | МОТ, $05 
| МТР | 25, МОТ. $65 
МТ$ | МОТ 
СЕ, МОТ 
СНЕВВУ, КРО, 7! | 
№С 
МВ № С 
МОЕ № С | 
МЕ ГП. МЕГ. №5С, $1. ТЗ 
МКТ  НЗЕ | 








18 
| ТЕ "И. №$С 
1 ‚ТС, П. МОТ. №5С, $1, $01 | 
‘ТА ' ТТ 
2 ТТТ 
‚ УЕ | МЕС 

лН | $01 
ЗО ТВ\/ 


к 
КА ТЕЗА 
КС 


| КЕ | №$С. $01, \!О1. МЕС 

КЕ МА!, ТЕЗЕА | 
: КРУ | ТЕЗГА | 
ГКЛ : МА! | 
км | АЗ, МО | 
‚ КМ | КРО | 














ТЕЗЕА 
ТЕЗЕА 
КОУ ТЕЗА 


АТ, МО 
АЕС 





АЗ, С$С, НЗЕ, МОТ. 


ГУТ, МЫ 
ММВА МОТ, ЗЕС 
ММВС | МОТ, ЗЕС 
ММВЕ МОТ, №5С 
ММВРИ МОТ 
ММВЕВ МОТ 
ММВТ МОТ, №С, $ЕС 
ММВТА 


ММВТН МОТ, №С 


ММВТЗ МОТ 





ММС | МОТ | 
ММСЕ МОТ 
ММЕЕ МОТ | 
ММСМ | МОТ 
МОТ 
ММ ГУТ] 
МР СРО, МР$, МЕЕ., $ТС 
МРЕ МЕГ., МОТ, М№$С, $11, 
$1, МБ 
МР5 РЕ1., РЗ, С$С, ЗСО, ПУ, СЕ, 
МОТ, №С, ВС, ЗЕС, $71, 
Т1, ТНОМ, \ 0 
МР5ЗА РЕГ, Е5, С$О, СЕ, ШУ, 511, | 
МЕ, МОТ, М№$С, ВС, ЗЕС, | 
Т1, ТНОМ, МП 
МР5ЗС МОТ 
МРЗО С$С, С$, СЕ. МЕЕ, МОТ, 
ВС, ЗЕС, $71, МО 
МРЗН С$С, С$О, Е$, СЕ, ИЛ, 


МЕ, МОТ, М№С, $ЕС, | 
УТ, МО 


№5С, $ЕС, $Т1, 11, МР 
МОТ, ЗРЕ, МР 


МРЗОС МОТ 


| №$ | №$С 
№$О № С, №01 
М№$РО №С 
МЗЕ № С | 
МТ МЕС 
МТМ МЕС 
ОС СРО, НЗЕ, СТС, $7. 11 
ОМ МЕ, РЕС, ВТС, У 
Р СНЕВВУ, М№$С, $11, $1. $. \! 
| $6. \Р | 
РА | РНИ.СО 
РВ ‚ РНИ.СО 
| РВМ ГРНП.СО 
РС ГРНИ.СО 
РР = |, РНИСО | 
РЕ | Е5, РНИ.СО, №5$С, РР! | 
РР! 
РЕТ Ут 
№5С 


РМ$ | 15 
РМ | СЗО. С$С. ЕЗ. МЕЕ. №5. 

ВС. $$. $51 
РТ | ВЕ, РТ, $50, ТВ\ 
О НЪЕ | 
В М/О 
ВСА ВСА | 
ВСР Ут 
ВС$ ВСА 
ВЕ ВСА | 
ВЕМ ‚ ВСА 
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Обозначе- Обозначе- Обозначе- 
| ние тран- Фирма ние тран- Фирма ние тран- Фирма 
зистора | зистора зистора 
$И ВЕТ, $05, Т$С ТС | 
№5С ЗЕС 
‚ ВТ | ВТС | ЗУМ $01 И ТЕС, П, №$С, МОТ, $1, $01, 
Г АСВ. $30. ТС, ЦА $11, $$, $71. ТВ 0С, №0 
СРР, ВЕТ. Р! УТ ЗЕС МОТ. $01 | 
| $СА Р1 т ЗЕМ ИМИ. АСВ | 
| $ | МГ, ВЕТ, ВТС, ТЕГ, $1, ТВС ТС ИМТ ИС 
| ном, У ТВЕ ТС 
‚ЗЕ 
Г $06 РБ ТСН 
`ЗОМ АСВ 
| $0 ТС ТЕС УСВ И, $1 
АСВ 
ОТ 
Е А$1. СО, Е, 11, СТС, У | 
| МОТ, №5С, $ЕС, 511, №0! ТН ЗЕС, ТНОМ И, $О1, $1, ЗИРЕВТЕХ 
‚ ЗЕММ Р!. ВЕТ УММ $01 
' ЗЕМ ‚$21 ТНВ ТНОМ $0 
| М15, РЕ, ТНОМ ТНОМ | УМР $ 
ТНУ ТНОМ $01, $ОРЕВТЕХ 
А81, С$С, СЗО, РЕГ, СТС, 
121, МЕС, МЕ. МОТ, МЕ, 
$С, РРИ, РЕС, ВСА, ВТС, МЕС 
№ 50$, $1, $11, 71, У, МР Хо5 051 | 
ИРС МОТ ХС5А 651 
х459 651 
УТ, ТЕ, МО ЕЕ. 
т 7т ЕЕ! 
РЕТ, 
РТ! 7УМ ЕЕ. 
т 2м0 ТЕЗГА 
МО 
ТМР ТЕЗЕА 
| ЗВЕ ЕЕ! №$С, МЕГ, ЗОРЕВТЕХ, 
В, ТС, т! 
ВЕР $ТС 7МИ ТЕЗГА | 
‹ ЗВМ | УТС ЕС ТЕЗГА 
‚ $85 | ТС. 71 ТРР ТЕГА 
$5 ВЕТ, $51 103МИ ТЕЗГА | 
' З5Р | 5$1 ТР\/ 104 М0 ТЕЗЕА | 
105МИ ТЕЗГА 
18 = | 00С, НЗЕ, М\$, МЕ, $71 106мМ0 ТЕЗЕА 
СОС, Н$Е, $71 152М0 ТЕЗЕА 
СОС, НУЗ, Н$Е, $7! 
ООС, НЗЕ, НУЗ, $80, $7! 


@ОС, Н$Е, МУ$, $$0, $11 
ТВ\У/ 
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5.5. Зарубежные транзисторы и их отечественные аналоги 


























Зарубежный 
транзистор 


Приближенный 
отечественный аналог 


| 101м%970 | МПЗ5 


| 102м070 Г МП35 | 
|1 103мМ070 ‚ МПЗ7 


| 104№070 ' МПЗ6А | 


{ 105№М070 ‚ МПЗ6А 

| 106№070 | МПЗ6А 

| 106070 | МПЗ7А 

[107м970 | МПЗвА, МПА 
152№М070 МПЗ6бА, МПЗ8 


291215 


| 2м1027 | КТ! 04Б 
| 241028 | КТ! ОА 
| 2№1036 | 2721449 
й 2104 | МП4ОА 





| ГГ109Б 


|[2№1051 
24109 
| 2М1204А 


ГТ705Г 
21219 КТ о4Г 


"241220 | КТ!О4А 
2№!22! Г КТ!4Г 
| 241222 | КТ! 04А | 
21223 ` КТ1О4А 
| 24123 | МП42Б 
РАТИ ЕТО ИИ 


2№1292 ГТЗ05В 
м ии — 
[2м1300_| ЗА 
| 2№1301 ГТЗО8А 
МП20А 
ГТ108А 































| 24131  МГТ! 08Б 

2№131А | МГТ108Б | 
| 2М132 ' МГТ108В 

! 2М132: ! ГТ705В 

| 2М1329  ГТ705В 

| 2№132А МГТ!08В 

| 2м133 МГТ!08Б 

| 2м1353 МПА4ЭА 


КТО 


241387 КТ301Б 
2№м139 
| 2м1390 
| 241413 
| 241414 





| ГТ109Е 
| КТЗО1Д 
| МПЗ9Б. МП20А 
| МПЗ9Б. МП20А 
МПЗ9Б, МП20А 
КТ6ЗОЕ 











2№1499А 













Зарубежный Приближенный Приближенный 
транзистор отечественный аналог транзистор отечественный аналог 
2м1499В ГТ305Б 2м1925 | МПГ 
2№1500 ГТ305Г 21926 
2№1507 КТ6ЗОЕ | 1 2м193 | МПЗ8 . 
2№1524 | 1422 | 2№1958 | КТбОЗА 
2№1526 0422 2№1959 | КТ608Б 
21564 КТ601 А 2№2020 | КТЗ117А 


2№1565 КТ6О1А 
2№1566 П307Б, КТ6б02Г 
2№1566А КТ602Б 


| 
| 
2№2048 | ГТЗО8Б, 1Т308В 

2№2048 А ГТЗО8Б | 


2№1572 П309 2№207 МГТ!о8Г 
2№1573 1308, 2Т215А1 2№207А МГТ108Г 


2№207В МГТ108Г 

2№2089 1403, П416А 
1 
| 


2№1574 П308 
2№1585 ГТЗИЖ 


9м1613 КТ6зог 9№2102 КТ630А 

— 
2№1643 КТ! 04А | | 2№2102А | КТбЗОА 
2№1655 21Т214Б9 2№2121 ' КТЗ117А р 
2м1671 КТ!19А 9№2121А | КТЗ117Б | 
2№1681 МП42Б 9№2137 | ГТ701 А 
2№1683 ГТ308Б 2№2138А ГТ701А 


2№2142А ГТ7О1А 
2№2143 ГТ701А 
2№2147 ГТ905А 
2№2148 ГТ905Б 
2№215 МПАОА 
2№218 ГТ109Е 
2№2192 | КТ6ЗОЕ 
2№2192А | КТ6ЗОЕ 
2№2193 | КТбЗОГ 
№2193А | КТбЗОГ 
2№2194 КТ6зод 


21700 КТ801Б 
2№1701 10702 
2№1702 КТ8ОЗА 
2м1711 КТ603 (Е, Г) 
2№1714 П701А 
21716 П701А 
21726 П417А 
21727 10417 
2м1728 | 1417А 
21742 ГТЗ13Б 
2№1743 ГТЗ1ЗА 
21745 | ГТ3ЗО5Б 
21746 10417 
21747 1417 


=) 
®) 


2№2194А КТ630Д 
9№2195 | КТ6ЗоД 
2№2199 ГТЗО5А 





2№1748 ГТ305В 2№220 П27А 
2№175 П27 2№2200 ГТ305Б 
9№1752 | 1417 2№2217 КТ928А 


КТ928Б | 
Кт66559 2№2218А КТ928Б 
24178 `1216Б 242219 | КТ928Б 
241785 П417А 2№2219А ` КТ928Б 


| КТ3З117А 


2№1786 П417 2№2221 





21787 1417 | | 2№2221А | КТЗ117А 
КТ617А 2№2222 КТ3117А 
2м1839 КТ617А 2№2222 | КТЗ117Б | 
2№1840 КТ617А | | 2№2224 КТ608Б 


2№1854 ГТЗ08Б 2№2236 КТ617А | 
2№1864 0417 2№2237 КТ608Б 
2№1865 П417Б 2№2237 КТ603ЗБ 


2№186А МП25Б, МП20А 2№2242 КТЗ40В | 


2№1889 КТ6Зог 2№2243 КТ6ЗОА 


2№189 МП25А 2№224ЗА | КТ6ЗОА | 
2№2246 | КТЗ151ЕЯ 
2м1893 КТ6ЗОА 2№2270 | КТ6ЗоД 
2м190- МП25А 2№2273 | ГТ305Б р 
2м1902 КТ926А КТ203Б 
21904 | КТ926Б 2№2275 | 
2191 МП25Б 242276 Кт203В 


2№1923 21Т215Б1 2№2277 КТ203В 


2№1924 МПГ 2№2297 КТ6ЗоГ 
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== 


| Зарубежный Приближенный Зарубежный | Приближенный Зарубежный Приближенный 
транзистор отечественный аналог транзистор отечественный аналог транзистор отечественный аналог 
2№233А ГТ122Б 2№3394 КТ37ЗГ | 
‚242361 ГТЗ76А 


' №2368 КТ63ЗБ 2№2947 КТ90ЗА 2№3439 КТ504А 

22369 КТ6ЗЗА, КТЗ142А 
| 2№237 МП4ОА КТ940А 

[2№2372 ‚ КТ2ОЗВ [2м3441 | КТ8О2А 

| 2№2373 | КТ2ОЗВ [2м2988 кт 12942 КТ94БА | 
242400 ГТ308Б 2№3451 КТ337А 

242405 | КТ6ЗОБ 
мо [кА 243495 КТ6З2Б. 21632А 

| 22411 КТ352А 2№3010 КТ316Б 





2№2412 КТЗ52А 
2№2415 ГТ376А 


2№2416 ГТ376А 


2№3012 
2№3015 
2№3019 


КТЗ47Б 
КТ928А 
КТ6ЗоВ 


2№3506 
2№3507 
2№3511 


КТ8168В 
КТ8168Б 
КТЗ84А2, 2Т384А2 


2№2428 МПА1А 2№3020 КТ6ЗоВ [2м3545 | КтЗ45 | 
2№2432 КТ201Б 2№3546 КТЗ6ЗА | 
2№2432А | КТ201Б 2№3565 КТ201АМ 
| 22475 | КТЗ16Б 
| 242482 | ЗИ 
| 242483 | КТЗ102Б | [2м3572_ __ | КТЗ9ЭА 
| 22484 | КТЗ102Д 2№3055 КТ819ГМ, КТ8150А | | 23576 КТ347А | 
2№2537 | КТ928Б 2№3055Е КТ819ГМ 


2№3107 КТ6З0Б 2№3584 КТ809А 
2№3108 КТ6Зог 2№3585 КТ704Б 
2№3109 КТ6ЗОБ 2№3585 КТ704А 
2№3110 КТ6Зог 2№3600 КТЗ68А 


2№2538 КТ928Б 
2№2539 КТЗ117А 
2№2615 КТЗ25А 
2№2616 КТЗ25Б 





2№2667 0215 2№3249 КТЗ45Б 


2№3702 КТЗ45Б 


| 22617 КТ201А 2№3605 КТ375Б 
ГТ320В 243606 КТ375Б 
|266 | КТ!З2А 2№3607 КТ375Б | 
‚22647 ‚КТЫТБ, КТ!З2Б 
[2№265 | МГТ108Г В 
| 22659 | П214А [23638  |ктбввг 
| 2№2660 | 0215 
[2261 [025 
| 22665 | 1214А 2м368 МПАОА 
| 22666 П214А 2№3248 КТ351А 2м369 
| 
| 






[22667 [1025 

243250 КТЗ108А, КТЗ1ЗБ 243703 
243709 
ЕД 243710 КТ358В. КТЗ7ЗА 

| 242712 ' КТЗ15Б 2№3711 ` КТЗ102В 
| 22725 КТ635Б 
| 242727 КТ504Б 2№3717 | КТ692А | 
| 2273 | МПЗ9А 2№3719 ' КТ8167В 

[22784 ‚ КТЗ16Б 
[мВ | КТ9ОЗБ 


2М3724 
2№3725 
2№3730 
2№3732 
2№3733 
2№3737 КТ659А 
2м3738 
2№3739 | КТ809А 
243740 КТ939Б 


243741 
23742 
23766 
23767 
23771 
23772 


2№2813 КТ908А 
2№283 МПАОА 
2№2835 П213 
2№2836 ГТ703ЗД 
2№2844 КПС104Б 


2№2857 
2№2868 
| 242890 КТ801 А 
| 242904 А. КТ620Б 
122905 [КФА 


2№3283 ГТЗ28А 
2№3284 
2№3286 
2№3299 
2№3301 


ГТ328 В 

ГТ3З28Б 

КТ608Б 
КТЗ117А 

2№3302 КТЗ117А 

2№3303 КТ624А2, 2Т624А2 
2№3304 КТЗЗ7А 

2№331 МПЗ9Б 

2№3329 КП1ОЗЕ, 21103А 
2№3375 КТ904А 

2№ 3390 КТЗ7ЗВ 

2№3391 КТЗ7ЗВ 

2№3392 КТЗ7ЗА 

2№3393 КТЗ7ЗА 







© 
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Раздел 5. Аналоги транзисторов 








Зарубежный 


Зарубежный Приближенный Приближенный 
отечественный аналог | 








| транзистор отечественный аналог транзистор 
Гота . 
" 2№3773 КТ7З0А 2№4258 А 
2№3821 | КПЗОЗТ. КПЗ29Б 2№4260 КТЗ6ЗА 





2№3822 КПЗОЗИ 2№426] КТЗ63Б 


КТЗ6ЗАМ 


243823 КПЗОЗА. КПЗ29Д 2№4268 КП304А 
| 2№3824 | КПЗО2БМ, 2№4271 | 27653 А 
23839 | КТ399А. КТЗ96А2. 2Т396А2 | | 24291 КТ684Б 
| 2М3866 ' КТ9З9А 
| 2№3875 | КТ9О8А 
| 23879 | КТ9О8А 244301 КТ908А 
| 2№3880 КТ399А 24314 КТ9ЗЗА 


2№3883 | ГТ3З20Б 2№4360 КП10ЗМР! 
2№3903 КТЗ75А 2№438 ГТ122А 
2№3904 КТЗ75 (А, Б) 2№4391 21914А 





| 2№3905 КТ36!Г. КТЗ61 В2 2№4393 
23906 КТЗ61Г, КТЗ61Г2 
123953 2№4400 КТ645А 
| 23964 ' КТЗ107Л | 244401 | КТ3З85А2 | 
2397! ' КПЗ02А. КПЗО2АМ | 2М4411 | КТЗ126А, КТЗ127А 
"23972 ‚ КПЗо2ВМ 24416 ' КПЗ2ЗА2, 2П312Б | 
| 23074 ` КТЗ172А9 | 24429 | КТ 
‚ КТ9ЗЗБ 2№4430 | КТ9 {ЗА 
| 24431 КТ913Б 
244034 2№444 МП35 





2№4440 
2№444А 
2№445 

2№445А 


КТ907Б 
| МПЗ5 
МПЗ8 
МПЗ7 


2№4034 КТЗ4А7А 


2№4036 
2№4037 















Аи 
. 


Ш 




















| 
| 
| КТ326Б 
| 


| 2№404 1 МП42Б 2№44А МПАОА 

1 24046 `КТ608Б №45 | МП4ОА 

1 2405 '’ МПЗ9А 2456 | 02108 
т 24058 ‚ КТЗ19ЗВ 2457 12105 

| 2406 ` МПЗ9А | [2458 12105 

2№4077? ' ГГ705Д 245 А | МП4ОА 
| 2№4092 | КП905А 2№4870 | КТ!ЗЗА 





2№4871 
2№4889 


КТ133Б 
КТ686Ж 


| 2№4093 
2№4123 


КПЗ02Г 
КТЗ102А 











[2м4871 

[24889 

КТ! 17Б 

КТ! 17В 

КТ9З2А | 
П702А | 
2м4911 | 1702 

0702 
2№4914 | КТ808А 

2№4915 КТ808А 


2№4923 
2№4924 
2№4925 
2№4926 
2№4927 
2№4933 
2№4960 
2№4964 
2№497 

2№4976 
2№498 

2№499А 
2№501 

2№502А 


КТ807БМ 
КТб!1Г 

КТ6!1Г 

КТ604Б 

КТ604Б 

КТ927А 
КТ928Б, КТбЗ5А 
КТЗ193Б 
КТ63од 

КТЭИ1А 

КТ63зоГ 

ГТЗОЗА, 1Т305А 
ГТЗ05А 

ГТЗ1ЗА 


КТ83З0А. КТ692А 
КТ8ЗОБ 












2м4240 





















Приближенный 
отечественный аналог 


Зарубежный 
транзистор 


2№502В | ГТЗ1ЗА | 
2№503 ГТЗ10Б | 
2№5037 | КТЗ99А 
2№5043 | ГТ3З29Б 
2№5044 ГТ329А | 
КТ8О2А 
КТ802А | 


ЕСО ЗЕ ИИНИВ 
2№506 ГТ115Б 
КТ8ОЗА 

КТ8ОЗА 


2№5069 КТ80ЗА 





245070 КТ9!2А 
2№5090 | КТбОбА 
| 2№5104 ‚ КПЗ29А 
| 2м5146 ‚ КТС622А 
2№5149 '21Т880В 
2№5150 ' 27881В 
2№5161 ‚ КТ914А | 
245177 ' КТ909А : 
2№5178 ‚ КТ9О9Б , 
25179 | КТЗ99А 
2№5188 | КТбОЗБ 
245190 Г КТ817А 1 
КТ817В 
2№5192 ‚ КТ8Е7Г = 
2№5193 ‚ КТ816А. КТ81ЗА 
2№5194 ‚ КТ816В. КТ818Б _ 
2№5195 | КТ816Г. КТ818Г 
2№5196 : КПС104В 
2№5202 | КТ9О8А 
| 2№5209 КТ3102Д 
2№5210 | КТЗ102Е 
2№5219 | КТЗ75Б 


2№522 | КТ3З51А 
2№5226 КТЗ5ОА 









2№5228 КТ357А 
2№5236 | КТ3122Б 
| 2№5239 ‘ КТ812Б } 
2№5240 ‚ КТ812А 
2№5270 ‚ КТЗ122А 







2№5313 | КТ9О8А 
Г 2№5315 | КТ9ОВА 
245317 | КТ9О8А | 






2№5320 КТ8168Г 


2№5321 КТ8168Д. 2Т881Г 


2№5333 КТ8167Г 
2№5334 КТ685Е | 


2№5354 КТЗ51А 


2№5356 | КТ685Ж. 2Т685Ж 




















. 


| 

2№535А ГТ!15В 
245356 ШЛЕ: 
2№536 ГТ115Г 
ЗЕ 
2№5366 КТ351Б | 
2№5373 КТ686А | 
КП307А 
2№5397 | КПЗО2Б 


ОА О ООВ 








==> 


Зарубежный Приближенный 





' транзистор отечественный аналог 
2№5400 КТ6116Б, КТб138Д 
245401 

| 2№5427 КТ808А 

_2М5427 
2№5429 КТ808А 

| 245447 
245452 

| 25468 21Т809А 

| 2№5481 КТ911 А 

‚25483 | КТВ 


| 2№554 П216В 
2№5540 | КТ854 А 
2№555 | 1216В 
| 2№5551 | КТб! [7А. КТ61395 


2№5556 КПЗ0ЗБ 
| 245589 
| 2М5590 КТ9З4Д 
| 245591 КТ920В 


2 
м] 
[9 
=> 
7 
2 
> 


920А 


ки 
| 2№5621 21Т876Б 
| 2№5625 27876В 
| 2№5626 | 27875А 
т 2564} | КТ922А 
2№5642 КТ922Б 
| 2№5643 КТ922В 
|2№5650 
1 2№5652 КТ372В 
ОИ ООО 
[245672 __ | КТ87АА, 279745 
| 2№5675 КТ8167А 
ВИ нИВ 
[2№5682 
Е Из ОИ 
2№5709 | КТ9З6А 
| 2№5719  КТ929А 


| 2№5765 
12№5768 
| 2№5769 
| 245770 
| 2№5771 
2№5781 


КТ919Б 
КТЗ142А 
КТЗЭ5ВМ 
КТЗ6ЗАМ 
КТ830А, 2Т830А 
| 245805 КТ840В 

| 2№581 МП42А 


| 25838 КТ840Б 
245839 КТ840Б 
| 25840 КТ840А 


^ 
3 
м ®) 
© 


| 2№5842 | КТЗ55А 
| 245845 КТ645А 
2№5851 | КТЗ55А 
| 245852 
| 245867 


} 


2№5887 
2№5888 


ГТ7О1А, П216 
ГТ7О1А, П216 












Зарубежный Приближенный | 
транзистор отечественный аналог | 

2№5889 ГТ7ОТА, [1216 

2№5890 ГТ7ОТА. ГП216Г 


2№891 ГТ7ОТА, П217 
2№59 МП20А 
2№591 ГТ115Г 
2№5995 КТ920Г 
2№5996 КТ920Г 
2М№59А МП20А 
2№59В 
2№59С 
2м№60 
2№601 1 
2№6013 
2№6015 
2№602 
2№603 
2№6034 
2№6035 
2№6036 
2№ 6037 
2№6038 
2№6039 
2№604 








КТ825Б 

КТ685Д 

КТ685А, 21Т685А 
0416 

П416 

КТ8130А, КТ8219А 
КТ8130Б 
КТ8130В 
КТ8!31А 
КТ813!Б 
КТ8131В 

П416А 

2№6047 КТ947А 

2№6050 КТ825Д 


2№6051 КТ825Г 
2№6052 КТ825Г 


2№6057 КТ827В 
2№6058 КТ827Б 
2№6059 КТ827А 


2№6077 КТ&12Б 
2№6078 КТ812Б 
2№079 КТ812А 


2№6080 
2№6081 
2№6093 
2№6099 
2М№60А 
2№60В 
2№60С 
2№1 
2№6101 
2№6106 
2№6107 
2№6108 
2№110 
2№6111 
2№6121 
2№6122 
2№6123 
2№124 
2№6125 
2№6126 
2№129 
2№6130 
2№6131 
2№6132 
2№6133 
2№134 
2№6135 
2№6178 
2№6179 


КТ920Б 
КТ920Г 
КТ912Б, КТ927Б 
КТ819В 
МП21В 
мМП21Д 
МПГ 
МП20А 
КТ819Г 
КТ837Б 
КТ818Г 
КТ837Д 
КТ837К 
КТ818А 
КТ817А 
КТ8! 7В 
КТ817Г 
КТ837Ф 
КТ837С 
КТ837Н 
КТ819Б 
КТ819В, 2Т819А2 
КТ819Г 
КТ818Б, КТ837Ж 
КТ818 В 
КТ818Г 
КТ610А 
КТ94ЗД 
КТ943Б 





КТ916Б 

| 2№216 КТ684А 
2№6246 КТ8!8ВМ 
2№6247 КТ818ГМ 

КТВ 18ГМ 












Зарубежный Приближенный 








транзистор отечественный аналог 
2№6180 КТ9З2А 
КТЗ2А 
| 2М61А мМП20В 
2№61 В МПД 
2№61С | МП21Г 








2№6202 
1 2№6203 
2№6204 


КТ9ЗАА 
КТ9З4АБ 
КТ9З4В 






2№253 КТ819БМ 





КТ8О?А 
2№6264 КТ802А | 
2№6266 | КТ919В 
2№6278 | КТ879Б | 
2№6279 КТ879А 
2№6282 | КТ827В 


| КТ827Б 
КТ827А 
КТ825Д, 2Т82Ъ5В. 2Т877Б 


2№6283 
2№ 6284 
2№6285 


2№6287 
КТ819А 
2№ 6290 КТ819В 
2№ 6291 | КТ819В 


2№ 292 
2№6293 
2№6303 
2№6304 
2№6305 
2№6310 
2№6341 
2№362 


КТ819Г 
КТ819Г 
КТ8167Б 
КТЗ99А 
КТЗ99А 
КТ818В 
КТ867А 
КТ9ЗОА 


2№6364 КТ930Б 
2№637! КТ819БМ | 
2№6372 | КТ8О8ГМ 

| 2№6373 ‚ КТ8О8ГМ 
2№6374 КТ808БМ | 
2№6427 КТ517В 






2№448 
2№6469 
2№470 
2№6471 
2№6472 
2№477 
2№ 6499 
2№5 
2№515 
2№653 
2№54 


КТ684А 
КТ818БМ 
КТ819БМ 
КТ8!9ВМ 
КТ819ГМ 
КТ8123А. КТ850В 
КТ8110А 

МП20А 

| КТ61З9В 

| МП20А 

МП20А 


> 
> 
со 
> 
© 
п 


2№542 
2№6543 КТ840А 
2№546 КТ878Б 


2№55 МП20Б 


2№6553 21Т9117А 
2№56 КТ6зод 





558 


Раздел 5. Аналоги транзисторов 








Зарубежный 


Приближенный 


транзистор | отечественный аналог 
| 26560 | КТ841А, 21862 А 
2657 ' КТбЗОГ 
| 2№6575 ‚ КТ8146А 
| 26617 | КТЗ132А 
2№ 6658 ' 21912Б 
2№ 6669 ' КТ86бЗА. КТ997А, 2Т863А 


2№60672 
2№ 678 
2№6730 
2№6755 
2№ 764 
2№6766 


КТ847А, 21862Б 
КТ847А. КТ878В, 2Т878Б 
21Т880Б 

21912Б 

КП747А 

КП250 





| 2№6767 КП717В 
| 2№6765 | КП717Б 
2№769 | КП717А 


2№6770 
| 26772 
2№6773 
2№6928 
2№ 6929 
2№6930 
2№6931 
2№6932 


| КП450 

| КТ8175Б1 
КТ8175А1 
КТ8120А 
КТ8138Ж 
КТ8138И 
КТ8117Б 
КТ856Б1 





1 2№697 | КТ6зод 
| 24698 | КТбЗОА 
2№699  КТбЗОА 
| 2700 | ГТЗ13Б, ГТ376А 
 2№700А ‚ ГТЗ76А 
| 2№702 | КТЗ12А 


2№703 
2№705 
2№706А 
2№708 


КТЗ12В 
ГТЗ20В 
КТЗ40В 
КТЗ40В 


| 2№709А | КТЗ16Б 
| 2М№7:С 1: :320В 
2№711 | ГТ3З20В 
| 2М7:1А ‚ ГТ3З20Б 


| КП214А9 
Г КТ349А 
КТЗ49Б 


КТЗ12В 






| ГТЗ1ЗА 


| КТЗ40В | 





ГТ109Б 


КТЗ12Б 
КТЗ40В 


| 
| 24796 | 1ГТ308Б | 





Приближенный 
отечественный аналог 


ГИ 
ГТ3З08А 
КТЗ4ОВ 
КТЗ4ОВ 
КТЗ01Д 
КТЗО!1 (В, Ж) 
П307В, КТ6бО1А 
1308, КТбОТА 
КТЗ52А 
КТЗ47А 
КТ616Б 
КТЗ42Г 
КТЗ42А 
КТЗ68Б 
КТЗ68А 
КТЗ40В 
КТЗ4ОВ 
КТ203Б 
КТ203Б 
КТЗ42А 
КТЗ42А 
МПЗ8 
КТ203Б 
КТ203Б 
ГИ 
ГТЗИИ 
КТЗ50А 


Зарубежный 
транзистор 


2№797 
2№797 
2№834 
2№835 
2№842 
2№843 
2№844 
2№845 
2№ 869 
2№869А 
2№914 
2№915 
2№916 
2№917 
2№918 
2№919 
2№920 
2№923 
2№924 
2№929 
2№ 30 
2№94 
2№943 
2№944 
2№955 
2№955А 
2№978 





2№980 | ГТЗО5А 
2№987 | ГТ322Б 
2№990 ГТ322В 


2№991 
2№993 
2№995 
2№996 
2№1.234В 
2№М072 
2№073 
2№074 


ГТ3З22В 
ГТ3З22В 
КТЗ52А 
КТЗ52А 
КП902Б 
ГТ40ЗБ 
ГТ7ОЗБ 
ГТ7О1А, П210А 


252466 П201АЭ 
253640 КТЗ126Б 
25564 КТ686Г | 


25А1009 
2$А101 
25$А1015 
25$А1016Е 
25$А102 
2541021 
25А1029В 
25А1029С 
25А10290 
25$А103 
25А1030 
25А1030В 
25А1030В 
25А1030С 
25$А1031В 
25$А1031С 
25410310 
2$А1032 
25А1033В 
25А1033С 


КТ851Б 

ГТ322В 

КТЗ107Б 
КТ6138Д 

ГТ322В 

КТ722А 

| КТ3З107Г 
КТЗ107Д 
КТЗ107И 

ГТ3З22В 

КТ668В, КТЗ193ЗА 
КТ668Б 
КТЗ107Б, КТ668В 
КТЗ107Д. КТ668В 
КТЗ107Г 
КТЗ107Ж 
КТЗ107Ж 
КТ668А 

КТЗ107Г 
КТ3107Д 





Приближенный 


Зарубежный 


транзистор отечественный аналог 

25410332 КТ3107К 
2$А104 | ГТ322Б 
2$А105 ГТЗ10Е | 
2$А1059В КТ3129Б9 
Эго 
25410520 КТ3129Г9 
2$А106 ГТ310Е 


254107 
2541073 


ГТЗ1оД 
КТ865А 





2$А109 1422 | 

2$ А1090 КТЗ1ЗБ. КТЗ193ЗА 
ти 

2$А110 П422 

2$А1106 КТ8101Б 

2$А11] 1422 

2$А112 1422 
еле вв 


25А1160А КТ686д | 


25$А1160В КТ686Е. 
25А117 ГТЗ1оД 


ГТЗ10Д 
КТ865А 
2541213 КТ511ЕЭ 
2$А1224 | 27691 А2 | 
2$А1320 КТ3157А | 
| 2$А1356 | КТб26Г. КТб26Д 


ООО ЕО 
2541356 КТбЭ6А | 


25$А1376 КТ6138В 
25$А14168В КТ511В9 


25$А1515 КТ686Б 
25А1544 КТ6138Б 
25$А1584 КТ9144А9 


254173 ГТ125Б | 
254174 ГТ125Б | 
ГТ124А 
254204 ГТ125Б 
254205 ГТ125Д 
254211 ГТ125А 
254212 ГТ125А 


ГТ322В 
ГТ322Б 
ГТ322В 
ГТЗ1ЗА 
| ГТЗ1ЗА 
| ГТ309Б 


25$А219 
25А221 


25$А223 
25А229 
25$А230 





25А235 

253236 

254237 

| 25А246 | ГТ305В 
| 25254 | ГТ109Е | 


то 
25А256 ГТ322Б 
вт 


25$А959 ГТ322В 
254260 ‚ ГТЗ1ОА . 
254966  ГТ309Г 





Раздел 5. Аналоги транзисторов 








Зарубежный | Приближенный | 


отечественный аналог 





1254267 [1730 

| 254268 

254269 
254270 
25А271 

[254279 | П416Б, ГТ305Б 

| 25282 | ГГ125 (В, Г) 

| 25А285 | ГТ322Б 


ГТ322Б 
ГТ322Б 
ГТЗ21Д 
ГТ322В 
ГТ322В 
КТ6142А 
ГТ322В 
ГТ322Б 
ГТ322Б 


25А286 
25А287 
25$АЗ312 
25$А321 
2$А322 
2$А3355 
2$АЗ38 
25$АЗ39 
25$А340 


ЗАЗ [36 
| 2$А342 | ГТ322Б 

| 25343 | ГТ309Б 

| —25АЗ50 | 7422 


1422 
1422 
1422 
1422 


[25351 
| 25352 
| 954354 


2$А355 











25А396 ГТ125Г 
| 2540 ГТ124Б 
| 25400 | ГТ309Г 
| 254412  ГГ3ЗО8Б 
| 2$А414 | ГТ125Б 
25416 ' 1606 А 
| 2$А492 | ГТ346Б 
| 25446 
| 25467 КТ351Б 


124479 


г 
о) 
> 
„> 
м) 
> 


|2$А50 

25500 
125504 
| 25505 
| 25452 
| 254522 

25453 
| 2$А530 

25537 
[254550 
[254555 
| 254556 
| 254559 


| П30 

| КТЗ52 А 

| КТ9ЗЗА 

| КТ6З9Д 

| ГТ109Е 
КТ326Б 
ГТ!109Д 
КТЗ13Б 
КТ9ЗЗБ 
КТ3193Д 
КТЗ61Е, КТЗ61Е? 
КТЗ61Е 
КТЗ52А 


| 254564 | КТ3З107Д 

| 25А564А | КТ3107И 

[254568 [КТВ 
| 25458 ГТ322Б 











Зарубежный 
транзистор 


25А60 
25А603 
25$А628 
254640 
25$А641 
25$А65 
25А670 
254671 
254673 
25А69 
25$А70 
25$А71 
25$А715В 
25$А715В 
25$А715С 
25$А7150 
25$А718 
25$А72 


Приближенный 
отечественный аналог 


ГТ322Б 
КТЗ13Б 
КТ357Г 
КТЗ107 (К, И) 
КТ3107Л 
ГТ!25В 
КТ816В 
КТ816Б 
| КТЗ5ОА 
ГТ309Е 
ГТ3З09Е 
ГТ309Е 
КТ639И 
КТ639В 
КТ639В 
КТ639В 
КТЗ13Б 
ГТ322В 


25$А73 ГТ322В 
25$А738В КТ639В | 
25$А738С КТ639В 
‚ 25А738)0 КТ639В 


25$А740 
25А741Н 
254743 
25 А74ЗА 
25А74ЗА 
2$А750 
25А755А 
25 А755В 
25$А768 
254769 
25 А779К 
25А78 
25$А78 

25 А780АК 
25А781К 
25А794 
25$А811С5 
25$А811С6 
25$А812М4 
25А812М5 
25А815 
25А844С 
2548440 
25А876Н 
254891 
25А92 
25$А93 
25$А952К 
2549521. 
25А952М 
25$А962А 
25$А966У 
25А967 
25А983 
25А999 
25 А999Г. 
2581016 
2581017 
2581018 


КТ851В, 21851В 
КТЗ52А 

Кт6з9г 

кКт6зэж 
КТ6ЗЭГ, КТбЗ9Ж 
КТ3107К 
КТ932Б 

КТ9З2Б 

КТ816В 

кт816г 

КТ63З9В 

ГТ321Д 

| ГТ321В 

КТ63З9Д 

КТЗ45Б 
КТ9115Б 
КТ3129Б9 
КТ3129Г9 
КТ3129Б9 
КТ312959 
КТ814Г 
КТ3107И 
КТ3107И 
КТЗ13Б 

КТ529А 

ГТ322Б 

ГТ322В 
КТ6115Е, КТ686Е 
КТ6!15Д, КТ686Д 
КТ6115Г 
КТ6зэд 

КТ686В 
КТ3З123ЗАМ 
КТ3109А 
КТ3107И 
КТ3107И 
КТ818Г 

КТ818Г 

КТ818Г 









Зарубежный Приближенный | 
транзистор отечественный аналог 


2581019 КТ818В 


ГТ124А 

Г 24Б 
258115 ГТ124В 
2$В116 ГТ124Г 

258117 ГТ124Г | 
25812 ГТ124А | 


258120 
2581214 
25812206) 
2581286 
25813 
258130 
2$8В1316А 
258135 


МП41А 
КТ8219Б 
КТЗ180А9 
КТ852А 
ГТ124А 
П201АЭ 
КТ8219В1 
ГТ124В 


258136 МП25А, МП20Б 
2$В136А МП?5А. МП20Б 
25814520 | КТ8217Г1 


25$81474А 
25815 
2$В170 
258171 


КТ8219Б1 
ГТ125А 
МПЗЭА, МП4ОА 
МПАОА 


МПА1А 

25В180А 
25$8181А П202Э 
258200 МП25Б. МП20А 

258201 | МП25Б. МП20А 

258261 | ГТЕИ5А 


258262 
258263 


ГТ115В 
МП25Б 


ГТ109Е 
ГтИ5Г | 
МАТА 
258362 ГТ806Б 
258367 ' 1201 АЭ | 
258368 | 1201 АЭ 
25837 МП41А 
25839 ГТ115А 


25840 
258400 
2$В43 
258434 
25$8434( 
2$В435 
2584354 
2584350 
258439 
2$В44 
258440 
25$В44ЗА 
25$8443В 


МП42Б 
МГТ108Г 
ГТ125В 

КТ837Р 

КТ837Р 

КТ837У 

КТ837Р 
КТ816А2 
МПАТА, МПЗЭБ 
ГТ124В 
МПАТА. МПЗУБ 
МГТ1о8Г 


МГТ!о8Г 


МГТ!08Г 








25$8444А 
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Зарубежный | 
транзистор 


Приближенный 
| отечественный аналог 


МГТ!о8Г 



















| 258448 | 0201 АЭ 
| 258456 | 12023 
| 258467 | 2029 
' 25846 | ГТ81ОА 
25847 МГТ108 (Д, Г) 


П201АЭ 
ГТ125Б 
П201АЭ 
ГТ125В 


25849 





258497 МГТ!о8Б 
25В506А КТ842А 






25854 
258546 


ГТ124Г 
КТ851В. 2Т851В 


| 2$8В546А | КТ851А 
| 25855 | ГТ125Г 
| 258551Н | КТ9З2Б 


258553 
258558 
25$В56 
25857 
258595 
258596 
25860 
25В61 


КТ818В 
КТ818ГМ 
ГТ125Г 
МГТ!08Б 
КТ816Г 
КТ816Г 
МП41А 
МП41А 





| 2586304 КВА 
[2$8650н | кт825г 
| 258678 | 27708 А 

25в69ЗН кт 
| 258709 | КТ3З129Д9 


258709 
2$8709А 
2$8710 
25875 
2$В750А 
258754 
2$8772 
258834 

| 258883 

| 25890 
258906 

| 258906 

| 25897 | ГТ!09В 


258970 
258996 
251001 
25С1008 


КТЗ129Д9 
КТЗ129Г9 
КТЗ173А9 
ГТ125В 

КТ852Б 

КТ818Б 
КТ9176А 
КТ835Б, КТ837В 


2 
> 
м ®) 
=> 
о 
> 


©, е) 
[= 
© 
сл 


ГТ109Г 
| КТ835Б, КТ837В 
КТ835А 


25С1008А 
2$С1009А КТЗ151Д9 

| 251044 | КТ3З55А 

| 25С105 

[251056 
2$С1080 КТ68ЗА 


231090 
25С109А 
И 
25С12 
25С1113 
























Приближенный 
отечественный аналог 


КТ646А 


Зарубежный 
транзистор 


25$<2036 


Приближенный 
отечественный аналог 


2501114 КТ812Б 


Зарубежный 
транзистор 


252042 | кТ9О9В 

| 25111725 КТ839А 252068 | КТ94ОА 
|25С141 __ | КТ8154А 2$С2121 | КТ828 А 
25С2122 | КТ8АТА 
2$С2137 КТ812А. КТ828Б 





2501172 КТ83З9А 


2501188 


КТ812А 
КТ850А 


КТ9О9Г 
КТЗ126А9 


КТ940В 
КТ940В 


25$С2138 
25$С216В 
2502173 
2502188 
2502231 
2502231 А 


2502242 КТ940А 

2362258 | КТ94ОБ 
2$С1262 КТ9З9А | |2$С2270 | КТ9157А 
25$С1308 | КТ841Г 252295 | КТ3170А9 

2562333 | КТВН7БА! 


2501317 
250132 
2$С133 
2$С134 
250135 
250137 
2501395 


КТ645А 
КТ616Б 
КТ616Б 
КТ616А 
КТ616А 
КТ616Б 
КТЗ25ВМ 


252351 
232368 
232369 
232404 
[25с2405 | ктз1з09 
252431 


252456 КТ940А 
2$С247 | КтбО2Г 
252481 | КТ68ЗБ 
25С249 | КТбО2Б 
252516 | КТ86ЗБ 
2$С253 КТ325А 


25$С1566 
2501569 
2501576 
2501617 
2501618 
2501618 
2501619 
25С1619А 
25С1619А 
25$С162206 
250162207 
25016231. 
2$С1624 
2$С1625 
2$С170 


КТ940Б 


КТ805АМ 
КТ604БМ 
КТ9130А 
КТ828А 
КТ828 А 
КТ828А 
КТ943Б 
КТ312В 
| КТЗ12В 
КТ528В9 
| КТ8138Б 
КТ8138Д 
КТ63оД 
КТ886А1, 21886 А 
Кт6зог 


2502562 
2502611 
2502688 М 
2502790 
2$С2790А 
2$С2791 
2502794 
250281 
250282 
2$С2873 
25С3056 
2503057 
25$С306 
2$С3061 
2$С307 


КТ812А, КТ828Б 
КТ812Б 
КТ808А 
КТ808БМ 
КТ808А 
КТ808А 
КТ808АМ 
КТЗ130Б9 
КТЗ130Б9 
КТЗ130АЭ 
КТ94ЗВ 
КТ94АЗВ 
КТЗо6Д 


==. —2— 






КТЗ198ЕЭ 


2501895 
2$С1896 
2501950 
2502001К 
25020011. 


КТ83З9А 
КТ8ЗЭА 
КТ640Б2 
КТ6!44Е 
КТ6144Д 







250171 КТ3Зо6Д 2$С308 Кт6зог 

25172 КТЗО6Д 25С309 
КТЗ99АМ 25С310 
КТЭ16А 2$С3150 КТ8118А 
2$С3217 | КТ9155А | 
| 2$С3218 | КТ9142 А. КТ9155Б. | 
| | 219142А 
КТ817Г 2$С3257 КТ854А | 
КТ828А 2$С3277 КТ856Б1 
КТ645А КТЗ12Б, КТЗ12Б1 
КТ617А КТ! 17А 

КТ8З9А 2$С3335 КТ940Б | 
[2501895 

[2561896 

[2561950 _____ 

[256200 к 

[2$С2001. | 
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| Зарубежный Приближенный 


| транзистор | отечественный аналог 

| 2503422 
2$С3423 | КТ940В 

| 253424 


КТ856А 1 
КТ8127В1 
КТ8127Б1 
КТ863В 
КТГ 
КТ886Б1 
КТ512В9 
КТ9152А 
КТ645А 
КТ645А 
КТ8157А 
КТЗ75Б 
КТЗ75Б 
КТЗ75Б 


253450 
253459 
25С3480 
25С3568М 

| 2$С3607 

| 2$С3637 

| 253647 

| 2$С3660 
253660 

|2$С367@ 
25С3688 
25С370 
25С371 
25С372 


— ке 2 == 


|2$С395А 
| 25С40 КТЗ16Г 

25400 КТЗО6В 

| 2$С4001 КТ9130А 


КТЗ58В 
КТЗ58В 
КТЗ58Б 


2 
| 25С408 21945Б 

25$С41 КТ802А 

25С4106 КТ8138А, КТ8110Б 


| 25С41061. 


| 2$С401 


> | 52 
| т 
зе) 
5 |-> 
>| <> 
© | 55 


> 
ее 
со 
= 


|1 25$С4109 | КТ8145Б 
| 25642 | КТ802А 
| 2$С4242 КТ8138Б, КТ8110А 


КТ802А 
КТ8ОЗА 
КТ8218Б1 
КТ8138В 
КТ3102В, КТЗ42АМ 
КТ3102В 
КТ3102В 
КТ3102В 
КТ3102В 
КТ3102В 
КТ3102В 

| КТЗ102Д 
КТ3102Д 
КТ3102Д 
КТ8121Б 
КТ6ЗоД 
КТ617А 
КТ8ОЗА 
КТ646А 
КТ630Б 
КТ6ЗоБ 
кт6зог 


2543 
| 2544 
254468 

| 25С4542 
|2$С454В 

| 25$С454С 

| 25454 

| 25С458 

| 25$С458КВ 

| 25$С458КС 
2$С458КО 

| 2$С458 ГВ 
[2$С458.6С 
| 25458.90 
| 2564756 

| 25С481 

| 25С482 

| 2$С493 

| 25С495 

| 25497 

| 25С498 
256503 
256504 Кт6зог 
256505 КТ618А 
256506 КТ611Б 


, 
, 


т 


36 зак 9 


Приближенный 
отечественный аналог 


КТ611Г 
КТ802А 
КТ6зовВ 
КТ6зог 
КТ9ОЗА 
КТ802А, КТ945А 
КТ802А 
КТ8ОЗА 
П701А 
КТЗ102Г 
КТЗ102Б 
КТ907Б 
КТ904Б 
КТ907Б 


Зарубежный 
транзистор 


256507 
256508 
256510 
256512 
256517 
250С519А 
2$С520А 
2$0521А 
256525 
256538 
250538 А 
256543 
256549 
256553 
256563 
256583 


' 


7 
— 
© 
© 
ме) 
— 


КТЗ68Б 
256589 КТ6бЗ8А, 21638 А 
256594 КТ608А 


250620 КТЗ75А 
ктемв 


250635 КТ904Б 
25064 КТ6О1А 
250642 КТ904А 
25065 КТ6б11В 
2566 КТб11Г 
2$С67 КТЗ40В 
25С68 КТЗ40В 
250712 КТЗ75Б 
250727 П307Б 
250752аТМ КТ645А 
250779 КТ80ЭА 
250784 21397А2 
25$С788 КТ618А 
250790 КТ817Б 
25С793 КТ80ЗА 
250796 КТ6бОЗА 
250809 КТЗ25В 
250815 КТ645А 
250825 КТ809А 
250828 КТЗ102В 
250828 А КТЗ102Б 
250829 КТЗ58Б 
25$С893 П701А 
250900 КТЗ102Г 
250923 КТЗ102Г 
25С923К КТЗ102ЕМ 
250945 КТЗ102Д 
2509595 КТ6ЗоБ 
250976 КТГ 
250977 КТ91ЗА 
250978 КТ913Б 
2501111 КТ517Е 
2501174 КТ8129А 
250127 ГТ404Б 
250127 ГТ404Е 
2501279 КТ839А 






Зарубежный | Приближенный 
транзистор | отечественный аналог 


2$0128 Гт404И 
2501287 | КТ8105А. 218105А 
2$0128А Гт404И 
2501308 КТ9ЗЭБ 
2$01348 КТ9181Б 
2$01354 КТ817В 
2$01356 КТ817Г 
2501406 КТ817В 
2501408 КТ817Г 
2$0146 П702А 
250147 0702 
250148 0702 
2$01513К КТ6114Е 
2$015131. КТ6114Д 
2$01577Е1 КТ8127А1 
2501624 КТ528В9 
2501627 КТ512Е 9 
2$01742 КТ3171А9 
2$0195 МПЗ8А 
2$0201 КТ808А 
2$0202 КТ808А 
2$0203 | КТ808А 
2$022000 КТ8218Г1 
2$0234 КТ817А 
2$0235 КТ817Б 
250292 КТ817В 
2$031 МПЗ5 
2$0312 КТ826Б 
2$0312 КТ826Б 
2$032 МПЗ8А 
2$033 МПЗ8А 
2$0350 КТ8157А 
2$037 МПЗ7А 
2$0372 | КТ8143И, КТ8143С 














д ——_ 


2$0373 КТ8143Л, КТ8143Р 
КТ8143М | 
250536 
КТ3130В9 
2$0601А | КТ3З130Б9 | 


КТЗ176А9 
| КТ834А 


250602 
250605 


| 
| 
| 

250686 КТ829А 

250691 КТ829А 

250692 КТ829А 





2$0716 КТ819ГМ 
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Зарубежный Приближенный 
транзистор отечественный аналог 


25072 
25075 
25075А 


ГТ404И 
МПЗ8, МПЗ6А 
МПЗ7А, МПЗ6А 


[250820 [ква 
| 250821 ‚ КТ8З9А 
1 250822 | КТ8З9А 
| 250838 | КТ710А 
| 250841 ` КТ859А 
250843 | КТ819ГМ 


250867 
250877 
250880 
250880 
250882 
250995 
25К1057 
25К1087 
25К123 
25К124 
25К133 
2$К134 
25К1409 


КТ808АМ 
КТ802А 
КТ817В 
КТ817Б2 
КТ9177А 
КТ715А 
КП727Г 
КП727Д 
АПЗ24А2 
АПЗ24В2 
КП801Г 
КП801В 
| КП937А 


| 25К298 | КП707А 

129 КА 
'25КЗ16 КП323Б2, КПЗ41А 

1 25К506 | КПЗ41Б 

| 2560 ' КП801А 

| 25К700 | КП727Е 


25К757 
25К76А 
213531 
213532 
213674 
213841 
3№105 
| 3№106 
| 3107 
3№140 
3№169 
3№225 
| 3№74 
3№072 
3№М073 
3№074 
40675 
4№М072 
4№073 
4№М074 
№072 
№073 
5\/74 
6№073 
6№074 
714074 
7№М073 


А50-12 


КП704А 
КП801Б 
0308, КТ6б02А 
0308, КТ602А 
КТЗ55А 
КТЗ4ЗА 
КТ!18А 

| КТ! 18Б 
КТ! 18 В 
КПЗ50А 
КП908А 

| КПЗ1ОА 

| КТИИ8А 
ГТ403Б 
ГТ703Г 
ГТ701А, П201А 
КТ912Б 
ГТ403Б 
ГТ703Д 
ГТ701А, П210А 

| ГГ40ЗЕ 

| 0213 
ГТ701А, П210А 
1215 
П210Б, ГТ701А 
П210Б, ГТ701А 
1215 
КТ981А 








Зарубежный 
транзистор 


А7О-28 





Приближенный 
отечественный аналог 


21964А, 2Т950А 





[470-28 

АС126 | МП20Б 
АС127 ГТ404Б 
ГТ402И 
ГТ402И 
Г1404Б 
ГТ404Б 
ГТ402И 
МГТ108Д 
ГТ402И 
028 
мГт108Г 
МГТ1О8Г 
ГГ404А 
АС181 ГТ404Б 


АС182 
АС183 
АС!184 
АС185 
АС! 87 
АС188 
АС540 
АС541 
АС542 
АСУ24 
АСУЗЗ 


мП20Б 
МПЗ6бА, МПЗ8А 
ГТ402И 
ГТ404Г 
ГТ404Б 
ГТ402Е 
МПЗ9Б 
МПЗ9Б 
МПЗУБ, МП41А 
МП26Б 
ГТ402И 


213 
ТЕ ИСТ: ИИ 
ГАр49 | Гт7ОЗВ 
ГАр150 Ра 
О ООО 
ЕЛЕ ЕТО ЗОИИНИИ 
О ООО 
| Ар262 П213 

Г1214А 


= 
— 
© 
[9% 
— 


АОЗ01 
АОЗ02 
АОЗ03 
АОЗ04 
АОЗ12 
АОЗ13 


П216 
1217 
1217 
П216 
1217 











Зарубежный 
транзистор 


АОЗ14 
АОЗ25 
АО431 


Приближенный 
отечественный аналог | 


П217, ГТ701А 
П210Б, ГТ7ОТА 
1213 


[40438 мА 
АО439 | 1215 
АО457 | 1214А 
АР465 | П213Б 

[Ар467 ПМ 

[40469 [102 

[42542 | П21, ГТРОЛА | 

[40545 ПБ 

[А0Р665 |746 [| 

[АрР666 | 7140г [| | 

[А0р670 | П201АЭ__ [| 


| 12029 
ГТ703В 


АОР672 
АБУ27 


АЕ10б ГТ328Б 

[АЕ106А | ГТ328В_ 
АЕ109В ГТ328А 
АЕ!24 ГТ322А 













АЕ! 78 ГТЗ09Б 
АЕ200 


АЕ139 ГТ346Б 





ГТ328А 
АЕ2О! 1738 | 
АЕ202 

[АЕ |346 

[АЕ40 [113466 [| 

[АЕ251 | ГТЗ46А_____ | 















АЕ252 ГТ346А 


АЕ253 | ГГ346А 





130 
ГАЕ266 | МПАЗБ, МПА | 
АЕ! | 73228 
ГАР? 1132В 
АЕ275 ГТ322Б 
АЕ279 ‚ ГГЗЗОЖ 
АЕ280 ГТ3ЗЗОИ 


АЕ427 | ГТ325Б 


АЕ426 ГТ329Б 


АЕ428 ГТ322Б 


[А49 [1325 
АЕРУ12 ГТ328Б 


‚ ГТ806В | 


1 


А1.100 
А1.102 | ГТ806А 
А1.103 | ГТ806Б | 


АГЕЗ000 | АП3З55А5 
АМ1416-200 КТ9146А, 2199442 






АМ82731-45 КТ9121А. 219121А 
АМ83135-40 219129А 


АМРАС1214-125 | 21Т975А 
АР1О09 КТ887Б, 2Т887А | 
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© 





Приближенный 
отечественный аналог 


МПА42Б 
| МП42Б 

МП42А, МП20А 
МП20А 

МПА42А 

МП42А, МП20А 
МП42А, МП20А 
МП4ЭБ, МП20А 
МП42 

ГТ40ЗБ 


Зарубежный 
| транзистор 


 АЗХ! 1 
| АЗХ 12 
А$\26 
| 4526 
А$У31 
| А5У33 
| А$У34 
А$У35 
А$У70 
А$У76 
А$У77 
| А$У80 
| $71015 
4571016 
А$21017 
45721018 
А$715 
А$716 
А$717 
А$718 
АТ!065-1 
АТ270 
АТ275 
АТ41485 
АТ8040 


> 
< 
См 
— 


ГТ40ЗБ 
П217В 


— 
> 
а 
|9*) 


П217В 

П217В 

П217А, ГТ701А 
П217А 

П217А 

П217В, ГТ7О1А 
АПЗ56А5 
МП42Б, МП20А 
МП42Б, МП20А 
КТ642А2 
АПЗ24В2 


| АТ804 1 | АПЗ26А2 

АТ8110 | 3П349А2 

| АТ8250 | АП605А2-2 

| АТЕО135 АПЗ44А2-2 

| А0103 | ГТ810А 
А0104 ГТ810А 


А0107 
АЧ108 


ГТ810А 
ГТ806Б 


ГТ806Д 
ли [вю 
| А0У!О ПОЗА, ГТ905А 
| АОУ18 п214А 
| АЦУ19 
АЦУ20 Г 0217 
АНУ?! п210Б 
АЦУЗТА 2 10Б 


П210Б 

П210Б 

1217 

ГТ806А 

ГТ806В 

КТ929А 

КП904А 

КТ9128 АС 

| КТ9105АС 
КТ9125АС, КТ99ТАС 


А0У22 
АПУ22А 
А0У28 
А0УЗ35 
А0УЗ8 
В2-87 
8850-35 
ВАТО102-150 

| ВАГО105-100 

ВАГО105-50 

ВАГ0204-125 

| ВАГО710-75 

| ВС100 

ВС1О1 

ВС107А 

ВС107АР 

ВС107В 

ВС107ВР 

ВС108А 

| ВС108АР 

| ВС108В 


а 
с 
сл 
> 
®) 


21987А 
КТ6О05А 
КТЗО1П 
КТЗ42А 
КТЗ102А 
КТЗ42Б 
КТЗ102Б 
КТЗ42А 
КТЗ102В 
КТЗ42Б 


36* 


Приближенный 
отечественный аналог 


КТЗ102В 
КТЗ42В 
КТЗ102Г 
КТЗ42Б 
КТЗ102Д 
КТЗ42В 
КТЗ102Е 


Зарубежный 
транзистор 


ВС108ВР 
ВС108С 
ВС108СР 
ВС109В 
ВС109ВР 
ВС109С 
ВС109СР 
ВС119 КТ6зод 
ВС139 КТ9ЗЗБ 


ВС149В КТЗ7ЗБ 
ВС149С КТЗ7ЗВ 
ВС157 КТЗ61Г 
ВС158А КТЗ49В 
ВС160-6 КТ9ЗЗБ 
ВС161-6 КТ9ЭЗЗА 
ВС167А КТЗ7ЗА 
ВС167В КТЗ7ЗБ 
ВС168А КТЗ7ЗА 
ВС168В КТЗ7ЗБ 
ВС168С КТЗ7ЗВ 
ВС169В КТЗ7ЗБ 
ВС169С КТЗ7ЗВ 
ВС170А КТЗ75Б 
ВС170В КТЗ75В 
ВС171А КТЗ7ЗА 
ВС171В КТЗ7ЗБ 
ВС172А КТЗ7ЗА 
ВС172В КТЗ7ЗБ 
ВС172С КТЗ7ЗВ 
ВС17ЗВ КТЗ7ЗВ 
ВС173С КТЗ7ЗВ 
ВС177АР КТЗ107А 
ВС177\М1Р КТЗ107Б 
ВС178А КТЗАЭВ, КТЗ26А 
ВС178АР КТЗ107В 
ВС178ВР КТ3107Д 
ВС178\М1Р КТЗ107В 
ВС179АР КТЗ107Е 
ВС179ВР КТЗ107Ж 
ВС182А КТЗ102А 
ВС182В КТЗ102Б 
ВС182С КТ3102Б 


ВС183ЗА КТЗ102А, КТЗ102ЖМ, 
КТЗ1ЗБ 


КТЗ102Б 
КТЗ102Г 
КТЗ102Б 
КТ3102Д 
КТЗ102Е 
КТЗ51Б 


ВС183В 
ВС183С 
ВС183С 
ВС184А 
ВС184В 
ВС192 


Зарубежный Приближенный 


транзистор отечественный аналог 
ВС212А КТЗ107Б 
ВС212В | КТ3107И 


ВС212С 
ВС213А 
ВС213В 
ВС213С 
ВС214 
ВС216 
ВС216А 
ВС218 
ВС218А 
ВС226 
ВС226А 
ВС234 
ВС234А 
ВС235 
ВС235А 
ВС237А 
ВС237В 
ВС238А 
ВС238А 
ВС238В 
ВС238С 
ВС239В 
ВС239С 
ВС250А 
ВС250В 
ВС285 
ВС286 
ВС300 
ВС307А 
ВС3З07В 
ВСЗО8А 
ВС308В 
ВС308С 
ВСЗ09В 
ВС309С 
ВС317 
ВС318 
ВС319 
ВС320А 
ВС320В 
ВСЗ21А 
ВС321В 
ВСЗ21С 
ВСЗ22В 
ВС322С 
ВСЗ37 
ВС338 
ВС355 
ВСЗ55А 
ВС369 
ВС382В 
ВС382С 
ВСЗ83В 
ВС383С 
ВСЗ84АВ 
ВС384С 
ВС451 
ВС452 
ВС453 
ВС454А 


КТЗ107К 

КТ3107Б 

КТЗ107И 

КТЗ107К 

КТЗ13Б1 

КТЗ51А 

КТЗ51А 

КТЗ40Б 

КТЗ40Б 

КТЗ51Б 

КТЗ51Б 

КТЗ42А 

КТЗ42А 

КТЗ42Б 

КТЗ42Б 

КТЗ102А 

КТЗ102Б 

КТЗ102А 

КТЗ102В 

КТЗ102В 

КТЗ102Г 

КТЗ102Д 

КТЗ102Е 

КТЗ61А 

КТЗ61Б, КТЗ61Б2 
П308 

КТ63Зог 

КТбЗОБ, 2Т630Б 
КТЗ107Б 

КТЗ107И 

КТЗ107Г, КТЗ107Б 
КТЗ107Д, КТЗ107Д 
КТЗ107К 

КТЗ107Е, КТЗ107Ж 
КТЗ107Л, КТЗ107Л 
КТЗ102А, КТЗ1ЗБ-1 
КТЗ102Б, КТЗ1ЗВ-1 
КТЗ102Е, КТЗАЗГ-1 
КТЗ107Б 

КТЗ107Д 

КТЗ107Б 

КТЗ107И 

КТЗ107К 
КТ3107Ж 
КТ3107Л 

КТ66боА 

КТ66оБ 

КТЗ52Б 

КТЗ52А 

КТ681А 

КТЗ102Б 

КТЗ102Г 

КТЗ102Д 

КТЗ102Е 

КТЗ1020 

КТЗ102Д 

КТ3102В 

КТЗ102Б, КТЗ102ДМ 
КТЗ102Д 

КТЗ107Б 
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Зарубежный Приближенный 
транзистор отечественный аналог 










| ВС455С | КТЗ107К | 
| ВС456А ' КТЗ107Е | 
| ВС456В | КТЗ107Ж | 
3С456С 'КТ3107Л | 
| ВС479 | КТЗ19ЗГ 

ВС5!3 ' КТЗ45А 





ВС521С КТ3102Д 
ВС526А КТ3107И 
ВС526В КТ3107И 


ВС526С КТЗ107К 
ВС527-10 КТ644Б 


ВС527-6 КТ644А 


| ВС547А КТ645Б, КТЗ102А, КТЗ102АМ 
ВС547В | КТ3102Б, КТЗ102БМ | 


ВС547С | КТЗ102Г, КТ3102ВМ 
80548 А | КТЗ102А 

ВС548 В | КТЗ102В, КТЗ102ДМ 
ВС548С КТЗ102Г, КТ3З102ГМ 
ВС549А КТЗ102Д 

| ВС549В КТ3102Д 

ВС549С КТЗ102Е, КТЗ102ДМ 
ВС557 КТЗ61Д 

ВС557А КТЗ107А 

ВС557В КТЗ107И 

ВС558 | КТ3З107Д 


| ВС558А | КТ3107Г 
| ВС558В | КТ3З107Д 
| ВС559 | КТЗ107Ж 
| ВС847В ‚ КТЗ189Б9 
| ВС847С | КТЗ189В9 
 ВС847А | КТ3189А9 

ВС857 КТЗ129А9 
|вс858 __ [КТ312959 
ГВс858А | КТЗ12979 
| вс869-10 [кии с 
[ВСР [|КТЗ1299 
| всЕзо_ | КТЗ12999 
| ВСЕЗ2 ' КТЗ1308В9 


ВСЕЗЗ КТЗ130Е9 


| ВСЕ72 | КТЗ172Е9 

| всрб27в | КТЗ7З6 с 
Верес [кВв о 
ВСР |КЗЗА | 
| всРб28В | КТ 
‘ворс [кв 
| 

| 


ВС\52 
| ВС\У71 
ВС\72 
ВС\/29 


КТЗ17А1 
КТЗ130А9 
КТ3130Б9 

| КТЗ129В9 


| ВС\/З0 | КТ3129Г9 
| ВС\/З1 КТ31308В9, КТ3З151А9 


| ВС\/З2 
| ВС\/33 
ВС\/46 


КТЗ1308В9 
КТ3130Г9 
КТЗ14А2 


Зарубежный Приближенный 
транзистор | отечественный аналог 


ВС\47 КТЗ7ЗА 


ВС\/48 КТЗ73 (В, В) 


Зарубежный | Приближенный 
транзистор | отечественный аналог 


ВСУ59-УП | КТ3102А 


ВСУ59-УШ КТЗ102Б 


ВСУ59-Х КТ3102Д 
ВСУ\У65-1Х | КТ3102Б 


| КТЗ@1Е ВСУ65-УП ! КТЗ102А | 

КТЗ153А9 ВС\У65-УШ ‹ КТЗ102Б 

ВС\/60ОАА | КТЗ145А9, 2Т3145А9 | | ВСУб9 | КТЗ42В 
ВС\/бОАВ | КТ3З145Д9 | ВСУ70 | КТЗ107А ь 
ВС\/6ОАВ | КТЗ139Б | | ВСУ7!1 | КТЗ107Е ] 


ВС\/49 КТЗ73 (Б, В) 
ВС\/57 КТЗ61Г 





[всу9о кт | 
Гвсузов [кто 


ВС\/60В КТ3130Б9 
ВС\/6овЕ КТЗ1З9Г, КТЗ145Б9 
ВС\и6бОВВ КТЗ139В 


ВС\/60С ' КТ31308В9 


вс\/60р КТЗ130Е9 

























ВСУ57 КТЗ102Е 


ВрО202 | КТ818Б 


ВСУ! КТ208Е 
ВС\/61С КТ3129Г9 ВСУ92 | КТ208Е 
| вс\б9_ | КТЗ12959 11 ВСУ | КТ2ОВК, 213152А 
|вс\то___ | КТЗ1299 | [| ВСУ9ЗВ ‚ КТБО1Л 
ВС\/71 КТ3130А9 ВСУ94 ‹ КТ208К 
ВСУ94В | КТБО!Л 
ВСУ95 | КТ2О8К 
от664А 91 [вр |[ктбв 
ВСХ52 КТ664Б9, КТ515А9, во | КА | 
21664691 
ВСХ54 КТ665А9, КТ516Б9. 
ВСХ55 6659 КТЫТбАЭ. Вр132 КТ961Г. КТ9ЗЭБ. КТ9180А | 
21665591 ВО135-6 | КТ94ЗА. КТ8272А . 
ВСХ56 КТ666А9, 21665А91 ВО136 | КТ626А, КТ8271А 
КТ3153А9 В137-6 КТ94ЗБ. КТ8272Б 
Вр138 КТ626Б. КТ8271Б 
ВО139-6 КТ94ЗВ, КТ8272В 
| всхтон_ | КТ313059 
ВСХ7О КТ313089 [во142 | КТаэБМ 
[во148 [КТ 
[Во149 | Кт806 
ОДО КЗ? ИИ КТ815Б 
[вси КТ208Л ВО168 | КТ814В 
(всу?  |Кт2д | 1В0169 КТ815В 
[всузо [кт 11 В КТ814Г, КТ720А 
ЕТО ИСЗ Е: ООН К ЕР СЗ РУ: ОИ 
вс км о [Вр Ктв 
[вс [Кв [Кв 
[вр177__| КТ8Н7В, 2Т817В 
[Во178 | Ктв6В 
[вок 
твово кв 
вре |ктаэбм т 
‘вом [кк | [В583 КТТ ГМ 
_всу56 | КТ 
Гвсу57_ [КТ 


} 






ВСУ58А КТЗ42А | ВО203 КТ819Г 
ВСУ58В КТЗ42Б ВО204 КТ818В 


ВСУ58С 
ВСУ580 
ВСУ59-[Х 


КТЗ42Б 
КТЗ42В 
КТЗ102Б 


ВО216 
ВО220 
ВО221 


КТ809А 
КТ817Г 
КТ817В 
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транзистор отечественный аналог 
ВО222 КТ817Г 
ВО223 КТ837Н 
| 
| 


ВрО224 КТ837Ф 








8225 
ВО226 КТ94ЗА 

Гао [кв 
ВО228 КТ94ЗБ 


ВО229 | КТ6З9Д 
КТ94ЗВ, КТ68ЗГ 
ВО233 КТ8!7Б 


8237 
ВО238 КТ816Г 













| В0240 КТ816В 
| В0240А КТ816В 
`вонов_— ктыег 
| В2243А____ | КТ8125В, КТ8220 





Во243В КТ8125Б 
ВО243С КТ8125А 
ВО244 КТ8221А 


Во246 | КТ818 (АМ-ГМ) 





| 80253 КТ809А 
| 802653 | КТ829Б 
| В226ЗА КТ829А 


| ВО265 КТ829Б 
В0265 КТ829А 


| КТ829Б 
КТ829А 


КТ829А 
КТ819А 
ВО292 КТ818А 


ВО267 


ы 
1 
О 
й 





| Вр293 КТ819Б 
| Вр294 КТ818Б | 
В0295 КТ819В | 
В0296 ‚ КТ818В | 


Вр326 
| В0330 
| В0331 
| Вр333 
| Вр335 
| В2371С 
| В0375 
| 80377 


КТ9181А 
КТ94ЗА 


КТ94ЗБ 


0379 
| в386 КТ644Б 
ЕЕ ЕС ООО 
| В433 | КТ817А 


КТ816А, КТ835Б 
| КТ817А 
КТ816А 


КТ817Б 
КТ816Б 
КТ817В 


[* |= 
| | 
р р 
[9% > 
р) > 


|= 
>) 
> 
© 
=) 


|* 
| 
р 
р 
|) 


КТ816В 








транзистор отечественный аналог 
80534 
80535 
В0536 
В0537 
В0538 
Вр54Зр 
В0545 
Вр545А 
805458 
В0545С 


В0546 КТ818Г1 

В0546А КТ818 В! 

Вр546В 
В0546С КТ818А1 

В05460 КТ8102Б 

80566 КТ855А 







ВОб! 1 КТ817А 
КТ816А 
КТ817А 
КТ81бА 


В0615 КТ817Б 

КТ8!6Б 
В0617 КТ817В 
В0618 | КТ816В 
ВО619 КТ817Г 
В0620 КТ816Г 
В0643 КТ829В 
В0645 КТ829Б 
ВО647 КТ829А 
В0663 КТ819А 
В0664 КТ818Б 
В0665 КТ829Г 
В0675 КТ829Г 
ВО675А КТ829Г 
В0677 КТ829В 
В0677А КТ829В 
В0679 КТ829Б 
В0679А КТ829Б 
В0681 КТ829А 
В0705 КТ819А 
В0706 КТ818Б 
В0707 КТ819В 
В0708 КТ818В 
В0709 Кт819Г 
В0710 КТ818Г 
ВО711 КТ819Г 
Вр712 КТ818Г 
Вр719 КТ805БМ 
В0720 КТ805ВМ 
В0744) КТ724А 
В0802 КТ724А 
В0813 КТ815А 
В0814 КТ814А 
В0815 КТ815Б 


КТ814В 
КТ815В 
КТа14Г 
КТ646А 
кт639Б 
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ВО827 КТ646А 
В0828 КТ6ЗЭД 


ВО840 
Во842 
В0875 
Вр876 
Вр877 
Вр878 
В0879 
ВО880 
ВО933 
ВО934 
ВО935 


| КТ6бЗ9В 
КТ6ЗэЭД 
КТ972Б. КТ8245А5 
КТ97ЗБ, КТ8244А5 
КТ972Б. КТ8245(Б5. В5) 
КТ8244Б5, КТ8244В5 
КТ8245Г5 
КТ8244Г5 
КТ817Б 
КТ816Б 
КТ817В 


КТ816В 
В0937 | КТ817Г 

ВО938 
В0944 КТ837Ф 

КТ837Ф. КТ837Г 

КТ819В 

КТ819Г 
В0954 КТ819Г 
ВОР620 | КТ947А | 
ВОТ42С КТ855Б, КТ855В 


КТ819Б 
КТ818Б 
КТ819В, КТ808АЗ 
КТ818В. КТ808 АЗ 
КТ819Г, КТ808Б3 


ВОТ91 
вОт92 
ВОТ93 
ВОТ94 
ВОТ95 


ВОУ64АВ КТ896А 
ВрУ64В КТ8159В 





ВОУ65 
ВОУ\У65А 
ВОУ65В 
ВРУ6б5Е 
вВруУ66В 
ВОУ91 
ВрУ92 
ВОУ9З 
ВрУ94 
ВОУ95 
Вр\У96 
ВО\/21 


КТ8158 А 
| КТ8158Б 

КТ8158В 

КТ8251А 

КТ8106А, 218106 А 
КТ819Б 

КТ818Б 

КТ819В 

КТ818В 

КТ819Г 

КТ818Г 

КТ819АМ. 2Т875В 







ВО\/22С 
ВО\/23 

ВО\/2ЗА 
ВО\/23В 


КТ818ГМ 
КТ829Г 
КТ829В 
КТ829Б 


ВО\/21А КТ819БМ 
ктатовм 

ВО\/21С КТ819ГМ | 
ТАБ 
КТ818ВМ 

ВО\/22В КТ818ГМ 





ВО\/23С КТ829А 
ВО\/51 КТ819АМ 














































| КТ819ГМ 
[Вох рктагм 









ВОХ53С КТ829А, КТ8141А, КТ87ЗА 








| 

| ВОХ62А | КТ825Г 

| ВОХбов Г КТ825Г 
| КТ827Б 






ВОХ6ЗА КТ827А " 


' КТ825Д 
' КТ825Г 






| ВОХ66В 


| КТ825Г 
| В0Х67 | КТ827Б 
| ВОХ67А КТ827А 


| ВОХ85С КТ827А 
ВОХ86 КТ825Б, 2Т825Б 
ВОХ86А КТ825Б 


ВОХ86С 
ВОХ87 
ВОХ87А 
ВОХ87В 
ВОХ87С 
ВОХ88 
ВОХ88А 
ВОХ88В 
| ВОХ88С 


| вох9! | КТ819БМ 


ВОхХ92 КТ818БМ 
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Зарубежный 
транзистор 


Приближенный 


отечественныи аналог 


КТ819БМ 
КТ818ВМ 


КТ819ГМ 
КТ818ГМ, КТ841А 
КТ805Б 


ВОХ95 
ВОХ96 





ВОУ25 КТ812В 
ВОУЗ4 КТ94ЗА 
ВОУ38 КТ819ГМ 


ВОУ24 КТ8ОЗА 
| 


КТ819ГМ 


ВОУ78 КТ805Б 
ВОУ79 КТ802А 
ВОУ90 КТ945А, КТ9О8А 


КТ945А, КТ9О8А 
КТ908А, КТ9О8Б, КТ86ЗА 


ВЕ179В 
ВЕ! 79С 
ВЕ182 
ВЕ1 83 
ВЕ186 
ВЕ! 97 
ВЕ199 
ВЕ208 
ВЕ223 
ВЕ240 
ВЕ245С 
ВЕ254 
ВЕ257 
ВЕ258 
ВЕ259 
ВЕ272 
ВЕ273 
ВЕ291 
ВЕ297 
ВЕ298 
ВЕ299 
ВЕЗ05 
ВЕЗ06 
ВЕЗ11 
ВЕЗ16 
ВЕЗЗ0 
ВЕЗ36 


КТ611Б 
КТ618А 
КТЗ127А 
КТЗ127А 
КТб11Г 
КТЗЗЭГ 
КТЗЗЭАМ 
КТЗЗЭА 
КТЗЗЭВ 
КТЗ12В 
КПЗ65Б 
КТЗЗЭАМ 
КТ611Г 
КТ6бо4Б, КТ940Б 
КТ604Б 
КТЗ128А 
КТЗЗЭА 
КТб11Г 
КТ940В 
КТ940А 
КТ940А 
КТб11Г 
КТЗЗЭВ 
КТЗЗЭБ 
КТЗ92А2 
КТЗЗЭВ 
КТб11Г 


ВОУ93 | КТ704Б, КТ828 

ВОУ94 КТ812А, КТ704Б | 
ВОУ95  КТ704Б 

ВрУ96 КТ8101А 

ВЕР!79В КТ611Б 

ВЕ! 11 КТ611А | 
ктеииг | 
КТ602А 

ктеиГ 

| ВЕ179В 

| ВЕ!79С 

|[ВЕ182 | 







Зарубежный 
транзистор 


ВЕЗЗ7 


| Приближенный 
отечественный аналог 


| 
КТ604Б 


ВЕЗ3$ | КТ940А 


КТЗ128 А 


ВЕЗ63 КТЗ128А 


ВЕ410С 


ВЕ459 


ВЕ462 


КП365А 
КТ96ЭА 


КТ940А 
КТ6138 В 


ВЕ471 КТ605БМ, КТ940А 
ВЕ472 КТ9115А 
ВЕ480 КТЗ120А, КТЗ120АМ, 


ВЕ50-35 
ВР506 
ВЕ554 
ВЕ569 
ВЕ597 


2Т3120А 

211909А 

КТЗ126А 

КТЗ170А9Э9 

КТЗ169А9. КТЗ192А9 
КТ368 АМ 





ВЕ599 КТ368А9 
ВЕб15 КТ940Б 
ВЕб17 КТ940А 
ВЕб20 КТ666л9 
ВЕб?| 


ВЕ622 
ВЕб23 
ВЕ680 
ВЕ715 
ВЕ727 
ВЕ849 
ВЕ869 
ВЕ905 
ВЕ960 


ВЕ96! 
ВЕ964 
ВЕ966 
ВЕ970 
ВЕ979 
ВЕ980 
ВЕ989$ 
ВЕ991 
ВЕ996 
ВЕЕО5АТ 
ВЕС65Т 
ВЕО67 
ВЕС92А 
ВЕС9ЗА 
ВЕ] 57 
ВЕ] 70 
ВЕ.93 
ВЕ98 
ВЕМ24 
ВЕР177 
ВЕР178 
ВЕР! 79А 
ВЕР179С 
ВЕР! 94 | 
ВЕР! 96 

ВЕР405 


КТ9145А9 
КТ9144А9 
КТЗ109А 
КТ99ЭА 
КТЗ165А 
КТ9115А 
КТ999ЭА 


| КП3З50А 


КПЗ27А, КПЗ5ОА. КПЗ82А. 
КП801А 


КПЗ27Б 


| КП327В 


КПЗ47А2, КПЗ27Г 
КТЗ1ОЭВ. КТЗ165А 


КПЗ27А 

КПЗ83АЭ 

КПЗ46Б9 

КПЗ46А9 

КТб132А 

КТ3199А92 
КТЗ186АЭ, КТЗ199АЭ9 


и, 


КТЗ186А9, КТЗ198А92 
КТЗ198Г92 


КТ602Б 
КТЗЗЭВ 
КТЗ42Б 
КТб11Г 
КТ3201В9 
КТ611В 
КТб1Г 
КТб11Г 


‚ КТб18А 


КТ6129А9 
КТ61304А9 
КТЗ144А 


ЖЕ. == 


ее 






Раздел 5. Аналоги транзисторов 567 


Зарубежный Приближенный 
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В$Т15 КТ513Б9, КТ513В9 

В$Т16 КТ513ЗА9 


В$Т39 КТ514В9. КТ6135А9 
В$Т40 КТ514А9. КТ6135В9 
В$\15-10 

В$\15-165 

В$\15-6 

В$\У16 КТ639Д 

В$\У49А КТ351Б 
В$\59-УШ КТЗ117А 

В$\64 КТЗ21А 

В$\/19 КТЗ4ЗБ 

В$\/20 КТЗ61Г. КТЗ61ГЗ 
В$\/21 КТЗ4ЗБ 

В$\/27 КТ928А 

В$\/36 КТ6оЗБ 
В$\/39-10 КТ63Зог 
В$\/39-16 КТ6зог 

В$\/39-6 КТ6Зог 

В$\41 | КТ616А 

В$\/51 КТ928Б 

В$\/52 КТ928Б 

В$\/61 КТЗ117А 

В$\/62 КТЗ117А 

В$\/65 кт6зог 

В$\/66 КТ6зог 

В$\/66А кт6зог 

В$\/67 КТ6ЗОА 














, 


Приближенный 
отечественный аналог 


КТ3199А91 
| ВЕР719 КТ315А 

| ВЕР720 КТ315Б 

| ВЕР721 КТ315В 

| ВЕР722 | КТЗ15Г 

| ВЕР95 КТ996А2. 2Т996А2 
| ВРО253 | КТ914ЗА 

| ВЕО5АТ КТ6132А 

| ВЕО65 КТЗ198Ж 

| ВЕО67 КТ3198Ж9 
ВЕО98О 21658 А2 

КТ3143А 

КТ372Б 


Зарубежный 
транзистор 


ВЕУ46 


Приближенный 
отечественный аналог 


КТ6зод 
ВЕУ50 кт6зог 
ВРУ51 КТ6зод 
ВЕУ52 КТ6зод 
ВЕУЗЗ КТ6зод 
ВРУ55 КТ6зог 
ВРУ56 | КТбЗОГ 
ВЕУ56А КТ6Зог 
ВЕУ56В КТ63зог 
ВЕУб65 КТб11Г 
ВРУб6 КТЗ55А 
ВЕУ67А КТ6ЗОА 
ВЕУ67С КТ6ЗОА 
ВЕУ68 КТ6З0Е 
ВЕУ68А КТ6ЗоБ 


ВЕ У55 КТ808А 


ВЕХ92 КТ91ЗА 
ВЕХ93 КТ913ЗБ 
ВЕ.Х96 КТ981А 
ВЕХ97 КТ981Б 
В1Х98 КТ981В 
ВЕУ47 КТ808А 
ВГ.У47А КТ808А 


Зарубежный 
' транзистор 


ВЕРб7 












ям |л^ 
|| 
ф | © | © 
|| 
© ®|х 
== 










Г ВЕВ180\ 
| ВЕВЗ4 

| ВЕВЗ4А КТ3З72Б 
 ВЕВ86 КТ6139Д 

| ВЕВ87 КТ6139Г 

| ВЕВ88 КТ6139Б 

| ВЕВ89 | КТ6139А 

| ВЕК9О КТ3198А 

| ВЕВ90 | КТЗ71А, КТЗ190А 

| ВЕВ9ОА КТ3!98Б 

| ВЕВУ! КТ3198В 

| ВЕВУТА КТ3198Г 

| ВЕВ92 КТ3187А91, КТЗ198А9 

| ВЕВ9ФА КТЗ187А9, КТЗ198Д, Б9 
| ВЕВ9З КТ3198В9 

| ВЕВОЗА КТ3198Г9 

ВЕВ96Т КТ6141А9 


[ 


[ ВЕВ9бТ$ | КТ6141Б9 В1У48 КТ808А В$\67А КТ630А 

‚ ВЕ517 | КТЗ187891 
| ВЕЗ17А | КТЗ198 9 Гв5\68А __ |ктбв | 
| ВЕЗ62 | КТЗ68А В5\/88А КТ375А 

Г ВЕТ! 9А | КТ505Б В$Х2! 0308 






ВЕУ5ОА КТ809А 


кт920Г 
кт920Г 
КТ971А 
КТ958А 
КТЭЗТА 
КТ! 17А 
КТ51459 
КТ351Б 
КТ340Б 
КП502А 
КП50ЗА 
КП509А9 
КТ928А 
КТ928Б 
КТ928А 
КП505А 
КП52ЗА 
КП507А 
КТ5ОЗЕ, КТб02АМ 
КТ602АМ 
КТ6ЗОА 
2Т974А 
217088 
КТ502Е 
КТ3145Б9 
КП504А 
КГ40ЗА 
КП402А, КП508А 


| ВЕТ28С КТ505Б 
| ВЕТО2 | КТЗ19149, КТЗ191А91 
| ВЕТОб 21658562 
| ВЕ\\16 КТ610А 
| ВЕ\/30 КТ399А 
| ВЕ\\45 ктеиг 
| ВЕ\/89 КТЗ51Б 
| ВЕ\/90 КТ351Б, КТЗ71АМ 
| ВЕ\/91 КТЗ51Б 
| ВЕ\/92 КТ3З82Б 
| ВЕ\/93 | 273134А1, 2135452 
| ВЕХ!2 КТЗ26АМ 
| ВЕХ13 КТЗ26БМ 
| ВЕХ29 КТ9ЗЗБ 
| ВЕХЗ0 КТ9ЗЗБ 
| ВЕХ44 КТ340В 
| ВЕХ59 КТ3106А2 
| ВЕХб5 КТ3!02Е 
| ВЕХ73 КТ368А 
| ВЕХ84 Кт6зог 
ВЕХ85 | КТ6ЗОГ 
| ВЕХ86 КТ6зод 
| ВЕХ87 | КТ9ЗЗБ 
| ВЕХ88 КТ9ЗЗБ 
| ВЕХ89 КТЗ55А 
| ВЕХ94 КТЗ117А 
| ВРУ!19 КТЗ26Б 
| ВЕУЗ4 Кт6зог 
ВЕУ45 КТ611Г 


В$ХЗ2 
В$ХЗ2 
В$Х38 
ВЗХЗ8А 
В$Х45 


КТ928Б 

КТ928Б 
КТ802АМ 
КТЗ40А 

КТ6Зог 
В$Х45-10 кт6зог 
В$Х45-16 КТ6ЗоБ 
В$Х45-6 КТ6зог 

В$Х46 КТ63Зог 
В$Х46-10 КТ6зог 
В$Х46-16 КТ6ЗоБ 

В$Х46-6 КТ6зог 

В$Х47 КТ6З0Б 
В$Х47-10 КТ6З0Б 
В$Х47-6 КТ6З0А 

В$Х51 КТЗ40В 

В$Х52 КТЗ40В 

ВЗХ5ЗА КТЗ40А 

В$Х59 КТ928А 

В$х60 КТ928А 

В$Х61 КТ928А 

В$Х62 КТ801Б 

В$Х63 КТ801А 

В$Х66 КТ3Зо6Д, КТЗ06А 
В$Х67 КТ3Зо6Д, КТЗО6А 
В$Х72 КТ6зод 

В$Х75 КТЗ117А 
ВХ79А КТЗ42А, КТЗ117А 
В$Х79В КТЗ42Б 
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' 







| 
И 
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| Зарубежный Приближенный 
| транзистор | отечественный аналог 
' 


| 8$Х8С ‚ КТ375Б | 


1 В5Х81А | КТЗ75А 

| В8Х89 

| В5Х97 КТ3!17А 

| В5У27 | КТ340В 

| В$\34 | КТ608А 

8535 
В$У39 КТ340Б 


| 8558 ' КТбО8А 
| В5\б2 | КТб16Б 
| В5У72 | КТ352А 
| 8573 | КТЗ!2Б 
| В5У79 | П309 


В$У81 
В$У95 
В$У95А 
ВЗУР62 


КТЗ47А, КТЗ47Б 
КТЗ40В 
КТЗ4ОВ 
КТЗ40В 


| В$710 КТ104Б 
В Кв 
В$712 | КТ20ЗА 
, ВУ106 ‚ КТ812Б 
| В0108 | КТ8З9А 
| ВЫ1ОЭА ' КТ! 10В 
| ВИ!20 | КТ809А 
В0123 КТ802А 


В126 
В129 
В0132 
В0133 
В1204 
В1205 
В1207 
| В1207А 


КТ704Б, КТ828 А, КТ840Б 
КТ809А 

КТ704А, КТ826А, КТ826Б 
КТ704Б, КТ828А 

КТ83З8А 

КТ8З8А, 21704Б 

КТ8З8А. КТ846Б 

КТ83З8А. КТ8107Е?2 


| В1208 


В1208А 


КТ838Б. КТ846В, КТ8127Б1, 
КТ8157Б, КТ8107Б2, 
КТ8121Б2 


КТ8157А, КТ846А. 
КТ8107А2. КТ8107В2, 
КТ8127А, КТ8121А2 


КТ838А 

КТ818ЗА 
КТ8248А| 
КТ82224А 
КТ8224Б 
КТ856А1 

| КТ8228А 







ВЧ208А 

В92080Х 
В92506)0 
ВУ2508А 
Ву2508 0 
ВЧ2520А 
ВИ2525А 





Зарубежный Приближенный 
транзистор отечественный аналог 


В25250 | КТ8228Д 


ВИ286 КТ89ЗА 

В0326А КТ828А, КТ840А, КТ8108В 
В1406 КТ8130А, КТ858А, КТ8138Д 
В14060 КТ8138Е, КТ8140А1 

В1407 КТ8255А 

В1408 КТ858 А, КТ8140А, КТ8124А 
В14080 КТ8136А1 

В1409 КТ812Б 

В1409 КТ857А 

В1426 КТ868Б 

В1426А КТ868А 


КТ8107Б, КТ8107Г 
КТ8107Б 
КВА 
В0807 КТ8156А 
В19312 КТ897А 
В19312Р КТ898А 


В19312РЕ 
В19322 
ВЧ9412 
ВЧ9412Р 
В99412РЕ 
В94402 
ВОН!00 
ВУН313) 
ВУНЗ15) 
В914502 
В1Г47 
ВО147А 
ВУЧР46 
ВУЧР47 
ВУР47А 
ВУР51 
ВУР52 
ВУР53З 
ВУР54 
В1$98 
ВОТИ 
ВОТ90 
ВОТ91 
ВОТ92 
ВЦУ18 
ВЦУ19 
ВИУЗ7 
ВЦУ46 
ВЦУ48 
ВО\У66А 
ВИОУ74 
ВИ\У98А 
ВО! 1 
ВИ\М/ А 
ВИ\/24 


КТ898А | 

КТ892Б 

КТ82З1А, КТ897Б 
КТ8225А, КТ8231А1 
КТ8231А2 
КТ8261А 

КТ8290А 
КТ8183Б2 
КТ8183ЗА2 
КТ8247А 

КТ8143Г 

КТ8143Д, КТ8155А 
КТ8143К 

КТ814ЗА, КТ814ЗД, КТ814ЗН 
КТ814ЗГ 

КТ8143Х 

КТ8143Ф 
КТ8143Ж, КТ8143М 
КТ8143Г 

КТ885А, 2Т885А 
КТ8108Б1 
КТ8143Б 

КТ814ЗВ, 2Т891А 
КТ814ЗА, 2Т891А 
КТ8143Г 

КТ814ЗА 

КТ89ОА, КТ890Б 
КТ8108В1 

КП95ЗА, 21953ЗА 
КТ8108А1 

КТ885А, 2Т885А 
КТ885Б 

КТ868Б 

КТ868А 

КТ8147Б 


—=«А=———— 
Зарубежный Приближенный | 


транзистор | отечественный аналог | 
ВИ\/26 | КТ8147А 
ВИ\/З35 | КТ841Е | 
ВИ\/39 | КТ874А | 


КТ8147Б 
21866А 


ВИХ15 
ВИХ21 


[вх [КТВ 

ГвихавА | КТ856Б | 

тв 
ВиХ54 ‹ КТ5ОбА 
ВИХ77 | КТ908А 
ВИХ82 | КТ812А | 
ВиХ83 КТ812А 


ВИХ84 
ВихХ86 
ВИХ97 
ВОХ97А 
ВЧХ97В 


КТ506Б, КТ859А 
КТ8137А 
КТ828А 

КТ828А 

КТ828А 


ВУХ98АХ КТ8155Б | 
ВИУ18 ' КТ840А | 
ВЦУ21 ' КТ867А 
ВОУ26  КТ9!66А | 
ВЦУ43 | 1702 | 


ВОУ46 П702А 


и 
КТ802А 
вии кА | 
[807220 кпд 
[897307____|КП728А | 
[89231 | Кв | 
ВИ732 КП704А | 
ВИ7323 КП717Б1 


КП718А1 
КП813А1 
| КП718В1 
КП722А. КП81ЗА 
КП7О6В, 2П701А 
21701 А 
КП718А, КП809Б 
КП718Б 


ВЦ7330 
ВЦ7350 
В07354 
ВЦ736 
ВЧ7385 
ВЧ743 
В745 
ВО745А 


В0753ЗА КП705А, 2П80ЗА 
В0754А 
В0760 КП707А1 | 
В0771 КП727А 

В0780А КП786А | 
| В9290______ | КП707Б1, КП70ЗБ. КП726Б | 
[В0790А______| КП726А, КП?! | 
В0791А КП787А | 
В0798А 218855 | 
КТ925Б 
КТ934Б 
[2512 [КВ 
[2528 Кв 
КТ97ОА 

С3-12 КТ925А 
С3-28 | КТ9З4А 
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Зарубежный Приближенный 










| транзистор отечественный аналог 
| СО! 60 П213Б 
СЕХ14 АПЗ26Б2, АПЗ20В2 
СЕХЗ 
АПЗЗТА2 
| СЕУ18-12 АПЗ81А5 
СРУ25 АПЗ43А1-2 
СЕУ25-17 АПЗ43А1-2 
СРУ25-25 
СМ40-12 | КТ9бОА, КТ98ОА 
ГррЕ | кт626вА 
Грир ктб26А 
|4 
| 042С2М КТ9181А 
ом [кв | 
Гран8 | кт825А | 
| 2М20-28 КТ962Б 
ОМЕ?250 
| РМЕЗ75 | КТ986В 
| 214305 | КТ845А 
| 2\У1007 | 21909Б 
[512025 
| рУ!202$ | 21902А 
| Р\У28120 21913Б, 21928 А 


АП605А2 


2Х12608 А 





0хг3501 

0хг3610А 
РЕСИН ЕСС 
| Е3742-ЗА | 3П925В2 
[ЕСХ59 [Ки 

ЕСХ596 КТ511А9 

ЕЕТЗ07 мП40 

ЕЕТЗ13 МП20Б 

ЕЕТЗ17 1401 
ГЕЕТЗ19 [104 
| ЕРТЗ20 
| ЕЕТЗ21 | МП20А 


ЕЕТЗ22 МП20А 
| ЕРТЗ23 мпП20Б 


Зарубежный 
транзистор 


ЕЕТЗЗ1 
ЕЕТЗ32 
ЕЕТЗЗ3 
ЕЁТЗ41 


отечественныи аналог 
ЕРТ342 
ЕРТ343 
ЕХТ4515М 
1020 
1027 
1053 
1053 
1203 
201 
Е2002 
72003 
Е2005 
72006 
Е2012 
72013 
Е2О1З/Н 
72021 
ЕНСЗОГВ / РА 
РНСЗО-С/РА 
[0880-28 
РОО 
Е]203 КТЗ121Аб 

Е]203 
2401 
[19295 
Е29295СС 
РСС 
ЕС253 
7ЕМ5964-8С 
РЕМ7177-5 
РЕХ1О2МН2 
ЕММТА!З 
ЕММТА!4 


ЕВНОЕН АПЗЗОВ2-2 

Е$С10 АПЗ44А2-2 

РУСТОРА 
ЕХТ565М КТ528АЭ 

АТБ 
бАТЬ 
6С100 
9101 
си? 
аси6 
си? 
св 
0121 
9121 
0122 
0123 
96500 
6501 
66502 


@(С507 мМП20А 


@С508 мП20Б 
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60517 | МП20Б 
(518 мМП20Б 


оо 
а: 
с |9 | 
< 
— 
15) 
[<> 
"> 


МПЗ6бА, МПЗ7А 
МПЗ6А, МПЗ8А 


Ф 
сл 
5е 
— 


7213 
@0244 П215 


[12039 
П213Б 

КТ6боА 

КТ517В 


® 
ы 
= 
[<2) 


(Е126 ГТЗоЭГ 
СЕ128 ГТ309Б 
(2130 ГТ3З09ЭД 


С) 
т} 
> 
сл 


ГТ346А 
ГТ346А 
ГТЗ13Б 
ГТЗ1ЗА 
ГТ313Б 
ГТЗ1ЗА 
ГТ3З28Б 
ГТ346Б 
ГТ322А 
ГТ313Б 
ГТ322А 
ГТ322А 
ГТ322Б 
ГТ322Б 
МП42А 
МП42Б 
МП25А 
МП42 
КТ9134А 
КТЗ91А2 
КП7132А1, КП7132А9]1 
КП7132А. КП7132А9Э9 
КТ648А2 


С) 
т} 
сл 
> 


НХТЕВ2101 


НХТВ6101 КТЗ1328В2 | 
НХТВ6101 21312452 | 
НХТВ6102 КТ3132Б2. КТб82А | 






31925Б2 
21912А 
КП922А 


1М44506 
ВЕ! 30 
1ВЕ132 
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Зарубежный. Приближенный 
транзистор отечественный аналог 


[ВЕ150 КП150 


Зарубежный 
транзистор 


ВЕ741 









Приближенный 
отечественный аналог 


КП776Б 






| 87240 | КП240 18Р7416 
[18250 |КП25_ || ВР142 
| 1873205 | КП78ЗА 1ВЕ744 КП776Г 

| [8Е340 ' КПЗ40, КП717Е, КП809А 
| 1ВЕ341 | КП717Д 1ВЕ821 | КП759Б, КП780Б 
[18350 | КП350, КП717Б 
| 1ВЕЗ52 КП! 7Г КП759Г 


[ВЕЗ53 
187420 
ВЕ 440 
187441 
1ВЕ450 


КП717В 

КП420, 21802Б 

КП440 

КП718Г 

КП450, КП725А 

1ВЕ452 КП718О0 

ВЕ453 КП718А, КП718Е 
1ВЕ46 | КП741А 

| ВЕ 48 | КП741Б 

1ВЕ510 ' КП510, КП74ЗА 

1ВЕ511 КП743Б 

1ВЕ512 | КП743В 

[ВЕ520 КП520, КП744А 

1ВЕ521 КП744Б 

1ВЕ5210 КП7128А, 2107141А1 

[ВЕ522 КП744В 


[ВЕ 830 КП830, КП75ЗА, КП760А 
1ВЕ831 КП760Б, КП75ЗБ 


[ВЕ 832 КП76ОВ, КП75ЗВ 
[ВЕ 833 КП760г 

1ВЕ 840 КП840, КП761А, КП777А 
187 840 КП7137А 

[ВЕ 841 КП706Б, КП761Б 
1ВЕ84 1 КП777Б 

[ВЕ 842 КП777В, КП761В 
1ВЕ843 КП761Г 

1879020 КП944А 

1ВЕР 9130 КП712А 

1879140 217144А1 
1879540 КП785А 

18Р9620 211703А 

1ВР9621 2П703Б 


— 






— 
[в 
> 
© 


182530 КП530, КП745А 1879634 КП796А 

1879734 КП784А, КП817В, КП748А 

| 87532 | КП745В 1ВЕВС20 КП73ЗГ 

| 187540  КП540. 21797Г, КП746А___ КП805Б 

| 1ВР54ОМ : КП746А 
| 182541 | КП746Б КП7130А9 

| 8542  КП746В |ВРВЕЗО КП707В! 

| [82610 | КП610, КП748А | ВРВЕЗ2 КП707В2 


| ВЕб11 
1ВЕб12 
1ВЕб20 
1ВЕб21 
1ВЕб22 
1ВЕбЗ30 


| КП748Б 
КП748В 
КП620, КП749А, КП7135А 
КП749Б 
КП749В 
КП630, КП737А, КП7134А 


1ВЕО! 11 
1ВЕР150 
1ВЕР250 
1ВЕРЗ40 
1ВЕР3З50 
1ВЕРЗ52 


КП804А 
КП747А 
КП778А 
КП717Е1 
КП781А 
КП717Г1 


[182634 | КП776_ [| [ ВЕРЗ5З КП717В1 
| 1ВЕбЗ5 | КП737В 1ВЕР441 КП7 18 Г! 
| 1ВЕб40 КП640, КП75О0А, А! 1ВЕР450 КП779А 
1ВЕб40 | КП713ЗА 1ВЕР452 КП717Д1 
|1ВР6405 | КП713ЗА9 


[ВЕ 641 
| ВР 642 
1ВЕ710 
1ВЕ7 101 
1ВЕ7 103 
1ВЕ710А 
1ВЕ7 11 
| ВЕР 712 
ВЕ720 
1ВЕ720А 


КП75ОБ, КП750Б1 
КП75ОВ. КП750В1 
КП710, КП7ЗЗА, КП7ЗТА 
КП7131А9 
217140А1 
КП7З1А 
КП731Б 

| КП7З1В 

| КП751А 

| КП720 


1ВЕВ1 №60 
1ВЕВ1М60А 
18РО420 
1ВРУЗ40М 
1ВЕ710 


КП7138А 
КП7138А9 
КП780АС1 
КП9З6Е 
КП739Б 
ВР 714 КП7З9А 
1ВЕ715 КП7ЗЭВ 


[ВЕ 720 КП740Б 
187724 КП740А 
ВЕ 725 КП740В 


ЫЯ ‚КПБ 
` [ВЕ722 | КП751В 18Е740 | КП723В 
| 182730 | КП752А, КП707А! КП723Г 

1ВЕ730А | КП707А1. КП730 1ВЕ7 44 КП723ЗА, КП812А1. 

1ВЕ7З31 КП752Б 217102А1 


1ВЕ7244Е 
1ВЕР744Е $ 
1ВР745 
ВР 746 


КП7150А 
КП7150А9 
КП723Б, КП812Б1 
КП741Б 


1ВЕ7316 
ВЕ732 
ВЕ740 
ВЕ740А 


217142А1 

КП752В 

КП776А, КП7136А 
КП740 















Приближенный 
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Зарубежный 
транзистор 





1804ВС300____ | КЕ7О7Б 
ВОВС40м — | КП730А. КП7З! 
18СРН5ОЕ КП730А | 


КП744Г 
КП745Г 
КП746Г 
КП737Г 
КП750Г 
КП510А9 
КП727В 
КП723Г 
КП908А 
21917А 
КП705Б 
' 21305А 
7175 | КП3З0О4А 
]Е8050 | КТ524А 
13 ‚ КТ525А5 
]Е9015А | КТ519А 


]Е9015В КТ519Б 
1Е9015С КТ519ЭВ 
102058 КТ9155А 


181520 
181530 
181540 
181630 
181640 
1ВЕМГ2402 
181734 
181.244 
ГУМ5200 
Гум6000кмв 
ХТМ4№95 
175 








]5$830 АПЗЗ0В1-2 
]$88304$ АПЗЗ0А2 | 
153886445 ' АП608 А? | 
К10500 ‚ 2Т9З9А | 
К2113В | КТЗ82БМ 
К2122СВ ‚ КТ3З82АМ 


К5002 
КС147 
КС148 
КС! 49 
КС507 
КС508 
КС509 
Кобо! 
Ко602 
КЕ1 73 
КР503З 
КР504 
КР507 
К5А5390 
КЗА5ЗЭВ 


КТЗ120А, 2Т3120А 
| КТЗ7ЗА. КТЗ7ЗБ 

КТЗ7ЗА, КТЗ7ЗБ 

КТЗ7ЗБ, КТЗ7ЗВ 

КТЗ42Б 

КТЗ42Б 

КТ342Б 

КТ8ОЗА 

КТ808А 

КТЗЗ9В 

КТ602Б 

КТ6!1Г 

КТ617А 

КТ502Г 

КТ502В 


[к$А539у _ |кт5г | 
[К$А5450 __ | КТО. 
[кзА545в [Кд 
[кзА545У [КТГ 
К$в907 КП8219А1 
К$С1395 | КТЗ16ГМ 
К$С1623 | КТ220А9 


К$С1730 | КТЗ16ОМ 


К$С2757 | КТЗ68А9 + 
К$С3074 | КТ8218Б ВИ: 
К$С815 | КТ5ОЗА 
К$С8530 КТ50ЗГ 


К$С853В 
К$С853ЗУ 
К$О1621 

К$О2270 
К$О227У 


КТ5ОЗ(Г, Д) 
КТ50ЗГ 
КТ512Ж9 
КТ50ЗН 

| КТ5ОЗБ 
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Зарубежный | 
| транзистор | 
| К5р73 
К$Н!17 
КН! 171 КТ8219Б 
К$Н1271 КТ8219Г 
К$Н2955 КТ8217Б1 
К$Н29551 КТ8217Б 
К$НЗ055 КТ8216А 
К$НЗ0551 КТ8216Б1 
К$НЗ1 КТ8218А1 
| КЫНЗИ КТ8218А 







Приближенный 
отечественный аналог 





2 
- 
со 
=) 
м ®) 
— 


Г КЗНААНИИ КТ8218Г 

| К$УЗ4 | КТбО8А 

[ку [Кв | 
К$у63 | КТб16Б 


КО601 КТ8О1Б 


ко607 
КОб12 КТ801 А 
| КИУ12 КТ812В 
' ГАЕ4000С | КТ657Б2, 2165752 
| ГАЕ4001ВА КТ6131А 
| 124405 | КЕНТ254 
1КЕЗ2002Т КТ918Б2 
И 1817 КТ9141А! 
`1Т1839 КТ9141А 
71839 
тазу 
| [15839 | 2Т9143А 
МА72!23 ' КТЗ11456 
! МА4ЕЗ00-500 | 3191552 
МА909 ' МП26А 
| МА910 | МП26А 


МСЕ!305 АПЗ54В5 
| МСЕ! 402 АПЗ54А5 
МСЕ45110 АП357В5 
мО!129 КТСЗ95А1 
МО!130 КТС394А2 
МО3762 21687АС2 
МО5000 КТС3103ЗА1, КТСЗ93А9 
МО5000В КТСЗ10ЗБ1, КТСЗ93Б9 
МО918А 2ТС398А1 
МО918АЕ КТС398594 
| МО918Е КТС398А94 
| МО9762 21687АС2 
мр986 КТСЗОЗА? 
` МЕМЗ008 2т9139Б 
МЕМ430394 | 2719822 
| МЕЕ121 кПЗо6В 
МЕЕЗ001 КП307Г 
МЕЕЗ002 КП307Д 
МЕЕЗ098 кПЗо2В 
МЕЕЗ098 КПЗ02В 
МЕЕЗОО4 21305А 
| Мб258250 КП95ЗВ, КП955Б 
| МСЕ2 116 АПбО5А2 
| МСЕ2324-01 








3 
р 
| 


> 
= 
> 
>) 
> 
д. 
г 





Зарубежный 


Приближенный 
отечественный аналог 


МОЕ4310 АПЗ4АЗА2-2 
МОЕ4511Р АПЗ57В5 


МОЕ-ХЗ5М-01 


мл 1020 218105А 
мл 1020 КТ8105В 
мл 1021 21Т8104А 


мМ]250 КТ96ЗА2 


КТ8112А, КТ8170А1, 
КТ8175А, КТ820ЗА, КТ8235А 


КТ8164Б, КТ8181Б, 218164Б 


КТ8138В, КТ8164А, КТ872А, 
КТ8181А, КТ854Б, КТ8205А, 


КТ8182Б, КТ8207А 


КТ9180Г 
КТ68ЗД, КТ9181Б 
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Зарубежный Приближенный 
транзистор отечественный аналог 
МЛЕ! 81 | КТ9181В 
МЕ! 82 | КТ9181Г | 
М/Е?З3 
М.Е 4343 КТ732А 
Кт7ЗБ 
М.]Е4353Т КТ8101А 
МЛЕ455ЗТ | КТ8102Б | 
МЕ? | КТ814Б 


МЕ? КТ814В 
МЕ? 12 КТ814Г 
М]Е7?20 КТ815Б 
МЕ? 21 КТ815В 
МЛЕ7 22 КТ815Г 
мМЛ11017 КТ709Б 
м1 1019 КТ709А, 2Т709А 
мМ/ЛН6285 КТ8106А, 2Т8106А 
М/ЛН6286 КТ8106Б 
мт3000 Кт602в 
МГ500 КТ963Б2, 2Т9135А. 2Т1995А2 
ММ1748 КТЗ16А 
мм3000 КТ6о2А 
мм3001 КТ611В 
ММЗ375 КТ904Б 
ММА404 МП42Б 
ммМ8006 КТЗ99А 
ММ8007 КТЗ99А 
ММ8015 КТЗ82А 
ММВРЕ54592 КПЗО08А1 
ММВЕ54592 210308В9 
ММВТ2222 КТЗ117Б9 
ММВТЗ904 КТЗ197А9 
ММВТЗ906 КТЗ196А9. КТЗ140Г 
ММВБВТА404А КТ209К 
ММВТ6427 КТ517В9 
мМмМвВТ64271.Т1 |КТ517Г9 
ММВТб517 КТЗ201А9 
ММВТА!З КТ517А9 
ММВТА!14 КТ517Б9 
ММВТА20 КТ3151Д9 
ММВТА42 КТ3201Б9 
ММВТА43 КТ3201Г9 
ММВТА6бЗ КТ523А9 
ММВТА64 КТ523Б9 
мм5Т3906 КТЗ146В9 
ММТ2857 КТЗ82А 
ММТ2857 КТЗ82Б 
МР4450-3 31925А5 
МРОЗ906 КТ674АС 
МР5$2711 КТ5ОЗА 
МР$2712 КТ5ОЗБ 
МР5$2713 КТЗ06БМ 
МР5$2714 КТЗ06БМ 
МР5$2907АГ. КТ685Г 
МР5$2907АМ КТ685В 
МР$2907К КТ685Б 
МР5$2925 КТ68ОА 
МР5$3395 КТ681А 
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Зарубежный | Приближенный 
транзистор отечественный аналог 







| МР$3640 : КТ3З47Б 
| МР53702 ' КТЗ107Д 
' МР$3703 | КТЗ107А 
| МР$3705 | КТ645А 


МР$3707 КТ3102Д 
МР5$3708 КТЗ102В 
МР5$3709 КТЗ102А 
МР5$3710 КТЗ102В 
МР5$3711 КТЗ102Г 
МР53З914 КТ68ОА 
МР5$404 КТ209Е 
МР5404А КТ209К 


[мрз5179 | ктзбвм о 
| МР56512 | КТ3102Д 
МР56513 Г КТЗ102Д 
| МР$65 1 4 | КТ3102Д 


МР56515 КТ3102Д 
МР56516 КТЗ107Е 
МР$6517 КТЗ107Е 
МР$6518 КТ3107Ж 
МР$6519 КТ3107Л 
МР5$6530 КТ645А 
МР$6532 КТ645А, 2Т645А 
МР$654 1 КТ316БМ 


| МР56543 | КТЗ16 ВМ 
" МР56562 ‚ КТЗ5ОА 
МР5$6563 ' КТЗ5ОА | 


' МР$6565 ‚ КТб45А 

| МР56566 | КТб45А 

МР$6571 ' КТЗ102Г 

МР$706 КТ645А 

| МР$706А КТЗ75А 

МР$834 КТЗо6ВМ 
МР$9600 КТ201ВМ 
МР$9601 КТ201БМ 
МР$А09 КТ3102Б 
МР$А!3 КТ517А 

МР$А!14 ' КТ517Б 

МР$А25 | КТ517Г 

| МР5$А26 | КТ517Д 

МР$А42 | КТб135Б, КТ520А, КТ6139А 
МР$А43 | КТб135В, КТ520Б, КТ6!39Б 
МР$А44 | КТ6135А 
МР$АбЗ КТ52ЗА 

МР$Аб4 КТ52ЗБ 

МР$А75 КТ52ЗБ 

МР$А76 КТ523ЗГ 

МР$А77 КТ523Д 

МР$А92 КТ521А, КТ6138 А 


МР5$-НЗ7 КТЗЗ9АМ 
| МР51.07 | КТЗ6ЗА 
| МР5$108 ‚ КТЗ6ЗА 
МР$1.51 КТ6З8А, КТбЗ2В! 






МР$ОО01 | КТ807Б 
МРЗОО1А КТ807Б 
МР$004 КТ850Б 






Зарубежный Приближенный Зарубежный | Приближенный 

транзистор отечественный аналог транзистор | отечественный аналог | 
Е Е ООН 
[мЕ!3783 | АП35585 
плен ГА | 
КТ639Б МЕ4203 | 27910362 
КТ639Б №Е46383 Г АПЗ28А2 
МР$055 КТ6З9Г в | №МЕ500 ‚ КП302Г Е 
МР$056 КТ6З9Б, КТ6б26Б | М№Е567-55 ' КТб47А2. 21671А2 


МЕб95 АПЗ20А2 
МЕ72089А | АПЗ44А2 

М№Е73435 КТ3114В6, 213114Аб 
М№Е75083 АПЗ56В5 

МЕ76184А АПЗ44А1-2 
МЕ90089А АП60О5А1-2 
МЕМ2020 219122А 


МРЗ\/ 13 КТ8240Д5 
МР5\/ 14 КТ8240Е5 
МР$\63 КТ8241А5 
МР5$\\!64 КТ824155 
МО2218 КТС61ЗА 
МВАО510-50Н | КТ9!156БС 
МВАОб1 0-18 КТ9104Б, 21988 А 
МВАО6б10-3 КТ9104А МЕМ4205 21910342 
МВА! 014-35 219118 В №Е71112 АПб02Б2 
МВА! 214-55 219118Б МКТ! 1 | МГГ!08Г 





МВА! 417-25 2Т989А МКТ73  МГТ108Б 
МКВЕ! 48 КП908Б МТ2222 | КТЗ117А! } 


МТЕ! 07 КТЗ16АМ 
0С1016 ГТ703В 

0С1044 ГТ109Е 

0С1045 ГТ109Д 

0С1070 МП4ОА 

ОС107! МПАОА, МПЗУБ 
01072 МП41А, МПЗЭБ 
0С1074 МП20А 

01075 МП41А, МПЗЭБ 
0С1076 | МП42Б. МП20А 
0С1077 | МП21Г 

0С1079 МП20А 

0С112 МП26 

0С170 ГТЗ09Г, ГТ322Б 


ГтЗо9г 
Кт!о4Г 
КТ!О4Б 
Кт!О4В 


0С203 КТ203А 


МВЕ2005М | КТ948 А 
МВЕ2010 КТ942В 
МВЕ2010 21Т942А 
МВЕ430 КТ9160А 
М$0146 КТ9З7А2 
М$А7505 КТ907А 
М$С1075М КТ984А 
мМ$С1250мМ КТ984Б 
М$С1550мМ КТ9109А 
М$С1827 3П927А2 
мМ$С2001М КТ919В 
мМ$С2003 КТ91ЗА 
м$С2003М КТ919Б 
м$С2005М КТ919А 
мМ$С4001 КТ9З8А2 
М$С81550 КТ9127А 
М$С85606 21640А1-2 
М$М 1718-05 31927Б2 
М$МЗ742-5 31925А2 











м$М5964-10__ | 3193052 
0С207 | КТ2ОЗА 

МТМ15М50 — | КП7ОбА ОС25 0216 

218035 0С26 | ГТ703ЗД 

207015 0С27 ГТ703Г 

0С28 | 0217 


МТРЗМО81. КП727Б, КП727В 0С30 П201Э | 


МТРб№60 КП724А, 21724 А 
МТ$102 КТ3166Б 
М04894 КТ!17Г 
МОР506А КГ734А 
МОР506В КП734Б 
МОРб0! КП734В 


| 
Ф 
сл 
ме) 
| 
© 
д 
| 


| МОР605А КП735В Г! 09В 
МОР605В КП735Г МП4ОА 
МОР6о6А КП735А МП40А | 


МОР606В КП7З5В 


МОРО506А1. КП734А1 0С76 | МП4ОА 


МОРО506 ВЕ. КП734Б1 

МЕ021-60 КТ657А2 ГРВС107А | КТЗ7ЗА 

МЕ045 ЗПЗ5ЗА5. АП358В5 ГРВС107В__ КТ 
[Рвс!08А__ КТ 


МЕ! О10Е КТ91ЗБ 
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Зарубежный Приближенный 
| Транзистор | отечественный аналог 
| РВС1О8В 
РВС!08С 
РВС1О9В__ КТЗ7З6 
РВС109С 
| РВМ53906 КТ3146Г9 
' РВМТЗ906 КТ314609. КТЗ140В 


| РНИ 14-50 
РН!114-50С 

| РН!114-60 

| РКВ230030 
РКВ230030 
РКВЗ0000 

| РМ2219 

| РМ2484 

| РМ4888 

| РРС9030 

| РТб680 

| РТ9788А 

| РТ9790А 
РТВ42003Х 
Р7121481504 

| Р720230 

| Р22024В10У 

| Р223278150 

| р72731В16\ 

| Р7В160400 

| 92505 

| ВЕО40! 

` ВЕО410 

| ВЕР420 

| ВЕО421 

ВЕК!0М15 


2Т9118А 
КТ976А 
КТ979А, 2Т979А 
Кт919Г 

КТ919Г 
КТ918А2 

| КТ5ЗОА 
КТ3102(Б, Д) 
КТ6138Г 
3192782 
Кт909в 

27951А 
КТ9111А, 2Т979А 
КТ937Б2 
21975Б 
279149Б 
219149А 
279158 А 
2Т9139А 


2 
“®) 
№. 
"р 


— 
м 
г 
со 
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КТ606Б 
КТ91ЗА 
КТ91ЗБ 
КТ904А 
КП748Б 


| 
И 


| ВЕР! 2№10 
| ВЕР! 5М15 
| ВЕР18М№08 
ВЕР!8№10 
| ВЕР25М06 
ВЕРЗМ45 
ВЕР4М40 
| ВЕРбМА5 
ВЕР7М35 
| ВЕР7МА0 
| ВЕРЗМ 18 
| ВЕР8М20 
| ВЕВЗМ50 
| ВЕВбМ50 
| $10-12 
| $10-28 
$150-28 
$2000Е! 
| $30-12 
| $3640 
| $70-12 
580-28 


| ВЕК!045 | КП718Г | 
Гвекомо [ко | 
ГвЕК12м35 [КПД 
веко | КП | 
\ ВЕК25№20 КП240 
| вЕМ12м10___| 20925 | 
| ВЕМ!8№10___ | 2П912А 
 ВЕР12М№08 КП743Б | 

| 


2 
— 
а] 
> 
© 


КП750Б 
КП745Б 
КП745А, КП530 
КП746Б 
КП759Б 
КП751В1, КП733Б 
КП753Б 
КП752Б 
КП752А 
КП749Б 

| КП748А, КПб10 
КП759А 
КП75ЗА 
КТ965А. КТ921А 
КТ955А 

КТ957А 
КТ818ЗА1 
КТ96бА 
КТЗ126Б 
КТ967А 
КТ956А, КТ944А 


р 
' 


| 
р 


Ш 










Приближенный 
отечественный аналог 


АПЗ55В5 
21996А2 
КТЗ7ЗА 


Зарубежный 
транзистор 


$8870 
589 
$©С2060 
$С206Е 
$С206Е 
$©207) 
$С207Е 
$С207Е 
$01300 
$01301 
$01308 
$01505 
$01540 
$01543 
$01546 
$01565 


КТЗ7ЗВ 
КТЗ7ЗА 
КТЗ7ЗБ 
КТЗ7ЗБ 
КТЗ99А 
КТЗ99А 
КТ9З8Б 
219140А 
КТ9164А 
КТ9134Б 
КТ9774 


КТ9136АС, КТ9161АС, 
219136АС, 2Т914А 


КПЗ1ОА 
КПЗ10Б 
КП980Б 
КПЗ14А 
КТ8ЗАВ 
КТ834Б 
КТ8ЗАА 
КТ834В 
КТ834Б 

КТ834А 
КТ908Б 

КТ9О8А 
21881Б 

КТ908Б 
КТ908А 
КТ716Г 

КТ617А 
КТ617В 
КТ617А 
КТ617А 
кт602вВ 
КТ6о2Гг 

кт602Гг 

КТ617А 


$0200 
$0201 
$0211 
$0300 
$2м6000 
$0м№6001 
$2м№6002 
$9№ 251 
$0№ 252 
$0М№6253 
$0Т3207 
$0Т3208 
$0Т5504 
$01Т7012 
$01Т7013 
$Е9З300 
$Е121А 
$Е121В 
$Е122А 
$Е122В 
$Е123А 
$Е123В 
$Е123С 
$2126А 
$Е126В 
$Е126С 
$Е128А 
$Е128В 
$Е128С 
$5128) 
$Е129А 
$Е129В 
$Е129С 
$Е1295 
$Е131Е 
ЗЕ1З31Е 
$Е132Е 
$Е132Е 
$Е1360 
$Е136Е 
$Е136Е 
$Е137) 
$Е137Е 
$Е137Е 
$Е150В 





КТ617А 
КТ6зЗог 
кт6зог 
КТ6ЗоГ 
КТ6Зог 
КТ6ЗОА 
КТ6ЗОА 
КТ6ЗОА 
КТ6ЗоБ 
КТ3102В 
КТЗ102Г 
КТЗ102Б 
КТЗ102Г 
КТЗ42А 
КТЗ42Б 
КТЗ42В 
КТЗ42А 
КТЗ42Б 
КТЗ42В 
КТб11Г 


= 





Зарубежный 
транзистор | 


$Е150С 
$Е21 

$Е215С 
$Е2150 
$Е215Е 
$Е216С 
$Е2160 
$Е216Е 
$Е22 


Приближенный 
отечественный аналог 


КТб11Г 
КТ617А 
КТЗ75ЪБ, КТЗ7ЗА 
КТЗ7ЗА 
КТЗ7ЗБ 
КТЗ75А, КТЗ7ЗГ 
КТЗ7ЗА 
КТЗ7ЗБ 
КТ617А 


$ЕТ125 КТ5О1Е 
$ЕТ130 КТ5О1Е 


$ЕТ131 
$ЕТ143 
$ЕТ144 
$ЕТ145 
$ЕТ146 
$ЕТ163 
$ЕТ187 
$ЕТ212 
$ЕТ213 
$ЕТ214 
$ЕТ223 
$ЕТ238 
$ЕТ239 
$ЕТ240 
$ЕТ250 
$ЕТ251 
$ЕТ252 
$ЕТ253 
$ЕТ306 
$ЕТ307 
$ЕТ308 
$ЕТ316 
$ЕТ319 
$ЕТ320 
$ЕТ321 
$ЕТ322 
$ЕТ323 
$ЕТ325 
ЗЕТЗ51 
$ЕТ352 
$ЕТЗ53 
$ЕТ354 
$ЕТ357 
$ЕТ358 
$ЕТЗ77 
$5ам2004М 
$а$0200 
$9$Е344 
$@9$Е444 
$9$Е564 
$а$Р201 
$@$Р574 
$1362 
51.362 
$МВТАОЗ 
$МГ3 552 
$5106 
$5108 
55109 


КТ5О1Е 
КТ5ОЖ 
КТ501И 
КТ5О1Ж 
КТ5О1И 

1423 

КТ602А 

ГТ70ЗГ 

ГТ70ЗГ 

1217 

мМП20Б 

0216 

1217 

1217 

0217, ГТ7ОТА 
МП2О0А, МПЗУБ 
МП2ОА, МПЗУБ 
МП20А, МПЗ9Б 
МПЗУБ 

КТ208В 

КТ208В 

1422 

1416 

1416 

МП20А 

мМП20Б 

мМП20Б 

ГТ402И 

МПЗ9Б 

МПЗУБ 

МПЗУБ 

1422 

1422 

1423 

ГТ404Ж 
КТЗ79Б9 
КТ896А 
КТ8121А 
КТ8114Б, КТ8127Б 
КТ8107Д2, КТ8183Б 
КП727Ж 
КП718Б, КП718Б1 
КТС3174АС2 
2ТС3174АС2 
КТ3184А9 
КТ83З0Б 

КТ340В 

КТЗ40В 

КТЗ40В 
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| Зарубежный | Приближенный 


| транзистор | отечественный аналог 
| $5125 | КТб17А 

Г $5126 | КТ6ОЗА 

$5218 КТЗ75Б, КТЗ49Г 

КТ375Б, КТЗ40Г 
КТ6114А, КТ6134А 


$$8050С КТ6!14Б. КТб!134Б 
| 5580502 | КТ614В, КТ6б134В 
| $585508 | КТ6115А, КТб13ЗА 


| 
и $$8550С  КТб115Б. КТб133Б 










































| $$85500 ‚ КТб115В. КТ6133В 
5$$90120 
$$9012Е | КТ6109Б | 


$$9012Е КТ6109В 


5590136 КТ 1ОГ 
Г $59013Н ГКТ611оД 


$59014 
| $59014 А 
5$9014В 


' КТ526А 
| КТб111А 
| КТб111Б 


КТ6!11В 
$59016Е | КТб128Б 
| 559016Е ‚ КТб128В 
| $59016 | КТб 128 Г 
| $59016 Н 'КТб128Д 
#1 559016] | КТ6128Е 
559018 ' КТб!40А 


$$90180 
$$9018Е 
$$9018Е 
$$9018@ 
$$9018Н 
$$90181 
$$01м№60 
$$%20 
$ТН75№06 

| $ТН80М05 
$7Н108100 
$ТН!20М№50 
$ТН120№50 
$ТР40М№10 
5ТР60$ 
$ТР70$ 


| КТ6!1ЗА 
КТ61 13Б 
КТ61 13В 
КТ611ЗГ 
КТ6!13Д 
КТ61 1ЗЕ 
КП7129А 
КТ617А 
КП742А 

| КП742Б 
КП810А 

| КП95ЗА. КП955А 
КП955Б, КП95ЗА 
21771А, КП771А 
КТ888Б, 21888Б 
КТ888А, 21888 А 


— 
5 
г 
г 


$\УТ7571 27878 В 
ЗХТА42 КТ6135А9 
1241 МП20А 
1242 | МП21В 


1243 мп21г 


0402, П416А 


— 
< 
р 
С 






Зарубежный Приближенный 
транзистор отечественный аналог 
7321М | МПЗ8. МПЗ7А | 
Т322м МПЗ7Б | 

Т323М МПЗ8А 


Т354Н 1403, П416А 
Т357Н П40ЗА 
т358Н 


ТСН98 ' КТ208Е 

ТСН98В КТ5О!К 

ТСН99 КТ208К 

та2 МГТ108А 

ТОЗЕ мМГТ!08Г | 
Т94 МГТ!08А 

Т95 ГТГ15Б 

т050 
ТО51 МП21Г 

Т952 МП20А 

Т953 МП20А 

Та55 МП20А 

ТО5Е ГТЕИ5А, П27 

ТН430 219131 А 

ТН430 КТ9126.А, КТ980Б 


Т1Р110 КТ716А, КТ8214А, | 
КТ8243В5 | 
ПРИ КТ716Б, КТ8214Б, 


КТ8243Б5 


КТ716В, КТ8214В, 
КТ8243АЪ 


КТ852В, КТ8215А, 
КТ8242В5 


КТ852Б, КТ8215Б, 
КТ8242Б5 


КТ852А, КТ8215В. 
КТ824З АЗ 


КТ716В, КТ829В. КТ8116А, 
КТ8234В5 


КТ716Б, КТ829Б, КТ8116Б, 
КТ8234Б5 


КТ716А, КТ829А, КТ8116В, 
КТ824З АЗ 


КТ85ЗВ, КТ8115А, 
КТ8233В5 


КТ85ЗБ, КТ8115Б, 
КТ8233Б5 


КТ85ЗА, КТ8115В, КТ8233А5 
КТ899А 

КТ896А 

КТ8109А 

КТ815А, 2Т815А 
КТ8149А1, КТ7З9А 
КТ815Б 

КТ815В 

КТ815Г 

КТ814А 

КТ8150А1, КТ738А 
КТ814Б 

КТ814В 

КТ814Г 

КТ817А, КТ734А 

КТ817Б, КТ8176А, КТ7З4Б 
КТ817В, КТ8176Б, КТ7З4В 
КТ817Г, КТ8176В, КТ7З4Г 
КТ816А, КТ8177А, КТ7З5А 
КТ816Б, КТ8177Б, КТ7З5Б 
КТ816В, КТ8177В, КТ7З5В 


Т1Р112 


ТР115 


ТРИ6 


Т1Р117 


1Т1Р120 


171Р121 


171Р125 





1Т1Р126 


11Р127 
Т1Р132 
ТР146 
Т1РТ51 
1Т1Р29 
11Р2955 
ТИР29А 
Т1Р29В 
1Т1Р29С 
Т1Р30 
11Р3055 
ТРЗОА 
ИРЗОВ 
1Т1Р30С 
ТРЗ! 
РЗТА 
ТИРЗ1В 
ТРЗ1С 
11Р32 
ИР3З2А 
ТР3З2В 





| Зарубежный | Приближенный | 
транзистор отечественный аналог 
Т1Р32С | КТ816Г, КТ7З5Г 
ИРЗ5Е КТ8229А 
ТИРЗ6Е КТ8230А | 


Т1Р41В КТ819В, КТ7З6В. КТ8212Б 


КТ819Г, КТ73З6Г. КТ8212А | 


Т1Р41С 
Т!Р42 КТ737А 
Т1Р42А КТ737Б, КТ8213В 
Т1Р42В КТ737В. КТ8213Б | 






Т1Р42С | КТ737Г. КТ8213А. КТ837А 


| КТ854А | 
Т!Р519 КТ842Б 
Т!Рб! КТ815А | 


ТИР61А кт 
Т!Р61В | КТ815В | 


Ире [кг | 
Т1РбЭВ КТ814В 

[тб км 
Пт О И ЗОО 
11Р662 КТ892В 
тем А 


тХм103 | ГТ3З62А 
ХМ 104 


171х536 
ТМ0535 
ТМ№0540 











21914А 
КПА 
КП511Б 





ТРО407! | 27693 АС 

ТРО704 1 | КТбЭЗАС : 

ТРУЗ75 | КТ9116Б 
[ТРУЗ76 | КТ91ЗЗА1. КТ9!173А!1 

ТРУ\УЗ94 КТ9116А | 

ТРУ595А КТ9150А 

ТВ$Р5014 КТ509А 


КТ9Ч8А 
КП6О1А 


0С714 | КПЗО2А к 
008500 | КТ9136 АС. 219136АС 
0228100 | КП928Б 

ИМИ. 40ЕТ 21920А 


ИМИ-40ЕТ 
ОРТЗ15 
УМР! 
УМР4 
УМ89АБ 
\У$Е9330 
\$Н71 С 


| КП92ЗА 
КТ841Г. КТ506Б 
| КП9О1 А 
КП902А 
КП901 Б 
АПЗЗ1А? 
КТЗ!29Б9 


Х0$810040 КТ862Б 
УТЕ4125 | КТЗ140А 

— 
УТЕ4126 КТ3140Б | 
УТЕб23 21703А 
УТЕ832 КП805А 


КТЗ16Б 
КТ6135А 
КП5О1А 


212475 
21ТХ658 
2\М№2120 
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5.6. Аналоги отечественных транзисторов 


= 





} Отечественны 
транзистор 


1 1111 6Б 
111168 | 
17116Г | 


1 1Т303 
1 1Т3ОЗА 


1ТЗОЗГ | 


1Т303Д 
| 17305А 2№499 
| 113055 





| 113058 2м1292 
1Т308А | 2797 

1 1Т308Б | 2М796 

17308 В  2№2045 | 

1 1Т308Г ‚ — 

 113110А-2 | 

| ЗНА | 22699 


Зв 1209 
ик 
РОТ ПО 


1Т313ЗА АБУ! 
| 113135 | 241742 
| 1Т320А | 23883 
| 113205 


11320В 
1Т321А 
| 11321 Б 


| 2705 










Отечественный 
транзистор 


1Т335Д 
1Т341А 
1Т341Б 
1Т341В 
11Т362А 
1Т374А-6 
1Т376А 
1Т38ЗА-2 
1Т383Б-2 
1Т383В-2 
1Т386А 
1Т387А-2 
17Т387Б-2 
11403А 


Зарубежный аналог 


тм! 

Т1Х3024 
ИХМ104, 2№2999 
ихм103 


2№700А, 2№2360, 2№2415 
2№5043 
ПХмМ!05 


п Е 


АО152 


11403Г АБР466, АЗУ77 
|т40ЗЖ 
А 


1Т614А 


ОБИ ООО 
1Т702А НИ 


117025 
11702В | 
1Т806А 

118065 

1Т806В 

1Т813А 

1Т813Б 

1Т813В 

1Т901А 

1Т901Б 

1Т905А 

1Т906А 

|Т910АД 

2Е701А 

2Е701Б 

2Е701В 

2Е701Г 

21101 А 

21101Б 

21101В 

2П103А 

21103АР 

21103Б 

21103БР 

21103В | 
21103ВР 


21201А-1 


АГ102, АЦУЗ5 
АГ103, АЦТО8 
АГ100, АЦУЗ8 


АЦУ1О 


2№3329 





Отечественный .. 
' Зарубежный аналог 
транзистор ! 


21201Б-1 
212018В-1 
21201Г-1 
21201Д-1 
21201Е-1 
210201Ж-1 
211202Д-1 
211202Е-1 


ТО ООО ПО 
2П301А-1 | 
20301А-5 | 
213015 1 2№4038 | 
21301Б-1 | | 


21301В 
2113018В-1 
21302А 
21302А-1 
21302Б 
21302Б-1 
21302В 
2103028В-1 
2П1303А 
21303Б 
21303В 
21303Г 
21303Д 
21303Е 
211303И 
21304А 
21305А 
211305А-2 
21305Б 
21305Б-2 
21305В 
213058В-2 
21305Г 
21305Г-2 
211306А 
211306Б 


0С714, 2№3791 


2№5397 


МЕЕ?З098 


2№3823 
| 245556 


2№3823 
МЕЕЗОО6 
2№3822 
2№4268, 1175 
МЕЕЗО04, ]175 


2№4224 


| МЕЕЗ107 
| ТА7262 


213068 | МЕЕ! 21 
апзовг 
апзовд 
апзобЕ 
21307Г | МЕЕ2001. 2№4916 | 
21307Д ‚ МЕЕ2002 
21308 А | 

21308 А-1 | ММВЕ54592 | 


2П308А-9 
2П308Б 
21308Б-! 
2П308Б-9 
21308 В 
21308В-! 
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Отечественный 
транзистор 


217118 Д 
217118Е 
2107118Ж 
217118И 
217118 К 
2107118Л 
21712А 

210712А-5 
21712Б 

210712Б-5 


Зарубежный аналог 


и Отечественный | . 

| ‚ Зарубежный аналог 

1 транзистор | | 
| 21308В-9  ММВЕ54592 


21308Г 


[ 
|2пзовг- | 





1879130 


| 21312А 


| | $ЕЕ264 21712В 

| 21312А-5 | 217128В-5 

| 21312Б 24416 21714041 1ВЕ7103 
| 21312Б-5 | 21714141 1ВЕ 5210 


21313А 
21313Б 
21313В 
21322А 


217142А1 
2107143ЗА1 
.| 207144А1 
2107145А 


1ВЕ7316 
1ВР7416 
1879140 


35$К68 


21724А МТР6М60 

21762А 

2176251 
За [207628 

| 20334А | 2762г! 

| 213345 | 
| 20335А-2 | 21762Д | 

| 20335Б-2 
21336 А-1 | 

т2п76ж 
| ПЗЗ7АР | [2762 
ааа 1207625 
2076 
РИ ОИ 
| 20340Б-1 
| 21341А | 2$КЗ16 21771А $ТР40№10 

Т ООПЗ4ТБ | 25К508 21771А9! 

| 20347А-2 ВЕ966 2797г 182540 


21350А 
21350Б 
211601 А 
211601 А9 
21601Б 
211609 А 
211609 А-5 
21609Б 
21609Б-5 
21701А 
21701Б 
210702А 
21703А 
211703Б 
21706А 
21 706Б 
211706В 
2117102А1 
2117118 А 
2П7118Б 
217118 В 


| 2117118Г 


3№140 
ВЕ905 
СР640, 0291 


211797Г91 
211802А 
211802Б 
21П803А 
21803Б 
21815А 
21815Б 
21815В 
211815Г 
21816А 
21816Б 
21816В 
21816Г 
21901 А 
21901 А-5 
211901Б 
21901 Б-5 
21902А 
21902Б 
21903А 
211903 А-5 
21903Б 


2$К215, 1ВЕ 420 
187420 

ВЧ254А 

МТМ2М№85, ВО7253ЗА 


В07385, ВИ743 
" МТМ475 

| МТМ8М35 
УТЕб23, 1ВЕ9620 
1ВЕ9621 
МТМ!5№50 

1ВЕ 84 | 

В07385 

1ВЕ 744 


УМР! 


УМ89АП 


УМР4, 2ОУ!12025$ 


2М№1.234В 
СР65! 





хо! : 
Отечественный 


Зарубежный аналог 


: 


транзистор | 
21903Б-5 | 
21903В | 
21903В-5 
211904А 
21904Б 
21905А 
21905А-5 
21905Б 
21907А 
21907Б 
21908 А 
21908Б 
21909А 
21909Б 
21909В 





| В850-35 
МВЕ! 48 
244092 


| 3М169, 1УМ№5200 


+=. = 


| ВЕ50-35 
0\1007 


РСС И 
72012 
[20912А___ [1ВЕ130, ВЕМ18М!0 
2№ 6658. 2№6755 
2П913А | 21021 
21913Б 0\28120 р 
2П914А | Т1Х$36. 2№4391 
21917А | Ум6000КМВ 
2П917Б 


21918 А 22013 


21918Б 


21920А | ОМНАОЕТ, 21020_____| 

[219205 1028120 

[20922А ВР! 

[29225 
219225 ВЕМ12№10 
2П922Б-5 | | 
2П923А | Е2001, ИМИ.40ЕТ 


21923Б 
21923В 
21923Г 
21926А 


22002, Е2013/Н 
| 22003, Е1053 
22005, Е2007 


РАС: ОИ 
[21928 | 21027, Бу28120 | 
[209285 ___ [09228000 | 
О С 
Е1053 
РАСО ООО 

21934Б 

21938 А | 

21938 Б 

21938 В 


21938Г 
21938Д 
21941 А 
21941Б 
21941В 
21941Г 
21941 Д 
21942А 
21942А-5 
21942Б 
21942Б-5 


Е1202 
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Отечественный . 
Зарубежный аналог 
транзистор 


2Т205А-3 


27208 А 2№2332 


21208 Б 2№2333 




















Отечественный 
транзистор 






| Отечественный 
| транзистор 


21942В 
219428В-5 
2П953ЗА 
2Н1953Б 


Зарубежный аналог Зарубежный аналог 








$ТН120М№50 


2П953В 2Т208В ВСУ91 
| 21953Г р — 2Т208Г ВСУЗЗ, 2№2334 21Т3101А-2 | 2$С1236 
| 20С104А | 2Т208Д ВСУ12, 2№2335 213106А-2 | 2$С1254 








2т2О8Ж 
2т208И 
2т208К 
2т2О8Л 
2т208М 


272 1А-1 


221 Б- = 


2т3108Б 
2т3108В 
2тЗ114А.6 


2131148В-6 2№5650 
21Т3115А-2 


ВТА 





21С!04Б 

| 2ПС104В 
2пС104Г 
21С104Д 
2ПС104Е 
2ПС202А-2 
2ПС202Б-2 
2ПС202В-2 





2т211В-1 2Т3115Б-2 2401 

пе2озда | 1 2124А- 2тЗ117А 

|21С202Е- | 273117Б | 2№2121А, 2№2222 
2ПСЗ16А-1 21214А-9 241036 273120А | ВЕ480. К5002 | 

| 20С316Б-1 | 21214Б-1 — Е.203 

6-Е 
2псз16Г | 21655 
2Т104А | 21028 РР Е 

| 21104Б В$710 21214В-5 — 213124А-2 НР!122 


27214В-9 | 121312462 
2т214Г- и 121312482 
21214Г-5 о | 1 213129 А9 ВС\89 


НХТВ6101 


| 2т104Г 0С200, 21219 
| 27117А ВВУ56 


| 27117А-5 1 1 21249 2т312959 ВС\/69 
2т214Д-1 27312989 ВСЕ29, ВС\/29 


| 21117Б | 22647 

и 211178 | 24893 2т3129Г9 | ВСЕЗО, ВС\/30 

| 27117 | МО4894 21214Д-9 — 2131299 258709 

| 2Т!18А 3105. 3№74 27214 | 1 2131 А 2№702 

| 2т118А-1 34105, 374 272145 | | | 2136 ВСУ42, 2$С105 

| 271185 34106 21214Е-9 — 273128 ВСУ43, 24703 
21118Б-1 ` 3№106, 34107 27215А-1 2Т3130А-9 | ВС\/71, ВС\бОА 
г 271188 3№107 2Т3130Б-9 ВСЕ81, ВС\72 


| 27126А-1 21215 А-9 | | 2131308;9 ВСЕЗ2, ВС\/60С 

| 27126Б-1 и 1 | 212155 2м1923 2т3130Г-9 ВС\/33 

|2т126В- и 1212555 | 12131309 ВС\32 

| 2т126Г-1 2т215Б6-9 2т3130Е-9 ВСЕЗЗ 

| 

| 2Т127А- и 12125 [| 121313242 РОЛ, 2М6617 
| 1212585 1 1213132622 | НХТВ6102 | 


2Т127В-1 2т3132В-2 НХТВ6101 
| 27127Г- 213132Г-2 '— 

| 27201 А 242432 2т313ЗА 

| 2Т2016 242432 А 273133ЗА-2 


| 27201 В 2№1590 27215Д-1 — 213134А-1 

2Т201Г 22617 2Т215Д-5 2Т3135А-1 

27201Д 22617 2Т215Д-9 2Т31ЗА 2№2906,25А530 

| 2Т202А-1 2Т215Е-1 2Т313Б 2№3250, 25А718 
2Т202Б-1 2Т215Е-5 2Т3145А9 ВС\/6бОАА, ВСХ7О0АМ 
2Т202В-1 2Т215Е-9 2Т3150Б2 


ыы ——_—_оо—од а 


ВЕ\/93 


| 27202Г-1 27301 Г 241390 213152А ВСУ93 
| 27202Д-1 | 21301 24842 2131525 — 
2т203А [| 0С203 2ТЗО1Е ВС!0! 2131528 — 


| 272035 | 2№923 
Г 2Т203В №2277 
Г 2т20зг 

| 2т203Д 


27т301Ж 
2Т3ЗО6А 
2Т306Б 
21306В 


2№843 
В5Х66 
250601 
250400 


21Т3152Г 
27Т3152Д 


2Т3152Е 





| 


37 зак 9 
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Отечественный 
транзистор 


21Т3155АС-1. БС-1 | — 
213156А-2 
213158 А-2 


-° 1 





Зарубежный аналог 






| 273162 А 
|273162А5 | 
1 21Т3164А | 

213167А-7 

2Т316А 

2Т316Б 

21316В 

27316Г 


МТ9003, 2№3010 
2М№709 

2№709А 

25040 





[2тед [274 
| 21Т3174АС-2 | $1362 

2Т317А-1 | 
| 2Т317Б-1 


21317В-1 
213187А-9 
213187А-91 
21318А-1 
21318Б-1 
2Т318В-1 
21318 81-1 
2Т318Г-1 
21318 Д-1 

Е 27318 Е-1 

| 21319А-1 ‚ — 
1 21319Б-1 | — 


| 273198В-1 ‚ — 

| 2Т321А Г В$\64 

ав [мм 
27Т321В | — 





ОО И 


2Т321Е 
| 27324А-1 
21324Б-1 
| 27324В-1 
| 2Т324Г-1 
| 27324 Д-1 Р— 
21324Е-| | — 
2Т325А | 2№2615 


2Т325Б 2№2616 
21Т325В | 25612 





| 27331 Б-1 Г — 
| 231 В | 
2т331Г-1 Г — 
| 27331 -1 | 
2т332 А. 1 | — 
21332Б.1 | — 


2Т332Д-1 
2ТЗЗЗА-3 — 
2Т33ЗБ-3 








Отечественный 
транзистор 


2ТЗЗЗВ-3 
2ТЗЗЗГ-3 
2Т3З3ЗЗД-3 
2ТЗЗЗЕ-З 
2Т33З6А 
27Т336Б 
21336 В 
2Т3З3З6Г 
2Т336Д 
2Т3ЗЗ6Е 
2Т3З48 А-З 
2Т348Б-3 
2Т348В-3 
2Т354А-2 
2Т354Б-2 
2Т355А 
2ТЗ60А-1 
2Т360Б-1 
2ТЗ60В-1 
2ТЗ6ЗА 
2Т3З63Б 
2Т364А-2 
2Т364Б-2 
2Т364В-2 
2Т366А 
2Т3З66А-1 
2Т366Б-1 
2Т366Б1-1 
2Т3668В-1 
2Т367А 
21368 А 
21368 А-9 
21368 Б 
2Т368Б-9 
2ТЗ7ОА-1 
21Т370А9 
2Т37ОБ-1 
27137059 
2Т3З71А 
2Т372А 
21Т372Б 
21Т372В 
2Т377А1-2 
2Т377А-2 

| 21377Б51-2 
2Т377Б-2 
21Т377В1-2 
2Т377В-2 
2Т378А1-2 
2Т378А-2 
2Т378Б1-2 


Зарубежный аналог 


2№1219 
ВЕ\/9З 


2№3516, 2№4260 
2№4261 


ВЕ$62 


2№918 


2№917 


| 


ВЕК90 
2$С1090 
ВЕВЗ4 
2№5652 





| 2Т378Б-2-1 
| 2738 1А-1 
21381Б-1 
2Т381В-1 
2138 1Г-1 
21381Д-1 
21382 А 


ММТ2857 


Отечественный . 
Зарубежный аналог | 

транзистор 
273825 | ВЕ\/92 
2Т384А-2 1 2№3511 | 
2Т384АМ-2 


ТЕЛЕ ЕС ИИ 

| 2Т385А-9 
2Т385АМ-2 
21388 А-2 
2Т388А-5 


2Т388АМ-2 
2Т389А-2 2№5456 
2ТЗ91А-2 НР3З5861. 


21391Б-2 | + 
2Т392А-2 ВЕЗ16 


27396А-2 2м3839 | 
27Т397А-2 250784 


2Т504В 2№3440 
27Т505А 2№5416, М] 4646 
21505А-5 — 


21Т505Б | ВЕТ19ЭА, ВЕТ28С 
2Т506А | ВИХ54 
21506А-5 | — 


2Т506Б 
2Т509А 







21509А-5 : — 
| 21528 А-9 — 
21528Б-9 — 
21528 В-9 Г — 
27528 Г-9 — | 
21528 Д-9 — 
27602А | ВЕ177 
21602АМ ! 85538. 2$0668 Й 
276025 | 2№1566А 
2Т603ЗА | В$\/36 
27Т603Б | 2$С796 
27603В | 22237 
2Т603Г | 85/36 
271603И 1 2$С151Н 
21608 А В$У34 
21608Б | 21959 | 
21610А | — 
276105 — | 
27624А-2 | 23303 | 
21624 АМ-2 | — , 
21625А-2 | — | 
21Т625АМ-2 | — 
21625Б-2 — | 


тема 
тол ме 
2 ОИ 
ВРУб7А, 21893 
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| Отечественный | 
| транзистор 


| 21630А-5 
| 27630Б 
2Т632А 


Зарубежный аналог 


ВС300, 21890 
2№3495, 2№3497 
2№2369 


> 
-3 |3 |3 
© | < | © 
$2 1 | м 
лу | 
> | > |> 
>) 





244960 


2Т637А-2 


21638 А | МР$101, 256589 


| 27640А1-2 | М$С85606 
Гота мо 
| 2Т640А-5 | — 
| 21640А-6 | — 
27642А1-2 — 


АТА1485 
датам 
тб 


| 2Т643Б-2 НХТВ4101, №Е98203 
21Т645А | МР$6532 
1 21647А-2 | МЕ56755 
21647А-5 | 


_2Т648А-2 | НХТЕ2 101 
| 2т648А-5 ЕИИНИИ 


| 27652А ЕН 
|2Т652А-2 ЕН 
| 27Т653А 2№4271 
















276535 | 

21Т657А-2 | МЕО21-60 
27657Б-2 ‚ [АЕ4000 

| 27657В-2 — 

| 27658 А-2 | ВЕО98В 


ООО 
О п 
Готбылот вск воз 
Готеывоя во о 


| 21665Б9-1 ВСХ55, 2№1777 

| 27669А | 

тб 
| 27670АС 


(2твтАе  | №6755 
Пете 
РОЗ ПО 


276822 | НХТВ6102. 2403 
[2768252 [47414352 
атбввА [2605 
‚атеваж [295356 


| 27687АС2 | МО3762 


| 
‚276876С2 ОНИ 


37* 












Отечественный 
транзистор 


21688 А2 
2168852 
21689АС 
21691А2 
2Т69ЗАС 
2Т704А 
21704Б 
21708 А 
21708 Б 
2Т708В 
2Т709А 


Зарубежный аналог 


ТРО4071 
к 


В$$61 
ВОХ86С, МЛН11019 


2т709А2 ОНИ 
2Т709Б ВОХ86В 


2170952 | 


2709 ОНИ 


2170982 
2Т713ЗА 


21Т7168В-1 | 


2Т718А ОИ 


2т718Б ОН 
2Т8ОЗА Вру23 
ВГу47 


21808 А 

2Т808А-2 

2т809А 
ОТВ 1О4А 
т 
[8165. 1Р29____ 


2718105А 
218106А 
21812А 
271812Б 
21Т815А 
218164 А 
21Т817В 
21Т818А 
21818 А-2 
2Т818Б 
21818Б-2 
271818 В 
21818В-2 
21819А 
21819А-2 
21819Б 
21819Б-2 
21819В 
218198В-2 
21824А 
21824АМ 
21824Б 
21824АБМ 
21Т825А 
21825А-2 
21825А-5 
21825Б 
21825Б-2 
21825В 


80165, Т1Р29 


МЕ! 3004 
Вр177 
Вр292 


50202, ВОТ92 


Вр204, ВОТ94 
Вр291, Т1Р41 


246130 


Вр202, ВОТ91 
Вр201, ВОТ9З 





2№6287 
2№6286, ВОХ86 


2№6285 






Отечественный 
транзистор 


218258В-2 
21826А 
21Т826А-5 
21826Б 
21826В 
21827А 
21827А-2 
2Т827А-5 
21827Б 
21827Б-2 
2Т827В 
21827В-2 
21828 А 
21Т828Б 
2Т8З0А 
2Т830Б 
2Т830В 
2Т8308В-1 


Зарубежный аналог 


ВЧ132 


250312 
В1132 
ВОХ6ЗА, М/3521 


| ВОХ65 
| — 
ВОХ85. М]3520 


ВУ326А 

250640 

2№4234, 245781 
$М1.3552, 2№4235 
2№4236 


2Т830Г-1 

27Т831А | 24300 

2183 1Б 

2783 1В | 


2783 1В-1 
2Т831Г 


ПРЕ ОО 
РОТ ООО 
атаза6 
243204 

таз 
2Т836Б 

| 21836В 


21836Г 


21Т837А Вр534, Т1Р42С 
| 271837Б Вр536 
2Т837В Вр234 


21837Г 
21Т837Д 
2Т837Е 
27Т839А 
21841 А 
21Т841А-1 
21841Б 
2Т841Б-1 
27Т841В 
27Т842А 
2Т842А-1 
21842Б 
21842Б-1 
21Т844А 
21845 А 
21Т847А 
21Т847Б 
27848 А 
27Т851В 
21856А 


Вр225 

258434 

2№6125 

М]3480, 250380 
ВОХ96, 2№6560 


2502122 


т ыйЕЙЫБЫЫЖ—ИШЫ—жЫ—— 


25В506А 


1Т1Р519 


0РТ732 


014305 
2№678. 2№6672 


80608, ВИХЗ7 
254740, 258548 
ВОХА8А 


580 


Раздел 5. Аналоги транзисторов 





Отечественный . 
Зарубежный аналог 
транзистор 






| 27860 А 
| 21860Б 
218606 
| 27861А 


21866А 


ВрУ92, 246669 
ВИХ21 


| 21867А | ВОУ21. 2№6341 

21874А ' В0\39 

| 218745 | 245672 

| 21875 А Г 2№5626 
218755 | 24130 
21875Г 25С1115 

МЛЕ2955 


2Т876Б 
21876В 
21876Г 


2№5625 

2№562 1 

| М]Е2955 

| 21877А | 26286 

| 21877Б 12№6285 

| 218778 

| 21878 А ‚ ВИХ98А 

1Т878Б ‚ ВИХ98. 2№6678 

21878В $\У17571 
27879А 2№ 282, 2№6281 
218795 


2Т880А | 
2Т880А-5 — 


27880Б | 26730 
2Т880Б-5 


| $2Т5504 
1 21Т881Б-5 | 

21881В 

2188 1Г 

21882А 

278825 

278828 

21883А 

21883Б 

218844 


2№5150 
2№5321 


— ег 


[> 
= 
оо 
оо 
р 
сл 







| 218854 | В0$98, ВИ\У74 
27885Б 
21886 А | 25$С3061 
21886Б 


2Т887А 
2Т887Б 


АР1009 








Отечественный 
транзистор 


21888 А 
21888Б 
21891 А 
2Т9ОЗА 
2Т90ЗБ 
21904А 
21907А 
21908 А 
21Т909А 
2Т909Б 
2Т9101АС 
219102А-2 
219102Б-2 


Зарубежный аналог 







$ТР705 
$ТР6О$ 
ВОТ91, ВОТ92 
2№2947 
250517 
2№3375 
2№3733 
ВрУ92 
2№5177 
2№5178 
20880-28 












219103Б-2 М№Е4203 
219104А МВАО610-3 | 
279104Б МВАО610-18 





219105АС | МВАО610-100 
| 2Т9107А-2 | 
2Т9108А-2 
ато 
[2т9105 
ат 
ПРЕ ООО ООО 
2Т9114А 
2191145 | 
| 2т9117А | 
| 219117Б 2№6553 
| 2Т9117В | — 
РТИ ООО 
тов [7АМФ 
219121В 
279121Г 


219122А 
219122Б 
219123А 
219123Б 
219124А 
27Т9124Б 
27Т9125АС 
219126А 
2Т9127А 
219127Б 
21Т9127В 
27Т9127Г 
219127Д 
219127Е 
279127Ж 
219127И 
219127К 


МЕМ2020 
ТВ\/2020 


ВАЕЁО1О5-50 
ТН430 
М$С81550мМ 
















Отечественный 


И 
Зарубежный аналог 
транзистор 


219128 АС ВАГ.О102-150 


2Т9129А АМ83135-40 
21912А | 245070. 2№6093 
2Т912А-5 в — | 


21Т912Б | 2№6093 | 


219125Б-5 — 
ата 
$01565. 0028500 
219137А | Е]9295 
2Т9137Б | 
219138 А | 
219139А | Р72731В16У 
219139Б ' МЕМЗ008 | 











219139В 


РОТЕ ИИ ООО 
ВЕХ92, 24430 
В1Х93, 244431 
21Т9142А 2$С3218. ТВУ5051 
219143А | [175839 
2719146А | АМ1 416-200 
2Т9146Б | — | 
2т9146В | 


219146Г 
2719146Д 
219146Е 
219146Ж 
2719146И 
219146К 
219147АС 
219149А Р72024В10У 
219149Б | Р72023-6 
2516! 

219153АС 
219153БС 
219155А 2503217 | 


тиввв ов 
27772000000 ОО 
- 


219159А5 | — 
279161 АС | $01565 
219162А 
219162Б 
219162В | 
219162Г 
219164А $01540 


2Т916А 251805 
29175 А ОНИ 






| 


| ТРУ5О51 






Раздел 5. Аналоги транзисторов 





Отечественный 
транзистор 


2Т9175А-4 
2Т9175Б 
2Т9175Б-4 
2Т9175В 
` 2Т91758-4 
2Т9183А-5 
2Т9184А 
2Т9188А 
2Т919А 
2Т919А-2 
2Т919Б 245768, М$С2003 
| 2Т919Б-2 | — 
2то9в 245483, М$С2001 
2т9198В-2 
2Т920А 
2Т9205 
2т920В 
27921 А 
2Т921А-4 
21922А 
219225 
2т9228В 
| 2Т925А 
2Т925Б 
" 2Т925В 
|2Т926А 
21928 А 
2Т928Б 
| 2Т929А 
2Т930А 
2т9305 
2Т931А 
2Т932А 
2Т932Б 
| 2Т9ЗЗА 
` 2Т933Б 
2Т934А 
2Т934Б 
2Т934В 
2Т935А 
2Т935А-5 
2Т937А-2 
2Т937А-5 
2Т937Б-2 
2Т938А-2 


Зарубежный аналог 


2№5596, М$С2005 


2№5589 
ВЕ\М18 
245591 
2№5707, $10-12 


2№5641 
2№5642 
2№5643 
| С3-12 
| С12-12 
| С25-12 
2м1902 
| В$$29, 2№2217 
В$Х3З2, 2№2218 
| 82-87, 245719 
2№6362, СМ75-28 
2№6364 
2№6369, ВМ80-28 
2№3741 
ВО132 
| ВС160-2 
ВС139 
С3-28, 2№6202, 2$С1021 
С12-28, 2№6203, ВГ.У22 
С25-28, 2№6204, ВГ.У92А 
ВрИ53 


мМ$0146 


РТВ42003Х 
М$С1001 


' 2793941 | — 
21939Б | К10800 
| 21941 А 


| 2Т942А 
' 2Т942А-5 


| МВЕ2010 


21949Б-5 

2Т944А 

21945А 

| 2Т945А-5 
21945Б 
21945В 

| 27946 А 


580-28 
ВОУ90, 2$С519А 


250408 


| М$С1330, 0212-28 


Отечественный 
транзистор 


2Т947А 
21948 А 
21948Б 
21949А 
21Т950А 
21Т950Б 
2Т951А 
21951Б 
271951В 
21955 А 
21Т956А 
21Т957А 
21958 А 
21960А 
21962А 
21962Б 
21962В 
2Т96ЗА-2 
2Т96ЗА-5 
21963Б-2 
21964 А 
21965А 
21966А 
21967А 
21968 А 
2Т968А-5 
21Т970А 
27Т971А 
21Т974А 
21974Б 
21974В 
2Т974Г 
2Т975А 
21975Б 
21Т976А 
21Т977А 
2Т978А 
2Т978Б 
21Т979А 
21Т980А 
2198 0Б 
2Т981А 
21982А-2 
21982А-5 
2Т98ЗА 
21983Б 
271983В 
21984А 
21Т984Б 
21985АС 
21Т986А 
21986Б 
21986В 
21986Г 
21Т987А 
21988 А 
21Т988Б 
21Т989А 
2798 9Б 


Зарубежный аналог 


2№6047, ВОР620 
МВЕ2005М 
ТВ\/2020 


А7О-28 


РТ9788А 


$10-28 
580-28 
5150-28 
ВМ40-12 
СМ40-12 
ОМ10-28 
0М20-28 
2М№М40-28 
М/]250 


М1.500 
А7О-28 
$10-12 
$30-12 
$70-12 


С2М100-28А 
ВМ100-128 
В$$44 
2№5672 


АМРАС!214-125 
Р21214В1504 
РН1114-50С 
$01546 


Р2В160400, РН1114-60 
СМ40-12 

ТН430 

А50-12 

МЕМ430394 


М$5С1075М 
М$С1250М 
ВАГ.О204-125 
1214Р400 
ОМЕ?50 
ОМЕЗ75 


ВАГО710-75 
МКВАО610-18 


МВА! 417-25 












581 
Отечественный | .. 
Зарубежный аналог 
транзистор 
21Т989В 





2т989Г 
21990А-2 
| 27991 АС 
21993 А 
21994А-2 


>) 
> 
с 
О 
© 
сл 
сл 
> 


АМ1416-200 


ав 
ПРЕ РИ ОООООИ 
21Т996А-5 Е]9295СС 
21996Б-2 Е]9295СС 


21Т996Б-5 
21998 А 
2ТСЗОЗА-2 
2ТС310ЗА 
2ТС3103Б 
2ТСЗ1ПА-1 
21ТС3111Б-1 
2ТС311В-1 
2ТСЗ111Г-1 
ТСЗ Д-1 
2ТСЗ1З6А-1 
21С3174АС-2 
2ТСЗ9ЗА-1 
2ТСЗЭ9ЗА-9 
2ТСЗ9ЗБ-1 
2ТСЗ9ЗБ-9 
2ТСЗУВА-1 
2ТСЗ98А-94 
2ТС398Б-1 
2ТС398Б-94 
2ТС61ЗА 
2ТС613Б 
2ТС622А 
21С622Б 
27С622Б-1 
21ТС687АС-2 
2ТС84ЗА 
21С0941А-2 
3ПЗ20А-2 
3П320Б-2 
ЗПЗ21А-2 
3П324А-2 
3П324Б-2 
31324В-2 
3П325А-2 
31325А-5 
3П326А-2 
3П326А-5 
3П326Б-2 
31328 А-2 
3П328А-5 
ЗПЗЗОА-2 
ЗПЗЗОА-5 
3ПЗЗОБ-2 
3П330В1-2 
ЗПЗЗОВ-2 
3П33З0В?2-2 


мр986 
мМО5000 
мо5000В 


— 


мо5000 


| 
и) 
© 
[5 


мро5000В 


мМО2218 
МО2218А 


МН?2906. 2№5146 


М№Еб95 
МЕ! 3783 


25К123 
25К124 
АТ8040. СЕХ13 
| САТ-5 


=—==—————— 


АТ8041, САТб 


СЕХ14 
№Е46383 


=== 


]58830А$ 


М№Еб7З3 
]5830А$ 
СЕХ14 

| ЕВНО1ЕН 
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| Отечественный | .. Отечественный . Отечественный . 

Зарубежный аналог Зарубежный аналог | Зарубежный аналог | 

| транзистор | транзистор транзистор , 

| , 
3П330В3-2 ЕВНОЕН 31П605А-5 АПЗ44АЗ-2 ЕНСЗОГС / ЕА 















аа 
№Е388-06 


3П606А-2 
3П606Б-2 
3П606Б-5 
3П606В-2 


МСЕ2116 
МОЕ2324-01 


АПЗ44А4-2 
АПЗ54А-5 
АПЗ54Б-5 
АПЗ54В-5 


МСЕ1402 
РУСОЕА 
МСЕ1305 












ЗПЗАЗА-2 СРУ25-20 3П606В-5 АПЗ55А-5 АГЕЗ000 
3ПЗ43А2-2 МСЕ4310 3П607А-2 ЕЕХ102МН-12 АПЗ55Б-5 58870 
3П34ЗАЗ-2 | МОЕ4415 31608 А-2 ]58864А5 АПЗ55В-5 М№Е!З 783 





3П344А1-2 М№МЕ76184А 31608 А-5 АПЗ56А-5 АТ! 0650-1 











[Ап356А-5 | АТ106504 
311344А-2 МЕ72089А ПЕ ЗОО О ет ООО 
вова | [ 055 [№ 
31344432 | зп6О8Г-2 '— 


31608 Д-5 
3П608Е-5 


АПЗ57Б-5 
АПЗ57В-5 


ЕТУ ПОНИ 
3П345А-2 СЕУ13 


МОЕ4511О 









ЕЕ ОО ОИ АПЗ58А-5 
[93455 О А | | А3865 
аз О [9 [| №3588 МЕ045 

3П349А-2 АТ8110 3191055  |- | | АПЗ62А-9 | — 
| 30351А1-2 | | | 31915А-2 | 2ГС253, ЕМ7177-5 АП362Б-9 ‚ — 
| 31351 А-2 | | | 3091552 МА4ЕЗ00-500 АПЗ79А-9 СЕ739 
ООО И 31925А-2 М$М3742-5 АПЗ79Б-9 | $36м2004М 
| 30353А-5 | МЕб45 | [31925А-5 МР4450-3 | АПЗ81А-5 | СРУ18-12 
[30372А-2 | АПбО2А-2 | 2ХЕ3501 

3П37ЗА-2 3П925В-2 Е3742-ЗА АП602Б-2 | МЕ21112 


3П373Б-2 
ЗПЗ7ЗВ-2 
3П376А-5 
31384А-5 
31385А-2 
3П385А-5 


3П927А-2 М$С1827 


3П927Б-2 М$М1718-05 
31927В-2 РКС9030 


3П927Г-2 
3П927Д-2 
3П929А-2 М$М7785-10 


АПбО2В-2 
АПбО2Г-2 
АП602Д-2 
АП6ОЗА-1-2 
АПбОЗА-2 
АПбОЗА-5 


МОЕ-ХЗ5М-01 


| 303855-2 3П930А-2 Е1.М5964-8С 

| 313855-5 
| 313858-2 | 3П930В-2 О | 1 АП60ЗБ-5 | 
| 303858-5 АПбОЧА1-2 

| 31602А-2 | 2ХЕ3501 | 4032052 _ [№1378 | | А604А2 | рХЕ3610А 

1 31602Б-2 ` МЕ71112 АПЗ24А-2 25123 АП604Б1-2 


31602Б-5 
31602В-2 


АПЗ24Б-2 25$К124 
АПЗ24Б-5 


АПбО04Б-2 
АПб04В1-2 


СЕХЗ1 








ГАПЗ246- 

3П602Г-2 МТС-Т1250 АПб04В-2 

602.2 

311602Л-5 | АП160Г-2 
| 3П603А1-2 | АПбО5А 1-2 №Е90089А 
| 30603А-2 | МСЕ-ХЗ5М-01 АП605А-2 21-2608 А 
[30603512 АП1330А-2 [АП605А22  1АТ850 

3П603Б-2 | АПЗ30Б-2 МСЕ?21 16 | 
| 3603.5 | АПЗ30В1-2 5830 АПбОбА-5 


31604А1-2 

31604А-2 2Х1.3610А 
31604А-5 

31П604Б1-2 

31604Б-2 

31604Б-5 


АПЗЗОВ-2 
АПЗЗОВ?2-2 
АПЗЗОВЗ-2 
АПЗЗТА-2 
АПЗЗТА-5 
АПЗЗЭА-2 


СЕХ14 

ЕВНОЕН 
ЕЕНО1ЕН 
СРУ12, У$Е9330 


АП6О6Б-2 МОЕ2324-01 
АП6О6Б-5 
АП6О6В-2 
АПбО6В-5 
АПбО7А-2 ГРЕХ 102МН-12 
АПбОЗА-2 ]58864А5 


————АиАААаАиид ид дАоа 


М№ЕЗ88-06 








АПЗ4ЗА1-2 СРУ25-17, 2$К1616 АПбО8А-5 

| 30604в-2 | | [| АПЗ4ЗА- СРУ25-20 АП608Б-2 

| 3П604В-5 мона АПбОВВ-2 

| 31604Г1-2 АПЗ4ЗАЗ-2 МОЕ4415 АП608О-5 

або МЕ76184А | | ^1п608П-5 | 

| 30604Г-5 АПЗ44А-2 МЕ72089А ГАП915А-2  |21М7175 | 
 30605А-2 ' 2ХЕ2608А АПЗ44А2-2 Е$С10, АТЕО135 
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583 





Зарубежный аналог 


транзистор 

АП925А-2 
АП925Б-2 
АП925В-2 

| АП9З0А-2 | 

| АП9ЗОБ-2 

| АП9ЗОВ-2 
АП967А-2 
АП967Б-2 
АП967В-2 
АП967Г-2 
АП967О-2 
АП967П-2 
АП967Т-2 
ГТ108А 

| ГТ108Б 
ГТ108В 

| Т108Г 

| ГТ109А 

ГТ109Б 

ГТ109В 

гт109г 

ГТ109Д 

ГТ109Е 

| ГТ109Ж 

| ГТ109И 

ГТ!15А 





2№130А 
| 241352 
2№220 
2№1471 

0С57 

ОС58, 2№77 
ОС59 

25890 

25453 

2№139, 2$А49 
25890 

25449 

| ЕС107, 2№107 


| ГГ! 15Б | 24506 
[ттизг | АС122 
| ГТД 1258262 


| 2№438 
2№233А 
21366 
21366 
25$А195 
2$А40 
254277 
| 25855 
2$А211 
| 2$А173 
2$АЗ91 
2$А396 
2$А205 
25$А204 
25$А206 
25815 
25855 
25815 
2№499А 
АРУЗ9 


ГТ122А 
| ГТ122Б 
| ГТ122В 
| гт122г 

ГТ124А 
ГТ124Б 
ГТ124В 
Гт124Г 
ГТ125А 
ГТ125Б 
ГТ125В 
ГТ125Г 


1 


} 
р 
1 





ГТ125Л 
| ГТЗО5А 
ГТ305Б 


| ГТ305В 2№1292 
| ГТЗОЗА 24797 
| ГТЗ08Б 24796 


| Гт308В 2№2048 
| ГТ308Г 
| ГТЗО9А 
| ГТ3З09Б 
| гтзо9в 


| ГГ3ЗО9Г 


25$А272 
АЕ! 78 

25$А272 
25А266 





Отечественный 
транзистор 


ГТЗ09Д 
ГТЗ0ЭЕ 
ГТЗ1ОА 
ГТЗ10Б 
ГТЗ10В 
гТЗ1оГ 
ГТД 
ГТЗ1ОЕ 
ГТЗИА 
ГБ 
ГГЗИВ 
ГТЗИГ 
ГТЗ11Д 
ГТЗЦЕ 
гзижЖ 
ГТЗИИ 
ГТЗ1ЗА 
ГТЗ1ЗБ 
ГТЗ13В 
ГТЗ20А 
ГТ320Б 
ГТ3З20В 
ГТ3З21А 
ГТ321Б 
ГТ321В 
ГТЗ21Г 
ГТ321Д 
ГТЗ21Е 
ГТ322А 
ГТ322Б 
ГТ322В 
гТ322Г 
ГТ322Д 
ГТ322Е 
ГТЗ2ЗА 
ГТЗ23Б 
ГТ323В 
ГТ328А 
ГТ328Б 
ГТ328В 
ГТЗ29А 
ГТ3З29Б 
ГТ3З29В 
ГТЗ29Г 
ГТЗЗОД 
гТЗзож 
ГТ3ЗЗоИ 
ГТЗЗ5А 
ГТЗЗ5Б 
ГТ3ЗЗ5В 
ГТЗЗ5Г 
ГТ3ЗЗ5Д 
ГТЗЗ8А 
ГТЗЗ8Б 
ГТЗЗ8 В 
ГТ34 1 А 
ГТ341Б 
ГТ341В 
ГТ346А 


Зарубежный аналог 


25А268 
25А69 
25А260 
2№503 
АРУ1З 
25А116 
2№128 
254105 
2№2699 
2№2699 
2№2482 
2№1585 
2№2482 
2№2699 
2№1585 
2№797 
АРУ 1 
2№1742 
2№741 
2№3883 
2М7ИА 
2№705 
254479 
25А312 
25А78 
241384 
25$А312 
241384 
АЕ1 24 
АЕ275 
АЕ271 
25$А338 
25$АЗ32 1 
25А322 







АЕ1ОЭВ, АЁЕ200 
АЕ! 06, АРУ12 
АЕ1О06А 
2№5044 

2№5043 


АЕ279, 2№М№5044 
АЕ280 


А$223 


ИХмМ101 

171ХЗ024 
ПХмМ104, 2№2999 
АЕ239, АР253 











Отечественный 
транзистор 


ГТ346Б 
ГТ346 В 
ГТ362А 
ГТ362Б 
ГТ3З76А 
ГТЗ8ЗА-2 
ГТЗ83Б-2 
ГТЗ8ЗВ-2 
ГТ402А 
ГТ402Б 
ГТ402В 
ГТ402Г 


Зарубежный аналог 


АЕ1 39. АЁР240 
АЕ2395 
ихм103 
ихм103 
2М№700А. 2№2360 
2№5043 
ПХмМ105 





Ады ААА 


АС152 
АС132 
АС! 24 
АС117 


ГТ402Е АС132, АС188 
ГТ402ЖжЖ АС! 24 
ГТ402И АС117. АС138 
ГТ40ЗА АО152 


ГТ403Б 
ГТ403В 
ГТ40ЗГ 
ГТ403Д 
ГТ403ЗЕ 
ГТ403Ж 
ГТ40ЗИ 
ГТ403Ю 
ГТ404А 
ГТ404Б 
ГТ404В 
ГТ404Г 
ГТ404Д 
ГТ404Е 
ГТ404Ж 
ГТ404И 
ГТ405А 


АР152, АР164 
А$У77 
АОР466, АЗУ77 
А$У80 
АР155, АР169 
54072 
АС124 
А$У80 
АС176 
АС127, АС141В 

| @0607 
АС181 
АС141В 


ГТ405Б 
Гт4О5В 


ГТ406А АО! 64 
ГТ612А-4 
ГТ7О1 А 
ГТ70ЗА 
ГТ70ЗБ 
ГТ70ЗВ 
ГТ7ОЗГ 
ГТ7ОЗД 
ГТ705А 
ГТ705Б 


АБЗ14, АБ542 


ГТ705В 
ГТ705Г 
ГТ804Б | 

ГТ8ОбА 
ГТ806Б АЁ103, АП108 
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| 

| Отечественный . 
Зарубежный аналог 
| транзистор 


| ГТ905А АЦУ1ТО 





ГТС609В 
К129НТ(А1-ИВ) | — 
К! 29НТ!А-1 


| К129НТ1Б-1 
К129НТ!В-1 
| К129НТ!Г-1 
К129НТ!Д-1 
К129НТИЕ-1 
К129НТ!Ж-1 


2405 
ЕТО 
кЕто2в 


КЕ707А2 

КЕ707Б 1864ВС300 

КЕ707Б7 

КП101Г 

КП!01Д 

КП!01Е 

КП!0ЗЕ 

КП! 03ЕЭ 

КП!03ЗЕР! 

КП103Ж 

КП! 03Ж9 

| КП103ЖР! 

| КП103И 

| КП103И9 

| КП10ЗИР! 
КП! 03К 
КП! 03К9 
КП1ОЗКР! 
КП!03Л 
КП!03Л9 
КП10ЗЛР! 
КП! 03М 
КП103М9 

| КП103МР! 2№4360 

| КП! 50 | ВЕКЗ5М1О. 1ВЕ!150 

| КП201Е-1 | 

КП201Ж-1 

КП201И-1 | 

КП20!К-1 


2472001. 


КП240 | ВЕ 240, ВЕК25№20 
КП250 182250, 2№6766 
КПЗ01Б | 24038 

КПЗ01В | 


2№3329 







Отечественный .. 
Зарубежный аналог 






0С714, 2№3791 


М№МР500, 2№4093 
2№3971, 2№4393 


МЕЕЗОО04, 2№4223 


МЕЕЗО04, 24223 


2№4223, 2№4220 


МЕЕ?001, 2№4216 


3№225, $0200 


2 
— 
© 
© 
>) 


Отечественный | 
транзистор 


КПЗ23ЗА-2 | 2№4416, $0301 
КПЗ23Б-2 $0300. 2$К316 
КП327А ВЕ960, ВЕ980 
КПЗ27Б ВЕ961 

КПЗ27В ВЕ964 

КПЗ27Г ВЕ966 

КПЗ29А 2№5104 


Зарубежный аналог 


КП329Б 9№3891 
КПЗЗЗА 2№4393 р 
КПЗЗ3ЗБ | — 


КПЗ40 ВЕК12М40, 187340 
КПЗ41А 25$КЗ16 

КПЗ41Б 25$К508 

КПЗ46А-9 ВЕ996 

КП346Б-9 ВЕ991 

КПЗ46В-9 

КПЗ47А-2 ВЕ966 

КПЗ50 1ВЕЗ50 

КПЗ5ОА 3№140 
КПЗ50Б ВЕ905 


2 
— 
© 
сл 
© 
>) 


КП361А 
КПЗ64А 
КПЗ64Б 


КПЗ64В 


ки 
[кП365А_____ ВР410С, ВР410С 


КПЗ65Б | ВЕ245С 


2№6770. 187450 
2\М№2120 


‘ 
‚ 
р 
, 
, 







1 
| 
я 


| 
| КП504А ‚ В5$88 





КП505В 


[кпвотА 85315 
[кпзовА [88592 
[кпво9А 19 


КП510 ВЕР12М№М10,18Р510 


КП510А9 181.М!-2402 
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© 





Отечественный 
транзистор 


КПА 
КП511Б 
КП520 


Зарубежный аналог 


ТМ№0535 
Т№0540 
1ВЕР520 


| КП52ЗА | В5$297А 
КП523Б 
КП523В 





ВЕР!8№10, 1ВЕ530 
18540 
СРб43 
СРб51 
ВЕР8М20, 1ВЕб10 
18620 
18630 


КП640 1ВЕб40 
КП704А | В0732 
КП704Б В0731 
КП705А ВИ753А 
КП705Б 1ХТМ4№95 
КП705В 
КП7ОбА 
КП706Б 
КП7О6В 
КП707А 
КП707А1 
| КП707А2 
КП707Б 

| КП707Б1 
КП707В 
КП707В1 
КП707В2 









МТМ15 

1ВЕ84 1 
ВЧ7385 
25К298 
1ВЕ730, ВО760 


ВЧ290 


]ВЕВЕЗО 
ВЕВЕЗ2 


р 
' 
| 
1 


| КП707Д 
| КП707Д! 
КП707Е 
КП707Е1 
КП708А 
| КП708Б 
| КП709А 
| КП709Б 
КП709В 
| КП709Г 
| КП709Д 
| КП7!0 
КП7128 
| КП7129А 
| КП712А 
| КП712Б 
| КП712В 
| КП7130А 
| КП7130А2 
| КП7130А9 
| КП7130Б 
| КП7130В 
КП7131А-9 
| КП7139А 
| КП7132А1 
Г КП7132А9 


1ВЕ830 


9% 
|1 || 
м“ 
В 
> 


а ==.:ЕыЕйЕЙЫыЫ—ы МА 


5 
= 
м 
$ 


1ВЕ7 10 

| [825210 
$$01№60 
18Е 9130 


1ВЕВС40 


1ВЕВС405$ 


1ВЕ71О] 
НУР7507Р3 


НЧР7507 


38 зак 9 













Отечественный 


Зарубежный аналог 
транзистор 


КП7132А91 НУР7507 


КП7132Б1 
КП7132Б9 
КП7132Б91 


КП7133А9 
КП7135А 
КП7136А 
КП7137А 
КП7138А 
кп7138А9 
КП7138А91 
кп 
КП7150А9 
КПА! 
КП717Б 
КП717Б1 ВЧ2323 

КП?! 7В 
КГ? В 
КП?! Г 
КГ?! 7! 
КП717Д 
КП?! 7! 
КИНТЕ 
КПРТЕ! 
КП?! ЗА 
КП?! В 
КГ? 1881 
КП718Г 
КПГ 
КП718Д 
КП? 8! 
КП718Е 
КП718Е1 
КП720 
КП722А 
КП723А 
КП723Б 
КП723В 
КП723Г 
КП724А 
КП724Б 
КП725А 
КП726А1 


КП726Б Ву290 
КП726Б1 ВЧ790 


КП727Е 
КП727А 
КП727Б 
КП727В 
КП727Г 


|) 
с. 
м 
© 
© 
— 



















Отечественный . 
Зарубежный аналог 


ГЕО, Зарубожный знали 
КП727Ж $@9$Р201 | 
КП728А 


КП728Г1 
КП728Г2 
КП728Е1 
КП728Е? 
КП728С1 


КГ728С2 РОННИ 
КП7З1А 1ВЕ7 10 | 
1ВЕ711 | 


О тО—ЙЙЙ = 


КП731В 
КП7ЗЗА 
КП7ЗЗБ 
КП7ЗЗВ-1 
КП7ЗЗГ 
КП7З3ЗД 
КП734А 
КП734А-1 
КП7З4Б 


1ВР712 
]ВЕ71О 
ВЕР4М40 


1ВЕВС20 


МОР506А 
МОР5ОбА1. 
МОР5О6В 


КП735А МОРб6ОбА 
КП735Б МОР606В | 


КП735В 
КП735Г 
КП737А 
КП737Б 
КП737В 
КП737Г 
КП7З9А 
КП739Б 
КП7З9В 
КП740 
КП740А 
КП740Б 
КП740В 
КП741А 
КП741Б 
КП742А 
КП742Б 
КП74ЗА 
КП74ЗА1 
КП743Б 
КП743В 
КП744А 
КП744Б 
КП744В 
КП744Г 
КП745А 
КП745Б 
КП745В 
КП745Г 
КП746А 
КП746А1 


МОРбО5А 
МОР6б05В 
]ВРб30 

]ВЕ 634 
]ВЕбЗ5 
181630 
1ВР214 
1]ВЕ710 
18ВЕ 215 
1ВР740 
1ВЕ224 
1ВЕ 720 
1ВР725 
1ВЕ48 
1ВЕ46 
$ТН75М№06 
$ТН80М05 
1ВЕ510, ВЕР12М10 


1ВР 511, ВЕР12М08 
187512 

1ВЕ520 

1ВР521 

1ВР522 

181520 

1ВЕ530, ВЕР18М1О 
1ВЕ531, ВЕР18М08 
1ВЕ532 

181530 

18Р540М 
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| Отечественный Зарубежный аналог Отечественный Зарубежный аналог Отечественный Зарубежный аналог | 
| транзистор | транзистор транзистор 

| КП746Б | ВЕ541. ВЕР25М№06 КП780В 1ВЕ822 КП814Р 

| КП746Б1 | — КП781А 1ВЕРЗ50 


[ кп746в | 1ВЕ542 
| КП746В1 Г 
КП746Г 181.540 


КП746Г1 
КП747А 
КП748А 
КП748Б 


1ВЕР150, 2№6764 
18ВЕ610, ВЕР8М№20 
18Е6 11, ВЕР10М15 


[ков в 
| КП749А | ВЕ 620 
КП749Б | ВЕ 621, ВЕР8М18 
| КП749В г ВЕб22 
| КП750А | 182640 
КП750А1 ' ВЕ640 


КП750Б 
КП750Б1 
КП750В 
КП750В1 
КП750Г 
КП751А1 
КП751Б] 
КП751В1 
КП752А 
КП752Б 
КП752В 
КП75ЗА 
КП753Б 


| 1ВЕб41, ВЕР15М№15 
| 82641 

182642 

182642 

18640 

1ВЕ720 

18721 

1ВЕ722, ВЕР4М40 
| [ВЕ730. ВЕР7М40 
| 182731, ВЕР7М35 
| 82732 
| 82830, ВЕР6М50 
| 82831. ВЕР6М45 





| КП759Г 1ВЕ893 

КП760А | ВЕ 830 
КП760Б | ВЕ 831 
| КП760В | ВЕ 832 


| 187833 
18Е840 
182841 
18ВЕ842 
182843 


КП760Г 
КП761А 
КП761Б 
КП761В 
КП761Г 
КП771А 
КП771Б 
КП771В 
КП775А 
КП775Б 
КП775В 
КП776А 
КП776Б 
КП776В 
КП776Г 
КП777А 
КП777Б 
КП777В 
КП778А 
КП779А 
| КП780А 
" КП780АС1 
КП780Б 


$ТР40М10 


25$К2498А 
25К2498В 


18Р740 


2 
= 
3 
[Ч 


1ВЕ742 
1ВЕ744 
182840 
1ВЕ 841 
18ВЕ842 
]ВЕР250 
ТВЕР450 
1ВЕ820 
1ВРО420 
18Е821 











КП78ЗА 1ВЕ3205 


19 т И 


КП801В 25К134 


КП8О1Г 25К133 


КП802А 25К215, 1ВЕ420 


КП802Б | ВЕ420 | 











КП809Д 
КП809Д1 
КП809Е 
КП809Е1 
КП809К 
КП810А 
КП810Б 
КП810В 
КП812А1 
КП812Б1 
КП812В1 
КП81ЗА 
КП813ЗА1 
КП813А1-5 
КП813Б 
КП813Б1 
КП813Б1-5 
КП813Г 
КП814А 
КП814Б 
КП814В 
КП814Г 
КП814Д 
КП814Е 
КП814Ж 
КП814И 
КП814К 
КП814Л 
КП814М 
КП814Н 
КП814П 


Ву7220 


$1Н108100 


КП8ОЗА В0754А 
1ВЕРИ! 
кивов 
ПО: ООО 
ВО294 
КП809В1 | 
КП809Г | 
КП8О9Г! | 


$1Н108№100 
18Е 744 

1ВЕ 245 

1ВЕ 734 
ВЧ236 
ВЧ2350 


т 
ь 








18820 
| 
| 


КП830 ' ВЕ 830 
КП840 | ВЕ840 
КП90! А |} УМР! _ 
КП901Б УМ89АО 
КП902А | УМР4 
КП902Б | 2№1.234В 
КП9ОЗА СРб51 
КП90ЗБ | 
КП9ОЗВ | 

КП904Б МВЕ! 48 | 
КП905А 1 2№4092 
КП905Б | 

КП905В | 
КП907А 


== 





КП907Б 
КП907В | 
КП908А 

КП908Б 
КП921А 

КП922А | ВЕ 132 
КП922А1 

КП922Б 

КП922Б1 

КП922В 








ЖЖ 






3№169, [У№200 










т #2 >г 


КП922Г1 
КП92ЗА 
КП92ЗБ 
КП92ЗВ 
КП923Г 
КП928А 
КП928Б 
КПЭЗТА 
КП9З1Б 
КП9З1В 
КП9З2А 
КП934А 
КП9З4А1 


| 22001. ЧМИ.40ЕТ 
22002, Е2013/Н 
22003, Е1053 
22004 

Е1027 

0Е28120 





ПО ОО 
ПС: ООО ООО 
ПЗ: ОИ ООО 
[72727 И 
КП9З6А5 
КП936Б ‚ — 
КП936Б-5 — 

КП9З6В в — 








Отечественный 
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транзистор 
КП961Е 


Зарубежный аналог Зарубежный аналог 
КТ!27Б-1 
КП962А 


ОИ В ИЗУРУСЕ ОИ 
КП962А-5 И 


Отечественный 
транзистор 


Отечественный 
транзистор 


КП9З6В-5 
КП9З6Г 
КП936Г-5 
КП936Д 
КП936Д-5 
КП9З6Е 
КП9З6Е-5 
КП937А 
КП937А-5 
| КПЭЗ8А 
| КП938Б 
КП9З8В 
КП9З8Г 
КП938Д 
КП944А 
КП944Б 


Зарубежный аналог 






КТ127Г-1 ИИ 
КП96бЗА 


КТ!32А 2№2646 
КП96ЗА-5 — КТ!32Б 2№2647 
КПЭбЧА ЕН 


КТ!ЗЗА | 244870 
кп9б4г 
КП965А КТ201Б 
КП965Б 


КТ201БМ МР59601 
КП965В 


и в 241590 
КП965Г ИИ 


25К1917М 








| |5 
= 
-< 
©—^ 
-> 
|») 
5 


25К1409 


Кт2оиВМ 
КП9650 КТ201Г 
Кт2о!ГМ 
Кт2О1Д 


1ВР9020 КП971А 


КП971Б 





КП948Б 
КП948В 
КП948Г 
КП951А-2 
КП951Б-2 
КП951В-2 


|[КП945А 1828020 | [| КП97ЗА КТ201ДМ 242933 

КП945Б | | Кп97з5 | и КТ202А-1 | | 

| КП946А — КИО | | КТ202Б- 

| КП946Б | — кп Ц [КТ2028- ОНИ 

| КП948А | КПВ | [ КТ202Г- ИИ 
ОИ 


КТ202Д: 
КТ2ОЗА 
Кас о  Кт20ЗАМ НИ 
кПс20А п | [1205 
[кпс20252 | | | КТ25М ТИ 
НИ 
ОИ 
ОНИ 


120] 


= 
С) 
г 
сл 
>) 
мы 
бл 
> 


КПС202В-2 КТ203В 2№2277 


КП95ЗА $ТН120№50 КПС202Г-2 КТ203ВМ 
КП95ЗБ КПС20ЗА-1 КТ206А 
КП95ЗВ КПС203Б-1 КТ206Б 


КП95ЗГ 
| КП95ЗД 
КП954А 
КП954Б 
КП954В 
КП954Г 
КП954Д 
КП955А 
| КП955Б 
КП956А 
КП956Б 
КП957А 
КП957Б 
КП957В 
КП958А 
КП958Б 
КП958В 
КП958Г 
КП959А 
КП959Б 
КП959В 
| КП9бОА 
| КП9бОБ 
| КП9боВ 
| КП961 А 
КП961Б 
| КП961В 

КП61Г 

КП961Д 


КПС203В-1 
КПС203Г-1 
КПСЗ15А 
КПСЗ15Б 


киса | 


КТ207А 
КТ207Б 
КТ207В 
КТ208А 
КТ208Б 
КТ208В 
КТ208Г 
КТ208Д 


242332 
2№2333 

ВСУ91 

ВСУЗЗ, 2№2334 
ВСУ12, 2№2335 
КТ208Е ВСУ10, ВСУ90 
КТ208Ж 2№923 

КТ208И ВСУ92 

КТ208К ВСУ93 

КТ208Л ВСУ11 


ТРО 

КТ209Е МР$404 

тром 
И 


КПСЗТ6Е-1 

КПС316Ж-1 

КПСЗТ6И-1 

КТ104А 2№1028 


КТ104Б В$210 
КТ104В 0С202 


КТ104Г ОС200, 2№1219 
КТ!117А ВВУ56 


КТИ7Б 
КТИ7В 
КТГ 
КТ! 18А 
КТ! 185 
КТВ 
КТ! 19А 
КТИ9Б 


КТ120А 


КТ120А-1 ОНИ 


КТ!20А-5 ОИ 
КТ!20Б ОИ 


КТ! 208 ОНИ 





$ТН!20№50 
МС258В250 













' 
1 


КТ120В-1 
КТ120В-5 
КТ! 27А-1 


КТ210Б 





9 
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216Б 
| КТ216В 
| КТ218А-9 
‚ КТ218Б-9 
| КТ218В-9 
| КТ218Г-9 
| КТ218Д-9 
| КТ218Е-9 
| КТ220А9 
| КТ220Б9 
| КТ220В9 
| КТ220Г9 
| КТЗ01 
КТ301А 
| КТЗО1Б 
| КТЗО1В 
| КТЗО!Г 
| КТЗО! Д 


н 


| КТЗО1Е 
| ктзо1Ж 
| КТ302А 
| КТ302Б 

КТ3о2В 


| КТ214 

| КТ214 

| КТ214 
КТ214 
КТ214 
КТ214 
К$С1623 
К$С1623 
К$С1623 
К$С1623 


| 241390 
| 24842 
ВС!01 
2№843 


Гог | 
ктзо6А |856 | 
| КТЗОбАМ | МР52713 
' КТЗО6Б 250601 
| КТЗ06БМ | МР$2713 


| КТЗО6В 

| КТЗО6ВМ 

| КТЗОбГ 

ктзо6гм 

Кт306Д 

кт3о6ДМ 

КТЗ07А-1 

| КТ307Б-1 

| КТЗО7В-1 
КТ307Г-1 
КТЗ1ОА-2 

| КТЗЮТАМ 

| КТЗ102А 

| КТЗ102А2 


250400 
МР5$834 
В$Х67 
МР52714 
В$Х67 
МР5$834 


‚ 
‚ 


' 
р 
1 
' 
р 


25С1236 
ВС107АР. ВСЗ17 








Отечественный 
транзистор 


КТ3102АМ 
КТ3102Б 
КТ3102Б2 
КТ3102БМ 
КТ3102БМ 
| ктЗ102В 
| КТЗ1028В2 
КТ3102ВМ 
| КТЗ102Г 
| кт3102Г2 
КТ3102ГМ 
КТ3102Д 
КТ3102 2 
КТ3102ДМ 
КТ3102ДМ 
КТ3102Е 
| КТЗ102Е? 
| КТ3102ЕМ 
КТ3102ЕМ 
КТ3102Ж 


Зарубежный аналог 


ВС182А 
ВС107ВР, ВСЗ18 


} 


ВС182В 


ВС108АР, 2$С1815 


ВС183В 
ВС108СР 


ВСУ57 

ВС184А, 2№2484 
ВС452 

ВС547А 

ВС109СР, ВС547В 


ВС538, ВС548 В 
25$С923К 
2№4123 


КТ3102ЖМ 
КТ3102И 
КТ3102И2 
| КТЗ102ИМ 
| КТЗ102К 
КТ3102К2 
| КТЗ102КМ 
КТ3104А 
КТЗ104Б 

| КТЗ104В 

| КТ3104Г 

| КТЗ104Д 

| КТЗ104Е 

| КТЗ106А-2 
| КТЗ106А-9 
| КТ3107А 

| КТЗ107Б 

| КТ3107В 

| КТЗ107Г 

| КТЗ107Д 

| КТ3107Е 

| КТ3107Ж 
| КТЗ107И 

| КТЗ107К 

| КТ3З107Л 

| КТЗ108А 

| КТЗ108Б 

| КТЗ108В 

‚ КТЗ109А 

| КТЗ109Б 

| КТЗ109В 

| КТЗ1145-6 
| КТЗ114В-6 
| КТЗ115А-2 
| КТЗ115В-2 
| КТЗ115Г-2 
| КТЗ115Д-2 
| КТЗ117А 


ВС183ЗА, ВС549С 
ВСУ65 


+ 
р 
р 


2№4123 
ВС452 


2№4124, ВС548В 


т Е 


ВЕХ59, 2501254 


ВС557А, МР53703 
ВСЗ08А, ВС212А 
ВС178АР, ВСУ72 
ВСЗ08А, ВС558А 
ВСЗО8А, ВС178ВР 
ВС179АР, ВСЗ09В 
ВСЗ0ЭВ, ВС179ВР, ВС559 
ВСЗ07В, ВС212С 
ВС308С, ВС213С 
ВСЗ09С, ВСЗ22С 
2№3250 

2№3251 

2№3250А 

ВЕ680, 25А983 
ВЕ979 

ВЕ970 

МА2123 

М№Е?ТЗ435 

Е]401 


2№2121, 2№2221 


Отечественный 
транзистор 


КТЗ117А-1 
КТЗ117А9 
КТЗ117Б 
КТЗ117Б9 
КТЗ120АМ 
КТЗ121А-6 
КТЗ122А 
КТЗ122Б 
КТЗ123А-2 


| 


Зарубежный аналог 


ВЕХ94, №Т2222 


2№2122, 2№2222 
ММВТ2222 
ВЕ480. К5002 

| 203 

| 23033 
2№5236, 2№5270 
2№3953 


25967 
[Кт312352 [2362369 т 
ктаазьм 
[кт312382 [28026 | 
ктаиаавм 
[Ктз126А__ | ВЕБОб. 2м4 И 
[Ктз126А9 [2502188 | 
КТ3126Б 53640 | 

КТ3З127А ВЕ!82. ВЕ!83 | 

КТЗ128А | ВЕ272, ВЕЗб?. ВЕЗ6б3 | 


КТЗ128А-1 
КТЗ128А-9 
КТЗ128Б-1 
КТЗ129А-9 
КТЗ129Б-9 
КТЗ129В-9 
КТЗ129Г-9 
КТЗ129Д-9 
КТЗ12А 
КТЗ12А1 
КТЗ12Б 


ВС857, ВС\!89 

ВС858, ВСУ 69 

ВСХ7!, ВСЕ29, ВС\И29 
ВС858В, ВСЕЗ0, ВСМ\З0 
258709 

24702 


й 
‘ 


‚ 


ВСУ42, 250105 


КТЗ12Б1 2$С33 

| ктз12В | ВСУ43, 2703 | 
КТЗ12В1 | | 
КТЗ130А-9 ВС\/7 1, ВС\/60А 


КТЗ130Б-9 
КТЗ130В-9 
КТЗ130Г-9 
КТЗ130Д-9 
КТЗ130Е-9 


ВСЕ81, ВС\72 
ВСЕЗ2. ВС\6О0С 
ВС\У/З3 

ВС\32 

ВСЕЗЗ 


[ктз1з0ж9 [2500 
КТ3132А-2 | Е1201Е. 2№ 6617 
КТЗ132Б-2 НХТВ6102 | 
КТЗ139В-2 НХТВ6101 


КТЗ132Г-2 
КТЗ132Д-2 
КТЗ132Е-2 
КТЗ139А 
КТЗ13З9Б 
КТЗ139В 
КТЗ139Г 
КТЗ1ЗА 

| КТЗ1ЗА-1 


ВС\/6бОА 
ВС\/6ОАВ 
ВС\/6бОВВ 
ВС\/6ОВЕ. 
2№2906, 254530 
2№3250, 25А718 


| КТЗ1 ЗБ | 2№4123, ВС178 
| КТЗ13Б-1 ВС317,ВС214 | 
КТЗ13В-1 ВС318, 2№4126 | 


| 
® КТЗ1ЗГ-1 
| КТЗ140А 
| КТ3З140Б 
| КТЗ140В 


ВСЗ19 
УТ54126 
УТ$4125 
РМВТЗ906 


Раздел 5. Аналоги транзисторов 


58 


© 









Отечественный 
транзистор 


КТЗ140Г ММВТЗ906 


КТЗ140Д ММВТ3З906 


Зарубежный аналог 


КТ3142А 2№2369, 2№5769 
КТ3143А ВЕВ180\/ 
| КТ3144А ВЕР405 


ВС\6бОАА 
ВС\/6ОВЕ 
ВС\И6ОАВ 
ВС\6ОА 
ВС\/6ОАВ 
ВСХ71 
В$$69 


| КТЗ145А-9 
КТ3145Б-9 
| КТЗ145В-9 

КТ3145Г-9 
| КТ3145Д-9 
| КТЗ146А-9 
| Кт3146Б-9 


КТ3146В-9 ММ$Т3906 
| Кт3146Г9___ | РВМ$396 
| КТ3146Д-9 | РВМТЗ906 
| КТЗ14А-2 ВС\/46 
| КТЗ150Б-2 


КТЗ151А-9 ВС\З1 
КТЗ151Б-9 
КТЗ151В-9 
КТЗ1511Г-9 
КТЗ151Д-9 
КТЗ151Е-9 
КТЗ153А-5 
КТЗ153ЗА-9 


: КТЗ157А 


25(С1009А, ММВТА20 
2№2246 


ВС\60, ВСХ70 
| ВЕ423. 2$А1320 


| КТЗ15А ВЕР719 

| КТЗ15А-1 | 

| 

| КТЗ15Б ВЕР20, 2№2712 


| КТЗ15Б-1 

| КТЗ15В 

| КТЗ15В-1 

| КТЗ15Г 

| КТЗ15Г-1 

| КТЗ15Д 

| КТЗ15Д-1 
КТ315Е 
КТЗ15Е-1 
КТ315Ж 

| КТЗ15Ж-1 

| КТЗ15И 

| КТЗ15И-1 

| КТЗ15Н 

| КТЗ15Н-1 

| КТЗ15Р 

| КТЗ15Р-1 

КТЗ165А 

КТЗ165А-9 
| кт3166А 

| КТЗ166Б 

КТ3166В 
КТ3166Г 
КТЗ168А-9 
| КТЗ169А-9 

КТ3169А91 

КТЗ16А 

КТЗ16АМ 

КТЗ16Б 

КТЗ16БМ 


ВЕР721 


ВЕР722 


25$С641 


2М№3397 


г 
2. 
< 
— 


250634 


25С633 


ВЕР722 


ВЕ727, ВР970 


} 
' 


2 || 
[92 
> 
> 
5 
5 


МТ$102 


25С2351 
ВЕ569 


2№3010 

2№4254, МТЕТО7 
2№709 

МР5$6541 





Отечественный 
транзистор 


КТЗ16В 
КТЗ16ВМ 
КТЗ16Г 
КТЗ16ГМ 
КТЗ16Д 
КТ316 ДМ 
КТ3170А-9 
КТ3171А-9 
КТ3172А-9 
КТЗ173А-9 
КТ3176А-9 
КТЗ179А-9 
КТЗ17А-1 
КТЗ17Б-1 
КТЗ17В-1 
КТ3180А-9 
КТ3184А9 
КТЗ18459 
КТ3186А-9 
КТ3186Б-9 
КТЗ186В-9 
КТ3187А-9 
КТ3187А-91 
КТЗ187Б-91 
КТЗ187В-91 
КТЗ189А-9 
КТЗ189Б-9 
КТ3189В-9 
КТЗ18А-1 
КТЗ18Б-1 
КТЗ18В-1 
| КТЗ18Г-1 
| КТЗ18Д-1 
| КТЗ18Е-1 
| КТЗ191А 
| КТЗ191А-9 
| КТЗ19ТА9! 
| КТЗ192А-9 
| КТЗ19ЗА 
КТ3193Б 
КТ 193В 
КТ 19ЗГ 
КТ3193Д 
КТ3193Е 
КТЗ196А-9 
КТ3197А-9 
КТ3198 А 
КТ3198А9 
КТ3198 А92 
КТ3198Б 
КТ319859 
КТ3198В 
КТ3198В9 
КТ3198Г 
КТ3198Г9 
КТ3198Г92 
КТ3198Д 
Кт3198 ДЭ 
КТ3198Е 


Зарубежный аналог | 


2№709А 





25040 

2№4255, К5С1395 
2№2784 

К$С1730 
2502295, ВЕ554 
258970, 2501742 
ВСР72. 2№3974 
258710 

250602 

250814 


| 
Ш 


$МВТАОЬ 
$МВТАО5 
ВЕОа67, ВЕО92А 


ВЕВ92А 
ВЕКВ92 
ВЕ$17 
ВЕ$17 
ВС847А 
ВС847В 
ВС847С 





ВЕО51 
ВЕТ92 
ВЕТ92 
ВЕ569 
2541090 
2№4964 
2№4058 
ВС479 
25А550 


ММВТЗ906 
ММВТЗ904 
ВЕВ90 
ВЕКВ92 
ВЕО92А 
ВЕВ9ОА 
ВЕВ92А 
ВЕКВ91 
ВЕК9З 
ВЕВ91А 
ВЕВЭЗА 
ВЕО9ЗА 
ВЕВ92А 
ВЕ$17А 
25С3358 


й 
| 


Отечественный 
транзистор 


Зарубежный аналог 


„3 
© 
ме) 
со 
| 
Ме) 


253356 
ВЕО65 
ВЕО67 


КТ3198 Ж 
КТ3198Ж9 


[Кт199А9 [ВР | 
ПЕ с 
[Кт3199А92_ ВОт 
кт 
ПЕ ООО 
ета 
ктз20А9  |ММВТбыт [| | 
Гктзовю [ммм 
КТ3201В9 ВЕМ24 
КТ3201Г9 | ММВТА43 | 
КТ321А В$\64 
КТ321Б | ММ2260 
КТ321В 
КТЗ21Г | 


КТЗ21Д 





АА 
ЕР: ЕО 
ЗУ: ЕН 
ЗЕ ИИ ОНИ 
КТЗ24Д-1 — | 
КТЗ24Е-1 | — | 
КТ325А 2№2615 | 


КТЗ25АМ 
КТЗ25Б 
| КТЗ25БМ 
КТЗ25В 
КТЗ25ВМ 
КТЗ26А 
КТЗ26АМ 
КТ326Б 
| КТ326БМ 
| КТЗЗ1А-1 
| КТЗЗ1Б-1 
| КТЗЗ1В-1 
| КТЗЗ1Г-1 
| КТЗЗ2А-1 
КТЗ32Б-1 
КТ332В-1 
КТЗЗ2Г-1 
| КТЗЗ2Д-1 
| КТЗЗЗА-3 
КТ333Б-3 
КТ333В-3 
КТ333Г-3 
КТ333Д-3 
КТЗ3ЗЕ-3 
КТЗЗ6А 
КТ336Б 
КТЗЗ6В 
КТЗЗ6Г 


2444207 


2№3451 


| 25$С1188. МР$3563 | 
2$С1215 

250612 

2№2616 

2№5770. 2$С1395 
ВС178 

ВЕУ19 

ВЕХ12 

ВЕХ13 


| 
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| Отечественный . 

| транзистор Зарубежный аналог 
| 

| КТЗЗ9А | ВЕ208 


КТЗЗЗАМ 
КТЗЗЭБ 
КТЗЗЭВ 
КТЗЗ9Г 
КТЗЗ9Д 
КТЗ40А 
КТЗ40Б 
КТЗ40В ВЕХ44, 2№706А 

КТЗ40Г | В5У38 

КТЗ42А ВС107А. 2№929 


ВЕ199 

ВЕЗ11 

ВЕ| 73 

ВЕ197 

МРЗНЗ7 
ВЪХЗ8А, 2М№753 
ВС218 




































ка 
ет 3 ОНИ 
ЗОО РР ЕР ООО 
ев м 
| | ВС158А 

кА 


КТЗ57В | МР53639 
КТЗ58Б 2№3710 
Пета 


ООО ООО 
ПО ООО 












Отечественный 
транзистор 


КТЗ61А1 
КТЗ61А-2 
КТЗ61А-3 
КТЗ61Б 
КТЗ61Б-2 
КТЗ61В 
КТЗ61В-2 
КТЗ61Г 
КТЗ61Г1 
КТЗ61Г-2 
КТЗ61Г-3 
КТЗ61Д 
КТЗ61Д1 
КТЗ61 Д-2 
КТЗ61Д-3 
КТЗ61Е 
КТЗ61Е-2 
КТ3З61Ж 
КТ361Ж-2 
КТ361И 
КТЗ61И-2 
КТЗ61К 
КТЗ61К-2 
КТЗ61Л 
КТЗ61Л-2 
КТЗ61 М 
КТ361М-2 
КТЗ61Н 
КТЗ61Н-2 
КТЗ61 11-2 
КТЗ6ЗА 
КТЗ6ЗАМ 
КТЗ63Б 24261 


КТЗ63БМ МР5108 
КТЗ64А-2 


КТЗ64Б-2 
КТЗ64В-2 
КТЗ66бА 
КТЗ66Б 
КТЗ66В 
КТЗ68А 
КТЗ68А-5 
КТЗ68А-9 


Зарубежный аналог 


254555 
2№4126, 25А610 
2№4125 
ВС250В 
ВС250В 
ВС\/58 

2№3905 

ВС157, 2№3905 
ВС\58 

2№3906 

В$\/20 

ВС557 

ВС157 


25А566 
254555 
ВС157 


ВС\/62А 
2№3964 


254556 
2№3546, 24260 
2№5771, 2№4258А 


К$С2757, ВЕ599 


КТ368АМ 
Кт368Б 
ПЕ ООО О 


КТ3З69Б 
КТЗ6ЭБ-1 
КТЗ69В 
КТЗ6ЭВ-1 
КТЗ69Г 
КТЗ69Г-1 
КТЗ7ОА-1 
КТЗ7ОА-9 
КТЗ7О0Б-1 


52 
2. 
< 
со 









Отечественный 


Зарубежный аналог 


транзистор 
КТЗ70Б-9 
| КТЗ71А ВЕВ90 
КТ3З71АМ ВЕВ90 


КТЗ72А 
КТЗ72Б 
КТЗ72В 
КТЗ7ЗА 
КТЗ7ЗБ 


2501090 

ВЕВЗ4 

2№5652 

ВС147А, ВС168А 
ВС147В. ВС167В 


КТЗ7ЗВ | ВС148С. ВС168С | 
КТЗ7ЗГ | ВС157. ВС\47 

КТЗ75А ВС\/88А, 2№3903 

КТЗ79Б 

КТЗ79В 


КТЗ79Г 
КТЗ8ОА 
КТЗ80Б 
КТЗ8ОВ 
КТЗ81Б 
КТЗ81В 
КТЗ81Г 
КТЗ81Д 


не 
КТ382А | ММТ2857 | 
Пели Гювкв 
КТЗ82Б В$\/92 
К2113В 
О ЕО 
244401 
КТ385АМ-2 | р 
КТ385БМ-2 | 
КТ388Б-2 


КТЗ88БМ-2 
КТЗ89Б-2 
КТЗ91А-2 
КТЗ91Б-2 
КТЗ91В-2 
КТЗ92А-2 
КТЗ96А-2 
КТЗ96А-9 
КТЗ97А-2 


2№5456 
НР3З5681. 


ВЕЗ16 
243839 


250784 


КТЗ99А В$\/30. 2№2857 
КТЗ99АМ 25$С988В, 2$С1789 | 
КТ501А $ЕТ130 

КТ501Б | $Е125 


КТ5О1В 
КТ5О1Г 
КТ5ОД 
КТ5ОТЕ 
КТ5ОЖ 
КТ5ОИ 
КТ5О1К 
КТ5О1Л 
КТ501М 
КТ502А 
КТ502Б 
КТ502В 


$2131 
ВСУ9ОВ, 21221 
ВСУЗ8 
$ЕТ124 
$ЕТ143 
$ЕТ1144 
ВСУ54 
ВСУ94В 
ВСУЗ9, ВСУ95В 
К5А5З9В 

| К5А5390 
К$А5450 


о 
© 
о 
з 
< 


Ъ 
На 
я 
о 
© 
с 
3 
к 
Е: 
& 
с 
С 
3 
(] 
к 
( 
© 
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Отечественный 


Зарубежный аналог 
транзистор 


| КТ502Г 
КТ502Д 


К$А539У 
К$А5458В 
В$568 
К$С815, К$О2270 
МР$2712 
К$С853В 
| К$С853В 
' К5С853В 
| В5$$38 
2№3439 
2№2727 
2№3440 
2№5416, М/4646 
ВЕТ19А, ВЕТ? 8С 
ВИХ54 
0РТЗ15, ВИХ84 
ТВ$Р5014 
ЕСХ596 
ЕХТ555$М 
2$А14168В 


КТЪОЗА 
КТ5ОЗБ 
КТ50ЗВ 
КТ5ОЗГ 
КТ50ЗД 
КТ5ОЗЕ 
КТ504А 
КТ504Б 
КТ504В 
КТ5О5А 
КТ505Б 
КТ506А 
КТ506Б 
КТ5ОЭА 
КТ511АЭ 
КТ511Б9 
КТ511В9 


————о———_——о 


| 


[93 
@) 
2< 
сл 
= 






ЕХТ4515М 
25А1213 
2541214 
ВС869-10 


КТ511Д9 
КТ511ЕЭ 


КТ511Ж9 
КТ511И9 
КТ511К9 


КТ512А9 
КТ51259 
КТ512В9 
КТ512Г9 







ых 
= 
> 


2503647 





| КТ512Д9 | — 
| КТ512Е 9 | 2501624 
ГКтНОЖа 
КТ512И9 — 
КТ512К9 


В$Т16 
В$Т15 
В$Т15 


КТ513А9 
КТ513Б9 
КТ513В9 
КТ513Г9 
КТ513Д9 
КТ514А9 
КТ514Б9 
КТ514В9 
КТ514Г9 
КТ514Д9 
КТ515А9 
КТ515Б9 
КТ515В9 
КТ516А9 
КТ516Б9 
КТ516В9 
КТ517А 
КТ517А-1 
| КТ517А-9 
КТ517Б 
| КТ517Б-1 
| КТ517Б-9 
| КТ517В 
[КТ517В-1 


В$Т40 
В$039 
В$Т39 


ВСХ52 
ВСХ51 





ВСХ55 
ВСХ54 


МРЗА13 


ММВТА!3, ЕММТА! 3 
| МР$А14 


ММВТА!4, ЕММТА! 4 
2№6427, СЕ$ 5308 


Е 
и 


Отечественный 
транзистор 


КТ517В-9 
КТ517Г 
КТ517Г-1 
КТ517Г-9 
КТ517Д 
КТ517Д-1 
КТ517Д-9 
КТ517Е 
КТ517Е-1 
КТ517Е-9 
КТ519А 
КТ519Б 
КТ519В 
КТ520А 
КТ520Б 
КТ521А 
КТ521Б 
КТ52ЗА 
КТ523АЭ 
КТ52ЗБ 
КТ523Б9 
КТ523В 
КТ52ЗВ9 
КТ52ЗГ 
КТ523Г9 
КТ523Д 
КТ523Д9 
КТ524А 
КТ524А-5 
КТ525А 
КТ525А-5 
КТ526А 
КТ526А-5 
КТ528А9 
КТ528Б9 
КТ528В9 
КТ528Г9 
КТ528Д9 
КТ529А 
КТ5ЗОА 
КТ5ЗВА 
КТ6О1А 
КТ6бо1АМ 
КТ602А 
КТ602АМ 
КТ602Б 
КТ602БМ 
КТ602В 
КТ602Г 
КТ6ОЗА 
КТ6ОЗБ 
КТ6озвВ 
КТ6оЗГ 
КТ6озд 
КТ6ОЗЕ 
КТ6ози 
КТ6О4А 
КТ604АМ 
КТ6О4Б 


Зарубежный аналог 


ММВТ64271.Т 1 
МР$ЗА25 


ММВТ6427 
МР$А26 


2501111 





]Е9О15А 
]ЕЭ015В 
]Е9015С 
МР$А42 
МР$А4З 
МР5АЭ2 
МР$АЭЗ 
МР5АбЗ 
ММВТА63 
МР5А64 
ММВТА64 
МР$ЗА75 





МР5А76 


МР$А77 


]Е8050 


$59013 

]Е 9013 

$59014 

$59014 

ЕХТ56$М 
25С4272 

25С2873, 2501624 


25А891 
РМ№2219 
М/ЛЕ1 3001 
ВЕУ80 


ВЕ177 
В$$38, 250668 
2№1566А 
2501567 
мм3000 
$Е123С 
В$\36 
250796 
2№2237 
В$\/36 
В$\/36 
В5$\36 
2$С151Н 
2№3742 
ВО115 
2$С2611 





Отечественный 
Транзистор 


КТ6О6Б | ВЕО401 | 
КТ607А-4 | — 


КТ607Б-4 — 


Зарубежный аналог 





КТ608А В$У34 | 


ев 
ПО ОО 
ООО ОО 
ООО ООО 


1522.0 
тво 

10000 О 
еттов [5809 
етенов [08 о 
Гктног [588030 | 


КТ6111Г $$90140 


КТ6112А $$9015А 
КТ6112Б $$9015В 
КТ6112В $$9015С 
КТ611ЗА $$90182 
КТ61 13Б $$9018Е 
КТ6113В $$9018Е 
КТ6113Г $$9018а 
КТ6113Д $$9018Н 
КТ6113Е $$90181 
КТ6114А $$80508В 
КТ61 14Б $$8050С 
КТ61 14В $$80500 
КТ6114Г 2562001 М 
КТ6114Д 2$С20011., 25015131. 
КТ61 14Е 2$С2001К, 2$01513К 
КТ6115А $$85508В 
КТ6115Б $$8550С 
КТ6115В $$85500 
КТ6115Г 25А952М 
КТ6115Д 25А9521, 
КТ6115Е 25А952К 
КТ6116А 2№5401 
КТ6116Б 2№5400 
КТ6117А 2№5551 
КТ6117Б 2№5550 
КТ611А ВЕ111 
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Отечественный 


Зарубежный аналог 
транзистор 


КТ611БМ | 2502668 
ЗС ЕО 
ЗС ЕО 


к 





КТ6127Ж | — 
| КТ6127И  — 
| КТ6127К — 
| КТ6128 А | $590162 
| КТ6128Б $$9016Е 


ркт612952 


` КТ6131А 1 АЕ4001 ВА | 
| КТ6132А ВЕО5АТ 
| КТ61ЗЗА `$585508В 
| КТ6133Б | $$8550С 
| КТ61зЗВ | 3585502 
КТ6134А 3580508 


КТ6135В9 В$Т40 

| КТ6135Г Г— 

| КТ6135Г9 | 
кт6135Д | 


ктб1а5д 


КТ6138Д 2№5400, 25А1016Е 


КТ6139А | МР$А42, ВЕВ89 


| КТ61395 | МР$А43. ВЕВ88 
КТ6139В | 26515 
КТ6139Г 


| 245551. ВЕВ87 





















Отечественный 
транзистор 


Зарубежный аналог 


В$Х89 
В$\У17, 2№914 


КТ616Б 


КТ617А 2№1838 
КТ618А ВЕ179С, М}420 


КТ620А 
кем | 


КТ625А 
КТ6б25АМ 


тво 


КТ630Б-5 
Кт6зов 2№2990. 21711 


ВС!40, 21889 
ква 
244960 


——о—оыиыаииыиыиы и —_ооо———_——— 


КТ635Б 2№3725 | 
кб 
| КТ637Б-2 — 

КТ63З8А МР$1.01 


КТ638А1 
КТ6ЗЭА 
КТ6ЗЭА-1 
КТ6З9Б 
КТ6ЗЭБ-1 
КТ63З9В 


ВО227 


ВО227 


В0840 


Кт6З9В:! к 
кт6Зэг 
кт6ЗЭД 
кт6зЭд: ИИ 
Кт6ЗЕ 
Кт6ЗЭЕ-1 т 

[2$А743А__ 


Кт6з9ж 25А74ЗА 


Кт6З9Ж1 И 


КТ639и 25А715В 


Кт6З9И. ОН 
КТ640А-2 МЕ? 1960 






Отечественный 
транзистор 


КТ640Б-2 
КТ640В-2 
КТ642А-2 
КТ642А-5 
КТ6АЗА-2 НХТВ410. №Е98203 
КТ644А ВС527-6 


КТ644Б ВС527-10 
КТ644В 


МР5$6532 


КТ645Б ВС547, 2503674 


Зарубежный аналог 


2$С1950 





| АТ41485 


> 
-3 
> 
> 
сл 
> 


КТ646А | 2$С495. ВО827 
КТ646Б | 250496 
КТ646В 


9 


КТ647А-2 
КТ64А7А-5 
КТ648А-2 


| МЕ56755 


НХТВ2101 


кв 
ктеззА |2 
С: ПОНИ 
Г ВЮ 
КТ657Б-2 1.АЕ40004 
КТ657Б-5 ,— 


КТ657В-2 
КТ657В-5 


. ] 
О И 
р — И 


| 2№3725, 23737 









= 





КТ66оА | ВСЗ37, СЕ$ 2219 
КТ66оБ | ВСЗ38, 2$24670 


КТ665Б-9 | ВСХ55. 21777 
КТ666бА-9 | ВЕб20 
КТ667А-9 | ВРб2 1 

КТ668А 2541032 


КТб68Б | 25А1030В 
КТ668В 
КТ674АС МРОЗ906 












Де 













| 2541030 
кв 
Пет6т8АС 
кт678АС 


КТ681А ВС369, МР$3395 
КТ682А-2 | НХТВ 6102. Е)403 
КТ682А-5 | — | 
КТ682Б-2 АТ41485 


| 
- 
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Отечественный 
транзистор 


КТ684Б 
КТ684В 
КТ684Г 
КТ685А 
КТ685Б 
КТ685В 
КТ685Г 
КТ685Д 
КТ685Е 
КТ685Ж 
КТ686А 
КТ686Б 
КТ686В 

| кт686г 

| кт686Д 

КТ686Е 

КТ686Ж 

КТ692А 

| КТбУЗАС 

| КТ695А 

| КТ6б9ЗА 

| КТбЭЗБ — 

| КТ698В 

| Ктб98Г 
| ктбэзд 

КТ698Е 
Кт698Ж 
КТ698И 


Зарубежный аналог 


2№4291 
25$А1274 


2№6015 
МР52907К 
МР52907АМ 
МР52907 А1. 
2№013 


52 
г. 
[2х 
—] 
|) 
> 
52 
г. 
сл 
© 
(о 
>Рь 


2№5356 

2№5373 

25А1515 

25А966У 

2№3638, 25564 
25А1160А, 25А9521. 
25А11608В, 25$4А952К 
2№4889, 2№М3638 А 
2№4234, 2№3717 
ТРО7041 


' 
, 


1 
Ы 


кок 
КТ704А 
КТ704Б ВрУ93 
КТ704В | 243583 
КТ708А — 
| КТ708Б | — 


КТ708В 
КТ70ЭА 
КТ7ОЭБ 
КТ709В 
КТ71ОА 
КТ712А 
КТ712Б 
КТ715А 
КТ716А 
КТ716Б 
КТ716В 


мМ/]Н11019 
М]! 1017 


250621, 250838 
ВОХ54Е 
ВОХ54Е 
250621, 250995 
Т1Р112, Т1Р122 
ПРИ, Т1Р121 
Т1Р110, Т1Р120 
$Е9З00 


КТ719А Вр379, М]Е290 
| КТ720А Вр170 


КТ721А ВО172, ВО237 


КТ722А 25А1021, ВО236 


КТ72ЗА ВО501В, ВО5430 


КТ724А В0744)0, ВО802 


КТ728А ВО\/51А 


КТ729А 2№3771, 250630 


КТ729Б 2М№3237, 2№3772 
2№3240, 2№3773 








р 
=) 
> 










Отечественный 


Зарубежный аналог 
транзистор 


КТ7З1Г о 
КТ732А 
КТ734А 
КТ7З4Б 
КТ734В 
КТ735А 
КТ7З5В ТР3З2В 

КТ7З5Г 
КТ736А 
КТ736Б 
КТ736В 
Кт736Г 
КТ7З7А 
КТ737Б 
КТ737В 
КТ737Г 
КТ7З8А 
КТ739А 
КТ740А 
КТ740А! ОНИ 
КТ8О1А 
КТ8О2А 
КОЗА 
КТ805А 
КТ8О5АМ 
КТ805Б ВО109, ВО123 

КТ8О5БМ 
КТ8О5ВМ 
КВОТА 
КТ807Б МР5005 

КТ807БМ 
КОЗА 
КТ8О8А 1 И 
Кт808АЗ 
КТ8ОВАМ 


КТ808Б1 

КТ808Б3 ВОТ95 

КТ808БМ ВОУ71, 2501618 
КТ808В1 
КТ808ВМ 
КТ808Г1 
КТ808ГМ 
КТ8О9А 
КТ8101А 
КТ8101Б 
КТ8102А 
КТ8102Б 
КТ8104А 
КТ8105А 
КТ8106А 
КТ8106Б 
КТ8107А 
КТ8107А2 
КТ8107Б 












25С1619А 


2№5427 

ВО216, В1.У49 
МЛЕ4343, ВОУ96 
25$А1106 

М]2955 

ВО5460, М/Е4353 
МЛ 1021, ВОХ66С 
МЛ 1020, 2501287 
ВОУ66В, М]Н6285 
258883, М/Н6286 
ВО508А, ВОУ48А 
В1208А 

В1508 


Отечественный 
транзистор 


КТ8107Б2 
КТ8107В 
КТ8107В2 


Зарубежный аналог 





В1208 
В0508А 
В1208 А 


3052464 
Кт8107Д2 $6$Е564 
КТ8107Е В05080 | 
КТ8107Е? В207А 


КТ8108А 
КТ8108А-1 
КТ8108Б 
КТ8108Б-1 
КТ8108В 
КТ8108В-1 
КТ8109А 
КТ8109Б 


ВИХ47 
ВО\У66А 
В1326 
ВОТ! 
В1326А 
ВО\У46 
11Р1З1 


КТ8110А 2504242, 2№6499 
КТ8110Б 2$С4106 
КТ8110В | ВО109Р. 2$С41061. 


КТ8111А9 
КТ8111Б9 
КТ8111В9 
КТ8112А 
КТ811ЗА 
КТ81 13Б 
КТ8113В 
КТ8114А 
КТ81 14Б 
КТ8114В 
КТ8114Г 
КТ8115А 
КТ8115Б 
КТ8115В 
КТ8116А 
КТ8116Б 
КТ8116В 
КТ8117А 
КТ81 17Б 
КТ8118А 
КТ8120А 
КТ8121А 
КТ8121А-1 
КТ8121А-2 
КТ8121Б 
КТ8121Б-1 
КТ8121Б-2 
КТ812ЗА 
КТ8124А 
КТ8124Б 
КТ8124В 
КТ8125А 
КТ8125Б 
КТ8125В 
КТ8126А1 
КТ8126Б1 
КТ8127А 
КТ8127А-1 
КТ8127Б 


МЕ! 3003 


В1508А 
$9$Е444 


11Р127 
Т1Р126 
11Р125 
Т1Р122 
Т1Р121 
Т1Р120 
2503306 
2№6931 
2$С3150 
2№ 928 
250$Е344 


В0208 А 
| 2$С4756 


В1208 
2№6477 
В1408 


ВО243С 

ВО243В 

ВО243А 

М/Е1З007 

МЛЕ1 3006 

ВО208 А 

ВО508Е1, 2$01577Е1 
В1208 
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Отечественный Зарубежный аналог Отечественный Зарубежный аналог Отечественный Зарубежный аналог 
транзистор транзистор транзистор 
КТ8175А-| | 2№6773. 232333 
КТ8127В-1 | 25С3459 КТ8149А КТ8175Б | 253840 
КТ8175Б4_ | 2№6772 
КТ8176А ТИРЗТА 
1200 ИВ КТ81 765 | ПРЗ1В 
КТ814Б Вр!66, М.Е?! 0 | | КТ8176В | РЗ!С 
КТ8130А Г 26034. В0406 КТ814В Вр168, МЕ?! | 
КТ8130Б | 26035. ВО876 | | КТ814Г ВО170, М.Е7!?2 КТ8177Б ТИРЗ2В 


КТ8130В 
КТ81З1А 
| КТ8131Б 
КТ8131В 
КТ813ЗА 
КТ8133Б 
КТ8134А 
КТ8135А 
КТ8136А 
КТ8136А-1 
КТ8137А 
КТ8138А 
КТ8138Б 
КТ8138В 
КТ8138Г 
КТ8138Д 
КТ8138Е 
КТ8138И 
КТ8138Т 
КТ8140А 
КТ8140А-1 
КТ8141А 
КТ8141Б 
КТ8141В 
КТ8141Г 
КТ814ЗА 
КТ8143Б 
КТ8143В 
КТ814ЗГ 
КТ8143Д 
КТ8143Е 
КТ8143Ж 
КТ81433 
КТ8143И 
КТ8143К 
КТ814ЗЛ 
КТ8143М 
‚ КТ814ЗН 
КТ8143П 
КТ8143Р 


2№ 6036 
2№6037, ВО875 
2№ 6038 
2№ 6039 


МЛЕ1 3006 
В14080 
| В0410, ВЦХ86 
2504106, 2502335 
2504242, 2503056 
МЛЕ130056 2$С4542 
МЛЕ1З007 
В1406, 2$С3057 
В14060 
МЛЕ1 3009. 2№6930 
МЛЕ1З008, 2№6929 
В1408 
В14080 
ВОХ53С 
ВОХ5ЗВ 
ВОХ5ЗА 
ВОХ53 
ВОРА7, 
В1Т90 
В1191 
В1147А. ВУЧР54 
| ВЧР47, 2№6274 
ВОР47 
ВОР5З 
ВОТ92 
250372 
ВОР46 
250373 
250374, ВЧР5З 
ВОР47 
250373 
250373 


ВОУ!19 


КТ8143Т ВИУ\У18 
Гаваи 
| КТ8143Ф | ВОР52 

КТ8144А | МЛ 3334, ВИХ98 





КТ8144Б 
КТ8145А 


КТ8145Б 
КТ8146А 
КТ8146Б 


2501139 

МЛЕ1 3009 
МЛЕ1З009, 2504109 
ВОХ48В, 2№6575 
ВИХЗ7 


КТ8150А 
КТ8150А-1 
КТ8150А-2 
КТ8154А 
КТ8154Б 
КТ8155А 
КТ8155Б 


2№3055 

11Р3055 

МЛЕЗОЪ5Т 

2501141 

ВИОХ9Э8А, 2$С1144 
ВОТАТА, Е$ 099 
ВИОХЭЗ8АХ, 2$С2147 


КТ8156А 
КТ8156Б 
КТ8157А 
КТ8157Б 
КТ8158А 
КТ8158Б 
КТ8158В 
КТ8159А 
КТ8159Б 
КТ8159В 
КТ815А 
КТ815Б 
КТ815В 
КТ815Г 
КТ8163ЗА 
КТ8164А 
КТ8164Б 
КТ8165А 
КТ8165Б 
КТ8165В 
КТ8165Г 
КТ8166А 
КТ8166Б 
КТ8166В 
КТ8166Г 
КТ8167А 
КТ8167Б 
КТ8167В 
КТ8167Г 
КТ8167Д 
КТ8168 А 
КТ8168Б 
КТ8168В 
КТ8168Г 
КТ8168Д 
КТ816А 
КТ816А-2 
КТ816Б 
КТ816В 
КТ816Г 
КТ8170А-1 
КТ8 1 7О0Б-1 
КТ8171А 





В0807 


ВО208А, 250350 
2503688, ВЦ208 
ВОУ6б5 

ВО\У65А 
ВОУ65В 

ВОУ64 

ВОУ64А 
ВОУ64АВ 

ВО165, Т1Р29 
ВО167, М]Е720 
ВО169, МЛЕ? 21 
ВО818, М]Е722 


МЛЕ1 3005 
МЛЕ1З004 


2№5675 
2№6303 
2№3719 
2№5333 
2№3720 
2№4300 
2№3507 
2№3506 
2№5320 
2№5321 
ВО436, Т!Р32 
2584350 
ВО176, ВО234 
ВО178, ВО236 
ВО180, ВО238 
МЕ! З003 
МЛЕ1 3002 








КТ8177В 
КТ817А 
КТ817Б 
КТ817Б-2 
КТ817В 
КТ817Г 
КТ817Г-2 
КТ8181А 
КТ8181Б 
КТ8182А 
КТ8182Б 
КТ818ЗА 
КТ8183А-1 
КТ8183А-2 
КТ8183Б 
КТ8183Б-1 
КТ8183Б-2 
КТ818А 
КТ818А-1 
КТ818АМ 
КТ818Б 


Т!Р32С 
Вр433, Т!РЗ1 
В0175, ВО233 
250880 
| 80177. ВО235 
80179, ВО237 
`ВО179-16, 2$С1826 
М]Е!З005 
МЕ! З004 
М]Е!З007 
М/]Е!З006 
В02082Х 
$2000Е1 
ВИНЗ15Р 
$6$Е564 
$6$2464 
ВОН313р 
Вр292, ВО202 
В0546С 
2№6469, ВО\/52 
Вр202, ВОТ92 


КТ818Б-1 ВО546В 
КТ818БМ ВО\/22, ВОХ92 
КТ818В ВО204, ВОТ94 


ВО546А 
ВО\М/Ъ52А, 2№5867 
В0538, ВОТ96 


КТ818В-1 
КТ818ВМ 
КТ818Г 


ВО\/22С. ВОХ!18 
КТ8196А 
КТ8197А-2 


КТ8197Б-2 
КТ8197В-2 
КТ8199А 
КТ819А 
КТ819А-1 
КТ819АМ 
КТ819Б 
КТ819Б-1 
КТ819БМ 
КТ819В 
КТ819В-1 
КТ819ВМ 
КТ819Г 
КТ819Г-1 
КТ819ГМ 
КТ8201 А 
КТ8203А 
КТ8205А 
КТ8207А 


245Н2А 
ВО2921, Т1Р41 
ВО545С 
ВО181,В0130 
В0202, ВОТ91 
ВО545В 
ВО142. ВОМ21А . 
| Во201, ВОТ9З 
ВО545А 
ВО182, ВОХ91 
ВО203, ВОТ95 
В0545 


ВО183. 2№3055 
МЛЕ1З001 
МЛЕ1 3003 


МЛЕ!З005 
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Отечественный Зарубежный аналог Отечественный Зарубежный аналог 
и транзистор транзистор транзистор | 
| КТ8209А МЕ13009 
КТ82ОА-1 — 

КТ820Б-- ЕО КТ825ОГ Е 

| КТ82ОВ-1 И В02525А КТ8250Д — 
‚ КТ8212А ВО25252 
КТ8212Б ТИР41В тИРЗ5Р ПУ ОИ ООО 
кт [8047 с 


КТ8212В 
КТ821ЗА 


ПР41А КТ822А-1 
11Р42С 
Т1Р42В 


КТ8255А В0407 

КТ825Г ВОХ62А. М.4031 
КТ825Д ВОХ62, М.]2500 
КТ825Е ВОХ86 

КТ8261А вВ004402 
КТ826А | В9132 

КТ826Б | 250312 

КТ826В В0132 

КТ8270А МЛЕ!1З001 
КТ8271А Вр163 

КТ8271Б ВО138 

КТ8271В ВО140 

КТ8272А ВО!35 

КТ8272Б ВО!37 

КТ8272В вО139 

КТ827А ВОХ6ЗА, М./3521 
КТ827Б ВОХ65 


КТ829Б-1 
КТ822В-1 
| КТ8213В КТ8230А ТИРЗ6Е 
КТ8214А | Т1Р110 КТ8231А В19417 
КТ8214Б | ТР!!! КТ8231А1 В19417Р 
| КТ8214В | 1Р112 КТ8231А2 В09417РЕ 
| КТ8215А ТИР!15 КТ8232А1 
КТ8215Б ТР! 16 КТ823251 
КТ8215В Т1Р117 КТ8233А5 
КТ8216А К$Н3055, М/ЛЗ1 КТ823355 
КТ8216А1 МЛ2З1С КТ8233В5 
КТ8216Б МЛОЗ!А КТ823445 
КТ8216Б1 К$НЗ0551 КТ8234Б5 
КТ8216В МЛ23055-1, МЛОЗ1В КТ8234В5 
КТ8216В1 М/Л23055 КТ8235А 
КТ8216Г МЛ241С, МЛ231С КТ823А-1 


= 
9 
>Рь 
>) 
> 


11Р127 
11Р126 
11Р125 
11Р122 
11Р121 
11Р120 
МЛЕ1З003 








КТ8216Г1 | КТ823Б-1 [кт827в | ВОХ85, М3520 | 
| КТ8217А | мло32 

КТ82 1 7А1 [25814500 | КТ828Б 
КТ82!7Б | КЗН295Ы, М032А_ | | КТ8240Б5 
| КТ8217Б1 К$Н2955 КТ8240В5 
| КТ8217В КТ8240Г5 КТ8290А воН!О0 


КТ8217В1 МЛ2955 


КТ8217Г М./42С1, МЛОЗ2С 
| КТ8217Г1 25814520 
| КТ8218А КУНЗИ 


КТ8240Д5 
КТ8240Е5 
КТ8240Ж5 
КТ8241А5 


МР5\М13 
МР$\/14 


КТ829А 
КТ8293АМ 
КТ829АП 
КТ829АТ 


ВО267В, ТР122 


МР$\/6З 


КТ8218А1 К5НЗ1 КТ8241Б5 МР$\/64 КТ829Б ВО267А, ВО263, Т!Р1?21 
КТ8218Б К$С3З074 КТ8241В5 КТ829В ВОЗ31. Т1Р120 


КТ8218Б1 2504668 
КТ8218В — 
КТ8218В1 МЛОЗВТ4 


Гкта219А 
ТА 
ТвртоБ 

ТВ 

ВоВ 

17372 ЕО 


| КТ8219Г | К5Н1271 


ква: |кзни’ ми | 

КТ821Б-1 — 

КТ821В-1 
| КТ8220А 
КТ8220Б 
КТ8220В 
КТ8220Г 
| КТ8221 А ВО244 


КТ8221Б 
КТ8221В 
КТ8221Г 


КТ8241Г5 

КТ8241 Дб 
КТ8241Е5 
КТ8241ЖЬ 
КТ8242А5 
КТ8242Б5 
КТ8242В5 
КТ8243А5 
КТ8243Б5 
КТ8243В5 
КТ8244А5 
КТ8244Б5 
КТ8244В5 
КТ8244Г5 

КТ8245А5 ВО875 
КТ8245Б5 ВО877 
КТ8245В5 ВО877 
КТ8245Г5 ВО879 
КТ8246А 

КТ8246Б 

КТ8246В 

КТ8246Г 

КТ8247А 

КТ8248А1 


КТ829Г ВО665, ВО675 
КТ8ЗОА 2№5781. 2№4234 


КОБ 
ТОВ 
кт8ЗоГ 
КТ8З1А 
Кт8З1Б ОИ 

НИ 


1Т1Р117 
Т1Р116 
ПРИЗ 
ПРИ 
ТР! 11 
Т1Р110 
ВО876 
ВО878 
ВО878 


Кт8З1В ИИ 


КТ8З1Г 


КТ8З4А 
КТ834Б $0№ 6001 

КТВ 
КТ835Б 


КТ836А 2№3204 


КТ836Б ОНИ 


©) 
№ 
[®.*) 
©.) 
о 


ВО243 КТ836В 


КТ837А ВО534, 11Р42С 


КТ837Б ВО536, 2№6106 


! 
| 


КТ837В ВО234 


КТ837Г ВО225 
КТ837Д 258434. 2№6108 
КТ837Е 2№125 


КТ837Ж | 2№6124, 2№6132 


В11.4502 
В125060 


© 
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Зарубежный аналог 


В0408, ВЦ406 





Отечественный 
транзистор 


КТ908Б ВОУ92 


Отечественный 
транзистор 


КТ858А 


Отечественный 
транзистор 


КТ837И 






Зарубежный аналог Зарубежный аналог | 


258435 





' 
[вру | 
[2м5177 | 
[295178 | 





каи [25845 

КТ859А 245177 

КТ862Б 245178 

Кт862В о в —— [25000 | 
КТ837Н | ВО223 Кт862г | 25С2173 

| КТП 12584356 == | | КТ86ЗА ВОУ92, 26669 КТ9101АС | 0880-28 

| КТ8З7Р | 258434 КТ86ЗБ В0245, ВО945 КТ9104А МВАОб10-5 
КТ837С ' В0225 КТ9104Б МВАОб10-18 | 


КТ837Т | В0948 КТ864А | 250536, 2№6216 
КТ837У 1258435 КТ865А 2$А1180, 2$А1073 
КТ837Ф | В0224 КТ866А 
КТ8З8А В0204 КТ866Б 
КТ838Б В0208 КТ867А ВОУ?21, 2№6341 
КТ8З9А М]3480, 2$0380 КТ868А В0426А, ВИМ11А 
КТ840А 2№6543, ВО326А КТ868Б В0426, ВИ\/11 


КТ9105АС ВАГО105-100 
КТ9106АС-2 
КТ9106БС-2 
КТ9109А 
КТ9111А 
КТ9115А 


КТ9115Б 


М$С1550мМ 
РТ9790А 
ВЕ472, ВЕ849 
25А794 
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